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Предисловие 

Интегральные схемы (ИС), или микросхемы. нашли широкое 
nрименение в современной радиоэлектронной annapaтype (РЭА) 
бытового, промышленного и специального назначения. в технике 
связи, в вычислительных машинах, в товарах культурно-бытового 
назначения (ТКБН), в испытательной и измерительной технике, в 
транспортной электронике, сельском хозяйстве и многих других 
областях. 

В серии выпускаемых справочников, состоящей из несколь­
l(ИХ томов, приводится номенклатура специализированных и уни­
версальных микросхем различной стеnени интеграции и функци­
ональной сложности, свидетельствующих о ступенях эволюции 
изделий микроэлектроники. от схем малой и средней к больwой 
(БИС) и сверхбольшой степени интеграции. 

Настоящий справочник состоит из нескольких разделов. В 
первом разделе приведены общие сведения об интегральны.к 
схемах. классификация и система условных обозначений, п!)J,1-
нципы построения условных графических обозначений в схе­
мах, наименование и буквенные обозначения параметров, ис­
nользуемые внутри страны и за рубежом. габаритные размеры 
стандартизованных корпусов, виды корпусов для автоматизиро­
ванной сборки и поверхностного монтажа и особенности приме­
нения. 

Во втором разделе даются (в цифровой nоследовательности, 
начиная с серии К100) состав серии, функциональное назначение, 
степень интеграции (количество интегральных элементов), тип 
корпуса и его масса, назначение выводов, электрические (в том 
числе справочные, классификационные) nараметры и предельно 
допустимые режимы эксплуатации, условные графические обоз­
начения, структурные или типовые схемы включения, рекоменда­
ции по применению в соответствии с частным.. техническими ус­
ловиями (ТУ) аналоговых и цифровых интегральных микросхем, 
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и)Г()'tоелемных по различным схемно-технологическим решениям 
(диодно-транэисторная логика -ДТЛ; резистивно-емкостная 
транзисторная логика - РЕТЛ; тран:,исторно-транзисторная ло­
гика - ТТП; эмиттерно-связанная транзисторная логика - ЭСЛ, 
no биполярной и МОП технологиям). 

Необходимая информация для справочника использована из 
частных и общих технических условий, nросnектов, каталогов и 
рекламнь1х сообщений. Включен ряд изделий микроэлектроники, 
освоенных или осваиваемых в последние годы. Для морально 
устаревших и снятых с производства интегральных микросхем 
даются ограниченные технические данные, необходимые лишь 
для возможной замены их на типономиналы новых поколений 
интегральных схем В приложении указаны зарубежные аналоги 
микросхем, помещенных в справочник. 

Справочник может быть полезным источником информации 
для широкого круга специалистов, радиолюбителей и студентов, 
занимающихся конструированием, эксплуатацией и ремонтом 
различной радиоэлектронной аппаратуры. 



?аз д е л nе.р в ый 

Общие сведения 

1.1. Классификация и система 
усnовнь1х обозначений микросхеw 

В зависммостм от техноnоrии (ГОСТ 17021-88) микросхемы 
подразделяются на nоnуnроеодн..�ковые, пленочные или гибрид­
ные. В полупроводниковой микросхеме все элементы и меж­
элементные соединения выnоnнены в объеме и на поверхности 
полупроводника В nnеночной микросхеме (тонко- или толстоnле­
ночной) все элементы и межэлемЕЖ'ПiЫе соединения выполнены 
в виде пленок проводящих и диэлектрических материалов. В Г\116-
ридной микросхеме содержатся как элементы (диоды, транзисто­
ры, резисторы и конденсаторы), так и простые и сложные компо­
ненты (например, кристаллы nолуnроводниковых микросхем). 

В зависимости от фУнкционаnьноrо назначения микросхе­
мы делятся на аналоговые и цифровые, предназначенные для 
преобразования и обработки сигналов, изменяющихся соответ­
ственно no закону непрерывной и дискретной функций. 

По ГОСТ 27394-87 микросхемы подразделяются также на заказ­
ные. nолуааказные и общего назначения К последним относятся 
микросхемы определенного функционального назнач�ия, предна­
значенные для МНОГ\IIХ видов РЭА. К заказным относятся микросхе­
мы разработанные на основе стандартных или специально создан­
ных элементов и узлов по функциональной схеме заказчика и пред-
11азначенные дnя определенной РЭА К nолузакаэным относятся 
микросхемы. разработанные на основе базовых (в том числе мат­
ричных) кристаллов, имеющих определенный набор сформирован­
ных элементов (электрически соединенных и не соедиtiенных меж­
ду собой), и предназначенные дnя определенной (конкретной) РЭА. 

Микросхемы часто выпускаются е виде серий, к которым от­
носится ряд типов микросхем с различным функциональным на­
значением, имеющие единое конструктивно-технологическое ис-
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полнено1е и предназначенных для совместного использования. 
Тж, микросхемы указывает на конкретное функциональное на­

значение и определенные конструктивно-технологические и схе­
мо-технические решения Каждый тип микросхемы имеет свое ус­
лоеное обозначение. Ниже на конкретных примерах показана сис­
тема условных обозначений микросхем широкого применения. 

Система условных обозначений (маркировка) микросхем для 
устройств широкого применения состоит из шести элементов, на­
пример: 

К 1 55 ЛА 1, 
1 3 4 5 6 

К Р 1 118 ПА 16, К 6 1 402 УЕ 1-1 
123 4 5 6 12 3 4 5 6

Первый элемент (буква К) - показывает, что микросхема 
предназначена для устройств широкого применения Микросхе­
мы, предназначенные для экспорта, (шаг выводов 1.27 и 2,54 мм), 
перед буквой К имеют букву Э 

Второй элемент (вторая буква) - это характеристика мате­
риала и типа корпуса: А - пластмассовый планарный корпус 
(четвертого тиnа), Е - метаnлоnолимерный корпус с параллель­
ным двухрядным расположением выводов (второго типа): И -
стеклокерамический планарный корпус (четвертого типа), М -
металлокерамический, керамический или стеклокерамический 
корпус с параллельным двухрядным расположением выводов 
(второго типа}; Н - кристаллоноситель (беэвыводной}; Р - пласт­
массовый корпус с параллельным двухрядным расположением 
выводов (второго типа); С - стеклокерамический корпус с двух­
рядным расположением выводов, Ф - микрокорnус 

Бескорпусные микросхемы характеризуются буквой 6 (перед 
номером серии), а в конце условного обозначения через дефис 
вводится цифра, характеризующая модификацию конструктивно­
го исполнения. 1 - с гибкими выводами, 2 - с ленточнь1ми вы­
водами, в том числе на полиамидноо пленке, З - с жестким111 
выводами; 4 - неразделенные на общей пластине; 5 - разде­
ленные без потери ориентировки; 6 - с контактными площадка­
ми без выводов (кристалл) 

Третий элемент (одна цифра) - указывает группу микросхе­
мы по конструктивно-технологическому признаку 1, 5, 6, 7 - по­
лупроводниковые, 2, 4, 8 - гибридные, З - прочие (пленочные. 
керамические, вакуу>.Аные) 

Четвертый элемент (две или три цифры) - определяет по­
рядковый номер разработки серии В совокупности третий и чет­
вертый элементы обозначают номер конкретной серии 

Пятый элемент (две буквы) - обозначает функциональное 
1-1азначение микросхемы В зависимости от выполняемых функ­
ций микросхемы подразделяются на подгруппы (генераторы. триг­
rерь• усилители) и виды (преобразователи длительности 1,в-
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пряжения, частоты). Классификация миКРОСхем по функциональ­
ному назначению поиведена в табл. 1.1. 

Шестом эле'8ент - порядковый номер разработки в конкрет­
ной серии (среди микросхем одного вида). Следующие затем

буквы от А до Я указывают на разбраковку (допуск на разброс) по 
электрическим параt.11етрам. 

Таблица 1.1 

Буквенные обозначенм,� функцмонаnьttых noдrpynn микросхем 

Ад 

АГ 

АР 

АФ 
АП 

БМ 
6Р 

БП 

ВА 

86 

вв 

вг 

ВЕ 

вж 

ви 

вк 

вм 

вн 

ВР 

вс 

вт 

ВУ 

ВФ 

Формирователи: 

адресных токов 
импульсов прямоугольной формы 
разрядных токов 
импульсов специальной формы 
прочие 
Схемы эадержки: 

пассивные 
активные 
прочие 
Схемы 11ычислительнь1х устройств: 

сопряжения с магистралью 
синхронизации 
управления вводом-выводом (схемы интерфейса) 
контроллеры 
микроЭВМ 
специализированные 
времязадающие 
комбинированные 
микропроцессоры 
управления прерыванием 

1 
функциональные расширители (в том числе 
расширители разрядности данных) 
м�,1кропроцессорные секции 
управления памятью 
микропрограммного управления 
функ циональные преобразователи информа­
ции (арифметические, тригонометрические, ло­
гари фмические, быстрого преобразования 
Фурье) 
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вх 

вп 

гг 

гл 
Г!V 

гс 

ГФ 

гп 

ДА 

ДИ 

де 
ДФ 

дп 

ЕВ 

ЕК 

ЕМ 

ЕН 

ЕС 

ЕТ 

ЕУ 

ЕП 

ИА 

ив 

Ид 
ИЕ 

ИК 

ил 

им 

VIP 
ИП 

м"�ср01(8ЛьК)'J1$'1ТОРЫ 
прочие 

Генератор1,,1: 

ПPoдott;l(euue ,,,абл t. t 

прямоугольных сигналов (мультивибраторы. 
блокинr-rенераторь1) 
линейно-иэменя�ощи)(СЯ сигналов 

шума 

синусоидальных сигналов 
сигналов специальной формы 
прочие 

Детекторы: 

амплитудные 

импульсные 
частотные 
фазовые 
прочие 

Схемы источников вторичного электропитания: 

выпрямители 
стабилизаторы напряжения импульсные 

преобразователи 
стабилизаторы напряжения непрерывные 
источники вторичного электропитания 
стабилизаторы тока 
управления импульсными стабилизаторами н�. 
nряжения 

прочие 

Схемы цифров1,,1х устройств: 

арифметико-логические 
шифраторы 
дешифраторы 
счетчики 
комбинированные 
полусумматоры 
сумматоры 
регистры 
прочие 



кн 

кт 

кп 

ЛА 
ЛБ 

лд 
ЛЕ 

ли 

лк 

лл 

лм 

лн 

ЛР 
лс 

лп 

МА 

ми 

МС 
МФ 
МП 

нц 
НЕ 

нк 

НР 
нт 

НФ 

нп 

ПА 

пв 

Коммутаторы и кnючм: 

напряжения 
тока 
прочие 

Лоrические элементы: 

И-НЕ 

И-НЕМЛИ-НЕ 

расширители 
ИЛИ-НЕ 
и 

И-ИЛИ-НЕ/И-ИЛИ 
или 

ИЛИ-НЕ/ИЛИ 
НЕ 

И-ИЛИ-НЕ 

И-ИЛИ 
прочие 

Модуляторы: 

амплитудные 
импульсные 
частотные 
фазовые 
прочие 

Наборы элементов: 

ДИОДОВ 
конденсаторов 
комбинированные 
резисторов 
транзисторов 

n,хх,о,,жение ma&I. 1. 1 

функциональные (в том числе матрицы R-2R) 
прочие 

Преобра:sоватеnи: 

цифро-аналоrовые 
аналого-цифроаые 
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буqенное 

обоэначе11ие 

nд 

ПЕ 
пл 

пм 

пн 

ПР 

пс 

ПУ 
ПФ 

пц 
nn 

Рд 

РВ 

РЕ 
РМ 

РР 

РТ 

ру 

РФ 

РЦ 
РП 

СА 
св 

ск 

се 

сп 

тв 

Тд 
тк 

'---

f2 

Продолже,-.ив табл 1. 1 

длительности 
умножители частоты а1-1алоговь1е 
синтезаторы частоты 
мощности 
напряжения (тока) 

код-код 

частоты (в том числе nеремtiож.-�тели амалоrо­
вых сигналов) 
уровня (соrласователи) 
фазы 
делители частоты ц.-�фровые 
прочие 

Схемы запоминающих устройств: 

ассоциативные 
матрицы постоянньrх запоминающих устройств 
(ПЗУ) 
ПЗУ (масочные) 
матрицы ОЗУ 
ПЗУ с BOЗMO)l(tiOCTbIO МНОГОl(ратного элеt<три­
ческого перепрограммирования 
ПЗУ с возможностью однократного программи­
рования 
ОЗУ 
ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием и элек­
трической записью информации 
на ЦМД (ци11индрическик магнитных доменах) 
прочие 

Схемы сравнения. 

no наnряжен.,.,о (1<0"'1nараторы) 
по времени 
амплитудные (уровня cиrtianoв) 
частотные 
прочие 

Триггеры: 

JК-тоиггер (уr-.1,4версаJ1ьныiiо) 
д1411ам.,аuеск-ие 
комби11ировс:нн.,,е (RST DRS JK�S) 



Буквенное 
обо3наченме 

тл 

тм 

ТР 

тт 

тп 

УВ 

УД 
УЕ 
УИ 

УК 
УЛ 

УМ 
УН 
ур 
УС 
УТ 
УП 

ФВ 
ФЕ 
ФН 
ФР 
ФП 

ХА 

хи 

хк 
хл 
хм 
хт 
хп 

цл 
цм 

цп 

Окончвние твбл. 1 1 

триггер Шмитта 
О-триггер 

Намменование 

RS-триггер (с раздельным запуском) 
Т-триrrер (счетный) 
прочие 

Усилители: 

высокой частоты 
операционные 
повторители 
импульсные 
широкополосные 
считывания и воспроизведения 
индикации 
низкой частоты 
промежуточной частоты 
дифференциальные 
постоянного тока 
прочие 

Фильтры: 

верхних частот 
полосовые 
нижних частот 
режекторные 
прочие 

Многофункциональные устройства: 

аналоговые 
аналоговые матрицы 
комбинированные 
цифровые 
цифровые матрицы 
комбинированные матрицы 
прочие 

Фоточувствительные устройства с зарядо­
вой связью: 

линейные 
матричные 
прочие 
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1.2. Принциnы построения условных rрафических 
обо3начений aнanorosыx и цифровых элементов 

в схемах 

8 соответствии с действующим стандартом ГОСТ 2 701-84 
составными частями радиоэлектронной апnаратуры (радиоэлек­
тронных устройств и приборов) являются· 

элементы - часть радиоэлектронного прибора, которая вы­
полняет определенную функцию и не может быть разделена на 
составные части, имеющие самостоятельное функциональное 
назначение (транзисторы, диоды, микросхемы, резисторы, кон­
денсаторы и др ): 

устройства - совокупность элементов, представляющих 
единую конструкцию (плату, блок), 

функциональные rpynnы - совокупность элементов, не 
объединенных в единую конструкцию, но выполняющих совмест­
но определенную функцию в изделии (усилитель, генератор, мо­
дулятор и др ). 

В соответствии с ГОСТ 2 743-82, ГОСТ 2 759-82, ГОСТ 
2 708-81 условное графическое обозначение (УГО) аналогового 
и цифрового элемента имеет форму прямоугольника, содержа­
щего три поля основное и два дополнительных. Дополнитель­
ные поля располагаются справа и слева от основного поля и 
могут дополнительно разделяться горизонтальной линией на 
зоны (число зон не ограничено) 

Размеры УГО определяются по высоте (числом входных и 
выходных линий выводов, интервалов, строк информации в ос­
новном и дополнительных полях и размером шрифта) и по шири­
не (наличием дополнительных полей, числом знаков в строке, 
размером шрифта) Расстояние между линиями выводов должно 
быть не менее 5 мм или кратны ему. Размеры УГО по высоте 
должны быть кратными 2,5 мм, ширина дополнительного поля не 
менее 5 мм (в зависимости от числа символов е строке), размер 
ука3ателя не более 3 мм 

Условное графическое обозначение элемента выполняют без 
дополнительных полей (слева или справа), если все выводы ло­
гически равнозначны (взаимозаменяемые без изменения функ­
ции элемента) и функции выводов однозначно определяются 
функцией элемента 

Для обозначения функций, выполняемых аналоговыми или 
цифровыми элементами, в основном поле на первой строке по­
мещаются латинские буквы, цифры и специальные знаки {табл. 
1.2) 
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Таблица 1.2 

О6означенме функцмм, выполняемых 1наnоrовым11 11 цмфровымм 
3neмetn'lм11 

ВЫnоЛ11яемая фунщия j 
1----------

А: 

SM или 1: 

sив 

DIV 

MPL 

АИ 

ALU 

1О 

СР 

G 

ом 

DK 

Х:У или к:у 

DMX 

DC 

J или DIC 

DIDT или dldt 

� 
1--1 или DL 

мn или мл

Xt0,5; ХЛО,5; или ../х 

LOG или log 

L: 

1 

)n 

)1 или 1 

& или и

MF 

MD 

мих 

MS 

Арифметика: 

суммирование 
вычитание 
деление 
умножение 

Арифметическое устройство 

Арифметико-логическое устройство 
Ввод-вывод последовательный 
Вычислитель 
Генератор (генерирование) 
Демодулятор 
Детектирование 
Деление 
Демультимексор 
Дешифратор 

Дискриминатор 

Дифференцирование 
Зона нечувствительности 
ЗадерЖJ<а 
Запоминание аналоговой величины 
(элемент слежения и хранения) 

Извлечение корня 

Логарифмирование 
Логика: 

мажоритарность (п из m) 
логическое ИЛИ (1 из m) 

логическое И (m из m) 

повторитель (m = 1, m - число 
входов логического элемента) 

Многофункциональное r�реобразо­
вание 

Модулятор 
Муль тиnлексор 
Муль тиnлексор-селектор 

15 



Обо3Наченме 

IX I или I х 1 
М: 

RAM 

SAM 

sтм 

САМ 

ROM 

PROM 

RPROM 

#/Л 

Л/# 

sw 

SWМили..J_ 
SWB или� 

Х t У или Х Л У или xr 

тн или ..п- или � 

Х/У или xfy (эти сим-

Продолжение табп 1 2 

Выnол1111ема11 фунщи11 

Образование модуля 
Память. 

устройство запоминающее опера­
тивное с произвольным доступом 
устройство запоминающее опе­
ративное с последовательным 
доступом 
устройство запоминающее стеко­
вое 
устройство запоминающее ассо­
циативное 
устройство запоминающее посто­
янное 
устройство запоминающее посто­
янное с возможностью однократ­
ного программирования 
устройство запоминающее посто­
янное с возможностью многок­
ратного программирования 

Преобразование цифро-аналого-
вое 
Преобразование аналого-цифро-
вое 
Переключение, коммутативное 
(ключ, коммутатор) 

замыкание 
размыкание 

Показательная функция 
Пороговый элемент (триггер Шмит-
та) 1 
Преобразование (преобразова-

волы могут быть заме- тель) 
нены обозначениями 
преобразуемой инфор-

1 
мации)· 

в двоичный код 

I 
DEC десятичный код 

.____ _._____ _ 
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Обозначение 

G 

n или лили А 

# или D 

и 

1 

CR 

JNR 

TF 

RC 

р 

RG 

SL 

ст 

т 

SIN или sin

ХУ или ху 

XY:Z или xy:z

> или 1>

со 

FF 

F 

CD 

·sт

сsти
·sт,

Окончание твбл. 1.2 

Выполняемая функциt! 

код Грея 

аналоговая ИС 

цифровая ИС 

напряжение 

ток 

Перенос 

Прерывание 

Передача 

Прием 

Процессор 

Регистр 

Сравнение (компаратор, схемы 
сравнения) 

Селектор 

Счетчик 

Триггер 

Тригонометрические функции (си­
нус) 

Умножение 

Умножение-деление 

Усиление 

Управление 

Фильтрация 

Формирование (формирователь} 

Шифратор 

Нелогические элементы (знак «•» 
перед обозначением}: 

стабилизатор 

стабилизатор напряжения 

стабилизатор тока 

Наборы нелогических элементов: 

резисторов 

конденсаторов 

диодов 

транзисторов 
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К прямоугольнику подводятся линии выводов элементов. ко­
торые делятся на входы. выходы. двунаправленные вьtводы. а 
также выводы. не несущие логической информации. Входы изо­
бражаются с левой стороны УГО, выходы - с правой; иногда 
входы располагаются сверху, а выходы снизу. Двунаправленные 
и не несущие логической информации выводы nомещаются с 
правой или левой стороны прямоугольника. Линии выводов не 
допускается проводить на уровне сторон прямоугольника. 

Входящие линии показывают электрические связи с входны­
ми выводами изделия. выходящие - с выходнь1ми выводами из­
делия. При большой насыщенности листа УГО допускается вхо­
дящие и выходящие линии связи начинать и обрывать внутри 
листа УГО. Всем входящим, выходящим и прерванным линиям в 
месте обрыва присваиваются цифровые, буквенные и буквенно­
цифровые обозначения (над 11инией. на уровне линии или в раз­
рыве линии) с указанием в круглых скобках адреса места продол­
жения прерванной линии. На схемах функциональные части до­
пускается выделять штрихпунктирной лин11ей. При необходимос­
ти направление потоков информации на структурных и функцио­
нальных схемах допускается показывать стрелками на линиях 
взаимосвязи. 

Выводы элементов подразделяются на статические и дина­
мические, несущие (табл. 1.3 и 1.4) и не несущие (табл. 1 5) ло­
гической информации. Статические и динамические выводы под­
разделяют на прямые и инверсные (выводы с кружочком). Вывод 
элемента имеет условное обозначение. которое выполняют в 
виде указателя и помещают на линии контура УГО или на линии 
связи около контура УГО. 

Таблица 1.З 

Обо3Наченме основных метОt< вь•одов цифровых :tлементов, 
ук83Ьtвающих на их функциональное нuначенме 

А 

ER 

ВУ 

8/Т 

DE 

BF 

VEC 

18 

Адрес 

Авария (ошибка) 

Байт 

Бит 

Блокировка 

Буфер 

Вектор 

1 
1 



Продолжение mвбл. 1.3 

Обозна-е Фуttllцмональное11113Н8Че-

SE Выбор 
еили 2 Вывод с состоянием высокого сопротивления 
RA Готовность 
D Данные 
BR Заем 
WR Запись (команда записи) 
RQ Запрос (требование) 
ТR Захват 

SI Знак 
IN Инверсия 
END Исполнение (конец) 
/NS Инструкция (команда) 
АК Квитирование 
сн Контроль 
мк Маска (маскирование) 
MR Маркер 
LSB Младший 
BG Начало 
AN Ответ 
WI Охлаждение 
о или а Открытый вывод (общее обозначение) 
о или t(> Открытый вывод (коллектор р-п-р транзистора, 

эмиттер п-р-п транзистора; сток р-канала, исто� 
п-канала) 

о или 1.1< Открытый вывод (коллектор п-р-п транзистора, 
эмиттер р-п-р транзистора; сток п-канала; ист� 
р-канала) 

CR: Перенос (общее обозначение). 
CRP распространение переноса 
CRG генерация переноса 
OF Переполнение 
RP Повтор 
PR Приоритет 
CN Продолжение 
sт Пуск 
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Окончание табл 1.3 

Обозначение Функционаnьное н83Начение 

= Равенство 

Е Разрешение 

ЕХ Расширение 

REF Регенерация 

мо Режим 

-1>> или� Сдвиг 

SYN Синхронизация 

с Строб, такт 

SA Состояние 

ML Средний 

мsв Старший 

RD Считывание (команда считывания) 

FL Условный бит («флаг») 

се Условие 

в Шина 

Таблица 1.4 

Обозначение основных меток выводов анаnоrовых элементов, 
указывающих на их функцмонаnьное назначение 

Обозначение 

NC 

FC 

1 

ovn или оvл 

и 

иn или ил

sт 

н 

с 

s 

R 

SR 

20 

Функциональное назначение 

Балансировка (коррекция 0) 
Коррекция частотная 
Начальное значение интегрирования 
Общий вывод для аналоговой части эле­
мента 
Питание от источника напряжения 
Указатель питания аналоговой части эле­
мента 
Пуск 
Поддержание текущей величины 

Строб, такт 
Установка начального значения 
Установка в состояние О 
Установка в исходное состояние (сброс) 



Таб111<ца 1 5 

Обозначение основных меток, указывающих на функциональное 
назначение выводов, не несущих логической информации 

Обозначение 

и 

И# 

UD 

ov 

OV# 

/ 

к 

Е 

Е _. или Е > 

Е ._ или Е < 
в 

с 

R 

L 

Функциональное назначеН1<е 

Вывод питания от источника наnряжения 
Допускается перед буквой И проставлять 
номинал напряжения в воnьтах 
Указатель питания цифровой части элемента 
Признак информационного питания 
Общий вь1вод 
Общий вывод для цифровой части элемента 
Вывод питания от источника тока Допуска­
ется перед буквой / проставлять номинал 
тока в миллиамперах или амперах (буква А 
вместо /) 
Коллеl(тор 
Эмиттер (общее обозначение) 
Эмиттер n-p-n 

Эмиттер р-п-р

База 

Вывод для подключения конденсатора 
Вывод для подключения резистора 
Вывод для подключения катушки индуктив­
ности 

Функциональное назначение выводов элемента обозначают 
npi,i помощи меток, проставляемых в дополнительных полях и со­
сто�щих из прописных букв латинского алфавита. арабских цифр и 
специальных знаков, записываемых в одной строке без пробелов 
(см табл 1 3 и 1 4). число знаков в метке не ограничивается. Для 
сложной функции выводов допускается построение составной мет­
ки образованной из основных меток (например SED - выбор 
да ... ных; WRM - запись в память; EWR - разрешение записи) 

8 качестве меток вывода разрешается применять обозначе­
ние функций (см табл 1 2), порядковые номера и весовые коэф­
фициенты разрядов (к обозначениям метки добавляют цифры, 
соответствующие номерам разрядов, нумеруемых числами нату­
ра11ьного ряда) Допускается метки выводов добавлять к обозна­
чению функции элемента. 

Примеры графических обозначений цифровых элементов 
nоиведены в табл 1 6, аналоговых элементов - в таб11 1 7. 
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Таблица 1.6 

Прммеры rр1фмчес:коrо обозначенм.11 цифровых :tnементоа 

f 

, 

Лоrический элемент И-ИЛИ-НЕ 

Лоrический элемент ИЛИ-И с 
мощным отiрытым эмиттерным 
выходом (структура п-р-п) 

Логический элемент И-НЕ с 
открытым кол лекторным вы­
ходом (структура n-p-n) 

Расширитель И функциональ-­
ный для расширения по ИЛИ

Двухвходовой элемент (Ис­
ключающее ИЛИ) 

Мажоритарный элемент, вы­
полняющий функцию rолосо­
вания 2 из Э 

Одновибратор, имеющий вхо­
ды «Запуск� по схеме И, вход
«Сброс� и выводы для под­
ключения время задающих 

элементов С, R 



. 
� 

/ 

, ., 
, 
, 

l 

/ 

ПроJо,,:wение т.ю,1 1 б 

Элемент �етырехраэряднь�й 
магистральный с состоянием
высокого сопротивления 

Элемент четырехразрядный 
магистральный, имеющий
двунаправленные выводы и 
состояние высокого сопротив­
ления 

Схема сравнения двух четы­
рехразрядных чисел 

RS-тpиrrep с инверсными вы­
водами 

23 



т 

24 

Продолжение тsбл. 1.б 

JК-триггер двухстуnенчатый, с 
установкой по инверсным вхо­
дам R и S

О-триггер с установкой по ин­
версным вх.одам R и S, с ди­
намическим входом С, реаги­
рующим на изменение сигна­
ла из состояния лог О в со­
стояние лог 1 

Счетчик реверсивный четы­
рех.разря,ань1й двоично-деся­
тичный 

Регистр сдвига четырехраз­
р ядный, имеющий выходы с 
состоянием высокого сопро­
тивления и динамический 
вход С, реагирующий на изме­
нение сигнала из состояния 
лог. 1 в состояние лог. О 



()бо)Начение 

nрооопжение твбn. 1.6 

H•tMIIID88НМ8 

Дешифратор с управлением, 
преобразующий три разряда 

двоичного коде в восемь раз­
рядов позиционного кода 

Селе ктор-муn ьт иnл екс ор 
двухразрядный, из четырех 
направлений в одно 

Устройство оnеративное запо­

минающее, статического типа, 
информационная емкость 2К 

Наборы логических элемен­

тов. 
n-p-n транзисторов

р-п-р транзисторов 
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Окончание твбл 1. 6 

дисдов (nрямая полярность) 

резисторов (часть выводов 
объединена) 

Табnица 1.7 

Примеры rрафнческоrо обо�наченмя аналоговых :,nементов 

Обоэнаценме 

а, к, т, 

о., .,,, 

11, 
.

Нви111е14ование 

Усилитель Общее назначение. 
W1 ••• Wи - весовые коэффициенты, 
m1 ... m11; - коэффициенты усиления: 
mW1 - коэффициент передачи no i­
му входу 

Коэффициент усиления записывает­
ся в УГО напротив линии каждого 
выхода При наличии одного коэф­
фициента для всего устройства знак 
m может быть заменен абсолютной 
величиной 

Усилитель с коэффициентом 1 о• и 
двумя выходами 

Усилитель операционный 

При достаточно высоком коэффици­
енте усиления допускается не про­
ставлять его значение либо ставить 
знак :х: или букву М 



11 

11 
6 
� 
d 
, 

1> 

11 Z 

6 J 
� "" z

�
#

с 
, # s 
,, # к 

l 

J 

" 

" 

nрооопж,:жuе та6л. 1. 1 

ft8Wl1К18811,I 

Пример обозначения операционного 

усилителя

Усилитель инвертирующий (инвер­
тор) с коэффициентом усиления 1 

и= -1а 

Усилитель с двумя выходами: 

2 - неинвертирующий с усилением; 
3 - инвертирующий с усилением 

Усилитель суммирующий: 

и =-10 (О,1а + О,1Ь + 0.2с + O,Sd + О,1е) = 
= -(a+b+2c+5d+ 10е) 

Усилитель интеrрирующий (интегра­
тор). 
При f = 1, g = О, h = О 

, 
11 = 80 [ С, = О +J (2о + ЗЬ) dt

Идентифиt<аторы сиrналов (/\ и #) 
могут быть опущены 
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z 
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• 

11 

" 
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Продопжение табп 1 7 

Нвмменоаание 

Усилитель дифференцирующий: 
и= 5 dldt(a + 4Ь) 

Усилитель логарифмирующий: 
и = - log (- а + 2Ь) 

Функциональный преобразователь: 1
Х1 .. Хн - аргументы функции. 

\ Функцию f(Х1 •• Хн) заменяют соответ­
ствующим обозначением функции, jвыполняемой преобразователем 

1 
Перемножитель с коэффициентом 1' 

передачи К: 
И=-�Ь 1 

1 
1 
1 

а Делитель И = Ь (символ I нв ис-
пользуется для указания деления) 

Преобразователь для моделирова­
ния функции синуса 
и= sinx 

' 

' 



11 

6 
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Продолжение табл. 1. 7 

Преобразователь координат и пре­
образователь сигналов (общее обоз­
начение): 

Преобразователь координат поляр-
"' ных в nрямоуголъные: 

"1 u1 = а cos Ь; 

u2 = а sin Ь 

Преобразователь аналогово-цифро­
вой 

Преобразователь цифро-аналоговый 

Электронные ключи, коммутаторы 
(общее обозначение). 

Замыкающий SWM. 
Аналоговый сигнал может проходить 
в любом направлении между с и е, 
пока цифровой вход е находится в 
состоянии , 
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Окончание табл. 1. 7 

Размыкающий ключ SWB. 
Аналоговый сигнал может проходить 
в любом направлении между с и е,

пока цифровой вход е находится в 
состоянии о 

Двунаправленный коммутатор, уп­
равляемый логическим элементом И 
с двумя цифровыми входами 

Блок постоянного коэффициента: 

с одним входом (К - коэффициен­
том передачи) 

с двумя вкодами 

Блок переменного коэффициента 

Допускается рядом с обозначением 
переменного коэффициента npo-1 
ставлять его значение 



1.3. Буквенные обозначения параметров микросхем 

Таблица 1.8 

Общме параметры аналоrовых м цмфровых микросхем 

БУl(МННОе обозначенме 
параметра П�'lр 

отечес:1'11еЮ«М1 ме-.цунарОА№е 

Иn Иее Напряжение питания 
Uax и, Входное напряжение 

Ивых Ио Выходное напряжение 

ИсР& и,,,. Напряжение срабатыванмя 
Иотn И1тN Напряжение отпускания 
l111 1, Входной ток 

lвых fo Выходной ток 

'УТ fL Ток утечки 
/пот lee Ток потребления 
l,з los Ток короткого замыкания 

Рnот Рее Потребляемая мощность 

Р�11.с Р,., Рассеиваемая мощность 
Rвх R, Входное соnротмвление 

Rаых Ro Выходное сопротивление 
Rr Ro Сопротивление источника сигнала 

(генератора) 
Rн RL Сопротивление нагрузки 

Свх с, Входная емкость 

Свых Со Выходная емкость 
Сн CL Емкость нагрузки 

tнА# t, Время нарастания сиrнала 
tcn t, Время спада сигкала 

fуст lsv Время установления 
s - Чувствительность 

Sn,,a Seon Крутизна преобразования 

Таблица 1.9 

Параметры аналоrовых ммкросхем 

Буквенное обо2наченме 
nар-тра 

Пар-'lр 
ОТ8чеG твеtlНОВ междУК11Родное 

И1, ах И,о Входное напряжение покоя 

Ио. вых Иоо Выходное напряжение покоя 

Иком Иs Коммутируемое напряжение 

Исм и" Напряжение смещения нуля 
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Б)'К!lенное обозначение 
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Uw,м

Ищвых 
Иw,вх 
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Ид.ах 
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Иост 
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дUвых 
лUдин 

Uon 
U•nч 
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Unд 
ШIЬlх., 

Uм,n 

Urист 
Исх 
Nвх 
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lком 

лlвых., 
lw, н
1"п 

lxx 

Рвых 
Рком 

fн 

U111m 
Ио, 
дЦ 
дUо 

дU,.," 
UREF 
и.,с 

UAOC 

и.ос, d 

и� 

l,o 

l111.v 
ls 

д/
0(11 

I,.,_ 

l11,oc 

,,.. 

Прооолжение табл. 1.9 

параметр 

Напряжение шума 
Эффективное напряжение шума 
Напряжение шума на выходе 
Напряжение шума, приведенное ко 
входу 
Размах напряжения шума 
Нормированная ЭДС шума 
Синфазное входное напряжение 
Дифференциальное входное напря­
жение 
Входное напряжение ограничения 
Остаточное напряжение 
Диапазон входных напряжений 
Диапазон выходных напряжений 
Динамический диапазон по напряжению 
Опорное напряжение 
Напряжение АПЧ 

Напряжение автоматической регули­
ровки усиления 
Напряжение задержки автоматичес­
кой регулировки усиления 
Падение напряжения 
Дрейф выходного напряжения 
Напряжение пульсаций источника 
питания 
Напряжение гистерезиса 
Напряжение синхронизации 
Разность входных токов 
Средний ВХОДНОЙ ток 
Коммутируемый ток 
Дрейф выходного тока 
Нормированный ток шума 
Ток автоматической регулировки 
усиления 
Ток холостого хода 
Выходная мощность 
Коммутируемая мощность 
Нижняя граничная частота полосы 
пропускания 



Буgенное обозначение 
nарв1111етра 

отечественное международное 

,. 

fком 
fц 

f, 

дf 

лfзд 
f1 

fвх 
fr 

fcp:s 
,,. 

лfсх. 
fvcn 
t:sд 

fвос 1 
teкn 

lвыкn 
fnEI' 
Kv,u 
Kv,,
Kv,, 
Kn 

КУ,СФ 

Кv,диФ 

Кос, сФ 

Kan, и, n 

Кг 
Knn 

Кvмн,, 
Kman,, 
ЛКv.и 

2-694 

fн 

fs 

,. 

f, 
BW 

Ы,s 

f1 

f, 

,. 
fco 
f" 

tr1,
t" 

t,1/ 
1011 

t." 
t1r,11 
Аи 
А, 

А" 
Ku 

Auc 

Auo 

KcfltR 

Продолженивтабл 1.9 

Верхняя граничная частота полосы 
пропускания 
Частота коммутации 
Центральная частота полосы про­
пускания 
Частота резонанса 
Полоса пропускания 
Полоса задерживания­
Частота единичного усиления 
Частота входного сигнала 
Частота генерирования 
Частота среза 
Частота полной мощности 
Полоса захвата синхронизации 
Время успокоения 
Время задержки импульса 
Время восстановления по току 
Время включения 
Время выключения 
Время переключения 
Коэффициент усиления напряжения 
Коэффициент усиления тока 
Коэффициент усиления мощности 
Коэффициент передачи напряжения 
Коэффициент усиления синфазных 
входных напряжений 
Коэффициент усиления дифферен­
циальных входных напряжений 
Коэффициент ослабления синфаз­
ных входных напряжений 
Коэффициент влияния нестабиль­
ности источников питания на напря­
жение смещения нуля 
Коэффициент гармоник 
Коэффициент пульсаций 
Коэффициент умножения частоты 
Коэффициент деления частоты 
Диапазон регулировки коэффициен­
та усиления напряжения 
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Окончание те6п 1.� 

&�обо1-
nlp-.ТJ)II 

Пllреме,р 

отечес:тмнное ме�ародное 

Ки к,,, Коэффициент нестабильности no на-
пряжению 

к, Кю Коэффициент нестабиnьности по

току 
l<ст, uвх Ks, Коэффициент стабилизации входно-

го напряжения 
Kcr к,.. Коэффициент сrлаживания пульса-

ций 
Rот. Ro" Соnротиаnение в открытом состоянии 

Vuaыx SR Максимальная скорость нарастания 
выходного напряжения 

тt Т'1 Коэффициент поnеэного действия 
О.1 вых а,о 

Температурный 1<оэффициент вы-

ходного тока 
а0uвых - Температурный коэффициент вы-

ходного напряжения-

1 
дU,:а/дТ дUюlдТ Средний температурный дрейф на-

nряжения смещения 

Таблица 1.10 

Параметры цифровых микросхем 
�--обожаче.-

Nр8Итр8 
Пар-тр 1 отечес- МIJkАУНародное 

и: .. U,1. Входное напряжение низкого уровня 
и;. U,н Входное напряжение высокого уровня 
и:wх UOI. Выходное напряжение низкого уровня 
Щых Ион Выходное напряжение ВЫСОl<ОГО 

уровня 
UJoм М1. Помехоустойчивость nри НИЗКОМ 

уровне сигнала 
U�o• Мн Помехоустойчивость при высоком 

уровне сигнала 
Un.• Исса Напряжение питания в режиме хра-

нення 
Uan и .... Напряжение сигнала записи 
Исч UlltD Напряжение сигнала считывания 
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Про{)опжение та6п 1.10 

б� oCI03111N81M8 

Nlp-11)11 nар ... тр 

отечtе1118ННО8 -�

и" UcE Напряжение сигнала разрешения 
и. UA Напряжение сигнала адреса 1 

Usn,cч Им.1110 Напряжение сигнала заnись/считы- i

ванне 

и •.• Utn Напряжение сигнала выбора 
Uт Uc Напряжение тактового сигнала 

U,,-,к UcAs Наnряжение сигнала выбора адреса 
столбцов 

Uв,11.,с U11AS Неnряжение сигнала выбора адреса 
строк 

Uст UEIIA Напряжение сигнала стирания 
Un, И,11 Напряжение сигнала проrраммиро-

вания 

,:х fк. Входной TOtC низкого уровня 
l�x. lж Входной ток высокого уровня 
,: ... ,,. /oL Выходной ток низкого уровня 
l�ых lон Выходной ток высокого уровня 
1:т .• ,,. l,u. Ток утечки низкого уровня на входе 
t:Т, вх 111.Н Ток утечки высокого уровня на входе 

,:т,вык lou. Ток утечки низкого уровня на выходе 
/Jт,вык foLH Тое утечки высоКDГО уровня на вых�е 
lпor,Jt.P lccs Tott nотребления в режиме хранения 
'·�- lo, Ток сигнала входной информации 
lsn lwtt То-.: СИП18Ла записи 
lc'4 l1to Ток сиrнала считывания 
111, /А Ток сигнала адреса 

1,n rсч ,.,,. 11'0 Ток сиrнала эаnись/счить.вание 
1 .... lcs Ток сигнала выбора 
1" /СЕ Ток сигнала разрешения 

lст,, /EIIA Ток сигнала стирания 
/т lc Ток тактового сигнала 
t. lA Время выборки 
ty tн Время удержания 
fsn tcyw Время цикла ,аnж:и информацим 
/с'+ tc-rlt Время цикла считывания информацмм 
tпr tREI' Время регенерации 1 
tc1e tv Время сохранения сигнаnа 

j tx,p t,11 Время хранения информации 
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Окончание табл 1 10 

Буквенное обозначение 
nараметра 

Параметр 
отечественное мещнародное 

tn tcy Время цикла 

tвос fREC Время восстановления 
l
1

эд, р fPHL Время задержки распространения 
при включении 

t0,1 
fPLH Время задержки распространения 3D. р 

при выключении 
f 3� foнL Время задержки включения 

, .. , 3D. foLH Время задержки выключения 
fт fc Частота следования импульсов так-

товых сигналов 

Тт Те Период следования импульсов так-
товых сигналов 

КРд3 N Коэффициент разветвления по вы-
ходу 

Ко5 N, Коэффициент объединения по входу 

1.4. Конструкции корпусов микросхем 

Конструкция микросхемы состоит из трех частей: кристалла, 
корпуса для защиты кристалла от климатических и механических 
воздействий и удобства монтажа, а также проводников для элек­
трической связи между кристаллом и выводами корпуса В зави­
симости от материала центральной части основания корпуса, на 
котором проводится монтаж кристалла, и материалов для изоля­
ции выводов существуют четыре основных конструктивно-техно­
логических варианта корпусов 

металлостеклянный (стеклянное или металлическое основа­
ние с изолированными выводами и металлическим колпачком, 
соединяемым с основанием сваркой или пайкой); 

металлокерамический (керамическое основание и металли­
ческая крышка); 

керамический (керамические основание и крышка), 
пластмассовый (кристалл и рамка выводов опрессовываются 

или заливаются пластмассой) 
По форме проекции тела корпуса микросхемы на плоскость 

основания и расположению выводов корпуса подразделяются на 
типы. определяющие способ монтажа на плату, и на подтипы, 
определяющие размеры корпуса и число выводов. 

В соответствии с ГОСТ 17467-89 (вместо ГОСТ 17467-79) кон-
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струкции корпуса ИС подразделяются на шесть типов (табл. 1 11 ). 
прямоугольный с выводами, расположенными по периметру 

111 перпендикулярно основанию (корпус типа 1 ), 
прямоугольный с параллельным расположением выводов. 

изогнутых перпендикулярно основанию (корпус типа 2). 

крутлый с выводами, расположенными по окружнос ти и пер­
пендикулярно основанию (корпус типа 3); 

прямоугольный (плоский) с выводами. расположенными па­
раллельно плоскости основания (корпус типа 4): 

1 

тип 

кор­
пус 

2 

3 

Под· 
'"" 

кор-

пуса 

11 

12 

13 

14 

15 

21 

22 

31 

32 

Табл и�.а 1.,, 
Тмnы м nодпеnы корпусов ммкросхем 

Фор� 
корпуса 

Располо•ение 
-дов относительно
ПЛОСКОСТМ OCНOIIIIНIIR 

Перnенди,<улярное, 
в один ряд 

Перmждикулярное, 
в два ряда 

Перmждикуnярное, 
Прямо- в три ряда

уrольн:зя 

Прямо-

Перmждикулярное, 
no контуру прямо­
угольник.� 
Перmждщулярное, 
8 ОДИН ряд ИЛИ 8 
отформованнrм 
виде, в два ряда 

Перпендикулярное, 
в два ряда 

угольная Перпендикулярное,
в четыре ряда в 
шахматном порядке 

Перпендикулярное, 
Круглая no одной окружно­

сти 

Оваль- Перпендикулярное,
по одной окружно-

наR 
СТИ 

ВНеwний 811Д корnуса 

ш 
0000 

о о 

о о 

о о 

0000 

-�--�---�-------�----- ------
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окончмие там. 1.11 

Тмn По.с- Pecnono--
тмn Форма 

8"е\1Н11 вмд корпусе Щ)- lop- 1Фрnус:а 
-АО80�ПВ.НО 

n,c nyca 
nnouocnc� 

Паралnельное, no 
41 двум протиеоnо-

ложным сторонам 

42 
Параллельное.по 

s t четырем сторонам 

Параллельное, 
4 43 Прямо- отформованtt0е по 

t
yron�я двум nротиеоnо-

ложным сторонам 

Параллельное, от-
формованное по че-
тырем сторо+iам 

Параллельное, от-
45 формованное под 

8'Dprlyc по четырем 
CTOl)OHaM 

Перnендикуnярное 
для боковых выеод-
ных мощадок no 

51 четырем сторонам, 

m
в плоскости основа-

1{l 
5 

Прямо- ния, для нижних еы-
угольная !IОДНЫХ ПЛОЩадОI( 

Перпендикулярное 
52 

д,m боКОВЬIХ моща-
ДОК ПО ДВУМ старо-
нам 

Перпендикулярное, 
61 в четыре ряда и бо-

[F лее 
Квадрат-

ная Перпенди,суnярное, 

� 62 
в два ряда и боnее 
СО СТОРоНЫ кpblWICМ 
корnуса 
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прямоугольный (квадратный) моский корпус беэвыводно� 
�ли с мапыми размерами выводов (корпус тиnа 5); 

квадратный корпус с выводами, расположенными nерпенди­
qпярно плоскости основания (корпус типа 6). 

По габаритным и присоедиж-1тельным размерам конструкции 
корпусов подразделяются на типоразмеры с цифровым обо31е 1et tи 
ем подтипа (12. 21, 31. 41, 51, 61) и nopRДJ<OeOro номера (две цифры). 

Выводы корпусов ми�хем в поперечном сечении � 
бь1ть круглой, квадратной или прямоугольной формы. Шаг выво­

дов составляет 0,625; 1; 1,25; 1,7 и 2,5 мм.

Пример условноrо обозначения корпуса микросхемы: 

4201.26-5 

где 4 - тип корпуса; 42 - nодтиn; 4201 - шифр типоразмера 
(подтип корпуса и порядковый номер типоразмера); 26 - число 
выводов: 5 - порядковый реГ\.1Страционный номер. 

Для микросхем. nостааляемык на экспорт, вместо регистра­
ционного номера вводится буквенное обозначение (например. 
буква Е) в соответствии с лаn-жским алфавитом. 

Условные обозначения корпусов, присвоенные по ранее вы­
пущенному ГОСТу 14767-79, остаются неизt.1енными. 

Каждому типу корпуса присущи свои достоинства и недостат• 
l(И Например, использование плоских прямоугольных металло­
l(ерамических и металлостеклянных корпусов позеоляет повысить 
плотность монтажа (можно проводить сборку на обеих сторонах 
печатной платы без сверления в ней отверстий под выводы кор­
пуса) и получить наилучшие массогабаритные характеристики. 
Пластмассовые корпуса самые деwевые, обесnечивают наилуч­
шую защиту от механическмх воздействий, но хуже в отношении 
защиты от mиматических воздействий и обеспечения оnтималь­
>iЫХ темовых режимов работы. 

Дальнейшим развитием моских корпусов с четырехсторон­
�им расположением выводов стали корпуса подтипов 51 и 52 (Н· 
типа) с укороченными выеодами и безвыводные корпуса. Даnь­
>iейшим раэеитием корпусов тип.а 2 являются корпуса для мощ­
ных ИС. Габаритные размеры корnусов подтипов 11, 12, 13, 14, 
15, 21. 22. 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 61 и 62 приведены ниже 
>ia рисунках и в табл. 1.12.:.1.зо. 

На рис 1.1 приняты следующие буквенные обозначения: А -
расстояние от плоскости, не которой устанавливается микросхема 
(установочная плоскость), до верхней точ!<И корпуса: А, -расстоя­
>iИе между установочной nnос:1СОСтью и плоскостью основания корпу­
са (nлоскость через нижнюю точку тела корпуса, параллельная уста-
1-1овочной плоскости): А2 -расстояние от nлоскостй основания до 
вер1<ней точки корпуса, O-ДJ)Ине ,ropnyca (без учета выводов). 
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0 D - диаметр корпуса; 0 D1 - диаметр крышки: Е - ширина 
корпуса; е - шаг позиции выводов (расстояние между вывода­
ми); Но - общая длина корпуса; Не - общая ширина корпуса; L -
длина вывода, пригодная для монтажа; L, - длина вывода, не­

nриrодная для монтажа; La - длина выводной площадки. 

11118фр Ч1сnо 
o.AICt 

- 1Ы8О-

ра,мра 111'8
-

1101 7 19,5 
1102 9 24,5 
1103 5 14,5 
1104 11 29,5 
1105 э 9,5 
1106 8 22 
1107 9 24,5 
1108 18 47 

11/мфр ЧмсJ1О 
о.мс, 

1'1111О- lbl80-

р� АО8 
мм 

1203 14 19,5 
1205 16 22 
1206 14 19,5 
1207 14 19,5 
1209 20 27 
1210 28 37 
1212 40 52 
1214 12 17 
1215 14 19,5 
1216 16 22 
1217 20 27 
1220 36 47 
1221 18 24,5 
1222 18 24,5 
1223 18 24,5 
1224 40 52 
1225 48 62 

Табnмц• 1.12 

Рuмеры корnус:ов noдn1n1 11 

E,..ic, А2мА111е, L+A,, •• 
&\А� - - - -

4,5 20 8,5 2,5 
4,5 20 8,5 2,5 

ill 
4,5 20 8,5 2,5 
4,5 20 8,5 2,5 
4,5 20 8,5 2,5 
4,5 20 8,5 2,5 
4,5 25 8,5 2,5 
4,5 25 8,5 2,5 

Табnмца 1.13 

Рuмеры корnусов noдnin1 12 

Е_, А1м11е, L+L,, •• 
.,.� - - - -

14,5 7,5 5,5 2,5 
19,5 7,5 5,5 2,5 
22 7,5 5,5 2,5 

29,5 7,5 5,5 2,5 
27 7,5 5,5 2,5 
27 7,5 5,5 2,5 
37 7,5 5,5 2,5 

ij_{ill 
7 20 "5,5 2,5 
7 20 5,5 2,5 
7 20 5,5 2,5 
7 20 5,5 2,5 

27 7,5 5,5 2,5 
19,5 7,5 5,5 2,5 

7 20 5,5 2,5 
12 7,5 5,5 2,5 
27 7,5 5,5 2,5 
27 7,5 5,5 2,5 
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Табnица 1 1 4 
Размеры корпусов подтипа 13 

Шифр Чмсло D., .. <C· Ем•кс, А1м.а�ес, L +L,, е, 
тмnо- llblllO• Вид кор�,уса 

раз-ра дов мм мм мм мм мм 

1304 56 22 19.5 7,5 5,5 2,5 

� 
1305 45 24,5 14.5 7,5 5,5 2,5 

Таблица 1 1 5 
Размеры корпусов подтипа 14 

1 
Шмфр Чl'СЛО 

D,..I({;, Ем•.с А,,..lф. L +L,, 
i 

ТМПО• 11ь11О-
е, Во!Дкорпуса 1 

размера дов мм - мм мм r,w i 

1402 20 19,5 14.5 7,5 5.5 2,5 

�{
= 

1403 26 22 19,5 7,5 5,5 2,5 .. : : j 1404 28 27 17 7,5 5,5 2,5 � f.:Ii ! 1407 68 57 37 7,5 5,5 2,5 
1408 20 17 17 7,5 5,5 2,5 �, 

1 

Таблица 1 . 1 6  
Размеры корпусов noд-n1n1 15 

Wмфр Число D,..I({; E.,,.,J;, AtlllAICC, (L+A)11.,.,, е, 
- -- Вмдкорпусв 

рамера ДО11 
мм - мм - -

1501 5 10,5 5 15,8 24,3 1,7 щ ;:1 
1502 11 20,7 5 19.5 31.1 1,7 

1 1503 17 31,5 5 17,6 31 1,7 1 

1504 9 24.4 5 12,4 25,4 2,5 

,S�i 
1505 7 15,7 5 19 32 1.7 
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Таблица 1.1 7 

Размеры корпусов nодтмnа 21 

Шифр Число 
D •• CC, E.,.,.ttc, A1wA.c, (L+А)ммс, е, 

тмnо- IЫ80· Вид корпусе 
pa:llilep8 АО8 

- мм мм мм мм 

2101 8 12 7,4 5 10 2,5 
2102 14 19,5 7,4 5 10 2,5 
2103 16 22 7,4 5 10 2,5 
2104 18 24,5 7,4 5 10 2,5 
2105 14 19,5 9,9 5 10 2,5 
2106 16 22 9,9 5 10 2,5 
2107 18 24,5 9,9 5 10 2,5 
2108 22 29,5 9,9 5 10 2,5 
2109 24 32 9,9 5 10 2,5 
2114 32 42 12,4 5 10 2,5 
2115 14 19,5 14,9 5 10 2,5 
2116 16 22 14,9 5 10 2,5 
2117 18 24,5 14,9 5 10 2,5 
2120 24 32 14,9 5 10 2,5 
2121 28 37 14,9 5 10 2,5 
2122 32 42 14,9 5 10 2,5 
2123 40 52 14,9 5 10 2,5 

·lli
2124 42 54,5 14,9 5 10 2,5 
2125 44 57 14,9 5 10 2,5 
2126 48 62 14,9 5 10 2,5 
2127 14 19,5 17,4 5 12,5 2,5 
2128 64 82 14,9 5 10 2,5 
2129 48 62 22,4 5 12,5 2,5 
2130 24 32 17,4 5 12,5 2,5 
2131 50 64,5 19,4 5 12,5 2,5 
2132 32 42 17,4 5 12,5 2,5 
2133 52 67 22,4 5 12,5 2,5 
2134 18 34,5 29,9 5 17,5 2,5 
2135 18 34,5 32,4 5 17,5 2,5 
2136 64 82 22,4 5 12,5 2,5 
2137 20 37,5 37,5 5 17,5 2,5 
2138 30 39,5 27,4 5 12,5 2,5 
2139 32 52 47,7 5 17,5 2,5 
2140 20 27 7,4 5 10 2,5 
2141 6 9,5 7,4 5 10 2,5 
2142 24 32 7,4 5 10 2,5 
2144 28 37 9,9 5 10 2,5 
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Окончание табл. 1.17 

Witфp Чмс;nо 
o .... rc, i:_IIIC, A21111AC:t (l+A),.....,, е, 

ТМПО· - Вмдкор�• 
р83Мер8 ДО8 

мм - - - мм 

2145 4 7 7,4 5 10 2,5 

2146 22 29,5 7,4 5 10 2,5 

·lfi
2147 64 82 27,5 5 12,5 2,5 

2148 10 14,5 7,4 s 10 2,5 

2149 12 17 7,4 s 10 2,5 

2150 28 37 7,4 5 10 2,5 

ТаСinица 1.18 
Рuмеры корnусов nодТ1'n1 22

Шифр Число 
Dм_, А11ОАС:, (l+A)...., , е, 

fИno- 8blll0· Вид 1topn)'CI 
p83Mt!p8 ДО8 

- - - -

2201 14 19,5 5 10 2,5 
2202 16 22 5 10 2,5 
2203 40 28,25 5 10 1,25 
2204 42 29.5 5 10 1,25 

IQ 
2205 48 33,25 5 11,25 1,25 
2206 42 29,5 5 11,25 1,25 
2207 48 33,25 5 11,25 1,25 
2208 62 42 5 11,25 1,25 
2209 64 43,25 5 11,25 1,25 
2210 68 45,75 5 12,25 1,25 

Табnица 1.1 9 

Размеры корпусов подтипа 31

Шифр Число 
Dммс, о, ... сс, АамАсс, 

Длина 
ТИПО• -- 8Ь80ДОI, Вид корпуса 

рв�мера дое мм - мм -

3101 8 8,5 4,7 9,4 15 
3102 10 8,5 4,7 9,4 15 
3103 12 8,5 4,7 9,4 15 

� 

3104 8 6,5 6,6 9,4 15 
3105 10 8,5 6,6 9,4 15 

� 3106 12 8,5 6,6 9,4 15 
. 

3107 12 8,5 4,7 9,4 15 

1 
3108 12 8,5 6,6 9,4 15 
3109 10 6,5 6,6 9,4 15 

16 



Таблица 1.2 0 
Рuмеры KOl)RYC08 nодтмnа 32 

Шифр ч.сnо 
DtMAICt A, • .uc, U118AICC1 и. ... ..,, 

ДJ'1М1t8 
ПIПО• -- -АО8, в-... IIOpl"l)IC8 

рамер• дое - - - - -

3201 8 16,5 15 40 27 11,2 

_1 � 

3202 10 16,5 15 40 27 11,2 
3203 8 22,86 7,5 40 27 11,2 

• 

3204 10 22,86 7,5 40 27 11,2 

Таблица 1.2 1 
Размеры корпусов noдna,1 41 

Wнфр Число 
о •• с, Е_, Аuкс, н. ....... tмnD- --

е, 
Вмдкорnуса 

ра.рв АО8 - - - - -

4101 6 4,2 4 2,5 25 1,25 
4102 8 5,4 .с 2,5 25 1,25 
-4103 • 5,4 6,5 2,5 26,5 1,25 
4104 10 6,7 6,5 2,5 26,5 1,25 
-4105 14 10 6,5 2,5 26,5 1,25 
-4106 16 10 6,5 2,5 26,5 f,25 
4107 12 8,25 6,5 2,5 26,5 1,25 
4108 16 10 9,6 5 30,2 1,25 
4109 20 12,5 9,& 5 30,2 1,25 
4110 24 14,8 12 5 35 1,25 

Bi 
4112 16 12 9,& 5 30,2 1,25 
4114 24 14,8 9,6 5 30,2 1,25 
4115 14 10 12 5 24 1,25 
411& 18 12 9,& 5 30,2 1,25 
4117 22 14,8 12 5 35 1,25 

�] 
4118 24 15,75 12,2 5 35 1,25 
4119 28 18,25 12,75 5 35 1,25 
4120 32 20,75 12,75 5 35 1,25 
4121 10 6,7 4 2,5 25 1,25 
4122 40 25,75 12,75 5 35 1,25 
4123 48 30,75 12,75 5 35 1,25 

4124 16 12 12 5 35 1,25 
4125 28 18,25 13,5 5 36,5 1,25 
4126 32 20,75 13,5 5 36,5 1,25 
4128 40 25,75 13,5 5 36,5 1,25 
4129 42 27 13,5 5 36,5 1,25 
4130 48 30,75 13,5 5 36,5 1,25 
4131 24 14,8 14,8 5 37 1,25 
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Продолжение твбл. 1 21 

Шифр Число 
D.,,,.�, ЕмАJСС, А•••с, НЕ МАКС, &, 

тмпо- IIЫВО· 814,Акорnуса 
раз1,1ера дов мм мм мм мм мм 

4132 32 20,75 14,8 5 37 1,25 

4134 48 30,75 16,5 5 39 1,25 

4135 64 40,75 20 5 44 1,25 

4137 34 22 24,5 7,5 50 1,25 

4138 42 27 19,5 5 42,5 1,25 

4139 64 40,75 23,3 5 46 1,25 

4140 18 12 18,5 7,5 50 1,25 

4141 42 27 24,5 7,5 50 1,25 

4142 48 30,75 38,5 7,5 50 1,25 

4146 70 44,5 38,5 7,5 60 1,25 

4151 42 27 16,5 5 39 1,25 

4152 12 7,7 4 2,5 25 1,25 

4153 20 13 12 5 35 1,25 

4154 28 10,13 16,5 5 40 0,625 

4155 84 27,63 16,5 5 40 0,625 

е1 
4156 24 14,8 6,5 2,5 26,5 1,25 

4157 20 12,5 6,5 2,5 26,5 1,25 

4158 14 11 9,6 5 30,2 1,25 

4159 18 10 9,6 5 30,2 1,25 

4160 22 14,8 9,6 5 30,2 1,25 

�] 
4161 18 12,5 12 5 35 1,25 

4162 28 18,25 12 5 35 1,25 

4163 24 17,75 12,75 5 35 1,25 

4164 42 27 12,75 5 35 1,25 

4165 40 27 13,5 5 36,5 1,25 

4166 28 18,25 14,8 5 37 1,25 

4167 40 25,75 14,8 5 37 1,25 

4166 42 27 14,8 5 37 1,25 

4169 48 30,75 14,8 5 37 1,25 

4170 58 37 14,6 5 37 1,25 

4171 64 40,75 14,8 5 37 1,25 

4172 24 15,75 16,5 5 39 1,25 

4173 28 18,25 16,5 5 39 1,25 

4174 32 20,75 16,5 5 39 1,25 

4175 40 25,75 16,5 5 39 1,25 

4176 24 15,75 18,3 5 41 1,25 

4177 24 18,3 18,3 5 41 1,25 

4178 28 18,З 18,З 5 41 1,25 
1 
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Сжончвние табл. 1.21 

Шмфр Чмс:ло 
D.,,.,cc, E.,.lft:, А•а.кс, н ••• с, •• тмnо- еыео- Вм,цкорnуса 

ра,мера дое 
мм .... ММ• - мм 

4179 40 25,75 18,3 5 41 1,25 

fв] 
4180 42 27 18,3 5 41 1,25 
4181 48 30,75 18,3 5 42,5 1,25 
4182 24 15,75 19,5 5 42,5 1,25 
4183 28 19,5 19,5 5 42,5 1,25 
4184 32 20,75 19,5 5 42,5 1,25 
4185 40 25,75 19,5 5 42,5 1,25 

�i 
4186 48 30,75 19,5 5 42,5 1,25 
4187 34 22 23,3 5 46 1,25 
4188 42 27 23,3 5 46 1,25 
4189 24 15,75 24,5 7,5 50 1,25 

Таблица 1.2 2 

Рuмеры корпусов nодтмnа 42 

Wмфр 
Чмсnо 

ТW1О-
..о- о •• 1/С, EмAfflC, Но..,.,, н .... .,. А ., •• С, е, 

ВИАКОрпуса 
pll:)-

дое 
- мм мм - -

мера 

4201 26 12,5 8,5 35 32 5 1,25 
4202 44 15 15 37 37 5 1,25 
4203 64 21,25 21,25 43 43 5 1,25 
4204 32 11,25 11,25 33 33 5 1,25 
4205 24 8,75 8,75 31 31 5 1,25 
4206 28 10 10 32 32 5 1,25 
4207 36 12,5 12,5 34,5 34,5 5 1,25 J [ шn_ 4208 48 16,25 16,25 38 38 5 1,25 � § 4209 68 22,5 22,5 44,5 44,5 5 1,25 � 

� 6 4210 84 29,5 29,5 51,5 51,5 5 1,25 1 

4212 88 30,75 30,75 53 53 5 1,25 ..__ ��ППI 4213 108 35 35 57 57 5 1,25 
4214 128 41,25 41,25 63 63 5 1,25 

·lr�,
4215 132 42,5 42,5 64,5 64,5 5 1,25 
4221 24 13 13 30 30 5 1 
4222 48 14 14 31,5 31,5 5 1 

4223 64 17 17 35 35 5 1 
4225 68 11,25 11,25 33,5 33,5 5 0,625 
4226 108 17,5 17,5 39,5 39,5 5 0,625 
4227 124 20 20 42 42 5 0,625 
4226 128 20,63 20,63 43 43 5 0,625 
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Окончвние табл. 1.22 

Wмфр Ч14СЛО 
пmо- -- D •• c, Е.,..,,, Ho•tt.•, н .... .,, Аuкс, е, �� 
ра-

ДО8 - - - - - мм 

мере 

4229 132 21,25 21,25 43,S 43,5 5 0,625 
-: 

4230 172 27,5 27,5 49,5 49,5 5 0,625 
4231 220 35 35 57 57 5 0,625 
4232 256 41,25 41,25 63 63 5 0,625 

,J Е-�;·-�
Табnмца 1. 23 

Резмеры корnусов nодтмnа 43 

Wмфр Чнсnо 
-

IIЬl80· 
о •• �. Е.,..:с, нЕ.АIСС1 А • .,.с. �2.А.К:, е, 

ВмАкорпус• 
ра- дое - - мм - - -
мера 

4301 4 2,54 4,2 6,7 2 1,8 1,25 
4302 6 3,81 4,2 6,7 2 1,8 1,25 
4303 8 5,08 4,2 6,7 2 1,8 1,25 
4304 10 6,35 4,2 6,7 2 1,8 1,25 
4305 12 7,62 4,2 6,7 2 1,8 1,25 
4306 14 8,89 4,2 6,7 2 1,8 1,25 
4307 16 10, 16 4,2 6,7 2 1,8 1,25 
4308 16 10 5 7,3 2 1,75 1,25 

-�
4309 8 5,4 4,65 6,8 2,54 2 1,25 
4310 10 6,7 4,65 6,8 2,54 2 1,25 
4311 14 9,2 4,65 6,8 2,54 2 1,25 
4312 16 10,5 4,65 6,8 2,54 2 1,25 
4313 14 9,2 5,8 8,2 2,54 2 1,25 
4314 16 10,5 5,8 8,2 2,54 2 1,25 

� 

4315 18 11,75 5,8 8,2 2,54 2 1,25 
4316 20 13 5,8 8,2 2,54 2 1,25 
4317 10 6,7 7,6 10,7 2,65 2,45 1,25 
4318 14 9,2 7,6 10,7 2,65 2,45 1,25 
4319 16 10,5 7,6 10,7 2,65 2,45 1,25 
4320 18 11,7 7,6 10,7 2,65 2,45 1,25 
4321 20 13 7,6 10,7 2,65 2,45 1,25 
4322 24 15,6 7,6 10,7 2,65 2,45 1,25 
4323 28 18,1 7,6 10,7 2,65 2,45 1,25 
4324 24 15,6 8,9 12,7 3,05 2,65 1,25 
4325 28 18,1 8,9 12,7 3,05 2,65 1,25 
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Таблица 1 . 2 4 

Puмepw •Ot»f1YC08 noдnm• 44 

wиФР Чмсnо о ... .с, Е.,,,,;, н • .,...,, Но ... с, А....,, тмnо- .....,, 

.... ВИАкорnrса 
р8'· АО8 

- - - - ... ... 

l,lepl 

4401 44 14,2 14,2 20 20 2,6 2,4 
4402 &4 20,2 14,4 20,2 26 2,5 2,4 

П р • м е "'а м и е· war выводов составляет 1 мм. 

Таблмца 1.25 
Размеры корпусов nод,мnа 45 

Wttфp 
Чмсnо - D •• rc, Е..,..,, н.. •• .,, H1wAt11C, А.,..,, IA,., • .,, 

р113• 
1Ы8О- Вмдкорпус1 
АО8 - - ... - мм 

4501 16 7,9 7,9 8,8 3,8 3,7 2,8 
4502 18 10,9 7,3 11,9 8,3 3,7 2,8 
4503 18 12,5 7,4 13,6 8,4 3,7 2,8 
4504 20 9,1 9,1 10 10 3,7 2,8 
4505 22 12,5 7,4 13,6 8,4 3,7 2,8 
4506 24 9,7 9,7 10,4 10,4 3,7 2,8 
4507 28 14,1 9 15,2 10,1 3,7 2,8 
4508 28 11,6 11,6 12,5 12,5 3,7 2,8 t " 
4509 32 14,1 11,5 15,2 10,1 3,7 2,8 
4510 16 7,9 7,9 8,8 8,8 4,6 3,11 -·-,

IT 1 
4511 20 9,1 9,1 10 10 4,8 3,9 I 

4512 24 9,7 9,7 10,4 10,4 4,6 3,9 1., 

4513 28 11,6 11,6 12,5 12,5 4,6 3,9 

-�4514 44 16,7 16,7 17.7 17,7 4,6 3,9 
4515 52 19,2 19,2 20,2 20,2 5,1 3,51 
4516 68 24,3 24,3 25,3 25,3 5,1 3,9 
4517 84 29,4 29,4 30,4 30,4 5,1 3.9 

4518 100 34,5 34,5 35,5 35,5 5,1 3,9 
4519 124 42,1 42,1 43,1 43,1 5,1 3,9 
4520 156 52,3 52,3 53,59 53,59 5,1 3,9 

51 



Таблица 1 2 6  

Размеры корпусов nодтмnа 51 

Шифр Число о •• с, iA1WAC:t тиnо- E •• IIC, А••сс, НомАс, н ••• ., 
-- Вид корпусе 

р113• ДО8 
- мм мм мм мм мм мм 

мере 

5101 16 8,75 8,75 2,5 - - 1,25 11111n 
5102 20 10 10 2,5 1,25 с: ·-,- ::::1 - - с: 

�--
�

5103 24 11,25 11,25 2,5 - - 1,25 : • !, 

5104 28 11,5 11,5 2,5 1,25 
с 

� - - "' 
5105 40 12,5 12,5 2,5 - - 1,25 • 

,и 1, 
5106 44 16,55 16,55 2,5 - - 1,25 

5107 52 19,05 19,05 3 - - 1,25 

.� 
5108 64 22,8 22,8 3 - - 1,25 

5109 68 24,05 24,05 3 - - 1,25 

5110 84 29,15 29,15 3 - - 1,25 

5111 100 34,15 34,15 3 - - 1,25 

5112 124 41,75 41,75 3 - - 1,25 или 

5113 156 51,75 51,75 3 - - 1,25 

5114 10 6,8 6,8 2,9 - 15,2 1 gg1 �i;jt:J 

5115 16 6,22 6,22 2,9 - - 1 

1-·--·-1-
5116 16 6,8 6,8 2,9 15,2 15,2 1 

5117 16 8,2 7,8 2,9 16,6 16,2 1 --· ·-""
5118 16 12,6 8,5 2,9 20,9 - 1 111 
5119 20 8,63 8,63 2,9 - - 1 Е 

5120 20 9,7 9,7 2,9 18,1 18,1 1 

5121 24 9,15 9,15 2,9 - - 1 

�� 
5122 24 9,5 7,9 2,9 17,9 16,3 1 

5123 24 12,35 12,35 2,9 - 20,75 1 

5124 26 13,35 12,35 2,9 - 20,75 1 или 

5125 28 9,15 9,15 2,9 - - 1 

5126 32 9,7 9,7 2,9 18,1 18,1 1 1 ..... с li;Jw 1
5127 32 10,92 10,92 2,9 - - 1 1 

5128 36 10,42 10,42 2,9 14,45 14,45 1 --

�J· 5129 40 12,49 12,49 2,9 - - 1 �� 
5130 42 12,49 12,49 2,9 20,9 20,9 1 111 

-
5131 42 14,2 14,2 2,9 22,6 22,6 1 

5132 46 12,9 12,9 2,9 21,4 21,4 1 

5133 48 14,52 14,52 2,9 22,9 22,9 1 

�� 

5134 64 18,62 18,62 2,9 27 27 1 

5135 68 18,62 18,62 2,9 27 27 1 

5136 84 23,76 23,76 2,9 32 32 1 
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Wмфр Число 
D.,.,CIC, тиnо- --

ра�мера доа -

5201 26 8,8 

5202 52 17,6 

WмФр Число 
о ... ос, тиnо- --

р83мер11 дое -

6101 20 13,5 

6102 25 13,5 
6103 36 16 

6104 49 18,5 
6105 64 22 
6106 81 24,5 
6107 100 27 
6108 121 29.5 
6109 144 32 
6110 169 34,5 
6111 196 37 
6112 225 39,5 
6113 256 42 
6114 324 47 
6115 400 52 

Wмфр Число 

- -- D111A1CC, 

ра:�мера ДО8 -

6221 64 27 

6222 72 29,5 

6223 80 32 

6224 88 34,5 

6225 96 37 

Таблица 1.2 7 
Размеры корпусов подтмnа 52 

ЕмАСС, А • .-м:::, 1. ....... •• 

1 
8идкорnуса 

мм "'"' "'"' -

12,5 2,9 2 0,625 W·l1 12,5 2,9 2 0,625 

Таблица 1.2 8 
Размеры корпусов nодтмnа 61 

е •• 11/С, A.AICC1 (1. +А,), •• 
Вид корnу1:а 1 - мм - -

11,5 4,5 6,7 2,S j 
13,5 4,5 6,7 2,5 
16 4,5 6,7 2,5 1 

18,5 4,5 6,7 2,S 

1 22 5,5 6,7 2,S 
24,5 5,5 6,7 2,5 

�--·�i 
27 5,5 6,7 2,5 -�; i:.:� 

29,5 5,5 6,7 2,5 ••\. µ ..
.. 

.:: ::. 
32 5,5 6,7 2,5 L,_.:i::::�I 

А 

34,5 5,5 6,7 2,5 
37 5,5 6,7 2,5 

!39,5 5,5 6,7 2,S 
42 5,5 6,7 2,5 1 

47 5,5 6,7 2,5 

152 5,5 6,7 2,5 

Таблица 1 . 2 9 
Размеры корпусов подтипа 62 

Ема.�, А.,..,, (L+A) ..-, •• ВМдкорnуса 
- - - -

27 4,5 6,7 2,5 

1
29,5 4,5 6,7 2,5 

32 4,5 6,7 2,5 

34,5 4,5 6,7 2,5 

37 5,5 6,7 2,5 
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Wмфр Чмсnо D.-.rc, 
1Ь1111> 

-
рам8р8 .. 

6231 96 29,5 
6232 108 32 
mз 120 34,5 
6234 132 37 
6235 144 39,5 
6236 156 '42,5 
6241 128 32 
62-42 144 34,5 
6243 160 37 
6244 176 39,5 
6245 192 42 
6246 208 44,5 
6247 224 41 
8251 220 42 
6252 260 47,5 
6253 300 52 
6254 340 57 
6255 380 62 
6261 288 49,5 
6262 336 52 
8263 384 57 
6264 432 62 
6265 480 67 

Е.мс, А.АС, 

- -

29,5 5,5 
32 5,5 

34,5 S,5 
37 5,5 

39,5 5,5 
42,5 5,5 
32 7,5 

34,5 7,5 
37 7,5 

39,5 7,5 
42 7,5 

44,5 7,5 
47 7,5 
42 7,5 

47,5 7,5 
52 7,5 
57 7,5 
62 7,5 

49,5 7,5 
52 7,5 
57 7,5 
62 7,5 
67 7,5 

(L+A), 

-

6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 

6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
8,7 
8,7 
8,7 
6,1 
6,7 
6,7 
6,7 
8,7 
6,7 
8,7 

Окончание табл. 1.29 

•• 

.. 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

811,clOPll)'CII 

�··� 1,:: :: • 1... 

.:· ::.: а 1 
4-Ц�· � 1 А 

Табnмца 1.30 

Соотаете111ме r1бармntо-nрмсоедмнмтеnьных рамеров 
микросхем в icopnycax, усnовные обоана'lенмя которым nрмсвоены 

до 1.01.89 r., ntnopuмepaм no ГОСТ 174&7-89 

Yeno11ttOe обо3наче- Ус:nоемое �-

-корпуса.пр�.- � нме�.nрм- Wмфр 
е_нно, до 1.01.89 тмnора,мер11 no �ное до 1.01.89 тнnорамера no 
(бе, регметрацмон- гост 17467-89 (бе, petw:тpllflotl- гост 17467-89 

ноrо номера) ноrо-р11) 

109.7 1101 151.14 1203 
111.12 1216 151.15 1203 
111.14 1215 151.20 1402 
115.9 1109 153.14 1206 

118.16 1222 153.15 1206 
124.18 1222 157.29 1210 
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'1рооопжеwие мгбл. 1.30 

Ус-обсп.-- YcllOIIНOe обо--
i 

-,copny,ca.npм- ШМфр - icopnyca, l"lp,4· 
�до1.0189 �-"° �АО1.01.89 '"'109амер819О 

1
(бe,DenlC� гост 17467 ... i (№ pen!CтplQIO++- гост 17467"""9 

'IOl'O-ep8) tfOl'Oнoмepe) 

153.40 1304 2120.24 212D 1 
155.15 1207 2121.28 2121 

1160.40 1212 2121.2SI 2121 

1101.7 1101 2123.40 2123 

1102.8 1106 2124.42 2124 1 1102.9 1102 2126.48 2126 

1101.5 1103 2127.14 2127 

1105.3 1105 2130.24 2130 

1220.36 1220 2136.64 2136 

1221.18 1221 2138.18 2138 

1501.5 1501 2140.20 2140 

1502.11 1502 2142.24 2142 

1503.17 1503 244.48 2205 

201.8 2103 2203.40 2203 

201.9 2102 2204.42 2204 

201.12 2103 2205.48 2205 

201.14 2102 2206.42 2206 

201.16 2103 2207.48 2207 

201А.16 2106 301.8 3101 

206.14 2127 301.12 3103 

209.18 2129 302.4 3104 

209.24 2130 302.8 3104 

210А.22 2108 311.8 3203 

2106.16 2106 311.10 3204 
2106.24 2120 3101.8 3101 

212.32 2114 3103.12 3103 

218.30 2138 401.14 4105 

238.12 2202 402.16 1112 

238.16 2103 405.24 4110 

238.18 2104 405.28 4119 

239.24 2120 411.34 4137 

2102.14 2102 413.48 4181 

2103.16 2103 421.48 4142 

2104.16 2103 425.64 4146 

2104.18 2104 427.6 4115 

2107.18 2107 427.8 4115 

2108.22 2108 427.18 4161 

2109.16 2109 461.5 4180 

2115.14 2115 4101.6 410, 

2111.20 2118 4103.8 4103 

St, 



Оконцание табл 1 31) 

УслОеtЮ41 обо,наче- Условное обо,наче-
ние корпуса. nрм- Шифр ние корпуса, nрк- Ш.-фр 

сеоенное АО 1 01 89 тмnораэмер11 no с11оенное АО 1 О 1 89 тнnора,меоа по 
(бе3 р8111СТр11ЦIООН· гост 17467-89 (бе, реrмстр11ЦИон- гост 17467�9 

-о !40Мер8) ноrо но,..ера) 

4105.14 4105 4153 20 4153 
4106.16 4106 402 16 4108 
4109.20 4109 НО2 8 5114 
4112 16 4108 НО2 14 5116 
4112.16 4112 Н02 16 5116 
4114 24 4114 НО4 16 5117 
4116.8 4116 НО6.24 5122 

4117.22 4117 НО8 24 5124 
4117 22 4160 НО8 24 5123 
4118 24 4118 НО9 18 5120 
4119 28 4119 НО9 28 5126 
4122 40 4122 Н13 40 5129 
4131 24 4176 Н14 42 5130 
4134 40 4167 Н15 42 5132 
4134 48 4134 Н16 48 5133 
4135 64 4135 Н18 64 5134 
4137 34 4137 Н18 64 5135 
4138.42 4138 Н23.16 5118 
4151 42 4151 Н21 24 5201 
4151 42 4180 Н22 50 5202 

П р и м е ч а н и е· нумерация выводов микросхем в корпусах, выпу­
щенных до 1 01 89 r , не регламЕЖтируется 

1.5. Элементы для автоматизированной сборки 

м поверхностного монтажа 

Элементы для автоматизированной сборки радиоаппаратуры 
(резисторы,  конденсаторы, полупроводниковые приборы, оптv­
электронные приборы, ин тегральные схемы, трансфор маторы, 
дроссели, катушки индуктивности, пьезоэлектрические приборы, 
коммутационные изделия, электрические соединители), обеспе­
чивающие механизацию и автоматизацию технологических про­
цессов, в зависимости от технической совместимости и техноло­
гических процессов сборки подразделяют на 16 конс труктивно­
технологических групп в соответствии с табл. 1.31 

Для ориентации и контроля правильности установки при вы­
полнении мон тажно-сборочных работ элементы имеют ор1,1ентир 
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в виде ключа. расположенного в зоне первого вывода (выводы 

нумеруются слева направо или по часовой стрелке со стороны 
расположения выводов). Ключ делается визуальным (метамизи­
рованная метка) или механическим (выемка или паз на корпусе, 
выстуn на выводе) и выполняется в виде цилиндрической выемки 

на корпусе, обозначающий положиtельный вывод (для групп IV, 
V. VI); одного укороченного вывода и знака на корпусе в виде
линии вдоль положительного вывода. Для ряда элементов клю­
чом являются. расположение выводов (rpynna V); наличие регу­
лировочного винта (группа IV); выстуn на фланце корпуса (группа
VII); скос на корпусе (группа V\11); сквозной цилиндрический паз

на боковой стенке корпуса или выемка на продольной оси корпу­
са (группа IX); ориентированное расположение элемента в таре­
спутнике (группа Х); выступ по центру торца· элемента, срез угла
корпуса или цветовая маркировка (группа XI); выстуn на первом
выводе в зоне монтажа (группа XII); в виде метамизации на ни­
жней поверхности корпуса. направленной острием в сторону рас­
положения первого вывода. и rочки, расположенной в зоне пер­
вого вывода со стороны маркировки (группа XIII); в виде среза
уrла корпуса (rpynna XV); взаимное расположение выводов, скос
корпуса и маркировочная метка в виде выемки или полоски на
поверхности корпуса в зоне первого вывода. Требования по ра­
диусу изгиба выводов указываются в технических условиях на
элементы конкретных типов. Выводы элементов, предназначен­
ные для накрутки на них монтажных проводов, должны иметь

прямоугольное или квадратное сечение.

Номер 
1'р)'111Ы 

1 

Таблица 1.31 
Конструктмвно-техноnоrмческме rpynnы :tnементоа 

Характермстмка rpynnы Уnрощ-е к:обрре- кО!)пуса 

Элементы с цилиндри-
ческой (исrюrженме 1) и 

/l#Лl�Nlrl/1 f 
nрямоуrольной (иcnon-
нение 2) формами кор-

� -ф-
nyca м двумя неполяр-
ными осевыми выво-

дами 
Nl'/МltrNU 2 

� 
. 

� $ 
1 
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58 

11 Эnеме11ть. с t.1ИЛl'lt1,QPМ­

� формам ,ropnyca 
tМСnоnм8НМJ' 1 � 2J М 
двумя поnярt4ЫММ осе­
ВЫММ выводами 

111 эnементы noляl)hwe и 
неполярные в nрАмо­
уrолЬl40М корпусе ( ис­
nолнеtiие 1) м оку�и,ен­
нь�е с дискообраЭНО14 
(исполнение 2), nрямо­
уrольной (исnаnненме 3) 
и камевидной (испол­
нение 4) формами кор­
пуса и двумя однона­
пр авленными выводами 

N Элементы в цмлмндрм­
ческом корпусе с двумя 
однонаправленными 
выводами 

'-----------'--------------·---



НОМ89 
rpynnы 

V Элементы цмnиндрМЧе­
СltСМ формы ll)pnyca с 
деумя (исnолненме 1) и 
более (исnоnнение 2) 
оджжаnравnенными 
ВЬ18ОДЗМ1t 

Va Элвменты с дмсхообра3-
ном (исnоnне+iие 1) и 
nрямоуrольной (мсnол­
нение 2) формами кар. 
nyca с тремя м более 
однонаправленными 
выводами 

VI Элементы с nрямо­
уrоnЬt4ой или mадрат­
ной формами корпуса с 
тремя м более однона­
правленными еыводами 

nрооопжение табл. 1.з1 

�lllfl, 1 
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Номер 
rpynnы 

VII 

V\tl 

IX 

60 

Ха11актермсn.ка rpynnы 

Элементы в ципиндрн­
ческом корпусе с двумя 
и более однонаправлен­
ными выводами, требу­
ющими ориентации по 
nоnярности 
Элементы с прямо­
угольной (исполнения 1, 
2, 3) и цилиндрической 
(исполнение 4) форма­
ми корnуса с тремя од­
нонаправленными вы­
водами, требующими 
ориентации по поляр­
ности 

Элементы в стеклоке­
рамическом (исполне­
ние 1 ), пластмассовом 
(исполнение 2), керами­
ческом {исполнение 3) 
корпусах прямоугольном 
формы с двусторонним 
расположением выво­
дов, требующим ориен­
тации no полярности 
(например, в корпусах 
подтипа 21) 

Продолжение табл. 1.31 

Уnрощенкое 143Ображение 1<opnyca 

/lt'HIIAKllflt, Z 

CD-1 SS
llrл11lfнtlf6� 1 

1 

ii1� .А 
Jlfл,ANIK6' 2 1 

m1fff rФ-\1
1

�

�
0

Ai



Номер 

rрумы 

х 

Хар11ктермсfМК8 rpynnы 

Элементы в корп
у

се 
nрямоуrольной формы с 
двусторонним располо­
жением выводов npямo­
yronЫtoro сечения, рас­
положенными парал­
лельно nлос«ости осно­
вания (исполнение 1-4) 
м с выводами no четы­
рем сторонам (испол­
нение �). например в 
корпусах типа 4, под­
типы 41, 42, 44 

Прооолжение табл. 1 31 

Упрощенное 113обрьенме корпуса 

ll��п1r1111 
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Номер 
rpynnы 

XI 

62 

Элементы nonяptiыe и 
неnоnярные беэвыеод­
ные с цмлИНДричесtсой 
(ис:nсnнение 1) и nрямо­
уrсn.ной (исrюnнение 2, 
3, 4) формами wpnyca 

продолжение табл 1.31 



Номер 
rpymьr 

XII Эnемеttты на n1бком 
нос111Теnе с четырехсто­
ронн+см (мсnалнение 1) и 
двусторонним (исnоnн&­
нме 2) расположением 
ленточных выводов из
медном фольrи с ме­
таммческим покрытием 
илм 1!13 алюминиевой 
фольrм 

R 
, , 
'1 
Ь1 
R 
11 
1, 
, , 
d 

Продолжение табл. 1.31 

,.r; 
f 1 

,1, 
1 1 

у у 

cr:::.:.-..n a:==='j]

� 
11 
11 
hj 

11 
ь: 
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Номер 
rpynnы 

Характеристмка rpynnы 

64 

XIII Элементы в керамиче­
ском или мастмассо­
вом носителе с вывода­
ми в виде контактных 
мощадок (исполнения 1 
и 2) и жестко ориентиро­
ванными МОСIСИМИ вы­
водами (исполнение З), 
например в корпусах 
подтипов 45, 51 

XIV Элементы в миниатюр­
ном мастмассовом кор­
пусе с жестко ориенти­
рованными МОСКИМИ 
выводами (исполнения 
1-3), например транзис­
торы в корпусах КГ-46,
КГ-47, микросхемы в
корпусе подтипа 43

Продолжение табл 1 31 

Упрощенное �собраJКение корпуса 



Продолжение твбп. 1.31 

Номер 
Характермстика rpymы Уnроцежое "301:iраженме корnуса 1группы 

Nt-lf,1к,кu, J 

WCJ D 
� Элементы в керамиче- /l�lftl/lNIKIII f 

ском иnи мастмас• 
соеом ка�жасе с вы&<>-

ш- i 
дами в виде метаn-
лизи�ных луженых 
«онтактных мощадок 
(мсnоnнение 1) или с 
жестко ориентирован-
ными nпоскимм выво- llt-11,,,.-,,11, Z 
дами (исполнение 2) 

� t 
Конструкция элементов, материал выводов (или их покрытие) 

обеспечивают качественное подсоединение выводов к контакт­
ным площадкам платы приклеиванием, пайкой - для жестких вы­
водов (плоских или в виде контактных площадок), сваркой и пай­
кой - для ленточных выводов. 

Выводы элементов групп XIII и XV располагаются по четырем 
сторонам корпуса носителя (иногда на трех или двух). Число 
выводов элементов групп XIII и XV может быть следующим: 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 60, 64, 

84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, а элементы группы XIV. 3, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16; 18, 20, 24.

Кроме распростl?аненной технологии монтажа изделий на 
печатной плате со сквозными отверстиями широкое применение 
нашла новая технология поверхностноrо монтажа, предусматри­
вающая пайку элементов на поверхность печатной платы. Эта 
технолоrия позволяет роботизировать процесс монтажа и свя­
зать его с системой автоматизированного проектирования, авто­
матизировать проверку и сортировку элементной базы; она про­
ще, дешевле и используется для экономии места на печатных 
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nлатах. Кроме -тоrо, не требуется сверлить отверстия в мате под 
каждый вывод корпуса, сокращаются размеры печатных мат и�­
за малых раэмеров комnсжентов, увелкчt19ае'Уся ус.тойчиеос"Fь к 
воэдейс.твиям вибрации.

Для nоеерхностноrо монтажа разработаны специальные ко�:�­
струкции миниатюрных корпусов дпя групповых методов nайки с 
укороченными еь1водами и отформованными так, что монтаж 
выполняется непосредственно на контактные облужен111ые пло­
щадки 0011атных плат. И�3а малой длины выводов у них снижены 
значения паразитных индуктивностей, емкостей и соnротивлениi. 
t< миниатюрным корпусам, отличающихся размерами, JСОнфм,ура­
цией, расположением и формой выеодое, откосятся: 

микро.:орпуса (подтип 43), имею�е по сравнению с корпуса­
ми с д вухрядным расположением выводов (подтипы 21 и 22) 
меньшие массу и габариты; они стандартизованы в UЗК (Публи­
кация 191-2); 

кристаллоносители квадратной и nрямоугольно.t формы, име­
ющие L-образные выводы (т. е. выводы эагнуты под корпус), рас­
положенные по четырем сторонам (подтип 45) с шагом 1,27, 1 и 
0,63 ММ И ЧИСЛОМ ВЫВОДОВ ОТ 18 ДО 124;

плоские корпуса с двусторонним и четырехсторонним распо­
ложением выводов (подтип 44 ); 

безвыводные кристаллоносители, имеющие вь1воды в виде 
конт81Стных площадок, расположенных в пределах проекции тела 
корпуса (подтип 51 ); 

бескорпусные микросхемы на монтажном носителе. 
Г1о гост Р5004 4-92 (МЭК 191-6-90} «МИкро<:JЕеМЫ интег­

ра.льные и приборы полупроводниковые для nоеерхностноrо мсн­
тажа • элементы для поверхностноrо мотажа удоалетворяwт 
требоваимям автоматкэированнок сборtе14 апnеретуры без пред­
варительной технологической подготовки (рихтовка, формовка, 
обрезка выводов), имеют форму и качество nоев,:>хнос1ей, позво­
ляющие проводить 38Хват и удержание их вакуумным инструмен­
тоv. Шаr выеодов для них вь�&.1рается иа ряда· 1,27 (как у зару­
бежных элементов); 1; 0,8; 0,65, 0,5; 0,4; 0,3 мм-для микросхем 
м 2,З; 1,9; 1,7; 1,5; 0,95; 0,65 мм-для ПО11уnро80ДНW(О9ЫХ при­
бо ров (рис. 1.3).

В таких элементах nредусмат�вается- ключ, одно-значно оп­
ределяюЩ"1й положение первого в-ывода, для ми,:росхем - скос 
rормзонтальноrо или вертикальноrо ребра корпуса на стороне 
р�nоложения первого вывода и мармкроеочная метка ма 
поверхности корпуса; для полуnроеоднмковых приборов- фор­
ма и расположение выводов относительно установочноjf плос­
кости (плоскость, на которую свободно оnираются вьtз0ды кор­
пуса} 
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Микросхемы. предназначенные для поверхностного монта­
жа: в корпусах с двухрядным расположением выводов, сформо­
ванных в стороны от корпуса; с четырехсторонним располож.ени­
ем выводов, сформованных в стороны от корпуса: с четырехсто­
ронним рас положением выводов, сформованных под корпус 
(типы 4501-4520). 

nолуnроеодниковые приборы, предназначенные для повер­
хностного .монтажа: диоды в цилиндричее1а1х безвыводных корпу­
сах и в прямоугольном корпусе с ленточныw-1 формованными 

выводами; транзисторы в прямоугольных кopnycaic с формоеан­
ными выводами (КТ-46, КТ-48), в корпусах .с темоотводом (КТ-
47, КТ49), диоды в корпусе КД-29, резисторы, конденсаторы и 
другие злементы. 

1.6. Особенности применения микросхем 

Микросхемы подвергаются воздействию различных внешних 
Факторов: механических, температурных, химических и электри­
ческих. Механичесжие воздействия прикладываются к микросхе­
а.1ам на операциях комплектации. формовки и обрезки выводов, 
установки и приклеивания их к плате Температурные воздейст­
вия связаны с оnерациями лужения, пайки, демонтажа. Химичес­
кие воздействия проявляются при флюсовании, очистке плат от 
остатков флюса, влагозащите и демонтаже. Электрические воз­
действия связаны с настройкой и испытаниями РЭА, а также по-
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Яl\nением зарядов ста,, хо электриче::тва, когда необходи-
мо лринимать сnециалы·� - :,:еры по уменьшению и отводу стати­
ческих за рядов. 

В разделе «Сnравоч,-·ые сведения)! приводятся значения па­
раметров микросхем для двух режимов эксллуатации. 

Предельно-д опустимые электрические режимы - это ре­
жимы применения. в nредолах которых изготовитель микросхем 
обеспечивает ее работоспособность е течение наработки, уста­
новленной в технических условиях. 

Предельные электрические режимы - это режимы приме­
нения, при которых параметры микросхем не регламентируются. 
а после снятия воздействия и перехода на предельно-допусти­
мые электрические режимы электрические параметры соответ­
ствуют норме. За пределами этих режимов микросхема может 
быть повреждена 

Неправильные режимы эксплуатации и применения моrут 
привести к появлению дефектов в микросхемах, проявляющихся 
в нарушении rерметичносrи корпуса, травлении материала по­
крытия корпусов и их маркировки. перегреву кристалла и выво­
дов, нарушению внутренних соединений, что может приводить 
к постепенным и полным отказам микросхем 

Формовка выводов микросхеr.11 

Пrи подготовке микросхем к монтажу на печатные платы (опе­
рации рихтовки, формовки и обрезки выводов) выводы подверга­
ются растяжению, изгибу и сжатию Поэтому при выполнении 
011ераций по формовке необходимо следить. чтобы растягиваю­
щее усилие было минимальным В зависимости от сечения выво­
дов микросхем оно не должно превышать определенных значе­
ний (например, для сечения выводов от 0.1 ,о 2 мм2 

- не боЛt; 
0,245 ... 19,6 Н) 

Формовка выводов прямоугольного поперечного сечения до­
лжна производиться с радиусом изгиба не менее удвоенной тол­
щины вывода, а выводов круглого сечения - с радиусом изгиба 
не мel;iee двух диаметров вывода (если в 1У не указывается кон­
кретное значение). Участок вывода на расстоянии 1 мм от тела 
корпуса не должен подвергаться изгибающим и крутящим дефор­
мациям Обрезка незадействованных выводов микросхем допус­
кается на расстоянии 1 мм от тела корпуса. 

В процессе операций формовки и обрезки не допускаются 
сколы и насечки стекла и 1<ерамики в местах заделки выводов в 
тело корпуса и деформация корпуса В радиолюбительской прак­
тике формовка выво.[.ов может проводиться вручную с помощью 
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пинцета ::: соолюдением приведенны.х мер предосторожности, 
предотвращающих нарушение герметичности корпусаАfи1<росх�­
мы и его деформацию. 

Лужение и пайка микросхем 

Основным способом соединения микросхем с печатными ма­
тами является пайка выводов, обеспечивающая достаточно над­
ежное механическое крепление и электричесКQе соединение 1ы­
водов микросхем с проводниками платы. 

Для получения качественных паяных соединений производят 
лужение вь,водов корпуса микросхемы припоями и флюсами тех 
)1(0 марок, что и при пайке. При эамене микросхем в процессе 
настройки и эксплуатации РЭА производят пайку различными 
паяльниками с предельной температурой припоя 250 •с, пред­
ельным временем nайки не более 2 с и минимальным расстояни­
ем от тела корпуса до границы припоя по длине вывода 1,3 мм. 

Качество операции лужения должно определяться следую­
щими признаками: 

минимальная длина участка лужения no длине вывода от его 
торца должна быть не менее 0,6 мм, причем допускается наnи­
чие «сосулек» на концах выводов микросхем; 

равномерное покрытие припоев выводов; 
отсутствие перемычек между выводами. 
При лужении нельзя касаться припоем гермовводов корпуса. 

Расмавленный припой не должен попадать на стеклянные и ке­
рамические части корпуса. 

Необходимо поддерживать и периодически контролировать 
{через 1 ... 2 ч) температуру жала паяльника с nогрешностt:,ю не 
хуже :t 5 •с. Кроме тоrо, должен быть обеспечен контроль време­
>iИ контактирования выводов микросхем с жалом паяльника, а 
также контроль расстояния от тела корпуса до границы nриnоя по 
длине выводов. Жало паяльника должно быть заземлено (пере­
ходное сопротивление заземления не более 5 Ом). 

Рекомендуются следующие режимы пайки выводов микрос­
l(ем для различных типов корпусов: 

максимальная температура жала nамьника для микросхем с 
nnанарными выводам 265 •с, со штырьковыми выводами 280 °С; 

максимальное время касания каждого вывода жалом nаяль­

чика З с; 
минимальное время между пайками соседних выводов З с; 
минимальное расстояние от тела корпуса до границы припоя 

по длине вьнюда 1 мм;

минимальное время между повторными пайками одних и тех 
же выводов 5 МИ!1.
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При пайке корпусов микросхем с планарными вывод�И ДО 
nуС1СЗЮтся: заливная форма пайки, nрм которой контуры отдель­
ных выводов полностью скрыты под припоем со стороны nай�м 
соединения на плате: неполное покрытие припоем поверхности 
контактной площадки по периметру пайки, но не более чем в двух 
местах, не превышающих 15% от общей мощади; наплывы при­
поя конусообразной и скрутленном форм в местах отрыва паяль­
ника; небольшое смещение вывода в пределах контактной мо­

щадки, растекание припоя (только в пределах длиАы выводов, 
пригодной для монтажа). 

Растекание припоя со стороны корпусов должно быть оrрани­
чено пределами контактных площадок. Торец вывода может быть 
нелуженым. Монтажные металлизированные отверстия должны 
быть эаrюлнены припоем на высоту не менее 2/Э толщины маты 

Растекание припоя по выводам МИl(росхем не должно умень­
wа-п. минимальное расстояние от корпуса до места пайки. т. е 
быть в пределах зоны, пригодном для монтажа и оrоеоренном в 
техЮNеской документации На торцах выводов допускается от­
сутствие припоя. 

Через припой должны проявляться к.оитуры входящих в со­
единение выводов. При пайке не допускается касание расплав­
ленным припоем изоляторов выводов и 33те�сгние припоя под 
основание корпуса. Жало паяльника не должно касаться корпуса 
микросхемы. 

Допускается одноразовое жnрав.пение дефектов пайки от­
дельны� выводов. При исправлении дефектов пайки микросхем 
со wтырьковыми выводами не допускается исправление дефеt(У­
ных соединений со стороны установки корпуса на плату. 

После nайкм места паяных соединеник необходимо очистить 
от остатков флюса жидкостью, рекомендованной в ТУ на МИ!ф()­
схемы. 

Все отступления от рекомендованных режимов луженкя и 
nайки у�<азыеаются в ТУ на конкре,1ные т� микросхем. 

Установка микросхем на платы 

Установка и крепление микросхем на nла'Тах должны обесnе­
чиваn. их нормальную работу в условиях ЭfСсnлуатации РЭА. 

Микросхемы устанавливаются на двух- или многослойные пе­

чатные маты с учетом ряда требований, основньtМИ из которых 
являются: 

получение необходимой плотности комnона.м; 
надежное механическое крепление МИtСросхемы м электри­

ческое соединение ее выводов с проводниками платы; 
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возможность замены микросхемы при изготовлении t1 на­
стромке узnа; 

эффективный отеод темоты эа счет конвенции во:щуха или с 
помощью темоотеодящих шин; 

исключение деформации корпусов микросхем, тм как nрогмб 
платы в несколько десятых миллиметра может привести либо к 
растрескиванию герметизирующих wвов корпуса, либо к дефор­
мации дна и отрыву от неrо nодлоЖJСМ или кристама; 

возможность покрытия в.nаrозащитным лаком без nоnадания 
ero на места, не подлежащие ПОlфЫТИtо. 

Шаг установки ми1<р0Схем на маты должен быть кратен 2,5; 
1,25 или 0,5 мм (в эавмсимости от типа корпуса). Микросхемы с 
расстоянием между выводами, 1q>атмыw 2,5 мм, должны распола­
гаться на мате так, чтобы ик выводы совnадали с утами коор­
динатной сетки платы. 

Если прочность соединенмя всех выводов миl<J)ОСхемы с ма­
той в заданных условиях эксплуатации меньше, чем утроенное 
значение массы микросхемы с учетом динамических перегрузок, 
то используют доnолнительное механическое крепление. 

В случае необходимости мата с устаноеленными микросхе­

мами должна быть защищена от климатических воздействий. 
Микросхемы недопустимо располагать в магнитных полях тран­
сформаторов, дросселей и постоянных магнитов. 

Микросхемы со штырьковыми выводами устанавлмвают толь­
ко с одной стороны маты, с планарными выводами - либо с 
одной стороны, либо с обеих сторон платы. 

Для ориентации микросхем на nnaтe должны быть предус­
мотрены «ключи», определяющие положение первого вывода 
микросхемы. 

Устанавливать микросхемы в корпусах типа 1 на мату в ме­
тамизированные отверстия следует без дополнительного креп­
ления с зазором 1 • '·1 мм между установочной плоскостью и плос­
костью основания корпуса. 

Для улучшения механического крепления допускается уста­
навливать микросхемы в корпусах типа 1 на изоляционных про­
кладках толщиной 1,Ох1,5 мм. Прокладка крепится к плате или 
всей плоскости основания корпуса клеем или обеолак�.1вающим 
лаком. Прокладку следует размещать под всей площадью корпу­
са или между выводами на площади не менее 213 площади осно­
вания: при этом ее конструкция должна исключать возможность 
J<асания выступающих изоляторов выводов. 

Микросхемы в корпусах типа 2 следует устанавливать на ма­
ты с метамизированными отверстиями с зазором между платой 
и основанием корпуса. который обеспечивается конструещией 
выводов 
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Микросхемы в iropnycax типа З с неформируемыми (жестки­
ми) выводами устанавливают на плату с металлизированными 
отверстиями с зазором 1 +0.s мм между установочной плоскостью и 
плоскостью основания корпуса Микросхемы с формуемыми (мяг­
кими) выводами устанавливают на плату с зазором 3+0.5 мм. Если 
annapaтvpa подвергается повышенным механическим воздей­
ствиям при эксплуатации, то при установке микросхем должны 
применяться жесткие прокладки из электроизоляционного мате­
риала. Прокладка должна быть приклеена к плате и основанию 
корпуса и ее конструкция должна обеспечивать целостность гер­
мовводов микрссхемы (место заделки выводов в тело корпуса). 

Установка микросхем в корпусах типов 1-3 на коммутационные 
платы с помощью отдельных промежуточных шайб не допускается. 

Микросхемы в корпусах типа 4 с отформованными выводами 
можно устанавливать вплотную на плату или на прокладку с зазо­
ром до 0,3 мм; при этом дополнительное кремение обеспечива­
ется обволакивающим лаком. Зазор может быть увеличен до 
О, 7 мм. но при этом зазор между плоскостью основания корпуса и 
платой должен быть полностью заполнен клеем. Допускается 
установка микросхем в корпусах типа 4 с зазором О.3 ... 0, 7 мм без 
дополнительного крепления, если не предусматриваются повы­
шенные механические воздействия. При установке микросхем в 
корпусах типа 4 допускается смещение свободных концов выво­
дов в горизонтальной москости в пределах ± 0,2 мм для их со­
вмещения с контактными площадками. В вертикальной плоскости 
свободные концы выводов можно перемещать в пределах 
± 0,4 мм от положения выводов после формовки. 

Приклеивание микросхем к платам рекомендуется осущес­
твлять клеем ВК-9 или АК-20, а также мастикой ЛН. Температура 
сушки материалов, используемых для крепления микросхем на 
маты, не должна превышать предельно допустимую для эксму­
атации микросхемы Рекомендуемая температура сушки 65 t 5 °С 
При приклеивании микросхем к плате усилие прижатия не долж­
но превышать 0,08 мкПа. 

Не допускается приклеивать микросхемы клеем или масти­
кой, нанесенными отдельными точками на основание или торцы 
корпуса, так как это может привести к деформации корпуса. 

Для повышения устойчивости к климатическим воздействиям 
платы с микросхемами покрывают, как правило, защитными ла­
ками УР-231 или ЭП-730. Оптимальная толщина покрытия лаком 
УР-231 составляет 35 ... 55 мкм, лаком ЭП-730 - 35 ... 100 мкм. 
Платы с микросхемами рекомендуется покрывать в три слоя. 

При покрытии лаком мат с микросхемами, установленными с 
зазорами, недопустимо наличие лака под микросхемами в виде 
перемычек между основанием корпуса и матой 
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При установке микросхем на платы необходимо иэбегать уси­
лий, приводящих к деформации корпуса, отклеиванию подложки 
или кристалла от посадочного места в корпусе, обрыву внутрен­
них соединений микросхемы. 

Защита микросхем от электрически· ВО3Действий 

Из-за малых размеров элеменrов микросхем и высокой плот­
ности упаковки элементов на поверхности �сталла они чувстви­
тельны к разрядам статического электричества. Одной из nричин 
их отка:юе является воздействие разрядов статического элекrри­
чества. Статическое электричество вызывает электрические, теп­
ловые и механические воздействия, приводящие к появлению 
дефектов в микросхемах и ухудшению их nараметров. 

Статическое электричество отрицательно влияет на МОП- и 
КМОП-nриборы, некоторые тиnы биполярных приборов и микрос­
хемы (особенно ТТЛШ, пробивающиеся nри энергми СЭ в Зраза 
меньшей, чем ТТЛ). МОП-nриборы с металлическим затвором 
более восприимчивы к СЭ, чем приборы с кремниевым затвором. 

Статическое электричество всегда накамивается на теле 
человека nри его движении (хождении, движении руками или кор­
пусом ). При этом могут накапливаться nотенциалы в несколько 
ть1сяч вольт, что nри разряде на чувствительный к СЭ элемент 
может вызвать nоявление дефектов, деградацию его характерис­
тики или разрушение из-за электрических, темовых и механичес­
ких воздействий. 

Для обнаружения и контроля уровня СЭ и его устранения или 
нейтрализации используются различные приборы и приспособ­
ления. обеспечивающие одинаковый nотенциал инструментов 
операторов и nолуnроводниковых приборов путем применения 
электропроводящих материалов или заземления. Например, за­
земляющие (антистатические) браслеты, укрепляемые на запя­
стье и соединенные через высокое сопротивление (1 ... 100 МОм) 
с землей (для защиты работающего), является одним из наибо­
лее эффективных средств нейтрализации СЭ, накапливающего­
ся на теле человека, так как через них заряд СЭ может стекать на 
землю. 

Кроме того, используются защитные токопроводящие коври­
l(И, столы и стулья из проводящего покрытия, заземленная одеж­
да операторов (халаты, нарукавники, фатуки) из антистатическо­
го материала (хлопчатобумажный или синтетический материалы. 
пропитанные антистатическими растворами, материал с вплетен­
ным экраном из пленки из нержавеющей стали). 

Для уменьшения влияния статического электричества необ­
ходимо пользоваться рабочей одеждой из малоэлектризующихся 
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материалов, например халатами из хлопчатобумажной ткани, 
обувью на кожаной подошве. Не рекомендуется применять одеж­
ду из weлu, tcanpoнa, .nавсана. 

Для покрытия поверхностей рабочих столов и nonoв малоэ­
лект.ризующимися материалами необходимо принять меры по 
снижению удельного поверхностного сопротивления ПОt<РЫтий. 
Рабочие столы следует покрывать метаl)лическими листами раз­
мером 100х200 мм. соединенными через оrранмчмтельное со­
nротиr.ленме 101 Ом с эаэемnяющей Wt'IHOЙ. 

Оборудоsание и инструмент, не имеющие питания от сети, 
,одключаю,ся te 3аэемляющей шине через сопротивление 10' Ом. 
Оснаст«у • Мtетрумечт, которые nитаются от сети, nод1U1ючают к 
за3емляюu..tей шине непосредственно. 

Должен 6ыть обеспечен неnрерывным контап оператора с 
«землей• с ,юмощыо сnециалыюrо антистатмческоrо браслета, 
соединенною через высоковольn1ый резистор (например, тмnа 
КЛВ на на'1)Ажение 110 кВ). В рабо1о1ем помещении ре«омендует­
ся обеспечивать влажность ео�уха не №4ЖВ 50--60%. 

Демонтаж микросхем 

Есnи деМОtiтируются микросхемы с планарными выводами, 
то следует удалить ла1С в местах пайки выводов, отпаять выводы 
по режиму, не нарушающему режим пайки, указанной в nacnopтe 
микросхемы. приподнять концы выводов в местах их заделки в 
rермоввод, снять микросхему с маты термомеханическим nyтeu 
с помощью сnециаnьного приспособления, наrрееаемоrо до тем­
пературы, исключающей перегрев корпуса микросхемы выше тем­
пературы, ука3анной в паспорте. Время нагрева должно быть до­
статочНь1м дnя снятия микросхемы без трещин, сколов и наруше­
ний «онструкции корпуса. Концы выводов допускается nриnодни­
маrь на высоту 0,5 ... 1 мм, исключая при этом изгиб выводов в 
местах заделки, что может привести tc раэrерметизации микро­
схемы. 

При демонтаже микросхем со штырьковыми выводами удаля­
ют лак в местах пайки выводов. отпаивают выводы специальным 
паяльником (с отсосом припоя}, снимают микросхему с платы (не 
допуская трещин. сколов стекла и деформации корпуса и выво­
дов). При необходимости допускается (если корпус прикреплен к 
мате лаком или клеем) снимать микросхемы термомеханичес­
ким путем, 11tСКЛючающим перегрев корпуса, или с помощью хи­
мических раствориtелей. не ока3ывающих влияния на покрытие. 
маркировку и материал корпуса. 

Возможность повторного использования демонтированных 
микросхем указывается в 1У на их поставку. 
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Разд е л  в тор ок 

Справочные сведения 

Серия К100' 

В состав серии К100 (ЭСП), иэrотоапенной по бмnолярной тех-
нологии, входят тиnы: 

К100ИВ165-кодирующий элемент с nрмориtетом; 
К100ИД161-трехраэрядный деwмфратор ниэwrо уровня; 
К1 ООИД 162 -трех разрядный деwифратор высокоrо уровня; 
К100ИД164-восьмИtСанальный мульtиnлексор; 
К100ИЕ 136 -укиеерсальный четырехразрядный двоичный 

счетчик; 
К100ИЕ1З.7 -универсальный четырехразрядный десятичный 

счетчик: 
К100ИЕ 160 -двенадцативходоеая схема контроля чет­

ности: 
К 1 ООИМ 180 - сдвоенный высокоскоростной сумматор-вычи­

татель; 
К100ИП179-схема бысtроrо переноса; 
К100ИП181- арифметико-логическое устройство на 16 опе­

раций с двумя четырехбитными словами: 
К100ИР141 - регистр сдвига универсальный, четырехраз­

рядный; 
К100КП1 -две схемы управления ключом напряжения; 
К1 ООКП2 -две схемы управления универсальным ключом 

тока; 
К100ЛЕ106-три лоrических элемента ИЛИ-НЕ; 
К100ЛЕ 111-два логических элемента ИЛИ-НЕ с мощным 

выходом; 
К100ЛЕ211-два nогических элемента ИЛИ-НЕ с мощным 

выходом; 
К100ЛК117 - два лоrичеких элемен-та 2-ЗИЛИ-2И/ИЛИ-2И-НЕ; 
К100ЛК121-логический элемен-т ИЛИ-И/ИЛИ-И-НЕ; 
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К100ЛЛ110 -два лоrичеt"ИХ элемента ИЛИ с мощным вы­
ходом; 

К100ЛЛ210-два лог111ческих элемента ИЛИ с мощным вы-

ходом: 
К100ЛМ101 -четыре логических элемента 2-ИЛИ-НЕ/ИЛИ; 
К100ЛМ102-четыре логических элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ, 
К100ЛМ105-три логических элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ; 
К100ЛМ109 -два логических элемента 5ИЛИ-НЕ/ИЛИ 

4ИЛИ-НЕ-ИЛИ, 
К100ЛП107 -три логических элемента Исключающее ИЛИ-

1-iЕJИЛИ, 
К1 ООЛП 115 -четыре приемника с линии, 
К100ЛП116-ТР1'1 nрl'!емника с линии. 
К100ЛП128-возбудитель л111ни: 
К100ЛП129-пр111еМНИI( с линии: 
К100ЛП216-три приемника с линии; 
К1 ООЛС 118 -два логических элемента 3ИЛИ-2И; 
К1 ООЛС 119 -логический элемент 4-3-3-3ИЛИ-4И; 
К100НР400 -матрица резисторов, 
К1ООПУ124 -преобразователь уровня: 
К100ПУ125-преобразователь уровня; 
К1ООРУ148 -ОЗУ t-1a 64 бит (64 х 1) с произвольной выборкой; 
К1ООРУ401 -сверхоперативное запоминающее устройство 

на 16 б111т со схемами управления, 
К1 ООРУ402 - ассоциативная память со считыванием 2 словах 

х 2 разряда 
К100ТВ135-два JК-триггера. 
К1ООТМ130 -два О-триггера· 
К100ТМ131-два О-триггера, 
К100ТМ133 -четыре триггера с «защелкой»: 
К1 ООТМ 134-два О-триггера; 
К100ТМ173-четыре О-триггера с входными мультиплек­

сорами. 
К1 ООТМ231 -два О-триггера 

Общие рекомендации по применению

не рекоме"щуется подведение каких-либо электричес�х сиг­
налов (в то"' ч111сле шин .-питание» и «корпус») к корпусу и выво­
дам Mllll(pocxeм, неисnользуемых в схеме. При ремонте аnnарату­
рь1 замену 1111икросхем необходимо производить только при отклю­
ченных источниках питания. При эксплуатации в аппаратуре сле­
дует учитывать. цто корпус микРосхемы находится под nотенциа­
rом равнь,м наnояжению питания. При эксплуатации не должны 
nоевышат�ся следу-ощ111е значения: /1ых = 32 мА и 3 5  мА для 
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К100ЛК117 и к1оолк121: входное 11а'10ЯЖе1-1�,1е от- 0,5 до-2 в :1: 5°1с 

в диапазоне температур -10. + 70 •с

ПDедельно допустимые режимы эксплуатации 
серии К100 

Напряжение питания -6В

- 7 В (в теч 5 мс)
Максимальное входное напряжение 
Минимальное входное напряжение 
Максимальный выходной ток 
Предельно допустимая температура крис-
талла .... . . 
Т емnература окружающей среды 

К100ИВ165 

ов

-5,5 8
40 мА 

12s ·с 

-10. + 10 ·с

Микросхема представляет собой кодирующий элемент с r,ри­
оритетом. Содержит 277 интегральных элементов Корпус Tl'!na 
402.16-6, масса не более 1.5 г 

CD 00 t, 
" 

2 

., 

Условное rрафическое обо�..ачение 
К100ИВ165 

Назначение выводов· 1, 16- общие. 2- выход Q1, 3-
выход Q0; 4- вход DI; 5 - вход 00, б- вход D7: 7- вход D1, 

В - напряжение nитания: 9 - вход Об; 10 - вход DЗ; 11 -
вход D4; 12 - вход 05: 1 З - вход D2; 14 - выход QЗ; 15 -
выход Q2. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение nитамия 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное наnряженl'\е высокого уров�� 

-5,2 В± 5%
<-1,63 8
., _ 0,98 8

77 



Статическая ломехоусrойчивость ............. . 
Входной ток высокого уровня: 
по входу 4 ................ ..... . 
по входам 5-7. 9-13 ....................... . 
Входной ток низкого уровня .................. . 
Ток потребления .................. ......... . 
Время задерж� распространения при включе­
нии +1 еьwuоче..ми: 
по выходу з . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

no выходам 2, 14, 15 . . . . . . . . . . . . . . .....•.... 
Время перехода nри включении и выключениы .. 
Время установления сиrкала высокого уровня: 
по выходу з . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

по выходам 2, 14, 15 ....................... . 
Время установления сигнала низкого уровня: 
по выходу з . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .  . 

по выходам 2, 14, 15 ........................ . 
Время установления сигнала низкого уровня: 
no выходу З ................................ . 
по выходам 2, 14, 15 ..... .................. . 
Время удержания сигнала высокого уровня .... . 
Время удержания сигнала низкого уровня ...... . 

К1O0ИД161 

� 0,125 В 

.; 0,245 мА 
< 0,22 мА 
� 0,5 мкА 
< 140 мА 

1 ... 18 +.с 
1 ... 12 нс 

<бнс 

.; 12 нс 
< Sж: 

< 12 нс 
< 5 нс 

.; 12 нс 
4-5 нс 
< 1 нс 
< 1 нс 

Микросхема представляет собой трехраэрядный дешифра­
тор низкого уровня Содержит 141 интеrральный элемент. Корпус 
типа 402.16-6, масса не более 1,5 г. 

Df DC DO 

Условное rрафмческое обо3нвче­
нме К100\.1Д161 

На,начение выводов: 1, 16- общие; 2 - вход Х5, 3- выход 
УЗ, 4- выход У2; 5- выход У1; 6- выход УО; 7 - вход Х1; 8-
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напряжение питания. 9 - вход Х2· 10 - выход У7. 11 - выход 
Уб; 12- выход У5 13- ВЫХОД У4, 14- вход ХЗ, 15- ВХОД Х4. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .. : ......... . 
ВыходliОе напряжение низкого уровня . . . . . . . . . 
Выход,1ое каnряжение высокого уровня ....... . 
Помехоустаtiчивость nри высоком уровне . . . . . . 
Помехоустойчивость при низком уровне . . . . . . . 
Bxoд,totii ток высокоrо УJЮ!ЖЯ . . . . . . • . . . . . . . .. 
Входном ток ниЭ1Соrо уровня ................ . 
Ток nо'JJ)ебления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Потреб""емая мощность .................... . 
Время эадержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выключении 
Время перехода при включении .......... . 
Время перехода при выкnюченик . . . .  . 

К1ООИД162 

-5.2В± 5%
< - 1,63 В
)-0,98 В
;i. 125 мВ 
) 155 мВ 
< G,265 мА
) 0,5 мкА
< 125 мА
< 0,65 Вт
1,4 ... 6 нс
1,4 ... 6 нс
.:; 4 нс
< 4 нс

Микросхема представляет собой трехразрядный дешифра­
тор высокого уровня. Содержит 141 инт егральный элемент. Кор­
пус типа 402.16-6, масса не более 1,5 г. 

01 ОС DO 

о 

f 

2 
J 

4 
s 
6 
7 

Условное rрафичесl(ое обо311аченме К1ООИД162 

Назначение выеодое. 1, 16 -общие; 2 - вход XS; 3 - вьIход 
УЗ; 4 - выход У2; 5- выход У1; б - выход УО; 7 -вход Х1; 8-
наnряжение rжтания, 9 -вход Х2; 10 - выход У7; 11- выход Уб; 
12-выход У5; 13-вьtt<од У4; 14-вход ХЗ; 15-вход Х4.
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Номинальное напряжение питания 
Вы ходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Помехоустойчивость при высоком уровне 
Помехоустойчивость при низком уровне 
Входной ток высокого уровня 
Входной ток низкого уровня 
Ток потребления 
Потребляемая мощность 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выкпючении 
Время перехода при включении 
Время перехода при выключении 

К1ООИД164 

-5,2 В ±5%
< -1,63 В
;it-0,98 В

.t 125 мВ 
;;t 155 мВ 
< 0,265 мА 
;;,. 0,5 мкА 
< 125 мА 
< 0,65 Вт 
1,4 .. 6 нс 
1.4 .. 6 нс 
< 4 нс 
< 4 нс 

Микросхема представляет собой восьмиканальный мультип­
ле ксор Содержит 159 интегральных элементов. Корпус типа 
402 16-6, масса не более 1,5 r 

DO , 

Ус:nоеное rрафичес:кое oбo3Нa"ellole К100ИД164 

Ha3t4aч0r1111e выводов 1, 16- общие 2- вход разрешения Ё, 
3- вход З 4- вход Х2. 5- вход Х1, б- вход ХО; 7- вход
адреса А 1 8 -11anp�et11Ae ,,.,.тан111я 9- вход адреса А2. 10-

вхо.а адреса АЗ 11- вход Х4 12-вход Х5. 13- вход Хб, 14-
вхо.а Х7 15 -выход У
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Эnектрмчеасме параметры 

номинальное напряжение питания 
выходное напряжение высокого уровня 
Выходное напряжение низкого уровня 
Помехоустойчивость при высоком уровне 
Помехоустойчивость при низком уровне 
Входной теж низкого уровня .. 
Входной ток высокого уровня

Ток потребления .. 
Потреблs:1емая мощность 
Время задержки распространения при включе­
нии (выключении)· 

по входу 2
по входам З - б, 11- 14

по входам 7, 9, 10 ... 
Время перехода при включении .. 
Время перехода при выключении ... 

-5,2 В ±5%
)-0.98 В 

(-1,85 -1,63 В 
) 125 мВ 
)155мВ 
) 0,5 мкА 

(0,265 мА 
-. 125 мА 
..; 0,65 Вт 

;;t 1 нс 
..; 8 нс 
)2 нс 
с; 4 нс 
<; 4 нс 

К10ОИЕ136, К1ООИЕ137 

Микросхема К100ИЕ136 представляет собой универсальный че­
тырехразрядный двоичный счетчик. а микросхема К100ИЕ137 -
универсальный четырехразрядный десятичный счетчик. 

К100ИЕ136 содержит 427 интегральных элементов, а

К100ИЕ137 - 457 элементов 
Корпус типа 402 16�. масса не более 1,5 г. 

,. 

Qf 
,., 

Q2 2

03 J

- .
с..,. 

Усnоеное rpaфlNecкoe обспначение 
К100ИЕ136, К100ИЕ137 

Назначение выводов К100ИЕ136 и К100ИЕ1З7· 1- общий; 
2- выход Q2, 3- выход QЗ; 4- выход переноса Свых: 5 - вход
D3, 6- вход D2, 7 - вход дешифратора S2; 8- питание; 9-
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вход дешифратора S1; 10- вход nepetIOCa ё811; 11- вход 01;
12- вход DO. 13 - вход синхронизации С; 14 - выход QO; 15-
еыход Q1; 1б - общий.

Электричеса,е nараметры 

Номинальное напряжение 
Выходное напряжение высокого уровня .. 
Выходное напряжение низкого уровня .• 
ВходН'ок ток высокого уровня ..... . 
Ток потребления при Un

= 8 В ... . 
Время задержки распространения при выключе­
нии no входу синхронизации С
при Иn1 = 8 В, Un2 = 1, 16 В . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Время задержки распространения n.ри выклю-
чении по входу синхронизации С ............. . 
Длительность нарастания импульсов на выходе . 
Длительность спада импульса на выходе ..... 
Время подготовки на информационном входе О 

высокого и низкого уровней ........ . 
Время выдержки на информационном входе О

высокого и низкого уровней ................ . 
Время подготовки на управляющем входе S 
низкого уровня . . . . . . . . . . . . ................ . 
Время выдержки на управляющем входе S
fМЗl(ОГО уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Время nодготое!СИ на входе переноса ёвх высо-
кого и t!ИЗl<ОГО уровней . . . . . ................ . 
Время выдержки на входе переноса ёвх высокого 
и низкого уровней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Время задержки распространения при включе­
нии no входу синхронизации С относительно 
выхода переноса ............................ . 
Время задержки распространения при выключе­
нии no входу переноса С8х относительно выхода 
переноса Свых .... .... ............ · · ·. · · · · 
Время задержки распрост�нения np4o1 В1<ЛЮчении 
no вход'i переноса ёвх относительно выхода пе-
реноса Свых . . . . . . . . . . . ........... . 

К100ИЕ160 

-5,2 В ±5%
)-0,98 В

(-1,63 В
с. 220 мкА 
-150 мА

1. .. .4.5 нс 

1 ... 4.5 нс 
1.1 ... 3,З нс 
1, 1 .. 3,3 нс 

( 3,5 НС 

" - 1нс 

с; - 7,5 нс 

,i;-2,5 нс 

<; З,7 нс 

<; 3,1 нс 

с. 10,5 

< 6,9 

<; 6,9

Микросхема представляет собой деенадцативходовую схему 
контроля четн ости. Содержит 212 интегральных элементов. Кор­
пус типа 402.16-6, масса не более 1,5 r. 
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Услоеное rрафическое обо311аче- К100ИЕ160 

Назначение выводов: 1, 16- общие; 2- выход; 3- вход 
А1; 4- вход В1; 5- ВХОД А2; б- еход В2; 7- вход АЗ; 8-
наnряжение питания; 9 - вход ВЗ; 10 - вход А4; 11 - вход В4. 
12- вход А5; 13- вход В5; 14 - вход Аб; 15 - вход 86. 

Электрические nараметрь1 

Номинальное напряжение питания ............ . 
Выходное напряжение высокоrо уровня ....... . 
Выходное напряжение низкого уровня ......... . 
Помехоустойчивость nри высоком уровне . . . . .. 
Помехоустойчивость nри низком уровне 
Входной тОt< низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . ... . 
Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Время задержки распространения nри включении 
(выключении}: 

по выводам 2-10 ..... . .. . 
по выводам 2--4 . . . . . . . . . . . ..... 

К100ИМ180 

-5,2 В ±5%
)-0,98 В
(-1,63 В
;;;. 125 мВ
;;;. 155 мВ
.- 0,5 мкА
i. 0,265 мА
<: 78 мА 
< 405 мВт 

,i;; в нс 

< 7,5 нс 

Микросхема представляет собой сдвоенный высокоскорост­
ной <:умматор-вычислитель. Содержит 216 ИtiТегральных: элемен­
тов Корпус типа 402 15-6, масса не более 1,5 r 
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Условное rрафическое обозначение К100ИМ180 

Назначение выводов· 1, 2- инверсные выходы. 3, 13- вь,­

ходы переноса; 4, 12- входы переноса, 5, б, 10, 11- входы ин­
формации; 8 - напряжение питания; 14, 15 - nрямьIе выходы; 
16- общий

Электрические параметры 

номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение высокого уровня 
Выходное нап ряжение низкого уровня 
Входной ток низкого уровня . . 
Входной ток высокого уровня: 

no выводам 4, 7, 9, 12 

по выводам 5, 6, 10, 11 

Ток потребления .. 
Мощность потребления ................. . 
Время задержки распространения· 

no выводам 11-13 . . . . . . . . . . . . ...... . 

по выводам 2-6, 3-7 . . . .. 
по выводам 4-2 . . . . . . . . . ............ . 
по выводам 9-1 

К100ИП179 

-5,2 В ±5%
)-0,98 В
(-1,63 В

> 0,5 мкА

< 0,35 мА 

< О, 265 мА 
< 90 мА 
< 470 мВт 

( 7 НС 

,;; 6,5 нс 
( 3,2 НС 

< 6 нс 

Микросхема представляет собой схему быстрого переноса. 
Содержит 128 интегральных элементов Корпус типа 402 16-6, 
масса не более 1,5 г. 
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К100ИП179 

АС 

4 
.. 

' 

t; 

,, .. 
.. 

l 

t " 

.. 

Рис. 2.8. Ycno11t1oe rpaqж,.etкoe обо�Н11'4-е ИМС К100Иn179 

Назначение выводов: 1, 16 - общие; 2, 15-.выходы: З, б -
выходы переноса; 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14 - входы; 8- напряже­
ние питания: 11- вход переноса. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ............ . 
Выходное напряжение низкого уровня . . ...... . 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входной ток низкого уровня .................. . 
Входной ток высокого уровня. 

no входам 10, 13 ......................... . 
no входу 12 ..................... . 
no входу 14 .... .............. ..... . 
no входам 4, 7, 11 . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
no входам 5, g . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Мощность потребления . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Время 3аДержки распространения: 

no выводам 2-5 ......................... . 
no выводам 11-3, б ................. . 
no выводам 14-15 . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

- 5,2 В ±5%
(-1,63 В
)-0,98 В 

> 0,5 мкА

, 0,55 мА 
( 0,5 мА 
< 0,425 мА 
< 0,35 мА 
.;; 0,265 мА 
<90 мА 
< 470 мВт 

.;; 5,5 нс 
.;; 4,5 нс 
.;; 2,9 нс 
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К100ИП181 

Микросхема представляет собой арифметико-лоrическое ус­
тройство на 16 операций с двумя четырехбитовыми словами. Со­
держит 504 интегральных элемента. Корпус типа 405.24-1, масса 
не более 2 г 

rz .J 

Y.J 1 

�,, 6

х, 4 

Х2 5 

Х3 

Услоеное rрефмческое обо3"ачеt1Ме l(f00ИП181 

На3начение выводов: 1, 24- общие: 2, 3, б, 7 - выходы; 4, 5.

8- В!,rходы переноса: 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21- входы инфор­
мации; 13, 14, 15, 17, 23- входы управления режимом работы.
12- напряжение питания, 22- вход n�реноса

Электрические параметры 

Номмналt,ное напряжение питания 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входной ток низкого уровня . 
Входноf! ток высокого уровня 

по выводам 9, 11, 19, 20

no выводам 10, 16, 18, 21 

no выводам 13, 23

по выводу 22 
no выводам 14, 15, 17

Ток потребления .................... . 
Потребляеr.,ая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Время задержки распространения ............ . 
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-5,2 В :t5%

, - 1,63 В
)-0,98 В

;;. 0,5 мкА

, 0,245 r.tA 

, 0,22 мА 

, 0,2 мА 

, 0,29 мА 
<: 0,265 мА 

, 145 мА 
, 755 мВr 
, 11 нс 



К100ИР141 

Микросхема представляет собой универсальный четырехраз­
рядный регистр сдвига. Содержит 911 интег,ральных эnементоа. 
Корпус 402.1 б�. масса не более 1,5 r.

QO Н

Qf 1S"

Q2 2 

QJ J 

Усnовное rрефмчее&ое обо3t18'1е- К100ИР141 

На3начение выводов: 1 - общий 1; 2- выход 02; 3- выход 
03; 4 - вход синхрони3ации С; 5 - вход ссдвиr вправо» DR; 6 -
вход DЗ; 7 - вход дешифратора S2; 8 - напряжение питания;

g_ вход D2; 10- вход дешифратора S1; 11- вход· D1; 12-

вход DO; 13- вход «сдвиг влево» DL; 14- выход 00; 15- вы-
ход О 1; 16 - общий 2. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ............ . 
Входное напряжение высокоrо уровня при Иn = 8 В 
Выходное напряжение ни3Коrо уровня при Иn = 8 В 
Входной ток высокого уровня nри Иn = 8 В ..... . 
Входной ток низкого уровня при Un = 8 В . . . . . . . 
Ток потребления nри Иn

= 8 В ................. . 
Время задержки распространения при выключении 
по входу синхрони3ации С . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Время 3адержки распространения при вкпючении 
no входу синхрони3ации С . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Время задержки распространения при выключении 
no ВЫ)(оду 03 в режиме «сдвиг вправо» при функ-
ционаnьНОt,11 контроле . . . . . . . . . . ............ . 
Время эадерЖIСИ распространения при включении 
no выходу 02 в режиме «сдвиг вправо» при функ-
циональном контроле ........................ . 

-5,2 В ±5 %
;;i.-0,98 В
(-1,63 В
, 220 мкА 
;;i, 0,5 мкА
-126 мА

( 4,3 НС 

-. 4,3 нс 

i. 8 нс

,i;; 8 нс 
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Время задержки распространения при ВЫКЛl()Чениl-' 
по выходу 01 в режиме «сдвиг вправо• при 
функциональном контроле . . . . . . . . . . . . . . . . . с; 8 kC 
Время задержки распространения при включении 
no выходу QO в режиме «сдвиг вправо» при функ-
циональном контроле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с-. 8 нс 
Время задержки распространения при выключении 
по вьIходу Q0 в режиме _«сдвиг влево» при Функ-
циональном контроле . . . . . . . . . ( 8 нс 
Время задержки распространения при включениl'I 
по выходу 01 в режиме «сдвиг влево" nри фу>il(-
циональном l(ОНТроле . . . . . . с; 8 нс 
Время задержки распространения при выключении 
по выходу 02 в режиме «сдвиг влево» при функ-
циональном контроле . . . . . . . . . . . . . . . . . с; 8 1-1с 
Время задержки распространения при выключенl'!и 
по выходу QЭ в режиме «сдвиг влево» при Функ-
циональном контроле . . . . . . . . . . . < 8 нс 
Время перехода из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня 1,1 З,З нс 
Время перехода из состояния низкого уровня 
в состояние высокого уровня 1, 1 З,З нс 
Время подготовки низкого и высокого уровней 
на информационном входе DO с; 2.5 нс 
Время выдержки низкого и высокого уровней 
на информационном входе DO с; 1 5 нс 
Время подготовки низкого и высокого уровней 
по управляющим входам Sf, S2 . . с. 3,5 нс 
Время выдержки низкого и высокого уровней 
по управляющим входам S 1, S 2 . . . . . . < 1.5 нс 

К100КП1 

Микросхема представляет собой 2 схе"'ы управления ключом 
напряжения Содержит 84 интегральных элеt1ента Корпус типа 
402.16-2, масса не более 1,5 г. 

Назначение выводов· 1, 7, 9, 13 -свободные (нео1сnользуе­
мые): 2-входы Xf; Э- вход Х2: 4-вход Х4; 5- вход ХЗ. б­

наnряженl'!е питания (-5,2 В), 8- общий: 10- коллектор 2,

11-выход У2; 12-фильтр: 14-выход У1, 15-колле�rтор 1,

16 - напряжение питания (5 В)
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Электрические параметры 

номинальное наnряжение питания ............ . 

Остаточное напряжеж.1е при /н = О, 1 А ........ . 
напряжение при втекающем токе 200 мА ..... . 
Входной ток низкого уровня .................. . 
Входной ток высокого уровня ............ . 
Ток ут�ки . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Ток потребления ........................ . 
Ток потребления при низком уровне выходного 
напряжения· 

no выводу б .......... . 
по выводу 16 .......................... . 

Ток потребления при высоком уровне выходного 
напряжения: 

по выводу б . ................. . 
по выводу 16 ................ . 

Время задержки втекающего тока .......... . 
Время задержки вытекающего тока ......... . 

-5,2 В± 5%,
5 В± 10%
0,75 ... 1,158
<-0,4 В
:> 0,5 мкА
< 0,55 мА
( 0,2 мА
( 145 мА

>-62 мА 
< 46 мА 

:>-50 мА 
( 38 мА 
-.; 15 нс 
< 13 НС 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания по выводу б (0,5 с) ....... . 
Напряжение питания no выводу 16 (0,5 с) ...... . 
Напряжение на выводе 10 относительно вывода 16, 
на выводе 15 относительно вывода 16 (0,5 с) ... 
Вытекающий ток, определяемый внешним сопро­
тивлением (в течение 5 мс) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Вытекающий ток (среднее значение) 
в течение 0,5 с ............................. . 
Втекающий ток (среднее значение), в течении D,5 с 

К100КП2 

)-78 
(7В 

( 1,4 В 

( 140 мА 

( 70 мА 
(80 мА 

Микросхема представляет собой 2 схемы управления универ­
сальным ключом тока. Содержит 52 интегральных элемента. Кор­
пус типа 402.16-6, масса не более 1,5 г. 

Назначение выводов: 1- конденсатор 1; 2 - вход Х1; З­

вход Х2, 4 - вход Х4; 5 - вход ХЗ; б - напряжение питания 
(-5,2 В); 7 - конденсатор 2; 8- общий; 9, 10, 15- свободные, 
11- выход У2; 12- конденсатор 2'; 13- конденсатор 1'; 14-

выход У1; 16- напряжение 11итания (5 В).
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Электрические параметры 

Номиналы-tое напряжение питания ........... . 

Остаточное напряжение при lм= 0,1 А .. ..... .
Аммитуда импульса напряжения ............ . 
Выходное напряжение . . . . . . . . ............. . 
Ток юллектора ............................ . 
Входной TOf( низкого уровня . . . ............. . 
Входной теж высокого уровня . . . . . . . 
Ток потребления при низком уровне выходного 
напряжения: 

no выводу 6 ............................ . 

no выводу 16 ........................... . 
Ток потребления nри еьк:оком уровне выходного 
напряжения: 

no выводу 6 .............. .. .
no выводу 16 ............ ... . 

Ток утечl(И ................................. . 
Время задержки втекающего тока . . . . . . . . . . . . 
Время задержки положительного напряжения ... 

-5,2 В ±5%:
5 В ±10%
0,65 ... 1,05 В
)18
-1,35 ... -2,35 В
(5 мА 
;;, 0,5 мкА
-.О,55 мА 

)-36 мА 
(46 мА 

)-68 мА 
(38 мА 
< 0,2 мА
< 13 нс 
( 16 нс

Предедьно допустимые режимы 3ксмуатации 
Напряжение питания по выводу 6 . . . . . . . . . . . . . . . . ) -7 В 
Напряжение питания по выводу 16 . . . . . . . . . . . . . . . . < 7 В
Вытекающий ток (среднее значение) в течении 0,5 с . . . < 80 мА 
Втекающий ток (среднее значение) в течении 0,5 с . . . . < 70 мА
Втекающий ток, определяемый внешним сопротивле-
нием (в течении 5 мс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 140 мА

К100ЛЕ106 

Микросхема представляет собой З логических элемента ИЛИ·
НЕ. Содержит 45 интегральн ых элементов Корпус типа 402 16--6, 
масса не более 1,5 г
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Условное rрвфическое 
обо�начение К100ЛЕ106 



Назначение выводов 1, 16- общие; 4, 5, б, 7, 9, 10, 11, 12. 

1 З, 14 - входы. 2 - выход У1. 3 - выход У2; 8 - напряжение 
питания; 15- выход УЗ.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .......... . 
Выходное напряжение низкого уровня ........ . 
Выходное напряжение высокоrо уровня .... . 
Входной ток низкого уровня ................ . 
Входной тсж высокого уровня . . . . . . . • . . . . . 
Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••... 
Потребляемая мощность ................... . 
Время задержки распространения при включении 

К100ЛЕ111 

-5,2 В ±5%

<;-1,638

---0,98 В

) 0,5 мкА 
,о,265 мА 
, 21 мд 
, 110 мВт 
, 2,9 нс 

Микросхема представляет собой 2 логических элемента ИЛИ· 
НЕ с мощным выходом. Содержи-т 34 интегральных элемента. 
Корпус типа 402 16-6, масса не более 1,5 r. 

11> 1 

Усnоеное rрафмческое обожаченм. КfООЛЕ111 

Назначение выводов: 1, 15, 16- общие; 2- выход У1; 3-

выход У2; 4 - выход УЗ, 5 - вход Х1; б- вход Х2; 7 - вход ХЗ;

8- напряжение питания, 9- вход Х4; 10- вход Х5; 11- вход
Хб, 12- ВЫХОД У4, 13- выход YS; 14- выход Уб.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .......... . 
Выходное напряжение НИ3Кого уровня . . . . . . . . . 
Выходное напряжение высокого уровня

Входкой ток низкого уровня ................ . 

-5,2 В ±5%

(-1,6 В 
)-0,98 В 
, 0,5 мкА 



B)(o,aнoiil то-< высо,<0го уровня 
Ма�<симаr,ь ... ый выходной ток 
Тnк nотреблеtiиЯ . . . . . ... ..... . 
Потребляемая мощност1-, . . . . . . . . . . . . . 
Время задержки расnространения nри включении 
(выключении) . . . . . . . . . . . . . .......... . 

К100ЛЕ211 

( 435 мкА 
'- 32 мА 
(38 мА 
, 198 мВт 

(2 9 нс 

Микросхема nредставляет собой 2 логических элемента ИЛИ­

НЕ с мощным выходом. Содержит 34 интегральных элемента. 
Kopnyc типа 402 16-6, масса не более 1,5 г. 

Усnоеное rрафическое обо3tiачение К100/IE211 

Назначение выводов: 1, 15, 16- общие; 2- выход У1; 3-
выход У2, 4- выход УЗ; 5- вход Х1; б- вход Х2; 7- вход ХЗ; 
В - наnряжение nитания; 9 - вход Х 4, 10 - вход Х5; 11 - вход 
Хб; 12- выход У4; 13- выход У5; 14- выход Уб. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение nитания . . . . .... 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . .. . 
Выходное наnряжение высокого уровня ....... . 
Входной ток низкоrо уровня . . . . . . . . .. 
Входной ток высокого уровня 
Ток nотреб11ения 
Потребляемая мощность .. 
Время задержки расnространения nри включении 
Время задержки расnространения nри выключении 
Время перехода из состояния низкого уровня 
в состояние высокого уровня . . .............. . 
Время переходе из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня 
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-5,2 В ±5%
(-1,63 В
;;. -0,98 В
;;. 0,5 мкА
( 0,41 мА
с; 38 мА
( 198 мВт
( 2,5 нс
, 2,5 нс

с; 2,5 нс 

( 2,5 нс 



К100ЛК117 

Микросхема представляет собой два логических элеt.1ента 
2-ЗИЛИ-2И/ИЛИ-2И-НЕ

Содержит 56 интегральных элементов. Корпус типа 402 16-6,
масса не более 1,5 г. 

Назначение выводов 1 - общий 1, 2 - выход У1, З - выход 
У2, 4- вход Х1; 5- вход Х2, 6- вход ХЗ, 7- вход Х4; 8-

наnряжение питания, 9 - вход Х5; 10 - вход Хб 11 - вход Х7; 
12 - вход ХВ, 1 З - вход Х9: 14 - выход УЗ, 15 - выход У 4; 16 -
общий 2. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . 
Выходное напряжение высокого уровня 
Выходное напряжение низкого уровня ... 
Напряжение высокого уровня .. , . . . . . . 

Напряжение низкого уровня . . . . ..... 
Помехоустойчивость при напряжении высо­
кого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Помехоустойчивость при напряжении низкого 
уровня . . . . . . . . ........ .. . 
Входной ток высокого уровня 

по выводам 4-7, 10-13 

no выводу 9 ........ . 
Входной ток низкого уровня 
Ток потребления .. ... . 
Время задержки распространения при вклю­

чении 

-5,2 В :t 5% 
;;. -0,98 В
<-1,63 В
-0,96 ... -0,7 В

- 1.49 .. -1,65 В

.- 125 мВ 

.- 155 мВ 

, 265 мкА 
, 355 мкА 
, 0,5 мкА 
)-26 мд 

i,4 З,4 нс 
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Время задержки распространения при выклю-
чении .. . .... ... ..................... . 
ВреМА �ода nри включении ........... . 

1,4 ... 3,4 НС 

<: 4 нс 
Время перехода п?и выключении .......... . <: 4 нс 

К100ЛК121 

Микросхема представляет coбoii1 nогический элемент ИЛИ-И/ 
ИЛИ-И-НЕ. Содержит 54 интегральных элемента. Корпус типа 
402.16-6, масса не более 1,5 г. 

Усnовное rрllфическое обо2наченме К100ЛК121 

На3Н8чение выводов: 1, 16 - общие; 2, 3 - выходы: 4, 5, 6, 7, 
g, 10, 11. 12, 13, 14, 15- входы; 8- напряжение nитакия. 

Электрические параметры 

Номинаnьное напряжение питания ..... . 
Выходное напряжение низкоrо уровня ......... . 
Выходное напряжение высокого уровня ....... . 
Входной ток низкого уровня .................. . 
Входной ток высокого уровня: 

по входам 4-7, g, 11-15 . .. ........... . 
по еходу 10 . ........................... . 

Ток потреблеюtя ............................ . 
Потребляемая мощность . . . . . . . . . . ......... . 
Время задержки распространения ............ . 
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-5,2 В± 5%
(-1,63 В 
)-0,98 В 

) 0,5 мкА 

( 0,265 мА 
<: 0,355 мА 
<:-26 мА 
(135мВт 
( 3,4 НС 



К100ЛЛ110 

Микросхема представляет собой 2 логических элемента ИЛИ 
с мощным выходом. Содержмт 34 и..тегральных элемента. Корпус 
типа 402.16-6, масса не более 1,5 r. 

Усnоеное rр1фмческое обо,начение К1 ООЛЛ110 

на�начение выводов: 1, 15, 15- общие: 2- sыход Y'f·; З­

выход У2; 4 - выход УЗ; 5 - вход Х1; 6 - вход Х2; 7 -вход ХЗ-. 

В - Н1И1рRЖение питания; 9 - еход Х4; 10 - вход Х5; 11- вход Хб; 
12-выход У4; 13- еыход У5; 14- выход Уб.

Электрические параметры 

Номинальное наnряже.1не питания ............ . 
Выходное напряжение низкого уровня ......... . 
Выходное напряжение высокого уровня ....... . 
Входной ток низкого уровня .................. . 
Входной ток высокого уровня ................. . 
Максимальный выходной ток ................. . 
Ток потребления . . . . . . . . . . ................ . 
Потребляемая мощность ..................... . 
Время задержки распространения nри включении 
(выключении) ............................... . 

К100ЛЛ210 

-5,2'В ± 5%
С" - 1,бЗ' В

)-0,98 В

( 0,5 мкА
< 0,435 мА
<32 мА
,звмА 

< 198 мВт 

( 2,9 НС 

Микросхема представляет собой 2 логических элемента ИЛИ 
с мощным выходом. Содержит 34 интегральных элемента. Корпус 
типа 402.16-6, масса не более 1,5 г. 



Назначение выводов: 1, 15, 16 - общие; 2- выход У1; 3-
выход У2; 4 - выход УЗ; 5 - вход Х1; б - вход Х2; 7 - ВХОД ХЗ; 
8 - напряжение питания: 9- вход Х4. 10- вход XS; 11- вход Хб; 
12 - ВЫХОД У 4; 13 - ВЫХОД У5; 14 - ВЫХОД Уб. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . ..... . 
Выходное напряжение низкого уровня ......... . 
Выходное напряжение высокого уровня . ... .. . 
Входной ток низкого уровня . . . . . ..... . 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . ........ . 
Ток потребления . . . . . . . . . ................ . 
Потребляемая мощность ...................... . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки ра спространения при выключении 
Время перехода из состояния низкого уровня в со­
стояние высокоrо уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Время перехода из состояния высокого уровня в 
состояние низкого уровня . . . . . . . . . ...... . 

К100ЛМ101 

-5,2 В± 5% 
.; -1,63 В
) -0,98 В

) 0,5 мкА 
( 0,41 мА 
(38 мА 

( 198 мВт 
.; 2,5 нс 
.; 2,5 нс 

( 2,5 НС 

.; 2,5 нс 

Микросхема представляет собой 4 логических элемента 
2ИЛИ-НЕ/ИЛИ. Содержит 53 интегральных элемента. Корпус типа 
402.16-6, масса не более 1,5 г. 
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Услоеное rраФ11Ческое 
обоз1<ачеt1ме К100ЛМ 101 



Наэначение выводов: 1, 16- общие; 2, З, 5, 6, 9, 11, 14, 15-

выходы; 4, 7, 10, 12, 1 З - входы; 8 - напряжение питания. 

Эnеtn"рМческме nараметрь1 

Номикаnьное напряжение питания . . . ... . 
Выходное напряжение низкого уровня .. . 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входной ток НИ)l(()Го уроеня 
Входном TOIC высокого уроЕЖя: 

по входам 4, 7, 10, 13 

по входу 12 .......... . 
Ток потребления ........ . 
Потребляемая мощность .• 
Время задержки распространения 

К100ЛМ102 

-5,2 В ±5%
(-1,63 В
)-0,98 В
;;. 0.5 мкА

с; 0,265 мА 
с; 0,5 мА 
( 26 мА 
: 135 мВт 

2,9 НС 

Микросхема nредставмет собой 4 логических элемен ra 
ИЛИ'-НЕМrn1. Содержит 53 интегральных элемента. Корпус ти:,а 
402.16-6, масса не более 1,5 г. 

Ytl10l№e rpllфlNICК08 обо,неченме К1 ООЛМ102 

Назначение выводов: 1, 16- общие; 2, 3, 9, 14, 15- выходы; 
4, 5, б, 7, 10, 11. 12, 13- входы; 8- напряжение питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .. 
Выходное напряжение низкого уровня .. 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входной ток низкого уровня .... 
Входной ток высокого уровня 

4--69<4 

-5.2 В ±5%
8'-1,63 В
;;. -0,98 В
;;. 0,5 мкА
с; 0,265 мА



i ок потребления . . . . . . .. 
Потребляемая мощность ... 
Время задержки распространения 

К100ЛМ105 

< 26 мА 
< 1зs "в1 
< 2,9 нс 

Микросхема представляет собо� 3 лоrических элемента 
ИЛИ-ttЕМЛИ. Содержит 42 интегральных эnемеt-rта. Корпус типа 
402.16-6, масса не более 1,5 r. 

Условное rрвфмческое або1148Ченме К100ЛМ105 

На3каченме выводов: 1, 16- общие; 2- выход У2: З- вы­
ход У1; 4-вход Х1, 5- вход Х2; 6- выход УЗ; 7- выход У4", 
В-напряжение питания; 9-входХЭ; f(1-входХ4; 11-входХ5; 
12- вход Х7; 13- вход Хб; 14- выход У5; 15- выход Уб.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .... 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входной ток низкого уровня 
Входной ток высокого уровня ........ . 
Максимальный выходной ток . . ..... . 
Ток потребления . . . . . .. ..... . 
Потребляемая мощность . . ........ . 
Время задерж�си расnространения npl!t вкntОЧеНИМ 
(выключении) . . . . . . . . . . . . . ..... . 

К100ЛМ109 

-5,2 В :t 5%
<-1,63В
)-0,98 В
< 0,5 мкА
< 0,265 мА
(32 мА 
< 21 мА 
< 110 мВт 

<2,9 нс 

Микросхема представляет собой 2 nоrкчески.х. элемента 
5ИЛИ-НЕМЛИ, 4ИЛИ-НЕМЛИ. 

Содержит 42 интегральнь...< элемента. Корпус тиnа 402.16-6, 
масса ке бо.:,ее 1,5 г 
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Усnоеное rрефмчеасое о6о�н-нме К100ЛМ109 

Назначе+Ме еыеоАОВ: 1 -общий 1; 2 - выход У1; 3 -выход У2; 
4- ВХОД Х1; 5 - вход Х2; б - вход хз: 7 - вход Х4: 8 - наnрs:!>ке•
ние питания: 9 - вход Х5; 10 - вход Хб: 11 - вход Х7; 12 - вход
ХВ; 13- вход Х9; 14 - выход У4; 15 - выход УЗ; 16 - общий 2.

Электрические nараметрь1 

Номинальное напряжение питания ......... . 
выходное напряжение высокоrо уровня .... . 
Выходное напряжение низкого уровня ...... . 
напряжение высокого уровня .............. . 
Напряжение низкого уровня ............... . 
Помехоусrойчивость nри напряжении высокого 
уровня .................................. . 
Помехоустомчивость при напряжении ни3t<оrо 
уровня .................................. . 
Входном fOI( ВЫО<ЖОГО уровня .......•....... 
Входной ,ок ни:жого уровня ............... . 
Ток nо11)еблени111 ......................... . 
Время задержки распространения при вклю-
чении ................................... . 
Время 3аДержки расnространения при выmю-
чении ....................•............. · · 
Время перехода при включении ........... . 
Время перехода при выmючении .......... . 

К100ЛП107 

-5,2 В ±5%

>-0,98 В 
<-1,63 В 
-0,96 ... -0,8; В
-1,85 ... -1,65 В

> 125 мВ

.-155 мВ 
< 265 мкА 
< 0,5 мкА 
>-,.мА 

1 ... 2,9 ис 

1 ... 2,9 нс 
<3,3 ж: 
< З,Э нс 

Микросхема представляет собой З логических �nемента 11�­
кn�очающее ИЛИ..НЕМЛИ. 

Содерммr 67 интеrраn�.ных апементое. Корпус тиnа '402.16-6.

МаСС8 не более 1,5 г. 
�· 99 



Услоаное rрафмческое обо�наче.,.., к10011n107 

Назначение выводов 1- общиiii 1; 2- выход У1; 3- выход 
У2; 4- вход Х1; 5 - вход Х2: б - свободный. 7 - вход ХЗ; В­

напряжение питания; 9- вход Х4: 10- выход УЗ; 11- выход 
У4; 12- выход У5, 13- выход Уб· 14 - вход Х5: 15- вход Хб; 

16- общий 2.

Эnектрические параметры 

Номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение высокого уровня 
Выходное напряжение низкого уроеня 
Напряжение высокого уровня .... 
Напряжение низкого уровня . . . . 
Помехоустойчивость при напряжении высоl(оrо 
уровня ................... . 
Помехоустойчивость при наnряжен111� н111зкоrо 
уровня .. .............. . 
Входной ток высокого уровня 

no выводам 4, 9, 14 .. 
по выводам 5, 7, 15 

Входной ток низкого уровня 
Ток nотребrlения ............ . 
Время эадер)l(l(И распространения при включении 
Время задержки распространения ПDИ выклю-
чении .................. . 
Время перехода при включени111 
Время перехода при выключен111�,,, 

К1ООЛП115 

-5,2 В± 5% 
)-0,98 В
(-1,63 В
-0.96 .. -0,81 В
-1,85 ... -1,65 В

;;i 125 мВ 

) 155 мВ 

) 350 мкА 
;;i 265 мкА 
( 0,5 мкА 
(28 мА 
1 . 3,9 нс 

1 .. 3,9 нс 
( З,8 нс 
< З,8 нс 

Микросхема представляет собой 4 приемника с линии Со­
держит 32 интегральных элемента. Koonyc тиnа 402.16-6, масса 
не более 1 5 г. 
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Услоеl40е rрафическое �,1111че11ие t<100ЛП115 

назначение выводов. 1, 16 - общие, 2, 3, 14, 15- 9Ыходы: �. 
5, б. 7, 10, 11, 12, 13- входы. 8- напряжение питания· 9- вы­
ход источника опорного напряжения (ИОН). 

Электрические nараметры 

Номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . ... 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входной ток высокого уровня . 
Ток утечки на входе ........ . 
Ток потребления . ........ . 
Потребляемая мощность ... . 
Время задержки распространения . . ....... . 

К100ЛП116 

-52 В± 5% 

(-1,63 В

:>-0,98 В

с;; 0,1 мА 
с;; 1 мкА 
(26 мА 
с;; 135 мВт 
с;; 2,9 нс 

Микросхема представляет собой 3 дифференциальных при­
емника с линии. Содержит 32 интегральных элемента. Kopnyc 
типа 402.16-6, масса не более 1,5 г 

Ycno- rрафичеиое обО»iаче­
ние К1ОО11П116 

Н83Начение выводов: 1, 16-общие; 2, б, 14-инверсныееыхо­
ды, 3, 7, 15 - прямые выходы: 4, 5, 9, 10, 12, 13 - входы: 8 -наnря­
)1(8Ние питания, 11 -еыход источ>1ика опорного напРЯЖения. 



Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение низкого уровня. 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входной ток высокого уровt1я 
Ток утечки на входе 
Ток потребления .... . . 
Потребляемая мощность 
Время задержки распространения 

К100ЛП128 

-5,2 В± 5%
(-1,63 В
)-0,98 В
( 0,265 мА
( 1 мкА 
( 21 мА 
, 110 мВт 
( 2,9 нс 

Микросхема представляет собой возбудитель линии. Содер­
жит 169 интегральных элементое. Корпус типа 402.16-6, масса не 
более 1,5 r 

Назначение выводов: 1, 9, 16 - общие; 2- выход 02; 3-
вход С, 4, 5, 12, 13- входы; 6 - вход D2; 7 - вход R; 8- напря­
жение питания (Ип,); 10- вход S, 11- вход D1; 14- напряже­
ние питания (И112); 15- выход 01.

Электрические параметры 

Номинальl-'ое напряжение питания 

выходное напряжение низкого уровня .....•.... 
Выходное напряжение высокого уровня 
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-5,2 В± 5%;
5В± 10%
(0,5 В
)2,5 В



входной ток высокого уровня: 
по входу з .... ........................ . 

по входам 5. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
по входам б, 10, 11 ....................... . 
no входу 7 ............................... . 

Входной ток низкого уровня .................. . 
Ток потребления от источника питания Иn1 •.... 
Ток потребления от источника питания Ura .... . 
Ток короткого замыкания ..................... . 
Время задержки распространения прм включении: 
вход 6- выход 2, вход 11 -выход 15 ........ . 
Время задержки распространения при выключении: 
вход 6- выход 2; вход 11- выход 15 ........ . 
Время установления сигнала высокого уровня: 
ВХОДЫ 6, 10 -ВЫХОД 2; ВХОДЫ 10, 11 - ВЫХОД 15 
Время удержания сигнала высокого уровня . . .. 
Время перехода при включении и выключении: 
ВХОД 6- ВЫХОД 2, ВХОД 11- ВЫХОД 15 ..... ,_ .. 

К100ЛП129 

..; �.62 мА 
-. 0,5 мА 
-. 0,265 мА 
..; 0,35 мА 
) 0,5 мкА 
)-97 мА 
< 73 мА 
< 260 мА 

1 ... 16 нс 

1 ... 16 нс 

( 4 нс 
-. 3 нс 

( 15 нс 

Микросхема представляет собой приемник с линии. Содер­
жит 290 интегральных элементов. Корпус типа 402.16-6, масса не 
более 1,5 г. 

2 

J , 

YCII08Ж)I rрllфмческое обо......- К100М129 

Назначение выводов: 1, 16- общие; 2- выход 03, 3- вы­
код 02; 4 - вход D3; 5 -tаЖТроль СН; б -ВХОД D2; 7 - вход DO; 
8- напряжение питания (UnJ: Q- напряжение литания (Ura):
10-входR; 11-входё; 12-входS; 13-входDf; 14-выход
QO; 15- выход 01.
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Электрические параметры 

Номинелыюе напряжение питания . . . . . . . . . ... 

Выходное напряжение низкого уровня по ЭСЛ 
входам; по ТТЛ входам (в гистерезисном и без-
гистерезисном режимах) . . . . . . . ............ . 
Выходное напряжение высокого уровня по ЭСЛ 
входам; по ТТЛ входам . . . . . . . . . . . . ......... . 
Входной ток высокого уровня: 

по входам 4, б, 7, 13 . . . . . . . . . . ..... . 
по входу 10 ......... ....... ... . 
по входам 11, 12 . . . . . . . . . .. 

Входном ток низкого уровня 
no ЭСЛ входам; ТТЛ входам, 
по входам 4, б, 7, 13 ..... ....... ... . .. . 
no входам 10-12 . . . . .......... . 

Ток потребления по ЭСЛ входам, ТТJ\аходам 
от источника питания Un, . . . . ... 
от источника питания Um 
в гмстерезисном режиме . . . . . 
в безrистерезисном режиме . . . . . . . . . . . . . . 
Время 3ЗДержки распространения при включении 
вход 4 - выход 2, вход 6 - выход З; 
ВХОА 13- ВЫХОД 15; ВХОД 7- ВЫХОД 14; .... 
ВХОД 11 - ВЫХОД 2, ВХОД 11 - ВЫХОД 3, 

ВХОД 11- ВЫХОД 14; ВХОД 11- ВЫХОД 15; .. 
вход 12 - выход 2; вход 12 - выход З, 
ВХОД 12- ВЫХОД 14; ВХОД 12- ВЬIХОД 15 
вход 10 - выход 2, вход 10 - выход З; 
вход 10 - выход 14; вход 10 - выход 15 
Время эадерЖl<И распространения при выключении: 
вход 4 - выход 2; вход 6 - выход 3;

вход 13- выход 15; вход 7 - выход 14 

вход 11 - выход 2; вход 11 - выход 3;

вход 11 - выход 14; вход 11 - выход 15

ВХОД 12 - ВЫХОД 2; ВХОД 12 - ВЫХОД 3; 
вход 12- выход 14, вход 12- выход 15 
Время установления сигнала высокого уровня. 
вход 4 - выход 2; вход 6 - выход 3,

вход 7 - выход 14; вход 13- выход 15 ....... . 
Время удержания сигнала высокого уровня· 
вход 4 - выход 2; вход 6 - выход З; 
ВХОД 7- ВЫХОД 14; ВХОД 13- ВЫХОД 15 . 
Вре� перехода при включении и выключении 
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-5.2 В :t 5%;
+ 58 ± 10%

с; -1,63 В 

)-0,98 В 

с; 0,0905 мА 

с; 0,451 мА 

с; 0,245 мА 

) -1 мкА 
:> 0,5 мкА 

:> 8 мА 

:> -157 мА 
:>-172 мА 

1 .. 18 НС 

1 ... 7.8нс 

1 ... 6,5 НС 

1 ... 7,5 НС 

1 ... 18 нс 

1 ... 7,8 нс 

1 ... 6,5 нс 

< 20 нс 

< 20 нс 



вход 4 - выход 2, вход б - выход 3,

вход i- выход 14; вход 13- выход 15; 

вход 11 - выходы 2, 3, 14, 15; 

вход 12 - выходы 2, 3, 14, 15, 

вход 10- выходы 2, 3, 14, 15 ............... . 

К100ЛП216 

( 4 нс 

Микросхема представляет собой З приемника с линии. Со­
держит 44 интеrральнь.Iх элемента. Корпус типа 402.16-6, масса 
не более 1,5 r 

Условное rрафмческое обо�наченме 
К100ЛП216 

Наэнечение выводов: 1, 1б- общие; 2- выход У1; 3- вы­
ход У2; 4- вход Х1, 5- вход Х2; 6- ВWХОД УЗ, 7- выход Y.f, 

8 - напряжение питания; g - вход ХЗ; 10 - вход Х4; 11 - опор­
ное напряжение: 12- вход Х5; 13- вход Хб; 14 - выход У5. 

15-выход Уб

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ......... . 
Выходное напряжение низкого уровня ...... . 
Выходное напряжение ВЫС()l(ОГо уровня .... . 
Опорное напряжение ..................... . 
Входной T()I( ВЫС()l(ОГО уровня .............. . 
f()I( утечки на входе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Потребляемая мощность ................. . 
Время задержки распространения при вклю-
чении .... ....... ...................... . 
Время эадерЖJ<и распространения при выклю-
чении .. ... . ...... .............. . . 
Время перехода иэ состояния выс()l(ого уровня 
в состояние ниэкоrо уровня . . . . . . . . . . . . . . . 
Время перехода иэ состояния низкого уровня 
в состояние высокого уровня ..... 

-5,2 В ±5%
<-1,63 В

)-0,98 В
-1 ,35 ... -1,23 В

(0,115мд

( 1 мкА
(25 мА

< 130 мВт

< 2,5 нс 

( 2,5 нс 

< 2,5 нс 

< 2,5 нс 
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К100ЛС118 

Микросхема представляет собой 2 логических элемента 
ИЛИ-И. 

Содержит 50 интегральных элементов. Корпус типа 402.16-6, 

масса не более 1,5 г. 

Усnоеное rраф-ское о��на ... нме К100ЛС118 

Назначение выводов: 1, 16 - общие; 2 - выход У1; З­
вход Х1, 4-входХ2; 5-входХЗ; б-входХ4; 7-входХ5; 8-

наnряжение nитания; 9- вход Хб; 1 О - вход Х7; 11 - вход ХВ; 
12- вход Х9, 13- вход Х10; 14- вход Х11; 15 - ВЫХОД У2.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ............ . 
Выходное напряжение высокого уровня ....... . 
Выходное напряжение низкого уровня 

ПDмехоустойчивость при напряжении высокого 
уровня ..................................... . 
Помехоустойчивость при напряжении низкого 
уровня .....................................• 
Входной ток высокого уровня: 
по входу 9 .................................. . 
по остальным входам ......................••. 
Входной ток низкого уровня .................. . 
Ток потребления при низком уровне выходного 
напряжения •..............................•. 
Потребляемая мощность 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Время задержки распространения при вmючении 
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-5,2 В ±5%

>-0,98 В

(-",63 В

> 125 мВ

> 155 мВ

> 0,37 мА 
> 0,265 мА
< 0,5 мкА

(26 мА 
< 136 мВт 



и выключении . . . . . . . . . . . . . . . . 
Время nерехода при включении . . . . . . . 
Время перехода nри выключении 

К100ЛС119 

< 3,4 нс 
( 4 нс 
< 4 нс 

М...кросхема представляет собой лоrический элемент ИЛИ-4И. 
Выnолняет функции У= (X1VX2VX3VX4)(X5VX6VX7)(X7VX8VX9) 
(X10VX11VX12). Содержит 47 интегральных элементов. Корпус 
типа 402.16-6, масса не более 1,5 г 

Усnоеное rрафмческое обо)Н-- К100ЛС119 

Назначение выводов: 1, 16- общие; 2- выход У; 3- вход 
Х1; 4 - вход Х2; 5 - вход ХЗ; 6- вход Х4; 7 - вход Х5; 8-
напряжение питания; 9- вход Х6; 10- вход Х7; 11- вход ХВ; 

12-вход Х9; 13- вход Х10; 14-вход Х11; 15-вход Х12.

Электрические параметры

Номинальмое напряжение питания . . . . .. . 
Выходное напряжение низкого уровня ...... . 
Выходное напряжение высокого уровня ... . 
Помехоустойчивость при высоком уровне .. 
Помехоустойчивость при низком уровне 
Входной ток низкого уровня ... 
Входной ток высокого уровня: 
по входу 10 ..... .... .. ... . 
по остальным входам ..................... . 
Ток потребления nри низком уровне выходноrо 
напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

-5,2 В ±5%
(-1,658
-0,81 ... -0,96 В
.а 125 мВ
.а 155 мВ
> 0,5 мкА

< 0,37 мА 
<0,265 uA 

(26 мА 
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Потребляемая r,.4ощность 
Время задер)l()(и расnрострамения nри включении 
И Bb,l{J"IIOЧe>i �� . . . . .... 

Время перехода при включении .. 
Время 11ерехода при выключении . 

К100НР400 

( 136 мВт 

< 3.4 нс 
(4 нс 
( 4 НС 

МиФссхема представляет собой матрицу резисторов Содер­
жит 8 интеграпьнь,х элементов. Корпус типа 402 16-6. масса не 
более 1,5 r 

'fcll08Н0e rр1фмчес:к� обо:1111ченме К100НР400 

Назначение выводов. 1, 4, б, g, 11, 1 З - свободные (неис­
nользуемь,е}, 2, 3, 14, 15 - входы 800 Ом; 5. 7, 10, 12 - входы 
500 Ом; 16 - вбщий. 

Электрические параметры 

Сопротивление резистеров. 
R5 ... R8 

R1 ... R4 
Потребляемая мощность nри номинальном на­
nряжении питания . . . . . . . . . . . .. 

К100ПУ124 

425 ... 575 Ом 
680. 920 Ом

< 296 мВт 

Микросхема nредстамяет собой преобразователь уровня. 
Содержит 128 интегральных элементов. Корпус типа 402.16-6,

uacca не более 1,5 г. 
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На3нацение еыво.аов 1, 2, 14, 15- npяw..e вь�хопы. з. 4, 12.

13 - инеесхньщ выходы; 5. 7, 10, 11- входы. б - стробирующий 
вход, 8 - наnря)l(ение п..�тания (- Um): 9 - напряжен14е "�,.а�..�я 
(+U,a

); 1б - общий 

Электрические nараметры 

Номинальное наnряхение питания 

Выходное наnрАже+1ие низкого уроеня 
Выходное напряжение высокоrо уроеня 
входной ток НИ3КОГО уровня 
no входу 6 ....... . 
no входам 5, 7, 10, 11 . . . . . 
входной ток высокого уроеня: 
ПО ВХОдУ 6 ...... , . ........ , . , .. .... , . 

no входам 5, 7, 10, 11 . . . . . ... . 
Ток nотребnения при Un= -5,2 В ...... .' .. 
Ток потребления при Un= 5 В. . ........ . 
Потребляемая мощность при Ип = - 5,2 В .. . 
Потребляемая мощность при Иn = 5 В 
Время 38Держкм распРОСтранения 

К100ПУ125 

-5,2 В :t5%;
5 B:t5% 

<-1,638 

�-0,98 В 

< 12,8 мА 
< 3.2 мА 

< 0,2 мА 
< 0,05 мА 
<66 мА 
<25 мА 
, 343 мВт 
, 125 мВт 
<6 нс 

Uикросхема представляет собой nреобраюватель уровня. 
Содержит 88 интегральных элементов Корnус типе 402.16-6, 
масса не более 1,5 r. 
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fc.noett0e rрафмческое оС5о3наче­
нме К100ПУ125 

Назначение выводов: 1- выход ИОН; 2, 3, б, 7, 10, 11, 14,

15 - входы: 4, 5, 12, 13 - выходы: 8 - напряжение питания {- Un): 
9- напряжение питания {+Ип): 16- общий.

Электричесжие параметры 

Номинальное напряжение питания ........ . 

Выходное напряжение низкого уровня . 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входной ток низкого уровня . . . . . ... . 
Входной ток высокого уровня ........ . 
Ток потребления nри Um = - 5,2 В . . . 
Ток потребления nри Ura = 5 В ......... . 
Потребляемая мощность nри Un, = -5,2 В 
Потребляемая мощность при Ura = 5 В .. 
Время э�ржхм распространения .... 

К100РУ148 

-5,2 В± 5%;
5В±5%
,o,s в

)2,5 В 
, 1 мкА 

<0,115мА 
<40 мА 
(52 мА 
< 208 мВт 
,260 мВт 
< 10 нс 

Микросхема nредстаеляет собой ОЗУ информационном dfl8a 
КОСТЬЮ 64 бит (64 к1р) С произвольной выборкой. СодерМО4Т 608 МНа 
теrральны�r; :,nемвнтов. Корпус типа 402.16-6, масса не боnее 1,5 r. 

Уетеное � 
об03наченме К100РУ14а 



Наэначение еыеодое: 1 - общий выходного каскада; 2, З -
входы дешифратора D1 адресов АО, А 1; 4, 5- 3аnрет обраще­
ния; б, 7, 9, 10 - входы дешифратора D2; 8 - напряжение пита­
ния; 11, 14- свободные; 12- запрет записи; 13- разрядный 
вход; 15 - разрядный выход; 16 - общий. 

Электрические параметры 

Номмнаnьное напряжение питания ............ . 
Выходное напряжение высокого уровня ....... . 
Выходное напряжение низкого уровня ......... . 
Входной ток низкого уровня: 

no выводам 4, 5 .......................... . 

no выводам 2, з. б, 7, g, 10, 12, 13 ......... . 

Входной ток высокого уровня ................. . 
Ток потребления ............................ . 
Потребляемая мощность .........•....•...•... 
Время выборки адреса ...................... . 
Время вьlборки кристалла .................... . 

К100РУ401 

-5,2 В± 5%
;>-О,98 В
<-1,638

;;. 0,5 мкА 
;> 1 мкА 
<О,2б5 мА 
< 110 мА 
< 624 мВт 
< 15 нс 
< 12 нс 

Микросхема представляет собой сверх1Зnератиеное ,аnомм­
нающее устройство на 16 бит со схемами управления. Содержит 
2 17 элеuентов. 

Корпус типа 402.16-6, масса не более 1,5 г. 
Назначение выводов: 1- общий 1; 2- выход считывания 

«О» Z2; 3- выход считывания «1 • Z1; 4 - вход записи «О» ЗnО-.
5 - вход эаnиси « 1 » Зn1; 6 - вход адресный Х 4; 7 - вход адрес-

Yi:noeнoe l"pllф!Nec«ot 
о603Н8Че+а48 К100РУ401 

Зf/ C<t 

, 

с" 

D 

11 
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f4ь,й ХЗ, 8, 9- 11anpя>i<e11�e n..iтa�i-1я, 10 - вход адресный Х2; 

11- вход адресчый Х1. 12- вход адресный У1; 13- вход ад­
ресный У2; 14- вход адрес..,ый УЗ. 15 - вход адресный У4;
16-общий 2

Электрические параметры 

Номинальное наnряжен.,.е питания 
Выходное напряже�ие вьrсокого уров� 
Выходное напряжение низкого уровня 
Напряжение высокого уровня 
Напряжение низкого уровня 
Помехоустойчивость при напряжении высокого 
уровня 
Помехоустойчивость при напряжении низкого 
уровня 
Входной ток высокого уровня. 

по выводам 4, 5 
по выводам б, 7, 10, 11, 12. 13, 14, 15 

Ток потребления nри Иn = 8.9 В 
Время считывания низкого уровня 
Время считывания высокого уровня 
Время восстановления r,осле считывания 
Время восстановления после 3аnиси 
Время перехода при включении 
Время nерехьда при выключении 

К100ТВ135 

-5,2 В ±5¾
>-0,98 В
<;-1,66 В
<-0,83 В
>-1,89 В

> 100 мВ 

> 160 мв

< 50 мкА 
с; 150 мкА 
< 70 мА 
io 10 нс 
<: 10 нс 
с; 12 нс 
<; 15 нс 
<;4 нс 
с; 4 нс 

Микросхема nредставмет собой 2 JK-тpиrrepe. Содержит 157 
интеграnьнь,х элементов. Корпус типа 402.16-6, масса не более 1,5 г. 

Рис:. 2.35. Усnоеное rp�c«oe 
обО311ач- имс к1оотв,эs 



Назначение выводов: 1, 16- общие; 2- выход 01; З­
инверс11ый выход 01; 4- вход R1; 5- вход S1; 6- инверс­
ный вход К1; 7- инверсный вход J1; 8- напряжение питания; 
9 - вход С; 10- инверсный вход J2; 11- инверсный вход К2; 

12- вход S2; 13- вход R2; 14- Иt4версный выход 02; 15-

выход 02.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ............ . 
выходное напряжение высокого уровня ...... . 
выходное напряжение низкого уровня ......... . 
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . ...... . 
Входной ток высокого уровня: 

no входам 6, 7, 9 -11 .................... . 
no входам 4, 5, 12, 13 .................... . 

Ток потребления ......... ................. . 
Потребляемая мощность ..................... . 
Время задержки расnросtраНеНия nри включении: 

по входам 4. 5, 12, 13 ..................... . 
no входу 9 . . .......................... . 

Время задержки распространения при выключении: 
no входам 4, 5, 12, 13 .... ............... . 
по входу р ..... ................. . 

К100ТМ130 

-5,2 В ±5%
)-0,98 В
<-1,63 В
;. 0,5 мкА

< 0,265 мА 
< 0,39 мА 
, 68 мА 
, 354 мВт, 

, 5 нс 
, 4,S нс 

, 5 нс 
, 4,5 нс 

Микросхема представляет собой 2 D-трмrгера. Содержит 
68 интегральных элементов. Корпус типа 402.16-6, масса не 
более 1,5 r. 

vcno-• rpaфlNecme �­
к1оотм1зо 



На3начение выводов: 1, 16- общие; 2- выход Q1; 3- ин­
версный выход 01; 4- вход R1; 5- вход S1; б- инверсным 
вход С1; 7- вход D1; В- напряжение питания; 9- инверсный 
вход �; 10 - вход D2; 11 - инверсный вход С2; 12- вход S2;
13- вход R2; 14 - инверсным выход Q2; 15 - выход Q2.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ............ . 
Выходное напряжение высокого уровня ....... . 
Выходное напряжение ни3кого уровня ......... . 
Входной теж низкого уровня .................. . 
Входной ток высокого уровня: 

по входам 6, 11 .......................... . 
по входу 9 ............................... . 
по входам 4, 5, 7, 10, 12, 13 ............... . 

Ток потребления ............................ . 
По,ребляемая мощность ..................... . 
Время задержки распространения при включении:

по входам D, R ......................... . 
по входу� ................ �- ............ . 

К100ТМ131 

-5,2 8±5%
;>-0,98 В 
,i;;-1,63B 

;> 0,5 мкА 

,i;; 0,22 мА 
"- 0,265 мА 
,i;; 0,285 мА 
,i;; 35 мА 
,i;; 182 мВт 

,�;;э,5 нс 
"- 4 нс 

Микросхема представляет собой 2 О-триггера. Содержит 
138 интегральных элементов. Корпус типа 402.16-6, масса не 
более 1,5 r. 

На3начение выводов: 1, 16- общие; 2- выход 01; 3- ин­
версный выход 01; 4- вход R1; 5- вход S1; 6- инверсный 
вход Е1; 7- вход D1; В- напряжение питания; 9- вход СС; 
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tO - вход 02; 11 - инверсным вход Е2; 12 - вход S2; 13 - вход 
R2; 14 - мнеерсный выход Q2; 15- еьtход 02. 

ЭлеармчесQlе параметры 

Ноwинаrn.ное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . - 5,2 В ± 5% 
Выходное наnряжение высОtСОrо уровня . . . . . . . . ,. - 0,98 В 
Выходное напряжение низкого уровня . . • . . . . . . . < - 1,63 8 
Входной То« низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 0,5 мкА 
Входной ток высокоrо уровня: 

no входам 4, 5, 12, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,33 мА 
по вкодаu 6, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,22 мА 
no екодам 7, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,245 wA 

Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 56 мА 
Потребляемая мощносn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,< 292 мВт 
Время аадержкм расnрос.транения при включении 
(выключени .. ): 

по ВКОД8М D, R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 4,3 мс 
ПО ВХОдУ С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4,5 НС 

К100ТМ133 

Микросхема nредстазляет собой 4 трмгrера с «защелкой�.. 
Содержит 142 Иt1теrральных "лемента. Корпус типа 402.16-6, 
масса не более 1,5 r 

Назначение выводов: f, 1б - общие; 2- �нверсный еыход 
00; 3- вход 00; 4- вход Е1; 5- вход DE1; в - мнеерсмый вы­
ход 02; 7 - вход D1; 8 - наnряжемие nитания: 9 - вкод 02; 
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10- ичверсt1ь1й вход DE. 11- инвеt:>Смы� во1ход 04· 12- вход
Е2 13- вход С; 14- вход DЗ. 15 - и-1верснw вое�юд 04

Электрические параметры 

Номинальное напряжение nитания . . 
Выходное напряжение высОIСого уроеня 
Выходное напряжение низкого уровня . 
Входной TOIC НИ3КОГО уровня . . ...... . 
Входноi1 TOIC высокого уровня. 

по входам З, 7, 9, 14 ......... . 
по входам 4, 5, 10, 12 ........ . 
no входу fЗ ............... ..... . .. . 

То1< потребления .................. . 
Время 38Держки расnространения при В1(11юче+iИИ 
(выключении): 

по входам D . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
no входу С ................ ... . 
по входу s ' . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . ' . 

К100ТМ134 

-5,2 В ±5%
)-0,98 В 
(-1.63 В 
;а. 0,5 мкА 

, 0,265 мА 
, 0,35 мА 
< 0,5 мА 
, 75 мА 

, 4,4 нс 
.; 5,4 нс 
<З нс 

Микросхема представляет собой 2 D-тр.-.гrера. Содержит 
131 интегральный элемент. Корпус типа 402.16-6, масса не бо­
лее 1,5 г. 

Назначение выводов: 1, 1б - общие, 2- выход 02; 3 - ин­
версный выход 02; 4- вход D2.2, 5- вход D1.2', б- вход S2; 
7 - вход С; 8 - напряжение питания; g - инверсный вход Се,; 
10- инверсный -вход Са; 11- вход Sf; 12- вход D1.1; 13-
вход D1 2; 14- инверсный выход 01; 15- выход 01.
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Электрические параметры 

Номинальное напряжение nитан�я . . . . . . . . . . 
Выходное напряжение высокого уровня ....... . 
Выходное напряжение низкого уровня ........ . 
Входной ток низкого уровня .................. . 
Входной ток высокого уровня: 

no входам б, 9, 10, 11 ..................... . 
по входам 4, 5, 7, 12, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ток потребления . . . . . . . . . . . ................ . 
Мощность потребления ...................... . 
Время задержки распространения при вкnючении 
(выключении)· 

по входу D .. ......... .............. .. . 
по входу с ..................... ....... . 
по входу s . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

К100ТМ173 

-5,2 В :t 5%
.- -0,98 В
<-1,63 В
;, 0,5 мкА

,0,22 мА 
< 0,29 мА 
<55 мА 
< 286 мВт 

(4 НС 

< 5,5 нс 
< 4,5 нс 

Микросхема представляет собой 4 О-триггера с входным 
мультимексором. Содержит 171 интегральный элемент. Корпус 
типа 40216-6, масса не более 1,5 г. 
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Назначение выводов· 1 - информационный выход 00; 2 -
выход 01; 3- информационный вход D1.1; 4- вход D1 0.2; 5-
вход D0.1.2; б - вход 00.0; 7 - вход синхронизации С: в- на­
пряжение питания; 9 - вход выбор данных SED; 10 - вход DЗ. 1; 
11 - вход DЗ.О; 12 - вход D2 .1; 1 З - вход D2.0; 14 - выход QЗ; 
15- выход 02; 1б- общий.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ............ . 
Выходное напряжение высокого уровня 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . • ... . 
Статическая помехоустойчивость . . . . . . . . . ... . 
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . .... . 
Входной ток высокого уровня: 

по входам 7, 9 ........................... . 
по входам 3-6, 10-13 .................. . 

Ток потребления . . ....................•.... 
Время задержки распространения при включении 
(выключении): 

no входу 9 . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
no входу 7 ............. .............. .. . 
по входам 3-б, 10-13 ................ . . 

Время перехода при включении и выключении 
Время установления с11гнала высокого уровня: 

по входу 9 ............................ . 
110 входам 3-б, 10-13 . ................ . 

Время удержания сигнала высокого уровня: 
no входу 9 .. ...... . 
по входам 3-б, 10-13 . . . . ..... . 

К100ТМ231 

-5,2 В ±5%
)-0,98 В
.;;; -1.63 В
) 1,25 В
;;. 0,5 мкА

� 0,25 мА 
< 0,295 мА 
.;;; 66 мА 

1 ... 5,5 нс 
1 ... 6,2 нс 
1 .. .4 нс 
.;;; 4,5 нс 

.;;; 3,5 нс 
<; 2,5 нс 

( 1,5 нс 
<; 2нс 

Микросхема представляет собой 2 D-тригтера. Содержит 138 ин­
тегральных элементов Корпус rnna 40216-6, масса не более 1,5 r 
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Назначение выводов: 1, 16- общие: 2- выход 01; 3- ин­
версный выход 01; 4- вход R1; 5- вход S1; б- вход СЕ1 ; 7-

входD1; В- напряжение питания; 9- инверсный вход се; 10-
еход D2; 11 - вход С0; 12 - вход S2; 13 - вход R2; 14 - инвер­
сный выход Q2; 15 - выход 02. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . • . . . - 5,2 В ± 5%

Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . ) - 0,98 В 
выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . < - 1,63 В
Входюй ток НИЗl<ОГО уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 0,5 мкА 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 0,22 мА 
Tote потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 65 мА 
Потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 340 мВт 
Время задержки распространения nри включении 
по входам С, S, R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 3,3 нс 
Время задержки распространения при выключении 
по входам С, S, R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 3,3 нс 
Время подготое«И высокого уровня по входу D . . . , 1,5 нс 
Время подготовки низкого уровня no входу О . . . . , 1,5 нс 
Время удержания высокого уровня no входу D . . . < 1 нс 
Время удержания низкого уровня no входу D . . . . , 1 нс 
Время перехода из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 3, 1 нс 
Время перехода из состояния низкого уровня 
в состояние высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 3, 1 нс 
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Серия К101 

В состав серии входят т111nономиналы: К101КТ1А, К101КТ1Б, 
К101КТ1В, К101КТ1Г 

Микросхемы представляют собой прерыватели сигналов Со­
держат 2 интеrралоных эле�ента (транз111стора) Корпус типа 
301 8-2, масса не более 1,5 г 

Эnектрическ11я схеме К101КТ1 

Назначение выводов· 2- база транзистора VT1, 3- эм1-1ттер 
VT1; 5 - коллекторы VТ1, VT2, 7 - эмиттер VT2, В - база VT2 

Электрические параметры 

Коммутируемое напряжение 
К101КТ1А, К101КТ1Б 
К101КТ1В, К101КТ1Г ..... 

Напряжение между эмиттерами 
К101КТ1А, К101КТ18 
К101КТ1Б, К101КТ1Г 

Ток утечки между эмиттерами 
Сопротивление в открытом состоян11и 
при /мом

= 0,1 мА, /mp= 2 мА .. 
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Предельно допустимые режимы :tксмуатации 

Коммутируемое напряжение: 
К101КТ1А, К101КТ1Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 6,3 В 
К101КТ1В, К101КТ1Г ....................... < 3 В 

Коммутируемый ток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 10 мА 
Ток управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 10 мА 
Обратное напряжение комектор-баэа . . . . . . . . . . < 3,5 В 
Обратное напряжение эмиттер-база: 

К101КТ1А, К101КТ1Б ...................... < 6,58 
К101КТ1В, К101КТ1Г ....................... < 3,5 В 

Допустимое значение статического потенциала 200 В 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . - 45 ... + 70 •с 



Серия К104 

В состав серии К104 (дТЛ) входят типы: 
К104ЛА1 - логическая схема И-НЕ; 
К104ЛА2- логическая схема И-НЕ; 
К104ЛА3- логическая схема И-НЕ; 
К104ЛА4- логическая схема И-НЕ; 
К104ЛИ1 - логическая схема И; 
К104ЛИ2 - логическая схема И: 
К104ЛИЗ- логическая схема И; 
К104Лk14- две логические схемы И; 
К104ЛИ5- две логические схемы И: 
К104НД1 - диодная сборка; 
К104НД2- диодная сборка; 
К104НДЗ- диодная сборка; 
К104НД4- диодная сборка. 
Корпус типа 401.14-4, масса не более 0,45 г. 

Электрические параметры 

Напряжение питания Un1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 В t 10% 
Напряжение питания Um . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2,4 В t 10°� 
Напряжение питания Un, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 В ± 10% 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . < 0,5 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . :-, 2,5 В 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 2,5 мА 
Коэффициент разветвления ................... 5 
Время задержки распространения . . . . . . . . . . . . . < 130 нс 
Температура окружающей среды .............. - 45 ... + 85 °с
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Серия К106 

В состав серии К106 (ТТЛ) входят 12 типов (24 типономина­
ла): К106ЛБ1; К106ЛБ2; К106ЛБ5; К106ЛБ6; К106ЛД1; К106ЛД2; 
К106ЛД5; К106ЛД6, К106ЛР1; К106ЛР2; К106ТР1; К106ТР2. Кор­
пус типа 401 14-3, масса не более 0,35 r. 

Общие рекомендации по применению

Максимальная температура пайки (260 :1: 5) •с, продолжи­
тельность пайки не более 3 с. Число допускаемых перепаек вы­
водов 2. При работе микросхем неиспользуемые входы одного 
логического элемента рекомендуется объединять с одним из ис­
пользуемых входов или подключать к источнику постоянного 
напряжения через резистор соnротмвлением не менее 1 кОм, nри 
этом можно объединять любое количество входов к одному и 
тому же резистору. Следует учитывать, что при объединении не­
используемых входов с одним из используемых нагрузочная спо­
собность no уровню лог. 1 определяется числом подключае­
мых входов. Неиспользуемые входы можно также подключать и к 
выходам неиспользуемых вентилей; при этом входы последних 
следует подключать (заземлять) к низкому уровню. Монтаж мик� 
росхем производится только в обесточенном состоянии. 

Допустимое значение статического потенциала 30 В. 

Предельно допустимые режимы :,ксnлуатацми

Напряжение питания . . . ................. . 
Напряжение на входе относительно «земли• 
Выходной втекающий ток 
Выходной вытекающий ток ....... . 
Максимальная емкость нагрузки 
Мощность рассеяния без теплоотвода 

(6 В 

(5 В 

'- 18 мА 
'- 15 мА 
< 200 nФ 
'- 100 мВт 
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Частота переmючения· 
К106ЛБ1, К106ЛБ5 К106ЛР1, К106ТР1, 
К106ЛБ6 
К106ЛР2 К106ТР2 .... 

Темовое сопротивление кристалл-среда 
Предельная температура кр1-1стаJ"1ла . . . . . . . .. 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . 

( З МГц 
( 1 МГц 

0,25 °С/ мВт 
1so·c 

-45 ... + вs ·с

К106ЛБ1, К106ЛБ1Б, К106ЛБ2, К106ЛБ2Б 

Микросхемы представляют собой 2 трехвходовых логических 
элемента И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ. 
Содержат 18 интегральных элементов. 

YenolНOe rpaфtNeeкoe обо,-- K106J161 

Наэначение выв одов. 1, 2, б, 7, 8, 14 - вход И: З, 5, 9, 

13- вход ИЛИ; 4- напряжение питания; 10, 12- выходы;
11- общий

Эnектрмческме параметры 

Номинальное напряже+iие питания ........ . 
Выходное напрямtение низкого уровня 
nри Un = 4,5 В: 

К100Лб1, К106ЛБ26 
К106ЛБ1Б .. .. 
К106ЛБ2 

Выходное напряжение высокоrо уровня 
при Un = 4,5 В: 

К106ЛБ1, К10611-б2 .................. . 
К106ЛБ1Б, К106ЛБ2-Б ...... .. . .. . 

Входной ток н..,экого уровня при Un
= 5,5 В: 
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К106ЛБ1, К106ЛБ1Б .. 
К106ЛБ2, К106ЛБ2Б 

Входной ток е ысокоrо уровня при Un = 4,5 В 
К106ЛБ1 . . . . ................... ....... . 
К106ЛБ1 Б . . . . • . . . . ... .. . ....... . 
К106ЛБ2... . . . . . . . . . .. . .. ... . . 
К106ЛБ2Б •. . . . . .. ....... 

Время задержки распространения СИПi8118 при 
еtU1ючении при Un = 5 В: 

К106ЛБ1 . . . . ...... . 
К106ЛБ1Б . .... . 
К106ЛБ2. • . . . . . . . . . . . ....... . 
К106ЛБ2Б ....... ..... ....... ........ . 

Время задержки распространения сиrнала при 
выключении при Un = 4,5 В. 

К106ЛБ1 . . . . . . . . . . . ......... . . 
К106ЛБ1Б .. .... .... ............ . 
К106ЛБ2 •.. .......•.. ... ........ ...... 
К106ЛБ2Б .. ............................ . 

Коэффициент объединения no входу ИЛИ ..... .

Ко$ффициент разветвления по выходУ ........ . 

О 61 . 1 5 мА 
< 0,6 мА 

, 100 мкА 
, 150 мкА 
< 60 мкА 
< 120 мкА 

,эо нс 
< 45 нс 
< 100 нс 
< 150 нс 

<60 нс 
< 90 нс 
< 100 нс 
< 150 нс 
1 ... 6 
10 

К106ЛБ5, К106ЛБ5Б, К106ЛБ6, К106ЛБ6Б 

Микросхемы представляют собой лоrическиА еосьмивходо­
еый элемент И-НЕМЛИ-НЕ с возможностью расширения no ИЛИ.
Содержат 10 интегральных элементое. 

Усnоено. rрафмческое обож.......е K106J\65, K10el\66 

Назначение выводов: 1, 2, З, 5, б, 7, 8, 14- вход И; 9, 13-
еход ИЛИ, 4- напряжение питания; 10- выход; 11- общий; 
12 - свободный 
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Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .........•... 
Выходное наnряжение низкого уровня 
при и. = 4,5 В: 

К106ЛБ5, К106ЛБ6Б ...................... . 
К106ЛБ56 ............................... . 
К106ЛБ6 ...............•.................. 

Входное напряжение высокого уровня 
при Ип = 4,5 В: 

К106ЛБ5, К106ЛБ6 ....................... . 
К106ЛБ5Б. К106ЛБ6Б ..................... . 

ВходNОЙ ТО1< �изкого уровня при Un = 5,5 В: 
К106ЛБ5, К106ЛБ5Б .•................ 
К106ЛБ6, К106ЛБ6Б .............•. 

Входной ток еысокого уровня при Un = 5,5 В: 
К106ЛБS... . ................. . 
К106ЛБ5Б ........................ . 
К100ЛБ6 .............. ................. . 
К106Лб6Б .. ............................ . 

Время 38Держки распространения сигнала 
при включении при Un = 5 В. 

К106ЛБ5 . ....... ..... ................. . 
К106ЛБ5Б ............................... : 
К106ЛБ6 ................................. . 

К106ЛБ66 ............................... . 
Время �ки распространения сип.ала 
прм 8ЫМ� 11Р"1 Un = 5 В: 

К10бЛБ5 ....................... ......... . 
К106ЛБ5Б ... .......................... . 
К106ЛБ6 ..... ..................... ..... . 
К106ЛБ6Б ............................... . 

Коэффициент объединения no входу ИЛИ ..... . 
Коэффициент разветвления по выходу ..... . 

5 а :t 10% 

< 0,3 В 
<О,35 Э 
< 0,25 В 

>2,38

,2.1 В

0,61 ... 1,5 мА 
< 0,6 мА 

-. 100 мкА 
( 150 мкА 
< 60 мкА 
< 120 мкА 

, 45 нс 
< 90 нс 
.;; 110 нс 
( 220 НС 

< 70 tte 
< 110 нс 
<115 нс 
< 220 нс 
1 ... 6 
10 

К106ЛД1, К106ЛД1Б, К106ЛД2, К106ЛД2Б 

Микросхемы представляют собой восьмивходовьuit расшири­
тель по ИЛИ Содержат 4 интегральных элемента. 

На:аначение выводов: 1, 2, 3, 5, б, 7, 8, 14 - вход и. 4 - на­
пряжение питания: 9- эмиттер транзис1ора VТЗ; 10, 1t, 12-

свободные: 13- коллектор транзистора VТЗ (выход У1). 
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Усl108Н0е !i)афмчеС1Сое oбintt.-- К106ЛД1, К106ЛД2 

Эnектрическме nарам.,ры 

Номинальное напряжение nитания . . . . . • . . . . . . . 5 В :t 10% 
Выходное напряжение низкого уровня 
при Un = 4,5 В: 

К106ЛД1, К106ЛД2 . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • • • < 1,4 В

К106ЛД1Б, К106ЛД2Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 1,5 В 
Выходной ток высокого уровня при Иn = 4,5 В: 

К106ЛД1, К106ЛД2Б . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . < 300 мкА
К106ЛД1Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 350 wt<A 
К106ЛД2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • < 250 мкА 

Выходной ток низкого уровня при Un = 5,5 В: 
К106ЛД1, К106ЛД1Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 0,61 ... 1,5 мА 
К106Лд2, К106ЛД2Б . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • < 0,6 мА 

Входной ток высокого уровня при Un = 5,5 В: 
К106ЛД 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 100 мкА 
К106ЛД1 Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 150 мкА 
К106ЛД2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 60 МtСА 
К106ЛД2Б . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . < 120 мкА 

ВреМR эад.ержки распространения сигнала 
при включении при Un = 5 В: 

К106ЛД1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • < 50 нс 
К106ЛД1Б .. .. . .. . . . .. .. . . . . .. .. . .. . . . .. . . < 80 нс: 
К106ЛД2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 130 нс 
К106ЛД2Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 190 нс 

Время задержки распространения сигнала 
при выключении при Иn = 5 В: 

К106ЛД 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . < 90 нс 
К106ЛД1Б . .. . . .. .. .. .. . . .. . . .  . .  .. < 130 нс 
К106ЛД2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <50 нс 
К106ЛД2Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 210 нс 

Максимальная входная емкость . . . . . . . . . . . . 3,5 пФ 
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К106ЛД5, К106ЛД5Б, К106ЛД6, К106ЛД6Б 

Микросхемы представляют собой 2 четырехвходовых расши­
рителя по ИЛИ. Содержат 6 интегральных элементов. 

Vcnoettoe ritlфll"ecкoe обо,наченме К106ЛД5, К106ЛД6 

Назначение выводов: 1, 2, 3, 5, 6, 7, В, 14- вход И; 4- на­
пряжение питания; 9 - эмиттер транзистора VТ 4; 10 -коллеt<rор 
транзистора VТ4; 11 -свободный; 12 -коллектор транзистора 
VТЗ; 13- эм+1ттер транзистора VТЗ (выход У1). 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение низкого уровня 
при Un = 4,5 В: 

К106ЛД5, К106ЛД6 .. 
К106ЛД5Б,К106ЛД6Б .. 

Выходной ток еысокоrе уров"я при Un = 4.5 В: 
К106ЛД5, К106ЛД6Б 
К106ЛД5Б . 
К106ЛД6 ... ......... . 

Выходной ток низкого уровня при Un = 5,5 В; 
К106ЛД5, К106ЛД5Б ......... . 
К106ЛД6, К106ЛД6Б ........... ...... . 

Входной ток высокого уровня при Un = 5,5 В: 
К106ЛД5 . . .. ..... . . 
К106JЩSБ ..... .......... . 
К106ЛД6 ........... ..... . 
К106ЛД6Б ................. . 

Время задержки ресnростране"ия сигнала 
при включении при Un = 5 В· 

К1-06ЛД5 
К106ЛД5Б 
К106ЛД6 
К106ЛД6Б 
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5 В± 10% 

< 1,4 В 
< 1,5 В 

, 300 мкА 
< 350 мкА 
, 230 мкА 

0,61 ... 1,5 мА 

< 0,6 мА 

, 100 мкА 

, 150 мкА 
, 60 мкА 
, 120-мкА 

( :>0 НС 
<80 НС 
< 120 нс 
< 190 нс 



Время задержки расnростране+iИЯ сигнала 
при выключении nри Un = 5 В: 

К106ЛД5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 90 нс 
К106ЛД5Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 130 нс 
К106ЛД6 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . , 150 нс 
К106ЛД6Б . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 210 нс 

Максимальная входная емкость . . . . • . . . . . . . . . . 3,5 пФ 

К106ЛР1, К106ЛР1Б, К106ЛР2, К106ЛР2Б 

Микросхемы представляют собой логический элемент 
4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ. Содержат 12
интегральных элементов.

Vсnовное rрафмч8С1Сое о6о�н1Ченме К106ЛР1, 1<106ЛР2 

Назначение выводов: 1, 2, З, 5, б, 7, 8, 14 - вход И; 4 - на­
пряжение питания; 9, 1 З - вход ИЛИ; 10 - выход; 11 - общий; 
12- свободный.

Эnектрмческие параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . 
Выходное напряжение низкого уровня 
nри Un = 4,5 В: 

К106ЛР1, К106ЛР2Б ......... . 
К106ЛР1Б .................... ...... . 
К106ЛР2 ............................. . 

Выходное напряжение высокого уровня 
nри Un = 4,5 В: 

К106ЛР1, К10бЛР2 . . . . . . . . . . . . . . .... . 
К106ЛР1Б,К10бЛР2Б .................. . 

Входном ток низкого уровня nри Ип = 5,5 В: 

S-694 

5 В :t 10% 

<О,З В 
< 0,35 В 
(0,25 В 

< 2,3 � 
< 2,1 В 



К106ЛР1, К106ЛР1Б . ... .... ..... .. 
К106ЛР2, К106ЛР2Б . . .......... . 

8) одном ток высокого уровня при Un = 5,5 В
К106ЛР1 . . . ................. .
К106ЛР1Б ........... ........ .. . 
К106ЛР2 . ......................... . 
К106ЛР26 ....................... . 

Время задержки распространения сигнала 
при включении при Un = 5 В 

К106ЛР1 . . . . . . ... ........... . 
К106ЛР1Б . . . . . . ............... . 
К106ЛР2.. . .. .. . ......... ... . 
К106ЛР2Б . . . . . . . . . . ......... . 

Время sадержки респространеtiия сигнала 
при выключении при Un = 5 В. 

К106ЛР1 ...... ............. . .. 
К106ЛР16 ......... .. 
К106ЛР2 ..... ............... .. . 
К106ЛР2Б .................. . 

Коэффициент объединения по входу ИЛИ 
Коэффициент разветвления по выходу 

0,61 ... 1,5 мА 
< 0,6 мА 

< 100 мкА 
, 150 мкА 
"60 М1СА 

< 120 мкА 

( 45 НС 
<90 нс 
< 105 нс 
, 200 нс 

( 100 НС 
< 150 нс 
< 115 нс 
( 210 1-!С 
2 "6 
10 

К106ТР1,К106ТР1Б,К106ТР2,К106ТР2Б 

Микросхемы представляют собой триггер с оазделительt1ым1,4 
еходами с логическими элементами ЗИ-НЕ Содержат 18 интеr­
J В/1ЬНЬIХ элементов 

Условное rр1фмческое обоз.._..е .... t 
К106ТР1, К106ТР2 

Назначени<" выводов: 1, 2, б, 7, В. 14- вход И; 4- напря­
жение питания· З, 5, 9, 13- свобод.-ые. 10. 12- выход: 11-

общи.-. 
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Эnектрм'lеасие nара�етры 

Номинальное напря,rение nмтания ...... . 
выходное напряжение низкого уровня 
прм Un = 4,5 В: 

К106ТР1, К106ТР2, К106ТР26 ........... . 
К106ТР1Б ..................•....•..•... 

Выходное наnрRЖение высокого уровня 
при Un с: 4,5 В: 

К106ТР1, К106ТР2 ...•....•....•....•...... 
К106ТР1Б, К106ТР2Б ................. . .  . 

ВХоднок ток НМ3КОГО � nри Un = 5,5 В: 
К106ТР1, К106ТР1Б ...................... . 
К106ТР2, К106ТР2Б ...................... . 

Входной теж высокоrо уровня при Un = 5,5 В: 
К1<>6ТР1 .......................••.•• , . . . . 
К106ТР1Б ...•...•................••.. ... 
К106ТР2 ........................•..•..• .• 
К106ТР2Б . . . ...........•....... , .•••.• 

Время эадержки распространения сигнала
при включении прм Un = 5 В: 

К106ТР1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
К106ТР1Б ... . ................... . . 
К106ТР2 . ...... ............... , ..•.•.• , . 
К106ТР2Б . . . . . ................••.. 

Коэффициент объединения по входу ИЛИ . 
Коэффициент разветвления по еыходУ .....•. 

s.·

5 В :t 10% 

, О,ЗВ 
< 0,35 В 

>2,З В

>2,1 В

0,61 ... 1,5 мд 
<О.6 мА 

, 100 ulCA 
< 150 мlСА 
< 60 мlСА 
< 120 мlfA 

< 80 нс 
<; 120 нс 
< 100 нс 
< 150 нс 
1. 6
9 
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Серия К108 

Серия К108 является одной из первых разработок ИС на р­
канальных МДП транзисторах Базовым элементом этой сери� 
является инвертор с нагрузочным транзистором, выполненный по 
высокоnороrовой р-uнальной технологии, в связи с чем ИС это� 
серии имеют высокое напряжение питания, большие токи потреб­
ления и низкое быстродействие. Эта серия может быть заменена 
серией К164. В состав серии входят типы К108ЖЛ1, К108КТ1. 
К108ЛР1, К108ТК1. 

Общие рекомендации по применению 

Не рекомендуется подавать на выводы ИС напряжение поло­
жительной полярности относительно подложки более 0,3 В, а та11-
же проводить монтаж схем под напряжением. 

Температура пайки не более 265 °С, время пайки не более 
З с. Допустимое количество перепаек 1. При хранении выводь, 
должны быть закорочены (завернуты в фольгу). Неисnользова1<­
ные входы необходимо подсоединить либо к нулевой шине, либо 
к соответствующей потенциальной шине. 

Допустимое значение статического потенциала не более 
50 В. Для устранения влияния электрических зарядов необходи­
мо заземлять пинцеты, метамические части стульев через со­
противление 1 МОм, жало паяльника 

К108ЖЛ1 

Микросхема представляет собой многофункциональный ло­
гический элемент.КорАус типа 401.14-1, масса не более 0,45 r 

Назначение выводов 1- общий; 2- вход ХВ; 3- вход ХЗ 
4- вход Х4; 5- вход Х1, б- вход Х2; 7- напряжение питания
8- выход У1; 10- вход Х10, 11- вход Х5: 12 - вход Хб: 13 -
ВХОД Х9; 14 - ВХОД Х7
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, 

Ycnol№e rp11фмolee!t0e обспН1Nенме К108ЖЛ1 

Электрические параметры 

Номинальное наnряжение питания ......... . 
Выходное напряжение высокого уровня ....... . 
Выходное напряжение ниsкоrо уровня .......... , .. 
Помехоустойчивость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ток потребления при Un= -29,7 В ............ .. . 
Ток утечки на одном входе nрм Un=-29,7 В .... .. , 
Время �вдержки включения ................... , .. 
Время �вдержки выключения ••..........•... 
Потребляемая мощность .................•... 
Коэффициент разветвления no выходу ...... . 
Емкость вход-подложка .................... . 

К108КТ1 

-27 В

)9,5 В 
<0,7 В 
>1В

< 2,6 мА 
< 0,2 мкА 
< 6 мкс 
< 6 мкс 
< 100 мВт 
< 10 
< 5 nФ 

Микросхема представляет собой wестиканальный коммуtа­
тор. Содержит 6 интегральных елементов.Корnус типа 401 14-1, 
масса не более 0,45 r. 

L 
Ус.nовное rра�кое обспН1Nение К108КТ1 

Назначение выводов: 1- подложка (земля); 2- вход 1. 3-

вход 2; 4 - вход з: 5 - вход 4; б - вход 5; 7 - вход б; 8 - выход: 
9- управление входом б (затзор б); 10- управление входом 5
(затвор 5); 11- управление входом 4 (затвор 4); 12- уnравле-
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ние входом З (эетеор З}; 13- управление входом 2 (затвор 2); 
14 - - vnf)авление входом 1 (затвор 1). 

Эnектрмчес«ttе параметры 

Напряжение коммутации . . . . . . . . . ........... . О :t 10 В 
Ток утечки вход-подложка при Uu. = - 10 В , 0,2 мкА 
Теж утечки управляющих вход--nодложка 
при u-= -20 в . . . . .. . . .............. .. , 0,2 мкА 

, 0,2 мкА 
, 100 мВт 

Totc утечки выход-nод1ЮJQ8 np11 u_ = - 10 в .

Потребляемая мощность ................... . 
Соnротивлен1!18 открытоrо канала ПР\f и .. == - 1 В. 
U,,.=-20 В ................ ... .............. . , 250 Ом 

> 20-МОМ
.; 13 nФ

Сопротивление эакрытоrо канала . . . . • . . . . . . . 
Емкость вход-подложка . . . . . . . ...•........ 

К108ЛР1 

Микросхема представляет собой 2 лоп,1ческих элемента 
ЭИ-2ИЛИ-НЕ (кворум-элемент) Содерасмт 8 интегральных эле­
ментов Корпус типа 401.14-1, масса не боnее 0,45 r. 

, 

YcnolttOt графМчес:11ое �н....._ К108ЛР1 

Наэначение выводов; 1, 2 - общие; 3 - вход Х7; 4 - вход 
Х8; 5 - в11од Х5; б, 7 -напряжение nмтенмя; 8. 9 -выход; 10 -
входХ1; 11-входХЗ: 12-входХ4: 13-входХ2, 14-входХб. 

Электричесtntе параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . .. 
Выходное напряжение высокого уровня . . 
выходное напряжение ниэкого уровня . . . . . . . . 
Поме хоустойчивость ......................... . 
Тоес по требления при Ип=-29,7 В .. ..... . 
'fок утечки на одном входе при Un = - 29. 7 В 
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-27 В± 10 %
)-22 В
-.1 В 

.ii1B 
< 0,8 мА 
< 0,2 мкА 



В ремя 38.QерЖJСМ вкnюченмя при Un = -24,3 В ... . 
Время задержки выключения при Un = -24,3 В ... . 
Потребляемая мощность ..................... . 
Коэффициент разветвления по выходу ........ . 
Емкость вход-оодлож:ка ...................... . 
Максимальная частота входных импульсов 

К108ТК1 

< 1 1  мкс 
( з мкс 
< 50 мВт 
(10 
� 6,5 nФ 
10 кГц 

Микросхема nредстаеляе.т собой 2 двухст упенчатых триrrера 
с раздельным заnуС1(ом. Содержит 60 инт егральных элементов. 
Корпус типе 40 1.14-1, массе не более 0,45 г. 

Назначение выводов; 1-подnова (земля); 2-вход такто­
вого с.1гнала V1; 3-вход D1; 4-еыход Q2; 5-устаноека «О•; 
б -выход 2р; 7 -напряжение питания; 8 -вход тактового сиг­
нала V2; 9-установка с1•: 10- вход D2; 11- выход Q1; 12-
устанрвка с1 t; 13- установка cOt; 14- выход 01.

Электрмческие параметры 

Номинальное напряжение питания .......... . 
Выходное напряжение лог. 1 ................. . 
Выкодное напряжение лог. О . . . . . . . . . . . .... . 
Помехоустойчивость . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Ток nотребления при Un=-29.7 В ....... .... . 
Тактовая частота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Коэффициент разветвления по выходу . . . . 
Емкость вход-nодложка . . . . . . . . . . . . . .. 

- 27 В± 10% 
)9,5 В
< 0,75 В
)0,5 В
< 2,6 мА
.- 100 кГц
< 100 мВт 
< 10
<5nФ
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Предельно допустимые режммы :tксnnуатацмм 
К108ЖЛ1, К108ЛР1, К108ТК1, К108КТ1 

t-4 еnрр.жение питания 
Н мряжение на входах (установочн�. тактовых 
� nогическмх) 
Рассеиваемая мощность 
Темпера,ура окружающей среды 

-35 В

-35 В ... + О,З В
100 мВт
-45 .. + е5 •с



Серия К109 

В состав серии К109 (дТЛ) входят типы 
К109ЛБ1, t<109ЛБ2 К109ЛИ1, К109ЛП1 (К1ЛПО91-старое 

обозначение) 

К109ЛБ1А- К109ЛБ1Г 

Микросхемы представляют собой логический элеt.tент ЗИ-НЕ 
с расширениеJ.4 no И Содержат 10 интегральньIх элементов Кор­
пус типа 401 14-1 t.tacca не более 0,45 г 

z,m& 

�, 

�, 1 !/1 
�

'1 
8 Е 

Усnовное rрвфмческое обо2наче11ме К109ЛБ1 

Назначение выводов: 1, 2, 7, 11, 1Э, 14 - свободные, 3-

выход У: 4 - общий: 5 - напряжение питания Un1: б - напря­
жение питания Ura, В- вход Х4; g_ вход Х1, 10- вход Х2, 

12- вход хз.

Электрические параметры 

Чоминальное напряжение питания Unt 
Номинальное наnря)!(ение питания Ura 

ВьIходное напряжение низкого уровня 
Вь1ходное наnояжемие высокого уровчя 
Помехоустойчивость стат1-1ческая

Входной теж низкоrо уровня 
Вхоп�ой ток вьteol(oro уоовня 

З В :t 5% 
5 В :t 5% 
(0,4 В 
>2,5 В
>0,З В
, 1,5 мкА 

, 1,5 мкА 
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Время sадержки распространения при включеli"4И 
Время задержкм распространения при выключении 
Кnэффициент разветвления no выходу: 

К109ЛБ1А .................. ..... . 
К109ЛБ1Б ... .......................... . 
К109ЛБ1В . . . . . . . . ....... . 
К109ЛБ1Г . .................... .. .... .. 

Коэффициент объединения по выходу 
Температура окружающей среды .. 

К109ЛБ2А, К109ЛБ2Б 

< 40 нс 
,ео нс 

5 
4 
з 

2 
6 
-10 ... + 10°с

Микросхемы представляют собой логический элемент ЭИ-НЕ
с повышенным коэффициентом разветвления и расширением по 
И Содержат 12 интегральных элеt.<1ентов. Корпус типа 401.14-1, 
масса не более 0,45 г. 

z,!0}&1> 
Zz Ю 
Zs t2 1 !11 

zy 8 [ 

Назначение выводов· 1, 2, 5, 7, 11, 13, 14- сеобаАные: 3-
выход У; 4- общий; б- напряжение пит�ия; 8- акод Х4; g -
входХ1; 10- вход Х2: 12- вход ХЗ. 

Электрические параметры 

Номl"нальное 1-tаnряжение питания . . . . . ...... . 
Выходное напряжение НИЗl(ОГО уровня . . ...... . 
Выходное напряжение высокого уровня ....... . 
Помехоустойчивость статическая . . . . . ...... . 
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . ..... . 
Входной ток высокого уровня . . . ...... . 
Время задержки распространения при включении 
Время задерЖК111 распространения при выключении 

КоэффИциент разветвлеliия по выходу: 
К109ЛБ2А .... .. . 
К109ЛБ26 ... 

Коэфф1,4циент объедиliеtiия по входу 
темr>ература окружаюше14 СDейЬI 
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5B:t5% 
(0,4 В 
;., 2,5 В 
)0,3 В 
< 1,5 мкА 
, 1,5 мкА 
< 50 нс 
< 100 нс 

16 
12 

6 
-10 ... 10 ·с



К109ЛИ1А, К109ЛИ1Б 

Микросхемы представляют собой логический элемент 6И для 
работы на низкоомную нагрузку. Содержат 19  мнтеrрально1х эле­
ментов. Корпус типа 401.14-1, масса не более 0,45 r. 

Усnовное rрефмческое оооанечекм к1омм1 

Назначение выводов; 1, 2, З, 4, 5, 6 -входы Х1-Хб; 7 -об­
щий; В-выход У1; 9, 10, 12, 13-свободные; 11-вывод; 14-
наnряжение питания. 

Электрмческие параметры 

Номинальное напряжение питания ... 
выходное напряжение низкого уровня . 
Выходное напряжение вь,сокого уровня 
Помехоустойчивость статическая 
Входной ток низкого уровня 
Входной ток высокого уровня . . 
Время 38Держки распространения при включени"11 
Время 38Держки расnространения при выкnюче.ми 
Коэффициент разветвления по выходу: 

К109ЛИ1А . . . . ... ........ ..... .. 
К109ЛИ1Б .... ..................... .. 

Коэффициент объединения по выходу ..... . 
Температура окружающей среды ..... .. . 

К109ЛП1 

5 В :t 10% 
<О,4 В 
;, 2,4 В 

.-О,4 В 
< 1,6 мкА 
< 5 мкА 
< 50 нс 
< 55 нс 

12 
10 
6 

-10 . + 10 °с

Микросхема представляет собой 2 трехвходоеых расширите­
ля по И. Содержит 6 интегральных элементов (2 х 3 диода с об­
щим анодом). Корпус типа 401.14-1, масса не более 0,45 г. 

Назначение выводов: 1 -вход Х1; 2, 3, 4, 5, 6, 11-свобод­
ные; 7 -вход Х 4; В -вход Х5; 9-вход Х6; 10 -выход У2; 12 -
ЗЫХО,Е\ У1; 13- ВХОД Х2; 14 - В)IОД ХЗ 
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1t 
IJ1 

Услоеное rрафИЧеское обо,неч1t1ме к1011лn1 

Электрические параметры 

Прямое nадение напряжения (nри I,. = 1 мА) .... 0,7 .0,85 В 
Обратный ток np� U0p = 5,25 В . . . . . . . . . . . . . . . . < 1,5 мкА 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . ... - 10 ... + 70 •с



Серия К110 

В состав сери14 К110 входят 20 тиnов (28 тиnоном�налов). 
К110ИЛ1, К110ЛБ1, К110ЛБ2, К110ЛБЗ, К110ЛБ4, К110Лб5, 
К110ЛБ6, К110ЛБ7, К110ЛБ8, К110ЛБ9, К110ЛБ10, К110ЛБ11, 
К110ЛБ12, К110ЛБ13, К110ЛБ14, К110ЛН1, К110ЛН2, К110ЛНЗ. 
К110ТК1, К110ТК2. 

К110ЛБ1А 

Микросхема представляет собой шестивходовый логический 
элемент И-НЕ (ИЛИ-НЕ). Содержит 19 Иtiтеrральных элементов 
Корпус плоский с 14 выводами, масса не более 0,35 r. 

Назначен111е вь1водов· 1, 2, 4. 5. 6, 10 - входы; З - нanpя)l(e­
tiиe питания (+ Uп); 7 - напряжение питания (- Un); 8- выход 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . 
Выходное напряжение схемь1, открытой по од.юму 

входу 
Ток короткого замыкания ..... 
Комекторный ток закрытой схемы с учетом 
уровня помехи на входе 0,2 В 
Входной ток схемь1, открытой по одному входу 
Время задержки включения 
Время перехода из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня ......... . 
Время перехода из состояния низкого уровня 
в состояние высокого уровня . . . . . . . . . . . . . 
Коэффициент объединения по входу 
Коэффициент разветвления по выходу (нагрузоч­
ная способность): 
на потенциальные входы 
на счетные входы 
Емкость нагрузки 

З В :t 10% 

, 0.25 В 

) 0,45 мА 

, 40 мкА 
( 48 мкА 
, 100 нс 

, 200 нс 

, 2 мкс 
1 ... 6 

5 
4 

( 300 пФ 
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К110ЛБ2А 

Микросхема представляет собой трехвходовый логический 
элемент И..НЕ (ИЛИ-НЕ). Содержит 10 интегральных элементов. 
Корпус моский с 14 выводами, масса не более 0,35 r. 

Назначение вь,водов: 1, 2, 5 - входы; З- напряжение пита­
ния (+ Un); 7 - напряжение питания (- Un); 8- выход. 

Эnектрм'lес«ме параметры 

Номинальное напряжение nитания .......... . З В t 100/о 

Выходное напряжение схемы, открытой no одному 
входу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с; 0,25 В 
То« короткого замыкания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;. 0,45 мА 
Комекторный ток закрытой схемы с учетом 
уровня помех.и на входе 0,2 В ............... . 
Входной ток схемы, открытой no одному входу .. . 
Время 38Держки вкл�ения .............. . 
Время перехода иэ состояния высокого уровня 

, 22 мкА 
, 48 мкА 
, 100 нс 

в состояние ниэкоrо уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 200 нс 
Время перехода И3 состояния НИЭIСОГО уровня 
в состояние высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . • . . . , 2 Мtсс 
Коэффициент объединения по входу . . . . . . . . . . 1 ... 6 
Коэффицие+1т раэветаленмя no выходу (нагрузоч-
ная способностъ): 
на потенциальные входы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
на счеmые входы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Емкость наrруэки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • , 300 RФ 

К110ЛБЗА 

Микросхема представляет собой четырехвходовый логичес­
ки�;% элемент И-НЕ (ИЛИ-НЕ). Содержит 13 интегральных элемен­
тов. Корпус плоский с 14 выводами, масса не более 0,35 r. 

Назначение выводов: 1, 2, 4, 5 - входы; 3- наnряжеl-iие пи­
тания (+ Un); 7 - напряжение питания (- Un); 8- выход. 

Эnектрмческие параметры 

Номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение схе,.,ы, оrкрытой по одному 

w,.оду 
Toir 1Сорот1<оrо эа,..ыка1-i11'Я 
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З В� 10% 

< О, 25 В 
;;, О 45 мА 



Колле�сто�жый ток закрытой схемь1 с уче-n>м
уровня rюмехи на входе 0,2 В 
Входной ток схемы, открытой по одному входу 
Время эадерж� вкл,очения .................. .
Время перехода из состояния ВЫС()t(ОГО уровня 
в состояние низкого уровня ................•..
Время перехода из состояния ниЭ1<оrо уровня 
в состояние высокого уровня . . . . . . . ..
Коэффициент объединения по входу .....•.....
Коэффициент разветвления по выходу (нагрузоч­
ная способность):
на r,отенциальные входы
на счетные входы
Емкость нагрузки

К110ЛБ4А 

< 30 мкА
<48 мкА
< 100 нс 

� 200 нс 

< 2 МКС 
1 ... 6

5
4
< 300 пФ

Микросхема представляет собой пятивходовый логически.­
элемент И-НЕ (ИЛИ-НЕ). Содержит 16 интегральных элементов
Kopnyc моский с 14 выводами, масса не более 0,35 r. 

На3Н8Чение выводов: 1, 2, 4, 5, 6 - входы; 3- напряжение
пи1анмя (+ Ц,); 7 - напряжение питания (- Un); 8- выход..

Электрические параметры
Номинальное напряжение питания ... 
выходное напряжение схемы, о11СрЫТС)А по 01J1tOfW1входу . . . . . . . . . ..... ..... ....... . 
Ток коро11(0rо замыкания .................... .
Коллекторный ток закрытой схемы с учетом 
уровня помехи на входе 0,2 В ........... . . .  .
Входной ток схемы, открытой по одному входу .
Время эадержки вкл�ния . . . . . . . . ..... .
Время перехода из состояния высокого уровня 
в СОСТОJЖие низкого уровня . . . . . . . . . . . ..
Время перехода из состояния ниЭ1<оrо уровня 
в состояние высокого уровня . . . . .. .
Коэффициент объединения no входу . . . . . , .. . 
Коэффициент разветвления по выходу (наrруэоч­

li8Я способность)·
на потенциальные входы
на счетные входы

Емl(ость нагрузки

З В t 10% 

< 0,25 В 
;;i, 0,45 мА

< 35 мкА
< 48 мкА
< 100 нс

< 200 нс

< 2 МКС
1 ... 6

5 

4 

< 300 пФ 
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К110ЛБ5А, К110ЛБ5Б 

Микросхема К110ЛБ5А представляет собой шестивходовый 
логический элемент И-НЕ (ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем 
на выходе 9, а К110ЛБ5Б - 6-еходовый логический элемент И-НЕ 
(ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем на выходе 9 и нагрузкой на 
выводе эмиттерного поторителя 5 кОм. Содержат соответственно 
21 и 22 интегральных элементов. Корпус моский с 14 выводами, 
масса не более 0,35 r.

Назначение выводов: 1, 2, 4, 5, 6, 10- входы; 3 - напряжение 
питания (+ Un); 7 - напряжение питания (- Un); 8, 9 - выходы. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .....•....... 
Выходное напряжение схемы, оn<рь1той по ОдJ,tому 
входу ...................................... . 
Максимальное значение статической помехи ... . 
Ток короткого замыкания ..................... . 
Комекторный ток закрытой схемы с учетом 
уровня помехи на входе 0,2 В . , .............. . 
Входной ток схемы, открытой по одному входу .. 
Выходной ток ............................... . 
Время задержки включения .................. . 
Время перехода иэ состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня .................. . 
Время перехода иэ состояния низкого уровня 
в состояние высокого уровня ..............•... 
Коэффициент объединения по входу .......... . 
Коэффициент разветвления по выходу (нагрузоч­
ная способность): 

3 В± 10% 

< 0,25 В 
0,2 В 
.- 0,45 мА 

< 40 мкА 
< 48 мкА 
1,2 мА 
< 360 нс 

< 360 нс 

< 500 нс 
1 ... 6 

на потенциальные входы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
на счетные входы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

К11 ОЛБ6А, К11 ОЛБ6Б 

Микросхема К110ЛБ6А представляет собой трехвходовый 
логический элемент И-НЕ (ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем 
на выходе 9, а К110ЛБ6В - 3-еходовый логический элемент И-НЕ 
(ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем на выходе 9 и нагрузкой на 
выводе эмиттерного поторителя 5 кОм. Содержат соответственно 
12 и 13 интегральных элементов. Корпус моский с 14 выводами, 
масса не более 0,35 r. 

Назначение выводов: 1, 2, 5 - входы; З - напряжение пита­
ния(+ Un): 7- напряжение питания (- Un): 8, g_ выходы 
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Эnект�ческие параметры 

Номинальное напряжение питания ............ . 
Выходное напряжение схемы, ОТlфЫТОЙ no одному 
входу .......•............................... 
Ток короткого ,амыкания ..................... . 
Коллекторный ток ,акрытой схемы с учетом 
уровня помехи на входе 0,2 В ................ . 
Входной ток схемы, ОТIСрЫТОЙ no одному входу .. . 
Выходной ток ..............•................. 
Время эадержки включения .................. . 
Время перехода из состояния высокого )'РОВНЯ 
в состояние низкого уровня ..............•.... 
Время перехода из состояния низкого уровня 
в состояние высокого уровня ................. . 
Коэффициент объединения по входу .......... . 
Коэффициент раэветеления по выходу (наrруюч­
t1ая способность): 

на потенциальные входы .................. . 
на счетные входы ........................ . 

Емкость нагрузки .......................•..... 

К110ЛБ7А1 К110ЛБ7Б 

ЭВ± 10% 

<0,25 В 
> 0,45 мА

< 22 мкА 
< 48 мкА 
) 1,2 мА 
< 360 нс 

< 360 нс

< 500 нс 
1 ... 6 

25 
5 
1500 пФ

Микросхемы представляют собой четырехвходовый логичес­
lСИЙ элемент И-НЕ (ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем на выходе 
9 и нагрузкой на выводе эмиттерного nоторитеnя 5 кОм. Содер­
жат 16 интегральных элементов. Корпус моский с 14 выводами, 
масса не более 0,35 г. 

Назначение выводов: 1, 2, 4, 5- входы; 3- напряжение пи­
тания ( + Un); 7 - напряжение питания (- Иn); 8, 9- выходы. 

Эnектрические параметры 
.

Номинальное напряжение питания ............ . 
Выходное напряжение схемы, открытой no одному 
входу ...................................... . 
Максимальное значение статической помехи ... . 
Ток короткого замыкания ..................... . 
Коллекторный ток закрытой схемы с учетом 
уровня помехи на входе 0,2 В ................ . 
Входной теж схемы, открытой по одному входу .. 
Выходной ток ............................... . 
Время 38держки включения . . . . . . . ........ , 

З 8 ± 10% 

< 0,25 В 
0,2 8 
> 0,45 мА

< 30 мкА 
< 48 мкА 
> 1,2 мА
< 360 нс 
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Время перехода из состояния ВЫСОl(ого уровня 
в состояние низкого уровня ............... . 
Время перехода из состояния НМ3*>rо уровня 
в состояние высокого уровня .........••....•.• 
Коэффициент объединения по входу .....•.•... 
Коэффициент разветвления no выходу (нагрузоч­
ная способность): 

на потенциальные входы ......... ......... . 
на счетные входы ........................ . 

Емкость нагрузки ............................ . 

К110ЛБ8д, К110ЛБ8Б 

< 360 нс 

< 500 нс 

1 ... 6 

25 
5 
1500 nФ 

Микросхемы представляют собой пя-,ивходовый nоrический 
элемент И-НЕ (ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем на выходе 
9 и нагрузкой на выходе эмиттерного повторителя 5 кОм. Содер­
жат 16 интеrральных элементов. Корпус моский с 14 выводами, 
масса не более 0,35 г. 

Назначение выводов. 1, 2, 4, 5, б - входы; 3 - ti8Пряжение 
питания ( + Un): 7 - напряжеriие nитания (- Un): 8, 9 - вь1ходь1 

Эnе11СТрмческме параметры 

НОМИtiаnьное напряжение питания . . . 
выходное напряжение схемы. ОЩ)Ьlтой no � 

входу ...... ... ... . 
Максимальное значение статической помехи 
Ток короткого замыкания . . . 
Коллекторный ток закрытой схемы с учетом 
уровня помехи на входе 0,2 В . . . . . . . . . . . . . 
Входной ток схемы, открытой по одному входу .. 
выходной ток . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Время задержки включения . . . . . . .......... . 
Время перехода из состояния ВЬIСОКОГО уровня 

. 

в состояние низкого уровня .. 
Время перехода из состояния низкого уровня 
в состояние высокого уровня • . . . .. . 
Коэффициент объединения по входу .......... . 
Коэффициент разветвления по выходу (нагрузоч­
ная способность): 

на потенциальные входы .... . ............. . 
на счетные входы . . . . . . . . . . .. . 

Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . • . . 
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ЭВ� 1е% 

<О, 25 В 
0,2 В 
;;. 0.45 мА 

< 35 мкА 
< 48 мкА 
.-1,2 мА 
< 360 нс 

< 360 нс 

< 500 нс 

1 ... 6

25 
5 
1500 пФ 



К110ЛБ9А 

Ми�сросхема nредстаеляет � 2 трехвходоеых лоrичесtсих 
элемента И-НЕ (ИЛИ-НЕ). Содержат 20 интеrральных элементов. 
Корпус МОСtСИй с 14 выводами, масса не более 0,35 г. 

Н83Н8Чение выводов: f, 2. 4, 5, 6, 10-входы; Э- напряжение 
питания (+ Un); 7 - напряжение nитаt1ия (- Un); 8, 9 - выходы. 

Эnектрмчеасме параметры 

НоминаЛЫiое напряжение питания . . . . . . . . . . ..

Выходное напряжение схемы, открытой по одному 
входу ...................................... . 
Ток короткого замыкания ..................... . 
Максимальное значение статическом nомехи ... . 
Коллекторный ток закрытой схемы с учетом 
уровня помехи на входе 0,2 В ................ . 

Входной ток схемы, открытой по одному входу .. . 
Время sадерж�см включения .................. . 
Время перехода из состояния выссжого уровня 
в состояние низкого уровня .................. . 
Время перехода из СОСТОЯt4ИЯ НИ31<0ГО уровня 
в состояние выс0tеоrо уровня . . . . . . . . . . ... . 
Коэффициент объединения no входу .......... . 
Коэффициент разветвления no выходу (н-агруюч­
ная сnособность): 
на потенциальные входы . . . . . . . . . . . ........ . 
на С\48Тные входы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Емкость нагрузки . . ........................ . 

К110ЛБ10А 

З В:!: 10% 

< 0,25 В 
) 0,45 мА 
0,2В 

< 40 мкА 
< 48 мкА 
< 100 нс 

<200 нс 

< 2000 нс 

1 ... 3 

5 
5 
1500 пФ 

Микросхема представляет собой двухвходоеый логический 
элемент И-НЕ (ИЛИ-НЕ) и инвертор. Содержит 11 интегральных 
элементов. Корпус плоский с 14 выводами, масса не более 0,35 г. 

Назначение выводов: 1, 2, 5 - входы; Э - напряжение пита­
ния(+ Un); 7- напряжение nитания (- Uп); 8, 9- выходы. 

Эnектрмческие параметры 

Номинальное ttаnряжение питания ......... . 
Выходное напряжение схемы, открытой no одному 
входу ....... . 
Тех l(ОDОткого замыкания 

3 В:!: 100/4 

< 0,25 В 
) 0,45 мА 

1,47 



Максимальное значение статической помехи .... 
Комекторный ток закрытой схемы с учетом 
уровня nомехи на входе 0,2 В ................ . 
Входной ток схемы, открытой по одному входу .. . 
Время 38.Qержки включения .... ............. . 
Время перехода из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня ............•.....• 
Время перехода из состояния низt<Оrо уровня 
в состояние выссжоrо уровня ...........•..•... 
Коэффициент объединения по входу ......... . 
Коэффициент разветвления по выходу (нагрузоч­
ная способность): 

на потенциальные входы . . . . . . . . . . . . . ... . 
на счетные входы ....................... . 

Емкость нагрузки ........................... . 

К110ЛБ11А 

0,2 В 

< 22 мкА 
< 48 мкА 
< 100 нс 

<200 нс 

< 2000 нс 
1 ... 3 

5 

5 

300 пФ 

Микросхема представляет собой 2 двухвходовых логических 
элемента И-НЕ (ИЛИ-НЕ). Содержит 14 интегральных элементов. 
Корпус моский с 14 выводами. масса не более 0,35 r 

Назначение выводов: 1, 2, 4, 5- входы; 3- напряжение пи­
тания ( + Un): 7 - напряжение питания (- Un): 8, g - выходы. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . ...... . 
Выходное напряжение схемы, открытой по одному 

входу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Ток короткого замыкания ..................... . 
Максимальное значение статической помехи ... . 
Комекторный ток закрытой схемы с учетом 
уровня помехи на входе 0,2 В ................ . 
Входной ток схемы, открытой по одному входу .. 
Время задержки включения .................. . 
Время перехода из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня ................ . 
Время перехода из состояния низкого уровня 
в состояние высокого уровня ............... . 
Коэффициент объединения по входу ......... . 
Коэффициент разветвления по выходу (нагруюч­
ная способность): 

на nотенциальные входы . . . . . . . . . . . . . . . . 
на счетные входы . . . . . . . .......... . 

Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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З В t 10°/4 

< 0,25 В 
;;. 0,45 мА 
0,2 В 

< 30 мкА

< 48 мкА

< 100 нс 

< 200 нс 

< 2000 нс 
1 ... 3 

5 
5 

300 ПФ 



К110ЛБ12А 

Микросхема представляет собой трехвходовый и деухвхо­
довый логические элементы И-НЕ (ИЛИ-НЕ). Содержит 17 интег­
ральных элемеtiтов. Корпус плоский с 14 выводами ,  масса не бо­
лее 0,35 г. 

Назначение выводов· 1, 2, 4, 5, б- входы; 3- напряжение 
питания ( + Иn); 7 - напряжение nитания (- Un): 8, 9 - выходы. 

Эnектрическме параметры 

Номиналь�.ое напряжение питания ............ . 
Выходное напряжение схемы, открытом no одному 
входу ...................................... . 
Ток короткого замыкания ..................... . 
Максимальное значение статической помехи ... . 
Комекторный ток эакрытой схеt,1Ы с учетом 
уровня помехи на входе 0,2 В ................ . 
Входной ток схемы, открытом по одному входу .. . 
Время задержки ВtСЛIОчеtiИЯ ••••••.••..•••••.•• 
Время перехода из состояния высокого уровня 
в состояние ниэкоrо уровня ...........•....•. 
Время перехода из состояния низкого уровня 
в состояние высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . 
Коэффициент объединения по входу . . . . . . .... 
Коэффициент раэветвnения по выходу (наrруюч­
ная способность}: 

на потенциальные входы . , . . . . . . . . . . . . • . . • 
на счетные входы . . . . . . . . . . . . ........... . 

Емкость нагрузки . . . ................. . 

К110ЛБ13А 

З В t 10% 

<0,25 В 
,110,45 мА 
0,2 В 

< 35 мкА 
< 48 мкА 
< 100 нс 

< 200 нс 

<2000 нс 
1 ... 3 

5 
5 
300 пФ 

Микросхема представляет собой двухвходовый логический 
элемент И-НЕ (ИЛИ-НЕ}. Содержит 7 интегральных элементов. 
Корпус моский с 14 выводами, месса не более 0,35 r. 

Назначение выводов: 1, 5 - входы: 3- напряжение питания 
(+ Un): 7 - напряжение питания (- Uп): 8- выход. 

Эnектрмчеасие параметры 

Номинальное напряжение питания ............ . 
выходное напряжение схемы, открытой no одному 
входу . . . .................. ............ . 
Ток короткого замыкания .................... . 

З В± 10% 

<0,25 В 
) 0,45 мА 
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Максимапь1-1ое значение статичеаом nомехи 
КОN1екторный ток закрытой схемы с учетом 
уровня помехи на входе 0,2 В . . . • . . . . . • . , . 
Входной 1'О1( схемы, открытой по � входу ... 
Время идержки включенмя . . . . . ..... . 
Время перехода из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня 
Время перехода из состояния ниакоrо уровня 
в состояние высокого уровня 
Коэффициент объединения по входу 
Коэффициент разветвления по выходу (нагрузоч­
ная способность). 

на потенциальные входы . . . . . 
на счетные входы . . . . . . . . . 

Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

К110ЛБ14А, К110ЛБ14В 

0,2 В 

< 200 мс

< 2000 нс 
1 .. 6 

5 
4 
300 nФ 

Микросхема К110ЛБ14А nредставляет собой двухвходовый 
лоrмческий элемент И-НЕ (ИЛИ-НЕ) с эмипернw повторителем 
на выходе 9, а К110ЛБ14В- двухвходовым логический элемент 
И-НЕ (ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем на выходе 9 и нагруз­
кой на выходе эмиттерного повторителя 5 кОм. Содержат соот­
ветственно 9 и 10 иктеrраnьных элементов. Корпус nnоский с 14 
выводами, масса не более 0,35 r 

Назначение выводов 1, 5 - входы; З - напряжение питания 
t+ Un): 7 - наnряжен"4е питания (- Un), 8, 9 - выходы. 

Электрические парамет ры 

Номинальtiое напряжение питания 
Выходное нмрЯжение схемы, о'Щ)Ытой по одному 
входу ..... . 
Максимальное значение статической помехи 
Ток короткого замыкания .. . 
Коллекторный ток закрытой схемы с учетом 
уровня помехи на входе 0,2 В 
Выходной ток .. 
Входной ток схемы, открытой no ощ.ому входу 
Время задержки включения 
Время перехода из состояния высокого уровня 
в СОСТ'1ЯНИе низкого уровня . . . . . 
Время "9рехода из состояния НИЭl(ого уровня 
в состояние еьlС!ЖQГо уровня 
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3 В 110% 

< 0,25 В 
0,2 В 
) 0,45 мА 

< 16 мкА 
.- �.2 мА 
< 48 мкА 
< 360 нс 

< 360 нс 

< 500 нс 



Коэффициент �ения no входу ...... . 
Коэффициент ра38етвnе�ия по выходу (наrрузоч­
нея сnос:обность): 

на потенциальные входы . . . . . . . . . . . . . .... . 
на счетные входы ........................ . 

ЕмlСIОСть нагрузки ............................ . 

К110ИЛ1А 

1 ... 6 

25 
5 
1500 nФ 

Ми�сросхема nредставляеt собой полусумuетор. Содержит 21 
интегральный элемент. Корпус плоский с 14 выводами, масса he 
более 0,35 r. 

Назначение выводов: 1, 2, 4, 5 - входы; 3- напрАЖение nи­
тения (+ tln); в, 8, 10- выходы; 7- напряжение питания (- Un).

Эnекrрмческме nараметрw 

Номинальное напряжение питания ............ . 
Выходное напряжение схемы, ОЩ)W10Й rю Одно,#i
входу ................................. .... . 
Выходное напряжение высокого уровня .... , .. . 
Максимальное значение статмческой помехи . . . 
Входной ток схемы, ОТlсрЫТОЙ rю одному входу 
Ток кoponcoro замыкания ..................... . 
Время эадержки включения ................ .

Время перехода из состояния ВЫСОl(оrо уровня 
в состояние низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . 
Время перехода из состояния ни3«0rо уроеня 
в состояние выссжоrо уровня .......... . 
Коэффициент разветвления по выходу (наrру-
30Чная сnособноспv: 

на потенциальные входы . . . . . . . . . . . . . .. . 
на счетные входы . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

К110ЛН1А 

ЭВ t 10% 

(0,25 В 
>2,4 В
>0,2 В
< 48 мкА
>0,45 мА
( 100 нс 

< 200 нс 

, 2000 нс 

5 
5 
, 240 nФ 

Микросхема представляет собом инвертор. Содержит 4 ин­
теграnьных элемЕЖ'!'а. Корпус моский с 14 выводами, масса не 
более о.эs г. 

Назначение выводов: 1- вход, 3- tiаnряже..ме пмтания (+ Un): 
7 - "аnряжение пит&-1ия (- Un): 8 - выхо,а. 
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Электрические nараметрь, 

Номинальное наnРf!lжение питания 
Выходное наnряжение схемы, ОТ1<рЫТОЙ по одному 
входу 
Ток короткого эамыкания 
Входной ток схемы, открытой no одному входу 
Комекторный ток эакрытой схемы с учетом 
уровня помехи на входе 0.2 В 
Время эадержки включения 
Время перехода иэ состояния высокого уровня 
в состояние ниэкоrо уровня 
Время перехода иэ состояния ниэкоrо уровня 
в состояние высокого уровня . 
Коэффициент объединения по входу 
Коэффициент раэветвления по выходу 

на потенциальные входы 
на счетные входы 

Емкость 1-1агрузки . . .. . .

К110ЛН2А, К110ЛН28 

3 в :t 10°� 

< 0,25 В 
> 0,45 мА
< 48 мкА

< 7 мкА 
< 100 нс 

< 200 нс 

< 2000 нс 
1 ... 6 

5 
4 
< 300 пФ 

Микросхема К110ЛН2А представляет собой инвертор с эмит­
терным повторителем на выходе 9, а К110Л Н2В - инвертор с 
эмиттерным повторителем на выходе 9 и нагрузкой на выходе 
эмиттерноrо повторителя 5 кОм. Содержат соответственно б и 7

интегральных элементов. Корпус плоский с 14 выводами, масса 
че более 0,35 r 

Наэоiачение выводов. 1- вход; З - напряжение питания 
(+ Un), 7 - напряжение питания (- Un): 8, 9- выходы. 

Электрические параметры 

Номинальное наr,ряжение питания 
Выходное напряжение схемы, открьrтой rю одномv 
входу 
Максимальt1ое з"ачен"1е статической помехи 
Ток коооткоrо эамь1кания 
Ксллекторн�::,11ii ток закрытой схемы с У'iетом 
уровня помехи �а входе 0.2 В 
Вь1ходной ток 
Входной ток схемь1, открытой Г1О одному входу 
Время эадерхки В1(!1ЮЧения 
ВремР перехода из состояния высокого УJ)О1»1Я 
в сост�н111е низкого уровня 

,52 

З В :t 10% 

< 0,25 В 
0,2 В 
> 0,45 мА

< 7 мкА 
> 1,2 мА
< 48 мкА
( 360 НС

< 360 нс 



Время перехода из состояния низкого уровня 
в состояние высокого уровня ................. . 
Коэффициент объединения no входу ......... . 
Коэффициент разветвления по выходу (наrруэоч­
нея способность): 

на потенциальные входы .................. . 
на счетные входы ........................• 

Емкость наrрузки . . . . . . . . . .........•...... 

К110ЛНЗА 

< 500 нс 
1 .. ,6 

25 

5 

1500 пФ 

Микросхема представляет собой два инвертора Содержит 8 

интегральных элементов. Корпус моский с 14 выводами, масса 
не более 0,35 r. 

Назначение выводов: 1, 5 - входы; 3 - напряжение питания 
(+ Un); 7- напряжение питания (- Un); 8, 9- выходы 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . .... 
Выходное напряжение схемы, открытой no одному 
входу ..... ......................... . . 
Максимальное значение статической помехи .. 
Входной ток схемы, открытой no одному входу .. . 
Ток короткоrо замыкания .... ............... . 
Коллекторный ток закрытой схемы с учетом 
уровня помехи на входе 0,2 В ................ . 
Время задержки включения .................. . 
Время перехода из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня .............. . 
Время перехода из состояния низкого уровня 
в состояние высокого уровня ........... . 
Коэффициент объединения no входу .... . 
Коэффициент разветвления по выходу: 

на потенциальные входы ............ . 
на счетные входы ................... . 

Емкость нагрузки ....................... . 

К110ТК1А 

<0,25 В 

0,2 В 

< 48 мкА 
)0,45 мА 

< 16 мкА 
< 100 нс 

< 200 НС 

< 2000 нс 
1 ... 3 

5 

5 
300 пФ 

Микросхема представляет собой триrrер с импульсно-потен­
ц�альным управлением. Содержмт 19 интегральных элементов 
Корпус моский с 14 выводами, масса не более 0,35 r 

153 



Назначение выводов: 1 - потенциальный вход установки 
сО», 2- сброс; 3- напряжение питания (+ Un), 4- счетный 
или тактовый вход: 5 - потенциальный вход установки с 11: 

б - единичный выход; 7 - напряжение питания (- Un); 10 -
нулевой выход. 

Эnектричесtntе nараметры 

Номинальное напряжение nмтания ............ . 
Выходное напряжение лог. 1 и лоr. О низкоrо 

ypo&fiЯ ..... ................... .......... .. 
Выходное напряжение лог. 1 и лог. О высокого 
уровня ...... ............... ............. .. 
Остаточное напряжение нмэкоrо и высокого 
уроеней .................................... . 
Входной т0tt установки единицы и нуля ........ . 
Входной ток сброса .......................... . 
Ток счетного входа .......................... . 
Ток короТl(ОГо замыкания ..................... . 
Время 38Держки включения . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Время перехода из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня .................. . 
Время перехода из состояния низкого уровня 
в состояние высокого уровня ................. . 
Коэффициент разветвления no еыходу (нагрузоч­
ная способность): 

на потенциальные входы .................. . 
на счетные входы . . . . . . . . . . . . ......... . 

З В t 10% 

( О, 25 В 

) 2,4 В 

(0,25 В 

, 53 мкА 
, 48 мкА 
( 20 мкА 
) 0,45 мА 
( 800 нс 

<: 730 нс 

<: 5650 нс 

4 
4 

К110ТК2А,К110ТК2В,К110ТК2Д 

Микросхема К110ТК2А представляет собой триггер с имnуль­
сно-nопж�ьным управлением и эмиттерными nоеторителями 
на вых.адах 8 и 9, а К11OТК28 -триггер с импульсно-потенциаль­
ным уnравлениеu и эмиттерными повторителями на выходах 8 и 
9 и нагрузками на выходе g эмиттерного повторителя 5 кОм и на 
вьuсоде 8- 22 кОм. К11 ОТК2д- триггер с импульсно-потенци­
альным управлением и эмиттерными повторителями на выходах 
8 и 9 и нагруэками на выходе 9 эмиттерного повторителя 22 кОм и 
на выходе 8 - 5 кОм. Содержат соответственно 23, 25 и 25 интег­
ральных элементов. Корnус nnоский с 14 выводами, масса не бо­
лее 0,35 г. 

Наэначение выводов: 1 - потенциальный вход установки 
«О»; 2- сброс; 3- напряжение питания(+ Un): 4- счетный или 
тактовый вход; 5 - потенциальный вход установки с 11; 6, В -
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единичный выход; 7 - напряжение пмтанмя (- Un)i 9, 10 - нуnе­
вой выход. 

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания .... , ...... . 
выходное напряжение низкоrо уровня и сброса .. 
Выходное напряжение высокого уровня ..... . 
Остаточное напряжение низкого и ВЫСО1О'О уровня 
Входной ток установки единицы и нуля ...•...• 
Ток сче:rноrо входа . . . . ..... 
Ток короткого замыкания 
Время эадержки включения . . . . . . . . . . ...... . 
Время перехода из состояния высокого уровня 
в состояние низкого уровня . . . . . . . . . . . . • . . . 
Время перехода из состояния низкого )'РОВНЯ 
в состояние высокого уровня ............... . 
Коэффициент разветвления по выходу (нагрузоч­
ная способность): 

З В :t 10% 
<О, 25 В 
)2,4 В 
<О,25 В 
<5Эм«А 
< 20 мкА 
> 0,45 мА
< 1400 нс 

< 1400 нс 

< 2600 ис 

20 на потенциальные входы 
на счетные входы .. ... ... .... .... ... 5 

Предельно доnустимwе ре1КМ11w 3ксмуатации 

Напряжение питания . . . . ....... . 
Потребляемая мощность: 

К110ЛБ1, К110ЛБ2, К110ЛБЗ, К110ЛБ4, 
К110ЛБ13, К110ЛН1, К110ТК1 ........ , .... . 
К110ЛБ5, К110ЛБ6, К110ЛБ7, К110ЛБ8, 
К110ЛБ14, К110ЛН2, К110ТК2 ............ . 
К110ЛБ9, К110ЛБ10, К110ЛБ11, К110ЛБ12, 
К110ЛНЗ, К110ИЛ1 ...................... . 

Амплитуда тактовых импульсов К11 ОТК1, К110ТК2 

<5,5 В 

< 2,5 мВт 

<8 мВт 

<5 мВт 
1 ... 5,5 В 

Температура окружающей среды ........... . -10 ... + ss•c
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Серия К111 

К111ЛБ1А, К111ЛБ1Б 

Микросхемы представляют собой логический элемент 
2ИЛИ-НЕ. Содержат 5 интеrральных элементов {2 транзистора и 
3 резистора). Бескорпусные ИС ( с гибкими выводами) имеют 
массу не более О, 1 г. 

VCIIOlltOI rpaфt"4eCk08 об03Н1'18-
НМ8 К111Л61 

На:sначение выводов: 1, 5 - входы; 2 - общий; 3- выход; 
4 - наnряже+iие питания. 

Эnеt<Трмчесюtе параметры 

Номt.1нальное напряжение питания .......... , . 
Выходное напряжение оnсрытой схемы ...... . 
Выход� ток 3аfСРЫТОЙ схемы 

К111ЛБ1д .............................. . 

К111ЛБ1Б ................... . .... ... .. 

Входной ток опсрытой схемы 
К111ЛБ1А .............................. . 
К111ЛБ1Б ............................ .. 

Комекто�жый ток 38крытом схемы . . . . . ..... . 
Статический коэффициент усиления по току 
Среднее вре� 3адержки распространения
сигнала: 

К111ЛБ1А .. ........ . ...... ... .. 
К111ЛБ1Б .. .......................... . 

Помехозащищенность . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Темпераtура окружающей среды .. .... ... . 
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4 В :t 10% 
< 0,15 В

75 ... 110 мкА 
100 .175 мкА 

8 ... 16 мкА 

9 ... 22 мкА 
< 1,5 мкА 
) 50 

( 600 нс 
( 550 нс 
40 мВ 
-ео ... + 85 •с



Серия К112 

В состав серии К112 (ДТЛ) входят тиnы: 
К112ЛД1 - 3 расширителя по ИЛИ; 
К11 2ТМ1 - 2 D-тригrера с лоrикой на вкоде 
Корпус типа 401.14-3, масса не более 0,4 г. 

Эnектричес«Ме параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . 
Выходное напряжение низкого уровня . . . .. 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входной ток низкого уровня . 
Эмиттерный ток входного транзистора 
Потребляемая мощность 
Тактовая частота .. 
Время задержки включени11 
Время задержки вь,кnl0'4ения 
Температура окружающей среды 

З В :t 10% 
<О,4 В 
) 1,8 В 
с; 1,2 мА 
)6 мА 
с; 45 мВт 
<4 МГц 
< 1 мкс 
с; 2 мкс 
-45 .. + ss· с
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Серия К113 

В состав серим К11З (РТЛ) входят типы: 
К11ЗИЛ1 - nonycyNмaтop; 
К11ЗЛЕ1 - 4 двухвходоеых логически)( 311емента ИЛИ-НЕ; 
К11ЗЛЕ2- 2 четыреХВ)(ОДОВЫХ логических элемента ИЛИ-НЕ: 
К11ЗЛЕЗ- трехвходоеый лоrический элемент ИЛИ-НЕ с по­

вышенном наrруючном сnособtюстыо и деухвходоеый nогический 
элемент ИЛИ-НЕ: 

К11ЗЛЕ4- трехвходоеый лоrический элемент ИЛИ-НЕ с по­
вышенной наrруючной способностью; 

К11 ЗЛП 1 - двухвходоеый логический эnемент ИЛИ-НЕ м три 
двухвходовых расширителя по ИЛИ; 

К11ЗЛС1 - четырехв)(одовый лоrичеокий элемент ИЛИ-И и 
двухеходоеый nоrический элемент ИЛИ-НЕ: 

К11ЗТР1 -триrтер и двухвходоеый логическим эпемент ИЛИ-НЕ. 
Корпус Тt11na 401.14-4, масса не более 0,45 г. 

Э.nектрмческие параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . 4 В ± 5% 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . , 0,2 В 
Входное напряже+1ие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4.4 В 
Обратное входное напряжение . . . . . . . . . . . . . . . ( З В 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . < 38 мкА 
Выходной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . 78 ... 270 мкА 
Коэффициент разветвления . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Температура окружающей среды . . . . . . .... -10 ... + 70 °С 
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Серия К114 

В состав серии К114 (РТЛ) входят mnы: 
К114ИЛ1, К114ИЛ2, К114ИР1, К114ЛД1, К114Лд2, К114ЛЕ1, 

К114ЛЛ1, К114ЛЛ2, К114ЛП1, К114ЛП2, К114ЛПЗ, К114ТР1. 

К114ИЛ1А, К114ИЛ1Б 

Микросхемы представляют собой полусумматор и nоrический 
элемент 2ИЛИ-НЕ. Содержат 25 интегральных элементов. Корпус 
wтырьковый с 12 выводами . 

.а-s �-f,1.в z"!L{s11.

Уtло1111Ое rрафмч1ско1 обоз"аче+tМе К114ИЛ1 

Назначение выводов: 1, 12-выходы, 2-общий; З-зходХ1; 
4- свободный; 5- выход У1; 6 - вход Х2; 7 - выход; 8- вы­
;11од У2. g_ напряжение питания; 10- вход ХЗ; 11- вход Х4.

Электрические параметры 

номиналыtое напряжение питания . . . ..... 
Выходное чаnряжение низкого уровня ......•.. 
Помехоуст°'4чивость статическая .... 

4 В± 10% 
<0,2 В 
> 0,15 В
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Входной ток высокого уровня: 
К114ИЛ1А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ... 32 мкА 
К114ИЛ1 Б . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6 ... 46 мкА 

Выходной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . 43 ... 116 мкА 
Мощность nотребления в состоянии высокого 
уровня: 

К114ИЛ1А . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . < 2,55 мВт 
К114ИЛ1Б ............................... i.4 мВт 

Мощность nотребления в состоянии низкого 
уровня: 

К114ИЛ1А .............................. . 
К114ИЛ1Б ...................... ...... . . 

Среднее время эадержки расnространения ... . 
Коэффициент разветвления по выходу ....... . 
Температура окружающей среды ........... . 

К114ИР1А, К114ИР1Б 

( 3,25 мВт 
< 4 мВт 
< 1,З мкс 
4 
-10 ... + 10 •с

Микросхемы представляют собой разряд двухтактного реп,�с­
тра сдвига. Содержат 40 интегральных элементов. Kopnyc wтырь­
ковый с 12 выводами. 

Усnоеное rрвфмч1ское 
о603наченме К114ИР1 

Назначение выводов: 1- выход У1; 2- общий; З - вход ХЗ; 
4 - вход Х2; 5, 7, 11- выходы; б -выход У4; 8 - выход УЗ; 9-

напряжение nитания; 10 - вход Х1; 12 - выход У2. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение nитания ........... , 
Выходное наnряжение низкого уровня . . . . . . . . 
Помехоустойчивость статическая . . . . .. 
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4 В± 10% 
i.0,2 В 
;;. 0,15 В 



Входной теж высокоrо уровня: 
К114ИР1А ................... ....... . 
К114ИР16 .................... . 

Вы кодной ток высокоrо уровня: 
К114ИР1А ................... . 
К114ИР1Б .........................•..• 

Мощность потребления в состоянии высокого 
уровНА: 

К114ИР1д ............................ . 
К114ИР16 ......................••..... 

Мощность потребления в состоянии низкого 
уровня: 

К114ИР1А .................... . 
К114ИР1Б .........................•.. 

Среднее время задержки распространения: 
К114ИР1А ..................... ...... . 
К114ИР16 .................... ...... . 

Температура окружающей среды ..•........•. 

К114ЛД1А, К114ЛД1Б 

6 ... 32 мкА 
6 ... 46 мкА 

60 ... 116 мкА 
86 ... 1·93 мкА 

< 5,1 мВт 
< 7,5 мВт 

, 4,6 мВт 
< 6,8 мВт 

< 1,95 мкс 
< 1,8 мкс 
10 ... + 10 ·с

Микросхемы представляют собой 4 расширителя по НЕ. Со­
держат 16 интеrральных элементов. Корпус wтырьковый с 12 вы­
водами. 

, 

1Z 

f1 

, 
10 

У слоеное rрафмческое обознвченме К114ЛД 1 

Назначение выводов· 1, 10, 11, 12 - выходы: 2 - общий; Э, 4, 

5. б, 7, 8- входы. 9- напряжение питания
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Электрические nараметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . 
Вьlходное напряжение низкого уровня .. 

Входной ток: 

К114ЛД1А ........................ ..... . 
К114ЛД1Б ..................•.......•.... 

Температура щужающей среды ... ........ . 

К114ЛД2А, К114ЛД2Б 

4 В .t 10% 
<0,2 В 

6 ... 17 мкА 
6 ... 24 мкА 
-10 ... + 10 •с

Микросхемы представляют собой 2 чет ырехвходовых расwи. 
ритеnя по ИЛИ. Содержат 16 интегральных элементов. Корпус 
unыры(оеый с 12 выводами. 

1 

, 

На3начение выводов: 1, 7- выходы; 2- общий: 3, 4, 5, б, 8, 

10. 11, 12- входы; 9- напряжение питания.

Электрические nараметры 

Номинальное напряжение питания .. 
Вьlходное напряжение низкого уровнq . 
8ХОДЖ)Й ТОК: 

К114ЛД2А .... .............. . 
К114ЛД2Б ..... ........... .. 

Температура окружающей среды ..... . 

К114ЛЕ1А, К114ЛЕ1Б 

4 В± 10% 
<0,2 В 

6 ... 17 мкА 
6 ... 2-4 мкА 
-10 ... + 10 •с

Микросхемы представляют собой 2 nогичесl(ИХ элемента 
4ИЛИ-НЕ. Содержат 18 интегральных элементов. Kopnyc wтырь­
ковый с 12 выводами. 



;'С'1011НОе rplфlNeel(Oe обсmс8'48"11е К114ЛЕ1 

Наsначеt-!ие выводов: 1 -ВЫХОД Yf; 2- общий; З - ВХОД Xf; 
4 - вход Х2; 5 - вход ХЗ; 6 - вход Х4; 7 - выход У2; 8 - вход 
Х7; 11- наnряжемие питанИR; Ю - вход ХВ; 11 - вход Х5; 12 -
еходХ6. 

Электрм'lескме n·араметры 

номинальное напряжение питания • . . . . • . . . . . 
Выходное напряжение НИ3'(0Ю уровня .. ... 
'1омехоустойчиеость статмчесtе8Я .... . ...• 
Входной теж высокоrо уровня 

1<114ЛЕ1А ..................•... 

К114ЛЕ1Б ..................... ·� ..... . . 

Выкодной теж высокого уроеt4я:
К114ЛЕ1А ......................•...•... 

К114ЛЕ1Б ....................... ..... . 

Мощность потребления в состоянии выссжого
уровня: 

К114ЛЕ1А ....•................•... . .

К114ЛЕ1Б .............................. . 

Мощность потребления в СОС.-ОАНИМ ни31СОrо
уровня: 

К114ЛЕ�А ........•.•.•.•••.•......••.... 

К114ЛЕ1Б ............................. . 

Среднее время 38держки распространения: 
К114ЛЕ1А ............................•.. 

К114ПЕ1Б .....•.....••.•....•...••...•.. 

Коэффициент разветвления по выходу 
Температура сжружающей ереды 

4 В :t 10% 

,о,2в 
> 0,15 В

6 ... 17-мкА 
6 .24 мкА 

70 ... 110 � 
100 ... 180 мtеА 

, 0,9 мВт 
, 1,2 мВт 

< 1,4 мВт 
, 2,2 мВт 

< 0,65 мкс 
,о,6 мкс 
4 

-10 .. + 1о·с

1� 



К114ЛЛ1А, К114ЛЛ1Б 

Микросхемы nредставляют собой логический элемент ИЛИ-НЕ 
с повышенным коЭФФициентом разветвления. Содержат 20 и�+ 
теrральных элементов Kopnyc штырьковый с 1 2  выводами. 

Назначение выводов 1 - выход У1; 2 - общий; З - вход>< 1 
4 - вход Х2; 5-вход ХЗ; б, 7, 8, 11, 12- свободные g _ наnрР­
женме питания; 10 -выход У2.

Электрические параметры 

Номинальное наnряжение nитания . . 
Выходное напряжение низкого уровня 
Помехоустойчивость статическая . 
Входной TOIC высокого уровня 

К114ЛЛ1А ...... .......... . 
К114ЛЛ1Б ...... . ........ . 

Выходной ток ВЬIСОКОГО уровня 
К114ЛЛ1А ................. . 
К114ЛЛ1Б ................. . 

Мощность nотребления в состоянии высо1<оrо 
уровня: 

К114ЛЛ1А ............... .. . 
К114ЛЛ1Б ................... . 

Мощность nотребления в состоянии �и31<оrо 
уроеня: 

К114ЛЛ1А .................. . 
К114ЛЛ1Б .................. . 

Среднее время задержки расnространенир 
К114ЛЛ1А ..................... . 
К114ЛЛ1Б . ... . ........... .. 
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4 В :t 10% 
,0.2 В 
> 0.15 В

6 ... 51 мк.А 

6 . 72 мl(.Д 

26 ... 330 мк.А 

38 .. 540 м� 

, 2,05 мВ-т 
, 2,9 мВт 

< 2,55 М8'Т 
, 3,9 мВт 

< 1,3 мкс 
, 1.2 мкс 



Коэффr1циенr разитаnения по выходу . . . . . . . 4 
те,-.nература окружающей среды . . . . . . . . . . . -10 ... + 70 •с

К114ЛЛ2А, К114ЛЛ2Б 

Мl'lкросхемы представляют собой логические элементы 
2ИЛИ-НЕ и 2ИЛИ с nовыwежым коэффициентом разветвления. 
Содержат 25 интегральных элементов. Корпус wтырьковь1й с 12 
выводами 

, 

z,1 
6 

!lf
Zz f

z1

,о J/1 z" fl 

f� �icoe 00cmt81'181118 К114ЛЛ2 

Назначение выводов: 1 - вход ХЗ; 2 - общий; З - вход Х 1, 

4 - вход Х2; 5 - вывод; 6 - выход У1; 7, Р - напряжение пита­
н111я, 8 - вывод: 10-выход У2: 11-вывод входа; 12- вход Х4 

Эnепрмческие параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . 
Выходное напряжение низкоrо уровня: 
на выводе 8 ... ....................... . 
на выводе 10 . . . .................... . 
Выходное напряжение выссжоrо уровня . . .. 
Помехоуст°'1чивость статическая ......... . 
Входчой ток высокоrо уровня: 

К114ЛЛ2А ................... .. 
К114ЛЛ!Б .............. ............ . 

Выходной теж выссжоrо уровня ..... ...... . 
Мощность потребления в состоянии высокогr 
уровня ................................. . 
Мощность потребления в состоянии низкого 
уровня: 

К114ЛЛ2А ................ . 
К114ЛЛ26 ............. .. 

4 В :t 10% 

<0,3 В 
(0,15 В 
> 1,1 В
;i, 0,15 В

6 ... 17 мкА 
б ... 24 мкА 
(3 мА 

< 35 мВт 

< 2,3 мВт 
< 9.1 мВт 

165 



Среднее время 3адержки распространения 
К114ЛЛ2А ........................... . 
К114ЛЛ2Б .... ................ ... . 

Ко$ффициент ра3ветвления no выходу при 
наrру3Ке мощного элемента на базовые элеме.4Ты 
Температура окружающей среды .. ..... 

К114ЛП1А. К114ЛП1Б 

< 1,3 мкс 
< 1,2 мкс 

50 
-10 ... + 10 ·с

Микросхемы представляют собой 4 "оrических элемента 
НЕ-НЕТ. Содержат 20 интегральных элементов Корпус wтырь­
ковый с 12 выводами. 

11 
!li 

11 Усll08ММ �мчесс� 
gS обо,-...... 11"114ЛП1 

На3Начение выводов: 1 - выход У1. 2 - общий; 3- вход Х1; 
4- вход Х2; 5 - ВХОД ХЗ; б - ВХОД Х4; 7 - вход Х5; 8- ВХОД Хб;
9- напряжение питания: 10- выход У4, 11- выход УЗ; 12-
выход У2.

Электрмческме параметры 

Номинальное напряжение питания . . . .. ..... . 
Выходное напряжение ни3кого уровня . . . . . . . 
Помехоустойчивость статическая ... ......... . 
Входной ток высокого уро�я. 

К114ЛП1А ..................... .... . .  . 
К114ЛП1Б ............................. . 

Выходной ТОt< высокого уровня: 
К114ЛП1А ....... ....................... . 
К114ЛП1Б ...... .. ........... . 

4 В :t 10% 
(0,2 В 
:> 0,15 В 

6 ... 17 мкА 
6 ... 24 МtСА 

70 ... t10 МКм 
100. 180 мкА



Мощность потребления в состоянии высокою 
уровня· 

К114ЛП1А ............... ............. . 
К114ЛП1Б .............................. . 

Мощность потребления в состоянии н�коrо 
уровня: 

К114ЛП1А .......... .............. . 
К114ЛП1Б ............................ . 

Среднее время 38держ:ки рас�нения: 
К114ЛП1А ... ... ....... ..... .. . 
К114ЛП1Б .......... .................. .. 

Коэфф�.щиент разветвления no выходу 
Т емnера-тура Оt<ружающей среды . . . . . . . 

К114ЛП2А, К114ЛП2Б 

с; 1,8 мВт 
< 2,4 I\IIBT 

< 2,8 мВт 
с; 4,4 мВт 

< 0,65 мкс 
< 0,6 мкс 
4 

-10 . .  + 10 ·с

М икросхемы представляют собой лоrический элемент 
6ИЛИ-НЕ Содержат 18 мнтеrреnьных элементов. Корпус 
wтырьковый с 12 выводами. 

На3Н8Чение выводов: f -выход У1; 2- общий; 3 - вход Х 1; 
4 - ВХ&Д Х2; 5 - вход ХЗ; б- вход Х 4; 7 - вход Х5; 8 - выход 
У2; 9 - напряжение nитаНМА; 10- ВХQА Xl; 11- вход Хб; 12 -

свободный.

Эnнтричеасме nараметрw 

Номиналыtое наnl)А)Кенме питания .... 
Выходное напряжение ниэкоrо уровня 
Помеюустойчмвость Gтатмческая 

4 В :t 100/о 
<О,2 В 
>0,15 В
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ВходtlОЙ тоl( высокого уров1-4я 
К114ЛП2д ........... . 
К114ЛП2Б ..... .......... . 

Выходной ток высокого уровня 

6 ... 17 мкА 
6 .. 24 мкА 

К114ЛП2А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ... 110 мкА 
К114ЛП2Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 ... 193 мкА 

Мощность потребления в состоянии высокого 
и низкого уроеней: 

К114ЛП2А ........... ................. . 
К114ЛП2Б .................... . .. .  . 

Среднее время 38держки распространения 
К114ЛП2д ........................... . 
К114ЛП2Б .................... . 

< 1,15 мВт 
< 1.7 мВт 

< 1,3 мкс 
< 1,2 мкс 

Коэффициент разветвления по выходу 
Температура окружающей среды . 

..... .. 4 

. . . .... - 10. + 10 ·с

К114ЛПЗА, К114ЛПЗБ 

Микросхемы представляют собой 2 логмческих элемента 
2ИЛИ-НЕ. Содержат 20 интегральных элементов Корпус штырь­
ковый с 12 выводами. 

Yc7101lнot rрафмческое 
об03Н8Ч- К114ЛП3 

Назначение выводов: 1- выход У1; 2 - общий. 3- вход Х1,
4 - вход Х2; 5- выход У2; б- выход У4; 7 - вход Х4, 8- вход 
Х5; g_ 1-1аnряжение питания; 10- выход УЗ; 11- вход Хб, 12-
вход ХЗ.

Электрические параметры 

НоминВJ ьное наnряженме питания . . ..... 
Выходное напряжение низкого уровня .. 
Помехоустойчивость статическая . . 

4 В t 10% 
< 0,2 В 

;i, 0,15 В 



Входной Т()!( ВЬIСОl(ОГО уровня· 
К114ЛПЗА .. ....... . 
К114ЛП36 . ......... . 

Выходной Т()!( высокого уровня: 
К114ЛПЭА ............... ..... . 
К114ЛПЗБ .............. ......... . 

Мощность потреблеtiия в состоянии высокого 
уроеня· 

К114ЛП3А .. . 
К114ЛПЭБ ... . 

Мощность потребления в СОСТОЯНИ\11 НИЭIСОГО 

уровня 
К114ЛП3А 
К114ЛПЗБ 

Среднее времs:� задерж.tG-1 распространения· 
К114ЛПЗА 
К114ЛПЗБ 

КоЭффициент разветвления no выходу

Темnература окружающей срепы 

К114ТР1А, К114ТР1Б 

6 ... 17 мкА 
6 .. 24 мкА 

60 ... 116 .,.l(Д 

100 .. 180 мl(Д 

( 2,3 мВт 
( 2 8 мВт 

( 2.8 мВт 
( 4,4 мВт 

( 1.3 М!<С 
( 1,2 Ml(C 
4 
-10 • 10 ·с

Микросхемы представляют собоi4 RS-тpиrrep. Содержат 19 

интеrраnьных элементов. Корпус wтырьковый с 12 выводами 

Усnоеное rрафмчесkое о6-к11е k114ТР1 

t-tаэначение выводов· 1- выход У1; 2- общий, З. б, 11-

сеободные, 4 - вход Х1; 5- вход Х2; 7 - вход ХЗ, 8- и01вер­
сный выход Q, 9- наnряж.ечие питания; 10- выход У2. 12-

выход Q 
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Эnектрические параметры 

Номинальное мепрАМение питания ...
Выходное "8Пряжение низкого ypoettЯ ..... . 
Помехоуотойчивос,ъ статиче<Жая .
Входной ток высокого уровня:

К114ТР1А .................. .. . 
К114ТР1ь ... ............ . 

Выходной ток высокого уроеня: К114ТР1А ............. . 
К114ТР1ь ........................... . 

Мощность потребления в состоянии высокого
уровня: 

К114ТР1А . . . . . . ....... . 
К114ТР16 .. . . . ....... .. 

МоЩttе)С!Ь nотребnения в состоянии ни экого
уровня: 

К114ТР1А . . ...... . 
К114ТР16 ........ . 

Среднее время задержки распространения: 
К114ТР1А 
К114ТР1Б . ..... .. . 

КС13ффициент резеетвления по выходу 
Teмnepetype � среды 
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4 В t 10% 
<0,28 
) 0,15 В 

6 ... 34 мlСА 

6 ... 48 MICA 

60 .. 116 мкА 
86 ... 193 мкА 

< 2,55 мВт 
<3,9 мВт 

< 2,3 мВt 
< З,4 мВт

< 1,3 мкс 
< 1,2 мкс 
4 

-10 .. + 1о·с



Серия К115 

В состав серии К115 (РТЛ) входят типы· 
К115ЛЕ1, К115ЛЕ2, К115ЛЕЗ, К115ЛЕ4, К115ЛП1, К115ЛС1, 

К115ТР1. 

К115ЛЕ1 

Микросхема представляет собой 4 двухвходовых эл�еtiта 
ИЛИ-НЕ. Содержит 20 интегральных элементов. Корпус типа 
402.14-2, ,.асса не �лее 0,5r. 

YCIIOIIНOt rр1фмческое обМН8'1е- К115ЛЕ1 

На3начение выводов. 1- вход Х1; 2- вход Х2; 3- вход ХЗ, 
4 - вход Х4; 5 -вход Х5; б - ВХОД Хб; 7 - ВХОД Х7; 8- в�од хв. 

9- напряжение питания; 10- выход У4, 11- выход УЗ; 12-

выход У2; 13 - выход У1; 14 - общий.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение п,...тания 
Выход.юе наnряжение ни3КОrо уровня ...... . 
Выходное напряжение высокого уровня ..... . 
Помехоустойчивость статическая . . . . . . . .. 

4 В :t 10% 

(0,22 В 

)0,78 В 

) 0,15 В 



Входной ток высокого уровня 
выходной ток высокого уровня 
Мощность потребления . 
Среднее время щцержки распространения 
Коэффициент р83ветвлвt4ия по выходу 
Температура окружающей среды . . . . 

К115ЛЕ2 

< 80 мкА 
300" 625 мкА 
< 16,3 мВт 
< 150 нс 
4 

-10. + 10 ·с

Микросхеме представляет собой 2 четырехвходоеых лоrиче­
ских элемента ИЛИ-НЕ. Содержит 18 интегральных элементов 
Корпус типа 402.14-2, масса не более 0,5 r. 

Y�no-• rр1фмческое о60,начен111 К115ЛЕ2 

Назначение выводов: 1 - вход Х 1, 2 - вход Х2; З - вход ХЗ: 
4- вход Х4; 5 - вход Х5; б - вход Хб; 7 - вход Х7, 8 - вход Х8;
9- напряжение питания; 10- выход У2; 11, 13- свободные;
12 - выход У1; 14 - общий.

Электрические параметры 

Номинмьное напряжение питания 
выходное наRряжеАИе низ«ого уровня . 
выходное напряжение высокого уровня 
Помехоустойчивость статическая 
Входном TOIC ВЫС<ЖОГО уровня ..... . 
Выходной ток высокоrо уровня ..... . 
Мощность потребления .......... . 
Среднее время эадерЖIСИ расnрострвнения 
Коэффициент ре3еетвления по выходу 
Температура окружающей среды 
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4 В± 10% 

< 0,22 В 
) 0,78 В 

) 0,15 В 
< ВО мкА 
300 ... 625 мкА 
< 8,2 мВт 
< 150 нс 
4 

-10 + 10 ·с



К115ЛЕЗ 

Микросхема представляет собой лоr.,..ческие э.r,еме�ть� 
2ИЛИ-НЕ и ЗИЛИ-НЕ с повышенным коэфф"циентом разветвле­
ния. Содержит 19 мнтеrральных элемеt4тое l(opnyc тиnа 402 14-2, 
масса не более 0,5 г. 

YCIIOIIIIOe rрафt!чккое ОС!О,Н8Ч8НМ IC11511f3 

Назначе1-1ие выводов: 1- вход Х1. 2 - вход Х2, Э, 4 - BitOllьi 
ХЗ; 5, 6- входы Х4; 7, 8- входы Х5, 9- наnряжеt11J11е n�,1тания. 
11- выход У2: 12- свободный, 13- выход У1: 14 -общ"".:�

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . 
Выходное напряжение высокого уровня 
Помехоустойчивость статическая 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . 
Выходной ток высокого уровня ..... . 
Мощность потребления . . . . . . . 
Среднее время задер)Кl(И распространения 
Коэффициент разветвления по выходу . 
Температура окружающей срепы 

К115ЛЕ4 

4 В :t 10%

< 0,35 В 
;;. 2.4 В 
;;. 0,7 В 

< 26 мкА 

(8� 

< 26.2 мВт 
( 220 11С 
50 
-10. • 70"С

Микросхема представляет собой логический элемент ЗИЛИ­
НЕ. Содержит 14 интегральных элементов. Корпус типа 402.14-2,

масса не более 0,5 r. 
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Ycll08>t0e rрафмчесltое 
обо�нач-• К115ЛЕ4 

На�ачение выводое: f, 2, 12, 13- свободные, 3, 4- входь� 
Х1; 5, 6- входы Х2; 1, 8- входы ХЗ; 9- напряжение питания, 
10 - вывод; 11 - выход У; 14 - общий. 

Эnектрмческме nараметры 

Номинаnыюе неnряжею4е питания . 
Выходное напряжение ни3кого уровня 
Выкодное напряжение высокого уровня 
Помехоустойчивость статическая ........... . 
8XQQHOЙ То« ВblCo«IO('Q уроеНА . . . 
Выходнсж то« высо«оrа Wо&НА ..... 
Мощность noтpeбnettмR . . . . . . . . . . . . . 
Среднее время 38ДeJ)Jmt ресnространеttия 
Коэффицмеt4т реиетаnенМА no выходу 
TeunepaтypC!I � среды 

К115ЛП1 

4 В :t 10% 
(0,35 В 
> 2,4 В
>О,7 В
с; 26 мкА
(8 мА
, 26,2 мВr
( 220 НС 
50
-10 + 10 •с

Миrроскеме nредставляет собой логический элемеttт 
2ИЛИ-НЕ м З двvхвходовых расширителя по ИЛИ. Содержит 17 
интеграnыtЫх элеменrое. Корпус типа 402.14-2, масса не бо­
лее O,S r.

А fJ 

А 1t 

А tf 

1'4 

YCIIClll-«18 rpacfмNecicoe 
оСо�неченме K115Jlr.. 



Неэча'lв.4Ие ВоlВОдое· 1 2, З. 4. 5, б - 8)1.ОДьl. 7 - вt-од )(1 
8- B)I.Oll Х2, 9- hаnряже11ие питано'IЯ 70- Вьl)I.ОД У 11. 12.

13- BDl)I.OДЫ, 14-общий

Электрмческме параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . .. 
Выходtiое напряжение низкого уоовня ........ . 
Выхо.аное wаnряжен"е высокого уровня . . . . . . 
Помехоустойч"вость статическая . . . ... .... . 
B)l.oднoiii ток высокоrо уровня . . . . . . . . . . . .. . 
Выходной теж высокоrо уровня . . . . . . . ... . 
Мощность потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Сред�е время �адерЖJСИ расnросrранеt1ия .. . 
Коэффициент реэ�твления по выходу ....... . 
Teмnepe'f)'pa 01<ружающей среды .......... . 

К115ЛС1 

4 В :t 10% 

<О.2 В 

> 0,78 В

> 0,15 В
< 80 мкА 

300 ... 625 мкА 
<3,1 мВт 
< 150 1-tC 
4 

-10 .+ 70 °С

Микросхема представляет собой логкчес�сие э11ементы 
4ИЛИ-И и 2ИЛИ-НЕ. Содержит 19 интегральных эnементов. Кор 
nyc типа 402.14-2, масса � более 0,5 г. 

.i'
5 

5 1 

:r, 5 

1] 
!/. 1 

10 
!/. • 

t-tаэначение выводов: 1-вход Х1; 2- вход Х2; 3-вход ХЭ; 
4- вход Х4; 5- вход Х5; б-вход Хб; 7, 8- свободные: 9-
напряжение питания; 10 -выход У 4; 11 -выход УЗ; 12 - выход
У2; 13-выход У1; 14-общий.

Электр .... еские параметры 

Номw.альное напряжение питания . . ...... . 
Выходное наnрRЖение низкого уровня . . . ... . 
Выходное наnрЯжение высокого уровня .. . ... . 

4 В :t 10% 

< 0,22 В 

> 0,78 В
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Помекоустойчивость статическая .. . 
Входной ток высокого уровня ......... . 
Выходной ток высокого уровня ........ . 
Мощность потребления . . . . . . . . . . . . . . . 
Среднее время задержки распространения 
Коэффициент разветвления по выходу 
Т емnература окружающей среды .... 

К115ТР1 

)0,15В 

< 80 мкА 

300 ... 625 мкА 
< 16,З мВт 
< 150 нс 
4 

-10 ... + 10 ·с

Микросхема представляет собой RS-триггер и логический 
�лемент 2ИЛИ-НЕ. Содержит 20 интегральных элементов. Корпус 
типа 402.14-2, масса не более 0,5 г. 

Условное rрафмческое обо2наче+1ие К115ТР1 

Назначение выво,сов· 1- вход Х1; 2- вход Х2; З - вход R: 
4 - вход S, S - вход ХЗ; б, 7, 8 - свободные; g _ напряжение 
11итания, 10- выход У2; 11- выход Q, 12- инверснь1й выход 
О 13- выход У1; 14- общий 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Помехоустойчивость статическая ... . 
ВJ1одной ток высокого уровня .. • ... . 
Выходной ток высокого уровня . . 
Мощность потребления .... 
Среднее время задержки распространения 
t<оэффициент разветвления по выходv 
�млература окружающей среды 

4 В± 10% 

< 0,22 В 

;;i, 0,78 В 
) 0,15 В 

, 80 мкА 
300 "625 мкА 
< 16,3 мВт 
( 150 НС 
4 

- 10 + 10 •с 



Сеоия К118 

Общие рекомендации no применению 

Т емnература пайки должна быть не более 235 t 5 •с, рассто­
яние от корпуса до места пайки 1 ± 0,5 мм, продолжительность 
пайки 6 с. При nроведеним монтажных (сборочных) операций до­
r,ускается не более трех перепаек выводов ИС. 

Запрещается подводить электрические сигналы к незадей­
ствованным выводам ИМС (в том числе к шинам «питание» и 
•земля>1): у К118УН1 - к выводам 1, 4, б, 8, 13; у К118УД1 - к
выводам 1, 4, б, 13; у К118УН2 - к выводам 2, 4, 5, 8, 11, 12;
у К118ТЛ1 - выводам 1, 4, б, 8, 10, 13.

Выводы 2, 5, 11 у К118УН1, 2, 8, 12 у К118УД1, 1, 13 у 
l<118YH2, 2, 5, 11, 12 у К118ТЛ1, 5, 11 у К118УП1 служат для уве­

личения функциональных возможностей этих ИС. 
Замена ИМС должна осуществляться при отключенном ис­

точнике питания. 
Допустимое значение статического потенциала 200 В. 

К118ТЛ1А, К118ТЛ1Б, К118ТЛ1В, 

К118ТЛ1Г,К118ТЛ1Д 

Микросхемы представляют собой триггер Шмитта с макси­
мальной частотой следования импульсов 1 МГц. Различаются 
между собой значениями напряжения питания, входного и выход­
tiОГо напряжений, напряжений срабатывания и отпускания. Со­
держат 10 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, масса 
не более 1,2 r. 

Назначение выводов: 2 - вывод эмиттера (VT3); 3 - вход 1; 
5 - выход 1; 7 - напряжение питания (+ Un); 9 - выход 2; 11 -
делитель: 12 - вывод базы VТЗ; 14 - напряжение питания (- Un), 
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KJ 7 •и"
S 1,1к , 

.1 УГI 

1 r, 

Tl8108811 C18М8 IIUIIO't8НМ• 1(118ТЛ1 

Эnектрмчеасме nараметрw 

Номмналыюе напряжение nитанмя. 
К118ТЛ1А . . . . . . • . ..• ................ 
К118ТЛ1Б, К118ТЛ1В ........ ... .... .. . 
К118ТЛ1Г, К118ТЛ1Д .... .............. .. 

Выходное наnDЯЖение. 
К118ТЛ1А при Un= :t: Э В· 

nрм U,x=-0,35 В . . . . . . . . . . . . . . • ..••... 
прм Uu= + 0,35 В . . . . . . . .............. . 

К118ТЛ1Б, К118ТЛ1В при Un = :t: 4 В: 
прм Uu=-0,35 В ....................... . 
при и,. = +О,З5 в ........... , ........... .

К118ТЛ1Г, К118ТЛ1Д при Иn = :t: 6,З В: 
прм Uu=-0,7 В .•............•.......... 
при U,x = + 0,4 В . . . . . . . . . . . . ..... . 

Напряжение срабатывания: 
К118ТЛ1А-К11SТЛ1В .. ................ . 
К118ТЛ1Г, К118ТЛ1Д .................... . 

Напряжение отпускания: 
К118ТЛ1А-К118ТЛ18 ................... . 
К118ТЛ1Г, К118ТЛ1Д .................... . 

Максимальный входной ток: 
при Un = :t: Э В, Uex = 0,35 В: 

К118ТЛ1А ...... .... .. .... .. .... .. . 
К118ТЛ1Б ............. .. ..... .. 

при Un = :t: 4 В, Uu= 0,35 В для КТ118ТЛ1В .... 
при Un=:t:6 В, U,x=0,4 В: 

К118ТЛ1Г . ........ ...... ......••......... 
К118ТЛ1Д .....................•.....••.. 

178 

:t: ЭВ :t: 10°..41 
:t: 4 В :t 100-' 
:t: 6,3 В :t: 10% 

-0,4 ... 0.9 В
2.1s ... э в 

-0,4 ... 0,9 В
2,75 ... Э В 

-0,4 .•. 1,2 В
6 ... 6,Э В

0 ... 0,35 В
0 ... 0,4 В

-0,35 ... О В
-0,7 ... 0 В

15 мА 
35 мА 
15 мА 

35 мА 
15 мА 



Теж потребления: 
К118ТЛ1А при Иn = ± З В ..... .... . 
К118ТЛ1Б, К119ТЛ18 nрм Un =±4 В . .. ... . 
К118ТЛ1Г, К118ТЛ1Д при Un = ±6,3 В ...... . 

Максимальная частота следоее...я импульсов .. . 
Время нарастания выходного напряжения 
Время спада выходного напряжения 
nрм Un = :t З В (Для К118ТЛ1А). 
при Un = :t4 В (дnя К118ТЛ1Б, К118ТЛ1В). 

0,5 ... 1,5 мА 
1 ... 2 мА
1,3 ... 2,4 мА 
1 МГц 
< 20 мкс 

при Un =±б,З В(для К118ТЛ1Г, К118ТЛ1Д} ... . .  <20мкс 

Предельно допустимые режимы эксnnуатацмм 

Напряжение источника питания: 
К118ТП1А. 

Un1 
Иnz ·, ·, , , 

К118ТЛ1Б. К118ТЛ1В: 
Иn1 . . . . . .. ...... ... . 

Им ....... ......... . .... . . 
К118ТП1Г, К118ТЛ1Д: 

Un, . . . ..... . . ... ....... . 
Иnа · · .. ·. ·,, · · .  ·, 

Темnера'У.ра сжружающей среды ... ... •... 

2,7 ... Э,З В 
-2.7 ... -3,З В

3,6 ... 4,4 В 
-3,6 . .. -4,4 В

5,7 ... 6,9 В 
- 5,7 ... -6,9 В
- 10 ... + 10 ·с

К118УД1д,К118УД1Б,К118УД1В 

Микросхемы nредстаВЛЯIОТ собой 0Дt1СЖ8СIС8ДНЫ8 � 
циаnьные усилители с максммаnьной рабочеtl цастотоi до 5 МГц. 

------•Ur11 
я, 

+я

ЯI 

t,7к 

I 

1+ 
11. "------.z

3n�- с:кеме К118УД1 

, 

8xol2 Kffll/lf 

Тмnоня схема---... tС111УД1 
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Разл�А"аtОТСЯ между собой значе11ИРМИ наt'IОЯ)l{еоiИЯ nитаfiИЯ КО· 
эФФициента усиления и темnературноrо дрейФа tiа11ряжениР 
сt.1ещения. Содержат 12 интегральньIх элементов Корпус типа 
201.14-1, масса не более 1,2 г. 

Назначение выводов: 2 - вывод эм111ттера VТЗ; З - вход 2; 
5- выход 2; 7 - напряжение питания (+Urn): g - выход 1; 10 -
вход 1; 11 - общий; 12 - вывод базы VТЗ; 14 - напряжение
питания (- Unz). 

Электрические параметрь1 

Номинальное напряжение питания: 
К118УД1А: 

Ип, .......................... . 
Un2 .............................. ...... . 
К118УД1Б, К118УД1В· 
Un1 ...................................... . 
Uп2 ....... ...................... ..... . . 
Напряжение смещения: 
при Un,=4 В, Un = -4 В для К118УД1А ......•. 
при Иm 

=6,Э В, U112 = -6,3 В: 
К118УД16 .............................. . 
К118УД1В .......................•....... 

Выходное напряжение баланса: 
при Um

= 4 В, Unz =-4 В для К118УД1д .•...•.. 
при Иm=6,3 В, Unz=6,3 В для !(118УД1Б, К118УД1В 
Входной ток: 
nрм U111 =4 В. U112 =-4 в для К118УД1А ....... . 
при Ura = 6,3 В, U112 = - 6,3 В: 

К118УД1Б ...........................•..• 
К118УД1В .............................. . 

Разность входных токов: 
К118УД1д, К118УД16 .................... . 
К118УД1В ..............................• 

Ток потребления при Urn = 4 В, U112 = -4 в·

К118УД1А ........... ................ .. 
К118УД1Б, К118УД1В . .................. . 

Коэффициен, усиления напряжения. 
на частоте 12 кГц: 

К118УД1Аnри Um =4 В. Ига =-4 В, U811
=10 мВ 

К118УД1Б, К118УД1В при Un1= 6,3 В, 
Иrа =-6,3В,Иах=10 мВ ....•...........•.. 

на частоте 5 МГц: 
К118УД1А при Un, = 4 В, Uro = -4 В, Uax = 10 мВ 
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4 В± 10% 
-4 В :t 10%

6,3 В :t 10% 
-6,З В :t 10%

-4 ... 4 мВ

-4 ... 4 мВ 
-е ... 8 мВ 

2,5 ... З,3 В 

4 ... 4,9 В 

10 мкА 

10 мкА 
20 мкА 

-2 ... 2 мкА
-4 ... 4 мкА

1 мА 
1,3 мА 

)15 

) 22 



К11ВУД1Б, К118УД1В nри Um= 6,3 В, 
Ura

=-6,3 B,Uu= 10 мВ . .. . ............ >8
Коэффициент ослебления синфазных входных 
напряжений: 

К118УД1А nри Иm= 4 В, U112 =-4 В, U8x= 1 В, 
f= 12кГц ................................. >60д6 
К118УД1Б, К118УД1В при Um= 6,3 В, 
И112 =-6,Э В, U8x= 1 В, f=12 кГц . . . . . . . . . . . . • > 60 дБ 

Коэффициент гармоник: 
К118УД1Аnри Un1

=4 В, Uro
=-4 В, f=12 кГц .. , 5% 

К118УД16, К118УД1В !1>И Um=6,3 В, 
U111

=-6,3 B,f= 12 кГц . . .. . . . .. .. . . . .. . .. .. , 5% 
Входное соnротиеnение: 
при Um 

=4 В, Иnz = -4 В, Uu
= 1 В, f=12 кГц 

для К118УД1А • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 6 
при U111 =4 В, Unz =-6,3 В, U1x= 1 В, f= 12 кГц: 

К118УД1Б. .. . .. .. . .. . .. .. • . .. • . . .. . . :> 6 кОм 
К118УД1В . .. .  , . . .. . . .. . . . .. .. .. .. . . . > З кОм

Выходное соnротивnение: 
К118УД1А при Un,=4 В, U111 =-4 В, Uax= 1 В, 

f=12 кГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Э ... 7 кОм 
К118УД1Б, К118УД1В r1)'1 Un,

= 6,Э В, 
U112 = -6,3 В, и.,.= 1 В, f=12 кГц . . 3.7 кОм 

Изменение коэффициента усиления напряжения: 
К118УД1Аnри Um=4 В, Una=-4 В -40 ... 40%
К118УД1Б, К118УД1В r1)'1 U,,, =6,3 В, 
И111 

= -6,3 В . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . -40 ... 40% 
Изменение выходноrо напряжения баланса: 

K118YД1AnpиUm= 4B,U111 =-4B .. ..•..... -ЗО ... 30% 
К118УД16, К118УД1В при Um=6,З В, 
Иrа =-6,3 В .. .. .. .. .. .. . . .  .. .. .. .. . .. .. -ЗО ... 30°/4 

Средний температурный дрейф напряжения 
смещения: 
nри Иn. =4 В, И112 =-4 В для К11ВУД1д ........ -30 ... ЗО мкВrС 
nри Un,

= 6,3 В, Unz =-6,3 В: 
для к11вУд1Б . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . -зо ... зо мкВrс 
для к11ВУд1в ......... .................. -50 ... 50 мкеrс 

Предеnьно допустимые режимы 3ttсnnуатации 

Напряжение источника питания: 
К118УД1А: 

Un, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . З,6 ... 4,4 В 
Un2 • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • -3,6 ... -4,4 В 

К118УД1Б, К118УД1В. 
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Иn�

tnz 
Макс1Аh4алоная рабочая частота 
те.,.nературе окру)l(ающей среды 

5�7 .. 6.9 В 
-5,7 ... -6.9 В
5 МГ4
-10 .•. +10 ·с

К118УН1А,К118УН1Б,К118УН1В, 

К118УН1Г, К118УН1Д 

Микр0схемы представляют собой деу:1(1С8СК8дные усилите­
ли с рабочей частотой до 5 МГц Различаются uеж,ду собой 
з"а"4еt1иями наnря)l(еfiия nитан14я и 1СоЭФ4Жцие14та усиления. 
Содержат 11 иl-iтегральных элементов Корпус тиnа 201.14-1, 
масса tie более 1.2 r 

KI llf 

l'I 1 

tt N 
41,-

Назначение выводов: 2 -вывод эмиттере VТ2; З -вход; 5 -
фильтр; 7 - напряжение питания(+ Un); g -8ЫВОА ре,мстора; 
10-выход; 11-деnитель, 12-фмnьтр, 14-�й.

Эяекrрмческме параметры 

Номинальное напряжение питания: 
К118УН1А, К118УН1Б . . . . . .... . . 
К118УН1В-К118УН1Д . . .  . 

Выходчое напряжение покоя: 
К118УН1А, К118УН1Б при Un= 6,3 В .. 
К118УН1В-К118УН1Д при Un =12,6 В 

Проведенное ко входу напряжение шумов 
Ток потребления: 

К118УН1А, К118УН1Б при Un=б,З В 
К-118УН1В-К118УН1Д при Un=12,6 В 

Верхняя граничная частота: 
при Un=6,Э В, И1х= 1 мВ для К118УН1А, К118УН1Б 
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6,3 В± 10% 
12,6 В± 10% 

2,4 ... Э,8 В 
7 ... 9,6 В 
( 4 мкВ 

<З мА 
с. 4,5 мА 

> 100 кГц



при Un=12,6 В, U8к=1 мВ: 
К118УН1В, К118УН1Г . ... . 
К118УН1Д ................. .. 

Коэфф+щиеhТ усиления напряжения на частоте 
12 ttГц: 
при Un

=6,Э В, U.x= 1 мВ: 
К118УН1А ............. .. .. 
К118УН1Б ................ . 

при Un=12,6 В, U8x=1 мВ· 
К118УН1В . . ......... .... . 
К118УН1Г . ............. ... .. 
К118УН1Д .. .. .. .. .. .. . . ... . 

Коэффициент усиления напряжения на частоте 
5 МГц: 

К118УН1А, К118УН1Б прм Un=б,Э В, U,к= 1 мВ 
К118УН1В-К118УН1Д при Un

= 12,б В. 
U8x=1 мВ ..... ... ........... .. 

Коэффициент га рмоник на частоте 12 кГц· 
К118УН1А К118УН1Б при Un=6,4 В . 
К118УН1В-К118УН1Д при Un =12,6 В 

Входное сопротивление: 
К118УН1А, К118УН1Б при Un=б,Э В, 
Uax

= 1 мВ, f=12 кТ-ц .............. . 
К11ВУН1В-К118УН1Д при Un=12,6 В. 
Uек = 1 мВ, f=12 кГц ........... . 

Выходное сопротивление: 
К118УН1А, К118УН1Б при Un=б,Э В, f=12 кГц 
К118УН1В-К118УН1Д при Un1t12,6 В. 
f=12 кГц ... . ...... . .................. .. . 

ИЭМ811е11 ме коэффициента усмпения Н81 �ряже� мя:

К118УН1А. К118УН1Б при Un=б,З В, 
Uex

= 1 мВ, f=12 кГц .............. ....... . 
К118УН1В-К118УН1Д при Un = 12,б В. 
U8x= 1 мВ, f= 12 кГц ........... ...... .. 

И�менение выходного напряжения: 

о11100 �tГц 
> 80 IQЦ

> 250
)400

> 350
) 500
) 8(1)

>ЗО

> 50

)2к0-. 

>2 кОм

> 0,8 ... Э кОм

> о.в ... э к0u

-50 ... 50°�

-50 ... 50%

-20 ... 20%К118УН1А, К118УН1Б при Un= б,Э В ..... 
К118УН1.В-К118УН1Д при Un=12,6 В . . -20 ... 20% 

Преде"но допустммые режимы :жсмуатации 
Напряжение источника питанмя. 

К118УН1А.К118УН1Б ...... . 
1(118УН18, К118УН1Г ....... . 

Максммальная рабочая частота 
Т емnера-.ура окружающей среды 

5,7 ... 6,9 В 
11,4 ... 13,9 В 
5 МГц 
-10 ... +70 °С

183 



К118УН2А,К118УН2Б,К118УН28 

Миl(росхемы представляют собой l(ас�садные усилители с 
рабочей частотой до 5 МГц. Различаются между собой знвче­
.. иями t1аnряже�ия питания и коЭФФициента усиления Содер­
жат 8 интегральных эле1,1ентов. Корпус тиnа 201.14-1, масса не 
более 1,2 r. 

., 

tz 

1/IQl'tl( 

Э11ектрм"есu11 схема 
К118УН2 

T1o1nou11 схема IКЛIОЧе'i"" К118УН2 

Назчачение вь,водов. 1, 3 - входы, 7 - напряжение питания 
(+ Un): 9 - вывод резистора, 10 - выход; 13 - фильтр, 14 -
общий. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания 

К118УН2А 
К118УН2Б. К118УН2В 

Выходное напряжение покоя 
К118УН2А при Un= 4 В 
К118УН2Б. К118УН2В при И., =6,З В 

Приведенное ко входу напряжение wу1.юв 
К116УН2А nри Un = 4 В 
К118УН2Б. К118УН2В nри Иn=6,З В 

Ток nотребления: 
К118УН2А nри Un= 4 В . .

К118УН2Б, К118УН2В nри Иn
=б,Э В 

Верхняя граничная частота 
К118УН2А nои Ul"

= 4 В, U8x= 1 ...В, f=12 кГц 

4 В± 10% 

6,ЭВ:t10% 

2,4 ... З.8 В 
3,8 ... 5.5 В 

< 10 Ml(B 

< 10 мкВ 

<2 мА 

< з 'Ад 

;. 90 кГц 



К118УН2Б, К118УН2В при Un = 6,3 В. 
Uвх =1 мВ, f =12 кГц ................... ... . 

Коэффициент усиления напряжения· 
nри Un = 4 В, Uвх = 1 мВ, f= 12 кГц для К118УН2А 
nри Un = 6,3 В, Uвх = 1 мВ, f= 12 кГц: 

К118УН2Б ................. .......... .. . 
К118УН2В ... ................ .... ......•. 

Коэффициент гармоник: 
К118УН2А nри Un = 4 В, U8x = 1 мВ, f=12 кГц 
К118УН2Б, К118УН2В при Un = 6,3 В, 
Uax = 1 мВ, f=12 кГц 

Входное сопротивление: 
К118УН2А nри Un = 4 В. U8x= 1 мВ, f=12 кГц 
К118УН2Б, К118УН2В nри Un = 6,3 В, 
U8x = 1 мВ, f=12 кГц 

выходное соnротивr�ение. 
К118УН2А при Un = 4 В, f=12 кГц 
К118УН2Б, К118УН2В ПРИ Un = 6,3 В, fz12 кГц 

И3менение выходноrо напряжения покоя: 
К118УН2А при Un=4 В ... , ........ .... . 
К118УН26, К118УН2В при Un = 6,3 В ....... . 

Изменение коэффициента усиления напряжения· 
К118УН2А при Un = 4 В, Uц =1 мВ, f =12 кГц . 
К118УН2Б. К118УН2В при Un = 6,3 В, 
Uax = 1 мВ, f=12 кГц .. . . . . .. . .. . . . ... 

:;. 90 кГц 

)20 

)30 
) 45 

(5% 

(5% 

) 1 кОм 

) 1 кОм 

1,2 ... 3 кОм 
1.2 ... 3 кОм 

-40 ... 40%
-40 .. .40%

-60 ... 60%

-60 ••. 60%

Предельно допустимые режимь1 )ксмуатации 

Напряжение источниl(а питания: 
К118УН2А 
К118УН26. К118УН2В .. 

Максимальная рабочая частота
Температура окружающей среды 

3,6 ... 4, 4 В 
5,7 ... 6,9 В 
5 МГц 
-10 ...... 10 ·с

К118УП1А,К118УП1Б,К118УП1В,К118УП1Г 

Микросхемы представляют собой видеоусилители с большим 
коэффициентом усиления Различа�отся между собой з.�ачения­
ми напряжения пита�ия и коэффициента усиления Содержат 
11 интегра льных элементов Корпус типа 201.14-1, масса не бо­
лее 1,L 1. 
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Эnектр-сuя схема 
К118УП1 

Тмnоеея схема 81U11Оче- К118УП1 

Назначение выводов: З - вход; 5 - фильтр; 7 - напряжение 
питания(+ Un); 9 - вывод резистора; 10 - выход; 11 - дели­
тель; 12 - фильтр; 14 - напряжение питания (- Uп), 

Электрмческие параметры 

но�инаnьное напряжение питания: 
К118УП1А. К118УП1Б ............ .. 
К118УП1В, К118УП1Г .... . 

Выходное напряжение n<Жоя: 
r,ри Uп=6,З В для К118УП1 (А, 6) .. 
nри Un 

= 12,6 В: 
К118УП1В ....................... . 
К118УП1Г ............... .... . 

Коэффициенты усиления напряжения: 
r,ри Uп= 6,З В., Uax = 1 мВ, f= 12 кГц· 

К118VГ\1А ............... . . 
К118УП16 ........................ . 

nри Un
= 12,6 В, U8x= 1 мВ, f= 12 кГц· 

К118УП1В ..................... . 
К118УП1Г ..................... . 

Входное сопротивление: 
К118УП1А. К118УП1Б при Uп = 6,З В, 
Ua'A = 1 мВ. f=12 кГц ............... . 
К118УП1В, К118УП1Гnри Un=12,6 В, 
U8'A = 1 мВ, f=12 кГц ...... . . 

Выходное соnротивnвние: 
К118УП1А. К118УП1Б при Un= б,3 В, 
Uax = 1 мВ, f=12 кГц ............. ..... . 
К118УП1ВА К118УП1Гnри Un= 12,6 В, 
U8'A = 1 мВ, f=12 кГц 
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6,3 В :t 10% 
12,6 В :t 10% 

3,8 ... 5,1 В 

8 ... 11 В 
8 ... 10,2 В 

) 900 
) 1300 

> 1500

) 2000

) 1 кОм 

> 1 кОм

о,в ... э кам 

0,8 ... 3 кОм 



Иэменен..-е коЭФФ111циента ус�ен111я �)O(etWJя 
К11ВУГТ1А, t<118УП1Б nри Иn= б,З В, 
Uu=1 мВ, f=12 кГц. . . ... .. -50 ... 50% 
К118УП1В, К118УП1Г при Un = 12,б В, 
U811

= 1 мВ, f=12 кГц . . . . . . . . . . . ........ -50 ... 50% 

Пределыю допустимые рuаtмы эксплуатации 

Наnряж�ие питания: 
К118УП1А, К118УП1Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5,7 ... 6,9 В 
К11ВУП1В, К118УП.1Г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,4 ... 13,9 В 

Температура окружающей средь� . . . . . . . . . . . . . -10 . .. + 70 •с



Серии К119, КР119 

Микросхемы серий К119, КР119 предназначены дnя nострое­
чия каналов nереичном обработки информации, усилителей, 
формирующиl( и nороrовых устройств, устройств преобразования 
сигналов и селЕЖции no частоте и времени, устройств с дискрими­
нацией no уровню и частоте, стробирования, а также создания 
трактов с АРУ. 

Общие рекомендации no применению 

При nроееденИ\.1 монтажных операций допускается не более 
трех nepenae« выводов ИМС. 

Допустимое значение статического nотенциала 200 В. 

К119АГ1,КР119АГ1 

Микросхемы nредставnяют собой элементы ждущего бло­
кинr-генератора для форМ1,1рования импульсов малой длитель­
ности, выnоnнеюiоrе по схеме с коллекторной обратной связью и

зарядным конденсатором в цепи эмиттера. Ждущий режим re+1e-

t I 

J 

IJ 

f1 

6 

"' 

Эnек-тричесt<ая схема К119АГ1, 
КР119дг1 
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ратора обеспечивается подачей эаоирг�ющего напряжения на 
эмиттеры транзисторов через делители RЗ, R4, RS и R6 Корпус 
К119АГ1 типа 401.14-4, масса не более О.В r. КР119АГ1 - типа 
201 .14-1, масса не более 1 r. 

Назначение выводов: 3, 4 - для подсоединения трансформа­
тора; 5, 11 - входы; б, 12 - для nодсоедимения эарядного кон­
денсаторг�; 9, 1 З - напряжение питания ( + Un); 10 - общий. 

Эnектричесt<Ме nараметрь1 

Номинальное напряжение питания . . . . .... 
Выходное амплитудное напряжение 
nрм Un= :tб,3 В, Uех

= З,5 В, t..=0,2 ... 0,4 мкс. 
Помехоустойчивость при Un = :t 6,Э В, f= 200 Гц, 
fм= 0,2 ... 0,4 мкс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Ток потребления при Un: :t 6,3 В, Uu

= О ..• 
Длительность фронта выходноrо импульса 
при Иn = :1: 6,3 В. fм = 0,2 .•. 0,4 МКС, Uex = 3,5 В. 
f= 2 кГц ... . ...... .................... . 
Длительность среза выходного импульса 
nри Иn = :t 6,3 В, fм = 0,2 ... 0,4 мкс, U8x = 3,5 В, 
f= 2кГц ....... ....... .... .... .. ...... . 
Длительность импульса при Un = :t 6,3 В, 
fм=О,2 ... 0,4 мкс, U8x=3,5 В, f=2 кГц ..... ... . 

±6,3 В :t 10% 

)4 В 

0,6 В 
(3 мА 

< 0,2 мкс 

< 0,5 мкс 

0,3 ... 1,4 мкс 

Предельно допустимые режммы 3ксnnуатации 

Напряжение питания . ....... ............... . 
Входное напряжение на частоте f < 100 кГц . .  . 
Длительность фронта входного импульса .... . 
Длительность входного импульса . . . . . . . ... . 
Сопротивление нагрузки .. ............. ..... . 
Температура окружающей среды ............ . 

К119ГГ1,КР119ГГ1 

:t (5,7 ... 6,9) В 
3,15 ... 3,5 В 
< 0,1 мкс 
0,2 .•. 0,4 мкс 

;;. 1 кОм 
-45 ... + в5 ·с

Микросхемы представляют собой мультивибратор с самовоз­
буждением. Предназначены для генерирования импульсов nря­
моуrольной формы. Выполнены по симметричной схеме с коллек­
торно-баэоеыми связями. Для уменьшения длительности спада и 
скважности выходных импульсов применена схема с отключаю­
щими диодами VD1, VD4. Для улучшения частотных свойств мик­
росхемы применена нелинейная отрицательная обратная связь 
через диоды VD 1 и VDЗ. Длительность выходного импульса мо-
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жет состаеnять от 2 до 1000 мкс в зависимости от емкостм кондеtt­
саторов Cf и С2. Корпус К119ГГ1 тиnа 401.14-4, масса не более 
0,8 r, КР119ГГ1 - тиnа 201.14-1, масса "е более 1 г .

./ ., 

Э.nuтp1N8CUR сх ... а К119ГГ1, Тмnоеая схема -
КР111МТI к, 1еrл. 1СР1111ГГ1 

Наэначенме выводов: 2, 11 - выходы; 3, 5 - общие; 4, б -
входы: g, 13 - для подключения времяэадающего конденсатора; 
10, 12 - напряжение питания (+Un). 

Электрические nараметрw 

Номинаnыюе напряжение питания . . . . . . . . . . . . ЭВ t 100/4 
Аммитуда выходноrо напряжения в режиме 
автоrенереции nри Un=Э В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 1,2 В 
Ток nотребnения в режиме автоrенерецим 
при Un•Э В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с; 5 мА 
Дnительность фронта выходного импульса 
в режиме еетоrенерации·nри Un =Э В . . . . . . . . . . с; 0,5 мкс 
Дnмтельмость среза выходного импульса 
(от уроеня 0,9 до уровня 0,3) в режиме автогене-
рации при Un=З В .. . .  .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . < 1,6 мкс 
Длительность импульса в режиме автоrенерации 
nри Un =З В . . 7 ... 25 мкс

Предеnьно допустимые рехммы �ксмуатацим 

напряжение питания . .................. .... . 
Длительность входного импульса ...... ..•. . .• 
СоnротивnеttМе нагрузки . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . 
Темnера,уре сжружающей среды 
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К119ДА1, КР119ДА1 

Микросхемы nредставляют собой детектор АРУ. Предназна­
чены для детектирования АМ сигналов. Выnоnнены по схеме уд­
воения с эмиттерным повторителем на транзисторах VT1 и VТ2

(в диодном включении). Функцию nараллеnьноrо диода выполня­
ет транзистор VТ2, nоследовательноrо диода - транаистор VТ1.

Корпус К119ДА1 тиnа 401.1�. масса не более 0,8 r, KP119дA1-
n1na 201.14-1, масса не более 1 r. 

12 

S I 

Я2 

l 1f) 

Эм«тр11чеса11 сх•• К119ДА1, КР119ДА1 

Назначение выводов: 2, 12 - для создаНt�tя последователь­
ного диода из транзистора VТ1; 10 - напряжение питания (-Un); 
9 - выход змиттерноrо повторителя; 11 - вход. 

Эпектрическме аараметры 

Номинальное напряжение питания . . . . • . . . . . . . -6,З В± 10% 
Ток потребления при Un = -6,З В, Uц

=2 В, 
f=10 кГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . < 2 мА 
Коэффицие11т передачи напряжения 
nри Un =-6,З В, U8x1 = 1,8 В, U8,u = 2 В, f= 10 кГц ;., 0,6 

Предельно допустимые режимы исмуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . - (5, 7 ... 6,9) В 
Входное напряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < З В 
Верхняя граничная частота . . . . . . . . . . . . . . . • . • . < 20 кГц 
Нижняя граничная частота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;., 5 Гц 
7емпература окружающей среды . . . . . . . . . . . . . -45 ... + 85 •с
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К119КП1, КР119КП1 

Микросхемы nредставляют собой схемы коммутатора (тран-
3Исторный ключ). Резисторы R1 и R2 образуют цепь управления 
ключом, а резисторы RЗ и R4 - соnротивление нагрузки. Вывод 2 
является расширительным входом. Корпус К 1 19КП 1 тиnа 401.14-
4, масса не более 0,8 г, КР119КП1 - тиnа 201.14-1, масса не 
более 1 r. 

К/ 

fl 

К/ 

s 

Эneictpм"8C:ICltll схема К119КП1, 
КР119КП1 

12 ff 11 
Kll.9KRI +vn

lx�I 
s K/'ll9KRI I 

.,,. 
6NXI/ 

Тмnо111111 CXlllo\8 IКl1IOЧ8HMtl 
К119КП1, КР119КП1 

Назначение выводов: 2 - расширительный вход; З - вывод 
эмиттера; 5- вход 1; 9- выход; 12- вход 2; 11- напряжение 
питания ( + Un). 

ЗnектричеСt01е параметры 

номинальное наnряжение nитания ........... . 
Выходное напряжение nри Un = 3 8, U8x = Un ... . 
Ток nотребления при Иn=3 В, U8x=Un ........ . 
Ток утечки на выходе при Иn = 3 8, U8x = О .... . 

3 В :t 10% 
<0,4 В 
<3 мА 
< 10 мкА 

Предельно допустимые режимы �ксnnуатации 

Напряжение питания .............. ........ . 
Входное наnряжение ... ........... ... .. . 
Входной ток . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Темnера,ура окружающей среды .. . 

К119МА1, КР119МА1 

:t (2, 7 ... 3,3) В 
( ±3 В 
( 1 мА 

-45 ... + 85 °С

МиJ<рОсхемы представляют собой регулирующий элемент 
АРУ состоящий из четырех транзисторов (два в диодном включе­
нии) и одного резистора (с двухкаскадным делителем. nарал· 

192 



лельные плечи которого обра3ованы диодами) Предназначены 
для работы в качестве аттенюатора с регулируемым коэффици­
ентом передачи за счет изменения дифференциального сопро­
тивления диодов в зависимости от проходящего через них тока 
регулирования. Корпус типа 401.14-4, масса не более 0,8 • 
КР119МА1 - типа 201.14-1, масса не более 1 г. 

fl 

1 

к, 

z 

Эnектричесц11 схема К119МА1, КР119МА1 

Назначение выводов: 2 - вьIвод эмиттера транзистора VT1 
(вход): З - вывод эмиттера транзистора VТЗ; 4 - общий вывод 
связанных коллектора и базы транзистора VT4; 5 - выход; б -
вывод коллектора транзистора VT2; 9 - вывод эмиттера транзис­
тора VT2 (регулировка коэффициента передачи); 11 - вывод 
базы транзистора VT2 (вход); 12 - вывод базьr тоанзистора VТ1, 
13- коллектор VT1.

Электрические параметры 

Коэффициент ослабления напряжения 
при Ивых = 2 мВ, f= 10 кГц, lг = О . . . 2 ... 9 
Глубина регулирования коэффициента ослабле-
ния напряжения г,ри Ивых = 2 мВ, lг = 100 мкА, 
f= 10 кГц . ;;. 5 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

,о,5 в 

, 100 кГц 
:> З кОм 

Входное напряжение ... 
Верхняя граничная частота .... 
Сопротивление нагрузки 
Температура окружающей среды -45 ... + 85 ·с
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К119ПП1, КР119ПП1 

8-'икросхемы предстаелЯtОт собом диодный мост, состоя­
� из двух nap последовательно соедименных диодов (пере­
ходов коллектор-6838 транзисторов). Предназначены для ра­

боты в качестве выпрямителя. Корпус f<119ПП1 тмnа -401.14-4, 
масса не более 0,8 r, КР119ПП1 - типа 201.14-1, массе небо­
лее 1 r. 

rn УТ1 
1 

I 
__ ._,_,,_;----.;;.--11

Klll/1/II 
Bx6I УТI YTJ 

fJ 
_____ ,a.,4KI' 11.9 ///// + 

+ п ,f 

Элекrрическа,� схема 1(119Пn, 
КР119ПП1 

TИnotllA схема lll(ЛIOЧ8H�A 
к1111nn1. КР119ПП1 

Назначение выводов. Э. 13 - выходы; 4, 11 - входы; 5, б, 13 

-· еыводы коллеtСТоров транзисторов VТ 4, VТ2 и VТЗ.

Эnектрмческие nараметрь1 

Ток утечки на выходе при И06,. = 6,3 В, Rн = ао . . е,; 10 мкА 
Коэффициент передачи напряжения в режиме 
выпрямления при Uax = 10 В. f= 10 кГц . . ) 0,5 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Входное напряжение . . . . 
Ток наrрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. 
Верхняя rраничная частота . . . ............ . 
Сопротивление наг.рузки . . ........... . 
Темпера-тура оt<ружающей среды ............ . 

К119СВ1, КР119СВ1 

<7 В 
'- 7 мА 
< 0,5 МГц 
) 1.5 кОм 
- 45 ... + вs •с

Ммtсросхемы представляют собой ключевой эле-.ент, работа­
ющий no принципу токового ключа. Состоят К3 генератора тока на 
транзисторе VT2, токового переключателя на диодах VD1 и VD2 и 
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схемы уnраеnекия rенератором тока на  транзисторе VT1. Пред-
11азt-1ачены для работы в качестве аналогового ключа, коммутиру­
ющего отрицательное напряжение. Корпус К 119СВ 1 тиnа 401.14-
4. масса не более 0,8 г, КР119СВ1 - типа 201.14-1, масса не
более 1 т.

J 

11 

+ 

Эnек1')МЧ8С1811 скема К119СВ1, Кft119CB1 

Назначение выводов: 2, 6 - напряжение питания (-Un); 3, 
1 З - выходы; 4 - вывод амиnера транзистора VT2; 5 - общий: 
Ю- вход 1; 11- вход 2. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .......... . 
Выходное напряжение покоя при Un = - 6,3 В, 
Uax,= Un, Uan

=O ........................... . 
Ток потребления nри Un = -6,3 В, И8х1 = Un, 
U8,a=O .................................... . 
Коэффициент передачи при U8x, = Un, И8,а = -1 В 

-6,3 В t 10%

<0.4 В 

<Э мА 
) 0,65 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания .......... ............ . 
Входное напряжение: 

Иах, ........................... ........ . 
Uan ....................... ........ ..... . 

Сопротивление нагрузки .................... . 
Температура окружающей среды 

.,. 

t (5, 7 ... 6,9} В 

-6,З В
-4 В

) 10 кОм

-45 ... +85 ·с
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К119СС1А, К119СС1Б, КР119СС1А, 

КР119СС1Б 

Микросхемы представляют собой аt<тивный элемент схе� 
частотной селекции, состоящий из усилителя с единичным коэф­
фициентом усиления на транзисторах VТ1-VТЗ (эмиттерные 
повторители) и отдельного эмиттерного повторителя на транзис­
торе VT4. Предназначе11ы для работы в составе активных RС­

фильтров нижних и верхних частот, а также в полосовых фильт­
рах, добротность звеньев которых не nревыwает 10. Корпус 
К119СС1 (А, Б) типа 401.14--4, масса не более 0,6 r. KP119CCt 
{/..., Б: - типа 201 14-1, масса не более 1 r. 

11 1 ,. fJ / IIJ 

Электрическе11схем11 К119СС1 (А. б). КР119СС1 lд 61 

Назначение вьIводов 1, 2 - выводы эмиттера транзисторов 
VT1 и VT2; З - общий, 4 - Быход; 10- вывод базы транзистора 
VT4; 11 - напряжение питания (+ Ип): 12 - вход: 13 - вывод 
эмиттера транзистора VT2; 14 - вывод базы транзистора vт1

Электрические параметры 

Номинальное напряжение rитания 
Ток потребления при Иn = 12 В, И8х = 1 В, f= 1 кГц 
Коэффициент усиления напряжения 
Входное сопротивление при Иri = 12 В И8х = 1 В 
f= 1 кГц: 

К119СС1д .... . 
К119СС1Б .. . . 

Коэффициент гармони11 при Иn :а 12 В, И8х = 2 В 
f= 1 кГц 
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Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± (10,8 ... 13,2) В 
Обратное входное напряжение . . . . . . . . . . . . . . ( 2 В 
Т емnература окружающей среды . . . . . . . . . . . . - 45 ... + 85 •с

К119СС2, КР119СС2 

Микросхемы представляют собой активный элемент схемы

частотной селекции. состоящий из трех раздельных каскадов,

двух эмиттерных повторителей на транзисто\jах VТ1, VТЗ и усили­
теля на транзисторе VT2. Предназначены для построения схем 
частотной селекции, линий задержки, дифференциальных усили­
телей, усилителей низкой частоты, фазовращателей. Наличие 
выводов из каждой точки схемы обеспечивает универсальность 
ее применения. Корпус К119СС2 типа 401.14-4 масса не более 
0.8 r, КР119СС2 - типа 201.14-1, масса не более 1 r. 

r IJ�J 

Эnектрическа11 схеме К119СС2, КР119СС2 

Назначение выводов. 1 - вывод эм..-1ттера тран эистора VТ2; 2 
- вывод коллектора транзистора VT2; 3 - на:1ряжение питания
(вь1вод коллектора транзис;орз VT1 ). 4 - вывод эмиттера тран­
з;,1стора VT1; 7 - выход (вывод эмит1ера транзистора VТЗ); В -
вывод базы транзистора VТЗ; 9 - напряжение питания (вывод
1<оллектора транзистора VТЗ); 10 - вход; 11- вывод базы тран­
зистора VT2; 13 - напряжение питания (+ Иr, ).

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . ..... 
Коэффициент усиления напряжения 
при Иn = 12 В, И8х = 1 В, f=1 кГц ..... ... . 

12 В± 10% 

) 0,95 
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Предельно допустимые ре:�ккмы :.ксnлуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . ± (10,8 ... 13,2) В 
Входной TOI< • • • . • . • . . . . . . . . . • • . . • • • . • -. 1 мА 
Диаnаэон рабочих частот при подключении 
входных и выходных раэделительных конден-
саторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ... 20. 10' Гц 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . - 45 ... + 85 •с

К119ТЛ1,КР119ТЛ1 

Микросхемы представляют с� триrrер Шмитта с диодной 
эмиттерной связью и эмиттерным nоетор.пелем на транзисторе 
VТЗ на выходе для увеличения наrруэочной способности Пред­
назначены для работы в качестве индикатора перехода входного 
напряжения через нулевое состояние, формирователя прямоу­
гольных импульсов; уровень (порог) его срабатьrвания выбирает­
ся подачей смещения на выводы 12 и 13 или установкой стаби­
литрона последовательно со входом. Корпус К119ТЛ 1 типа 
401.14-4, масса не более 0,8 г. КР119ТЛ1 - 201 14-1, масса не 
более 1 Г.

,, 

1 

KIIIUI 

Тиnоа1я с;хеме 1К111Очения 
К119ТЛ1, КР119ТЛ1 

ЭП81(1'рМЧ41СIС8А схеме К119ТЛ1. 
КР119ТJ\1 

Назначение выводов З - напряжение nитаliИЯ (- Ип). 4 -
вывод базы транзистора VT2; 6 - выход; 7, f() - напряжение 
-nитания (+ Ип); 11 - вывод эмиттеров транзисторов VТ1, VT2 и 
VТЗ; 13 - вход. 
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Электрические параметры 

Номи1-1альное напряжение питания 
напряжение срабатывания (отпускания) 
при Иn = ± З В ............................ . 
Наnряжеtiие гистерзиса nри Un = ± З В ....... . 
Выходное напряжение в режиме отпускания 
при Иn =± З В, Иек=О,15 В .................. . 
Остатоо+tое напряжение nри Un = ± 3 В, и •• = О, 15 В 

Ток потребления при Un = ± З В, И1х =О, 1 8 ..... 

±38±10% 

± 0,1 В 
(0,1 В 

)0,9 В 

> 1,6 В
с; 5 мА 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :t (2,7 ... З,З) В 
Входное tiапряжение f= 100 кГц . . . . . . . . . . . . . . с; 1,5 8 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . - 45 ... + 85-С 

К119УЕ1,КР119УЕ1 

Микросхемы представляют собой эмиттерный повторитель. 
выполненный на транзисторах VT1 и VT4 с непосредственной 
связью. Предназначены для работы в качестве согласующего или 
буферного каскада с сохранением постоянной составляющей сиг­
нала, для компенсации прямого напряжения на участке база­
эмиттер VT1 и VT4 применена компенсирующая цепочка из дио­
дов (переходов эмиттер-база VT2 и VТЗ }. Корпус К 119УЕ 1 типа 
401.14- 13, масса не более 0,8 г, КР119УЕ1 - типа 201.14-1. мас­
са не более 1 г. 

# 

1 

IJ 

J 
"·"'' 

К! 

s 

yr, 

K't 

11 

Эnектрическll!! схеме К119УЕ1, 
КР119УЕ1 

f/1 Kl'IIJIS'L'I + Ц. 

s 

тиnоем� сх- 11t111Очеt4Мt! 
к 119УЕ 1, КР119УЕ1 

Назначение выводов: 2 - выюд эмиттеров транзисторов VТ1 и 
VТ2; З - вход; 4 - напряжение nитаниR (+ Un); 5 - общий; б -
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вывод эмиттера транзистора VТЗ; 9, 12 - напряжение nитани� 
(- Иn), 10 - выход 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . ± З В ± 10% 
Максимальное выходное напряжение 
пр..1 Un 

= ± 3 8, f== 1 кГц, Кг< 10% . . . . . . . . . . . . . ) 0,5 8 
Выходное напряжение при Иn = ± З 8, Ивх = О . . . . :t 0,2 В 
Ток потребления nри Ип = ± 3 В, U1ык= 0,3 В 
или Ивк = 0,375 8, f= 1 кГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 2 ,5 мА

Входное сопротивление при Un = :t З В, U8x=0,3 В, 
f=1 кГц ............. ...... ....... ........ ) 10 кОм 
Коэффициент усиления напряжения nри Un = ± З В, 
UIЫX

= 0,3 В или U8x =0,375 8, f= 1 кГц .......... ) 0,7 
Т емnература окружающей среды . . . . . . . . . . -45 ... + 85 •с

К119УИ1, КР119УИ1 

Микросхемы представляют собой двухкаскадный видеоуСИ· 
литель с непосредственной связью (nервый каскад с общим эмит­
тером, второй - эмиттерный повторитель). Предназначены для 
усиления импульсов отрицательной полярности no напряжению и 
мощности. Корпус К1 19УИ1 тиnа 401.14-4, масса не более О.В г, 
КР1 19УИ1 -типа 201.14-1, масса не боr,ее 1 г. 

l 

] 

Эле�трмчесuя схема К119УИ1, 
КР119УИ1 

1 

•v"
,, 

KIIIS'Hf G8xoi4 t 
,f,.//JIS'/1/ 

J,f 

Тиnоаая схема 11КЛ1Очения 
К119УИ1, КР119УИ1 

Назначение выводов: 2 - вход; З, 5 - общие; 4 - выход 
первого каскад2 9 - выход, 11 - напряжение питания ( + Un). 
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:Электрические параметры 

номинальное напряжение п�,1тания ± 6,3 В :1: 10% 
Наксимальное выходное напряжение 
при Ип = t 6,3 В, f= 10 кГц. Kr ( 10% ) 0,7 В 
Ток потребления при Ип == ± 6,3 В, И1ых = 250 мВ 
или И8к =78 мВ, f= 10 кГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 2 мА 
Коэффициент усиления напряжения при 
Иn = ± 6,З В, Uвык = 250 мВ или U1x = 78 мВ, 
f= 10 кГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . .. 5 
Входное сопротивление при Un = :t 6,З 8,
И1х= 100 мВ, f= 10 кГц ..... ......... , . . . ) 4 кОм 

Пр�дельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания ........ . 
Входное напряжение ......... . 

± (5,7 ... 6,9) В 
(0.3 8 

Обратное входное напряжение .... , 
Входной ток . . . . . ............ . 
Верхняя граничная частота ...... . 
Нижняя граничная частота . . . . . . . . 
Сопротивление нагрузки ......... . 
Температура окружающей среды . .... . 

<2 В 

< 1 мА 
< 100 кГц 
) 5 Гц 
) 5 кОм 
- 45 ... + 85 •с

К119УН1, КР119УН1 

Микросхемы представляют собой входной усилитель, выпол­
ненный на одном транзисторе с общим эмиттером, с отрицатель­
ной обратной связью по постоянному (резисторы R4 и R5) и пере­
менноt.4у (резистор R4) току. Предназначены для усиления сигна­
лов низкой частоты. Коэффициент усиления может быть увели­
чен до 20 ... 27 дБ при подключении между общим выводом и вы­
водом З внешнего резистора обратной связи через развязываю­
щий конденсатор Корпус К119УН1 типа 401.14-4, масса не более 
0,8 г, КР119УН1 - типа 201 14-1, масса не более 1 г. 

,, 

Kl ,fJ 

,f/ 

Электрическаq схе,..а К119УН1, 
КР119УН1 

6 

J 

и,, 

� �.,� 

11 

: l(f'flgj'KI 

Jh/111 

Типовая схеме екnочения 
К119УН1, КР119УН1 
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НаЭ1-1ачение выводов З - наnряжен111е питания (- Иn), 4 - вход, 
5 - выход, 13 - нan�жet-tiae питания(+ Ип), 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . ± 6,3 В± 10% 
Максимальная амплитуда импульсов выходного 
напряжения при Иri = :1: 6,3 В, Ue'II = 1 8. 
fм

= 1 ... 2 мкс. f=2 кГц, fмр
= О.1 мкс .i26 

TolC nотребnения при Un = ± 6.3 В, Иеых= 1,5 В 
ИЛI'\ И8х =0.3 В, t,.

= 1 ... 2 мкс, f= 2 кГц ( б мА 
Коэфф111ц111ент усилен111я напряжения 
при Un = :!: 6,3 В, Ивых = 1 .5 В или Ивх = 0,3 В 
t11

= 1 .. 2 мкс, f= 2 кГц . . . . . . . . . . . . . . . 4 ... 10 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

НеnрRЖение питания 
ВJtодное НВflряжение 
Длительность входного импульса 
Соnроп4вление нагрузки ... 
Температура окружающей среды . 

К119УН2, КР119УН2 

± (5, 7 ... 6,9) 8 
0,1 ... 1 В 
О,З ... 500 мкс 
) 1 кОм 

-45 ... + 85 °с

Микросхемы представляют собой усилитель переменного 
тока, состоящий из двух каскадов· усилителя VП с общ111м эмит­
тером и эмиттерного повторителя с непосредственной связью 

3Леtе"'!IМУеС�8Я с�е1\181(119УЧ2 l(P119YH2 
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(VT2) Усилитель охвачен обратной связью no напряжению (ре­
зистор R 1) и по току (резистор RЗ ). Входное сопротивление уси· 
лителя может быть увеличено до 5 ... 6 кОм путем подключения 
конденсатора между выводом 13 и общим выводом. Корпус 
К119УН2 типа 401.14-4, масса не более 0,8 г, КР119УН2 - типа 
20 1.14-1, масса не более 1 г .  

Назначение выводов: 2 - выход; 3 - напряжение питания 
(- Иn): 4, 13 - напряжение питания(+ Un): 5 - вход; 9 - общий; 
10 - вывод коллектора транзистора VT1. 

Электрические параметры 

Номи1-1альное напряжение питания . . . . . ± 6,3 В± 10% 
Максимальное выходное напряжение 
nри Un = :t: 6,3 В, Ивых=О,25 В или U8x = 25 мВ, 
f=10 кГц ..... ............... ........... .... )0,7В 
Ток потребления при Un = ± 6,3 В, U8ых= 1,5 В 
ми U8x=25 мВ, f= 10 кГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 2,5 мА 

Предельно допустимые ре•имы :,ксnпуатацми 

НаnрRЖение nитани� . . . .......... ..... . 
Входное напряжение .... . . ... ... ..... . 
Обратное входное наnряжен"4е . . . . . . . . .. 
Входной ток . . . . . . . . . . . . ....... . 
Верхняя граничная частота .. 
Нижняя граничная частота 
Сопротивление нагрузки 
Температура окружающей среды 

К119УТ1, КР119УТ1 

:t: (5,7 ... 6,9) В 
<О,5 В 
<1В 
< 1 мА 
< 100 кГц 
;;i, 5 кГц 
;;i, 1,5 ко� 
-45 ... + 85 ·с

Микросхемы представляют собой усилитель постоянного 
тока. выnолненны� по параллельно.балансной схеме на транзис· 
торах VТ1 и VT2 Предназначены для усиления постоянного и nе­
ременноrо тока . Коэффициент усиления може.т быть увеличен до 
25 ... 27 дБ при nодключени"4 между выводами 2 и З внешнего ре· 
зистора. Корпус К119УТ1 типа 401.14-4, масса не более 0,8 r, 
КР119УТ1 - типа 201 14-1, масса не более 1 r. 

Назначение выводов: 2 - напряжение питания (- Un): З -
вывод коллектора транзистора VT1; 4 - вход: 5 - общий. 6 -
выход; 8, 9 - напряжение питания(+ Un); 10 - вывод базы тран­
зистора VT2; 11 - вывод эмиттера транзистора VТ2; 12 - вывод 
эмиттера транзистора VT1 
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Эnектр"ческзя схема К 119УТ 1. 
КР119УТ1 

Тмnоаа11 сtема 11kЛ1Оченм11 
К!19УТ1 КР119УТ1 

Электрические параметры 

Номинапьное напряжение питания :t 6,З В± 10% 
Максимальное выходное напря)l(ен�е 
при Un = ± 6,З 8, f= 10 кГц, К ( 10% ) 0,6 В 
Ток потребле11ия при Un = ± 6,3 В Ивых = 250 мВ 
или U8x =60 мВ, (=10 кГц < 2,5 мА 
Коэффициент усиления напряжения 
nри Иn = ± 6,3 В, Ивых = 60 мВ, f= 10 кГц 3 ... 6 
Входное сопротивление nри Иn = ± 6,3 В, 
И8х = 100 мВ. f= 10 кГц ) 4 кОм 

Предельно допустимые режимы :tксnлуатации 

Напряжение питания 
Входное напряжение 
Обратное входное наnряжен�е 
Входной TOI< 
Верхняя граничная частота 
Нижняя граничная частота 
Соnротивпение нагруз�<и 
Температура окружающей средь, 

±(5,7 ... 69) 8 
(0,3 В 
<2 В 

,с; 1 мА 
< 200 кГц 

) 5 Гц 
) 10 к.Q,.с 
-45 .. ... 85 ·с



Серия К121 

В состав серии К121 (дТЛ) входят тиnы· К121ЛА1, К121ЛА2, 
К121ЛД1 

К121ЛА1А- К121ЛА1Г 

Микросхемы представляют собой трехвходовую логическую 
схему И-НЕ с возtюжностью расширения по И Содержат 11 инте­
гральных элементов Корпус тиnа 301.12-1 масса не более 1,5 r. 

/ 

& 

., IJ, 

Е 

Усnовное rраф�о1<1ско, обо2>1аче11�ое К121Л.О.1 

Назначение выводов· 1- вход Х4, 2- вход Х1, 3- вход Х2, 

4 - вход ХЗ, 5, б. 8, 12 - свободные; 7 - выход У1, 9 - общий 
10 - наnряжен�е питания (Ur.2) ; 11 - наnряжение nитания (U111) 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания U111 • • • • 
Номинальное напряжение питания Um .. 
Помехоустойчивость статическая . 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входной ток низкого уровня 
Входной ток высокого уровня .. 
Выходной ток высокого уровня 

58 ± 5 % 
З В± 5 % 
> 0.35 В
< 0,35 В
) 2,4 В
> 1.5 мА
, 5 мкА
с; 20 �А
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Средняя потребляемая мощность 
Время задержки при включении 
Время задержки при выключении . . . . . . . . 
Коэфф1,4циент разветвлениs� по выходу: 

К121ЛА1А . .. . . . . . . ...... . ...... . . 

, 35 мВт 
1о 70 нс 
с;; 150 нс 

5 

К121Лд16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
К121Лд1В .. . . . . . .. .. .................. З 
К121ЛА1Г .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . 2 

К121 ЛА2А, К121 ЛА2Б 

Микросхемы представляют собой трехвходовую лоrичесжую 
cxer.cy И-НЕ с повышенной наrрузочной способностью и возмож­
t4остью расширения по И. Содержат 12 интегральных элементов. 
Корпус типа 301 12-1. -.асса не более 1,5 г. 

& 

., IJ, 

Усnоаное rрафИ'lеиое о6означенме ИМС К121ЛА2А, К121М2Б 

Наз�ачение выводов 1- вход Х4, 2- вход Х1; З - вход Х2, 

4- вход ХЗ, 5, б, 8, 10, 12- свободные; 7- выход У1; 11-

t4аnряжение питания.

Электрическ.ме параметры 

Номинальное напряжение питания .............. . 
Помехоустойчивость статическая .............. . 
Вь1ходное напряжение низкого уровня . . ....... . 
Выходное напряжение высо«ого уровня ....... . 
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Входной TOt< высокого уровня ................... . 
Выходной ток высокого уровня ......... . 
Средняя потребляемая мощность . . . . . 
Время задержки nри включении ........ . 
Время задержки при выключении ....... . 
Коэффициент разветвления no выходу: 

1(121ЛА2д 
К121Лд2Б 
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5 В± 10 % 
)0,2 В 

,o,s в 

;;. 2,4 В 
) 1,7 мА 
, 5 мкА 
с;; 20 мА 
с;; 35 .мВт 
с;; 110 нс 
(90 нс 
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К121ЛД1 

Микросхема представляет собой 2 трехвходовых расширите­
ля no И. Содержит 6 интегральных элементов (диодов). Корпус 
-гиnа 301.12-1, масса не более 1,5 г. 

ж1 
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Усnоеное rрефическое обо:.нечечме К121ЛД1 

Назначение выводов: 1- вход Х1; 2 - вход Х2, 3 - выход 
У1; 4, 9, 10, 11 - свободные: 5 - выход У2; б - вход Хб; 7 -
вход Х4; 8- вход Х5; 12- вход ХЗ.

Электрические параметры 

Прямое nадение напряжения при токе 1 мА 
Обратный ток при U05,. = 5,5 В . . . . . . 

0,7 .0,85 В 
"5 мкА 



Серия К122 

В состав серии К122 входят типы: 
К122Ун1А- К122УН1Д - двухкаскадные усилители электри­

'iески)( сигналов; 
к 122УН 2А - К122УН28 - каскодные усилители электричес­

к�,,> сигналов 

Общие рекомендации по применению 

'/ микросхем К122УН1 не используются выводы З, 5 и 10, у 
мv1кросхем К122УН2 - вывод З. Эти выводы служат для pacwиpe­
HvtP функциональных возможностей микросхем. 

К122УН1А,К122УН1Б,К122УН1В, 

К122УН1Г,К122УН1Д 

Микросхемы представляют собой усилители электрических сиг­
налов малой мощности. Корпус тиnа 301.12-1, масса не более 1,5 r 

Назначение выводов: 1 - общий вывод; З - вывод эмиттера 
VT2 4 - вход; 5, 11 - фильтр; 7 - питание (+Un): 8 - резистор, 
g - выход; 10 - делитель. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания 
К122УН1д, К122УН16 ......... . 
К122УН 1В-К122УН 1Д .. , .... . 

Выходное напряжение покоя: 
К122УН1д, К122УН16 при Иn=б,З В 
К122УН1В-К122УН1Д при Un = 12,6 В 

Напряжение шумов, приведенное ко входу 
К122УН1д, К122УН1Б при Иn =6,З В, 
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6,3 В± 10% 
12,б В± 10% 

2,4 ... З,8 В 
7 ... 9 В
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Эn81CfP"чtCl<81'1 схема К122УН1 

f= 40 кГц . .. ...................... . 
К122УН1 В-К122УН1Д nри Un= 12,6 В, 
f= 40 кГц ............ .. .. . 

Ток nотребnения: 
К122УН1А, К122УН1Б nри Un = 6,3 В 
К122УН1В-К122УН1Д nри Un= 12,6 В 

Коэффициент усиления напряжения 
nри Un=6,3 8, U8x= 1 мВ, f= 12 кГц: 

К122УН1А . . . . . . . . ...... . 
К122УН1Б ................ . 

при Un= 12,6 В, U8)(
= 1 мВ, (=12 кГц: 

К122УН18 
К122УН1Г 
К122УН1Д ................. . 

Изменение коэффициента усиления напряжения· 
К122УН1А, К122УН1Б при Иn= б,З В, 
U8)(

= 1 мВ, f= 12 кГц ............ ... . 
К122УН1В-К122УН1Д nри Un= 12,6 В, 
Ua)(= 1 мВ, f= 12 кГц ........ .. 

Коэффициент гармоник: 
К122УН1А, К122УН1Б nри Un= 6,3 В, f= 12 кГц 
К122УН1В-К122УН1Д nри Un=12,6 8, f= 12 кГц 

Верхняя граничная частота: 
nри Ип=6,З В, U8)(

= 40 мВ 
для К122УН1А, К122УН1Б ..... . 

< 4 мкВ 

< 4 мкВ 

< 3,5 мА 
<5 мА 

> 250
> 400

> 350
> 500
> 800

±50% 

±60% 

<5% 
<5% 

> 100 кГц

209 



при Un = 12,6 В, U8x=40 мВ 
К122УН1В, К122УН1Г .... . . 
К122УН1Д ... ........ ... . 

Входное сопротивление: 
К122УН1А, К122УН1Б при Иn = б.З В, 
U8,c = 1 мВ, f= 12 кГц . .. 
К122УН1В-К122УН1Д ПРИ Un =12,6 В, 
Uв,с = 1 мВ, f= 12 к Гц 

) 100 кГц 
) 80 кГц 

)2 кОм 

) 2 кОм 

Предельно допустимые режимы :,ксплуатации 

Напряжение питания: 
К122УН1А, К122УН1Б . .
К122УН18-К122УН1Д ..... 

Максимальная рабочая частота 
Температура окружающей сре.аьr 

5.7 ... 6.З В 
11,4" 13.9 В 
5 МГц 
-45 .. •85 °С

К122УН2А,К122УН2Б,К122УН28 

Микросхемы 11редставля,от собой каскадный усилитель элек­
тричес,:их сигналов малой мощности .мэкой частоть� Корпус типа 
30112-1, масса не более 1,5 г 

1 

Н.! к� 

fк f,l1t 
8 

к, + 

t,lк 

УТI 

Kl 

fк 

J rтz 

' 

ЭJ'1et<'!Ж-!eCIC811 С181118 К122УН2 
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Назначение выводов: 1 - общий; З - вход 1-го •аскада; 4 -
вход 2-ro каскада; 7 - напряжение nитания ( +Uп); в- резистор; 9
- вывод; 11 - фильтр.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания: 
К122УН2А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 В 
К122УН2Б, К122УН2В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 В 

Выходное напряжение покоя: 
К122УН2А nри Un =4 В ................ ... . 
К122УН2Б, К122УН2В при Uп =6,З В ........ . 

Напряжение wумое, приведенное ко входу: 
К122УН2А при Uп=4 В .................... . 
К122УН26, К122УН2В nри Uп = б,З В 

То« лотребления: 
К122УН2А при Un =4 В .......... . 
К122УН2Б, К122УН2В при Uп =б,З В . ... . . .. . 

Коэффициент усиления: 
nри Un = 4 В, U111 =1 мВ, f= 12 кГц для К122УН2А. 
при Иn = б,З В. U1'/(.. = 1 мВ, f= 12 кГц: 

К122УН2Б ... ... ...................... .. 
К122УН2В .... .............. ........... . 

Коэффицжэнт гармоник: 
1<122УН2А nри Un =4 В, f=12 кГц ........... . 
К122УН2Б, К122УН2В nри Un = 6,Э В, f= 12 кГц 

Верхняя rраttичная частота: 
К122УН2А nри Uп=4 В, U,x =1 мВ ...... ... . 
К122УН2Б. К122УН2В при Un = 6,З В, U1x =1 мВ 

Входное сопротивление: 
К122УН2А при Un = 4 В, U1x = 1 мВ, f=12 кГц .. 
К122УН2Б. К122УН2В nри Un = 6,З В, И8х = 1 мВ. 

f= 12 кГц . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Выходное сопротивление: 

К122УН2А при Un =4 В, f=12 кГц .. .... ... . 
К122УН2Б. К122УН28 nри Un =6,3 В, f=12 кГц 

2,4 ... З,8 В 
З,8 ... 5,5 В 

, 10 мкВ 
-.10 мкВ 

:> 15 

) 25 
;:. 40 

(5% 

.. 5% 

:> 90 кГц 
:> 90 кГц 

:> 90 кОм 

:> 90 кОм 

1,2 ... З кОм 
1,2 ... 3 кОм 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания· 
К122УН2д .. ... . ... . 
К122УН2Б, К122УН2В ......... . 

Максимальная рабочая частота .. 
Tet.meoaтypa ОКрУ)l(а1Ощей среды 

3,6 ... 4,4 В 
5,7 ... 6,9 В 
5 МГц 
-45 ... + as ·с
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Серии 1<123, КР123 

К12ЗУН1А,К12ЗУН1Б,К12ЗУН18, 

КР12ЗУН1А,КР12ЗУН1Б,КР12ЗУН18 

Микросхемы представляют собой усилители низкой частоты 
Различаются между собой типом корпуса, коэффициентом усиле­
ния и полосой пропускания частот. Содержат 18 интегральных 
элементов. К12ЗУН 1А - К12ЗУН 1 В имеют металлостеклянный кор­
пуса типа 401.14-4.01 (типоразмер 4105) и массу не более О,бr, 
КР 12ЗУН 1 А - КР 12ЗУН 1 В - пластмассовый корпус 201.14-1 (ти­
поразмер 2102) и массу не более 1 r 

,, 11 

Электрическая схема К12ЗУН 1 
КР12ЗУН1 

Типовая схема включения 
К123УН1, КР12ЗУtI1 С1 = 1 f(,)R1; 

С2 = 10 ... ro, Ф, С6 = 11 fJ.>R4 

Назначение выводов: 1 - вход, 2, 4, 5, б, 12, 13 - технологи­
ческие: З, 7 - общий; 9- выход, 10 - напряжение питание(+ Ип), 

Общие рекомендации по применению

При проведении монтажных операций допускается не более 
трех перепаек 

При использовании ИС с входным сопротивлением менее 
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10 к0"'4 допускается их включение без резистора R1; no1-1 этом вы­
воды 1 и 2 должны быть замкнуты. 

Изменение коэффициента усиления наnрs:1жения в диапазоне 
частот может осуществляться подключением элеме�тое R2. RЗ, 

С4, CS. 
Допустимое значение статического потенциала 100 В 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питание ..... ..... . 
выходное напряжение при Un = 6,3 В, 
Иех

= 10 мВ, f= 1 кГц . . . . . . . . . . . . ... . . 
Ток потребления при Иn = 6,9 В . .... . .. .. . 
Коэффициент гармоник при Иn = 5, 7 В, 
U8ых = 0,5 В, f= 1 кГц, Rr = 0,6 Ом .......... . 
Коэффициент усиления напряжения 
при Иn = 6,3 В, Иеых

= О,5 В, f= 1 кГц, Rr
= 0,6 Ом: 

КР123УН1А ............................. . 
КР123УН1А ........................... . 
КР123УН1В ............................. . 

Относительная нестабильность коэффИциента 
усиления напряжения при Un = 6,3 В, И1wх = 0,5 В, 
t= 1 кГц. 

Т = + 85 °С .. 

Т =-45 °С .. .. .... . ... . ... .... . ... . 
Полоса nроnусканиs:1 при Иn = 6,3 В, Иех = 1 мВ, 
Rr

= 0,6 Ом: 
КР123УН1А 
КР123УН1Б 
КF12ЗУН1В 

Входное сопротивление nри Иn = 6,3 В, 

И8х = 1 мВ, f=1 кГц . . . . . . . . . ............... . 
Вых-одное сопротивление при Иn = 6,3 В,
Иеых= 0.5 В, f= 1 кГц .. ...... .. 

6,3 В± 10% 

0,2 ... 0,6 В 
, 15 мА 

,2% 

300 ... 500 
100 ... 350 
20 ... 120 

-5 ... +15%
-20 ... +5%

20 ... 5 · 10
1 Гц 

20 ... 1-101 Гц 
20 ... 6,5 · 101 

Гц 

.i 10 кОм 

( 0,1 кОм 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания ................ ..... . 
Входное напряжение ....................... . 
Сопротивление нагрузки .................... . 
Полоса пропускания· 
КР123УН1А . .... . . ..................... . 
КР12ЗУН1Б ................................ . 
КР12ЗУН1В ......... .................. .. .. 
Т емnература окружающей среды 

5,7 ... 5,9 В 
0,01 В 
0,5 кОм 

5 ... 2,5- 10
1 

Гц 
5 ... 5 · 101 Гц 
5 ... 10 · 101 Гц 
-45 ... + 85 ·с
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Серия К124 

Микросхема К124КТ1 представляет собой интегральный 
прерыватель. Содержит 2 интегральных элемента (два транзис­
тора, связанные коллекторами). Корпус типа 301.8-2, масса не 
более 1,5 r. 

J 

VТ1 

VТ2 
7 

Электрическа11 схема К124КТ1, КР124КТ1 

Назначение выводов. 1, 4, б- свободные; 2- база 1, 3-
эмипер 1: 5 - коллектор, 7 - эмитер 2; 8 - база 2. 

Электрические параметры 

Остаточное напряжение между эмиттерами 
nри 151 + 152 = 2 мА ......... . 
Ток утечки �ежду эмиттерами при Uia;, = U11&2 = О. 
Uam = :t 30 В 
Сопротивяение между эмиттерами 
nри 151 + 152 = 2 мА, 13,.32 = 100 мl<А 
Температура окружающей среды 

, 300 мкВ 

, 50 нА 

, 100 Ом 
-10. + 10 ·с



Серия КР127 

В состав серии t<127. иэготоеленной no рМОП технологии, 
входят типы КР127ГФ1 и КР127УИ1. 

Общие рекомендации no применению 

Температура пайки (235 t 5) •с, продолжительность пайки 
2,5 с Число допускаемых перепаек при проведении монтажных 
операций - три. Аварийный режим: Un = - 30 В, U811 = -25 В. ко­
роткое замыкание выходов на вывод «кopnyct. 

Допустимое значе�ие статического nоtенциала 30 В. 
Не рео<омендуетс� подведение каких-л111бо электрических сиг­

налов к не�-1спользуемым выводам микросхем. Неисnольэуемьtе 
выводь, ИС КР127УИ должны быть заземлены. Неисnо11ьэуемь1й 
вывод 8 ИС КР127ГФ при работе в режиме одновибрвтора дол­
жен оставаться свободным 

КР127ГФ1А, КР127ГФ1Б, КР127ГФ1В, КР127ГФ1Г, 

КР127ГФ1Д, КР127ГФ1Е, КР127ГФ1Ж. 

Ми�<росхемы представляют собой генераторы тактовых им­
пульсов Содержат 39 интеrральнь�х элементов. Корпус типа 
201.1 4-1. масса не более 1.1 r 

Наэначемие выводов. 4- корпус; 5 - вход генератора; 7,

g - для времязадающеrо элемента; 8 - вход возбуждения; 10 -
tiаnряжемие питания (- Uп); 13- выход генератора; 14- инвер­
сный выход генератора. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . - 278 ± 10% 
Амплитуда выходного напряжения импульсов 
Фаз np� Un= -24,З В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ... 25 В 
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-и.

типовая схема екn�очения КР127ГФ1 

8)(ОДной ток высокоrо уровня ............... . 
Ток потребления при Un=-29,7 В .......... . 
Диапазон рабочих частот в режиме rенератора 
Частота rенерации имnульсов фаэ 
при Un = - 24,3 В: 

КР127ГФ1А ...... ................... . 
КР127ГФ1Б ........ .... ... ........ . 
КР127ГФ1В ............. . ..... .... .. 
КР127ГФ1Г .. .. . .. . . . ......... .... . 
КР125ГФ1Д ................ .. ... . . 
КР127ГФ1Е . .. . . . . . . .. . . . . .. ... .. . 
КР127ГФ1Ж ........... ... ... ... ... . 

Уход частоты во времени . . . . . . . . . . ..... . 
Длительность импульсов в режиме одновиб-
ратора .............. .-. . . . . . . .. ...... . 
Время нарастания выходноrо напряжения фаэ 
Время спада выходного напряжения фаэ . 
Сопротивление времязадающеrо резистора 
по выводу 7: 
в режиме rенератора ...................... . 
в режиме одновибратора ................. . 
Сопротивление времяэадающего резистора 
по выводу 9: 
в режиме генератора ...................... . 
в режиме одновибратора . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 
Емкость по логическому входу .............. . 
Скважность при равных величинах времязада-
ющих емкостей ........................... . 
Нагрузочная способность по выходу (серия 
К172, единичные входы) . . . . . . . . . . . . ..... 
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с; 1 мкА 
4,5 мА 
1 ... 150 кГц 

б,4 ... 7,9 кГц 
7.1 . 8,7 кГц 
7,9 ... 19,б кГц 
8, 7 ... 10,5 кГц 
9,7 ... 11,7 кГц 
10,5 ... 12,8 кГц 
12 ... 16 кГц 
±10% 

67 ... 400 мкс 
с; 1,5 мкс 
с; 1,5 мкс 

240 ... 510 кОм 
240 ... 2000 кОм 

240 ... 510 кОм 
240 ... 100 кОм 
с; 5 пФ 

1,2 ... 2,8 

15 шт 



КР127УИ1 

Микросхема представляет собой усилитель-формирователь. 
Содержит 37 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, 
масса не более 1, 1 г. 

и •• 

-и.

rz 

7 lf/11l7Ylff 
f'-

47к 

и. ... 

TMПOUII ехемв IIIU"IIOчtНИII КР127УИ1 

Назначение выводов: 4 - корпус; 7, 8 - вход усилителя; 9 -
вьIход усилителя, напряжение питания (- Un): 12 - инверснь1й 
вход; 14- вход усилителя (nредоконечного). 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .......... . 
Выходное напряжение высокого уровня фазы 1 
при Un = - 25,6 В. Uax = 9,5 В, R.. = 5 10 кОм, 
Сн= 75 пФ .... ........................... . 
Выходное напряжение высокого уровня фазы 2 
Выходное напряжение низкого уровня фазы 1 
при Un= - 28,З В, Uax

= 9,5 В, ............... . 
Выходное напряжение низкого уровня фазы 2 
Уровень одновременного равенства напряже­
ния импульсов фазы 1 и фазы 2 при 
Un = - 25,6 В, fax = 150 кГц .................. . 
Входной ток высокого уровня при Un = - 28,З В 
Ток потребления при Un = - 28,З В, Uax

= 9,5 В, 
f11x= 150 кГц, Rн= 1000 кОм, Сн=75 пФ ....... . 
Время нарастания напряжения фаз ......... . 
Время спада выходного напряжения фаз .... . 
Задержка времени нарастания выходного на­
пряжения фазы 1 относит ельно времени 
нарастания напряжения входного сигнала .... 

-27 В± 10%

;а 22 В 
)22 В 

0 ... 28 
0 ... 2 В 

,5 в 

< 2 мкА 

< 7 мА 
, 1,5 мкс 
, 1,5 мкс 

, 1,5 мкс 

217 



Задержка време1-4и нарастания выходного 
напряжения фазы 2 относиrельно времени 
спада входноrо сиn1ала .................. . 
Еr,1кость п о  лоrмческому входу . . . . . ....... . 
Количество микросхем серии КР127, нагружа-
емьIх на выход и микросхем серии К172 ..... . 
Нагрузочная способность по выходу микросхем:

К186ИР2, КР186ИР2, К186ИР3, КР186ИР3 
К186ИР4, КР186ИР4 . . . . ......... . 

с; 1,5 мкс 
с; 5 nФ 

(3 

с; 10 
(5 

Предельно допустимые режимы эксмуатации 

Напряжение питания: 
КР127ГФ1 . . . . . . . . . . . . . . ........ . . 
КР127УИ1 ................. ......... . 

Входное напряжение высокого уровня ....... . 
Входное напряжение низкого уровня ........ . 
Максимальное отрицательно напряжение 
на выводах . . . . . . . . . . ............. . 
Максимальное положительное напряжение 
на выводах . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Мощность рассеяния: 

КР127ГФ1 .. ....... . .... .... . 
КР127УИ1 ......... ... . 

Частота входных импульсов ........ . 
Сопротивление нагрузки· 

КР127ГФ1 ........... . 
КР127УИ1 . . . . . . . . . . . . . . .... ........ . 

Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Темnера1)'ра окружающей среды ..... 

(- 29.7 В 
(- 28.3 В 

- (9,5. 20) Б
(-2 В 

- 30 В

0,3 В 

140 мВт 
220 мВr 
.;; 150 кГц 

> 1000 кОr,1
> 510 кОм

( 75 пФ
-45 .... es ·с 



Серия К128 

8 состав серии К128 (дТЛ) входят тиnы: 
К128ИР1 -8-разряднь1й сдвигающий регистр с входной логи­

кой 2-ЗИ-2ИЛИ с прямым выходом с 7-ro разряда и с прямым и 
инверсным выходом с 8-ro разряда; 

К128ЛД1 - логический расширитель по И, логический расши­
ритель по ИЛ И; 

К128ЛД2- логический расширитель по И, логический расши-
ритель по ИЛИ; 

К12ВЛДЗ -2 четырехвходовых расширителя по ИЛИ; 
К128ЛД4- восьмивходовый расширитель по ИЛИ; 
К128ЛК1 - логическая схема 3-ЗИ-2ИЛИ/3-ЗИ-2ИЛИ-НЕ, рас­

ширяемая по Иf-lИ, комбинированная с синхронным nолуnер�од· 
ным О-триггером; 

К128ЛР1, К128ЛР2-двухвходовые лоrжеасие элементы И-ИЛИ 
и И-ИЛИ-НЕ, расширяемые по И и ИЛИ с общим входом по И, 

К 128ЛС 1, К128ЛС2 - двухвходовые логические элементь1 И 
и И-ИЛИ. расширяемые по И и один расширяемый по ИЛИ, 

К12ВЛСЗ - 2 логические схемы 2И-ИЛИ/ЗИ-ИЛИ. расширяе­
мые по ИЛИ, обе комбинированные с синхронным О-триггером; 

К128f.1C4 - логическая схема З-З-4И-ЗИЛИ, комбинирован­
ная с синхронным nолуnериодным О-триггером; 

К128ЛС5 - логическая схема З-ЗИ-2ИЛИ, расширяемая по 
ИЛИ, комбинированная с одноnолупериодным О-триггером; 

К128УП 1 - усилитель-формирователь. 

К128ИР1 

Микросхема представляет собой восьмиразрядный сдвигаю­
щий регистр с входной логикой 2-ЗИ-2ИЛИ, расширяемый по ИЛИ 
с прямым выходом с 7-ro разряда и прямым и инверсным выхода­
ми с В-го разряда. Корпус типа 401.14-3, масса не бо11ее 0,5 r. 
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8 
RG 1Ч. 7 

7 g. 8 z 

8 

9 
8 1 Условное rрефическое 

обознечение К128ИР1 

11 Ах-11 

1! в
1
-з

Назначение выводов· 1, 2, З, 4, 14- выходы; 5, б, 7, 8, 9, 11, 

13- вх•ды; 10- напряжение питания; 12 - общий.

Электрические параметрь1 

Выходное напряжение низкого уровня . . . . ...... . 
Выходное напряжение высокого уров11я . . . . . . . . 
Амплитуда входного напряжения . . . . . . . . . 
Входной ток низкого уровня .................... . 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . 
Выходной ток низкого уровня . . . . .............. . 
Выходной ток высокого уровня ................. . 
Потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Частота тактовых импульсов . . . . .............. . 
Коэ ффициент разветвления по выходу . . . . . . . . . 

К128ЛД1, К128ЛД2 

,0,4 В 
>2,З В
4,5 .. 6,4 В

, 0,35 мА
, 5 мкА
, 8 мА
,2 мА
, 40 мВт
, 4 МГц
10

Микросхемы представляют собой логический расширитель 
по И, логический расширитель по И-ИЛИ. Содержат 10 интеrраль­
ньrх элементов. Корпус типа 401.14-3, масса не более 0,5 г 

fЦ 
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!JZ Условное rрвфическое 
обо,нвчение К128ЛД1. К128ЛД2 



Назначение выводов· 1 - вход Х1, 2, 9 - свободные; Э, 10 -

выводы резисторов; 4 - вход ХВ; 5 - вход Хб; б- вход Хб; 7 -

выход У2, 8 - вход Х7; 11 - вход Х2: 12 - вход ХВ: 13 - вход 
Х4; 14- ВЬIХОД У1. 

Электрические параметрь1 

Номинальное напряжение питания ........... . 
Прямое падение напряжения на диодах: 

К12ВЛД1 ............................... . 
К12ВЛД2 .............. ... ..... .... . . 

Обратное напряжение на диодах ............ . 
Амплитуда тактовых импульсов ГИ 1, ГИ2 ..... . 
Входной втекающий ток: 

К128ЛД1 .. . .. . . . .. .. . .. . ... . .. 
К12ВЛД2 .................. . .. ..... . 

Входной вытекающий ток: 
К128ЛД1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
К128ЛД2 ... .. .. .............. ...... . 

К128ЛДЗ 

З В± 10% 

0,6 ... 0,9 В 
0,6 ... 0,85 В 
<4,5 В 
5,88±10% 

< 15 мкА 
< 10 мкА 

з ... 5,6 мкА 
З,5 ... 5,6 мкА 

Микросхема представляет собой 2 четырехвходовых расши­
рителя по ИЛИ. Содержит 14 и1-1теrральныJ1 элементов Корпус 
типа 401.14-3. масса не более 0,5 r 

Условное графическое обо2начени1 к12алдз 

Назначение выводов: 1 - вход Х1; 2- выход У2; З - выход 
У1; 4- выход У4; 5- выход УЗ; 6- вход Х5; 7- вход Хб; 8-
вход Х7; 9- вход ХВ; 10, 11 - амплитуда входного напряжения: 
12 - вход Х2; 13- вход ХЗ; 14- вход Х4 
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Электрмческме параметры 

Выходное Н8Пр,1Жеt4ие НМЗКОfО уровня . . . . . . . . . . . . < 1,2 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . ;;а 5,4 8 
Аммитуда входного напряжения . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 ... 6,9 В 
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,35 мА 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 5 мкА 
Выходной ток ниакого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 2 мА

По требляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 1,2 мВт 
Частота та«Юеых импульсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4 МГц 

К128ЛД4 

Ми«роеJСема представляет собой восьмив)(одовым расшири­
тель по ИЛИ. Содержит 11 интегральных элементов. Корпус типа 
401.14-3, масса не более 0,5 r. 

А 11
V, 

I tZ 
"1 

Усnовное rрвфмческое обо�нвче+4ме К128ЛД4 

Назначение выводов: 1- вход Х2; 2- вход Х3; 3- вход Х4; 

4, 9, 10-свободные; 5-вход Х5; б- вход Хб; 7-вход Х7; 8-

вход ХВ; 11- входное напряж�ие; 12-выход У2; 13- выход 
У1; 14'-В)(ОДХ1. 

Электрические параметрь, 

Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . . < 1,2 В 
Воlходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . ;;а 5,4 В 
Аммитуда входного напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 .6,9 В 
Входной теж низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 мА 
ВХодной ток еыоокоrо уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 5 мt<А 
Выходной ТО!< ниакоrо уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 2 мА 
Потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . < 0,6 мВт 
Частота тактовых импульсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 4 МГц 
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lf128ЛK1 

Микросхема представляет собой логический элемент 3-ЗИ-
2ИЛИ/З-ЗИ-2ИЛИ-НЕ, расширяемый no ИЛИ, комбинированный

1 

с 
синхронным nолуnериодным D-триrrером. Содержит 37 интег­
ральных элементов. Корпус типа 401.14-3, масса не более 0,5 г 

Назначение выводов: 1 - вход Х7; 2 - вход Xt; З- вход Х2; 
4 - вход ХЗ; 5 - вход Х4; 6 - ВХОД Х5; 7 - вход Х6; 8- свобод­
ный; g - выход У2; 10 - напряжение питания; 11 - вход Ивх. .; 
12-общий; 13- выход У1; 14- вход Хд.

Электрические nараметр"1 

Номинальное напряжение питания ............ . 
Выходное напряжение низкого уровня .......... . 
Выходное напряжение выссжого уровня ........ . 
Аммитуда входного напряжения ............... . 
Входной ток низкого уровня ................... . 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Выходной ток низкого уровня ................... . 
Частота тактовых импульсов ................... . 
Коэффициент разветвления no выходу .......... . 

# 

4 В :t 10 % 
<0,4 В 
)2,3 В 

4,5 ... 6,4 В 
< 0,35 мА 
< 5 мкА 
< 5,8 мА 
< 4 МГц 
10 

К128ЛР1А, К128ЛР1Б, К128ЛР1В, К128ЛР2А, 

К128ЛР2Б, К128ЛР2В 

Микросхемы представляют собой двух входоеый логический 
элемент И-ИЛИ и двухвходовый лоrический эnемент И-ИЛИ-НЕ. оба 
расширяемые no И и по ИЛИ с общим входом по И 

Содержат 34 интегральных элемента. Корпус типе 401.14-3,

масса не более 0,5 г. 
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Эnектрмческа11 схе1,<1а К128ЛР1, К128ЛР2 

Назначение выводов: 1 - вход Х7; 2 - вход Х5; 3 - вход Хб; 
4- вход Х1; 5, 11, 12- выводы; б- вход Х2; 7- вход ХЗ; В­
вход Х4; 9- выход У1; 10- общий; 13- напряжение питания;
14- выход У2.

Электрические nараметрь1 

Номинальное напряжение питания . 
Выходное напряжение высокого уровня: 

К128ЛР1 ......... . 
К128ЛР2 .......... . ...... . 

Выходное напряжение низкого уровня: 
К128ЛР1 
К128ЛР2 . .. ... . 

Входной втекающий ток: 

К128ЛР1 ... .. .. . 
К128ЛР2 ........... . 

Входной вытекающий ток· 
К128ЛР1 . .
К128ЛР2 . .......... . 

Коэффициент разветвления по выходу 
Коэффициент объединения по входу «ИЛИ» 
Коэффициент объединения по входу «И» 
Верхняя предельная тактовая частота: 

К128ЛР1А, К128ЛР2А 
К128ЛР1Б, К128ЛР2Б 
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ЗВ:t:10% 

) 2,2 В 
) 2.4 В 

< 0,55 В 
< 0,5 В 

, 15 мкА 
, 10 мкА 

2 ... 4,5 мкА 
2 ... 4,2 мкА 
(6 

(4 

(6 

5 МГц 
10 МГц 



К128ЛР1В, К128ЛР28 
дммитуда тактовых импульсов: 

ГИ1, ГИ2 . ........ . 
ГИЗ, ГИ4 ................... . 

16 МГц 

5,8 В± 10% 
- 58 ± 10%

К128ЛС1А, К128ЛС1Б, К128ЛС1В, К128ЛС2А, 

К128ЛС2Б, К128ЛС2В 

Микросхемы представляют собой двухвходовьrй логический 
элемент И и двухвходовый логический элем ент И-ИЛИ, оба рас­
ширяемые по И и один расширяемый no ИЛИ. 

Содержат 34 интегральных элемента. Кор,ус тиrа 401.14-3, 

масса не более 0,5 г. 
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Условное rрафицеское обо,н .... ние К128ЛС1, К128ЛС2 

Назначение выв одов: 1 - вход Х7; 2- вход Х5; З - вход 
Хб 4 - вход Х 4; 5, 12 - выводы; 6 - вход Х2; 7 - вход Х 1; 
8 - вход ХЗ: 9 - выход У1; 10 - общий; 1 З- напряжение nи­
т ания; 14 - выход У2.

Электрические параметры 

номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение высокого уровня: 

К128ЛС1 
1(12ВЛС2 

В-694 

З В± 10% 

> 2,2 В
>2,4 В
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Выходное напряжение низкого уровня· 
К128ЛС1 ...................... . 
К12�ЛС2 ...... .... ...... . .. 

Входной втекающий ток: 
К128ЛС1 . . . . . . ............. . 
К128ЛС2 ..................... .. ....... . 

Входной вытекающий ток· 
К128ЛС1 . .. .. .. . . .. .. . . . . .. ..... . 
К128ЛС2 ................... .... ...... . 

Коэффициент разветвления no выходу . . . . . . . 
КоЭффициент объединения по входу ИЛИ ..... . 
КоЭффициент объединения по входу И ........ . 
Верхняя предельная тактовая частоте· 

К128ЛС1А, К128ЛС2А . . . . . . . . . . ....... . 
К128ЛС1Б, К128ЛС2Б . . . ... ..... . 
К128ЛС1В, К128ЛС2В . . . . . .. .. . 

К128ЛС3 

< 0,55 В 
< 0.5 В 

< 15 мкА 
< 10 мкА 

2. 4 5 мкА
2" 4.2 мкА 
<6 
(4 

<б 

5 МГц 
10 МГц 
16 МГц 

Микросхема представляет собой 2 логических элемента 
2И-ИЛИ/ЗИ-ИЛИ, расширяемых no ИЛИ, комбинированных с син­
хронным nолуnериодным О-триггером. Содержо1т 39 интеграль­
ных элементов. Kopnyc типа 401 .14-3, масса не более 0,5 r. 

Усnо11НОе rрафмческое обозначение 
К128ЛС3 

Назначение выводов: 1- вход ХВ; 2 - вход Х5; З - вход Хб; 
4- вход Х!�; 5 - вход Х1; б - вход Х2; 7 - вход ХЗ, 8 - вход Х4;
9- выход У1; 10- напряжение питания, 11 - вход U8x, ,.; 12-

общий; 13- выход У2; 14- свободный.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . 4 В ± 10 % 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . < 0,4 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . ;;. 2,3 � 



дм пли туда входного чаnряJ1<ения И8х.,. 
Входной ток низкого уровня .............. . 
Входной ток высокого уровня ................ . 
выходной ток низкого уровня .............. . 
Частота тактовых импульсов ............ . 
Коэффициент разветвления по выходу 

К128ЛС4 

4,5" 6,4 В 
( 0,3 мА 
< 5 мкА 
< 5,8 мА 
< 4 МГц 
10 

Микроскема представляет собой логический элемент 3-3-4И­
ЗИЛИ. комбинированный с синхронным nолуnериодным О-тригге­
ром. Содержит 33 интегральных элемента. Корпус типа 401 14-З, 
масса не более 0,5 ;-. 

Условное paф1Ntc:r.oe обо�Н8'+8НМ К121ЛС4 

Назначение выводов: 1 - вход Х1; 2 - вход Х4; З - вход ХБ; 
4 - вход Хб; 5 - вход Х7; б - вход ХВ; 7 - вход xg; 8 -вход 
Х10; g_ выход У1, 10- напряжение питания; 11- вход Иах, ,.; 
12-общий; 13- вход Х2; 14- вход ХЗ.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . ..... 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . 
Аммитуда входного напряжения ............... . 
Входной ток низкого уровня .................... . 
Входной ток высокого уровня ................... . 
Выходной ток низкого уровня ............. . 
Частота тактовых импульсов ................... . 
Коэффициент разветвления по выходу . . . . . .. . 

8" 

4 В± 10 % 
< 0,4 В 
) 2,3 В 
4,5 ... 6,4 В 
< 0,3 мА 
< 5 мкА 
< 5,8 мА 
< 4 МГц 
10 
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К128ЛС5 

Микросхема представляет собой лоrи-+еский элемент 3-3И-
2ИЛИ. расширяемый по ИЛИ, комбинированный с одноnериод­
ным О-триггером Содержит 44 интегральных элемента. Корпус 
T�'la 401.14-3, масса не более 0,5 r. 

fcno11ttot rоафМ'!еское обо,11ачен,1е К128ЛС5 

t-'азначение выводов 1- вход Х7, 2- вход Х1; 3 - еход Х2. 

4 - ВХОД Х3, 5 - вход Х4; б - вход Х5; 7 - вход Хб; 8, 11-

входы И1х, -.: !t - выход У2, 10 - напряжение питаf4ия: 12 - об­
щий, 13- выход У1, 14- вход хв

Электрические параметры 

Номинальмое напряжение питания 
Выходное напряжение низкого уровня 

Выходное напряжение высокого уровня 
Амплитуда входного напряжения U1x, • 
Входной т01< низкого уровня . 
Входной ток высокого уровня 
Выходной ток низкого уровня 
Частота тактовых импульсов 
Коэффициент разветвления по выходу 

К128УП1 

4 В% 10 �о 

с; 0.4 В 

> 2,3 В
4,5" 6,4 В 

с; 0,3 мР. 
"5 мкА 
с; 5,8 мР. 
,i;; 4 МГu 
10 

Микросхема представляет собой усилитель-формирователь 
Содержит 46 интегральных элементов. Корпус типа 401.14-3 
масса не более 0,5 r 

Назначение выводов: 1- выход У2; 2, 5, б, В, 9, 11, 14-
свободные: 3 - вход Х2, 4 - выход У1; 7 - напряжени& питания 
Шru): 10- напряжение питания (Иn,): 12- вход Х1; 13- общий. 

l2S), 



Условное графическое обозначение ИМС К128УП1 

электрические параметры

Номинальное напряжение питания Un1 • 

Номинальное напряжение питания Uru .. . 
Выходное напряжение низкого уровня .... . 
Выходное напряжение высокого уровня .. . 
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . .... . 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . .. 
Выходной ток ни3кого уровня . . . .. . 
Вь1ходной ток высокого уровня ..... . 
Ток потребления: 

no выводу 1 О ............... . 
по выводу 7 ................. . 

Время задержки распространения при включе-
>iИИ (выключении) ............... . 
Частота тактовых импульсов ..... . 

638±10% 
3 В± 10 % 
с;; 1,2 В 
� 6,2 В 

i. 6,6 мА
с;; 2,8 мА
с;; 20 мА
-. 50 мА

'- 12,5 мА 
< 9.5 мА 

с;; 15 нс 
< 16 МГц 

Предельно доnустимьIе режимы эксплуатации 

Напряжение питания ........... . 
Аммитуда импульсного питания: 

ГИ1, ГИ2 ................... . 
ГИЗ, ГИ4 ...... ............. . 

Напряжение на входе относительно «земли, 
Ток нагруз1а1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Рассеиваемая мощность . . . . . . 
Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . 
Температура окружающей среды . 

4,5 В 

8В 
- 7,2 В
4,5 В 
18 мА 
100 мВт 
200 пФ 
-45 .. + 85 ·с
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Серия К129 

В состав серии К129 входит тип К129НТ1-1 (6 тиnономиналов). 

К129НТ1А-1, К129НТ1Б-1, К129НТ1В-1, 

К129НТ1Г-1, К129НТ1Д-1, К129НТ1Е-1, 

К129НТ1Ж-1, К129НТ1И-1 

Микросхемы представляют собой базовую схему дифферен· 
циальноrо усилителя (два транзистора n-p-n типа). Содержат 
2 интегральных элемента. Бескорпусные ИС с гибким�,, выводами, 
масса не более 4 мг. 

у
VT2 у VT1 

Электрическая с:хем11 К129НТ1-1 

Назначение выводов· 1 - коллектор VT2, 2 - база VT2, З -
эмиттер VT2. 4- коллектор VT1, 5- база VT1. б- эмиттер VT1 

Электрические параметры 

Модуль разности прямых напряжений на перехо­
дах эмиттер-база при Иu = 5 В. lэ = 1 мА 

К129НТ1А-1, К129НТ1Б-1, К129НТ1В-1. 
К129НТ1Ж-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; З мВ 

К129НТ1Г-1, К129НТ1Д-1, К129НТ1Е-1. 
К129НТ1И-1 < 15 мВ 
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Обратный ток коnnект.ора при U,a = 15 В ....... . 
Обратнь1й ток эмиттера при U35 = 4 В .......... . 
ток утечки между транзисторами .............. . 
Статический коэффициент передачи тока в схеме 

с общим эмиттером в режиме большого сигнала: 

при /3
= 1 мА, И11а

= 5 В

К129НТ1А-1, К129НТ1Г-1 ................ . 
К129НТ16-1, К129НТ1Д-1 ............... . 
К129НТ1Ж-1, К129НТ1И-1 ............. . 

при Ura;
= 5 В, /3

= 0,05 мА для К129НТ1В-1, 
К129НТ1Е-1 ................................ . 
Отношение статических коэффициентое передачи 
тока в схеме с общим эмиттером в режиме боль­
шого сигнала при /3 = 1 мА. И,а = 5 В: 

К129НТ1А-1, К129НТ1Б-1, К129НТ1Ж-� 
К129НТ1Г-1, К129НТ1Д-1, К129НТ1И-1 

Модуль коэффициента передачи то'<8 на 
высокой частоте f= 100мГц ................ . 
Емкость коллекторного перехода при Иrа; = 5 В. 
f= 10 МГц ............................ .. . 
Емкость эмиттерного перехода nри Uи = 1 В

f= 10 МГц . . . . .................. . · 

, 200 нА 
, 500 нд 
, 20 нА 

20 ... 80 
60 ... 180 
40 .. 160 

) 80 

) 0,85 
, 0,75 

:> 2,5 

<4 пФ 

(5 пФ 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение коллектор-база ........... . 
Напряжение эмиттер-база . . . . . . . . . . . . . . . 
Напряжение между транзисторами . . . . . . . 
Ток коллектора (постоянный) . . . . . . . . . . . . . 
Ток коллектора импульсный (t11 • 30 мкс) .. . 
Мощность рассеяния .................... . 
Допустимое значение статического nотенциа11а 
Температура окружающей среды . .... . 

с; 15 В 
(4 В 
(20 В 
с; 10 мА 
, 40 мА 
с; 15 мВт 
100 В 
-60 .. • 75 •с
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Серия К130 

В состав серии К130 (ТТЛ) входят типы 
К1ЗОЛА1 - 2 логических элемента 4И-НЕ, 
К1ЗОЛА2 - логический элемент ВИ-НЕ; 
К1ЗОЛАЗ- 4 логических элемента 2И-НЕ; 
К1ЗОЛА4- Э логических элемента ЭИ-НЕ; 
К1 ЗОЛА6 - 2 логических элемента 4И-НЕ с большим коэффи-

циентом раэветвления по выходу; 
К1ЗОЛД1 - 2 четырехвходовых расширителя no ИЛИ; 
К1ЗОЛН1 - б логических элементов НЕ; 
К1ЭОЛР1 - 2 логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, один рас­

ширяемый по V.ЛИ; 
К1 ЗОЛРЗ- логический элемент 2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ с воэмож­

ностью расширения no ИЛИ; 
К1 ЗОПР4 - логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможно­

стью расширения no ИПИ; 
К130ТВ1 - JК-триггер с логи.кой на входе. 
К1ЗОТМ2 - 2 О-триггера. 

К130ЛА1 

Микросхема представляет собО.:, 2 логических элемента 
4И-НЕ. Содержит 32 интегральных элемента Корпус типа 401.14- 4, 
масса не более 0,45 г. 

Наэначение выводов: 1- вход Х1, 2- вход Х2; 3, 11- сво­
бодные; 4 - вход ХЗ. 5 - вход Х4, 6 - выход У1; 7 - общий; 8 -
выход У2. 9 - вход Х5; 10- вход Хб. 12 - вход Х7; 13- вход 
ХВ; 14 - напряжение питания 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . .. 
Выходное напряжение ниэкого уровня .... 
Выходное напряжение высокого уровня 

,32 

5 В :t 10% 
( 0,35 В 

,i, 2.4 В 



УсnоВ>Юе rраФl<',4еское обо2начение К130ЛА 1 

Наnряжен�,,tе на антиэвонном диоде 
Статическая помехоустойчивость ниэкоrо 
и высокого уровней 
Вход,юй ток низкого уровня . . . . . . . . ...... . 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . ...... . 
Ток входного пробивного напряжения ....... . 
Ток короткого замыкания . . . . . . . ........... . 
Ток потребления в состоянии низкого уровня . 
Ток потребления в состоянии высокого уровня . 
Статическая потребляемая мощность . . . . . . . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержt<и распространения при выклю­
чении . 

К130ЛА2 

)- 1,5 В 

)0,4 В 
(- 2,3 мА 
( 0,07 мА 
( 1 мА 
- 35 ... -95 мА
< 22 мА
( 10 мА
< 88 мВт
< 10 нс

( 12 нс 

Микросхема представляет собой логический элемент 8И-НЕ. 

Содержит 20 интегральных элементов. Корпус типа 401. 1 4-4, 
масса не более О ,45 г 

& 

I Vf 

Ус.поеное rрафическое обо2на,.ен�,е К130ЛА2 
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Назначение выводов. 1 - вход Х1. 2 - вхо.а Х2· З - вход ХЗ, 

4- вход Х4; 5 - вход Х5; б - вход Хб. 7 - общи�:<. 8- выхо.а У· 

9, 10, 1 З - свободные; 11 - вход Х7; 12 - вход ХВ 14 - напря­
жение пмтания

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Напряжение на антизвонном диоде .. 
Статическая помехоустойчивость низкого 
и высокоrо уровней ................ . 
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . .. 
Входной ток высокого уровня ..... . 
Ток входного nробивноrо напряжения 
Ток потребления в состоянии низкого уровня 
Ток потребления в состоянии высокого уровня 
Ток короткоrо замыкания ... 
Статическая потребляемая мощность ...... . 
Время 38Держки распространения nри вкnючении 
Время 3ЗДержки распространения при выклю­
чении ... . 
Входная емкость 

К130ЛА3 

5 В± 10% 
< 0,35 В 
;> 2,4 В 
)-1,5 В 

)0,4 В 
,_ 2,3 мА 
< 0,07 мА 
< 1 мА 
< 11 мА 
(5 мА 
-35 ... -95 мА
, 44 мВт
< 12 нс

< 12 нс 
< 3 пФ 

Микросхема представляет собой 4 логических элемента 
2И-НЕ. Содержит 56 интегральных элементов Корпус типа 
401.14-4, масса не более 0,45 г. 

Назначение выводов: 1- вход Х1; 2 - вход Х2; З- выход У1; 

4 - вход ХЗ; 5 - вход Х4; б - выход У2: 7 - общий; 8 -выход У4; 
9 - вход Х5; 10 - вход Хб; 11 -выход УЗ; 12 - вход Х7, 1 З - вход 
ХВ; 14 - напряжение питания 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное наnряже+1ие высокого уровня 
Напряжение на антиэвонном диоде .... 
Статическая помехаv<'fойчивость низкого 
и высокого уровней . . . . . . . . . 
Ток входного пробивного напряжения 
Входной ток низкого уровня 
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5 В± 10% 
( 0,35 В 
> 2,4 В
> -1,5 В

)0,4 В 
, 1 мА 
< -2.3 мА



z,1 

z, z

z,•

�5 

Условное графическое о6о3начение 
К13ОЛАЗ 

.z, 

z., ft 

z, 11 

Входной ток высокого уровня . . . . . .. 
Ток потребления в состоянии низкого уровня 
Ток nотреблеt4ия в состоянии высокого уровня

Ток w;ороткого эамыкаl-iиЯ . . . . . . . . ... 
Статическая потребляемая мощность 

в 

в 

• 

в 

Время эадержхи расr�ространения при включенми 
Время задержки расr�ространения при выклю­
чеtiии . 

К130ЛА4 

J 
У1 

6 
�, 

' !f1 

( 0,07 мА 
< 44 мА 
< 20 мА 
-35 ... -95 мА
< 176 мВт
( 10 нс

( 12 нс 

Микросхема представляет собой 3 логических элемента 
3И-НЕ. Содержит 45 инте гральных элементов. Корпус типа 
401.14-4, масса не более 0,45 г. 

Услоеное графическое обозначение 
К130ЛА4 
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Назначение выводов. 1- вход Х2 2- вход ХЗ 3- ВАод Х4; 

4- вход Х5, 5 - вход Хб; б - выход У2, 7 - об1.ц�11й. 8- выход
УЗ; 9- вход Х7, 10 - вход ХВ, 11- ВАОД Х9 12- выход У1. 

13- вход Х1, 14 - напря)l(ение питания.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Напряжение на антизвонном д111оде . 
Статическая помехоустойчивость низкого 
и высокого уровней . . . . . . . 
Входной ток низкого уровня 
Входной ток высокого уровня 
Ток входного пробивного напряжения 
Ток потребления в состоянии низкого уровня 
Ток потребления в состоянии высокого уровня 
Ток короткого замыкания . . . . . ... 
Статическая потребляемая мощность 
Время задер)Ю(И распространения nри вклюцении 
Время задержки распространения nри выклю­
чении 

К130ЛА6 

5 В± 10% 

( 0,35 В 
:> 2 4 В 
:> -1,5 В 

:> 0,4 В 
( -2,3 мА
< О 07 мА
< 1 мА
, 33 мА
( 14 мА

-35 -95 мА
( 132 мВт
( 10 нс

( 12 нс 

Микросхема представляет собой 2 логических элемента 
4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу Со­
держит 32 интегральных элемента. Корпус типа 401 14-4, масса 
не более 0,45 г. 

Усnовное rрафмческое обо,1<11 .. ..,.,. К130ЛА6 
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Назмачение выводов. 1 - вход Х 1, 2 - вход Х2· З, 11 - сво­
бодные; 4 - вход ХЗ; 5- вход Х4, 6- еыход У1; 7 - общl-'lй В­
выход У2, 9- вход Х5, 10- вход Хб 12- вход Xl. 13- в1од 
ХВ. 14 - напряженr1е питания 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . .. 
Выходное напряжение низкого уровн� ... . 
выходное напряжение высокого уровня .. . 
Напряжение на антиэвонном диоде . . . . . 
Статическая помехоустойчивость низкого 
и высокого уровней 

Входной ток низкого уроен� 
Входной ток высокого уровня 
Ток входного пробивного напряжения . . . .. 
Ток потребления в состоянии низкого уровня 
Ток потребления в состоянии высокого уровня 
Ток короткого замыкания 
Статическая потребляемая мощность .. 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выклю­
'4ении 

К130ЛД1 

5 В t 10% 
< 0,35 В 
) 2.4 В 
)-1.5 В 

)0.4 В 
<-2.5 мА 
< 0.07 мА 
< 1 мА 
< 32 мА 
< 12 мА 
-35 -95 мА
< 120 мВт
< 16 нс

Микросхема представляет собой 2 четырехвходовых логи­
ческих расширителя no ИЛИ Содержит 14 интегральнь1х элемен­
тов. Корпус типа 401 14-4, масса не бопее 0,45 r 

Ус.nоеное rрафмческое об�-- ИМС К1 ЗОЛД1 



Наэначение выводов: 1-вход Х1; 2-вход Х2, 3- вход ХЗ; 

4- вход Х5: 5- вход Хб; б- вход Х7; 7- nодложка (общий),
8-входХВ; g-выход У4; 10-выход УЗ; 11-выход У1; 12-

выход У2; 13- вход Х4, 14-напряжение питания

Электрические параметры 

Номинальное напряжение nитвния ..... . 
Выходное напряжение низкоrо уровня .... . 
Выходное напряжение высокоrо уровня ... . 
Напряжение на антизвонном диоде . . . . . . . 
Статическая помехоустойчивость .............. . 
Вкодной ток ниэкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Входной ток высокого уровня .................. . 
Ток входноrо пробивного напряжения .......... . 
Выходной ток высокого уровня ................ . 
Статическая nотребnяемая мощность ........ . 

К130ЛН1 

5 В± 10% 
i. 1,3 В
) 2,4 В 
)-1,5 В 
;;. 0,4 В 
<-2,Э мА 
< 0,07 мА 
< 1 мА 
< 15 мкА 
< 22 мВТ 

Микросхема nредстевляет собой б логических элементов НЕ 
Содержит 78 интеrрельtiых элементов. Корпус типа 401.14-4, 
масса не более 0,45 г 

Условное rрвфмческое ОбО)НIЧ8НИ8 К130ЛН1 

Назначение выводов. 1 -вход Х1; 2 - выход У1; З -вход 
Х2; 4 - выход У2; 5 - вход ХЗ; 6 - выход УЗ; 7 - общий; 8 -
выход У4;9-входХ4; 10-выход YS, 11-входХS. 12-выход 
Уб; 13 - вход Хб; 14- напряжение питания. 

Электрические параметры 

Номинальное наnряже.1ие питания ..... ..... . 
Выходное напряжение �ого уровня . . . . . 
Выходное напряжение высокого уровня 
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5 В t 10% 
< 0.35 В 
;;. 2.4 В 



�аnояжеч.,4е >1а а"iт111зво�чом а111оае 
аход�ой ток н111экого уровня 
входной ток ВьlСОКОГО уровня . 
входной nроб111вной ток 
ток короткого замыкания 
Ток потребления в состоянии высокого уровня 
Ток потребления в состоянии низкого уровня 
Средняя потребляемая мощность . . . . . . . . . . . 
Время задержки распространения при вtUVОЧеНИИ 
Время ,адержки распрос транения при выклю-
чении ...................... ......•..... 
Коэффициент разветвления по выходу . . ... 

:>-1,58 
(-2 мА 
, 70 мкА 
< 1 мА

-35.-95 мА
, 30 мА
(60 мА
, 248 мВт
, 10 нс 

< 12 нс 
< 10 

Предельно допустимые режимы 3Ксnлуатации 

Напряжение на входе . . . . . . . . . . • . . . . . . . •... 
Ток нагрузки при лог. О на входе . . . ........ . 
Входной ток лог. 1 ............. . 
Емкость нагрузки .............. . 
Температура окружающей среды 

К130ЛР1 

>-0,4 В 
(20 мА 
<0,07 мА 
<200 nФ 
- 45 ..... 85 ·с

Микросхема представляет собой 2 логических элемента 
2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый no ИЛИ Содержит 38 интег­
ральных элементов. Корпус типа 401.14-4. масса не более 0,45 г

::, ,1 

:z ,о 1Z 

УсnоаЖ1е rрефмческ� об�-нме ИМС К130ЛР1 
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Назначение выводов: 1- вход Х1, 2- вход Х5; 3- вход Хб; 
4 - вход Х7; 5 - вход ХВ; б - выход У2; 7 - общий; 8 - выход 
У 7 9 - вход Х3; 10 - вход Х 4, 11 - вход расширительный Х9; 
12- вход расширительный Х10, 13- вход Х2; 14- напряжение
питания

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .. 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Напряжение на антизвонном диоде 
Статическая помехоустойчивость низкого 
r,, высокого уровней 
Входной ток низкого уровня 
Входной ток высокого уровня

Ток входного пробивного напряжения 
Ток короткого замыкания 
Ток потребления в состоянии низкого уровня 
Ток потребления в состоянии высокого уровня 
Статическая потребляемая мощность 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выклю-
чении .. .. .. . 
Коэффициент объединения по ИЛИ 

К130ЛРЗ 

5 В± 10% 
, 0,35 В 
) 2,4 В 
;;, -1,5 В 

;;, 0,4 В 
, -2,З мА 
, 0,07 мА 
с; 1 мА 
-35 ... -95 мА
, 24 мА
, 13 мА
с; 100 мВт
с; 12 нс 

( 15 НС 

8 

Микросхема представляет собой логический элемент 
2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ, с возможностью расширения по ИЛИ. Содер­
ж111т 30 интегральных элементов Корпус типа 401 14-4, масса не
более 0,45 г

Назначение выводов· 1 - вход Х1, 2 - вход ХЗ· З - вход Х4; 

4 - вход Х7, 5 - вход ХВ; б - вход Х9: 7 - общий. 8- выход У·

9 - вход Х5; 10 - вход Хб; 11 - вход расширительный Х11 
12- вход расширительный Х10, 13- вход Х2, 14- напряжение
n111тания

Электрические nараметрь1 

Номинальное напряжение питания 
Выходное наnояжение низкого уровня 

Выходное напряжение высокого уровня 
1-fаnояжение на антизвонном диоде 

24С 

5 В± 10% 
,i;; 0,35 В 
;;, 2.4 В 
)-1 5 В 
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Ус:nо1НОе rре�еское обо�нечеttме К130ЛР3 

Статическая помехоустойчивость низкого 
и высокого уровней . . ......... . 
Входной ток низкого уровня ..... . 
Входной ток высокого уровня .... . 
Ток входного пробивного напряжения 
Ток короткого замыкания ................... . 
Ток потребления в состоянии низкого уровня 
Ток потребления в состоянии высокого уровня 
Статическая потребляемая мощность . . . . • . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выклю-
чении ..... ........ ........... . 
Коэффициент объединения no ИЛИ 

К130ЛР4 

>О,4 В
<-2,З мА
<0,07 мА
< 1 мА
-35 ... -95 мА
< 14 мА
< 11 мА
< 70 мВт
< 12 нс 

< 15 нс 
8 

Микросхема представляет собой логический элемент 
4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения no ИЛИ. Содержит
23 интегральных элемента. Корпус типа 401.14-4, масса не бо­
nее 0,45 г

Назначение выводов: 1- вход Х1; 2 - вход Х2; З - вход ХЗ 

4 - вход Х 4, 5 - вход расширительный Х9; 6 - свободный; 7 -
общий: 8 - выход У: 9 - вход расширительный Х10; 10- вход Х5, 
11 - вход Хб, 12 - вход Х7; 13 - вход ХВ; 14 - напряжение пи­
та>iия. 
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8 
!# 

Усnо11НОе rрафМЧеское обо,Нll'fенме К130ЛР4 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение n1о1тания . . . ....... . 
Выходное напряжение низкого уровня ........ . 
Выходное напряжение высокого уровня ...... . 
Напряжение на ант1о1звонном диоде . . . . ..... . 
Статическая помехоустойчивость ............ . 
Ток входного пробивного напряжения ....... . 
Входной ток низкого уровня . . . . . .......... . 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . ...... . 
Ток nотреблеt1ия в состоянии низкого уровня ... . 
Ток потребления в состоянии высокого уровня 
Ток короткого замыкания . . . . . . . . . . . . ...... . 
Статическая потребляемая мощность 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выклю-
чении . . . . . . . . . . ................ . 
Коэффициент объединения по ИЛИ . . ...... . 

К130ТВ1 

5 В± 10% 
( 0,35 В 
>2,4 В
>-1,5 В
>0,4 В
< 1 мА 
<-2,3 мА 
<0,07 мА 
< 12 мА 
с; 6,5 мА 
-35 .. -95 мА 
< 50 мВт 
< 12 нс 

с; 15 нс 
8 

Микр0ехема представляет собой JК-триггер с логикой на входе 
ЗИ. Содержмт 52 интегральных элемента. Корпус типа 401.14-4, 
масса не более 0,45 r. 

Назначение выводов· 1- свободный; 2- вход установt<И «О», 
Xf; 3- вход Х2 (J1); 4 - вход ХЗ (J2); 5 - вход Х4 (JЗ), б- вы­
ход Q; 7 - общий; 8 - выход Q; 9 - вход Хб (К 1 ); 10 - вход Х7 
(К2), 11- вход ХВ (КЭ); 12- вход сикхронмзации Х5; 13- вход 
установки « 1 », Х9; f 4 - напряжение nитения. 
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Ycno11tOe rр1фмческое оfSоЖ1Ченме К130ТВ1 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . 
Выходное напряжение низкого уроеня .. . 
Выходное напряжение высокого уровня ... . 
Напряжение на антизвонном диоде 
Статическая помехоустойчивость .. 
Входной ток низкого уровня: 

5 В t 10% 

< 0,35 В 
)2,4 В 
)-1,5 В 

)0,4 В 

для входов J, К и «синхронизации» . . . . . . . < -2,3 мА

для входа «установка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < - 4,6 мА 
Входной ток высокого уровня: 
для входов J, К и «синхронизации» ... , ..... . 
для входа «установка» . . . . . ........ . 
Ток входного пробивного напряжения 
То,; потребления ........................... . 

< 0,14 мА 
< 0,07 мА 
< 1 мА 
<25 мА 

Ток короткого замыкания .................... .
Статистическая потребляемая мощность 

-35 ... -95 мА
, 140 мВт 

Время задержки распространения при 
включении: 
для входа «с1-1нхрониэация» ................. . 
для входа «установка» ...................... . 
Время задержки распространения при 
выключении: 
для входа «синхронизация» . . .... ........ . 
для входа «установка• ..........•............ 

< 30 нс 
(27 нс 

<26 нс 
< 16 нс 
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Предельно допустимые режимы эксплуатации 
К130ЛА1, К130ЛА2, К130ЛАЗ, К130ЛА4, К130ЛА6, 

К130ЛД1, К130ЛР1, К130ЛР2, К130ЛР4, К130ЛТВ1 

Вытекающий ток при отрицательном напряжени111 
на входе ... . ........ ... ............... . 
Выходной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . 
Ток нагрузки при низком уровне выходного 
напряжения (для всех) . 

К130ЛА6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
К1ЗОЛД1 . .. . .. .. . .. .. .. .. ..... . . 

Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Рабочая частота . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

К130ТМ2 

с:-3 мА 
с:-10 мА 

с: 23 мА 
, 46 мА 
< 7 мА 
< 200 nФ 
< 20 мГц 

Микросхема nредставляет собой 2 D-тpиrrepa. Содержит 82 ин­
теrральных элемента. Корпус типа 401.14-4. Масса не более 0,45 г 

J(f 
Х2 
х� 
X-f 

xs 
х, 

х, 

XI 

У1 

У2 

Y.J 

Y-f 

Усnовноt rрефмческое o<lo,нll'leнмt К130ТМ2 

Назначение еьtводов: 1- вход устаноВt<И «О• Х4; 2- вход D, 
Х2; Э- вход синхронизации ХЗ; 4- вход установки «1 • Х1; 5-
выход У1; б - выход У2; 7 - общий; 8- выход У4; g - выход 
УЗ; 10 - вход установки единицы Х5; 11 - вход синхронизации 
Хб; 12 - вход D, Х7; 13- вход установки «О» ХВ; 14- наnряже­
ние питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . 5 В :t 10% 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . < 0,35 В 
Выходное напряжение высокого уровня • . . . . • . ) 2,4 В 

Напряжение на антизвонном диоде . . . . • . . . . . . ) - 1,5 В 

Входной теж низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . < -4 мА 
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входной ток высокого уровня . 
входной пробивной ток 
ток �<ор откого замыкания . . . . 
Ток потребления ........... . 
средняя потребляемая мощность 
время задержки распространения при включении 
по входам .сс�нхронизация» . . . . . . ......... . 
время задерж� распространения при выклю-
чении по входам «синхронизация» ........... . 
Коэффициент разветвления no выходу 

( 210 мкА 
.:; 1 мА 
-35 ... -95 мА
( 42 мА 
( 231 мВТ 

с. 30 нс  

с. 20 нс 
10 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение на входе . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Ток нагрузки nри лог. О на выходе . . . ........ . 
Входной ток лог 1. 

на входе О
на Еходах С и «установка 1 » 
на входе «установка О• 

Емкость нагрузки 
т емnература окружающей среды 

)-0,4 В 
< 20 мА 

с. 0,1 мА 
с. 0,2 мА 
( 0,3 мА 
< 200 пФ 
- 45 ... + 05 ·с



Серия К131 

В состав серии К131 (ТТЛ) входят типы: 
К131ЛА1 - 2 логических элемента 4И-НЕ; 
К131ЛА2- логический элемент ВИ-НЕ; 
К131ЛАЗ - 4 логических элемента 2И-НЕ; 
К131ЛА4- З логических элемента ЗИ-НЕ; 
К1 Э1Лдб-2 логических элемента 4И-НЕ с большим коэффи-

циентом разветвления по вьrходу; 
К131ЛД1 - 2 четырехвходовых расширителя по ИЛИ, 
К131ЛН1 -6 логических элементов НЕ; 
К131ЛР1 - 2 логических элемента 2-2И-2 ИЛИ-НЕ, один рас­

ширяемый по ИЛИ; 
К131ЛРЗ- логический элемент2-2-2-ЗИ-4 ИЛИ-НЕ с возмож­

ностью расширения по ИЛИ, 
К1 Э1ЛР4-логический элемент 4-4И-2 ИЛИ-НЕ с возмож­

ностью расширения по ИЛИ; 
К131ТВ1 - JК-триrгер с логикой на входе; 
К131ТМ2- 2 О-триггера. 

Общие рекомендации по применению 

Температура пайки (235 ± 5) 0С, расстояние от корпуса до 
места пайки (1 ± 0,5) мм, продолжительность пайки (2 ± 0,5) с 
Число допускаемых перепаек при проведении монтажных опера­
ций 1. На микросхемах вместо индекса «К» может стоять точка. 

Допустимое значение статического потенциала 30 В 
Не рекомендуется подведение каких-либо электрических сигна­

лов (в том числе шин «питания» и 11эемля») к выводам м11,qюсхемы 
При ремонте аппаратуры смеt-1у микросхемы следует производить 
только при отключенных источниках питания Свободные входьr 
необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 
5 В± 10% через резистор сопротивлением 1 кОм или к источни�<у 
постоянного напряжения 4,5 В± 10%. При этом допускается под­
ключение к одному резистору до 20 выводов микро.схем 
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К131ЛА1 

Микросхема представляет собой два логических элемента 
4И-НЕ. Содержит 32 интегральных элемента. Корпус тиnа 201.14-1, 
масса не более 1 г 

Vcnoeнoe rрафмчесl(ое oooit41чtttite 
К131ЛА1 

z,f 

Zz l 
ZJ f 

Zy 

z, 11 
�,,z 

z1 1/J 
z, J 

I 
11, 

, 

!11 

Назначение выводов. 1 -вход Х1; 2 -вход Х2; З, 11 - сво­
бодhые; 4- ВХОД ХЗ; 5 - вход Х4; б- выход У1; 7 - общий: 8-
выход У2; g-входХ8; 10-входХ7; 12-входХб; 1З-входХ5; 
14 - напряжение питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . 
Выходное напряжение высокого уровня . 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . 
Входной ток высокого уроаня . . . . . . . . . . . . . . .. 
Входной ток низкого уровня . . . . ............ . 
Ток потребления при низком уровне выходного 
напряжения . . . . ....................... . 
Ток потребления при высО1<ом уровне выходного 
напряжеhия . . ........................... . 
Время задержки распространения сигнала при 
включении ... ............................. . 
Время задержки распространения сигнала nри 
ВЫКЛЮЧе+w\М ..................... ·, · · · · · • · · · 

Нагрузочная способность ................... . 

5 В :t 5% 
>2,4 В
<0,4 В
<О,05 мА
< 2 мА

,20 мА 

с;; 8,4 мА 

с;; 10 нс 

с;; 12 нс 
> 10

Предельно допустимые режимы :жсплуатации 

Напряжения питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,75 ... 5,25 В 
Входное напряжение низкоrо уровня . . . . . . . . . . , 0,5 В 
Входное напряжение высокого уровня . . . . . . ) 2, 7 В 
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Вь1ходное напряжение (предельное) . . . . . . . . с; 5,5 В 
Выходной ток низкого уровня . . . . . . . . . с; 20 мА 
Выходной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . с; 1 мА 
Длительность фронта и среза импульса . . . . . . . с; 7 нс  
Суммарная емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . с; 25 пФ 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . - 10 ... + 70 •с

К131ЛА2 

Микросхема представляет собой логический элемент 8И-НЕ. 
Содержит 20 интегральн ых элементов Корпус типа 201.14-1, 
масса не более 1 г. 

1 

z 

J 

q 

5 

6 

11 

1t 

' 

Ycno11t1oe rрефмческое обо2нечение К131ЛА2 

Назначение выводов: 1 - вход ХЗ; 2 - вход Х4; З - вход Х5; 
4 - вход Хб; 5 - вход Х7; 6 - вход ХВ; 7 - общий; 8 - выход У;

9, 10, 13- свободн ые; 11- вход Х1; 12- аход Х2, 14- напря­
жение питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ... .... ... . . 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . 
Выходное напряжение низкого уровня . .  
Входной ток высокого уровня . . .... ........ . . 
Входной ток низкого уровня . . . . . .......... . 
Ток потребления при низком уро вне выходного 
напряжения . . . . . . . . . . . . . ... ... ... .. . . 
Ток потребления при высоком уровне выходного 
наnряжения ....... .. .. . ....... ......... . 
Время эадержки рас пространения сигнала 
при включении 
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Время задержки распространения сигнала при 
выключении ... ........ ......... ..... . 
нагрузочная способносtь . . . . . . . . . . . . . . . .... 

,12 нс 
;;i.10 

Предельно допустимые режимы 3Ксплуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 75 ... 5,25 В 
входное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . < 0,5 В 
Входное напряжение высокого уровня . . . . . . . . < 2, 7 В 
вьIходное напряжение (предельное) . . . . . . . . . • с;; 5,5 В 
ВьlХОДНОЙ ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . < 20 мА

выходной ток ВЫСОt<ОГО уровня . . . . . . . . . . . . . . . . < 1 мА 
Длительность фронtа и среза импульса . . . . . . . < 7 нс 
Суммарная емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . , 25 пФ 
температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . - 10 ... + 70 °С 

К131Лд3 

Микросхема nредсtавляет собой 4 логических элемента 
2И-НЕ. Содержит 56 интегральных элементов. Корпус rипа 
20114-1, масса не более 1 r. 

z1 1 • 
Zz t I 11 

1 
Vt 

z, g •

z, 10 I VJ 

12 & 
%7 ff 

"f z, 1J ,,. 

Условное rрафмческо. обо2начение К1Э 1ЛА3 

Назначение выводов: 1 - вход Х1; 2- вход Х2; З - выход 
У1, 4- вход ХЗ; 5 - вход Х4; 6- выход У2; 7- общий; 8-
выход УЗ; 9- вход Х5; 10- входХ6; 11-выход Y..f; 12- вход 
Х7, 13 - вход ХВ; 14 - напряжение питания. 
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Электрмческие параметры 

Номинальное наnряжен1-1е питания . . . . 
Выходное напряжение высокого уровня .. 
Выходное напряжение низкого уровня ....... . 
Входной ток высокого уровня 
Вкодной TOt< нмзкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . 
Ток потребления при низком уровне выходного 
напряжения .........................•..... 
Ток потребления при высоком уровне выходного 
наnряжеttия . . . . . ..................... . 
Время задержки распространения сигнала при 
вк лючении ................................. . 
Время 38Держки распространения сигнала при 
выключении ............................... . 
Нагрузочная способность ......... . 

5В t 5% 
;;а, 2,4 В 
(0,4 В 
< 0,05 мА 
,2 мА 

< 16,8 мА 

< 10 нс 

< 12 нс 
;;а, 10 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания . ....... ............. . 
Входное напряжение низкого уровня . 
Входное напряжение высокого уровня ... . 
Выходное напряжение (предельное) ... . 
Выходной ток низкого уровня .......... . 
Выходной ток выс0t<ого уровня .......... . 
Длительность фронта и среза импульса 
Суммарная емкость нагрузки .............. . 
Температура окружающей среды .. . 

К131ЛА4 

4,75 .. 5,25 В 
,o.s в 

.а, 2,7 В 
<5,5 в 
<20 мА 
< 1 мА 
<. 7 нс 
< 25 пФ 
-10. + 70 °С 

Микросхема представляет собой 3 логических элемента 
ЗИ-НЕ. Содержит 45 интегральных элементов. Корпус т�nа 
201.14-1, масса не более 1 г. 

Назначение выводов: 1 - вход Х2; 2 - вход ХЗ. З - вход Х 4 
4 - вход Х5; 5 - вход Хб, 6 - выход У2; 7 - общий; 8- выход 
УЗ; 9- вход Х9; 10- вход ХВ; 11- вход Xl; 12 - выход У1. 

13- вход Х1; 14- напряжение питания.

Эпектрические параметры 

Номинальное напряжение питания ........... . 
Выходное напряжение высокого уровня 
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Усnовное rрефм'4еское обспН8'4енме К131ЛМ 

выходное напряжение низкоrо уровня 
Входной ток высокого уровня . . .... . 
Входной ток низкого уровня ....... . 
Ток потребления при низком уровне 
выходного напряжения ............. . 
Ток потребления nри высоком уровне 
выходного напряжения ..................... . 
Время эадержки распространения 
сигнала при включении ........... . 
Время эадержки распространения 
сигнала при выключении ........... . 
Нагрузочная способность ... . 

<0,4 В 
< 0,05 мА 

<2 мА 

,зо мА 

< 42,б мА 

< 10 нс 

< 12 нс 
> 10

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания .................. . .. . 
Входное напряжение низкого уровня . . . . . . . .. 
Входное напряжение высокого уровня ........ . 
Выходное напряжение (предельное) ........ . 
Выходной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . .. . 
Выходной ток высокого уровня ............... . 
Аnительность фронта и среза импульса . . . . . 
Суммарная емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . 
Температура окружающей среды ........... . 

4,75 ... 5,25 В 
,о,5 в 
>2.7 В
.;;; 5,5 В
.;;; 20 мА 

.;;; 1 мА 
< 7 нс 
.;;; 25 пФ 

-10 ... + 10 ·с

2t>1 



К131Лд6 

Микросхема представляет собой 2 логических элемента 
4И-НЕ с большим 1<оэффиц1,4ентом разветвления на выходе. Со­
держит 32 интегральных элемента. Корпус типа 201.14-1, масса

не более 1 г. 

)"сnовное графмческое обо1наченне 
К131Лд6 

Назначение выводов: 1 - вход Х1; 2 - вход Х2; 3, 11 - сво­
бодные; 4 - вход ХЗ; 5 - вход Х 4, б - выход У1; 7 - общий; 8-
выход У2; 9 - вход Х5, 10- вход Хб; 12- вход Х7; 13 - вход

ХВ; 14- напряжение питания. 

Электрические параметры 
Номинальное напряжение питания . . .... 
Выходное напряжение высокого уровня 
Выходное напряжение низкого уровня . 
Входной ток высокого уровня ........... . 
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . .... . 
Ток потребления при низком уровне выходного 
напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Ток потребления при высоком уровне выходного 
напряжения ........................ . 
Время задержки распространения сигнала nри 
включении . . ............ ......... . 
Время задержки распространения сигнала nри 
выключении . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Нагрузочная способность ........ .......... . 

5 В± 5% 
;112,4 В 
(0,4 В 
с;; 0,05 мА 
< 2,5 мА 

< 32 мА 

< 12 мА 

< 12 нс 

с;; 15 нс 
> 20 

Предельно допустимые режимы эксплуатации
Напряжение питания . . . . . . . . 4, 75 ... 5,25 В 
Входное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . , 0,5 В 
Входное напряжение высокого уровня . . . . . . . > 2. 7 В 
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В�:,1ходное напряжение (предельное) 
вь1ходной TOI( низкого уровня ...... . 
вь1ходной ток высокого уровня . . . . . . 
дл111тельность фронта и среза импульса 
суммарная емкость нагрузки . . . . . . . . 
температура окружающей среды .. . 

К131ЛД1 

< 5,5 В 
<20 мА 
< 1 мА 
< 7 нс 
< 25 nФ 
-10 ... + 10 •с

Микросхема представляет собой 2 четьrрехвходовых логи­
ческих расширителя по ИЛИ. Содержит 14 интегральных элемен­
тов. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 r. 

Усnоеное rрафмческое о603наче..ме К1З1ЛД1 

Назначение вь1водов: 1 - вход Х1; 2 - вход Х2; З - вход ХЗ;
4 - вход Х5; 5 - ВХОД Хб; б - вход Х7; 7 - подложка; 8 - ВХОД 
ХВ; g _ выход У 4; 10 - выход УЗ; 11 - выход У1; 12 - выход У2;
13- вход Х4; 14- напряжение питания.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ........... . 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . 
Входной ток высокого уровня ................ . 
Входной ток низкого уровня ................. . 
Входной ток ВЬIСОКОГО уровня ................ . 
Входная емкость ........................... . 

5 В :t 5% 

( 1,2 В 
( 0,05 мА 
<2 мА 
( 0,0015 мА 
<5 пФ 

Предельно допустимые режимы 3Ксn.nуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . 4,75 ... 5,25 В 
Входное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . ( 0,5 В 
Входное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . > 2, 7 В 
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Выходное напряжение (предельное) . . . . 
Выходной ток низкоrо уровня . . . . . . . . . . . ... . 
Выходной ток высокого уровня .............. . 
Длительность фронта и среза импульса ...... . 
Суммарная емкость нагрузки ................ . 
Т емnература окружающей среды ............ . 

К131ЛН1 

(5,5 В 
, 20 мА 
( 1 мА 
, 7 нс 
< 25 nФ 
-10 ... + 10 •с

Микросхема представляет собой 6 логических элементов НЕ. 
Содержит 77 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, 
масса не более 1 г. 

%f_!_JТ}__!_!/ �1 

zч�!lч %5�у5 

Ycno..oe rрафМЧеское обо3наченме к131ЛН1 

На)Начение выводов: 1- вход Xt; 2- выход У1; 3- вход 
Х2; 4 - выход У2; 5 - вход ХЗ; 6 - ВЫХОД УЗ, 7 - общий; 8 -
выход У4; 9-входХ4; 10-выход У5; 1 1-входХ5; 12-выход 
Уб; 13 - вход Хб; 14 - напряжение питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ........... . 
Выходное напряжение низког� уровня ....... . 
Выходное напряжение высокого уровня ...... . 
Входной ток высокого уровня ............... . 
Входной ток низкого уровня ................. . 
Мощность потребления ..................... . 
Среднее время задержки распространения 
при включении (выключении) ................ . 
Нагрузочная сnособность ................... . 
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5 В :t: 5% 
<0,4 В 
) 2,4 В 
< 50 мкА 
(-2 мА 
, 305 мВт 

< 10 нс 
)10 



Предельно допустимые режимы хсnлуатацим 

напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,75 ... 5,25 В 
входное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . < 0,5 В 
входное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . > 2;7В

температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . -10 ... + 70 °С 

К131ЛР1 

Микросхема представляет собой 2 логических элемента 
«2-2И-2ИЛИ-НЕ», один расширяемый по ИЛИ. 

Содержит 38 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, 
масса не более 1 г. 

Ус:nо1НОе l'J)llфмческое обо�наченме К131ЛР1 

Назначение выводов: 1 -вход Х1, 2 -вход Х5; З -вход Хб; 
4 - ВХОД Х7; 5 -вход ХВ; б - ВЫХОД У2, 7 -общий; 8 - ВЫХОД 

У1; g_ вход ХЗ; 10- вход Х4; 11-вход расширительный xg; 
12- вход расширительный Х10; 13- вход Х2; 14 -наnряжение
питания.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ........... . 
Выходное напряжение высокого уроеt1я ...... . 
Выходное напряжение низкого уровня ........ . 
Входной ток высокого уровня ................ . 
Входном ток низкого уровня ............... . 

5 В :t 5% 
)2,4 В 

<0,4 В 
<О,05 мА 
<2 мА 
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Ток потребления при низком уровне выходного 
напряжения . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Ток потребления при высоком уровне выходного 
напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Время задержки распространения сигнала при 
включении . . . . . . . . .. ....... . 

Время задержки распространения сигнала при 
выключении ........... . 
Нагрузочная способность 

(24 мА 

с; 12,8 мА 

( 11 нс 

с; 15 нс 
;;.10 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжения питания ........... . 
Входное напряжение низкого уровня 
Входное напряжение высокого уровня 
Выходное напряжение (предельное) 
Вь1ходной ток низкого уровня ..... . 
Вьrходной теж высокого уровня .... . 
Длительность фронта и среза импульса 
Суммарная емкость нагрузки ..... . 
Температура окружающей среды .. 

К131ЛР3 

4,75 ... 5,25 В 
с; 0,5 В 
) 2,7 В 
с; 5,5 В 
с; 20 мА 
с; 1 мА 
с; 7 нс 
< 25 пФ 
-10 ... +10 °с

Микросхема представляет собой логический элемент 
2-2-2-ЭИ-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ. Содер­
жит 30 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, масса не
более 1 г.

Назначение выводов: 1- вход Х1; 2- вход ХЗ; З - вход 
Х4; 4- вход Xl; 5 - ВХОД ХВ; б - вход Х9; 7 - общий; 8 -
выход У; 9 - вход Х5; 10 - вход Хб; 11- вход расширитель-
1-iЫЙ Х10; 12- вход расширительный Х11; 13- вход Х2; 14-
наnряжение питания. 

Электрические параметры 

11оминальное напряжение питания . . . 
Выходное напряжение высокого уровня 
Выходное напряжение низкого уровня 
Входной ток высокого уровня .... . 
Входной ток низкого уровня ...... . 
Ток потребления при низком уровне 
выходного напряжения 
Ток потребления при высоком уровне 
выходного напряжения 
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5В :t: 5% 
)2,4 В 
(0,4 В 
с; 0,05 мА 
(2 мА 

с; 14 мА 

с; 11 мА 
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Усnоенае rрlфмческое о6о�наче1е11 '1�С К131nРЭ 

Время sадержки распространения 
сигнала nри включении ........... . 
Время задержки распространения .. 
сигнала nри выключении . . . . . . . . . . . 
Нагрузочная способность .......... . 

< 11 нс 

<:15 НС 
)10 

Предельно доnустммь1е режимы �ксмуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Входное напряжение низкого уровня ....... . 
Входное напряжение высокого уровня ........ . 
Выходное напряжение (предельное) ......... . 
Выходной ток низкого уровня ................ . 
Выходной ток высокого уровня ............... . 
Длительность фронта и среза импульса ...... . 
Суммарная емкость нагрузки ................ . 
Т емnература окружающей среды ............ . 

К131ЛР4 

4,75 ... 5,25 В 
<0,5 В 
,112,7 В 
< 5,5 В 
<20 мА 
< 1 мА 
< 7 нс 
< 25 nФ 
-10 ... + 10 •с

Микросхема представляет собой логический элемент 
4-4И-2ИПИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ. Содержит
23 интегральных элемента. Корпус типа 201.14-1, масса не бо­
лее 1 г.
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�cno8t"Oe rрафическое об02нечеwме К131ЛР• 

Назначение выводов: 1 - вход Х1; 2 - вход Х2. З - вход ХЭ, 
.f - вход Х 4; 5 - вход расширительный xg; б - свободный. 7 -
общий; 8 - выход У; g - вход расширительный Х10. 10 - вход 
Х5; 11- вход Хб; 12- вход Х7; 13- вход ХВ. 14- напряжение 
питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ... 
Выходное напряжение высокого уровня 
Выходное напряжение низкого уровня 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . 
Входной ток низкого уровня ......... . 
Ток потребления при низком уровне выходного 
напряжения ....................... .
Ток потребления при высоком уровне 
выходного напряжения ..................... . 
Время 38держки распространения сигнала 
при вкл,очении . . . . .................. . 

Время 3адержки распространен�:,я сигнала 
при выключении .................... . 
Нагрузочная способность . . . . . . . . . .. 

5 В± 5% 
>2,4 В
<0,4 В
< 0,05 мА
< 2 мА

< 12 мА 

< 6,4 мА 

< 11 I-IC 

< 15 нс 
)10 

Предельно допустимые режимы зксnлуатации 

Напряжечие питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Входное напряжение низкого уровня . . . . . .. 
Входное напряжение высокого уровня . . . .... 
выходное напряжение (предельное) 
Выходной теж низкого уровня . . . . . . . . . . 
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4,75 5.25 В 
< 0,5 В 
)2,7 В 
<5,5 В 
<20 �А 



выходнои ток высокого уровня ....... . 
Длительность фронта и среза импульса . 
суммарная емкость нагруз� . . . . . . . . . 
температура окружающей среды ..... . 

К131ТВ1 

( f МА 
( 7 нс 
<25 пФ 
-10 .. + 10 •с

Микросхема представляет собой JК-тригер с логикой на 
входе ЗИ. 

Содержит 50 интегральных элементов. Корпус типа 201 14-1.
масса не боnее 1 r. 

.,1 • 

. , . 
• ,, 1 

•s 1t С

-,J 
., ,о • 
• , 1f К 

• 111·

YcnolltOe rрафмчккое оео,._ .... К131ТВ1 

Назначение выводов: 1 - свободный; 2 - вход установки 
«О» Х1; 3- вкод Х2 (J1); 4 - вход ХЗ (J2): 5 - вход Х4 (JЗ); 6 -
ВЫХОД У1, 1- общий; 8- ВЫХОД У2; 9- ВХОД Хб (К1); 10- ВХОД 

Х7 (К2). 11- вход Х8 (КЗ); 12- вход синхронизации Х5; 13-
вход установки с 1 » xg; 14 - напряжение питания. 

Электрические параметры

Номинаnьное напряжение питания ........... . 
Выходное напряжение высокого уровня ...... . 
Выходное наnряжение НИЭl(ОГО уровня ........ . 
Входной ток выссжоrо уровня на входах R, S, SYN
Входной ток высокого уровня на входах J, К 
Входной ток низкого уровня на входах R, S

5B:t5% 
)2,4 В 

(0,4 В 
< 0,10 мА
,o,os мд 
(4мА 
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Входной ток низкого уровня на входах J. К, SYN 
Ток потребления ................. . 
Время задержки распространения сигнала nри 
включении no входу синхронизации SYN 
Время задержки распространения сигнала nри 
включении no В)(Одам установки R, S 

с.2 мА 
с; 25 мА 

с; 27 нс 

< 24 нс 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . .. 
Входное напряжение низкого уровня

Входное напряжение высокого уровня 
Выходное напряжение {предельное) 
Выходной ток низкого уровня . . .. 
Выходной ток высокого уровня ... 
Длительность фронта и среза импульса 
Суммарная емкость нагрузки ... 
Температура окружающей среды . 

К131ТМ2 

4,75 ... 5,25 В 
(0,5 В 
� 2,7 В 
(5,5 В 
< 20 мА 
с; 1 мА 
с; 7 нс 
с; 30 nФ 
-10 . + 70"С

Микросхема представляет собой дв"'- D-·pиrrepa. Содержит 
80 интеграrьНЫ)' э.r.ементов. Kopnyc типа 201 14-1, t.cacca не бо 
лее 1 г. 

8-
-Q,: 

Условное rрафическое обозначtt<ие К131ТМ2 

Назначение выводов: 1 - вход Х4, 2 - вход Х2; 3- вход ХЗ. 
4- вход Х1; 5- ВЫХОД 01; б- инверсtiЫЙ выход 01; 7- об­
щий; 8- инверсный выход 02, 9- выход Q2; 10- вход Х5;
11 - вход Хб; 12 - вход Х7; 1 З - вход ХВ; 14 - напряжение nи
тания
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Электрические параметры 

номинальное напряжение питания . . . ...... . 
выходное напряжение низкого уровня ........ . 
выходное напряжение высокого уровня 
входной ток высокого уровня: 

по входу D ................. . 
no входам С, S ............. . 

входной ток низкого уровня: 
no входам D, S . . . . . . . . . . . . . . .. . .
по входам R, С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Мощность потребления . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 

. .
Рабочая частота ........................... .
Время эвдержки распространения при включении 
по входу с ..................... ....... . 

5В ± 5% 
<0,4 В 
.а2,4 В 

< 50 мкА 
< 100 мкА 

<2 мА 
<4 мА 
-. 262 мВт 
, 20 МГц 

, 30 нс 

Предельно допустимь,е режимы :,ксппуатации

напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Входное напряжение низкого уровня . . . . . . . . 
Входное напряжение высокого уровня 
Температура окружающей среды . . ....... . 

4,75 ... 5,25 В 
<0.5 В 
.а 2,7В 

10. • 10 ·с



Серии КР132, КМ132 

В сс�став серий, изготавливаемой на основе nМОП структур, 
входят типы: КР132РУЗ, КМ132РУЗ, КР132РУ4, КР132РУ5, 
КМ132РУ5, КР132РУ6, КМ132РУ8, КМ132РУ9. КМ132РУ10, 
КМ132РУ12, КМ132РУ13, КР132РУ14, КР132РУ15, КР132РУ16. 

КР132РУЗА, КР132РУЗБ, КМ132РУЗА, 

КМ132РУ3Б 

Микросхемы представляют собой статичесtеое оперативное 
ааnоминающее устройство со схемами управления с информаци­
онной емкостью 1024 бит (1024 х 1). Корпус тиnа 2103 16-6, масса 
не бог.ее 2,5 г, типа 201.16-6, масса не более 1,5 r 

262 
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Назначение выводов: 1, 2, З, 4, 5, б, 9, 10, 11, 12, 13- ад,.,�с-
1-1ь1е входы, 7 - выход, В - общий; 14 - вход 3апись/считывание; 
15- вход информационный; fб- напряжение питания.

Электрические параметры 

номинальное напряжение питания .............. . 
входное напряжение высокого уровня ..........•. 
Входное напряжение НИ3КОГО уровня . . . . . . . . . . 
Ток потребления: 

КР132РУЗА ........................... .. . 
КР132РУЗБ ................................ . 

входной ток утечки ............................ . 
Выходной ток утечки в режиме с Не выбор• . . .. . 
Время выборки: 

КМ132РУЗА ...... .. 
КМ132РУЗБ ....... . 

КР132РУ4А,КР132РУ4Б 

5 В :t 10% 
.i.2,5 В 
с; 0,35 В 

с; 100 мА 
(85 мА 
с; 7,5 мкА 
с; 15 мкА 

(60 нс 

с; 110 нс

Микросхемы представляют собой матрицу-+�акоnитель сверх­
быстродействующего 3аnоминающего устройстег статического 
типа со схемой управления емкостью 1024 бит, с орrани3ацией 
1024х1 разряд, мощностью потребления 400 мВт, предназна­
ченную для построения блоков оnератиеtiой памяти различных 

Ус,юеное rрафмчеС8Сое 
обожеченме КР132РУ4 

2 

3 

11 

5 

6 
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DO 1

+SV 16
0V 8
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вычислительных систем и устройств nамяти. Содержит 7848 интег­
ральных элементов. Корпус тиnа 2103 16-2, масса не более З r. 

'"!азначение выводов: 1 - вход сигнала с выбор микросхе­
мы• СЕ; 2- вход адресный строки АО; З - вход адресный 
ироки А 1; 4- вход адресный строки А2: 5- вход адресный 
строки АЗ; б - вход адресный строки А4; 7 - вход информаци­
онный DO; В - общий GND; 10 - вход адресный столбца Аб; 

11- вход адресный столбца А7; 12- вход адресный столбца
А8; 13- вход адресный столбца А9; 14 - вход сигнала сэа­
nись. WE; 15- вход информац�онный D1; 16- напряжение
питания.

Эnектрические параметры 

Номинальное напряжение питания 
Входное напряжение высокого уровня 
Входное наnряхение низкого уровня 
Ток потребления в режиме хранения 
при Un= 5,5 В ......... . 
Ток утечки no каждому входу при Un = 5,5 В 
Ток утечки на выходе при Un = 5,5 В 
Время выборки разрешения nри Un = 4,5 В. 
Сн= 90 пФ:

КР1З2РУ4А ...... . . 
КР1З2РУ4Б ..... . 

Время цикnа записи nри U,,
= 4,5 В, Сн= 90 nФ: 

КР132РУ4д 
КР132РУ4Б .... . . 

Время цикnа считыван1!4Я nри u,,
:: 4,5 В. 

Сн= 90 nФ:

КР132РУ4д .. . . 
КР132РУ4Б .... . 

Входная емкость nри Un = 5 В 
Выходная емкость nри и,,= 5 В 

5 В :t 10% 
;а.2,4 В 
( 0,45 В 

( 45 мА 
, 50 мкА 
, 50 мкА 

( 33 нс 
< 45 НС 

< 55 нс 
, 85 нс 

( 55 нс 
( 85 нс 

< 7 пФ 
, 12 n<t 

Предельно допуст11мые режимы эксплуатации 

Напряжение питания 
Напряжение на любом вывсде 
Выходной ток низкого уровня 
Выходной ток высокого уровня 
Максимальная емкость нагруз!G-1 
Температура окружающе� среды 
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4,5. 5.5 е 

О. 5,5 В 
( 5 мА 
(2 мА 
( 42 пФ 
-10 + 10 ·с



Общие рекомендации по nрмменен",о 

Доnустимое значение статического потенциала не более 100 В 
Производить замену необходимо только n� отключенном ис­

точнике питания. Максимальный входной уровень лог. О по всем 

входам 0,8 В; минимальный уровень лог. 1 no всем входам 2, 1 8. 

КР132РУ5,КМ132РУ5А,КМ132РУ5В 

Микросхемы представляют собой статическое оперативное 
запоминающее устройство со схемами управления информаци­
онной емкостью 4096 бит. Содержат 26 585 интегральных эле­
ментов. Корпус типа 2104.1-18-1 и типа 2104.18-10.04, 11,11асса не 
более 2 г. 

RAn Z 

DO 
1 

Условное rрафическое обозначенме KP132PYS, KM132PYS 

Назначение выводов. 1 - вход адресный столбца АО, 2 -
sход адресный стро�<и А 1; 3- вход адресный строки А2. 4- вход 
адресный строки АЗ. 5 - вход адресный столбца А4, б - вход 
адресный столбца А5; 7 - выход информационный 00, 8 - вход 
сигнала «запись-считывание» WRIRD; 9- общий О V; 10-

вхад сигнала «выбор микросхемы»; 11- вход информационный 
DI; 12 - вход адресный столбца А 11; 13 - вход адресный столб-

265 



ца А 10, 14 - вход адресный столбца А9; 15 - вход адресный 
строки. АВ. 16- вход адресный строки. Al, 17- вход адресный 
строки. Аб; 18- напряжение питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . 
Входное напряжение высокого уровня при Un = 4,5 В 
Входное наnряжеl-4ие низкого уровня при Un = 4,5 В 
Выходное каnряжение высокого уровня при Un = 4,5 В 
Выходное напряжение низкого уровня npi-1 Un = 4,5 В 
Ток утечки на входе при Un = 5,5 В . 
Ток утечки на выходе npi-1 Un = 5,5 В . . . . . . ... 
Ток потребления в режиме хранения при Иn = 4,5 В 
Динамичес1G1й ток потребления при Иn = 5,5 В ..... 
Время выборки адреса. 

КМ132РУ5А .. . 
КМ132РУ5В .... . 

Время выборки сигнала выбора 1\/IИкросхем· 
КМ132РУ5А . . . . ... . ................. . 
КМ132РУ5В . . ... 

Время цикла записи 
КМ132РУ5А ....... . 

КМ132РУ5В .. ..... . 
Время цикла считывания: 

КМ132РУ5А ...... . 
КМ132РУ5В . ... . 

Входная емкость ..... . 
Выходная емкость . 

5 В t 10% 
,112,4 В 
-. 0.4 В 
о112,4 В 
<0,4 В 
-. 10 мкА 

< 50 мкА 
< 30 мА 
( 180 мА 

< 85нс 
< 55 нс 

-. 85нс 
< 50 нс 

( 85 НС 
< 55 нс 

-. 85 нс 
-. 55 нс 
( 5 пФ 

( 7 ПФ 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . . ........ . 
Напряжение на любом выводе . . . . . . . . . . . 
Выходной ток низкого уровня . . . . . . . . . . .. 
Выходной ток высокого уровня ... ... . 
Емкость нагрузкм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Температура окружающей среды .... 

4,5 5,5 В 
-0,Э" 5,5 В
< 8 мА
<4 мА

( 45 пФ

-10 .. +10°с

Общие рекомендации по применению 

Допустимое значение статического потенциала не более 
100 В Максимальное напряжение статичесl(ОЙ помехоустойч14-
вости низкого уровня по всем входам 0,8 В. минимальное нanpя­
Jl<eti""e статической помехоустойчивости вь1сок�го ур0вм� no всем 
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входам 2 В. Допускается работа nри 45 nФ < С..< 600 nФ. при этом 
нормы на время выборки адреса, время выборки сигнала выборе 
микросхемы, время цикла считывания не rарантируются. Коэф. 
фИциент объединения no выходу не более 40 с наt"р'f31СОЙ из трех 
входов ПЛ-схем (например, К155). 

Неиспользуемые в схемном реwении входы необходимо под­
ключить r источнику питания(+) или к общему выводу. 

Для каждой микросхемы в непосредственной бnмэости wежду 
выводами 18 и 8 должен быть подключен выссжочастотный 
фильтр емкосtью не более О, 1 мкФ. 

Значение собственной реэонансной частоты не менее 8,8 кГц. 

К132РУ6А,К132РУ6Б 

Микросхемы представляют собой nМОП матрицу-накопитель 
быстродействующего оперативного эаnоминающеrо устройства 
со схемой управления (статического) информац,юнной емкостью 
16 кбит, с организацией 16 З8Зх1 (16 к х1), мощностью потреб­
ления 490 мВт. Содержат 122 802 интегральных элемента. Кор­
пус типа 2104.20-3, масса не более 2,5 r. 

В состав ИС входят: адресный формирователь строк, адрес­
ные формирователи столбцов, дешифратор адреса строк, 4е­
wифратор адреса столбцов, накопитель 128х128, ремрвные 
столбцы. дешифратор адреса резервных столбцов, схема 880Q8 
данных, усилитель записи-считывания, ключи столбцов, блок уп­
равления, схема резервирования, схема вывода данных. rенера­
тор смещения подложки 1, генератор смещения nодлоЖJСИ 2 

Усnоеное rрафическое 
oбDJНIIЧ-8 К132РУО 

os 

110 О8 
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Назначение выводов: 1- вход адресной строки АЗ; 2 - вход 
адресной строки А4; 3- вход адресной строки А5; 4 - вход ад­
ресной строки Аб; 5 - вход адресный столбца А 7, б - вход ад­
ресный столбца АВ; 7 - вход адресный столбца дg; 8 - выход 
информационный 00; 9 - вход сигнала записи WR; 10 - общий 
О V; 11- вход сигнала «выбор микросхемы• СЕ; 12 - вход ин­

формационный DI; 13- вход адресный столбца А 10; 14- вход 
адресный столбца А 11; 15 - вход адресный столбца А 12; 16 -
вход адресный столбца А 1 З; 17 - вход адресный строки АО; 18 -
вход адресной строки А 1, 1g - вход адресной строки А2; 20 -
wаnряжение питания 

Общие рекомендации по применению

Допустимое значение статического потенциала 100 В. 
Максимальный входной уровень лог.О по всем входам 0,8 В, 

минимальный входной уровень лог.1 по всем входам 2,2 В. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .......... . 
Выходное напряжение низкого уровня ........... . 
Выходное напряжение выс0tсого уровня . . . ..... . 
Ток потребления в режиме хранения при Un = 5,5 В 
Ток потребления в режиме хранения (микромощный 
режим) ....................................... . 
Ток утечки по каждому входу при Un = 5,5 В ...... .

Ток утечки на выходе при Un = 5,5 В ............. . 
Bpew:i выборки раэрешения Пр+-1 Un = 4,5 В, Сн = 30 пФ: 

К1Э2РУ6А .......... ...................... . 
К4Э2РУ6Б ................................. . 

Время цикла записи при Un = 4,5 В, Сн = ЭО пФ: 
К1Э2РУ6А .................. .............. . 
К1Э2РУ6Б . ............. ................. . 

Время цикла считывания при Un = 4,5 В, Сн = 30 пФ. 
К1Э2РУ6А . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
К132РУ6Б . . . . . . . .... . . ... .......... . 

Входная емкость ... . 
Выходная емкость .. . 

5 В :t 10%

(0,4 В 
,112,4 В 
< 20 мА 

< 2 мА 
< 10 мкА 
, 50 мкА 

< 45 нс 
< 70 нс 

( 75 НС 
< 120 нс 

, 75 нс 
< 120 нс 
( 7 ПФ 
( 12 пФ 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Напряжение на любом выводе . . . . . . . . .. . 
Максимальt<ый входной низкий уровень по всем 
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входам . . ......... .... . 
максимальный входной высокий уровень по 
всем входам . . .......................... . 
выходной ток низкого уровня ................ . 
выходной ток высокого уровня ............... . 
максимальная емкость нагрузки ............. . 
длительность фронтов входных сигналов 
(предельная) ........................ . 
темnера,ура окружающей среды ............ . 

К132РУ8А,К132РУ8Б 

<0,4 В 

>2,4 В
< 6,5 мА
<2 мА
<42 пФ 

< 500 нс 
-10 ... + 10 ·с

МикРОСхемы представляют собой статическое оперативное 
запоминающее устройство со схемой управления емкостью 
4 кбит (1 к х 4), изготовленные по nМОП-техноnогии Корпус типа 
210418-1, масса не более 2,5 г. 

5 DS 
-

АО 
6 А1

ч 
AZ 
А3 1lf 
АЧ 1JТ1/U1 

13 
А5 D12102 
Аб DIJ/DS 

J 

А7 D14ID� 
11 

АВ 
А9 

Условное rрафичес�ое обо2начение К132РУ8 

Назначение выводов: 1 - вход адресный строки Аб, 2 - вход 
адресный строки А5; З - вход адресный строки А4; 4 - вход ад­
;>есный столбца АЗ; 5 - вход адресный столбца АО; б - вход ад­
ресный столбца А 1; 7 - вход адресный столбца А2: 8- вход сиг­
нала «выбор микросхемы» CS, 9- общий; 10- вход сигнала 
«запись-считывание» WR / RD; 11 - вход/выход информацион­
чый 0141D4; 12- вход/выход информационный, D13103; 13-
вход I вь1ход информационный 0121 D2; 14- вход/выход инфор-
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мационный D11 / О 1; 15 - еход адресный строки Ag; 16 - вход 
адресный стрОt<И А8; 17 - вitод адресный строки А 7, 18 - напря­
жение питания 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .............. . 
выходное напряжение низкого уровня . . . ....... . 
ВЫ)(одное напряжение высокого уровня ........ . 
Ток nотреблен111я в режиме хранения ... .. .. . 
Динамический TOI( потребления 
Ток утечки 

на входе 
на информационном в ыводе . . . . . . . . . . . . . . 

Время цикла записи: 
К1Э2РУ8А ................................. . 
К132РУ'ВБ ....... ... ...... .............. . 

Время uикnа считывания: 
К132РУ8А .. .. . . . .. . ....... 
К132РУ86 ..... 

Время выборки адреса 
К1З2РУ8А 
К132РУ8Б ........ ......... ... . 

Время выборки сигнела вьtбора микросхемы t,..c81 : 
К1 Э2РУ8А . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
К1 З2РУ86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

Время выборки сигнала выбора микросхемы tAcsi : 
К1З2РУ8А . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
К132РУ8Б . . . . . . . . ..... ... . 

Входная емкость . 
Выходная емкость 

5 В t 10% 
< 0,3 В 
.-2,s в 
< 25 мА 
< 15 0 мА 

< 2 -мкА

< 10 мкА 

< 60 нс 
< нюне 

( 60 НС 

< 100 нс 

(60 нс 
< 100 нс 

< 60 нс 
< 100 нс 

< 70 нс 
i. 110 нс
i. 5 ПФ
( 7 ПФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение на любом выводе. 
минимальное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
максимальное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Максимальный выходной ток . . . . . . . . . . .... 
Емкость наrрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Т емnерsтура окружеющей среды . . . . . . . ..... 

КМ 132РУ9А, КМ 132РУ9Б 

-1В

5.5 В 
8 мА 
<ЗО nФ 
-10 ..  + 1� •с

Микросхемы представляют собой статическое заnом�,снаю­
щее устройстео со скемами управления емкостью 4 кбит (1 к ,с 4) 
мзrотовrе.,.�ые r,o n�ОП-технологии сов�ест�мь,е с ттп-с�е1111а-
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ми Тип лоrики НСТЛМ. Содержат 26 234 интегральных элемента. 
корпус типа 2104.18-1, масса не более 2,5 г. 

Назначение выводов: 1 -вход адресный строки Аб; 2- вход 
адресный строки А5; З - вход адресный строки А4; 4 - вход ад­
ресный столбца АЗ; 5 - вход адресный столбца АО; 6 - вход ад· 
ресный столбца А 1; 7 - вход адресный столбца А2; 8- вход сиг­
нала «выбор микросхемы• CS; 9 - общий; 10 - вход сигнала 
«запись-считывание• WRIRD; 11, 12, 13, 14-входы /выходы 
информационные; 18 - напряжение питания. 

А 

tt 

,, 

IN I 

11 "

Общие рекомендации no применению 

Допустимое значение статическоrо потенциала 100 В. 
Коэффициент объединения по выходу не более 40 с наrруз­

кой из трех входов ТТЛ-схем (например, серии К155). 
Неиспользуемые входы необходимо подключать к исто-.нику 

питания или к общему выводу. Для каждой ИС необходимо в не­
nосредстеенной близости между выводами 18 и 9 подключать ке­
рамический конденсатор О, 1 мкФ, а д11я группы (16 ИС)- конден­
сатор емкостью более 20 мкФ. 

Электрические nараметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . .... 
Выходное напряжение низкого уровня . . . • . . . . .. 
Выходное наnряжение высокого уровня ..•..... 

5 В :t 10% 
-.о,з в 
.-2.s в 

271 



Ток потребления . . ..... . 
Ток утечки 

на входе 
на информационном выводе . 

Вре'-'lя цикла записи. 
К132РУ9А . ... .... ..... . . 
К132РУ9Б . ........ . 

Вре"4Я цикла считывания. 
К132РУ9А 
К132РУ9Б 

Время выборl(И адреса 
К132РУ9д 
К132РУ9Б 

Время выборки разрешения· 
К132РУ9А . .... . . 
К132РУ9Б . . . ........... . 

Входная емкость .. 
Выходная емкость . 

< 180 мА 

< 2 t.1кА 
< 10 м�<А 

;;, 50 нс 
;;, 90 нс 

;;, 50 нс 
;;, 90 �с 

< 50 нс 
< 90 нс 

> 30 нс
;;, 50 нс
< 5 пФ
< 7 пФ

Предельно допустимые режимы :tксnлуатации 

Напряжение питания 
Напряжение на любоr.4 выводе· 

минимальное ... 
максимальное . . .. 

Выходной ток . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Емкость нагрузки . . . . . . .... 
Т вмnература окружающей среды 

4.5 .5,5 В 

-1 В

5,5 В 
8 мА 
( 30 ПФ 
-10 + 10 ·с

КМ132РУ10А, КМ132РУ10Б 

Микросхемы представляют собой статическое (тактируеt.10е} 
оперативное запоминающее устройство емкостью 64 кбит 
(64 224 ><1) со схемами управления Вь1пускаются таК)l(е микро­
схемы КМ132РУ101 и КМ1З2РУ10 2 на 32 768 х 1 бит. у которых 
задействованы все адреса, кроме А15 у первой подается на вы­
вод 18 низкий уровень, у второй - высокий уровень Корпус типа 
210.22-3 масса не более З г. 

Назначение выводов 1- вход адресный строки АО; 2 - вход 
адресный строки А2· З - вход адресный стро�<и А4, 4 - вход ад­
реснь1й строки А6. 5 - вход адресный стро�<и А 7: 6 - вход адрес­
ный столбuа АВ: 7 - вход адресный столбца А9. В - вход адрес­
ный столбца А 10, 9 - выход �ф_ормационный DO; 10 - вход сиг­
�ала сзаrись-<:читывание» W R/RO; 11- общий: 12- вход 
С"4�ала раэоеше>iИЯ cs 13- вход ИНф0Dt.4аuиочный о,, 14-
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Усnовное rрафмческое обо:sначенме КМ132РУ10 

вход вдресный столбца А11; 15- вход адресный столбца А12;
16- вход адресный столбца А 13; 17- вход адресный столбца
А 14; 18- вход адресный столбца А 15; 19- вход адресный стро­
ки д5, 20 - вход адресный строки АЗ; 21 - вход адресный строки
А 1; 22 - напряжение rwiтattия.

Общие рекомендации по применению

Доnус'Т\llмое значение ста'Т\llческоrо потенциала не более 100 В. 
Для каждой ИС в непосредственной близости между вывода­

ми 22 и 11 должен быть подключен высокочастотный фильтр ем­
костью не менее О, 1 мкФ. Максимальное напряжение статической 
помехоустойчивости низкого уровня по всем входам О,Э В; мини­
мальное напряжение статической nомехоустойчивос'Т\11 высокого 
уровня по всем входам 2,2 В. Допускается работа при ЭО пФ < Сн < 
(150 пФ, при этом значение параметра время выборки разреше­
ния ИС не гарантируется. Неиспользуемые входы необходимо 
подключать к выводам 22 (+ Un) или 11 (общий). 

Электрические nараметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . 5 В± 10%
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . • . . < 0,4 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . > 2,4 В 
Выходной ток низкого (высокого) уровня 
в состоя�ии е:выключено• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 50 мкА 
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Ток утечки низкоrо (высокоrо) уровня на входе ... 
Динамический ток nотребления . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ток потребления е режиме хранения . ......... . 

с; 10 мкА 
с; 84 мА 
�30 мА 

Выходной ток низкого (высокого) уровня е состоянии 
«выключено» . . .. < 10 мкА 

;;а 75 нс 
)90 нс 

Время циl<Ла заnиси· 
КМ132РУ10А .. .. ... . 
КМ132РУ10Б . . . . . .. .  .. 

Время цикла считывания: 
КМ132РУ10А . ... . 
КМ 132РУ1 ОБ . . . . .. . .. 

Время выборки разрешения. 
КМ132РУ10А 
КМ1З2РУ10Б . ... 

;;а 75 нс 
> 90 нс

< 55 нс 
< 70 нс 

Длительность сиntала разрешения no ,...31Сому уровню 
КМ1З2РУ10А ;;а 57 нс 

> 72 нсКМ132РУ10Б . 
Длительность сигнала оазрешечия по высокому 
уровню ... .  
Время удержания сигнала адреса, эаnиси, считыва­
ния и входной информации 

::а 10 нс 

::а25 нс 

< 20 нс 
с; 7 пФ 

Время сохранеttия выходной информации nосле 
сигнала «разрешение» 
Входная емкость 
Выходная емкость . . с; 10 пФ 

Предельно доnустимь1е режимы �ксмуатации 

НаnРЯжение питания 
Напряжение на любом выводе 
Входное напряжение низкого уровня 
Входное напряжение высокого уровня 
(с учетом всех видов nомех) . . . . . . 
выходной ток низкого уровня . .  
выходной ток высокого уровня ... 
Время фронта нарастания (сnада) сип.ала 
Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . 
Температура окружающей средь� . 

4,5 .. 5,5 В 
-0,3 ... + 5 ,5 В
,о.5 в 

)2,2 В 
(5 мА 
<2 мА 

< 4 нс 
с; 45 nФ 
-10 .. +70

°

С

КМ132РУ12А, КМ132РУ12Б 

Микросхемы представляют ооб<ж ста111ческое оперативное 
эаnоминающее устройство со схемой уnравnения, емкостью 
16 кбит (4 к х 4), мощностью nоn,ебления 700 мВт. Корпус типа 

2104.20-2. масса не более З г 
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на значение выводов: 1 -вход А4; 2 - вход А5, З -вход Аб. 

4-в)(ОД А7: 5-вход А8; 6-вход А9, 7-__оход А10; 8-вход А11;
9- вход СЕ; 10- общий; 11- вход WRIRD; 12, 13, 14, 15-
еь�ходы; 16 - вход АО; 17 - вход А 1, 18 -вход А2; 19 -вход АЗ; 
20 - напряжение питания. 

03 (2 

02 ,s 

Of #4 

00 " 

Ycnoll40• rptiфtlчeCICot о0о:�н .... ние КМ 132РУ12 

Электрические nараметры 

Номиналь!-4ое напряжение питания .............. . 
Вы)(одное напряжение низкого уровня при Un = 4,5 В 
Выходное напряжение высокого уровня 
при Un = 4,5 В . ......... ............. ...... . 
Tol( потребления в режиме хранения при Un = 4,5 В 
Ток утечки на выходе при Un = 4,5 В . . . . . . . . . . 
Выходной ток в состояннии «выключено• ........ . 
ВыбРоС тока при переключении адресов !!.2_И Uc,. = О 
Выброс тока при nерекnючении сигнала СЕ ..... . 
Д�намический ток потребления Uri = 5,5, Сн = 90 nФ 
Время выборки адреса при Un = 5,5, См = 90 nФ: 

КМ 132РУ12А . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . ..... . 
КМ1Э2РУ12Б ............................... . 

Воомя выборки раарешения при Un = 5,5, Сн = 90 пФ: 
КМ132РУ12А . ........ ................... .. 
КМ 1Э2РУ12Б . . . ........................... . 

Время цикла эапиои: 
КМ132РУ12А .............................. . 
КМ1Э2РУ12Б ............................... . 

Время цикла считывания: 
КМ1Э2РУ12А . ........................... . 
l<M 1З2РУ12Б ............................... . 

5 В :t:10% 
<0,4 В 

)2,4 В 
<50 мА 
< 10 мкА 
< 50 мкА 
0,1 А 
О,2 А 
< 140 мА 

< 50 нс 
< 70 нс

< 55 не 
<80 NC 

< 5б нс 
< 80 нс 

< 55 нс 
< 80 нс
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Длительность сигнала записи: 
КМ1З2РУ12д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <45нс 
КМ132РУ12Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 70 нс 

Время удержания сигнала считывания после 
сигнала разрешения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .  . < 10 нс 
Длительность сигнала Dазреwения· 

КМ 1Э2РУ12А . . . ................•........ < 45 нс 
< 70 нс КМ 132РУ126 . . . . . . ....... ............... . 

Время установления сигнала разрешения относи· 
тельно сигнала считывания 
Входная емкость 
Емкость входа/ вьrхода 

< 10 НС 
< 9 пФ 
� 12 nФ 

Предельно допустимые режимьI эксплуатации 

Напряжение питания . . . . . . .. . 
Входнное напряжение мизкого уровня 
Входное напряжение высокого уровня 
Время фронта нарастания сигналов 
Время фронта спада сигналов 
Длительность сигнала записи· 

КМ132РУ12А 
КМ132РУ12Б .... 

Темпера-тура окружающей среды 

4,5 ... 5,5 В 
-0,3 .. 0,8 В

2,2 В ... Иn
< 10 нс
< 10 нс

) 45 НС 
) 70 нс 
-10 ... + 70 °С 

Общие рекомендации no nрименению 

Допустимое значение статического потенциала не более 
200 В. Максимальное входное напряжение низкого уровня по 
всем входам 0,8 В, минимальное входное напряжение высокого 
уровня по всем входам 2,2 В. Уровни входных, управляющих сиг­
налов и напряжение питания должны устанавливаться с учетом 
уровня помех и не превышать значений, nреведенных в предель­
но допустимых режимах. 

Допускается работа при 42 пФ< С" < 900 пФ, при этом нормы 
на параметры время выборки, время выборки разрешения, время 
цикла считывания не гарантируются. Неисnояьэуемые входы 
необходимо подключать к источнику питания Иn или к общему вы­
воду О V. 

Для каждой микросхемы в непосредственной близост-и между 
выводами 10 и 20 должен быть подключен высокочастотный кон­
де1-1сатор емкостью не менее О, 1 мкФ. 

При маркировке допускается букву «А-. не ставить, а взамен 
буквы «Б-. наносить знак « • -.. 
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КМ132РУ13д, КМ132РУ13Б 

микросхемы представляют собой оr,еративное запоминаю­
щее устройство на основе nМОП-<:труктур, емкостью 16 кбит 
(2 к х 8). мощностью потребления 900 мВт. 

В состав КМ132РУ1З входят: детектор изменения адреса, 
схема nредзаряда и выравнивания столбцов, адресные форми­
рователи строк, дешифратор адреса строк, накопитель 128 х 128, 
схема ввода / вывода данных, усилитель заnиси-<:читывания, 
t<ЛЮЧ"1 столбцов, дешифратор адреса столбцов. адресные фор­
мирователи столбцов, блок управления. Корпус типа 2142.24-3, 
масса не более 4 r. 

IMMt6K & 

1!!! 

Уеnоеное rреф1111еекое обо:�нвченме КМ132РУ13 

Назначение выводов. 1 - вход адресный столбца А 7; 2 -
вход адресный строки Аб; З - вход адресный строки А5; 4 - вход 
адресный строки А4: 5 - вход адресный строки АЗ; 6 - вход ад­
ресный строки А2: 7 - вход адресный строки А 1; 8- вход адрес­
ный строки АО; g _ вход (выход) нулевого разряда данных D/00;
10 - вход (выход) первого разряда данных D/01; 11- вход (вы­
ход) второго разряда данных D/02; 12 - общий; 1 Э - вход (выход) 
третьего разряда данных 0/03; 14 - вход (выход) четвертого 
разряда данных О/04: 15 - вход (выход) пятого разряда данных 
D105; 16 - вход {выход) шестого разряда данных О/06; 17 -
вход (выход) седьмого разряда данных 0/07; 18- вход сигнала 
«выбор кристалла, СЕ; 19- вход адресный столбца А10; 20-
вход сиrна11а «разрешение выхода, ОЕ; 21 - вход сигнала «эа-
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nись-считывание» WR / RD; 22 - вход адресный столбца А9; 
23 - вход адресный столбца А8: 24 - наnряжемие питания. 

Общие рекомендации по nрммененмю 

Допустимое значение статического потенциала не более 
200 В. Максимальное входное напряжение ниsкоrо уровня no 
всем входам 0,8 В. минимальное входное напряжение высокоrо 
уровня no .всем входам 2,2 В. Уровни входных, управляющих сиr­
налов и напряжение питания должны устанавnива1ься с учетом 
уровня rюмех и не выходить sa .юрмы технических условий. 

Допускается работа при 42 пФ, См, 300 пФ. t... = ti... , 50 нс, 
при этом нормы на параметры tACAI• t�EI• tACOEt, lcv1tto,, icvfМ'.i не rа­
рантируются. Неиспользуемы е входы (в схемном решении) необ­
ходимо подключать к источнику питания или к общему выводу. 

Для каждой микросхемы в непосредственной близости междУ 
выводами 24 и 12 должен быть подключен высокочастотный кон­
денсатор емкостью не менее О, 1 мкФ. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение высокоrо уровня при Un = 4,5 В 
Выходное напряжение низкого уровня при Un = 4,5 В 
Toit потребления в режиме хранения при Un = 5,5 В 
Ток ут8Ч1Си на входе при Un = 4,5 В ......... . 
Выходной ток в состоянии «выкл�очено» при Un = 5,5 В 
Динамический ток nотреблежя при Un = 5,5 В, С,.= 30 пФ 
Время выборки разрешения, разрешения выхода, 
адреса при Un = 4.SB, Сн = 30 nФ: 

КМ132РУ1ЗА 
КМ132РУ1ЭБ 

Время цикла записи· 
КМ132РУ1ЗА . 
КМ132РУ1ЭБ . .

Время цикла считывания 
КМ1З2РУ1ЗА 
КМ132РУ1ЭБ ... . 

Длительность сигнала записи 
КМ132РУ1ЗА . . . . .. 
КМ 1 З2РУ1 ЭБ 

Длительность сигнала разрешения выхода: 
КМ132РУ1ЗА . . ...... . 
КМ1З2РУ1ЭБ 
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5 В:!: 10% 
.-2,4 В 
<0,4 В 
(50 мА 
< 10 мкА 
< 50 мкА 
< 180 мА 

( 55 нс 
< 70 нс 

(55 НС 
< 70 нс 

< 55 нс 
< 70 нс 

<50 нс 
< 65 нс 

<55 нс 
с; 70 нс 



время удержания сигнала считывания после сигнала
разрешения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 10 нс 
длительность сигl-'ала разрешения: 

КМ132РУ1ЭА ................................. < 55 нс 
КМ132РУ1ЗБ .. ... .......................... < 70 нс 

время установления сигнала разрешения после 
сигнала записи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 10 нс 
входная емкость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 9 nФ 
Ем�<ость входа/ выхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 12 nФ 
Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < ЭО nФ 

Предельно доnустимь1е режимы 3ксnnуатации 

наnрткение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 ... 5,5 В 
входное наnряже1-4ие низкого уровня . . . . . . . . . . -0,Э ... О,8 В 
входное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . 2,2 В ... Un 

выходной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . < 8 мА 
Выходной ток ВЫСОl(ОГО уровня . . . . . . . . . . . . . . . . < 1,5 мА 
Время фронта сnада сигналов . . . . . . . . . . . . . . . . < 1 О нс 
Время фронта на растения сигналов . . . . . . . . . . . < 1 О нс 
Длительность оиrнаnа заnисм. 

КМ132РУ1ЭА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 50 нс 
КМ132РУ1ЭБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 65 нс 

Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 42 пФ 
Те�nература окружающей среды . . . . . . . . . . . . -10 ... + 70 •с

КР132РУ14А,КР132РУ14Б 

Микросхемы представляют собой статическое оперативное 
запоминающее уС"?рОйство емкостью 4 кбмт (1 к х 4) со схемами
управления, изготовленные по nМОП-технолоrии. Kopnyc типа 
2104.18-9, месса не более 2,5 г. 

YcJ10111tOe rрафмчеасое 
Об03Н�8"И8 КР132РУ14 
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Назначение выводов: 1 - вход адресный Аб; 2 - вход адрес. 
ный А5; 3- вход адресный А4; 4 - вход адресный АЗ; 5 - вход 
адресный АО; 6- вход адресный А 1; 7 - вход адресный А2; 8 -
вход сигнала «выбор микросхемы» ё§; g - общий; 10 - вход 
сигнала «запись-считывание» WR / RD; 11 - вход (выход) ин­
формационный DI4; 12 - вход (выход) информационный DIЗ; 
13- вход (выход) информационный DI2', 14- вход (выход) ин­
формационный D11; 15 - вход адресный А9; 16 - вход адµесный
Ад; 17 - вход адресный А 7; 18 - напряжение питания.

Общие рекомендации по применению 

Допустимое значение статического потенциала 200 В. 
С целью установления оптимального режима работы ИС ре­

комендуется принудительный обдув. Для каждой ИС необходимо 
в непосредственной близости между выводами 18 и 9 nодключаrь 
керамический конденсатор емкостью не менее 0, 1 мкФ. а для 
rpynnы (16 ИС)- дополнительно электролитический ксжденса­
rор емкостью более 20 мкФ. Амплитудное значение напряжения 
пульсаций источника питания не более 100 мВ 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . .... . 
Выходное напряжени,е низкого уровня .... . 
Выходное напряжение высокого уровня .. 
Выходной ток низкого уровня в состоянии ,выклю-
чено» ........ .. ......... . .. .. . ..... . 
Выходной ток высокого уровня в состоянии 
«выключено» ..... ....... .. . 
Ток потребления в режиме хранения 
Ток потребления ..... ...... .. . 
Ток утечки низкого уровня на входе 
Ток уrечки высокого уровня на входе 
Потребляемая мощность .. 
Время выборки адреса: 

КР1З2РУ14А 

КР32РУ14Б 

Время выборки микросхемы 
КР1З2РУ14А .... . 

КР1З2РУ14Б .. . . 

Входная емкость . . . 
Емкость входаtвыхода 
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5 В :t 10% 

(0,4 В 
;;. 2,4 В 

< 10 мкА 

<10 мкА 
< 25 мА 
(90 мА 
< 2 мкА 
< 2 мкА 
< 550 мВт 

с; 50 нс 
с; 70 нс 

(60 нс 
с; 80 нс 
<5 пФ 
< 7 пФ



Предельно допустимые режимы эксплуатации

напряжение nитания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
входное напряжение низкого уровня ......... . 
входное напряжение высокого уровня ........ . 
выходной ток низкого уровня ................ . 
выходной ток высокого уровня ............. . 
Время цикла записи· 

КР132РУ14А ................. ....... .. 
КР132РУ14Б .......................... . 

Время цикла считывания: 
f(P132PY14A ................. . 
КР132РУ14Б .. . . .. . ...... . 

Длительность сигнала записи: 
КР132РУ14А ................ . 
КР132РУ14Б .. ............. .. 

Длительность фронта нарастания сигнала 
Длительность фронта спада сигнем ... 
Емкость нагрузки . . . . . . . . ... 
Темnервтура окружающей среды . . ... . 

К132РУ15А,К132РУ15Б 

4,5 ... 5,5 В 
-1 ... 0,8 В

2 ... 5,5 В 
(8 мА 
(4 мА 

:>60 нс 
:> 80 нс 

;> 60 НС

)80 нс 

:> 40 нс 
) 50 НС 

< 12 нс 
< 12 нс 
,эо nФ 
-10 ... + 10 •с

Микросхемы представляют собой статическое оперативное 
запоминающее устройство емкостью 4 кбит (1 к х 4) со схемами 

управления, изготовленные no nМОП-технолоrии Корпус типа 
2104.18-9, масса не более 2 r. 

Условное rрафическое обспнвченме К132РУ15 

Назначение выводов: f - вход адресный Аб, 2 - вход адрес­
ный А5, 3- вход адресный А4; 4 - вход адресный АЗ: 5- вход 
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адресный АО; 6- вход адресный А 1; 7 - вход адресный А2; В -
вход сиrt1ала «выбор микросхемы», CS; 9- общий, 10- вход 
с1,1гнала «запись-считывание» WRIRD; 11- вход (выход) ин­
формационный 014; 12- вход (выход) информационнь1й D13

13- вход (выход) информационный 012; 14- вход (выход) ин­
формационный DI1; 15 - вход адресный А9; 16- вход адресный
АВ; 17 - аход адресный А7; 18- напряжение питания.

Зnектрические параметр�:.� 

Номинат.ное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . 5 В t 10% 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . . < 0,4 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . ;;i, 2,4 В 
Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 100 мА 
Выходной то« низкого (высокого) уровня в состоянми 
«выключено» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 1 о мкА 
Время выборки адресе: 

КР132РУ15А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 45 нс 
КР132РУ15Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 60 нс 

Время выборки микросхемы: 
КР1З2РУ15А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 30 нс 
КР132РУ15Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 94 нс 

Входная емкость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 5 пФ 
Емкость входа / выхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 7 пФ 

Предельно доnустимь1е режимы эксплуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 ... 5,5 В 
Входное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . -1 ... 0,8 В 
Входное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . 2 ... 5,5 В 
Выходной то« низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 мА 
Выходной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . 4 мА 
Время цикла записи: 

КР132РУ15А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;. 55 нс 
КР 1З2РУ15Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;. 70 нс 

Время цикла считывения: 
КР132РУ15А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;i, 55 нс 
КР132РУ15Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;. 70 нс 

Длительность сигнала записи. 
КР1З2РУ15А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;. 40 нс 
КР132РУ15Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;i, 50 нс 

Длительность фронта нарастания сигнала . . . . . < 12 нс 
Длительность фронта спада сигнала . . . . . . . . . . < 12 нс: 
Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < ЗО пФ 
Т емnература окружающей среды . . . . . . . . . . . - 1 о ... + 70 °С 
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КР132РУ16А,КР132РУ16Б 

Микросхемы представляют собок статическое оперативное 
запоминающее устройство емкостью 4 кбит (4 к х 1) со схемами 
управления, изготовленные по nМОП-технолоrии. Корпус типа 
2104.18-9, масса не более 2,5 r. 

7 

Ycnoeнot rpeфмчtCltot Oбo:IНIЧtlМt КР132РУ18 

Назначение выводов: 1 - вход адресный АО; 2- вход адрес­
ный А 1; 3 - вход адресный А2; 4- вход адресный АЗ; 5 - вход 
адресный А4; б - вход адресный А5; 7 - выход информацион­
ный DO; 8 - вход сиrнала «запись-считывание• WR / RD; Q- об­
щий; 10- вход сиrнала «выбор микросхемы, CS; 11- вход Иh· 
формационный D1; 12- вход адресный А11; 13- вход адрес­
ный А10; 14- вход адресный Ag; 15- вход адресный Ад; 16-
вход адресный А7; 17 - вход адресный Аб; 18- напряжение пи­
тания. 

Общие рекомендации по применению 

Допустимое значение статического потенциала не более 200 В. 
С целью установления оптимального режима работы реко­

мендуется принудительный обдув. Для каждой ИС необходимо 
в непосредственной близости между выводами 18 и 9 подклю­
чить керамический конденсатор емкостью более О, 1 мкФ, а для 
группы (16 ИС) дополнительно электролитический конденсатор 
емкостью не менее 20 мкФ. Аммитудное значение пульсаций ис­
точников nитани,� не более 100 мВ. 
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Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . 5 В :t 10% 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . . < 0,4 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . ;.. 2,4 В 
Выходной ток низкоrо (высокого) уровня 
в состоянии .:выключено» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 10 мкА 
Ток утечки низкого (высокого) уровня на входе . . . . < 2 мкА 
Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 80 мА 
Ток потребления в режиме хранения . . . . . . . . . . . . . < 25 мА 
Выходной ток низкоrо (высокого) уровня в состо-
янии .:выключено» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 1 О мкА 
Время выборки адреса 

КР132РУ16А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 45 нс 
КР132РУ16Б .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. < 70 нс 

Время выборки микросхемы: 
КР132РУ16А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 45 нс 
КР132РУ16Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 70 нс 

Входная емкость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 5 пФ 
Емкость входа/ выхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 7 пФ 

Предельно допустимые режимы 3Ксnnуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . ......... . 
Входное напряжение низкого уровня ......... . 
Входное напряжение высокого уровня ........ . 
Выходной ток низкого уровня . . . . . . ....... . 
Выходной ток высокого уровня .............. . 
Время цикла �аnиси: 

К132РУ16А ...................... . 
К132РУ16Б ........... .......... . 

Время цикла считывания: 

4,5 ... 5,5 В 
-1 ... 0,8 В
2 ... 5,5 В
<8 мА

<4 мА 

;.. 55 нс 
) 80 НС 

К132РУ16А .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . . .. .. .. . ) 55 нс 
К132РУ16Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 80 нс 

Длительность сигнала записи. 
К132РУ16А .. .. . .. .. . .. .. . .. . . . . .. . .. . . ) 25 нс 
К132РУ166 .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. ) 40 нс 

Длительность фронта нарастания (спада) 
сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 12 нс 
Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 30 пФ 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . -10 ... + 70 •с
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Серии К133, КМ133 

В состав серий К133, КМ 133 (ТТЛ) входят типы: 
К13ЗИД 1 -двоично-десятичный дешифратор с вьtсоковольт-

ным выходом: 
К13ЗИДЗ- дешифратор-демультиплексор 4 линии на 16, 
К13ЗИЕ2- десятичный счетчик (деление на 2 и 5); 
К1 ЗЗИЕ4 -счетчик-делитель на 12 (деление на 2 и 6), 
К 1 ЗЗИ Е5 - четырехразрядный двоичный счетчик (деление 

�а 2 и 8): 
К1 ЗЗИЕ6 - двоично-десятичный реверсивный счетчик, 
К1ЗЗИЕ7 - четырехразряднь1й двомчный ревер�вный счетчик 
К13ЗИЕ8-шестиразрядный двоичнь1й синхронньtй vмножи-

тель; 
К1 ЗЗИМ 1 - одноразрядный полный сумматор. 
К1ЗЗИМ2- двухразрядный полный сумматор 
К1ЗЗИМЗ - четырехразрядный полный сумматор, 
К13ЗИР1 -четырехразрядный универсальный сдвиrовый ре­

rистр; 
К1ЗЗКП5- селектор-мультиплексор данных на 8 каналов, 
К1ЗЗКП7 - селектор-мультиплексор данных на е каналов со 

стробированием; 
К1ЗЗЛА1, КМ1ЗЗЛА1 -два логическюс элемента 4И-НЕ, один 

расширяемый по ИЛИ; 
К1ЗЗЛА2, КМ13ЗЛА2- логический элемент 8И-НЕ: 
К133ЛАЗ, КМ 1 ЗЗЛА3 -четыре логических элемента 2И-Н Е: 
К1ЗЗЛА4, КМ1ЗЗЛА4- три логических элемента 3И-НЕ; 
К13ЗЛА6, КМ133ЛА6-два лоrических элемента 4И-НЕ с боль-

шим коэффициентом разветвления по выходу; 
К1ЗЗЛА7, КМ1ЗЗЛА7 -две четырехвходовые схемы И-НЕ с от­

крытым коллекторным выходом и повышенной нагрузочной спо­
собностью (элементы индикации); 

К1ЗЗЛА8, КМ13ЗЛА8- четыре двухвходовых схемы И-НЕ с от­
крытым коллекторным выходом; 

К1ЗЗЛА11- четыре логических элемента 2И-НЕ с высоко­
вольтным открытым комекторным выходом: 
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КМ1ЭЭЛА15- элемеt-tт сопряжения микросхем МОП ЗУ-ТТЛ 
(четыре логических элемента 2И-НЕ); 

К1 ЭЗЛД1, КМ1ЭЗЛД1 - два четырехвходовых логических рас-
ширителя no ИЛИ, 

К1ЗЗЛД3, КМ1ЭЗЛД3- восьмивходоеый расширитель no ИЛИ, 
К1 ЗЗПЕ1 - четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ; 
К1ЭЗЛИ1 - четыре логических элемента 2И; 
К1 ЭЗЛИ2- четыре логических элемента 2И с открытым кол-

лекторньrм выходом; 
К1 ЗЗЛЛ 1 - четыре логических элемента 2ИЛИ; 
К1 ЗЗЛН 1 - шесть логических элементов НЕ; 
КМ1ЗЗЛП5- четыре двухвходовых логических элемента Ис­

ключающее ИЛИ; 
К1ЗЗЛР1, КМ133ЛР1 -два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 

один расширяемый no ИЛИ; 
К1ЭЗЛРЗ, КМ1ЗЗЛРЗ-лоrический элемент 2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ 

с возможностью расширения no ИЛИ; 
К133ЛР4, КМ1ЗЗЛР4- логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с 

возможностью расширения no ИЛИ; 
К13ЗПП4- преобразователь входных цифровых сwналое 

двоичноrо кода в цифровые сигналы семисегментного кода; 

К13ЗРП2- модуль ассоциативного запоминающего устрой­
ства емкостью 8 бит; 

К1ЗЗРУ1 - статическое ОЗУ на 16 бит (16 )( 1) с открыть,,.. 
коллекторt!ым выходом; 

К1ЗЗТВ1, КМ1ЗЗТВ1 - JК-триггер с лоrикой на входе ЗИ; 
К1ЭЗТЛЭ- четыре триггера Шмитта с лоrическим элементом 

2И-НЕ на входе; 
К1ЗЭТМ2, КМ1ЗЗТМ2- два О-триггера; 
К1 ЗЗТМ5 - четыре D-тригrера; 
К1 ЗЗТМ7 - четыре D-триггера с прямыми и инверсными вы­

ходами. 

Предельно допустимые режимы �ксnлуатации 

Доnустммое значе+4ие статического потенциала 
не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2()() В. 
Максимальное кратковременное (до 5 мс) ммря-
женив питания .............................. . 
Длительность фронта и среза входного имnульса 
Температура окружающей среды: 

дnя КМ13З....... . ... ................ . 
дnя К133 .......... .................... . 
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К133ИД1 

Микросхема представляет собой двоично-десятичный де­
шифратор с высоковольтным выходом (до 60 В) дnя уnравления 

газоразрядными индикаторами. Корпус типа 402.16-6, масса не 
более 1,5 г. 
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Усnовное rрафическое обозначение К133ИД1 

Назначение выеодое: 1 - выход УВ; 2 -выход У9; З -вход Х1. 
4 -вход Х4; 5- напряжение питания; 6 -вход Х2; 7 - вход ХЗ; 
8 - выход У2; 9 - выход УЗ; 10 -выход У7; 11 -выход Уб; 
12- общий; 13- выход У4; 14- выход У5; 15- выход У1;

16-выход УО 

Электрические 11араметры 

Номинальное напряжение питания ....... .. . 
Выходное напряжение низкого уровня .. . 
Выходное напряжение высокого уровня ....... . 
Входной ток низкого уровня: 

по входу з . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

no входам 4, б, 7 ........................... . 
Входной ток высокого уровня. 

по входу э . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

по входам 4, б, 7 . . . . . . . . . . . . .............. . 
Ток потребления 

5 В± 10¾ 
(0,4 В 

>2,4 В

,ill-1,6 мА 
,ill-3,2 мА 

, 40 мкА 
, 80 мкА 
(25 мА 

287 



К1ЗЗИДЗ 

Микросхема представляет собой деwифратор-демуnьтиnлек­
сор 4 линии на 16 (преобразователь двоичliо-десятичного кода в 
десятичный). Корпус типа 239 24-2, масса не более 4 г 
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Усnовное rр1фмческое обо�н1чение К133ИД3 

На значение выводов: 1- выход У1; 2- выход У2; 3- вы­
ход УЗ; 4- еыход У 4; 5 -выход У5; 6 - выход Хб; 7 -выход У7;

8 .:,_ выход Уд; 9- выход У9; 10 -выход У10; 11 -выход У11; 
12-общий; 13-выход У12; 14-выход У1З; 15-выход У14;
16 -выход У15; 17 - выход У1б; 18 - стробирующий вход Cf;
HJ- стробирующий вход С2; 20 информационный вход Хб; 21-
вход Х5; 22 -вход Х 4; 23 -вход ХЗ; 24 -напряжение питания.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . ...... . 
Выходное напряжение низкого уровня ........ . 
Выходное напряжение высокого уровня ...... . 
Напряжение на антизвонном диоде .......... . 
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Входной ток высокого уровня ................ . 
Входной пробивной ток ..................... . 
Ток потребления ................... . 
Ток короткого замыкания ........... . 
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еремя задержки распространения при включении: 
no 111нформационным входам 20-23 . . . . . . . ( 33 нс 
no стробирующим входам 18, 19 . . . . . . . . . . . , 27 нс 

время задержки распространения при выклю-
чени .. · 

no имформационным входам 20-23 . . . . . . . < 36 нс 
по стробирующим входам 18, 19 . . . . . . . . . . . < 30 нс 

К133ИЕ2 

Микросхема представляет собой двоично-десятичный четы­
рехразрядный счетчик. Плоский ко�nус типа 401.14-1, масса не 
более 0,45 г. 
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Усnо8НОе rр1фмческое обсm.ченм К13ЗИЕ2 

Назначение выводов: 1 - вход счетный С2; 2 - вход уста­
новки О R01; 3- вход установки О R02; 4, 13- свободные; 5-
напряжение питания; б - вход установки 9 R91; 7 - вход уста­
новки 9 R92. 8 - выход третьего разряда С; 9 - выход второго 
разряда В, 10 - общий; 11- выход четеертого разряда О; 12 -
выход первого разряда А; 14- вход счетный С1. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . 5 В ±10% 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . , 0,35 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . ;;, 2,4 В 
Напряжение блокировки no входам установки 
О и 9 и по счетным входам Cf, С2 . . . . . . . . . . . . . >-1,5 В 
Статическая помехоустойчивость высокого 
и низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- 0,4 В 
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Входной ток низкого уровн� 
по входам 2, 3, б, 7

по выводу 14 ...... . 
по выводу 1 ........ . 

Входной ток высокого уровня 
по входам 2, 3, б, 7 . . .............. . 
rю выводу 14 . . . . . . . . . . ................ . 
rю выводу 1 ............. .............. . 

Входной пробивной ток по входам установки 
О и 9 и счетным входам С1. С2 ......... .. . . 
Ток короткого замыкания . .. . . ........... . 
Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Мощность потребления . . . . . . . . . . . . 
Время задержки распространения при вклю-
ченик по выводам 14-8, 2, 3-12 ........... . 
Время задержки распространения при выклю-

ЧЕЖИИ по выводам 14-8, б, 7-12 ............ . 
Рабочая частота в режиме счета no счетному 
входу С1 .................................. . 
Дnительность импульса no счетному еходу Ct . 
Дnи.тельность импульса no установочным 
ЕDСодам Ои 9 ............................... . 
Коэффкциент раэветsления no выходу 
(Ам единичных входов) ....................•. 

К133ИЕ4 

)-1.бмА 

)- 3,2 мА 
)-6.4 мА 

< 40 мкА 
< ео мкА 
< 160 мкА 

< 1 мА 
-20 -57 мА 
<46 мА 
130 мВт 

< 100 нс 

< 100 нс

< 15 МГц 

.а 50 нс 

<50 нс 

<10 

Uикросхема представляет собой четырехразрядный счетчик� 
даnмтель на 12. Корпус типа 401.14-1, масса не более 0,45 r.

Усnоеное rрафмческое об03наченме К133ИЕ4 

Назначение выводов: 1- вход счетный С2, 2, 3, 4, 13- сво­
Ьодные, 5 - напряжение Пl"Тания; 6- в,с.од установки О R01; 7-

вход установки О R02; 8 - выход четвертого разрЯДа D; 9 - вы-
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,од третьего разряда С; 10-общий: 11- выход второrо резря­
р.а в, 12- выход первого разряда А: 14- вход счетным Cf.

Э11ектрмчесt<Ие параметры 

номинальное напряжение питания ........... . 
вь1ходное напряжение низкого уровня ........ . 
выходное напряжение высокого уровня ... , .. . 
статическая помехоусtойчивость высокого 
� низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
В�tодной ток низкого уровня: 

по входам 6, 7 ...................... , , , . 
по выводу 14 ..................... . 
no выеQАу 1 .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 

Входной ток высокого уровня: 
no входам 6, 7 ...... , . , , , . , ... , . . . . . . , 
no еывQАу 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
no выводу 1 .......................... . 

Ток потребления .......................... . 
Время задержки раа,ространениА при включении· 

по выводам 8-14 ....................... . 
по выводам б, 7-12 .................. . 

Время задержки распространения при выклю-
чении по выводам 1� ................... . 
Рабочая частота в режиме счета по счетному 
входу С1 . ..... ....................... . 
Дnмтеnьность импульса по счетному входу Cf 
Дnителыюсть •пульсе по устеноеочным 
входам О и 9 . . ... •.....•.....•....•. ... 
Коэффициент разветвления по выходу . . . . , . 

К133ИЕ5 

5 В t 10% 
(0,Эб В 
)2,48 

):1,4 В 

>-1,6 мА 
>-Э,2 мА 
...-6,4 мА 

<40мlfA 
< 80мlfA 
',во м«А 
<44мА 

с; 150 нс 
< 100 нс 

< 100 нс 

< 15 МГц 
>50 нс

>50 нс
с; 10

Микросхема представляет собой двоичным счетчиес. KQC)n)'C 
типа 401.14-1, масса не более 0,-45 r. 

,о· 

Ус-• rрафмч8С:1Сое 
обо,�• ••м• К133ИЕ5 



Наз�ачеr1ие выводов: 1 - вход счетный С2; 2 - вход уста­
новки О, R01, 3- вход установки О R02; 4, б, 7, 13- свободные: 
5 - напряжение питания; 8- выход третьего разряда С; 9 -
выход второго разряда В; 10 - общи�; 11 - выход четвертого 
разряда О; 12 - выход первого разряда А: 14 - вход счетный С 1. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .......... . 
Выходное напряжение низкого уровня ........ . 
Выходное напряжение высокого уровня . . .... . 
Сtатнческая помехоустойчивость высокого 
и н.-iiкoro уровней . . . . . . ........ . 
Вход,,4ой ток низкого уровня 

no входам 2, 3 . . . ..... 
no выводам 1, 14 

Входной ток высокого уровня· 
по входам 2, З . . . . . . . . . . . . . . . . 
no выводам 1, 14 ................... . 

Ток потребления . . . . . . . . . . . . ............... . 
Время задержки распространения nри включении· 

no выводам 2, 3-12 . ........ ........ . 
по выводам 14-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Время задержки распространения при выключении 
по выводам 14-11 .. .. . .. .. ........... . 
Рабочая частота в режиме счета no счетному 
входу С1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Длительность импульса no счетному входу С 1

Длительность импульса no установочным 
входам О и 9 . . . . . . . . . . . . . ... .... . 
Коэффициент разветвления no выходу . 

К133ИЕ6, К133ИЕ7 

5 В ±10% 
< 0,35 В 
:> 2,4 В 

:> 0.4 В 

)-1,бм.А 
:>-3,2 мА 

, 40 мкА 
с; 80 мкА 
< 46 мА 

< 100 нс 
( 135 НС 

< 135 нс 

( 15 МГu 
) 50 НС 

:> 50 нс 
,10 

Микросхема К1ЗЗИЕ6 представляет собой двоично-десятич­
ный реверсивный счетчик. Содержит 268 интегральных элемен­
тов. Микросхема К133ИЕ7 представляет собой четырехразряд­
ный двоичный реверсивный сче,._.ик. Со.цержит 269 интегральных 
элементов. Микросхемы имеют плоский корпус типа 402.16-6, 
масса не более 1.5 г. 

Назначение выводов К133ИЕб, К1ЗЗИЕ7: 1- вход информа­
ционный D2; 2 - выход второго разряда 02; З - выход первого 
разряда 01, 4- вход «обратный счет»; 5- вход «прямой счен: 

232 



б - еь�ход третьего разряда QЗ; 7 - выход четвертого разряда 
Q4 В - общий; 9- вход ичформа�ионный D8; 10 - вход инфор­
,..аt.r1онный D4; 11 - вход предвар�тельной эаписи С; 12 - вы-
1,од ,прямой nеренос,,, 13- выход «обратный перенос•: 14-
в\Од установки «О» R. 15- вход и1-1формационный 01; 16- на-
пряжение питания 
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Yc1108tloe графическое обознач ... 1tе 
К1ЗЗИЕ6 

Ус11оаное графическое обо�148Чен11е 
К133ИЕ7 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ........... . 
Выходное напряжение низкого уровня ........ . 
Выходное напряжение высокого уровня ...... . 
Напряжение на антизвонном диоде .......... . 
Входной ток низкого уровня . . . ............. . 
Входной ток высокого уровня ................ . 
Ток входного пробивного наnряжеtfиЯ ........ . 
Ток кopoTl(Oro замыкания .................... . 
Ток потребления при Un = 5,25 В ....... ..... . 
Время задержки вКJ1юче1,1ия от входа «Уст. О» 
до выхода Q ... ........ .. . 
Время задержки выключения от входа предва-
рительной записи до выхода Q .............. . 
Время задержки выключения от входа 
«прямой счет. до выхода «прямой перенос» 
Время задержки включения от входа 
«прямой счет» до выхода «прямой перенос» 
Время задержки выключения от входа 
«прямой счет.. до выхода Q ................. . 
Время задержки включения от входа 
«прямой счет» до выхода Q ................ . 

5 В :t 5% 
(0,4 В 

;,i, 2,4 В 
)-1,5 В 
<-1,6 мА 
< 0,04 мА 
< 1 мА 
-20 ... -65 мА
, 89 мА 

, 35 нс 

< 40 нс 

< 26 нс 

, 24 нс 

< 38 нс 

, 47 нс 
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Время эадержки включения (вымючения) от вхо­
да «прямой счет» до выхода «обратныiil nеренос:а 
Время задер)l(J(И включения от входа 
«обратный счет, до выхода а .............. .

Время задержки выключения от входа 
«обратный счет, до выхода а . . . . . . . . .....

Коэффициент разветвления . . . . . . . . . . . . . • . . 

К133ИЕ8 

<24 нс 

< 47 нс 

<38 нс 
10 

м"кросхема представляет coбoiil де11итель ttаетоты с nере-­
uенным коэффициентом делен��- Содержит 276 интегральных 
аnементов. Корпус типа 402.16-6, �асса 11е более 1,5 r. 

стz 

• 

Усnо1НО8 � оО__,111• 1133ИЕ8 

Назначение выводов: 1- вход умнО'818НМЯ V2; 2- вход умно­
мения V16; 3- вход умножения VЗ2, 4- вход умножения V1;
5- выход Z; б- выход У; 7- выход «разрешение С'fета:а; 8-
общий; 9- вход счетный Т; 10- вход стробирования С; 11-
вход « разрешение счета�; 12 - вход nоследовательноrо включе-­
ния; 1 З - вход установки «01 R; 14 - вход умножения V4; 15 -
вход умножения VB; 16 - напряжение nмтанме.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . 5 В ± 5% 
Выходное напряжение ни�ого уровня . . . . . • . . . < 0,4 В 
Выходное напряжение выc0ttoro уроеня . . . . . . . ;;а, 2,4 В 
Наnf)яжение на антизвонном диоде . . • . . . . . . ;;а, - 1,5 В 



входной теж низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . 
входной ток ВЫСЭIСОГО уровня ................ . 
ток входного nробивного напряжения ........ . 
Tol( коооткого замыкания .................... . 
Totc потребления ........................... . 
Время задержки распространения при включе­
нии от входа «разрешение счета• до выхода 
t:разрешение счета» ........................ . 
Время задержки распространения при выключе­
нии от входа «разрешение счета• до выхода 
«разрешение счета» ........................ . 
Время задержки распространения nри включе-
нии от «счетного входа• до выхода Z ........ . 
Время задержки распространения при выключе-
нии от «счетного рхода • до выхода Z .......... . 
Время 38,Qержки распространения при вкпюче-

нии от входа .умножение• до ВЫХ<JА8 Z ....... . 
Время задержки распространения при выключе-
нии от входа «умножение• до выхода Z ...... . 
Время задержки распространения nрм вмюче­
нии от входа «nоследоватеnьноrо вкnючениR• 
до выхода У ...........................•... 
Время 38,Qержки распространения nри ВЫ1t11ЮЧ8-
нии от входа «nоследоватеnьного вкnt0чениR• 
до выхода У . ....................•...... 
Время 38Держки распространения при 
вкnючеЮ'lи от «счетного входа• до выхода 
,ра31)ешение счета• .................•..•••.• 
Время 38,Qep)l(l(И распространения при 
выкnючении от «счетного входа• до выхода 
«разреu,енме счета• ....•.••................• 
Время задержки распространения nрм в«nюче­
нии от входа «установка нуля• до выхода Z .... 
Время задержки распространения при вкпюче-
нии от входа «стробирование• до выхода Z ... . 
Коэффициент разветвления ............... . . 

К133ИМ1 

(- 1.бмд 
с; 40 мкА 
с; 1 мА 
-20 ... -55 >1.А
с; 120 мА

( 2� нс 

(' 20 нс 

(26 нс 

( 18 нс

< 10 нс 

(20 нс 

< 10 нс

< 14 нс

<ЗЭ нс 

,зоне 

(23 нс 

(23 нс
10 

Микросхема nредстаеnяет собой одноразрядный полный 
сумматор Содержит 77 интегральных элементов. Корпус типа 
402.14-1, масса не более 0,45 г. 

Назначение выводов: 1 - вход инверсный слагаемого ВЗ-
2 - вход инверсный слагаемого В4; З - вход переноса СР; 4 -



выход инверсный переноса CRP, 5 - выход суммы S; б - выход 
инеерсный суммы S. 7 - общий: 8 - вход слагаемого А 1; 9- вход 
слагаемого А2, 10- вход инверсный слагаемого АЗ; 11- вход 
инверсный слагаемого А4, 12 - вход слагаемого В1· 13- вход 
слагаемого В2; 14 - напряжение питания. 

Slf 

i 
1 

s 
1 

Условное rр11фмческое об03н11ченме 1<133ИМ' 

Электрические параметры 

номинальное напряжение питания 
Выходное нагряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уроенР 
Напряжение на антизвонном диоде 
Входной ток высокого уровня ..... 
Входной ток низкого уровня . . . . .. 
Ток входного пробивного напряжения 
Ток короткого замыкания . . . . 
Ток потребления 
Время задержки выключения по цепи 11-5 

Время задержки включения по цепи переноса 3-4 

Время задержки включения по цепи 11-5

Время задержки выключения по цеn� 
переноса 3-4 . . . . ..... 
Коэффициент разветвления 

по выводу 4. 
по выводу 5, 6 

по выводу 10 или 1 .. 

К133ИМ2 

5 В ±5�о 
< 0,4 В 
) 2,4 В 
)-1,5 В 
(-1,6 мА 
( 0,015 мкА 
< 1 мА 

-18 ... -57 мА
< 31 мА
< 70 нс
( 12 нс;
< 80 нс;

( 17 НС 

5 
10 
3 

Mиl(pocxeiva rредставляет собой двухразрядный полный сум­

матор (.,оде::,><ит 91 vнтегральный элемент. Корпус типа 402 14-
1, масса не бс.-:ее С 45 r 
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Ус:лоеное rрефМЧес:кое обожаче01�ое 1<1331-11\42 

На3наче"ие выводов 1- вь,ход суммь, S1 2- вход слаrае­
мого А1, 3- вход слагаемого В1, 4- мапряжеrit1е n�-1тания. 5-

вход переноса, 6, 7, 8, 9- свободные, 10 - выход переноса: 
11- общий, 12 - выход суммы S2. 13- вход слагаемого 82,
14- вход слагаемого А2

Электрические параметры 

Номи"альное напря)l(ение n"4тания 
Выходное напряжен1,4е ни3кого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Напряжение на антиэвонном диоде 
Входной ток низкого уровня ........ . 
Входной ток высокого уровня . . . . . 
Ток входного пробивного напряжения . 
Ток короткого эамьIкания . 
Ток потребления 
Время эадержкизключения no цепи 5-12 

Время 3адержки выключения no цепи 13-12 

Время задержки выключения no цепи 5-12 

Время 3адержки включения по цепи 
переноса 5-10 . 
Время эадержхи выключения по цепи 
переноса 5-10 ..... . . 
Время 3адержки включения no цепи 13--12 .. 
Коэффициент разветвления: 

по выводу 1, 12 ......... ...... ..... . . 
no выеоду 10 .. ..... . 

5 Bt 5% 

.; 0,4 В 
> 2,4 В
)-1.5 В 

( -6,4 мА 
.; 0,16 мА 
, 1 мА
-18. -57 мА 
, 50 мА 
, 42 нс
..; 40 нс
, 38 нс

, 27 нс 

.; 19 нс 
, 35 нс 

10 
5 
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К133ИМЗ 

Микроскема представляет собой четырехразрРдный пол1-1ь�й 
сумматор Содержит 181 интегральный элемент Корпус типе 
402 16-6, масса не более 1,5 r 

1t1 А1 Slf 
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Уеnо1НО8 rрафllческое обспна"еtfие К13ЗИМЗ 

На:tliачение выводов: 1 - вход слагаемого А4; 2 - выход
суммы SЗ; З - вход cnaraeмoro АЗ; 4 - вход слаrаемоrо ВЗ; 5 -
на�яжение питания, 6 - выход суммы S2; 7 - вход �о Bt 
8- вход cnaraeмoro А2; 9 - выход суммы 51; 10- вход слагае­
мого Af; 11- вход слагаемого 81; 12- об11'4й; 13- вход nере­
юса; 14 - выход переноса 4-ro разряда. 15 - выход суммы S4;
16 - вход cnaraeмoro 84.

Эnектрмческме параметры 

Номинальное напряжение питания 
выходное напряжение нмэкого уровня 
Выходное напряжение выссжоrо уровня 
Напряжение на антиэвонном диоде 
Входной TOI< ниsкого уровня ...... . 
Входном теж высокого уровня ......... . 
Ток входноrо nробивноrо напряжения .. 
Ток короткоrо эамыканмя ............. . 
Ток потребления .................. .
Время эадержtСИ в«nючения по цепи 13-15

298 

58:t:5% 
(0,4 В 
>2.48
>-1,5 В
С-6,4 мА
<:0,16 мА 
<, мА 
-18 .. -55 мА
( 110 мА
(55 нс 



3ре№" 38Д8C)l(l(lf ВЫКЛЮ'!еНИЯ rю цеп..� 13-15 
Воемя ЭЩJержки вкл1Очения no цепи 15-16 
Время 3адер)l(l(и вь,ключения no цепи 15-16 
Коэффициент разветвления. 

по выводам 2, б. 9, 15 .... . 
no выводу 14 ............ . 

< 55 нс 
< 35 нс 
с 40 нс 

10 
5 

Предельно допустимые режимы э1tсnлуатации 

микросхем К1ЗЗИМ1, К1ЗЗИМ2, К133ИМЗ 

t.881((:имальное кратковременное (до 5 мс) 
<78 напряжение питания ..............•. 

диапазон рабочей температуры .... -10 .. + 10 •с

К133ИР1 

м..росхема представляет собой четырехразрядный �ивер­
С811ЫtЬIЙ сдвиговый регистр. Содt,р,кит 177 интеrра11ьных эr,емен­
юв. Корпус типа 402.141, масса tte боnее 0.45 r 

Назначение выводов: 1- вход информации. 2- вход 1-ro 
разряда D1; 3 - вход 2-ro разряда D2. 4- ВХОД Э-rо Р83Dяда 04, 

5 - вход 4-ro разряда 08; б - вход выбора реЖ1о1ма. 7 - общий, 
8 - вход синхроtiизации С2: 9 - вход синхрежизащщ С 1; 10 -
выход 4-fo разряда. 11- вь1ход 3-ro разряда, 12 - в1;,1ход 2-ro 
разряда; 13 - вы ход 1-ro разряде; 14 - наnряжен\1\е N4Тания 

Электричеасме параметры 

Номмчальное наnояже�...е питания . . . ..... .
Выходное напряжение низкого уровня .... . 
Выходное 1tаnрЯЖение высокого уровня .. . 
НаnряжЕЖие на ант14зеонном диоде ...... . 

5 В :t 5% 
< 0.4 В 
)2,4 В 
)-1,5 В 

299 



Входной ток низкого уровня 
Входной ток высокого уровня 
Ток входного пробивного напряжения 
Ток короткого замыкания 
Ток потребления 
Время задержки включения от входов 
«синхронизации» ... 
Время задержки выключения от входов 
«синхронизации» .. 

К133КП5 

(-1.бмА 
s; 0,04 мА 
( 1 мА 
-18. -57 мА 
s; 63 мА

( 35 нс 

( 35 �с 

Микросхема представляет собой селектор-мультиплексор 
данных на 8 каналов без стробирования. Корпус типа 201 14-2, 

масса не более 1 г. 

lfS 

YcnollltOt rрефмческое обо,неченме К13ЗКП5 

Назначение выводов 1- вход информационный Х5, 2-

вход Х4, 3- вход ХЗ; 4- вход Х2; 5- вход Х1; 6- выход; 7-
общий; 8- вход Х11; 9- вход Х10; 10- ВХОД Х9; 11- вход ХВ, 

12- вход Х7; 13- вход Хб; 14 - напряжение nитаt4ия.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ... 
Выходное напряжение низкого уровня ... 
Выходное напряжение высокрго уровня . 
Напряжение на антизвонном диоде 
Входной ток низкого уровня ................. . 
Входной ток высокого уровня ................ . 
Входной пробивной ток . . . . . .. 
Ток потребления ........... .. ... . 

300 

5 В± 10% 

с; 0,4 В 
;;. 2,4 В 
.--1,5 В 
.--1,бмд 
<: 40 мкА 
-. 1 мА 
'- 43 мА 



Ток l(ОрОТКОГО ЭаМЫl(аНИЯ . . . . . . . . . . . - 20 + 55 t.<1A
еремР задержки распространения при включении , 14 �с 
время задержки распространения при выклю-
... ениl'I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 20 нс 

К1ЗЗКП7 

Микросхем а представляет собой селектор-муль тиГJлексор 
данных на 8 каналов со стробированием Содержит 111 интег­
ральных элементов Корпус типа 4106.16-3, масса не более 1 г 

ffS 

s 

I 

YtnOIIНOI rр14*ческое o603НIIЧl'4MI ,(133КП7 

Назначение выводов: 1 - вход Х5; 2 - вход Х4; 3- вход ХЗ. 

4- вход Х2, 5, 6- выходы; 7- вход Х1, 8- общий: 9-вход
Х12, 10- вход Х11; 11 - вход Х10; 12-вход Х9; 13- ВХОД ХВ,

14 - вход Х7; 15 - вход Хб; 1 б - напряжение питания

Эnектрические параметры 

Номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выход,-юе liапряжение высокого уровня 
Ток потребления . ...... .. . 
Входмой ток t1изкоrо уровня ... . 
Входной ток вьtСОl(ОГО уровня . . 
Время задержки распространения при 
включении . ... ....... .. . 

на входах 1-4, 12-15 по выходу б 

на входах 1-4, 12-15 по выходу 5 

на входе 7 по выходам 5, б

на входах 9-11 по выходу б . . . . ....... . 
на входах 9-11 по выходу 5 . . . . ..... . 

5 В :t 10% 

< 0,4 В 
;;. 2,4 В 

( 48 мА 
>-1,6 мА 
(0,04 мА 

( 14 нс 
(24 нс 
( 30 нс 
(33 нс 
(35 нс 

so, 



Время задержки распространения nри 
выключен111и: 

на входах 1-4, 12-15 по выходу б
на входах 1-4, 12-15 no выходу 5
на вкоде 7 по выходам 5, б

на входах 9-11 по выходу б
на вкодвх 9-11 по выкоду 5

КМ133ЛА1, К13ЗЛА1 

с; 20 мс 
с; 29 нс 
( 24 НС 
..;; 30 нс 
..;; 52 нс 

Микросхемы nредстееnяют собой два лоrических эnементе 
4И-НЕ, один расwиря� no ИЛИ Содержат 30 Иtfte1"1)81'1bl1ЬUC 
элементов. Корпус типа 4105.14-2, масса не более 0,47 r м icopnye 
тиnа 401.14-4, массе не боnее 0,45 r. 

YCIIOIНOe,,..INecnt 08о,н ... нме КМ133J1А1, К1331\А1 

На3Н8Ч81еме 8Ы80ДО8: f - еход Х1; 2- еход Х2; 3- ВХОА К. 
4-входХЭ; 5-входХ4; в-выход У1; 7-общий (земля); 8-

выход У2; Р- В№Д XS; 10- вход Хб; 11- вход Е; 12- вход Х7,

13 - вход Х8; 14- �ие питания

Номинав.ное напряжение питания 
Выходное нвnрtUСение ниаmrо уровня
Выходное напрАжение выооmrо уровня
Напряжение на ВНТМIВОННОМ диоде •.. 

.... · SB t 5% 
(0,4 В 
>2.4В
>-1.5 В

Входном ток нм3«0rо уровня . . . . . . . . . . . . . . . 
Входной ток еыссжоrо уровнА . . . . . .•..•••.•
Входной nробменой теж . . . . . . . . . . . . . . .... 
Ток кoponcoro ИМЫrанмА •........ 
Ток nотребnения nрм ниs,юм уровне выходноrо 
напряжения • • • . . . . . • . . • ... 

ЭО2 

с -1,6 мА
СО,04 мА
... , мА 

-18.-SSмA

С 11 .-А 



ток rотребпем111� пр� вь•соком )'P08tt8 ВЬIXOlltoO'"O 
напряжения 
время задержки распрострамеtiИЯ при �111и 
Время эадерж1<61 распространения nри 
выключении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

КМ133ЛА2, К133ЛА2 

<22 -к 

Микросхемы представляют собой лоrичеС1<1-1й элемент 8И-НЕ. 
Содержат 19 интегральных элементов. КМ 1 ЗЗЛА2 имеет корпус 
типа 4105.14-2. масса не более 0.47 r. К1ЗЗЛА2- icopnyc типа 
401.14-4, масса не более 0,45 r. 

f 

1 

• 

s 

, 

11 

' 

YtJI08Н08 rреф""8С11О8 oOoat-llМI IСМ133М2, К133ЛА2 

Незначенме аыеодов: 1- вход Х1; 2- вход Х2, 3- вход ХЗ.
4- вход Х4; 5- вход Х5; 8 - вход Хб; 7 - общий; 8- выход У;
11 - вход Х7; 12 - вход Х8; 14 - наnряжен.-.е питания.

Эnекrрические параметры 

Номинальное напряжение питания ... . 
Выходное напряжение низкоrо уровЩt ... . 
Выходное наnряже1,111е высокоrо уровня 
Наnряжение на антизвонном диоде ..... 
Входной ток низкоrо уровня ... 
Входной теж высокого уровня . . . ...... . 
В�дной пробивной ток . . . . . . . . ...... . 
Ток короткого замыкания . . . . . . 
Ток nотребления при низком уровне выходного 
11аnряжения . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Ток потребления при ВЫСОl(Оа, уровне выходноrо 
наnряже!4МА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

5 В :t 5% 
<0.4 В 
)2.4В 
oll- 1 .5 в
<-1,б мА
< 0,04 мкА

< 1 мА
-18 ... -55 мА 

<6 мА 

<2 мА 

;юз 



Время задержки распространения nри 
включении. 
Время задержки распространения nри 
выключении 

КМ 1 ЗЗЛАЗ, К1 ЗЗЛАЗ 

( 15 нс 

, 22 нс 

Микросхемы представляют собой 4 ло-гичес-<их элемента 
2v1-HE Содержат 56 интегральных элементов. Kopnye:: типа 
4105 14-2, масса не более 0,47 г и тиnа 401 14·4, масса не бо­
лее 0,45 г. 

Условное rраф1Nеское oбOЖIЧt!Qlt км 1 ЗЗЛАЗ. К1 33ЛА3 

Назначение выводов. 1 - вход Х1. 2 - вход Х2; 3 - выход 
У1· 4 - вход ХЗ; 5 - вход Х4, 6 - выход У2, 7 - общий; 8 -
ВЫХОД УЗ. 9 - вход Хб; 10 - вход Хб, 11 - вьrход У4; 12 - вход 
Х7. 13 - вход Х8, 14 - напряжение питания 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Напряжение на антиэвонном диоде 
Входной ток низкого уровня ... 
Входной ток высокого уровня . . . 
Входной пробивной теж ..... 
Ток короткого замыкаi!ИЯ . . . . . . . . . . 
Тек потребления nри низком уровне выходного 
напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ток потребления при высоком уровне выходноrо 
напряжения ................. . 
Время задержки распространения nри ВКl'lючении 
Время задержки распространения при выключе�и"' 

304 

5 В± 5% 

< 0,4 В 

;;. 2,4 В 
;;. -1,5 В 

<-1,бмА 
< 0,04 мА 
< 1 мА 
-18. -55 мА

с; 22 мА 

с; 8 мА 
< 15 нс 
(22 нс 



КМ 133Лд4, К133Лд4 

Микросхемы представляют собой 3 логических элемента 
ЗИ-НЕ. Содержат 45 интегральных элементов КМ133ЛА4 имеет 
корnус тиnа 4105 14-2, масса не более 0,47 г, К133ЛА4- корпус 
тиnа 401.14-4, масса не более 0,45 г. 

,, 

Услов1ООе rрвфическое обо�начение КМ 133ЛА4. К133ЛА4 

Назначен�.1е вь�водов: f - вход Х1; 2- вход Х2: З - вход Х4; 
4- вход Х5; 5- вход Хб; б - выход У2; 7 - общий, 8- выход
УЗ; 9- вход Х7; 10- вход ХВ: 11 - вход Х9; 12 - выход Yf;
13- вход хз· 14- напряжение питания.

Злектрмчес:«Ме параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . 
Выходное напряжение высокого уровня ...... . 
НаnрЯжение на антиэвонном диоде . . . . . . . 
Входной ток низкого уровня ................. . 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . .. . 
Входной пробивной ток ..................... . 
Ток короткого замыкания .................... . 
Ток потребления при ни3fСОм уровне выходного 
напряжения ............................... . 
Ток потребления nри высоком уровне выходного 
напряжения ............................... . 
Время задержки распространения npi.1 
включении ................................ . 
Время задержки распространения nри 
выключении 

5 В± 5% 
<0,4 В 
;;i. 2,4 В 
;;i. -1,5 В 
<-1,бмА 
< 0,04 мкА 
< 1 мА 
-18 ... -55 мА

< 16,5 мА 

(6 мА 

< 15 нс 

< 22 нс 

305 



КМ 133ЛА6, К133ЛА6 

Микросхемы представляют собой 2 '1E>r'1чecioot эле�нта 
4И-НЕ с большим коэффицие�том раэветвлеttия по вь.ходУ Со­
держат 34 и�теrральных элеМЕЖта Корпус тиnа 4105 14-2. масса 
не более 0,47 г и типа 401.14-4, масса не более 0.45 r.

Усnоеное rраф ..... ское *-- КМ133ЛА6, К1 Э3ЛА6 

Назначение выводов· 1- вход Х1; 2- вход Х2; 4- вход ХЗ;

5- вход Х4; 6- вь•ход У1; 7- общий (земля); В- выход У2;
9- вход Х5; 10- вход Хб. 12- вход Х7; 13- вход Х8; 14-

t,81'1рЯЖение питания.

Эпектрмчес•• параметры 

Номинальное напряжение nита11ия 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение вь,сокого уРОвня 
Неnряжение на антиэвонноu диоде . . . 
Входной ток низкого уровня . . . . .... 
Входной ток ВЫСОt<ОГО уровня 
Входной пробивной ток . 
Ток короткого замыкания 
Ток потребления nри ниэком уровне выходного 
напряжения ........ . 
Ток потребления nри высоком уровне выход!iоrо 
напряжемия . . . . . . . . . . . . . . . . 
Время задержки распространения при вкnю'1ен11и 
Время задерЖl<И распространения nри выключении 

КМ133ЛА7, К133ЛА7 

5 в :t 5°...­
< 0,4 В 
)2,4 В 

)-1,5 В 
<-1,6 мА 
< 0,04 мА 
< 1 мА 
-18 .. - 70 мА

<27 мА 

<:8 мА 
<: 15 нс 
<22 нс 

Микросхемы представляют собой 2 четырехвходоВЬJе схемы 
И-НЕ с открытым коллекторным выходом и nовыwечной нагру­
зочной способностью (элементы индикации). Содержат 20 интеr-
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ральных эnементов. Kopn)'C типа 4105.14-2, масса не боnее 0,47 r 
и тиnа 401.14-4, масса не более 0,45 г. 

На�чемие ВЬ18одов: 1 - вход Х 1: 2 - вход Х2; 4 - вх.од ХЗ-. 
5- вход Х4; б- выкод Yf; 7- общий {3еW1Я); 8- вьп�од У2;
9- вход Х5; 10- вхQА Хб; 12- еход Х7; 13- вход XS; 14-

"аnряжение питания.

Электрмчесжме параметры 

Номи,..8ЛЫ-fое напряжение питания 
ВыхQ.Qное напряжение "643КОГО уров11Я 
Выходное пробивное напряжение 
наnряжвt4ие на антиэеонноJ�I диоде 
Входно'4 теж низкого уровня 
Входной ток еыссжоrо уровня 
Входной пробивной теж . . . . . 
Выходшж ТОК ВЫСОКОГО )'р08НЯ • • • • • • • • • • • •• 
Ток потребления nри НМЭIЮU )'РОВне выходного 
наnряженмя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tol( nотреблени,1 при высоком уровне выходноrо 
напряжения . . . . • . . . . . . . . . • . ......... . 
Время задержки распространения при включении 
Время 38ДерЖtСМ расnросТранеtiИЯ при ВьnспючеtiММ 

КМ133Лд8, К133ЛА8 

5 В .t 5% 
<;0,48 
;>7 В 
,._ 1,5 В 
<-1,6 мА 
<О.04 мА 
< 1 мА 
<0,25 мА 

.;; 22 tltA 

<8 мА 
< 18 нс 
<60te 

Микросхемы представляют собой 4 двухвходоеые схемы И-НЕ 
с опрытым l(оnлекторным выходом (элементы контроnя). Содер­
жат 32 интегральных элемента. Корпус тмnа 41D5.14-2, масса не 
более 0,47 r и тиnа 401.14-4, масса не более 0,45 r. 

Назначение выводов: 1- выход У1; 2- вход Xt; 3- вход 
Х2; 4 - выход У2; 5 - вход ХЗ; б - вход Х 4; 7 - общий (38МЛЯ); 
8 - вход Х5; 9- вход Хб; 10 - выход УЗ; 11 - вход Х7; 12 -
вход ХВ; 13 - выход У4; 14 - напряжение nитанмя. 
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Условмое rрафичес�ое обо2н11чение КМ 1 ЭЭЛА8, 1(1 ЭЭЛА8 

Электрические nараметрь1 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . .... 
&1ходное напряжение низкого уровня , ... . 
Выходное пробивное напряжение . . . . . . . . . . ... . 
Напряжение на антизвонном диоде . . . . . . ...... . 
Входной ток низкого уровня . . . . . . ............. . 
Входной ток высокого уровня .................. . 
Входного пробивной ток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Выходной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ток потребления при низком уровне выходного 
неnряжения .................................. . 
Ток потребления при высоком уровне выходного 
напряжения .................................. . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выключении 

К133Лд11 

5 В± 5% 

(0,4 В 

)78 
)-1,5 В 

<-1,6 мА 
< 0,04 мА 
< 1 мА 
< 0,25 мА 

< 22 мА 

(8 мА 
( 18 НС 
,во нс 

Микросхема представляет собой 4 двухвходовых высоко­
вольтных логических элемента И-НЕ с открытым коллектором. 
Корпус типа 201. 14-1, масса не более 1 г. 

Назначение выводов· 1- вход 1.1; 2- вход 1.2, 3- выход 1; 
4- вход 2. 1; 5- вход 2.2; б- выход 2; 7- общий, 8- выход 3;
9- вход 3.1, 10- вход 3.2; 11- выход 4; 12- выход 4.1; 13 -
вход 4.2; 14- напряжение питания.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . 5 В :t 5% 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . , 0,35 В 
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, .4 1 
2 

Условное графическое обо3начен1,1е 1'1МС КМ133ЛА11 

Выходное пробивное напряжение 
Входной пробивной ток . . . . ... 
Входной ток низкого уровня .. 
Входной ток высокого уровня ... 
Выходного то�< высокого уровня 

Ток гtотребле!-'I/IЯ 11ри НИЗКОNI уРОВНе выходного 
напряже11111я 
Tol( потребления при высоком уровне выходного 
,1апряжения 
Время аадержки распространения при еклю"iвнии 
Время задержки распространения при выклю­
Чеl"�И 

КМ133Лд15 

) 15 В 
( 0,8 мА 
<:-1,б мА 
( 0,034 мА 
..; 0,05 мА 

<:22 мА 

( 8 мА 
<: 17 нс 

(24 нс 

Микросхема nредставлs�ет собой элемент соnряжен111я мик­
росхем МОП ЗУ-ТТЛ (4 логи'iеских элемента 2И-НЕ). Содержит 
56 интегральных элементов. Ко рпус типа 4105.14-1, масса не бо­
лее О 45 г 

1 

G 

s 

, 

ю 

" 

Vс11овное rраф�ое обо,наченме КМ 133ЛА 15 
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Назна�ение вь,водов 7 - в.ход Х 1, 2 - вход Х2, 3 - ВЫ)О� 
У1; 4 - вход ХЗ, 5- вход )(4· б- вь,ход У2, 7- общи�it (зе•,411Я/ 
8- выход УЗ, 9- вход Х5 10- вход Хб; 11- выход 'У4. 12-
вход Х7; 13- вход ХВ; 14- наr,ря)l(ен11е nи"анr1я

3nектрические параметры 

Номинальное наnояжение питан111я 
Выходное напряжение низl(оrо уров'1я 
Выходное напряжение высокого урое1-1я 
8ходt1ой ток низкого уровня 
Входно� ТО!< вь,соt<оrо уровня . . . . .... 
Ток потребления np11 н111зком уровне вь,ходного 

напря)l(ения . . . . . .. 
Ток потребления при высоком уровне выходноrо

напряжения 

Время задерж�си распространения при вtU11О1tеним 
Время задержки распространения при выключении

Емtе0еть нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

КМ1ЗЗЛД1, К133ЛД1 

·s в± 5%
<0,4 В
;-, 2,4 В
<-1,б мА 
< 0,04 мА

<22 мА

<8 мА 
< 15 нс 
< 22 нс
<200 nФ 

Uикросхемы представляют собой 2 четырехвходоеыJI лоrм­
ческих расширителя по ИЛИ. Содержат 14 ин1еrраnьнь1х элеме1+­
'ЮВ. Корпус типа 4105.14-2, масса не более 0,47 r м типа 401.14-4, 
месса не более 0,45 r. 

IJ 

1 

, 

Е lt 

К 12 

Е 10 

N 1 

Условное rрафмчес•о• обо� .. -нме КМ13ЭЛД1, K133JIД1 

Назначение выводов: 1 -вход Х 1, 2- вход Х2; З - вход ХЗ;

4 -вход Х5; 5 -вход Хб; б -вход Х7; 7 - общий (земля). 8-
вход ХВ; 9-выходУ4; 10-вь,ход УЗ; 11-выход У1; 12-вы­
ход У2; 13 -вход Х 4; 14 -1-1аnряжение n.nения 
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Электрическме параметры 

номи"альное напряжение питания ... 
выходное напряжение низкого уровня ....... . 
наnрРЖен'4е на антиэвонном диоде .. 
входной ток низкого уровня .. 
входно� ток ВЬIСОКОГО уровня

вход1-1ой nробиеtiой ток .... 
выкодной ток низкого уровня 
выкодной ток высокого уровня . . . . . . . . . . 
Ток nотребле1-1ия nри низ�<ом уровне выходного 
наnрЯженмя . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Ток потребления при высоком уровне выкодного 
наnрF�жения . . . . . . . . . . . . ...... . 

КМ133ЛДЗ, К133ЛДЗ 

5 В±§% 
<О,4 В 
<-1,5 В 
<-1,б мА 
<0,04 мА 
< 1 мА 
)-0,З мА 
< 0,3 мА 

< 2,5 мА 

<4 мА 

Ми.сроскемы представляю, собой восьмивходоеый расwм­
ритель по ИЛИ Содержат 11 интегральных элементов. Корпус 
т"nа 4105.14-2. масса не более 0.47 г и типа 401 14-4, масса не 
более 0,45 r 

I " 

ll ,i 

VtllOIIН08 rреф11'18СКО8 оСSо,на ... - К\11133ЛД3, K133J\ДJ 

Назначение выводов: 1-вход Х2; 2- вход ХЗ; 3- вход Х4,

4 - вход Х5; 5 - вход Хб; 6 - вход Х7; 7 - общий (земля); 8 -
вход ХВ; 11- выход У1; 12- выход У2; 13- вход Х1; 14- на­
�яженме питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ...... . 
Выходное напряжение низкого уровня ... . 
Напряжение ка антизвонном диоде ...... . 
Входной ток ниэкого уровня ............... . 
Входной то« высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . .. 

5 В± 5% 
<0,4 В 
)-1,5 В 
<-1,6 мА 
< 0,04 мА 
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Входной r,р:,бивной ток 
Вь,ход,юй ток вь1сокоrо уровtiя 
Выходной ток низкого уровня 
Ток потребления при низком уровне выходного 
напряжения . . . . . . 
Ток потребления при высоком уровне выходного 
напряжения 

К133ЛЕ1 

'- 1 мА 
< 0,3 мА 
.. - 0,3 мА 

< 2,5 мА 

< 4 мА 

Микросхема представляет собой 4 двухвходовых логических 
элемента ИЛИ-НЕ Корпус типа 20114-1, масса не более 1 r. 

g 

f1 

Усnоеное rр1фическое обозначение К133ЛЕ1 

Назначение выводов: 1- выход У1, 2- вход Х1; 3- вход 
Х2, 4- выход У2, 5- вход ХЗ, 6- вход Х4; 7- общий; 8- вход 
Хб, 9 - ВХОД Х5, 10 - ВЫХОД УЗ, 11 - ВХОД ХВ, 12 - ВХОД Х7; 

13- выход У4; 14 - напряжение питания.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение п�,1та11ия 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Напояжение блокировки антизвонны)( диодов 
Помехоустойчивость низкого уровня 
Гlомехоустойчивость высокого уровня 
Входной пробивной ток ... 
Входной ток низкого уровня 
Входной ток высокого уровня 
То� потребления в состояни111 низкого уровня 

3'2 

5 Bt 5% 

< 0,35 В 

.- 2,4 В 
>-1,5 В 

.- 0,45 В 
;;t 0,4 В 
< 1 мА 
<-1,6 мА 
(-1,6 мА 
< 27 мА 



ток потребления в состоянии высокого уровня 
ток короткого замыкания . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
время эедержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выклю-
чен\11И ............ ........... .. . . ..... . 

коэффициент разветвления по выходУ 

К1ЗЗЛИ1 

( 16 мд 

-20. -55 мА
( 15 нс

, 22 нс 
, 10 

Микросхема г.редставляет собой 4 двухвходовых лоr�-tЧеских 
элемента И Корпус типа 201 14-1, масса не более 1 r. 

Усnо11НОе rр1фмческое о6ожач- К133ЛИ1 

Назначение выводов. 1- вход Х1, 2- вход Х2, 3- выход 
У1; 4- ВХОД ХЗ, 5- ВХОД Х4; б- ВЫХОД У2; 7- общий; 8-

ВЫХОД УЗ, 9- ВХОД Х5; 10- вход Хб; 11- ВЫХОД У4; 12- ВХОД 

Х7, 13- вход ХВ, 14 - напряжение питания. 

Электрические nараметрь1 

Номинальное напряжение питан111я . 
Выходное напряжение низкого уровня . . 
Выходное напряжение высокого уровня . . . 
Входной ток низкого уровня 
Входной ток высокого уровня . . ... 
Ток входного пробивного напряжения 
Ток короткого замыкания . . . . . . . . . . . . . .. 
Ток потребления при низком уровне выходного 
напряжения .. 
Ток потребления при высоком уровне выходного 
напряжения . . . . . . . . . . . . . . 
Потребляемая мощность в статичесl(ОМ режиме

на логический элемент 

5 В± 5% 
( 0,35 В 
;i. 2.4 В 
(-1,6 мА 
( 0,04 мА 
( 1 мА 
-20 ... -55 мА

( 33 мА 

( 21 мА 

< 37 мВт 
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Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выклю-
ченl'lи . . ...... . 
Коэффициент ра зветвления no выходу: 
для НИЗIСОГО уровня ...... . 
для высокоrо уровня . . . . . 

К133ЛЛ1 

(27..с 

( 19 ..с 

(10 
(20 

Микросхема представляет собой 4 двухвходоеыJt лоrических 
элемента ИЛИ. Корпус тиnа 201.14-1, масса не боnее 1 r 

Усnоеное rрефмческое обозначение К133ЛЛ1 

Назначение выводов: 1- вход Х1; 2- вход Х2; 3- выход 
У1; 4 - вход ХЗ; 5- вход Х4; б - выход У2; 7 - общ�. 8-

выход УЗ; 9- вход Х5; 10-вход Хб; 11- выход У4; 12- вход 
Х7; 13 - вход Х8; 14 - напряжение питания. 

Электрические параметры 

Номинальное наnряж�е питания . . . . . 
Выходное нап ряжение низкого уровня .. . 
Выходное напряжение ВЫСС)l(ОГО уровня ...... . 
Напряжение блокировки енти:,еонных диодов .. 
Помехоустойчивость низкого уровня .......... . 
Помехоустойчивость высокого уровня ....... . 
Входной TOIC низкого УРОВНЯ . . • . •.. 
Входной TOIC ВЫСС)l(ОГо уровня . . . ........ . 
Ток входноrо nробивноrо напряжения . 
Ток кoponcoro замыкания . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ток nотребnения nрм низком уровне выходного 
напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ток потребления nри еьюсжом уровне выходного 
напряжения 

З14 

5 В :t 10% 
(0,35 В 
>2.4 В
>-1,5 В
>0,45 В
>0.4 В
(-1,6 мА
.;; 0,04 мА
( 1 мА
-20 ... -55 мА 

(38 мА 



Время задержки распространения при ВКЛIОЧеНИ� ( 22 нс

Время задержки распространения при выклю-
чении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ( 16 нс 
Коэффициент разветвления no выходу . . . . . . . . ( 10 

К1ЗЗЛН1 

Микросхема представляет собой 6 логических элементов НЕ. 
Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 r. 

t , ' 

, , . 

1 t t 

Усnоено• rрефмчес.ое ОСS•••мме К133ЛН1 

На3Н8ЧеНие выводов: 1- вход Х1; 2- выход У1; 3- вход Х2', 
4- выход У2; 5 - вход ХЗ; 6 - выход УЗ; 7 - общий; В - вы­
,юд Уб; 9- вход Хб; 10 - выход У5; 11- вход Х5; 12 - выход У4;

13- вход Хб; 14 - напряжение питания.

Эnектрмческие параметры 

Номинальное напряжение питаttия ........... . 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . ... . 
Выходное наnряже�ие высокого уровня ...... . 
Напряжения на антиэв0\4ном диоде .......... . 
Входной ток низкого уровня . . .............. . 
Входной ток высокого уровня ................ . 
Входной пробивной теж ..................... . 
Ток короткого замыка�-<ия . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Ток потребления при низком ypoetie выходного 
напряжения . . . . . . . . . . . ................. . 
Ток потребления при высоком уровне выходноrо 
�аnряжения . 

5 В :t 10% 
< 0,35 В 
:>2,4 В 
)-1,58 
<-1,6 мА 
< 0,04 мА 
( 1 мА 
-20 ... -55 мА

( 12 мА 
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ГЬ�мооt«)С'IЬ� 
при Ю4ЗКОМ уровне 
Время задержки распространения при включении 
Время эаде,эжки распространения при выклю­
чении . 
Коэффициент разветвления по выходу 
при низком уровне .. 
Коэффициент разветвления по выходу 
при ВЬ!СОКОМ уровне 

К1ЗЗЛП5 

с;; 31 мВт 
с;; 15 нс 

с;; 22 нс 

Микросхема представляет собой 4 двухвходовых логических 
элемента Исключающее ИЛИ. Корпус типа 20114-1, масса небо­
лее 1 г 

YcnollНOe rрвфмческое обо,наченме К133ЛП5 

Назначение выводов. 1- вход А 1, 2- вход 81, 3- выход У1

4 -вход А2, 5- вход 82; б - выход У2. 7 - общий, 8 -выход УЗ;

9-входАЗ.10-вход8З, 11-выход У4 12-входА4, 13-

вход 84 14- напряжение питания

Электрические параметрь1 

Номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Напряжение на антиэвонном диоде 
Помехоустойчивость 
Входной ток низкого уровня 
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5 В :t 10% 
(0,4 В 
) 2,4 В 
)-1,5 В 

(0.4 В 
(-1 6 мА 



входной ток высокого уровня 
входной пробивной ток ... 
Ток короткого замыкания 
ток потребления ... . . 

Время задержки распространения при вкnючении 
Время 38держки распространения при выклю-
чении . ....... . 

КМ1ЗЗЛР1, К133ЛР1 

с; 0,04 мА 

с; 1 мА 
-20 ... -55 мА
с;:43 мА
с; 17 нс

с;зз нс 

Микросхемы представляют собой 2 логических элемента 
2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый по ИЛИ Содержат 36 интег­
ральных элементов. Корпус типа 4105.14-2. масса не более 0,47 г
и типа 401.14-4, масса не более О ,45 г

Усnовное rрефмческое обо2н-Н1М1 КМ133ЛР1, К133ЛР1 

Назначение выводов: 1- вход Х5, 2- вход Х1, 3- вход Х2; 

4- вход Х3: 5- вход Х4, б- выход У1; 7 -общий (земля}; 8-

выход У2, 9-входХ7, 10-входХВ, 11-входХ9.12-входХ10;
13- вход Хб, 14- напряжение питания

Электрические nараметрь1 

Номинальное напряжение питания .. 
Вt.1ходное напряжение низкого уровня ...... . 
Выходное напряжение высокого уровня . 
Напряжение на антизвонном диоде . . . . . 
Напряжение база-эмиттер выходного транзистора 
Входной ток низкого уровня 
Входной ток высокоrо уровня 
Входной пробив1-1ои ток 
Ток короткого эамыка1-1ия 

5 В :t 5% 
с; 0,4 В 

)2,4 В 
)-1,5 В 
с; 1 В 
(-1,бмА 

с; 0,04 мА 
с; 1 мА 
-18 .-55 мА
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Ток потребления niж низком уровне выходноrо 
наnряженмя < 14 мА 
То1С nотребnения niж высомом уровне еыходноrо 
напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 8 мА 
Ток расwирмтельных входов . . . . . . . . . . . . . . . . . . <- 2,9 мА 

Время задержки распространения при ВКЛIОЧеНИIII < 15 нс 
Время мдержКJ.1 распространения nри вьжnю-
чении ..... . <: 22 нс 

КМ133ЛРЗ, К133ЛРЗ 

Микросмемы "Редстаеnяют собой лоrичееtсмй эrаемет 2-2-�­

ЗИ-4ИПИ-НЕ с во�ожностью расширеtiия по иnи. Содержат 29 
интеrраnьн� э11еМентов t<o,,nvc -n1"a 4106.14-2, М8ОС8 не 6onee 
0,47 г м  ТМf'lа 401.14-4, масса не более 0,45 г. 

, 

На�ачение выводов: 1- вход ,<4; 2- вход Х5; 3 - вход Хб; 
4 - вход Х7; 5 - вход Х8; б - вход Х9; 7 - общий (земля); В­
выход У; 9- вход Xf; 10- вход Х2; 11- вход Х10, 12- вход 
Х11; 13- вход ХЗ. 14- напряжение nитенмя. 

Электрические параметры 
Номинаnьное напряжение nмтвния ... . 

Выходное неnряжение низкого уровня . .. .  . 
Выходное наnряжеtiие высокоrо уровю. .... . 
Наnряжеt414е не внтизвонном диоде .... 
Напряжение беlэа-эмиттер выходного тран�тора 

Входной ток низкого уровня .......... . 
Вкоднсж т<Ж высокого уровня 
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5Bt 5% 
<О,4 В 
>2,4В
>-1,5 В 
(1В 
< -1.6 мА 
<0,04 мА 



входного пробивной ток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 мА 
То1< короткого замыкания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -18 ... - 55 мА 
То1< потребления при низком уровне выхо,аноrо 
напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 9,5 мА 
То1< потребления при высоком уровне выходного 
напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с: 8 мА
То1< расширительных входов . . . . . . . . . . . . . . . . . . <-2,9 мА

Время задержки распространения при вмючении < 15 нс 
Время задержки распространения при выклю-
чении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 22 нс 

КМ133ЛР4, К1ЗЗЛР4 

Микросхемы представляют собой логический элемент 4-4И-
2ИIМ-НЕ с возможностью расширения no ИЛИ. Содержат 22 ин­
"8rJ)811Ыtых элемента. Корпус типа 4105.14-2, масса не бо118е 
0,47 r и типа 401.14-4, масса не более 0,45 r.

, 

Усnоеное rp•ф-eicoe обо,наченм, KM133JIP4. К133ЛР4 

Назначение выводов: 1- вход Х1; 2- вход Х2: 3- вход Х3; 

.f- вход Х4; 5- вход расширительный Е б- свободный; 7-
общий: 8 - инверсный выход У, 9 - вход расширительный К: 
10- вход Х5; 11- вход Хб; 12- вход Xl; 13- вход ХВ; 14-
наnряжение питания.

Эnектрмческие параметры 

Номинальное напряжение питания ...... .. . 
Выходное напряжение низкого уровня .. . 
Выходное напряжение высокого уровня .. 
Напряжение на антизвонном диоде . . . ...... . 
Напряжение база-эмиттер выходного транзистора 
Входноi! ток низкого уровня . . . . . . . .. 

5 В :t 5% 
<0.4 В 
)2,4 В 
)-1,5 В 
(18 
(-1,6 мА 
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Входной ток высокого уровня 
Входной пробивной ток 
Ток короткого замь•кания . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ток потребления при низком уровне выходного 
напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Ток потребления при высоком уровне выходного 
напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Ток расширительных входов ....... .. ....... . 
Время задержки распространения при ВJ1J1юче�и 
Время задержки распространения при выклю-
чении ..... . 

К133ПП4 

( 0.04 ,..д 
( 1 мА 
-18. -55 МА

( 7 мА 

< 4 мА 
..:-2,9 мА 

< 15 нс 

� 22 нс 

Микросхема представляет собой преобразователь входных 
цифровых сигналов двоичного кода в цифровые сигналы семи­
сегментного кода. Содержит 103 интегральных элемента Корпус 
типа 402.16-6, масса не более 1,5 r 

X/r 
А 

tJ 

, , 
1t 

, 
с 

,, 

t D 
t(J 

IS 

G 
,. 

Условное rрафическое обо�начение К133ПП4 

Назначение выводов. 1 - вход 21
, 2- вход 22

, 3, 5 - свобод­
ные; 4 - вход гашения (r); б - вход 2'; 7 - вход 2°; 8 - общий; 
g - выход Е; 10 - выход О, 11- выход С; 12 - выход В; 13-

выход А; 14- выход G, 15 - выход F, 16 - напряжение питания 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . 
Выходное напряжение низкого уровня 
Напряжение на антиэвонном диоде 
Входной ток низкого уровня ........ . 

5 В± 5% 
( 0.35 В 
( -1,5 В
;;t -1,6 мА 

Примечание: Знак «минус» перед обозначением токов указывает 
"олько ero направление 
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Входной то�< высокого уровня 
8ЬtХОД1-'ОС, fOI( BblCOf\OГO УDОВНЯ 
Входноiiо ток высокого уровня пр1-1 >,,!а-<с�маr,ьном 
Вl(Одно� напря�ении 
Ток потребления при Иn = 5 В .. ... . 

, 40 мкА 
, 225 мкА 

..; 1 мА 
, 47 мА 

Предельно допустимые режимы эксплуатации К1ЗЗПП4 

напряжение на выходе закрытой схемь1 
Ток на выходе открытой схемы . . . . . . . . . . . 
Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Длительность фронта входного импульса ..... . 
Температура окружающей среды 

К13ЗРП2 

, 5,25 В 
, 10 мА 
, 200 nФ 

, 150 нс 
-45 .. + 10 ·с

Микросхема представляет собой модуль ассоциативного за• 
поминающего, устройства емкостью 8 бит Предназначена для 
выполнения операций хранения. выдачи и ассоциативного поис­
ка информации. Содержит 230 интегральных элементов. Корпус 
типа 402 16-6, масса не более 1,5 г 

Назначение выводов: 1 - вход адресный А 1; 2 - выход по­
иска Е1; 3- вход разрядный Д2, 4- вход разрядный М2: 5-

выход поиска Е2, б- вход адресный А2: 7- выход разрядный 81;

8- общий. 9 - выход разрядный 82; 10- вход адресный АЗ;
11- выход поиска ЕЗ; 12- вход разрядный М1; 13- вход раз­
Рядный Д1; 14 - выход поиска Е4, 15 - вход адресный А4; 16 -
мапряжение питания

Электрические параметры 

Номинальное напряжение п1-1тания .. 
Выходное напряжение низкого уровня 
Напряжение на антизвонном диоде . 
Ток потребления 
Входной ток низкого уровня 
Входной ток высокого уровня 
Ток входного пробивного наnряжения 
Время записи информации ..... . 
Время считывания информеции 
Время поиска информации 
Емкость наrр�зки· 

11-694

5 В :t 5% 
, 0,4 В 
)-1,5 В 
<; 118 мА 
(-1,6 мА 
, 0,04 мА 
, 1 мА 
<; 60 нс 
<; 40 нс 
, 45 нс 
30 пФ 
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Предельно допустимые режимы зксплуатацим К133РП2 

Кратковременное максимальное напряжение 
питания (5 мс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 7 В 
Максимальное напряжение питания . . . . . . . . . . . 8 В 
Входное пробивное напряжение . . . . . . . . . . . . 5,5 В 
Максимальное напряжение на выходе закрытой 
схемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 В 
Максимальная емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . ( 250 nФ 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . -10 ... + 70 °С 

КМ13ЗТВ1, К13ЗТВ1 

Микросхемы представляют собой JК-триггер с логикой на 
входе ЗИ Содержат 55 интегральных элементов. Корпус типа 
4105.14-2, масса не tsoлee 0,47 г и корпус типа 401.14-4, масса не 
более 0,45 г 

I 

G 

Условное граф�uеское обозначение КМ1ЗЭТВ1, К133ТВ1 

Назначение выводов· 1- свободный; 2- вход установки 
«О» R, З- вход J1; 4 - вход J2, 5- вход JЗ; б- выход У2; 7-
общий (земля), 8- выход У1; 9- вход К1; 10- вход К2; 11-
вход КЗ, 12 - вход синхронизации С, 13 - вход установки « 1 » S; 

14 - напряжение питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . 5 В ± 5% 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . < 0,4 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . ) 2,4 В 
Напряжение на антиэвонном диоде . . . . . . . . . . ) -1,5 В 
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Входной ток низкого уровня ........... . 
Входной ток высокого уровня .......... . 
Входного пробивной ток . . . . . . . . . . . .. . 

,-1,6 мА 
< 0,04 мкА 
< 1 мА 

Ток короткого замыкания .............. . 
Ток потребления ........................... . 

-18 ... -57 мА 
< 20 мА

Время задержки распространения nрм включении: 
от входа синхронизации ..................... . 
от входа установки ...................•...... 
Время 3ЗДержки распространения nри выклю­
чении· 

� 40 нс 
< 40 нс 

от входа синхронизации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 25 нс 
от входа установки ....... , . . . . . . . . . . . . . . . < 25 нс

К133РУ1 

МиКросхема представляет собой ОЗУ информационной ем­
костью 16 бит (16 слов х 1 разряд) со схемой управления. 

Корпус типа 401.14-4, масса не более 0,45 r. 

и • 
DY 

111 

Условное графическое обо2наченме К133РУ1 

Назначение выводов: 1- адрес АЗ; 2 - адрес А2, З - адрес 
А1; 4- напряжение питания; 5- адрес 81; 6- адрес В2; 7-
адрес 83; 8 - адрес 84; 9 - вход усилителя записи лог. О; 10 -
общий; 11 - выход усилителя считывания лог. О; 12 - выход. уси­
лителя считывания лог. 1; 13- вход усилителя записи лог 1; 
14-вдрес А4.
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Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ........ . 
Выходное напряжение низкого уровня усилителя 
считывания «011 в режиме выборки ....... . 
Выходное напряжение низкого уровня усилителя 
считывания «О» после режима по лувыборки . 
Rыходное напряжение низкого уровня усиnителя 
считывания « 1 » в режиме выборки .......•..•. 
ВыходЖ>е напряжение низкого уровня усилителя 
считывания после режима полувыборки . . . . 
напряжение на антизвонном диоде ..... 
Входной ток низкого уровня усилителей 
записи «О» и « 1• ................ . 
Входной ток низкого уровня· 
no адресным шинам Х и У .. 
Входной ток высокого уровня 
усилителей записи «О• и « 1 » 
Входной ток высокого уровня 
по адресным шинам Х и У ... 
Входной ток пробивного напряжения по входа,.. 
усилителей записи «О• и «1 » . . . . ... 
Выходной ток высокого уровня усилителР 
считывания « 1 » в режиме выборки ..... . 
Выходной ток высокого уровня усилителя 
считывания «О» в режиме полувыборки 
Выходной ток высокого уровня усилителя 
считывания «О» в режиме выборки .. .. 
Выходной ток высокого уровня усилителя 
считывания « 1 » в режиме nолувыборки 
Ток по требления ..... . . . ....... . 
Время восстановления после записи 
Время считывания информации лог О 
no адресным шинам .. .... ... .. . 
Время считывания информации лог. 1 
по адресным шинам . . . . . . . . . .. 

К133ТЛЗ 

5 в :t 10°� 

<0.4 В 

<0.4 В 

<0.4 В 

(0,4 В 
,t-1,5 В 

< -1 6 мА

( -1 1 мА

< 40 мкА 

, 0.28 мА 

, 1 мА 

< 250 мкА 

< 250 мкА 

< 250 мкА 

< 250 мкА 
< 18 мА 
< 60 нс 

i;; 45 нс 

< 25 �с 

Микросхема представляет собой 4 двухвходовых тоиrrера 
Шмитта. Корпус типа 40 1.14-4, масса не более 0,45 r 

Назначение выводов. 1 - вход А1; 2 - вход В1, З - вь·ход 
У1; 4 - вход А2, 5 - вход В2; 6 - выход У2· 7 - общий. В -
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выход УЗ, 9 - вход АЗ, 10 - вход ВЗ, 11 - выход v4, 12 ·- вход 
А4 13 - вход В4, 14 - напряжение nита�<ия 

л s 

6 

Усt1ов,,ое графмческое обо3начение К1ЗЗТЛЗ 

Электрические параметры 

t-1ом1-1нальное напряжение питания . . . . ...... . 
выходное напряжение низкого уровня . ........ . 
Выходное напряжение высокого уровня . . , ...•.. 
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . ....... . 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ток потребления при низком уровне выходного 
напряжения . . .. . ..... ..... . .......... , . 
Мощность потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Время задержки распространения при выключении 
Время задержки распространения при включении 

5 В ±10% 

< 0,4 В 

) 2,4 В 
)-1,б мА 
( 40 мкА 

< 40 мА 

, 22 мВт 
(28 нс 
(26 НС 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Минимальное напряжение срабатывания 
Максимальное напряжение отпускания 
Максимальный входной вытекающий ток 

КМ1ЗЗТМ2, К1ЗЗТМ2 

) 1,5 В 

<: 1,1 В 

( -12 мА

Миt<росхемы представляют собой 2 О-триггера. Содержат 7'J 
"'нтегральных элементов Корпус типа 4105.14-2, масса не более 
1 2 г и корпус тv.na 401.14-1, масса не более О ,45 г. 

Назначение выводов. 1 - вход установки «О• R 1; 2 - вход 
01, 3- вход синхронизации С1, 4- вход установки «1• S1; 5-

вьrход 01, б- выход 01: 7- общий (земля); 8- выход 52, 9-
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выход 02; 10 - вход установки « 1 :t 52; 11 - ежод смнхрониэацми 
С2; 12- вход D2, 13- вход установки «О» R2; 14- наnряже� 
nит�ния. 

Условное rрафичес•ое обозначение КМ133ТМ2, К133ТМ2 

Электрические параметры 

Ном�нальное напряжение питания ..... . 
Выходное напряжение низкого уровня .. . 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входной ток высокого уровня: 

по входам 2, 4, 10, 12 ...... . 
no входам 1, З, 11, 13 .. 

Входной ток высокого уровня 
по входам 2, 12 . . . . ..... 
по входам З, 4, 10, 11 . . . . 
по входам 1, 13

Входной пробивной ток . . . . . . . . . 
Ток короткого замыкания . . . . ....... . 
Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержкll' распространения nри выклю­
чени� 

5 В± 5% 
(0,4 В 

)2,4 В 

< 1,6 мА 
< З,2 мА 

< 0,04 мА 
< 0,08 мА 
< 0,12 мА 
< 1 мА 
-18 ... -57 мА 
<30 мА 
< 40 НС 

<25 нс 

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Входное напряжение высокого уровня . . . . . . . . 
Входное наnряжен�е низкого уровня . . ...... . 
Выходной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . 
Выходной ток высокого уровня .............. . 
Длительность фронта и среза входноrо импульса 
Емкость нагрузки (предельная� . . . .......... . 
Температура окружа�сщей среды . ....... . 

З2б 

;;i 2,4 В 
< 0,4 В 
< 16 мА 
<- 0,4 мА 
< 10 нс 
< 150 uкФ 
- 45 .. + 70 °С



К133ТМ5 

Микросхема представляет собой 4 О-триггера. Содержит 
132 интегральных Э'lемента. Кор,ус типа 402.14-1, масса не 
более 0,45 r. 

, .,rт ,. 

Cf 
Af 

: IZ ТТ AZ а
,r 

s 1JS ТТ I 
С1 

AJ 

о+ тт , с+ 
At 

и • 
о, ,, 

Yc:Лolliot rрафмческое �03ttl'ltниe K133TMS 

Назначение выводов: 1- вход D1; 2- вход D2; 3- вход 
синхронизации СЗ, С4; 4 - напряжение питания; 5 - вход DЗ; 
б - вход D4, 7, 10 - свободные; 8- выход А4; 9 - выход АЗ; 
11- общий; 12- вход синхронизации С1, С2; 13- выход А2;
14- выход А1.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ........... . 
Выходное напряжение низкого уровня ........ . 
Выходное напряжение выссжоrо уровня ...... . 
Напряжение на антизвонном диоде .......... . 
Входной ток высокого ур овня . . . . . . . . . . . . . . . 
Входной ток низкого уровня ................. . 
Ток входного пробивного напряжения . . . . . . . 
Ток короткого замыкания . . ................. . 
Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Время задержки включения от входа D ...•..•• 
Время задержки выключения от входов 
«Синхронизация» ......... ........ ..... . . 
Время задержки выключения от входа D .... . 
Время задер)l(l(и включения от входов «сикхро­
низация » 

5 В :t 5% 
(0,4 В 
>2,4 В
)-1,5 В

.; 0,08 мА 
,-3,2 мА 
, 1 мА 
-20. -57 мА
(46 мА 
< 25 нс 

< 30 нс 
< 30 нс 

<... 15 нс 
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Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Максимальное кратковременное (до 5 мс\ 
напряжение питания . . . . . . . ..... 
Темг1ература окружающей среды 

К133ТМ7 

(78 

-10. + 10 ·с

Микросхема представляет собой 4 О-триггера с nрямыvи 1' 

инверсными выходами. Содержит 132 интегральных элемента 
Корпус ти11а 238 16-2, масса не более 1,2 r. 

Z 01 ТТ AI fG 
Cf 

3 01 ТТ AZ f5 
15 cz

t{f 

Условное графическое обозначение К133ТМ7 

Назначение выводов. 1 - выход �1нверсный А 1. 2 - вход D 1.

З - вход D2, 4- вход синхронизации СЗ, С4; 5 - напряжение 
питания; 6- вход DЗ, 7- вход D4, 8-выход инверсный А4, 9-
выход А4, 10- выход АЗ, 11- выход инверсный АЗ, 12- общиУ!. 
13- вход синхронизации Cf, С2, 14- выход инверсный А2, 

15 - выход А2; 16 - выход А 1

Электрические параметры 

Номvнальное напряжение питания .. 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Напряжение на антизвонном диоде 
Входной ток высокого уровня . 
Входной ток низкого уровня .. 
Ток входного nроб�,,вного напряжения 
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( 0,4 В 

.i 2.4 В 
)-1,5 В 

( 0,08 мА 
(-3.2 мА 
� 1 мА 



Ток короткого замыкания . . . . . . . . . . . . 
Ток потребления . . . . ..................... . 
Время задержки включения от входа D: 

ДО ГlpЯIVIOГO выхода .................... . 
до инверсного выхода . . . . . . . . . . . . . . .. 

Время задержки включения от входов «синхро­
низация» до.прямого и инверсного выходов 
Время задержки выключения от входа D: 

до прямого выхода ....... . 
до инверсного выхода ...... . 

Время задержки выключения от входов «синхро­
tiизация" до прямого и инверсного выходов 

-20 ... -57 мА

< 46 мА

< 25 нс 
< 15 нс 

< 15 нс 

( 30 НС 
< 40 нс 

< 30 �с 

Предельно допустимые режимы зксnnуатации 

Максимальное кратковременное (до 5 мс) 
напряжение питания . 
Температура окружающей среды 

<78 

-10 + 10 ·с



Серии К134, КР134 

В состав маломощных ТТЛ-серий К134, КР134 входят следую-
щие тиnы: 

К134ИДЗ, КР134ИДЗ- дешифратор 4х16; 
К134ИД6- дешифратор 4х10; 
К134ИЕ2, КР134ИЕ2 - двоично-десятичный четырехразряд· 

ный счетчик; 
К134ИЕ5- четырехразрядный асинхронный двоичный сче-rчик; 
К134ИМ4- четырехразрядный полный сумматор; 
К134ИМ5, КР134ИМ5- двойной полный сумматор с ускорен­

ным переносом; 
К134ИП2- восьмиразрядная схема контроля четности и не­

четности; 
К134ИПЗ - арифметико-логическое устройство (АЛУ); 
К134ИП4- rенератор переноса с предварительной установ-

кой (блок ускоренного переноса для АЛУ); 
К134ИР1 -универсальный регистр сдвига на 4 разряда; 
К134ИР2 - восьмиразрядный сдвиf.lющий реrистр; 
К134ИР5, КР134ИР5 - четырехразрядный селективный на-

копительный регистр; 
К134ИР8, КР134ИР8 - восьмиразрядный последовательный 

сдвигающий регистр с параллельным входом; 
К 134КП8 - три схемы переключателя; 
К134КП9 - сдвоенный коммутатор 4 каналов в 1; 
К134КП 10- коммутатор 8 каналов в 1; 
КР134дА2- логический элемент 8И-НЕ; 
КР 134ЛАВ - четыре логических элемента 2И-НЕ с открытым 

коллекторным выходом, 
К134ЛБ1 - четыре логических элемента 2И-НЕ/2ИЛИ-НЕ; 
К134ЛБ2 -два логических элемента 4И-НЕ/4ИЛИ-НЕ и логи­

ческий элемент НЕ, 
К134ЛПЗ, КР134ЛПЗ - мажоритарный элемент; 
К134ЛР1 -логический элемент 2-2И-2ИЛИ-НЕ и логический 

3ЛВМЕЖТ 2-4И-2ИЛИ-НЕ; 
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К134ЛР2- логический элемент 2-2-З-4И-4ИЛИ-НЕ; 
К134ЛР4 - логический элемент 4-4И-2ИЛ И-НЕ; 
К134РМ 1 - четыре накопительных элемента; 
К134РУ6- статическое запоминающее устройство. 
К134СП1, КР134СП1 -четырехраз?ядчая схема сравнения 

чисел; 
К134ТВ1 - JК-триrгер; 
К134Т814-двойной JК-триrгер; 
КР134ТМ2- два О-триггера; 
К134ХЛ2, КР134ХЛ2 -многоцелевой элеме1-1т цифровь,х 

структур; 
К134ХЛ3 - многоцелевой элемент цифровых структур 

Общие рекомендации no применению 

Температура пайки (235 ± 5) •с, расстояние от корпуса до 
места пайки 1+е менее 1 мм, продолжительность пайки не более 
2 ± 0,5 с. Для микросхем, подлежащих автоматизированной сбор­
ке, температура пайки 265 •с, продолжительность пайки не бо­
лее 4 с. Минимальное расстояние от корпуса до места изгиба 1 ± 
0,5 мм. Число допустимых перепаек выводов при проведении 
монтажных операций не более 2. 

Допустимое значение статического потенциала 100 В. 

Для случайных помехоВЫ)( сигналов, превышающих по ам­
плитуде режимы, указанные в ТУ, и для случаев кратковременны)( 
нарушений стабилизации nитающи)( напряжений допускается 
кратковременное (не более 5 мс) напряжение питания, равное 
7 В. Подключение напряжения питания на выход микросхемы до­

пускается только от источника питающего напряжения данной 
микрос)(емы через эквивалентное сопротивление, обеспечиваю­
щее ВЫ)(Одные токи не более указанных в ТУ. 

Неиспользуемые входы одной ячейки многоэмиттерного 
транзие1ора рекомендуется объединять с одним из исnользуе­
МЫ)( входов или подключать к источнику питания через резистор с 
сопротивлением 1 кОм± 10%; при этом к одному резистору мож­
но подключить до 20 свободных входов. 

Необходимо учитывать, что при объединении неиспользуе­
мых В)(одов с одним из используемы)( нагрузочная способность по 
высокому уровню определяется числом подключенны)( В)(одов 
Неисnользуемы� В)(ОДЫ можно также подключать к ВЫ)(Одам не­
используемых вентилей, при этом выходы последни)( следует 
подключать к низкому уровню или заземлять. 

С целью исключения сбоев в работе микрос)(ем 1-1еобходимо 
обеспечить длительность фронтов входного сигнала не более 
200 нс 
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К134ИДЗ, КР134ИДЗ 

М111кросхемь1 nредставляют собой дешифратор 4 х 16. Содер­
жат 219 111нтегральных элементов. Koprryc типа 405.24-2, масса не 
более 1 9 г и типа 239.24-2, масса не более 4 r. 

1J 

zz z 

i, t

,ro в

" Cf 
,, &Z

lJC 

Усnо1ное rраф11<1еское o6oit.eчe- К134t1д3, КР134ИД3 

Назkачение выводов 1- вь,ход О; 2- выход 1; 3- выход 2; 

4 - ВЫХОД Э; 5 - ВЫХОД 4, б - ВЫХОД 5; 7 - ВЫХОД б; 8 - ВЫХОД 7; 

g _ выход 8; 10 - выход 9; 11 - выход 10; 12 - общий; 1 Э -
выход 11; 14- выход 12, 15- выход 13; 16- выход 14, 17-

выход 15. 18- вход С1; 19- вход С2: 20- вход D; 21-вход с:

22 - вход 8; 23 - вход А; 24 - наnряже�ие питания. 

Электрические параметры 

номинальное наnряжеf1ие питания 
Выходное напряжение низкого уровkя .. 
Выходное напряжение высокого уровня . . . .. 
напряжение статической помехи 
Входной ток низкого уровня 
Входной ток высокого уровня 
Ток потребления 
Toic короткого замыкания 
СтатичесrаР потребляемая мощность 
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5 В t 10°/о 
,о.з в 
) 2,4 В 
( 0,4 В 

с;; 800 мкА 
,i;;; 20 мкА 
с;; 25 мА 

9 "30 мА 

, 137 мВт 



Время 3Здержки расnространеt1ия логического 
сигнала: 

от выводов 20 21, 22, 23 до вывода 7 ...... . 
от выводов 18, 19 до вывода 7 ... .. ...... . 

Коэффициент разветвления по выходу при низком 
уровне • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Коэффициент разветвления по выходу при высо-
t<ОМ уровне ...... .............. . 

К134ИД6 

< 70 нс 
< 60 нс 

< 10 

< 20 

Микросхема представляет собой дешифратор 4 х 10. Содер­
жит 164 интегральных э11емента. Корпус типа 402.16-6, масса не

более 1,5 г 

lJC о 

ts , , 

t 

"2 
1 

• 

а+ 
s 
, 

п 6
1 

' 

I 

Услоаное графическое обо3наченме К134ИД6 

Назначение выводов: 1- выход инверсный /NO; 2- выход 
инверсный IN1; 3- выход инверсный IN2; 4- выход инверсный 
IN3, 5 - выход инверсный IN4; б - выход инверсный IN5; 7 -
выход инверсный INб; 8 - общий OV; g _ выход инверсный /N7: 
10- вь,ход инверсный IN8, 11 - выход инверсный /№; 12-

вход данных D8, 13 - вход данных D4; 14- вход данных D2
15 - вход да1-1>1ых D1; 16- напряжение питания.

Электрические параметры 

Номинальное наnряжен·ие питания . . . ........ . 
Выходное напряжение низкого уровня . 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входной то1< низкого уровня . . . . . . . . 
Входной ток высокого уровня 
Ток короткого замыкания 
Ток потребления 

5 В± 10% 
< 0,3 В 
.-2,4 В 
< 180 мкА 
< 120 мкА 
2 ... 30 мА 

<8 мА 
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Средмяя потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . < 25 мВт 
Время задержки распространения при включении < 400 нс 
В"емя задержки распространения при выключении < 350 нс 

К134ИЕ2, КР134ИЕ2 

МиJ<рОСхемы nредстаеляют собой двоично-десятичный четы­
рехразрядный счетчик. Содержат 188 интегральнь1х элементов. 
Корпус типа 401.14-4, масса не более 0,35 r и типа 201.14-2, мас­
са не более 1 r. 
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Ус11оеное rрафмческое обо2начение К134ИЕ2, КР134ИЕ2 

Назначение выводов: 1- счетный вход С2; 2 -установка «О» 
(1); З- установка «О» (2), 4, 13 - свободные; 5- напряжение 
питания; б-устеновка «9» (1); 7-установка «9» (2}; 8-выход 

третьего разряда; 9- выход второго разряда; 10 - общий; 11 -
выход четвертого разряда; 12- выход первого разряда; 14 -
<:'4етный вход С1. 

Электрические параметры 

Номинальное наnряжеtU4е питания .. 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входнсж ток низкого уровня: 

no входам 2, э. 6, 7 . . . . . . . . . . . . 

no входу 14 . . . . . . . . . . .... . 
по входу 1 с • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Входной ток высокого уровня· 

по входам 2, З, 6, 7 

334 

. . . .  , . 

5 В± 10% 
(0,3 В 

) 2,4 е

< 180 мкА 

< 540 мкА 

< 1оsо·мкд 

< 12 мкА 



по входу 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

по входу 1 .. ............................ . 
Т Ot< короткого замыкания ....................... . 
Динамическая потребляемая мощность (f = 1,5 МГц) 
Средняя потребляемая мощность .............. . 
Время задержки распространения при вкnючении 
и выключении: 

по входу 14 . . . . . . . . . . . ................ . 
по входам 2, 3, б, 7 . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Коэффициент разветвления no выходу . . . . . . . . 

К134ИЕ5 

< 36 мкА 
< 72 мкА 
2 ... 30 мА 

( 80 мВт 
< 40 мВт 

< 340 нс 
lt; 160 нс 
<10 

Микросхема представляет собой четырехразрядный асин­
хронный двоичный счетчик. Содержит 133 интегральных элемен­
та. Корпус типа 401.14-3 и 401 14-4, масса не более 0,35 г. 

Условное rр1фмческое об03на'4- К1З•ИЕ5 

Назначение выводов: 1, 2- входы установки триrгерое в со­
стояние лог. О, 4- напряжение питания; 8, 14 - входы информа­
ции; g, 10, 12, 13- выходы; 11- общий. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ........... . 
Выходное напряжение низкого уровня ........... . 
Выходное напряжение высокого уровня ......... . 
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Входной ток высокого уровня ................... . 
Ток короткого замыкания ...................... . 
Средняя потребляемая мощность .............. . 
Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Время задержки распространения при включении 

5 В± 10% 
< 0,3 В 
.-2,4 В 

< 0,36 мА 
< 0,24 мА 
2 ... 30 мА 

< 16 мВт 
< 6,6 мА 
< 800 нс 
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Время задео1Кки распространения при выключении , 600 нс 
Время задержки расг,ростраt-1ения сигнала от входа 
В до выхода 12 при вклt0чении и выключении , 600 нс 

К134ИМ4 

М�,,кросхема r,ре,с.ставляет собой четырехразрядный полный 
сумматор Содеож111т 178 интегральных элементов Корпус типа 
402 16-6 масса не более 1 5 r 

10 f 

,, 

11 
Clf tE 
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Усменое •рафичесkое обоз..аче11ие К134ИМ4 

назначе.-1,1е В1:>1водов 1 - вход данных DA4. 2- вь1ход сум­
мь� SМЗ. 3- выход да11ных DАЗ. 4 - вход дан1-,ых DВЗ; 5 - на­
nря)l(е1-11,4е r,1,1та"ия. б- выход суммы SM2, 7 - вход данных D82,

8 - вхо,с даt-1ных DA2, 9 - выход суммы SM 1; 10 - вход данных 
DA1: 11- В)(ОД .аанных D81, 12- oбщ1,1iif, 13- вход переноса 
CR 14- е.,,ход переноса CR4 15- выход суммь, SM4, 16-

вход да .... ь,х D84

Электрические nараметрь1 

Ном111�альное напряжение питания . . . . . ..... . 
Вь1ходt-1ое напряжение низкого уровня . 
Выходное 11anpsi)l(eниe высокого уровня 
Bxoдчolil ток низкого уровня: 

дл� вь,водов З 4, 10, 11, 13 

lIЛP ВЬ,ВОДОВ 1 7, 8, 16 
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5 В± 10% 

с. 0,3 В 

> 2.4 В

, 120 мкА
< 18J �кА 



Входной ток ВьlСОl(ОГО уро&iЯ 
для выводов 3. 4. 10, 11, 13 
ДЛЯ ВьlВОДОВ 1 7, 8, 16 . . 

Средняя потребляемая мощность 
Время задержки распространения при включении 
Время задержк�,, распространения при выКflючении 

КР134ИМ5, К134ИМ5 

, 480 м�<А 
, 120 мкА 
, 30 мВт 
( 400 нс 
( 350 нс 

М111t<росхемы представляют собой двойной полный сумt.4атор 
с ускоренным переносом Содержат 118 интегральных элемен­
тов. Корпус т�,,па 40114-2, масса не более 0,35 г и типа 201 14-2, 
масса не более 1 г 

А/01 sм 
5 

vos 
8/0J 

Сп/Оц 
р 

Cn•r/05 

A/fJ sм 
s 1./08 8/12 

Сп 11 р Cn-ttO 

Усnоеное rрафичес«ое обо�неченме КР134ИМ5, К134ИМ5 

Назначение выводов: 1, 3, 12, 13- входы информационные: 
2, 9- свободные, 4 - вход переноса первого сумматора; 5 -
выход переноса первого сумматора, 6 - выход суммы первого 
сумматора; 7 - общий; 8 - выход суммы второго сумматора: 
10- выход переноса второго сумматора; 11- вход переноса
второго сумматора; 12- напряжение питания

Эмктрмческие параметры 

Номинальное напряжение питания .... 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Напряжение статической помехи . .  
Входной ток низко,о уровня . 
Входной ток высокого уровня 
Ток короткого замыкания .. 
Ток "отребления 

5 8 :t 10°/о 
(0,3 В 
:> 2,4 В 
(0,4 В 
, 540 мкА 
, 36 мкА 
2 ... 30 мА 
.; 6 55 мА 
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Средняя потребляемая мощность ............ . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения nри выключении 
Коэффициент разветвления no выходу . . ..... . 

К134ИП2 

, 36 мВт 
( 160 НС 

( 160 нс 
( 'Ю 

Микросхема представляет собой восьмиразрядную схему 
контроля четности и нечетности Корпус тиnа 201.14-2. масса не 
более 1 г. 

Усnовное rрафмческое обо3наченме К134ИП2 

Назначение выводов. 1, 2, 3, В, 9, 10, 12, 13 - входы информа­
ционные: 4- напряжение питания (+ Un): 5- выход «че'niая сум­

ма»; б- выход «нечетная сумма»: 7- вход уnравлеtiия; 11- на­
пряжение питания (- Иn)-

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ......... . 
Выходное напряжение низкого уровня . . ....... . 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . ... . 
Входной ток низкого уровня: 

по входам 1, 2, В, 9, 10, 12, 13, 14 ... ........ . 
по входам 3, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Входной ток высокого уровня: 
по входам 1, 2, В, 9, 10, 12, 13, 14 ............ . 
по входам 3, 7 . . . . ...................... . 

Ток потребления ......... .................... . 
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5 В ±10% 
( 0,3 В

� 2,6 В

( 0,18 мА 
< 0,36 мА 

<: 12 мкА 
, 24 мкА 
< 10 мА 



Ток короткого замыкания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 "20 мА 
Время задер)l(l(И распространения сигнала nри 
t1ключении и выключении: 

от информационного входа до выхода . . . . . . . . . , 360 нс 
от входа управления до выхода . . . . . . . . . . . . . . . < 100 нс 

К134ИПЗ 

Микросхема представляет собой арифметико-логическое ус­
тройство (АЛУ). Корпус тиnа 405.24-1, масса не более 1,9 r. 

Ус:nовное rр1фмч1с:кое обо�"8Че+1ме К1З4ИП3 

Назначение выводов: 1 - вход ВО; 2 - вход АО; 3 - вход 
SEFЗ; 4 - вход SEF2; 5 - вход SEF1; б - вход SEFO; 7 - вход 
CR; 8- вход SE; 9- выход FO; 10 - выход F1; 11 - выход F2;
12 - общий; 13- ВЫХОД F3; 14 - выход А=В; 15 - выход CRP; 
16 - выход С,..4; 17 - выход CRG, 18 - вход 83; 19- вход АЗ; 
20- вход 82; 21- вход А2; 22- вход В1; 23- вход А1; 24-
наnряжение питания.

Электрические параметрь1 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . 5 В ± 1 Оо/о 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . . < 0,3 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . ) 2,6 В 
Входной теж низкого уровня: 

no входу 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;; О, 18 мА 
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по в>:одам 1, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
no в>:одам 3, 4, 5, 6 . . . . . . . . ..... . 

по входу 7 . . . . . . . .... ......... . 
Входной ток высокого уровня: 
по входу в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

по входам 1, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
по входам 3, 4, 5, 6 ... 

no входу 7 .... 
Выходной ток высокого уровня 
Ток потребления .. ... 
Ток короткого замыкания 

Время задер)l(КИ распространения сигнала при 
включении и выключении 

от входа 7 до выхода 16 

от входа 1 до выхода 14 

К134ИП4 

.;; 0,54 мА 
< 0,78 м.А 

< 0,9 мА 

< 10 мкА 
( 30 мкА 
< 40 мкА 
< 50 �кА 
< 10 мкА 
< 20 мА 
2 20 мА 

( 180 нс. 

..; 400 мс 

Микросхема представляет собой генератор nepe,..o:a с пред­
варительной установкой (блок ускоре1-1ноrо пере ... оса длµ АЛУ) 
Корпус типа 402 14-6, масса не более 1,5 r 

11 С" 

Ycno1111oe rрафическое обо3чаченме К1341М14 

Назначение выводов 1- вход CRG 1, 2- вход CRP1: 3 -
вход CRG0, 4- вход CRP0, 5- в>:од CRG3 6 - В)(ОД CRP3 7 -
выход CRP, В - общий, 9 - выход с •• ,, 10 - Вь1ход CRG 11 -
выход cn+,: 12- выход с ••• : 1з - вход с.: 14- вход CRG2. 1s -
вход CRP2: 16 - наnряжен111е пита чия 

340 



Электрические параметры 

Номинальное напряжение nитания . . .. 
Выходное наnряжение низкого уровня . 
Выходное наnряжение высокого уровня . . 
Входной ток низкого уровня 

по входу 13 

по входу б ..... . . 
no входу 15 ........ . 
по входам 2, 4, 5 .. . 
по входам 3, 14 . . . . . .. . 
no входу 1 . .. .... ... .. . 

Входной тОt< высокого уровня 
no вкоду 13 ... .. ...... . 
no входу б ......... ... . 
no входу 15 . .... ........ . 
по входам 2, 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
по входам 3, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
по входу 1 . . .......... ...... . 

Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Ток корОТl(ОГо замыкания ..................... . 
Время задержки распространения сигнала при 
включении и выключении ...................... . 

К134ИР1,К134ИР1д 

5 В :t 10% 
, 0,3 В 
) 2,6 В 

с; 0,18 мА 
с; 0,36 мА 
, 0,54 мА 
, 0,72 мА 
( 1,26 мА 
( 1,44 мА 

с; 10 мкА 
, 20 мкА 
, 30 мкА 
с; 40 мкА 
, 70 мкА 
, 80 мкА 
(6 мА 
2 .. 20 мА 

( 200 нс 

Ми�<росхемы nредставляют собой универсальный регистр 
сдвига на 4 разряда. Содержат соответственно 179 и 178 интег­
ральных элементов. Корпус тиnа 401.14-3, 401.14-4, масса не бо­
лее 0,35 г. 

Условное rрефмческое обо2нечен11е 
К134ИР1 

Назначение выводов: 1- nоследовательный вход: 2, 3, 5, 14-
параллельные входы; 4 - напряжение nитания, б - вход управле­
ния, 7 - тактовый вход сдвига вправо; 8- тактовый вход сдвига 
влево: 9, 10, 12, 13 - выходы: 11 - общий. 
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Электрические nаоаметры 

Номинальное напряжение питания ... .. 
Выходное напряжение низкого уровня . 
Въ1ходное напряжение высокого уровня 
Напряжение на антизвонном диоде 
Входной ток низкого уровня 
Входной ток высокого уровня ... 
Средняя потребляемая мощность 

К134ИР1 
К134ИР1А ... 

Время задержки распространения при включении: 
К134ИР1 . . . .. .. . ....... . 
К134ИР1А . ...... . 

Время задержки распространения при выключении: 
К134ИР1 
К1З4ИР1А 

К134ИР2 

5 В± 10% 
-. 0,3 В 
;. 2,4 8 
> -1,5 В

, 180 мкА
< 120 мкА

, 19 мВт 
< 20 мВт 

< 300 нс 
-. 250 нс 

< 250 нс 
-. 200 нс 

Микросхема представляет собой восьмиразрядный сдвигаю­
щий регистр. Содержит 162 интегральных элемента. Корпус типа 
401.14-3 и 401.14-4, масса не более 0,35 г 

I С ЯG- ОО 11 

п /l 

,,, s 

Условное rрафмческое обозначение К134ИР2 

Назначение выводов: 4 - напряжение питания, 9 - вход так­
товых импульсов; 10, 12.:.... входы, 11 - общий; 13, 14 - вых9ды 
второго разряда 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . .
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
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5 В ±10% 
< 0,3 В 
;. 2,4 В 



Напряжение на антизвонном диоде ............. . 
входной ток низкого уровня .................... . 
входной ток высокоrо уровня . . . . . ............. . 
Ток короткого замыкания ....................... . 
Теж потребления ................. ............ . 
Средняя потребляемая мощность .............. . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выключении 

К134ИР5, КР134ИР5 

>-1,5 В 

< 180 мкА 
< 120 мкА 
2 ... 30 мА 
<б,б мА 
( 16 мВт 
( 300 нс 
< 250 нс 

Микросхемы представляют собой четырехразрядный селек­
тивный накопительный регистр. Содержат 174 интегральных эле­
мента Корпус типа 40 1.16-11, масса не более 1, 1 г и типа 
236.16-2, масса не более 2 г. 

YcllOIIЖle rрафмчеекое обо3Н-- К134ИР5, КР134ИР5 

Назначение выводов: 1, 2, З, 4, 5, б, 7, 12 - информационные 
входы, 8- общий; g _ вход выборки слова; 10 - стробирующий 
вход, 11 - выход четвертого разряда; 1 З - выход третьего раз­
ряда, 14 - выход второго разряда; 15 - выход первого разряда; 
16 - напряжение питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . 5 В t 10% 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . . ( 0,3 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . . . > 2,4 В 
Напряжение статической помехи . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,35 В 
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 180 мкА 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 12 мкА 
Ток короткого замыкания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ... 30 мА 
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Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Статическая потребляемая мощность .... . 
Рабочая частота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Время задержки распространения при включении 
и выключении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

К134ИР8, КР134ИР8 

..;;9 мА 
( 50 мВт 
..;; 2МГц 

( 220 НС 

Микросхемы представляют собой восьмиразряд11ь1й последо­
вательный сдвигающий регистр с параллельным входом Содер­
жат 256 интегральных элементов Корпус типа 401 14-4 масса 11е 
более 0,35 г и типа 20 1.14-2, ,-.асса не более 1 r 

9 
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Усnоеное rрафическое обозначенме К134ИР8, КР134ИР8 

Назначение выводов 1, 2- информационные вхоL1ы, З­

выход первого разряда, 4 - выход второго разряда 5 - Вt>Iход. 
третьего разряда; б - выход четвертого разряда; 7 - общий 8 -
стробирующий вход; 9- вход установки в «О», 10- выход пятого 
разряда, 11- выход шестого разряда, 12- выход седомого paЗPfl· 
да; 13- выход восьмого разряда, 14 - наnряженжэ nиrания 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .. 
Выходное напряжение низкого уровня .. 
Выходное напряжение вьIсоt<ого уровня 
Напряжение статической помехи 
Входной ток низкого уровня .. 
Входной ток высокого уровня 
Tot< l(ороткого замыкания 

34t 

5 В :t 10% 
-. 0,3 В 
;;, 2,4 В 
..;; О 35 В 
< 180 ,..кА 
( �2 мкА 

2 30 мА 



Ток потребления . . ....... . 
Статl-"ческая потребляемая мощность ....... . 
Время задержки распространения при включении 

и �ь1ключен ии .. 

К134КП8 

с;; 1 1,8 мА 
-. 65 мВт 

с;; 220 нс 

Микросхема представляет собой три схемы переключателя. 
Содержит 81 интегральный элемент. Корпус типа 4 01.14-3 14 
401 14-4, масса не более 0,35 г. 

t 

,, 

п 

Ус11оаное rрафмческое обо,неченме К134КП8 

Назначение выводов: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 14 - входы, 4-

напряжение питания. б, 10, 12- выходы; 11- общий. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ..... 
Вь1ходное напряжение низкого уровня .. 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входной ток низкого уровня: 

для выводов 1, 2, з. 7, 9, 13 

для выводов 5, 8, 14 . . . . . . . . . . . . 
Вход>iо� ток высокого уровня· 

ДЛЯ ВьlВОДОВ 1, 2, 3, 7, 9, 13 ...... . 
.аля выводов 5, В. 14 .. 

Соед�яя потребляе"-lая мощность 
Воемя задеожк111 распоостранения при вкл1Очении 
Воем<1 задеож1<111 рас11ростоачения no,1 вь11(люuении 

5 В± 10% 
(0,3 В 
;;, 2 ,4 В 

< 180 мкА 
с;; 36 0 мкА 

< 1 20 мкА 
с;; 240 мкА 

с;; 12 мВт 
.; 250 нс 
( 200 НС 
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К134КП9 

Микросхема представляет собой сдвоенный коммутатор 4 ка­

налов в 1. Содержит 86 интегральных элементов. Корпус типа 
401.14-3 и 401.14-4, масса не более 0,35 г. 

llO 

% ll 

и • 
8У 

,r 

Условное греф11ческое обо:аначенме К134КП9 

Назначение выводов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 - входы, 
4 - наl'lряжение питания: 10, 12 - выходы; 11 - общий 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . ... 
Выходное напряжение НИЗl(ОГО уровня ... 
Выходное напряжение высокого уровня . 
Входной ток низкого уровня· . . . . . . . . . . . . .. 
Входной ток высокого уровня: . . . . . . . . . . . . . . .. 
Средняя потребляемая мощность .............. . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения nри выключении 

К134КП10 

5 В :t 10% 

< 0,4 В

;;i 2.4 В 
(180мкА 

< 120 мкА
( 16 мВт 
< 300 нс
( 250 нс 

Микросхема представляет собой коммутатор 8 каналов в 1. 
Содержит 79 интегральных элементов. Корпус тиnа 401.14-3 и 
401.14-4, масса не более 0,35 r 

Назначение выводов: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 - вхо­
ды, 4 - напряжение rжтания, 7 - выход; 11 - общий. 
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Усnоаное rрефическое 0СS01начение К1341П110 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ............ . 
Выходное напряжение низкого уровня ........ . 
Выходное напряжение высокого уровня ...... . 
Входной ток низкого уровня: ................. . 
Входной ток высокого уровня ............... . 
Средняя потребляемая мощность ........... . 
Время задержки распространения при включеt1ии 

Время задержки распространения при выtСЛючении 

КР134Лд2 

5 В± 10% 

(0,3 В 

;;, 2,4 В 
( 180 мкА 
( 120 мкА 
< 16 мВт 
< 300 нс 
< 250 нс 

Микросхема представляет собой логический элемент 8И-НЕ. 
Содержит 9 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-2, мас­
са не более 1 г. 

12 

Условное грефмческое обожеченме КР134ЛА2 
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Назначение выводов 1, 13, 14- свободные: 2- вход Х1; 

З - вход Х2, 4 - наnря)l(ение питания: 5 - вход Х3; б - вход Х 4; 

7 - вход Х5, 8- ыод Хб; 9- вход Х7, 10 - вход ХВ, 11 - об­

щий. 12- ВЫХОJ)_ '{ 

Электрические параметры 

Номинальное наnряжение питания . . 
Выходное напряжение низкого уровня 
Вь1ходное напряжение высокого уровня . , . . . . . . 
Входной ток низкого уровня . . . . . .... , ... 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . 
1'ок потребления при низком уровне выходного 
напряжения . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ток потребления при высокоt.1 уровне выходного 
на пряжения 
Средняя потребляемая мощность ............. . 
Время задержки расnРQСтранения при вкпючении 
Время задержки распространения при вь,ключении 

КР134ЛА8 

5 В± 10% 
с; 0,4 В 
;;, 2,2 В 
, 12 мкА 
, 180 мкА 

, 0,61 мА

, 0,19 мА

, 2 мВт 
, 120 нс 
, 80 нс 

Микросхема представляет собой 4 логических элемента 
2И-НЕ с открытым коллекторным выходом. Содержит 26 интег­
ральнь,х элементов Корпус типа 201.14-2, масса не более 1 r 

rслов"ое rрафическое обоз!iачение КР134ЛА8 

Назначение выводов· 1- вход Х3; 2- выход УЗ, 3- выход 
У2; 4- напр11жен111е питания. 5 - выход У5; 6- выход У4, 7-
вход Х4; В- вход Х5, 9- вход Хб; 10- ВЫХОД Уб; 11- общий: 
12- ВЫХОД У1; 13- ВХОД Х1; 14- ВХОД Х2.
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Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . 
Выходное напряжение низкого уровня .......... . 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . 
ЕЭьrходной ток высокого уровня . . . . . . . . . ... , ... 
Входной ток высокого уровня: 

по входам 8. 14 . . . . . . . . . . . ................ . 
по входам 1, 7, 9, 13 . . . . . . ...........•... 

Входной ток низкого уровня: 
по входам 8, 14 . . . . . . . . . . . . . ...... . 
по входам 1, 7, 9, 13 . . .............. . 

Ток потребления при низком уровне вь,ходного 
напряжения . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ток потребления при высоком уровне выходного 
напряжения . . . . . . . . . ........ . 
Средняя потребляемая мощность ............. . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выключении 

К134ЛБ1 

5 В± 10% 
.;; 0,4 В 
�2.2 В 
( 10 мкА 

<24 мкА 
< 12 мкА 

< 360 мкА 
, 180 мкА 

( 2,3 мА 

.;; 0,9 мА 
( 2 х 4 мВт 
( 120 нс 
< 130 нс 

Микросхема представляет собой 4 логических элемента 
2И-НЕ/2ИЛИ-НЕ. Содержит 38 интегральных элементов. Корпус 
типа 401.14-3, масса не более 0,35 r. 

J 

., 

,ь 

, 

Ycnoвt<oe rрафмческое обоонвченме К134ЛБ1 

11аз,-аuен1-4е выводов· 2, 3. 5, 6, 8, 9, 13, 14- входы; 1, 7. 10, 

12 - Bc•J\OДt>I, 4 - 1-1anpS1Жeriиe 1'11-4та"lо1Я 11 - Общll'Й 
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Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . 5 В :t 10% 
Выходное напряжение низкого уровня ........... ( 0,3 В 
Выходное напряжение высокого уровня ......... ) 2,4 В 

. Входной теж высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 12 мкА 
Максимальный входной ток высокого уровня ..... с. 120 мкА 
Входной ток ни,кого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 180 мкА 
Ток короткого замыкания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . -3 ... -30 мА 
Ток утечк.1 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 12 мкА 
Ток nотребления при низком уровне выходного 
напряжения .................................. с 2,5 мА 
Ток потребления при высоком уровне выходного 
напряжения ................... .............. ( 0,7 мА 
Средняя nотребnяемая мощность . . . . . . . . . . . . . . 2 х 4 мВт 
Время задержки распространения при включении ( 100 нс 
Время эадержкм распространения при вымючении ( 100 нс 
В:кодная емкость ......... .................... < 3,5 пФ 

К134ЛБ2 

Микросхема представляет собой 2 логических элемента 
4И-НЕ/4ИЛИ-НЕ и логический элемент НЕ. Содержит 27 интеr­
ральны:к элементов. Корпус типа 401.14-Э, масса не более 0,35 r. 

J 1 1 

,, 

Ycnolllfoe rрефмческое обоэнечен111е К134Лб2 

Назначение вывод ов: 1, 2, З, б, 7, 8, 9, 1 З, 14 - входы; 4 -
наnряже�.е питания; 5, 10, 12 - выходы; 11- общий. 
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Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .............. . 
Выходное напряжение низкого уровня ...•........ 
Выходное напряжение высокого уровня ......... . 
Входной ток высокого уровня ................... . 
Входной ток низкого уровня ............•..••.... 
Ток короткого замыкания .....................•.. 
Ток утечки ................................ , ... . 
Ток потребления при низком уровне выходного 
напряжения ...............................•... 
Ток потребления при высоком уровне выходноrо 
напряжения .................................. . 
Средняя потребляемая мощность . . . . . . . . . .... . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выключении 
Входная емкость .............................. . 

К134ЛП3, КР134ЛПЗ 

5 В :t10% 
<0,Э В 
)2,4 В 

< 12 мкА 
< 180 мкА 
з ... 30 мА 
< 12 мкА 

< 1,9 мл 

< 0,5 мА 

2 х 3 мВт 
�- 100 НС 
( 100 НС 

< 3,5 пФ 

Микросхемы представляют собой мажоритарный элемент. 
Содержат 48 интегральных элементов Корпус типа 401.14-3, 

масса не более 0,35 г и корпус типа 201.14-2, масса не более 1 r. 

Усnоеное rрефическое обознече­
К134ЛПЗ, КР1�ЛПЗ 

Назначение выводов: 1 - вход АЗ, 2- вход С2; 3 - вход В2; 

4 - напряжение питания; 5 - вход А2; 6, 10, 12 - выходы; 7 -
вход С 1; В - вход 81; 9 - вход А 1; 11 - общий; 1 З - вход СЗ; 
14-вход 83.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . 5 В t10% 

Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . < 0,3 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . ;. 2,4 В 
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Входной то-< н11э�<ого уооеня 
Входной TOt< Bt>ICOKOГO УРОВмЯ 

Ток входного пробивного напряжения 
Ток потребления при низком уровне выходного 
напряжения . . . . . . . 
Ток потребления при высоком уровне выходного 
напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ток короткого з амыкания . . . . . . ............ . 
Ток утечки tta выходе . . . . . ..... . 
Средняя потребляемая мощность . . . . ...... . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выклю­
чении 

К134ЛР1 

( 360 мкА 

( 36 мкА 

( 240 мА 

( 2.55 мА 

( 1,8 мА 
-2. -50 мА
< 12 мкА

4 х З мВт
( 110 нс

с; 110 нс 

Микросхема представляет собой логический элемент 
2И-2И-2ИЛИ-НЕ и логический элемент 2И-4И-2ИЛИ-НЕ Со.аер­
жит 24 интегральных элемента Корпус типа 401 14-З, масса не 
более 0,35 r 

Условное графическое обозначение К134ЛРI 

Назма-.ение выводов 1, 2, З, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 - входы; 10, 

12 - выходы. 4 - liапряжение питания; 11 - общий («земля»). 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . ...•... , .. 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . .. 
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Выходное наnря)l(е,4ие высокого уровня . . . . . . . . 
8�t.одной ток высокого уровня (U8x = 5.5 В) 
Входноrо ток низкого уров�я . . . . . . . . ... 
Ток короткого заМ1>11(ан;..1я . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ток утечки . . . . . . . .............. . 
Ток потребления при мизком уровне выходноrо 
напряжения . . . . . . . . . .................. . 
Ток nотребле1-1ия пр-1 вь1сОl(ОМ уровне выходного 
напряжения . . . . . . . ...... . 
Средняя потребляемая мощность .............. . 
Время задержки распространения при включении 

Время задержки расr,оостогнения nри выключении 
Входная емкость . . . . . . . . .............. . 

К134ЛР2 

> 2,4 В
с; 120 мкА
с; 180 мкА
3 .. 30 мА 
с; 12 мкА 

� 1,3 мА 

с; 0,7 мА 
2,5 х 2 мВт 
с; 100 НС 
с; 100 нс 
с; 3,5 пФ 

Микросхема представляет собой логический элемент 
2И-2И-3И-4И-4ИЛИ-НЕ Содержит 18 интегральных элементов. 
Корпус типа 401 14-3. масса не более 0,35 г. 

, 

' ,. 
I 

Ус11овное rр11ф11ческое oбoiн-Нtlt К134ЛР2 

Наэначе><1-1е выводов: 1, 2, З, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14- входы; 
4 - нanpP)l(e11�e n�,,тания; 10 - выход; 11 - общий («земля»). 

Электрические параметры

Номиналс,ное напряжение питания . . .......... . 
Выходное наnря)l(ение низкого уровня . ...... .. . 
Выходное наnря)l(ение высокоrо уровня 

5 В± 10% 

с;;О,3 в
;..2,4 В 
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Входной ток высокого уровня (U •• = 2,4 В) ........ . 
Входного ток низкого уровня . . . . . .............. . 
Ток короткого замыкания ....................... . 
Ток утечки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Ток потребления при низком уровне выходного 
напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Ток потребления при высоком уровне выходного 
напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Средняя потребляемая мощность .............. . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выключении 
Входная емкость . . . . . . . . . . . . ............ . 

КР1З4ЛР4 

< 12 мкА 
< 180 мкА 
3 ... 30 мА 
< 12 мкА 

< 0,9 мА 

< 0,7 мА 
< 4 мВт 
< 100 нс 
< 100 нс 
< 3,5 nФ 

Микросхема представляет собой логический элемент 
4-4И-2ИЛИ-НЕ. Содержит 12 интегральных элементов. Корпус
типа 201.14-2, масса не более 1 г.

ю 

Усnоаное графl,ческое обозначение К134ЛР4 

Назначение выводов. 1 - вход XS; 2 - вход Хб; 3 - вход Х7; 

4 - напряжение питания; 5 - вход Х4; б - вход Х1; 7 - вход Х2; 

8-вход ХЗ; 10- выход У; 11- общий («земля»); 12- вход ХВ,

13 - вход Х9, 14 - вход Х10.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . .......... . 
Выходное напряжение низкого уровня ........... . 
Выходное напряжение вьtс0t<ого уровня 
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Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . ....... . 
Входного теж низкого уровня .................... . 
Ток потребления при низком урое.1е выходного 
напряжения ................................ . 
Ток потребления при высоком уровне выходного 
напряжения .................................. . 
Средняя потребляемая мощность .............. . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выключении 

К134РМ1 

( 12 мкА 
( 180 мкА 

(0,68 мА 

<; 0,32 мА 
<; 2,5 мВт 
( 100 НС 
<; 100 нс 

Микросхема представляет собой 4 накопительных элемента. 
Содержит 159 интегральных элементов. Корпус типа 401.14-3 и 
401.14-4, масса не более 0,35 г. 

,. , т ,, 

,, 

Усnоеное rpeфlNec:ICDe Oбo3Нll'le+IM8 К134РМ1 

Назначение выводов: 2, З, 5, 14 - входы; 4 - напряжение 
питания: б, 8- тактовые входы; g, 10, 12, 13 - выходы: 11 -
общий. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ........ , ..... . 
Выходное напряжение низкого уровня .......... . 
Выходное напряжение высокого уровня ......... . 
Входной ток низкого уровня .................... . 

Входной ток высокого уровня ................... . 
Средняя потребляемая мощность .............. . 

Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выключении 

5 В :t 10% 

(0,3 В 
>2,4 В

<: 180 мкА 
с. 120 мкА 
с; 19 мВт 

<; 300 нс 
с. 250 нс 

3�5 



К134РУ6 

Микросхема представляет собой статическое оперативное за­
поминающее устройство с произвольной выборкой 1024 • 1 б�т 
Содержит 7322 интегральных элемента. Корпус типа 4112 16-2.

масса не более 1 г 

/IO 7 

Ycno11tIOe rрафическое обо3+iаченме К134РУ6 

Назначение выводов: 1- вход разрешения выборl(И, 2-
вход адреса дешифратора А4; З - вход адреса АЗ. 4 - вход 
адреса А2; 5 - вход адреса А9; 6 - вход адреса АВ. 7 - вьr­
ход; 8 - напряжение питания (- Uп). 9- вход адреса А 7. 10 -
вход адреса Аб; 11 - вход адреса А5, 12 - вход адреса А 1.
1 З - вход адреса АО, 14 - управление считьrванием и за­
писью; 15- информационный вход, 16- напряжение пита­
ния (+ Ип). 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . 
Выходное напряжение низкого уровня .. 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входной ток низкого уровня 

no входам 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 1.1

по входам 1, 14, 15 . . . . . . ........ . 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . 
Выходноlii ток высокого уровня в состоянии «вы­

ключено, 
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Выходной ток низкого уровня в состорнии «вы-
к:11очено» .. ....... ... . 
Ток потребления 
Ток короткого замыкания . 
Мощность потребления .. 
Время выборки разрешения 
Время записи информации . . ......... . 
Время выборки адреса . . . . . . . . . .......... . 
Время цикла записи или сч�тыва�ия информации 
Длительность сигнала разрешения в режиме эanиcill 
Длительность сигнала разрешения в режиме счи-
ть18ания ... .... ....... . 
Время установления сигнала разрешения относи-
rельно сигнала адреса . . . . . ........ . 
Время установления сигнала записи относительно 
сигнала адреса . . . ........ . 
Время установления сигнала разрешения относи-
тельно сигнала информации . . . .......... . 
Время установления сигнала разрешения относи-
тельно сигнала записи . . . . ........ . 
Время сохранения сигнала записи после сигнала 
разрешения . . . . . . . . . . . . ....... . 
Время сохранения сигнала информации после сиг-
нала разрешения . . . . . . . . . ............ . 
Время сохранения сигнала адреса после сигнала 
разрешения . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Входная емкость: 

no входам 2, З, 4, 5, б, 9, 10, 11, 12, 13 .. 
no входам 1, 14, 15 . . . . ......... . 

Выходная емкость . . . . . . . ..... 

К134СП1, КР134СП1 

с;; 20 мкА 

.; 70 мА 
10 ... 50 мА 
с;; 440 мВт

с;; 150 нс 
.;; 390 нс 
.;; 250 нс 
.;; 500 нс 
.;; 390 нс 

с. 390 нс 

с. 100 нс 

с. 100 нс 

.;; 100 нс 

'о нс 

с.О нс 

с. 10 нс 

( 10 НС 

.;; 10 nФ 
с. 15 nФ 
.;; 10 nФ 

Микросхемы представляют собой четырехразрядную схему 
сравнения чисел. Содержат 169 интегральных элементов. Корпус 
тиnа 402.16-1 1, масса не более 1,1 г и типа 238.16-2, масса не 
более 2 г. 

Назначение выводов 1, 2 - информационный вход третьего 
разряда; З, 12, 13 - выход результата сравнения; 4, 5, б - кас­
ка.дный вход (расширение функции сравнения); 7, 9- информа­
ционный вход второго разряда, 8 - общий; 10, 11- информаци­
онный вход первого разряда; 14, 15 - информационный вход 
четвертого разряда· 16 - напряжение питания. 
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Уелоеное rрафичеекое обожаче._ К134СП1, КР134СП1 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение низкого уровня .. 
Выходное напряжение еысох:оrо уровня 
Напряжение статическс.-1 помехи 
Входного ток низкого уровня· 

по входам 4, 5, б 
по входам 1, 2, 7,' g, 10, 11, 14, 15 

Входной ток высокого уровня 
no входам 4, 5, б 
по входам 1, 2, 7, 9, 10, 11, 14, 15 

1ок короткого замыкания 
Ток потребления 
Статическая потребляемая мощность 
Время задержки распространения при включении 
и выключении 

no входам 1, 2, 7, g, 10, 11, 14, 15 
no входам 4, 5, 6 

К134ТВ1 

5 В ::t:10% 
(0,3 В 
;;it 2,4 В 
( 0,35 В 

( 180 МКА 
с. 540 мкА 

, 12 мкА 
( Зб мкА 
2. 30 мА
( 9 мА
, 50 мВт

с. 200 нс 
с. 160 нс 

МикросJl'ема представляет собой JК-триrгер. Содержит 44 ин-
1еrральных элемента Корпус типа 401.14-3, масса не более 
0,35 г 
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Усnоеное rрафмческое �о,качение К134ТВ1 

Назначение выводов: 1, 13, 14- информационный вх�д '< 
2- стробирующий вход Ср; З - вход «сброс• S; 4 - напряжение
питания; 5- вход «установка•, R, 6- свободный: 7, 8, 9- ин­
формационный вход J, 10 - выход инвертирующий; 11 - общий
12- выход неинвертирующий.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . ..... . 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . ..... . 
Выходное напряжение высокого уровня ......... . 
Напряжение статической nомехм . . . . . . . . . . . . .. . 
Входной ток низкого уровня по входам: 

информационным . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
стробирующему . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
уст ановка .. ... ...................... . 
сброс ........ . ... ................... .. . 

Входной ток высокого уровня (Uu = 5,5 В) по входам· 
информационным .......................... . 

стробирующему .. ........................ . 
установка . . . . . . . ......................... . 
сброс ......... .. ..... .................. . 

Ток короткого замыкания .................. . 
Ток потребления . . ................. . 
Средняя потребляемая мощность 

5 В :1:10% 

(0,3 В 
)2,4 В 
( 0,35 В 

( 180 мкА 
, 360 мкА 
, 360 мкА 
, 360 мкА 

, 120 мкА 
, 360 мкА 
, 360 мкА 
, 360 мкА 
2 ... 30 мА 
, 1,6 мА 
, 8мВт 

35:Э 



Входная емкость 
по входам 1, 7, 8, 9, 13, 14 .. 
по входам 3, 5 ....... . 
по входу 2 . .. ..... . 

Время задержки распространения при включемr.,111 
no сrробирующему входу ..... . 
Время задержки распространения при еыключе'"'и"' 
по стробирующему входу ..... . 

К134Т814 

( 3 5 пФ 
с. 10 5 пФ 
с; 14 пф 

( 200 !"С 

( 100 11С 

Микросхема представляет собой двойной JK-тpиrrep Содер­
жит 88 интегральнь1х элементов Корпус тиnа 401 14-3. масса не 
более 0.35 г 

12 Qz 

11 li, 

Усnоеное графическое обозначение К134ТВ14 

Назначение выводов. 1, 5 - стробирующий вход, Ср; 2, 6 -
вход «установка» R, 3, 10 - информационный вход К. 4 - напря­
жение питания; 7, 14- информационный вход J: 8, 13- выход ин­
вертирующий, 11- «земля»: 9, 12- выход неинвертирующий 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уров,-.я 
Входной ток низкого уровня по входам

информационным . 
стробирующему ........... . 
сброс .. ..... . 

Входной TOI( высокого �ровня (И11х = 5 5 В) r.o входа.,. 

36С 

5 В± 10% 

, 0,3 В 
)2,4 В 

, 180 мкА 
, 360 мкА 
< 360 мкА 



111нформационным ... 
стообирующему . . . . . . �. . .. 
сброс . . . . . . . ..... . . 

Входной ток вь1сокого уровня (И8х = 2,4 В) по входам.

информационным . . . . . . . . . . . . . ..... . 
сброс . . . . . . . . . . . . .. ... . . 

Ток короткого замыкания . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Ток потребпения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. . 
Средняя потребляемая мощность 
Входная емкость. 

no входам з. 7, 10, 14 
по входам 2, 5 . . . . ..... ......... . . 
по входу 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 

Время задержки распространения при Вl<Лючении 
по стробирующему входу.. . .. ...... .. . 
Время задержки распространения nри выключении 
по стробирующему входу . . . . . . . . . 

КР134ТМ2 

, 120 мкА 
, 360 мl<А 
, 360 мкА 

( 12 мкА 
( 36 мкА 

2 ... 30 мА 
( 3,2 мА 
8х2мВт

( 3,5 пФ 
( 10,5 пФ 
( 14 пФ 

( 200 нс 

( 100 нс 

Микросхема представляет собой два О-триггера. Содержит 28 
интегральных элементов Корпус n,na 201.14-2, масса не более 1 r. 
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�слоеное rрафмчесl(ое обозначен�ое КР134ТМ2 

Назначение выводов: 1 - вход синхронизации, 2 - вы>.од 
У2; 4- напряжение питания; б - выход У1, 7 - ВJСОД синхр0t4И· 
зации: 8- вход D1; 9, 13- входы установки с1»; 11- общий, 
14- вход D2.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . 
ВыJСодное наnря)l(е1-1ие низкого уровня . 
Вь1ход"ое 1-tanpPжeнl'le вь•сокого уровня 

5 В :t 0% 
(0.3 В 

�2.2 В



Входной ток низкоr уровня. 
по входам 8, 14 .. . ..... . 
по вкодам 1, 7 . . . . . ...... . 
по входам 9, 13 . . . . . . . . . . ... . 

Входной теж высокого уровня: 
по входам 1, 7 . . . ... . ... .. . .... ... . 
по входам 8, 9, 13, 14 .. ................... . 

Ток потребления при низком уровне выходного на-
nрRжения... . . . . . ... . ... .. . 
Ток потребления nри высоком уровне выходного 
напряжения . . ..... . 
Средняя потребляемая мощность 
Время задержки распространения nри включении 
Время задержки распространения при выключении 

К134ХЛ2,КР134ХЛ2 

, 420 мкА 

, 360 мкА 

( 180 мкА 

, 120 мкА 

, 12 мкА 

.;: 1,4 мА 

.;: 1 мА 

, 3 х 2 мВт 
с; 120 нс 
( 120 НС 

Микросхемы представляют собой многоцелевой элемент 
цифровых структур (МЭЦС-2) Содержат 14 интегральных эле­
ментов Корпус типа 401.14-3, масса не более О,35г и mna 
201 14-2, месса не более 1 г 

F 

f 

J 

Усnоаное rрафМ<.fеское обо2н11чен.1е К134ХЛ2, КР134ХЛ2 

Назначение выводов: 1, 7 - стробирующие входы; 2, б -
разрешающие входы, З, 5- выходы; 4- напряжение питания; 8, 
9, 10, 12, 13, 14 - информационные входы, 11 - общий 
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Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . .. 
Выходное напряжение низкого уровня .... 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входной ток низкого уровня .............. . 
Входной ток высокого уровня ............. . 

Ток входного пробивного напряжения ........ . 
Ток потребления 1 . . . . . . . . . . .. . 
Ток потребления 2 ........ .... . ....... . 

Средняя потребляемая мощность . . . . . ... . 
Минимальный ток опорных диодов . . . . . . . . .. 
Длительность входного импульса . . ......... . 

К134ХЛ3 

5 В± 10% 
(0,3 В 
) 2,4 В 
( 300 мкА 

( 36 мкА

( 50 мкА

, 0,8 мА 
( 1,6 мА 
( 3 х 2 мВт 
:> 50 мкА 
150 ... 700 нс 

Микросхема представляет собой многоцелевой элемент циф­
ровых структур (МЭЦС-1). Содержит 24 интегральных элемента. 
Корпус типа 401.14-3, масса не более 0,35 г. 

Усnо11НОе rрафмческо. обо3Н8'1енме К134ХЛЗ 

Н.Зэначение выводов: 1, 7, В, 14- выходы неинвертирующие: 
2, б, 9, 13- стробирующие входы С,.; З, 5, 10, 12- информаци­
онные входы; 4 - напряжение питания; 11 - общий. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . 
Входной ток низкого уровня по входам: 

информационным ....................... . 
стробирующему . . . . . . . . . . . ............ . 

5 В± 10% 

( 300 мкА

( 300 мкА
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Входной тоt< вь,со�(ого уоовня (И •• = 2.4 В) по ин­
фОрмаuиомtiоМу ВJо.оду 
Входно� ток высокого уров�я (И •• = 5,5 В) по ин­
формационliоМу и стробируюшеt.4у входам 
Ток потребления 1 . . . • . . .... 
Ток потребления 2 .. 
Средняя nоrребляемая мощность 
Входная емкость 

flO входам 2. 6, 7, 1 З

no входам З, 5, 10, 12 

Длительность выходного импульса 

( 12 мкА 

( 50 мкА
( 1,2 мА 
Е. 2 мА 
< 2 х 4 мВт 

( 7 пФ 
( Э,5 пФ 
130 .. 700 нс 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

для серии К134, КР134 

Напряжение пита�ия 
Емкость нагрузки 
Длительность фронта и длительность среза 
входного nрямоуrолыюго импульса. 

для всех ИС .. 
для t<134TB1. К134ТВ14 К134ХЛЗ 

Мощность, ра ссеl'lваемая внутри корпуса без 
темоотвода 

·тепловое сопротивление корпуса в воздухе без
обдува
для К134ТВ1, К134ТВ14, К134ХЛЗ
Максимальная частота переключения·

для всех ИС 
для К134ЛБ1, К134ЛБ2, К134ЛР1, К134ЛР2, 
К134ТВ1, К134ТВ14, К134ХЛ2, К134ХЛЗ .... 

4,5 ... 5,5 В 
( .40 пФ 

< 200 нс 
< 25 нс 

< 100 мВт 

О.25 ·с,мвт 
О.45 •с,мвт 

с; 1,5 МГц 

< З МГц 



Серия К136 

В состав маломощных ТТЛ-схем серии К136 входят типы 
К136ЛА1 - 2 логических элемента 4И-НЕ; 
К136ЛА2 - логический элемент 8И-НЕ; 
К136ЛАЗ- 4 логических элемента 2И-НЕ; 
К136ЛА4- З логических элемента ЗИ-НЕ; 
К1ЗбЛН1 - 6 логических элементов НЕ; 
К136ЛР1 - 2 логических элемента 2-2ИЛИ-НЕ; 
К136ЛРЗ- логический элемент 2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ 
К136ЛР4- логический элемент 4-4И-2ИnИ-НЕ, 
К136ТВ1 - JК-триггер с логикой ЗИ на входе; 
К136ТМ2- 2 О-триггера; 
К1 ЗбТР1 - RS-триггер. 

К136ЛА1 

Микросхема представляет собой 2 логически11 элемента 
4И-НЕ. Корпус типа 401.14-4, масса не более О, 45 r 

!lt 

8 
6l 

Усnоеное rрафическое обо�t1ачение К136ЛА1 

Назначение выводов: 1 - вход Х1; 2- вход Х2, 4- вход ХЗ; 

5 - вход Х4; 6 - вь.ход У1, 7 - общий, 8- выход 'r2, 9 - ВХОД 
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Х5, 10- вход Хб, 12- вход Х7; 13- вход ХВ; 14 - напряжение 
питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . 5 В :!: 58/о 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . . < 0,3 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . . � 2.4 В 
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <-0,35 мА 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 20 мкА 
Входной пробивной ток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,2 мА 
Ток короткого замыкания ......... ............. -4 ... -13 мА 
Средний ток потребления , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . < 1,4 мА 
Время задержки распространения при вклюuеf-!ИИ 
(выключении) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 45 нс 

К136ЛА2 

МиКрОСхема представляет собой логический элемент 8И-НЕ.

Корпус типа 401.14-4, масса не более 0,45 г. 
Назначение выводов: 1 - вход Х1; 2 - вход Х2; 3- вход ХЗ-. 

4- вход Х4; 5- ВХОД Х5; 6 - ВХОД Хб; 7 - общий; 8- ВЫХОД У;
11- вход Х7; 12- вход ХВ; 14- напряжение питания .
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УсnовtЮе rр1фttческое обо�нечение К136ЛА2 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . 5 В ± 5�о 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . . , 0,3 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . � 2,4 В 
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Входной ток низкого уровня ................... . 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . ..... . 
Входной пробивной ток . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Ток короткого замыкания ..................... . 
Средний ток потребления .. ..... ............ . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выключении 

К136ЛА3 

,-О,35 мА 
, 20 мкА 
( 0,2 мА 
-4 ... -13 мА
( 0,7 мА 
< 85 нс 
< 45 нс 

Микросхема представляет собой 4 логических элемента 
2И-НЕ. Корпус типа 401.14-4, масса не более 0,45 r. 

Назначение выводов: 1 - вход Х1; 2- вход Х2; З - выход 
У1; 4- ВХОД Х3; 5- вход Х4; 6- 8ЫХОД У2; 7- общий; 8-

выход УЗ: 9 - вход Х5; 10 - вход Хб; 11- выход У4; 12 - вход 
Х7; 13- вход Х8; 14- напряжение питания. 

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания .......... . 
Выходное напряжение низкого уровня ..... . 
Выходное напряжение высокого уровня ..... . 
Входной ток низкого уровня . . . . . . . . . . . . ... . 
Входной ток высокого уровня ................. . 
Входной пробивной ток ....................... . 
Ток кoponcoro замыкания ...................... . 
Средний ток потребления ..................... . 
Время задержки распространения при включении 
(выключении) ............................. . 

58 ± 5% 
,о,3 в 
) 2,4 В 
(-0,35 мА 
< 20 мкА 
, 0,2 мА 
-4 ... -13 мА

-. 2,8 мА 

< 45 нс 

367 



К136ЛА4 

Микросхема представляет собой З логичес�,: .элеме1-:а 
ЭИ-нЕ Корпус типа 401 14-4, масса не более 0,45 г 

Ус11оеное rpaфtl'lecкoe о601начение К136ЛА4 

назначение выводов· 1-вход Х1, 2-вход Х2. 3- вход Х4; 
4- вход Х5, 5 - вход Хб, б -выход У2, 7 - общий; 8- выход
УЗ; 9- ВХОД Х7, 10- вход XS, 11 - вход Х9. 12 - выход У1;
13- вход ХЗ 14 - напряжение питания

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . 
Выходное напряжение НИЗl(ОГО уровня 
Выходное напряжение высокого уроаня 
Входной ток 1-!ИЭКОГО уровня ... ' ... ' . 
Входной ток выссжоrо уровня . . . . .. 
Входной пробивной TOI< •.• 
Ток короткоrо замыкания ..... ... . 
Средний ТО1< потребления . . . . . . .. 
Время задержки расnростране+1ия при Вl(ЛЮЧении 
Время эадержки распространения при выключении 

К136ЛН1 

5 В± 5% 
<0,ЗВ 
>2,4 В
(-0,35 мА
с; 20 мкА
< 0,2 мА
-4 -13 мА

с; 2,1 мА
< 85 нс
(45 нс

Микросхема представляет собой 6 логических элементов НЕ. 
Корпус ТМГ\а 401.14--4, масса не более 0,45 г 

Назначение выводов: 1- вход Х1; 2- выход У1; 3 - вход 
Х2; 4 - выход У2, 5 -вход ХЗ; б - выход УЗ, 7 - общий; 8-
выход У4; 9- вход Х4; 10 -выход У5; 11 -вход Х5; 12- выход 
Уб; 13- вход Хб· 14- напряжение питания. 
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Усло11t1ое rраф111Чес«ое обо-н�,1е 
К136ЛН1 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .. 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное нзnряжение высокоrо уровня 
Входной ток низкого уровня . . . . . . ... 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . 
Входной пробивной Т<Ж . • . ... 
Ток короткого замыкания 
Ток nотребnения при низком уровне выходного 
напряжения . . . . .... 
Ток потребления пр111 высоком уровне выходного 
.. аnряжения .............. . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выключении 

К136ЛР1 

5 В± 5% 
с; 0,3 В 
) 2,4 В 

с; 0,35 мА 
с; 20 мкА 
с; 0,2 мА 
-3 -20 мА

с; 5,7 мА 

< 2,7 мА 
с; 35 нс 
с; 45 нс 

Микросхема представляет собой 2 логических элемента 
2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый no ИЛИ. Корпус типа 401.14-4.
масса не более 0,45 г.

Yc11011t1oe rраФичесtсое обо,наченме 
К136ЛР1 
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Назначение выводов: 1- вход Х5; 2-вход Х1; 3- вход Х2; 
4 -вход ХЗ; 5 -ВХОД Х4; б -выход У1; 7 - общий; 8 -выход 
У2; 9 -вход Х7; 10 -вход ХВ; 13 - вход Хб; 14 - напряжение 
питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . .... . 
Выходное напряжение низкого уровня .......... . 
Выходное напряжение высоt<ого уровня .. ..... . 
Входной ток низкого уровня ................... . 
Входной ток высокого уровня . . . ............. . 
Входной пробивной ток . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Ток короткого замыкания ...................... . 
Средний ток потребления ..................... . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержt<и распространения при выключении 

К136ЛР3 

5 В± 5% 

(0,3 в 

�2.4 В 

-. 0,35 мА 

< 20 мкА 
..; 0,2 мА 
-4 .. -13 мА
<2 мА 
(60 нс 
(60 нс 

Микросхема представляет собой логический элемент 
2-2-2-ЗИ-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ. Корпус
тмnа 401.14-4, масса не более 0,45 г.
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Условное графическое обо�наченме К136ЛРЗ 
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На3начение выводов: f - вход Х 1; 2 - вход ХЗ; З - вход 

Х4, 4 - вход Х7; 5 - вход ХВ; 6- вход Х9; 7 - общий; 8-
выход У; 9- вход Х5; 10- вход Хб, 13- вход Xl;-14- напря­
жение питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ......... , ... . 
Выходное напряжение низкого уровня ......... . 
Выходное напряжение высокого уровня ........ . 
Входной ток низкого уровня . . . . . . . ........... . 
Входной ток высокого уровня .................. . 
Входной пробивной ток ....................... . 
Ток короткого замыкания ...................... . 
Средний ток потребления .................... . 
Время задержки распространения при вкпючении 

Время задержки распространения при выключении 

К136ЛР4 

5 В± 5% 
(0,3 В 

;> 2,4 В 
< 0,35 мА 

< 20 мкА 
< 0,2 мА 

-4 ... -13 мА

< 1,9 мА
(60 нс
<: 105 нс

Микросхема представляет собой логический элемент 4-4И-
2ИЛИ-Н Е с возможностью расширения no ИЛИ. Корпус типа 
401.14-4, масса не более 0,45 r. 

z,, 

z1Z 

ltJ j 

z,•

Zs 10

z, t1 

Z7 tZ 

z, 1J

. , 

, 

• h

,сnовное rрефмческое обо2н11чение К136ЛР4 

Назначение выводов: 1- вход Х1; 2 - вход Х2; 3- вход Х3; 

4-входХ4; /-общий; В-выход У; 10-входХ5; 11-входХб;
12- вход Х7; 13- вход ХВ; 14 - напряжение питания.
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Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . 
Выходное напряжение низl(оrо уровня . 
Выходное напряжение высокого уровмя 
Входной ток низкого уровня 
Входной ток высокого уровня .. 
Входной пробивной ток . . . . 
Ток короткого замыкания 
Средний ток потребления . 
Время задержки распространения при Вl(Лючении 
Время задержки распространения при вь�ключен..�и 

К136ТВ1 

5 В :t 5% 

< 0,3 В 
;;а 2.4 В 

< 0,35 мА 
< 20 мкА 

с; 0,2 мА 
-4 -13мА 

< 1 мА 

< 60 нс 
с;; 60 нс 

Микросхема представляет собой JK-тpиrrep с логи1<ой на вхо­
де Э И. Корпус типа 401.14-4, масса не более 0,45 r. 

Назначение выводов: 2 - вход установки единицы, З - вход 
J1; 4 - вход J2; 5 - вход JЗ; 6- выход Q; 7 - общий; 8 - выход 
О; 9 - вход К1: 10 - вход К2. 11 - вход КЗ, 12 - вход синхрони­
зации: 13- вход установк�,1 нуля; 14- напряжение питания. 
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Электрические параметры 

номинальное напряжение питания . . . . . . . . 
выходное напряжение низкого уровня ........ . 
Выходное напряжение высокого уровня . . ..... . 
входной ток Н"4ЗКОГО уровня: 

по входам J и К ....................... . 
no входам «синхронизация», «установка нуля» 
и «устаноВJ<а единицы» ... .............. . 

входной ток высокого уровня. 
по входам J и К . . . . . . . . . . . . . 
по входам «синхронизация», «установка нуля» 
и «устаноВt<а единицы» . . . . . . . . . . 

Входной пробивной ток 
по входам J и К . . . . . . . . . ...... . 
по остальным входам . . . . . . . . . . . . ....... . 

Ток короткого замыкания ...................... . 
Ток потребления . . . ......................... . 
Время задержки распространения при включении 
Время задержки распространения при выключении 

К136ТМ2 

5 В± 5% 

, 0,3 В 
) 24 В 

( 0,35 мА 

, О.7 мкА 

, 20 мкА 

( 60 мкА 

( 0,2 мА 

с; 0,6 мА 
-5 ... -20 мА
( 3,6 мА

с; 100 нс 
с; 70 нс 

Микросхема представляет собой 2 О-триггера. Корпус типа 
401.14-4, масса не более 0,45 г. 

Усnо11НОе rр11фмческое обспначенме К136ТМ2 

На:;начение выводов: 1- вход установки нуля R1; 2- вход 
01; 3- вход синхронизац1,1и Cf; 4- вход установки единицы; 
5- выход 01; 6- выход 01; 7- общий; 8- выход Q2; 9-
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выход 02; 10 - установка единицы S2; 1 t - вход синхронизации 
С2, 12- вход D2; 13- вход установки нуля R1; 14- напряже­
ние питания. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Входной ток низкого уровня: 

по информационным входам и входам «уст-а-
новка единицы» .......... . 
no входам С и «установка нуля• 

Входной ток высокого уровня: 
no информационным входам ... 
no входам С и «установка единицы» ......... . 
no входам •установка нуля» . . . . . . ....... . 

Входной пробивной ток . . . . . . . . . ...... . 
Ток короткого замыкания . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Ток потребления ............................ . 
Время задержки распространения nри включени и 
Время задержки распространения при выключении 

К136ТР1 

5В ± 5% 
<О,3 в
) 2,4 В 

< 0,35 мА 
< 0,7 мкА 

< 20 мкА 
< 40 мкА 
, 60 мкА 
< 0,2 мА 
-э .. -20 мА
< 7,2 мА 
< 100 нс
<80 нс

Микросхема представляет собой RS-триггер с ЛОfикой ЗИ на 
входе. Корпус тиnа 401.14-4, масса не более О, 45 r. 

Усло11НОе rрафмческое обозначенме К136ТР1 

Назначение выводов: 2- вход установки нуля R1; З - вход 
S1; 4- вх0д S2, 5- вход SЗ; 6- выход Q; 7- общий; 8-

ВЫХОД Q; 9- вход R1; 10- вход R2; 11- ВХОД RЗ; 12- вход 
синхронизации С; 13 - вход установки единицы S 1; 14 - напря­
жение питания. 
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Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ............. . 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . .. 
Выходное напряжение высокого уровня ........ . 
Входной ток низкого уровня: 

по входам R и S .......................... . 
по входам «синхронизация», «установка еди-
ницы• и «установка нуля» .................. . 

Входной ток высокого уровня: 
по входам К и S .......................... . 
по входам «синхронизация». «установка нуля» 

5 В :t: 5% 
< 0,3 В 
;;. 2.4 В 

<-0,35 мА 

(-1,2мкА 

< 20 мкА 

и «установка единицы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 40 мкА 
Входной пробивной ток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 0,2 мА 
Ток короткого замыкания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -3 ... -20 мА 

Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , З,6 мА 
Время задержки распространения при В1СЛючении ( 100 нс 
Время задержки распространения при вымючении , 80 нс 

Предельно доnустммые режимы 3ксnлуатации 

Напряжение источника питания ............... . 
Кратковременное напряжение источника 
питания (5 мс) .............................. . 
Постоянное напряжение на входе ............. . 
Напряжение на входе закрытой схемы ......... . 
Вытекающий входной ток: 

для JК-триггера .......................... . 
для RS-триггера . -........................ . 
для О-триггера ........................... . 

Длительность фрснта и среза входного импульса: 
для триггеров ............................ . 
для логических элементов ................. . 

Емкость нагрузки ........................... . 
Тепловое сопротивление кристалл-среда ...... . 
Температура окружающей среды ............. . 

(6 В 

(7В 

.--0.З В 

с; 5,25В 

(-10 мА 
(-1,2 мА 
<-0,8 мА 

< 150 нс-
< 500 нс 
< 150 пФ 
80 °С/ Вт 
-45 ... + 70 °С 
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Серия К137 

В состав серии К137 (ЭСЛ) входят тиnы· 
К137ИЛ1 - полусумматор; 
К137ИЛ2- полусумматор, 
К137ИЛЗ- полусумматор, 
К137ЛД1 -2 трехвходовых расширителя no ИЛИ, 
К137ЛД2-2 трехвходовых расширителя по ИЛИ: 
К137ЛЕ1 -2 логических элемента ЗИЛИ-НЕ: 
К137ЛЕ2 - 2 логических элемента ЗИЛ И-НЕ; 
К137ЛЕЗ- 2 логических элемента ЗИЛИ-НЕ; 
К137ЛМ1 -логический элемент ЗИЛИ-НЕ/ЗИЛИ с возмож­

ностью расширения no ИЛИ; 
К137ЛМ2-логический элемент ЗИЛИ-НЕIЗИЛИ с возмож­

ностью расширения no ИЛИ; 
К137ЛМЗ-лоrический элемент ЗИЛИ-НЕ/ЗИЛИ с повышен-

ной нагрузочной способностью; 
К137ЛМ4 -логический элемент SИЛИ-НЕI5ИЛИ; 
К137ЛМ5-логически� элемент 5ИЛИ-НЕt5ИЛИ; 
К137ЛМ6-логический элем�.нт ЗИЛИ-НЕ/ЗИЛИ с возмож-

ностью расширения по ИЛИ; 
К137ЛМ7 -логический элемент ЗИЛИ-НЕ/ЗИЛИ с повышен-

ной нагрузочной способностью; 
К137ЛМ8-логический элемент 5ИЛИ-НЕ/5ИЛИ; 
К137ТМ1 -О-триггер; 
К137ТР1 -триггер синхронный, 
К137ТР2-триггер синхронный. 

К137ИЛ1, К137ИЛ2. 

Микросхемы представляют собой полусумматор с нагрузоч­
ными резисторами на выходах Содержат 21 интегральный эле­
меliт. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 r 

l;азначемие ВЬ1ВОДОВ. 1- выход УЗ: 2, 3- BЫJ\OДt>I v1, 4 -
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вход Х1, 5 - вход Х2; 6- напряжение Иоn: 7 - напряжение пи­
тания; 8- вход ХЗ; 9- вход Х4; 10, 11 - свободные; 12, 13-

выходы У2.

Условное rрафмческое об03н-нме К137ИЛ1, К137ИЛ2 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ............ - 5 В :t 10%

Выходное напряжение низкого уровня ....•.... -1,45 ... -1,9 В 
Выходное напряжение высокого уровня . . . . . . . - О, 7 ... - 0,95 В 
Статическая помехоустойчивость . . . . . . . . . . . . . , О, 16 В 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 0,2 мА 
Ток потребления: 

К137ИЛ1 ................................ < 45 мА 
К137ИЛ2 ................................ ( 28 мА 

Время задержки распространения при вклю-
чении (выключении) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 8 нс 
Коэффициент разветвления по выходу ........ 15 

К137ИЛЗ 

Микросхема представляет собой полусумматор. Содержит 
20 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, масса не 
более 1 r. 

Zt /J 
HS z !/f 

Жz 5 1Z ft 
ЖJ 6 

:ry � 
f 

s J 

Усnоеное rраФ"чес�ое обо1>iа<ое,.,.е f113/ИЛ3 
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На�ачение выводов: 1- выход УЗ, 2- выход Yt; З, 10, 11, 
13 - свободные; 4- вход Х1; 5- вход Х2; б- напряжение Иоn ; 
7 - напряжение питания; 8 - вход ХЗ; g _ вход Х4, 12- выход У2; 
14- общий.

Электрические nараметрь1 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . - 5 В ± 10% 
Выходное напряжение низкоrо уровня ......... -1,45 ... -1,9 В 
Выходное напряжение высокого уровня ....... -0,7 ... -0,95 В 
Статическая помехоустойчивость . . . . . . . . . . . . ( О, 16 В 
Входной ток ВЫСОIСОГО уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 0,2 мА 
Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 28 мА 
Время задержки распространения при вклю-
чении (выключении) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 8 нс 
Коэффициент разветвления no выходу . . . . . . . . 15 

К137ЛД1, К137ЛД2 

Микросхемы представляют собой 2 трехвходовых расшири­
теля по ИЛИ. Содержат 6 интегральных элементов (транзисто­
ров). Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г.

1 !Н 

z jz 

Усnоеноеrрафмчес«ое обо�начение К137ЛД1, К137ЛД2 

Назначение выводов: 1 - выход У1; 2- выход У2; З - вход Х1; 
4- вход Х2; 5- вход ХЗ; б, 11, 14- свободные; 7 - подложка;
8- вход Х4; g - вход XS; Ю - вход Хб; 12 - выход УЗ, 13 -
выход У4.

Электрические параметры 

Входное напряжение. 
К137ЛД1 

К137ЛД2 
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Входной ток высокого уровня .............. . 
Ток утечки базы .......................... . 
Ток утечки коллектора . . . . . .... ....... . 

К137ЛЕ1, К137ЛЕ2 

< 0,2 мА 
< 1 мкА 
< 5 мкА 

Микросхемы представляют собой 2 логических элемента 
ЗИЛИ-НЕ с нагрузочными резисторами на выходах. Содержат 22 
интегральных элемента. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г. 

Yt 

Vt 

Ytnoll№e графическое обо,н-- К137ЛЕ1, К137ЛЕ2 

Назначение выводов: 1, 2- выходы У1; 3- вход Х1; 4-
вход Х2; 5 - вход ХЗ; б - напряжение Uon: 7 - напряжение пи­
тания; 8 - вход Х 4; 9 - вход Х5; 10 - вход Хб; 11- свободный; 
12, 13- выходы У2; 14- общий. 

Электрические nараuетры 

Номинальное напряжение питания ............ - 5 В± 10% 
Выходное напряжение низкого уровня ......... -1,45 ... -1,9 В 
Выходное напряжение высокого уровня .... .. -0,7 ... -0,95 В 
Статическая помехоустойчивость ............. < 0,16 В 
Входной ток высокого уровня . . . . . . . . . . . . . . . < 0,2 мА 
Ток потребления: 

К137ЛЕ 1 . . . . . . . . . . . .......... < 25 мА

К137ЛЕ2 ............ ... ...... ......... < 45 мА

Время задержки распространения при вклю-
чении (выключении) ............... . 
Коэффициент разветвления по выходу 
Коэффициент объединения по выходу: 

<6 нс 
15 

К137ЛЕ1 . . . . . . . . . . . . . . . 5 
К137ЛЕ2 . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 
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К137ЛЕЗ 

Микросхема представляет собой 2 логических элемента 
ЗИЛИ-НЕ Содер11<ит 19 l!'нтегральных элементов. Корпус ти11а 
201 14-1 масса не более 1 г. 

Z1 1 f 

'Z; ll z 
!lt 

z1 5

:t� 8 

rs 9
'2 

Vt 

z, 10 

Услоеное rрафическое обо3начение К137ЛЕ3 

Наэна4ение выводов: 1. 11, 13- свободные; 2- выход У1

З - вход Х 1; 4 - вход Х2; 5 - вход ХЗ; 6 - напряжение Uon: 7 -
напряжение питания, 8- вход Х4; 9- вход Х5; 10- вход Хб· 
12 - ВЬIХО,11 У2: 14 - общий 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное tfаnряжение высоl(оrо уровня 
Статическая помехоустойчивость 
Входной TOI( высокого уровня 
Ток потребления 
Время задержки распространения при вклю­
чении (выключении) . . . . . . . ... 

•Коэффициент разветвления по выходу
Коэффициент объединения по выходу

К137ЛМ1, К137ЛМ2 

- 5 В± 10%
-1.45 .. -1.9 В
-0.7 ... -0,95 В
с; 0,16 В
< 0,2 мА
с; 25 мА

< 6 нс 
15 
5 

Микросхемы представляют собой логический элемент ЗИЛИ­
НЕ/ЗИЛИ с возможностью расширения no ИЛИ и нагрузо4ными 
резисторами на выходах. Содержат 17 интегральных элементов. 
Корпус типа 201.1+1, масса не более 1 r. 

Назначение выводов· 1 2- выходы У2· 3, 4 - свободные
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s- вход Х4; 6- напряжение UOf1; 7- напряжение питания; 8-

входХ1; 9-входХ2; 10-входХЗ; 11-входХS; 12, 13-выхо­

ды У1; 14- общий.

Z7 е 

Zl g 
� 10 

z.,, s 

zs 
11 

1] 

� 
А 

8 !lz 

Ус:nоеное rрафмчес:кое обожаченм К137 ЛМ1, К137ИЛМ2 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ............ -5 В :t 10% 
Выходное напряжение низкого уровня ......... -1,45 ... -1,9 В 
Выходное напряжение высокого уровня ......• -0,7 ... -0,95 В 
Статическая помехоустойчивость . . . . . . . . . . . . . , 0, 16 В 
Входной ток высокого уровня ................ , , 0,2 мА 
Ток потребления: 

К137ЛМ1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 15 мА 
К137ЛМ2 ................................ < 35 мА 

Время задержки распространения при вклю-
чении (выключении) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:; 6 нс 
Коэффициент разветвления no выходу ........ 15 
КозФФициент объединения no выходу. 

К137ЛМ1 .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . 5 
К137ЛМ2 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 

К137ЛМЗ 

Микросхема представляет собой логический злеме�т ЗИЛИ­
НЕ/ЗИЛИ. Содержит 21 интегральный злеt.4ент. Корпус типа 
201.14-1, масса не более 1 г. 

Назначение выводов: 1, 14 - общие, 2, З -выходы У2; 4, 
5 - вь1>.о.nо1 У 1; б - напряжение UOfl, 7 - напряжение nита­
н.-1я 8 9 13- свободные, 10- вход Х1, 11 - вход Х2; 12-

вход хз 
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Усло11t1ое графическое обожече111М1 К137ЛМЗ 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . - 5 8 1 10% 
Выходное напряжение низкого уровня . . . . . . . . . -1,45 .. - 1,9 В 
Выходное напряжение вь1сокого уровня ....... -0,7 ... -0.95 В 
Статическая помехоустойчивость ............. ( 0,16 8 
Входной ток ВЫСОl(оrо уровня ................. ( 0,2 мА 
Тс»с потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � 50 мА 
Время задержки распространения при вкnю-

чении (выключении) ......................... ( 7 нс 
Коэффициент разветвления по выходу . . . . . . . . 100 
Коэффициент объединения no выходу ......... 15 

К137ЛМ4, К137ЛМ5 

Микросхемы представляют собой логический элемент 
5ИЛИНЕ/5ИЛИ с нагрузочными резисторами на выходах. Содер,­
жат 18 интеrрельных элементов. Корпус типа 201.14-1, масса не 
более 1 r. 

r, 1 fZ 9f • 

Zz. 11 

Zs I 
GТYt z. 9

zs 1� 

Усnоеное rр8ФМЧ8Q(Dе об0211-... е К137ЛМ4, К137ЛМ5 

Назначение выводов: 1, 2- выходы У2: З- вход Х1; 4-
вход Х2; 5, 11 - свободные: б - напряжение Uon; 7 - наnряже­
нме питания; 8- вход ХЗ; 9- вход Х4: 10- вход Х5; 12; 13-
выходы У1.; 14- общий 
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Эnектрмчес«ие параметры 

Номинальное напряжение питания ............ -5 В :t 1 0% 
Выходное напряжение низкого уровня: 

К137ЛМ4 ................ ................ -1,34 .. -1,9 В 
К137ЛМ5 •............................... -1,45 ... -1,9 В 

Выходное напряжение высокого уровння . . . . . . -0,7 ... - 0,95 В 
Статическая помехоустойчивость . . . . . . . . . . . . . < О, 16 В 
Входной ток высокого уровня ................. < 0,2 мА 
Ток потребления: 

К137ЛМ4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 15 мА 
К137ЛМ5 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 35 мА 

Время задержки распространения при вклю-
чении (выключении) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 6 нс 
Коэффициент разветвления по выходу . . . . . . . . 15 
КоЭФФициент объединения no выходу: 

К137ЛМ4 ................................ 5 
К137ЛМ5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

К137ЛМ6 

Микросхема представляет собой логический элемент ЭИЛИ­
НЕ/ЭИЛИ с возможностью расширения по ИЛИ. Содержит 15 ин­
тегральных элементов. Kopnyc типа 201.14-1, масса не более 1 г. 

, 
IJt

Усnоеное rрафмчеекое обо3Н8'18"1М К137ЛМ8 

Назначение выводов: 1- выход У2; 2, З, 4, 13-свободные: 
5 - вход Х4; б- напряжение U00; 7 - напряжение питания: 8-
вход Х1; 9- вход Х2; 10- вход ХЗ; 11- вход Х5; 12- ВЬIХОД

У1; 14- общий. 
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Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение низкоrо уровня 
Выходное напряжение высокого уровня 
Статиuеская помехоустойчивость . 
Входной ток высокого уровня ....... •. . .... . 
Ток потребления . ......... ..... . 
Время задержки распространения r,ри вклю-
чении (выключении) . . . ........ . 
Коэффициент разветвления по выходу . . . . .. . 
Коэффициент объединения по выходу . . . ... . 

К137ЛМ7 

-5 В :t 10%
-1,45 ... -1,9 В
-0.7 ... -0,95 В
(0, 168'
( 0,2 мА
, 15 мА

(6 нс 
15 
5 

Микросхема представляет собой логический элемент ЗИЛИ-­
НЕ/ЗИЛИ с повышенным коэффициентом разветвления. Содер­
жит 19 интегральных элементов Корпус типа 201.14-1, масса не 
более 1 г. 

Усnовное rрафИЧескоа обо�наченма 
К137ЛМ7 

Назначение выводов: 1, 14 - общие: 2- выход У2; З, 5, 8, 9, 

13 - свободные; 4 - вьrход У1. 6 - напряжение UOfl; 7 - напря­
жение питания; 10 - вход Х1; 11 - вход Х2: 12 - вход ХЗ. 

Электрические параметры 

tiо�инальное напряжение питания ... 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное наnряжение высокого уроен� 
Статическая помехоустойчивость ..... . 
Входной ток высокого уровня ..... ..... . 
Ток nотребления ..... ..................... . 
Время задержки распространения при включе-
нии (выключении) . . . . . . . . . . . .............. . 
Коэффициент разветвления по выходу ....... . 
Коэффициент объединения по выходу ........ . 
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,зо мА

, 7 нс 
100 
2 



К137ЛМ8 

Микросхема представляет собой логический элемент 5ИЛИ­
НЕ/5ИЛИ. Содержит � 7 интегральных элементов. Корпус типа 
201.14-1, масса не более 1 г. 

Ycno11Юt rрафмчее!СDI ООо�начен• 
К137ЛМ8 

z,, f 

Zz 
4

Zs I

Zf' 
irs f 

fl" 

,_ 

Назначение выводов: 1 - выход У2; 2, 5, 11, 1 З - свобод· 
ныв; 3- вход Х1; 4- вход Х2; 6- напряжение Uon; 7- наn�эя­
жение питания: 8- вход ХЗ; 9- вход Х4; 10- вход Х5: 12-
еыход У1; 14 - общий. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ............ - 5 В :t 10% 
Выходное напряжение ни�кого уровня ......... -1,45 ... -1,9 В 
Выходное напряжение выссжого уровня ....... -0,7 ... -0,95 В 
Статическая nомехоустойчивостъ .....•....... < 0,16 В 
Входной ток высокого уроеня . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,2 мА 
Ток потребления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 15 мА 
Коэффициент разветвления no выходу ........ 15 
Коэффициент объединения no выходу . . . . . . . . . 5 

К137ТМ1 

Микросхема представляет собой О-триггер. Содержит 39 ин­
тегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г 

Ycn_, rрафмческое обспначенме 
К137ТМ1 

, J i z ( 

tf 
Cz 

,z 
Ci 
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Назначение выводов: 1, 14-общие; 2, 3- выходы Q; 4, 5-
выходы О; 6- напряжение Uon; 7 - напряжение питания; 8 -
вход D; g, 13- свободные; 10- вход С1; 11- вход С2; 12-
вход СЗ. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . • . . .. 
Выходное напряжение высокого уровня .....•. 
Статическая помехоустойчивость . ...... •..... 
Входной ток высокого уровня ................ . 
Ток потребления •........................•.. 
Время задержки распространения при вклю­
чении (выключении) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Коэффициент разветвления по выходу ...... . 
Коэффициент объединения по выходу ......•.. 

К137ТР1 

-5B:t:10%
-о.7 ... -О.95 в
< 0,16 В
(0.2 мА
<55 мА

< 12 нс 
100 
2 

Микросхема представляет собой синхрсжный RS--тpиrrep с 
нагрузочными резисторами на выходах. Содержит ЗО интеграль­
ных элементов. Корпус типа 201.14--1, масса не более 1 г. 

, 

н 

Уе.nоеное rрафм<1еекое o<I03H11'4etitle K13TTPt 

Назначение выводов: 1, 14-общие; 2, З- выходы Q; 4, 5-
инверсные выходы Q; б - напряжение Uon: 7 - напряжение пита­
ния; 8-еходS; 9, 13-свободные: 10-вход S; 11, 12-входы R

Электрические параметры 

Номинальное t'аnряжение питания ..........•. - 5 В :t 10% 
Выходное наnряжение низкого уровня . . . . . . . • . -1,45 ... - 1,9 В 
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выходное напряжение высокого уровня ....... -0,7 ... -0,95 В 
Статическая помехоустойчивость . • . ......... <: О, 16 В 
входной ток еысокоrо уровня . . . . . . . . . . . . • . . . . <: 0,2 мА 
Ток потребления ....•.....•................. <: 55 мА 
Время эадержки распространения при вклю-
чении (выключении) . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . <: 7 нс 
Коэффициент разветвления no выходу ........ 100 
Коэффициент объединения no выходу . . . . . . . . . 2 

К137ТР2 

Микросхема представляет собой синхронный RS-тpиrrep. Со­

держит 28 интегральных элементое. Корпус типа 201.14-1, масса 
не более 1 r. 

Vcnoeнoe rp11ф1Nectcoe обо3Н11ЧеН11t К137ТР2 

Наsначение выводов: 1, 14- общие; 2- выход О; З, 5, 9, 
13- свободные; 4- выход Q; 6- напряжение Uon; 7 - напря­
жение nитан..я; 8, 10- входы S; 11, 12- входы R.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . - 5 В ± 10% 
Выходное напряжение низкого уровня ......... -1,45 ... - 1,9 В 
Выходное напряжение высокого уровня ....... -0,7 ... -0,95 8 
Статическая помехоустойчивость . . . . . . . . . . . . . <: О, 16 В 
Входной ток высокого уровня ................. <: 0,2 мА 
Ток потребления ............................ <: 38 мА 
Время задержки распространения nри вклю-
чении (выключении) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <: 7 нс 
Коэффициент разветвления no выходу . . . . . . . . 100 
Коэффициент объединения no выходу . . . . . . . . . 2 
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Серия К138 

В состав серии К138 (ЭСЛ) входят тиnы. 
К1Э8ЛЕ1 - 4 логических элемента 2ИЛИ-НЕ, 
К138ЛК1 - 2 логических элемента 2-2ИЛИ-2И/2-2ИЛИ-2И-НЕ: 
К1Э8ЛЛ1 - 4 лоrических элемента 2ИЛИ; 
К1Э8ЛМ1 - логический элемент 8ИЛИ-НЕМЛИ; 
К138ЛМ2- 2 логических элемента 4ИЛИ-НЕМЛИ, 
К1 З8ЛП 1 - дифференциальный приемник сигнала с линии; 
К138ЛС1 - логический элемент 4-З-З-ЗИЛИ-4И; 
К138ЛС2- 2 логических элемента 2-ЗИЛИ-2И; 
К1Э8ТМ1 - триrrер О-типа; 
К1 Э8ТМ2 - 2 триrrера D-тиnа. 
К1Э8ТР1 - тригrер RS-типа. 
К138ХЛ1 - 2 логических элемента ИЛИ/И-НЕМЛИ 

К138ЛЕ1 

Микросхема представляет собой 4 логичвских элемента 
2ИЛИ-НЕ. Содержит 44 интегральных элемента. Корпус типа 
201.14-1, масса не более 1 r. 

YtnolllfOe rреф!Nеское оОожачение K13aJIE1 
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На3>i&'4ение выводов: 1- выход У1; 2 -вход Х1; 3- Е.'�А 
Х2; 4- вход ХЗ: 5- вход Х4; 6- выход У2; 7- наnряж,е,.. 
nитан.-�я. 8 -выход УЗ: 9 -вход Х5; 10 -вход Х6; 11 -вход Х7" 
12-входХВ; 13-выход У4; 14-общий.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ......... . 
Выходное напряж�ние низкого уровня ...... . 
Выходное напряжение высокого уровня ...•. 
Ток потребления ......................... . 
Среднее время задержки распространения .. 
Коэффициент разветвления no выходУ 

К138ЛК1 

- 5 В :t:5%
-1,58 ... -1,85 В
-о.в ... -0,98 В
<-44 мА
< Э,5 нс
100

Микросхема представляет собой 2 логических элемента 
2-2ИЛИ-2И/2И-2ИЛИ-2И-НЕ. Корпус тиnа 201.14-1, масса не бо-­
лее 1 г

Ycno11tOe rрафмчеекое об02начение к1залк1 

Назначение выводов: 1- вход Х1; 2-вход Х2; 3- вход ХЗ; 
4- вход Х4, 5- выход У2; 6- выход У1; 7- напряжение пита­
ния; 8- выход УЗ; 9- выход У4; 10- вход Х5; 11 - вход Х6;
12- вход Х7; 13- вход ХВ; 14-общий.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ......... . -5 В ±5% 
Выходное напряжение низкого уровня ...... . -1,6 ... -1,85 В 
Выходное напряжение высокого уровня .... . - 0,8 ... -0.96 В 
Выходное пороговое напряжение низкого 
уровня .................................. . <-1,58 В 
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Выходное noporoвoe напряжение выСОt<ого 
уровня •.............................. •• · · 
Ток потребления .......................•.. 
Среднее время задержки распространения 

К138ЛЛ1 

)-0,98 В 
<-24 мА 
< 5 нс 

Микросхема представляет собой 4 логических элемента 
2ИЛИ. Содержит 44 интеrральных элемента. Kopnyc типа 201.14-1,
масса но более 1 г. 

f 
!lt 

6 
1,

, !11 

11 V,, 

Назначение выводов: 1- выход У1; 2- вход Х1; 3- вход Х2;
4 - вход ХЗ; 5 - вход Х4; 6- выход У2; 7 - напряжение пита­
ния; 8 - выход УЗ; g - вход Х5; 10 - вход Хб; 11 - вход Х7;
12- вход ХВ; 13- выход У4; 14- общий.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания .......•.. 
Выходное напряже ние низкого у ровня ...... . 
Выходное напряжение высокого уровня .... . 
Ток потребления ......................... . 
Среднее время задержки распространения .. 
Коэффициент разветвления no выходу 

К138ЛМ1 

-5 В ±5%

- 1,58 ... -1,85 В
- 0,8 ... - 0,98 В

<-44 мА

< 3,5 нс 
100 

Микросхема представляет собой лоrическмй элемент 8ИЛИ­
НЕ/8ИЛИ. Содержит 20 интегральных элементов. Корпус типа 
201.14-1, масса не более 1 r. 
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Назначение выводов: 1- выход У1; 2, 13- свободныэ: 3-

вход Х1; 4 - вход Х2; 5 - вход ХЗ; б - вход Х4; 7 - напряжение 
питания; 8- вход Х5; 9- вход Хб; 10 - вход Х7; 11 - вход ХВ; 

12- выход У2; 14 - общий.

z, ! , 

Zz � 
Zs 5 
z.,, 

ж, в 
z, 1 
z, .,, 
z, ,,

Усnовное rpaфlNecltOI оfSо,Н8Чен111 К137ЛМ1 

ЭлектричесtСИе nараметрЫ 

Номинальное напряжение питания ......... . 
Выходное напряжение ниэкоrо уровня ...... . 
Выходное напряжение BЫCOJ(Ol"O уровня .... . 
Ток потребления ......................... . 
Среднее время 38держки распространения .. 
Коэффициент разветвления по выходу ..... . 

К138ЛМ2 

-5 В :t:5%

- 1,58 ... -1,85 В

-0,8 ... -0,98 8

<-11 мА
<5 нс
100

Микросхема представляет собой 2 nоrических элемента 
4ИЛИ-НЕ/4ИЛИ. Содержит 26 интеrральных элементов. Kopnyc 
типа 201.14-1, масса не более 1 r. 

Усnо1НО1 rрафмчкесое об�е К13SЛМ2 
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НазначЕЖие выводов: 1 -ВЫ>tОД У1. 2 -выход У2. 3 -вход 
Х1; 4 -вход Х2; 5 -вход ХЗ; б -вход Х4; 7 -наnрЯжение пита­
ния: 8-входХ5; 9-входХб; 10-вход Х7. 11 -входХВ. 12-
выход У4; 13- ВЫХОД УЗ; 14- общий. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . 
Выходное наnрЯжение низкого уровня .... 
Выходное напряжение высокого уровня 
Ток потребления ..................... . 
Среднее время задержки распространения 
Коэффициент разветвления по выходу 

К138ЛП1 

- 5 В ±5%
- 1,58. -1,85 ё
- о.в .. -0,98 В
<;-22 мА

<; 4,5 нс 
100 

Микросхема представляет собой дифференциальный nрием­
ни1<. сигнала с линии. Содержит 24 интегра,r,ьнь1х элемента Koo­
nyc тиnа 201.14-1, масса не более 1 r. 

VCIIOIIН08 rрафмческое oб03HIЧ8HIJl8 К138ЛП1 

Назначение выводов: 1 - выход У1; 2- вход Х 1. З - вход У� 
4 - вход ХЗ; 5 - вход Х4; б- выход У2; 7- напряжение пита­
ния; 8 - выход УЗ; 9 -вход Х5; 10 -вход Хб; 11 -вход )П 
12- вход ХВ; 13- выход У4; 14- общий.

Электрические параметра., 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . 
Выходное напряжение низкого уровня .... . 
Выходное нвnряжение высокого уровня .... . 
Ток nотребленИА ......................... . 
Среднее время задержки- распространения .. 
Коэффициент разветвления по выходу 
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-5 В ±5%
- 1,58 ... -1,85 Б
- 0,8 ... - 0.98 В
<-40 мА
<; 3,5 нс
100



К138ЛС1 
• 

МиКРОСхема представляет собой логический э.neuetiт 4-3-З. 
3ИЛИ-4И. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г. 

1 9 

YCIIOIН08 rрафмческое о0О,НIЧ8Ю!8 1(13МС1 

Назначение выводов: 1-выход У; 2-входХ1; Э-входХ2, 
4 -вход ХЗ; 5 -вход Х4; б -вход Х5; 7 -наnряжение питаliИЯ 
9- вход Хб; 9 -вход Х7; 10 -вход Х8; 11 -BXOll Х9, 12 -вход
)(10 13-входХ11; 14-общий.

Электрические параметры 

Номи11альное напряжение питания 
Зыходное напряжение ни3Коrо уровня .. 

Выходное наnряжен111е высокого уровня 
Выходное пороговое наnряжеtiие 
низкого уровня .. 
Выходное пороговое наnряжение 
эысокого уровня . . . . . . . . ........... . 
r ок потребления . . . . . . . . . . ............. . 
Среднее время задержки расnространения .. 

К138ЛС2 

- 5 В :t5°�
-1.6. -2В
- о.в. -0.96 В 

<-1,58 В 

)-0,96 В 
<-48 мА 
< 5 нс 

Микросхема представляет собой 2 логических элемеtiТ8 2-
ЗИЛИ-2И. Корпус тиnа 201 14-1. масса не более 1 г. 

Назначение выводов: 1- вход Х1; 2-вход Х2; 3- вхоа ХЗ. 
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4-вход Х4; 5- вход Х5; б- выход У1; 7-напряжение пита­
ния; 8 -выход У2; 9 - ВХОД Хб; 10 -вход Х7; 11 - вход Х&;
12-вход Х9; 13-вход Х10-, 14-общий.

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ......... . 
Выходное напряжение низкого уровня ...... . 
Выходное напряжение высокого уровня .... . 
Выходное пороговое напряжение 
низкого уровня ........................... . 
Выходное пороговое напряжение 
высокого уровня ......................... . 
Ток потребления ......................... . 
Среднее время задерЖIСИ распространения .. 

К138ТМ1 

- 5 В :t58/4
-1,6 ... -1,85 В
- 0,8 ... -0,98 А

(-1,58 В 

>-О,98 В 
(-24 мА 
< 5 нс 

Микросхема представляе т собой D-тpиrrep. Содержит 34 ин­
тегральных элемента. Корпус тиnа 201.14-1, масса не более 1 г. 

I � 

• с

11 s 

Ус:nо1НОе rрефмчес:tСОе обо,наченме К13SТМ1 

На:sначение выводов: 1, 14-общие; 2, 8, 9, 10, 13-свобод­
ные; З -выход Q; 4- вход С; 5 -вход R; 6 - вход D; 7 -на­
пряжение питания; 11 -вход S; 12 -выход О. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ......... . 
Выходное напряжение низкого уровня ...... . 
Выкодное напряжение высокого уровня .... . 
Теж потребления ......................... . 
Среднее время задержки расnро<:транения .. 
КоэффициеttТ ра:sветзления по выходу 
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-5 В ±5%

-1,58 ... -1,85 В

- 0,8 ... -0,98 В
<-ЭО мА 
< 7 нс 
100 



К138ТМ2 

Микросхема представляет собой 2 0-триrrера. Корпус типа 
201.14-1, масса не более 1 г. 

Назна�енме выводов: 1- вход Х1; 2- вход Х2; 3- вход ХЗ-

4, 10- свободные; 5 - выход У1; 6- выход У2; 7 - напряже­
ние питания; 8- выход У4; 9- выход УЗ; 11 - вход Хб; 12-
вход Х5; 13- вход Х4; 14- общий. 

Эnектрмческме nараметры 

Номинальное напряжение питания ......... . 
Выходное напряжение низкого уроеня ...... . 
Выходное напряжение высокого уровня .... . 
Выходное пороговое напряжение низкого 
уровня .................................. . 
Выходное пороговое напряжение высокого 
уровня .................................. . 
Ток потребления ......................... . 
Среднее время задержки распространения .. 

К138ТР1 

-5 В :t5%

- 1,6 ... -1,85 В

- 0,8 ... -0,96 В

(-1,58 В 

>-0,98 В 
(-24 мА 

< 7 нс 

Микросхема представляет собой RS-триrтер. Содержит 35 ин­
тегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г. 

Назначение выводов: 1, 14- общие: 2, 6, 8, 9, 10, 13 - сво­
бодные; З- выход О; 4 - вход С; 5 - вход R 7 - напряжение 
питания; 11 - вход S; 12 - инверсный выход О. 
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tсnавное rpaфlll"ecкoe обозна'lеttме К1 ЗSТР1 

Электрические nараметрь1 

Номинальное наnряжен�,1е n111тания .. 
Выходttое 11аnряжение ,..,.экого уровня 
Выходное чаnряжение высокого уровня 
Ток потребления 
Cpeдttee время за дер)l(J(И распространения 
Коэффициент разветвления по выходу 

К138ХЛ1 

-5 В %5%

- 1,58 -1,85 В
- 0,8 -0,98 В
с.-30 мА
< 7 нс
100

Ми1Сросхема представляет собой 2 логических эле,..ента 
Исключающее ИЛИ/И-НЕ/ИЛИ Корпус типа 201 14-1, масса не 
более 1 г 

(J1 
!JZ 
':/] 

Уиювное rраФО"-еское обоз"а1ое1<,.. 1(138)(/11 

HaЭ>i8чetoi,1e выводов 1- выход У1 2- вход Х2. 3- вход 
Х1. 4 10-свободные, 5- выход У2 б- выход УЗ. 7- наnря­
хе.,.,.е п..-тания, 8 - выход Уб. 9 - выход У5: 11 - вход ХЗ. 12 -
ахо.а Х4· t3 _ выход У4 14- общ�,1.:t 



Эnектрическме параметры 

номинальное напряжение питания 
Выходное напряжение низкого уровня 
Выходное напряжение высокого уровня . 

Выходное nороговое напряжение низкого 

уровня ...... ......... . .  . 
Выходное noporoeoe напряжение высокого 

уровня . . . . . . ...... . 
Ток nотребле1-1ия ..... . 
Среднее время задерЖJ<И распространения 

-5 В :t5%
-1,6 .. -1,85 В
- 0,8 ... -0,96 В

<-1,58 В 

>-0,98 В 
<-24 мА 
( 5 НС 



Серия К139 

В состав серии входят типы: К139РВ1 (старое обозначение 
К1ЯМ391) и К1ИДЭ91, предназначенные для работы в вычисли­
тельной технике и цифровой автоматике.

К1ИДЗ91 

Микросхема представляет собой элемент адресного деwиф. 
ратора ПЗУ для совместной работы с К1ЯМЗ91. Содержит 12 ин­
тегральных элементов. Корпус типа 401.14-1, масса не более 1 r. 

Назначение выводов: 1, 2, 6, 7, 9, 13- катоды диодов; Э, 5, 7, 
10, 12, 14- аноды диодов; 4 - общая точка соединения резисто­
ров R1-R4; 11-общая точка соединения реэисторов R5, Rб. 

Электрические параметры 

Прямое падение напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . < 1,2 В 
Обратное напряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 8 В 
Суммарный обратный ток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,8 мкА

Допустимая мощность рассеяния . . . . . . . . . . . . . < 40 мВт 
Значения сопротивления резисторов . . . . . . . . . . 4,8 ... 7,2 кОм 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . - 45 ... + 85 0С 

К139РВ1 (К1ЯМЗ91) 

Микросхема представляет собой диодную матрицу памяти на 
48 бит (6 х 8 бит) для накопителя ПЗУ. Содержит 48 интегральных 
элементов (48 диодов). Корпус типа 401.14-1, масса не более 1 r. 

Назначение выводов: 1- аноды диодов VD5, VD11, VD17, 
VD2З, vo2g, VD35, VD41, VD47; 2- катоды диодов VD 1- VDб; 
Э - катоды диодов VD 1 З - VD 1 В; 4 - катоды диодов VD25 -
VDЗO; 5- катоды ДИОДОВ VD37 - VD42; 8- аноды диодов VD2, 

VDB, VD 14, VD20, VD2б, VD32, VDЗB, VD44; 9 - катоды диодов
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VD43- VD48; 10 - катоды диодов VD31 - VОЗб; 11- катоды 
диодов VD1!J-VD24; 13-аноды диодов VD1, VD7, VD13, VD25, 
VD31, VD37, VD43; 14 - аноды диодов VDЗ, vog, VD15, VD21. 
VD27, VDЗЗ, VDЗ!J, VD45. 

Эnектрич�кие параметры 

Прямое падение напряжения на диоде ....... . 
Обратное напряжение ...................... .
Суммарный обратный ток ................... . 
Допустимая мощность рассеяния ............ . 
Суммарная емкость одной строки (столбца) .. . 
Суммарная емкость, измеряемая между всеми 
строками и столбцами при закороченных 
входах и выходах .........•............•.... 
Т емnература окружающей среды ...........•. 

(0,9 В 
<0,8 В 
, 2 мкА 
< 40 мВт 
(2 nФ 

< 10 пФ 
- 45 ... + As ·c
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Серии К140, КР140, КМ140, КФ140 

Ми1ЦХ>Схемь1 серий /(140, КР140 - операционные усилители 
(ОУ). представляют собой многоцелевые усилители постоянного 
тока обычно с двумя входами (инвертирующим и не!-1нвертирую­
щим). имеющие большой коэффициент усиления по напряжению, 
высокое вход"ое и низкое выходное сопротивления. Наличие 
больwого коэффициента усиления позволяет применять глубо­
кую отрицательную обратную связь и получать при этом характе­
рист111<11, которые будут определяться только внешними пассив­
ными эnемеtiтами цепи обратной связи. По способу компенсации 
дрейфа нуля разл11чают ОУ с параметрической компенсацией и с 
npoмell('fТO'IHЫM преобразованием сигнала (и'1пульсная стабили­
зация). т е типа МДМ (с модуляцией, последующим усилением и 
демодуляцией). 

В соответствии с целевым назначением ОУ подразделяются 
(rост 4 465-86) на усилители средней точности (универсальные 
или общего применения), быстродействующие, прецизионные, 
микРомощные (регулируемые), с высоким входным сопротивле­
нием, -..алошумящие, мощные, высоковольтные и многоканаль­
ные К ОУ средней точности относятся ИС типов К140УД1, 
К140УД2, К140УД5, К140УД6, К140УД7, К140УД16. 

Быстродействующие ОУ предназначены для создания раз­
личных устройств, требующих широкую полосу пропускания и вы­
сокую скорость нарастания выходного напряжения без сущес­
твенного ухудшения характеристик no постоянному току. Они от­
личаются от ОУ средней точности более высокими значениями 
скорости нарастания выходного напряжения и частоты единично­
rо усиления f1. Улучшение частотных свойств у них обеспечивает­
ся за счет увеличения режимных токов в каскадах, что, однако, 
nриводит к увеличению потребляемой мощности. К быстродей­
ствующим ОУ относятся ИС тиr,ов К140УД11, К154УД2, К154УД4. 

Прецизионные ОУ предназначены для применения в кон­
трольно-измерительноit аппаратуре для работы с сигналами ма­
лсrо уровня, 11меют -..аnые 314ачения на11Р11жен�я смещения нуля.. 
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дрейфа Ис:18 и входного тока от температуры и во времени, высо­
кие коэффициенты подавления си11фазного сигнала и усиления, 
низ�е уровttи шумов. Они имеют улучшенные показатели темпе­
ратурных коэффициентов основнь,х параметров. К прецизионным 
ОУ относятся ИС типов К15ЗУД5, К140УД17. 

Микромощные ОУ (в том числе nрограммир}!емые) имеют 
значения параметров, не устуnающие соответствующим парамет­
рам ОУ средней точности, но отличаются от них меньшим потреб­
ление,.. и liесколько худшими частотными свойствами. В микро­
мощных программируемых ОУ (с управляемым смещением). на­
пример К140УД12. К1407УД2, К1407УДЗ, мощность или ток пот­
реблен.-.я может реrулироваться 38 счет изменения тока покоя с 
помощью внешних резисторов. При этом можно изменять вход­
ное соnротив11ение. no11ocy nроnускания и оптимизировать шумо­
вые параметры путем соr:ласования ОУ с сопротивлением источ­
ника сигнала. Возможность рег улировки ток.а потребления nоsво­
ляет ОУ работать ПDИ низких напряжениях питания. 

Многоканальные ОУ- это класс сдвоенных, строенных и 
счетверенных ОУ на одном кристалле, предназначенных для эко­
номии объема и ,..ассы, снижения стоимости и построения схем 
взаимной компенсации характеристик. 

Операционные усилители с большим входным сопротивлени­
ем и малыми входными токами имеют на входе каскады на поле­
вых транзисторах (11апрммер, К140УД8, К140УД18, К140УД22, 
К140УД23. К544УД1) и позволяют получить оnтимаnьное сочета­
ние nараметров по быстродеtilствию и точности. Недостатком их 
является повышенный температурный дрейф значений парамет­
ров Исм и fвх, а также болы.uие значения Ua,. Для увеличения 
входного соnротивпения и уменьшения входного тока на входе 
ОУ t,,11огут исnользоеаться составные транзисторы no схеме Дар­
лингтона или транзисторы с весьма высоким усилением. Для 
обеспечения устойчивости к самовозбуждению (Дnя предотвра­
щения возникновен.-.я паразитных колебаний) при введении об­
ратной саязи требуется проведение частотной коррекции (компен­
сации) аммитудно-частотной характеристики. Ряд ОУ (К140УД6, 
К140УД7) имеет всrроенную цепь частоПiоо коррекции (корректиру­
ющий кондЕЖсатор), которая, однако, вызывает ограничение полосы

проnус1СЗНия и скорости нарастания выходного напряжения. В насто­
ящее еремя выпускаются как компенсированные, так и некомпенси­
рованные варианты ОУ. Ошибки ОУ, возникающие из-за наличия 
напряжения смещения, устраняются цепями балансировки, обеспе­
чивающими подачу компенсирующего наnряжения на вход. В ОУ 
типов К140УД6, К140УД7, К15ЗУД2, К544УД2 имеется внутренняя 
цепь балаж:ироеки. Та�сим образом, ОУ могут иметъ выводы для 
осущестемt<ия частотчой КОрРеtСЦИИ и регулировки Uctt, 
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Для ограничения выходноrо тока, воэникающеrо в режиме кo­
poncoro замыкания, в ОУ моrут использоваться специальные 
всnомоrательные схемы защиты (например, у К140УД7). Достоин­
ства и недостатки отдельных типов ОУ можно определить по 
электрическим параметрам. 

В состав серий К140, КР140, КМ140 входят типы: 
КР140МА1 -балансный модулятор; 
К140УД1 (А-В), КР140УД1 (А-В)-оnерационные усилите­

ли средней точности. без частотной коррекции, с усилением 
500 ... 12000; 

К140УД2 (А, Б)-оnерационые усилители средней точности, 
без частотжж коррекции, с составными транзисторами на входе, 
с уснленмем (ЗО ... 240). 10' и (2 ... 50), 101

; 

К140УД5 (А, Б), КР140УД5 (А, Б)-оnераЦИОtiНЫе усилители 
средней точности, без частотной коррекции, с составными тран­
зисторами на входе, с дифференциальными выходами, с усиле­
нием 500 и 1000; 

К140УД6, КР140УД6, КР140УД608 -операционные усилите­
ли средней точности, с внутренней частотной коррекцией, с защи­
той выхода от коротких замыканий, с малыми входными токами 
(< 100 нА), с усилением более 30000; 

К140УД7, КР140УД7, КР140УД708, КФ140УД7, КБ140УД7-4-
оnерационные усилители средней точности, с внутренней частот­
ной коррекцией, защитой входа и выхода от короткоrо замыкания. 
с усилением 20 000 ... ЗО ООО; 

К140УД8 (А-В), КР140УД8 (А-В)-оnерационные усили­
тели средней точности, с полевыми транэисторами на входе, с 
внутренней частотной коррекцией, с усилением 20 000 ... 50 ООО; 

К140УД11-оnерационный усилитель быстродействующий, 
с защитой от короткого замыкания, с внутренней частотной кор­
рекцией, со скоростью нарастания выходного напряжения более 
50 В/мкс: 

К140УД12, КР140УД12, КР140УД1208, КБ140УД12-4-опера­
ционные усилители микромощные, с внутренней частотной кор­
рекцией, с защитой от короткого замыкания, с регулируемым пот­
реблением мощности, с током потребления 30 ... 190 мкА; 

К140УД 13 -прецизионный предварительный усилитель пос­
тоянного тока с дифференциальными входами, с низким входным 
током (<: 0,5 нА) и температурным дрейфом напряжения смеще­
ния нуля (< 0,5 мкВ / 0С), с усилением 10; 

КР140УД1408 (А. Б), КБ140УД14 (А-4, Б-4)-оnерационные 
усилители с малыми входным током (< 2 нА) и током потребления 
(< 0,6 мА), без частотной коррекции, с защитой от коротких замы­
каний, с коэффициентом усиления 10 000 ... 50 ООО; 
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К140УД16, КР140УД1608-оnерационные усилители сред­
ней точности; 

К140УД17 (А, Б), КР140УД17 (А, Б), КБ140УД17 (А-4, Б-4)­
оnерац..анные усилители nрецИ3Монные, с внутренней частотной 
коррекцией, с усилением 200 ООО и 120 ООО, с температурным 
дрейфом напряжения смещения нуля , З мкВ f •с и , 6 мкВ f •с;

КР140УД18-операционний усилитель wирокоnолосный, 
средней точности, иsготовленный по биполярно-полевой техно­
лоrим, с малыми входными токами (<; 1 нА), с усилением 50 ООО; 

КМ140УД20, КР140УД20 (А, Б), КБ140УД20-4-оnерацион­
ные усмлмтели сдвоенные (КР140УД7 х 2), средней точности, с 
внутренней частотной коррекцией и защитой от короnсого замы­
кания: 

К140УД22, К140УД2201, КР140УД22-оnерационные усили­
тели средней точности, изготовлены по совмещенной биполярно­
полевой технологии, с малыми входными токами (( 0,2 нА), с 
внутренней частотной коррекцией; 

К140УД23, КБ 140У Д2З-4 -операционные усилители средней 
точности, изготовленные по совмещенной биполярно-полевой 
технологии, с малыми входными токами (( 0,2 нА), с внутренней 
частотной коррекцией, с более высокой скоростью нарастания 
выходноrо напряжения ( ,11130 В f мкс), чем у К140Уд22. 

КР140Мд1 

Микросхема представляет собой балансный модулятор (nе­
ремножитель), изготовленный no биполярной технологии с изоля­
цией p-n переходом. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 r. 

Назначение выводов: 1 -вход управляющего сигнала (неин­
вертирующий); 2, 5 - смещение; 11 -свободный; 4 - напряже­
ние питания (- Un): 6 -вход управляющего сигнала (инвертирую­
щий); 7, 14- регулировка усиления; 8- вход опорного сигнала; 
Р- выход (неинвертирующий); 10 - напряжение питания (+ Un);

12 - выход (инвертирующий); 1 З - вход опорного сигнала (ин­
вертирующий). 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 12 В 
Коэффициент усиления (при fm, = З кГц, 
Иех, on = 0,6 ... О, 7 В) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 2,8 
Максимальное вы�одное напряжение . . . . . . . . . . . . . . ) 2,8 В 
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Напряжение смещения по входу onopнoro сигнала . . . :t 14 мВ 
Напряжение смещения по входу управляющего 
сигнале . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :t 30 мВ 
Остаточное напряжение по входу onopнoro сигнале . . с; 10 мВ 
Остаточное напряжение по входу управляющего 
сигнале . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . с; 2 мв 
Входной ток опорного сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с; 50 мкА 
Входной TOIC уnравnяющеrо сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . с; 15 мкА 
Ток потребления (nри Un = + 12 В).................. с; 5,3 мА 
Ток потребления (при Un = - 12 В) • . . .. . . . .. . . . . . . .. с; 7,3 мА 

Предельно допустимь,е режимы эксплуатации 

Напряжение дифференциального сигнала 
no входу опорного сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . �'В 
Напряжение дифференциального сиrнала 
по входу управляющего сигнала ............ . 
Максимальный ток . . . . . . . . . . . . . . ...... ... . 
Температура окружающей среды ..... . 

:t (5 :t /1-Rщ) В 
1,5 мА 

-10 ... • 10 •с

К140УД1А, К140УД1Б, К140УД1В, 

КР140УД1А,КР140УД1Б,КР140УД1В 

Микросхемы представляют собой операционные усилители 
средней точности без частотной коррекции. Содержат 22 интег­
ральных элемента. Корпус К140УД1А-К140УД1В типа 301.12-1. 
масса не более 1,5 r, КР140УД1А-КР140УД1В - типе 201.14-1. 
масса не более 1,5 r. 

t> ,, 

11 

I 

t> 

Усnо1НО1 rрафмческое обо2наченме К140УА1, КР140УД1 

Назначение выводов: К140УД1: 1 - напряжение nитан�я 
(-Un); 2, 3, 12-контрольные; 4-общий; 5-выход; 7- наn!)А­
же�ие питания(+ Un); 9 - вход инвертирующий, 10 - вход неин­
еертирующий. 
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КР140УД1; 1 - напряжение питания (- Un): 2, 4, 14 - кон­
трольные, 5 - общий; 7 - выход, 8 - напряжение питания 
(+- Un), 10 - вход инвертирующий; 11 - вход неинвертирующий. 

Общие рекомендации по применению 

При одновременной подаче на входы ИС синфазного и диф­
ференциального входных напряжений потенциал на каждом вхо­
де не дол)l(ен превышать 1,5 и З В для К140УД1, КР140УД1А, З и 
6 В для К140УД1Б, К140УДВ, КР140УДБ. КР140УДВ. 

Электрические пара метры 

Но�инальное напряжение питания. 
К140УД1А, КР140УД1А . . . . . . . . . . . . t 6 , З В± 0,5% 
К140УД1Б, К140УД1В, КР140УД1Б, 
КР140Уд1В ... ........ . .... ..... ± 12,6 В± 0,5% 

Макс111мальное выходное напряжение: 
при U" = ± 6.З В. Rн 

= 5,05 кОм, U8x = ± О, 1 В: 
К140УД1А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) t2,8 В 

КР140УД1А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) З В 
nри U" = ± 12.6 В, Rн

= 5,05 кОм: 
К140УД1Б, К140УД1В, КР140УД1Б, 

КР140УД1В nри U8x = -0,1 В .............. ) 6  В 
К140УД1Б, К140УД1В при U8x=0,1 В .... . . )-5,7 В 

напряжение смещения нуля: 
при Ur, = ± 6.3 В, Rн =5,05 кОм для К140УД1А. 

КР140УД1А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. ±7 мВ 
nри И,, = :t 12,6 В. Rн= 5,05 кОм: 

К140УД1Б. К140УД1В, КР140УД1В ..... . . ( t.7 мВ 
КР140УД1Б ............................. < t.5 мВ 

Toi< потребления: 
К140Уд1А. КР140УД1А . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. с. 4,5 мА 
К140Уд1Б, К140УД18. КР140УД1Б, КР140УД1В с. 10 мА 
Входной ток: 
nри u,, = % 6,3 В, Rн =5,05 кОм для К140УД 1А, 

КР140УД1А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 7 мкА 
nри U,, = :t 12,6 В, Rн 

=5,05 кОм: 
КР140УД1Б ............................ с. 7,5 мкА 
К140УД1Б, К140УД1В, КР140УД1В ......... < 9 мкА 

Разность входных токов 
К140УД1А-К140УД1В, КР140УД1А-КР140УД1В ( 2,5 мкА 
Коэффициент усиления напряжения: 
при U" = ± 6,3 В, U1x = О, 1 В, Rн = 5,05 кОм для 
К140УД1А. КР140УД1А ...................... 500 ... 4500 
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nрм Un = ± 12,6 В, U1x = О, 1 8, Rн • 5,05 кОм: 
К140УД1Б ............................ . 
КР140УД1Б ..................•....•..•. , 
КР140УД1В, К140УД1В .......•........... 

Коэффициент осnабления с:мнфuноrо входноrо
напряжения ....•.......................... 
Средний температурный коэффициент 
напряжения смещения . . . . . . . . . ........... . 
Средний температурный коэффициент 
разности входных токов nри Т=-45 ... + 25 •с
Максимальная скорость нарастания выходного 
напряжения: 

К140УД1А ............................. . 
К140УД1Б, К140УД1В ................... . 
КР140УД1А ............................ . 
КР140УД1Б, КР140УД1В ................. . 

Время установления выходного напряжения .. 
Входное сопротивление: 

К140УД1А, КР140УД1А .................. . 
К140УД1Б, К140УД1В, КР140УД1Б, 
КР140УД1В ............................ . 

Выходное сопротивление ................ , .. 
Частота единичного усиления ..........•.... 

1350 ... 12000 

2000 ... 12000 

)8000 

>60 дБ

< 60 мке,•с 

<:tSОнд�·с 

> 1 В /мкс
> З,5 В /мкс
> 0,2 В/мкс
> 0.4 В /мкс
<1,5Мtее

50 кОм 

30 КОм 
ЗОООм 
0,1 МГц 

Предельно допустимые режимы экемуатацим 

Напряжение питания: 
К140УД1А. КР140УД1А .................... . 
в nределыtом режиме .................... . 
К140УД1Б, К140УД1В, КР140УД1Б,КР140УД1В 
в предельном режиме с учетом пульсаций ... 

Дифференциальное входное напряжение ....•.. 
в предельном режиме ....................... . 
Синфазное входное напряжение: 

К140УД1А, КР140УД1А .................... . 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . ....... . 
К140УД1Б, К140УД1В,КР140УД1Б. КР140УД1В 
в предельном режиме .................... . 

Выходной ток ............................... . 
в предельном режиме ....................... . 
Температура окружающей среды: 

К140УД1 ................................. . 
КР140УД1 ................ .............. . 
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<±6,6 В 
< :t 7 В 
< :t 13,2 В 
< :t 14 В 
<±1 В 
:t 1,2 В 

< :t 3 В 
< :t з.з в
(6 В 
< :t 6,3 В 
<2 мА 
< 2,5 мА 

-45 ... + 85 ·с
-45 ... + 1о·с



К140УД2А,К140УД2Б 

МиtСрОСхемы представляют собой оf18раЦИОtiНЫй усилитель 
средней точности с составными транзисторами на входе, без час­
тотной коррекции. Содержат 47 мнтеrральмых элементов. Корпус 
типа 301.12-1, масса не более 1,5 г. 

1 t> ,

11 

R 
' 

-v l't 

1 
Ft 

и f'l' 

Назначеtiие выводов: 1 - напряжение питания (- V,,); 2 - кор­
рещия 1; 5 - выход; 7 - напряжение питания(+ U,,); 8 - коррек­
ция 2; g - вход инвертирующий; 10 - вход неинвертмрующий; 11 
- коррекция 3; 12 - коррещия 4.

Общие рекомендации no применению 

Не ре«омендуется подводить ка«ие-либо электричес�сие сиг­
налы к выводам ИС, не используемым согласно электрической 
схеме (е том числе к шинам «питание» и с корпус»). 

Замену ИС в аппаратуре рекомендуется проводить только 
nри отключенных источниках питания. 

Для обеспечения устойчивостм работы ИС необходимо вклю­
чать корректирующие цепи. 

Длина проводника от корпуса ИС до конденсаторов иrwi ре­
зисторов, не используемых для частотно.. коррекции и шунтирую­
щих источник питания, не должна превышать 50 мм. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания: 
К140УД2А .................... ·. ·. · · · · · · · 
К140УД26 ............................ . 

Выходное напряжение: 
nри Un

= ± 12,6 В ............... ........ . 
nри и" = ± 6,3 В . . ...................... . 

t: 12,6 В :t 5% 
:t 6,3 В :t 5% 

> :t 10 В
> :t 3 В
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Напряжение смещения нуля: 
при Uп = 12,6 В дnя К140УД2А 
при Uп= :t 6,3 В 

Входной ток при Uп = :t 12,6 В и U" = :t 6,3 В 
Разность входных токов при Un = :t 12,6 В 
и Un = :t 6,Э В 
Ток потребления: 

К140УД2А ПРМ Uп = :t 12,6 В 
К140УД2Б при Uп = :t 6.Э В .. 

Коэффициент усиления: 
К140УД2А nри Un = ± 12,6 В 
К140УД2Б nри Un = ± 6,3 В 

.,;5 мв 
с.7 мВ 
с.±О,7 мкА 

с. :t0,2 мкА 

,е мА 
<5 мА 

зо .10' .•. 240-10' 
2 -10' ... 50 101 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания 
К140УД2А 
в предельном режиме с учетом пульсаций 
К140УД26 ..• 
в предельном режиме 

Напряжение между входами np� R,> 1 кОм 
К140УД2А . 
в предельном режиме 
К140УД2Б .. 
в предельном режиме ....... . 

Напряжение каждого входа относ.,.тельно 
общей точки 
пр� Rr > 1 кОм. 

К140УД2А 
в предельном режиме 
К140УД2Б .. ... .. . 
в nредельном режиме 

niиt Rr.> 10 кОм. 
К140УД2А 
в nредель�ом pe)l(Иt.te 
К140УД26 
в предельном режиме 

Выходной ток (nиковый): 
К140УД2А 
К140УД2Б 

Соnротивление нагрузки 
Е�кости нагрузки 
Те"4nература окружаt0wей средь� 
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t 13,3 В 
ж 15 В 
±6,6 В 
± 7,5 В 

±4 В 
:t5 В 
±2 В 
J: 2,8 В 

:t 6 В 
± 7 В 
:t з в
±4 В 

:t 13,З В 
:t 15 В 
:t 6,6 В 
:t 7,5 8 

13 мА 
6 мА 
) 1 кОм 
< 100 пФ 
- 45 ... -.10 ·с



К140УД5А,К140УД56 

КР140УД5А,КР140УД5Б 

Микросхемы представляют собой операционные усилители 
средней точности с составными транзисторами (эмиттерными 
повторителями) на входе, без частотной коррекции. Кроме об­
щего выхода имеют дифференциальные выходы. Содержат 26 
интегральных элеменrов. Корпус К140УД5 (А, Б) т ипа 301.8-2, 
масса не более 1,3 г, КР140УД5 (А, Б) - тиnа 201.14-1, масса 
не более 1, 1 г. 

,Яs ,, � , 
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,r • 

" /f' 1 
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11я· t I 

: s 
11' , 

1(/ ,r 1 

• l 

Усnоеное rрафмч1С1tое оео� .... нме К140УД5, КР140УД5 

Назначение выводов К140УД5 (А. Б): 1 - напряжение пита­
ния (- Un); 2, Э, 4, б, 12 - коррекция, 5 - выход; 7 - напряжение 
питания (-t Un): 8, 9 - входы инвертирующие; 10, 11 - входы не­
инвертирующие. 

КР140УД5(А. Б): 1 - вход неинвертирующий (высокоомный), 
2, 5, б, 9 - коррекция; 4 - наnряжен14е питания (- Un); 7 - кон­
трольный; 8 - выход; 10 - напряжение питания (+ Un); 12 -
вход инвертирующий (высокоомный); 13 - вход инвертирующий 
(низкоомный); 14 - вход неинвертирующий (низкоомный). 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ... ......•. :t 12 В :t 10% 
Максимальное выходное напряжение . . . . • . . . • - 4,5 В; 6,5 В 
Напряжение смещения нуля: • 

К140УД5А, КР140УД5А . . . . . . . . . . . . . . . . . . < :t 10 мВ 
К140УД5Б, КР140УД5Б ....... , . . . • ...... < :t 5 мВ 

Входной ток: 
К140УД5А, КР140УД5А . . . . . . . . . . . . . • • . . • < 5 мкА 
К140УД5Б, КР140УД5Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 10 мкА 

Разность входных токов: 
К140УД5А, КР140УД5А . . . .. . . . . . . • .. . . • . . . < t 1 мкА 
К140УД5Б, КР140УД5Б .................... С t 5 мкА 

Ток потребления • . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . • • • • .. С 12 мА 
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Коэффициент усиления напряжения: 
К1 40УД5Д, КР140УД5А ...•...........•...• > 500 
К140УД5Б, КР140УД5Б .................... > 1000 

Входное сопротивление: 
К140УД5Д, КР140УД5д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 50 кОм
К140УД5Б, КР140УА5Б .................... > 7 кОм

Предельно доnустммь1е ре,�с:имы �ксnnуатацмм 

Напряжение питания .. . .. . .. . . .. .. . . . . . .. .. . :.t (7 ... 13) В
Входное синфазное напряжение . . . . . . . . . . . . . . < :.t6 В
Входное дифференциальное напряжение . . . . . < :.tЗ В
Максимальный в ыходном ток: 
nостоянный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . < З мА 
импульсный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 20 мА
Максимальный вкодной ток .................. < 1 мА 
Статический потенциал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 100 В 
Teмnepatypa сжружающей среды ............. -10 ... +70 •с

К140УД6,КР140УД6,КР140УД608 

Миl(J)осхемы представляют собой операционные усилители
средней точности с тран3исторами на входе со сверхвысоJСИм
усилением, с малыми _Jtходными токами, с внутренней частотной
коррекцией и схемо�ащиты выхода от короткого замыкания.
Содержат 45 интеrральных элементов. Корпус К140УД6 типа
301.8-2 масса не более 1,З г, КР140УД6-тиnа 201.14-1, масса
не более 1,1 г.

С/ /l)нкfJ 

, ,. 

l d 

и" /ff 
, 

�
IZ 

+

� 
" •и..

J � 1/J 

6 � , 
Uемх 

1 1 

ЯJ 
к" 

10/11( 

ТИl108811 CXIМI IIКIIIO ... НМII КР140УД6 
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Назначение выводов: КР140УД6: 1, 2. 7, 8, 12. 13, 14 - сеобод­
ные: З, 9 -балансировка: 4 - вход инвертирующий; 5 - вход неин­
вертирующий; б -напряжение питания (- Un): 10 -выход; 11 -
наnряжение nитания (+ Un). 

К140УД6, КР140УД608: 1, 5-балансиров�с;а; 2-вход инвер­
нтирующий; З - вход неинвертирующий; 4 - напряжение пита­
ния (- Un); б - выход; 7 - напряжение питания (+ Un). 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ........•.... 
Максимальное выходное напряжение .•..••.•.. 
НаnряжЕШие смещения нуля ..........•....•... 
Входной ток ................................ . 
Разность входных токов ...................... . 
Ток потребления ............................ . 
Коэффициент усиления напряжения •.....•.•.. 
Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений .................... .......•. .... 

:t 15 В 
> 11 В
< :t 10 мВ 
< 100 нА 
,с; 25 нА 
(4мА 
> 30-101 

>70дБ
Коэффициент влияния нестабильности исючника 
питания на напряжение смещения нуля ..•..... 
Максимальная скорость нарастания входноrо 
напряжения ...............•...•......•.....• 

< 200 мкВ/В 

>0,5 В
Частота единичного усиления .......•.....•... 
Входное сопротивление .... . .......••.. .•••••. 

> 0,35 МГц
> 1 мом

Предельно допустимые режимы хсмуатацмм 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . , :t (5 ... 18) В 
Максимальное напряжение на каждом входе 
относительно общей точки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 15 В 
Максимальное входное дифференциальное 
напряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,с; 30 В 
Максимальное входное синфаэное наnряжение • < :t15 В 
Статический потенциал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 100 В 
Сопротивление нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 1 кОм 
Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ( 100 nФ 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . -10 ... + 70 •с

К140УД7,КР140УД7,КР140УД708,КФ140УД7 

Микросхемы представляют собой операционные усилители 
средней точности, с внутренней частотной коррекцией и sащитой 
входа и выхода от короткого замыкания и устаноекой нуля (ба­
лансировкой) с помощью одного резистора. Содержат 35 инте-
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rральнык эr,ементов Корпус 1(140УД7 тиnа 301 8-2, масса 1.5 r 
КР140УД7 - типа 201.14-1, К140УД708 - типа 2101 8-1 
КФ 140У Д7 - тиnа 4303 8-1 

, 11 

[> + 

[> 
NfltlYI/ 1 1 

J 
KP/IIJl,11118 Kl'lft'Y47 
KPПIIJl/17 s 

' .f J 1 

а) б) 

Схемы баnенсмро1КМ К140УД7 (el м КР140УД7 (б) 

Назначение выводов К140УД7, КР140УД708 и КФ140УД7: 1, 5-

балансировка; 2 - вкод инвертирующий; З - вход неинвертиру­
ющий; 4 - наnряжение nитания (- Uп), б - выход, 7 - напряже­
ние питания ( + Uп): 8 - коррекция (компенсация), 

КР140УД7: З, g -балансировка, 4 - вход инвертирующий; 5 -
вход неинвертирующий; б - напряжение питания (- Un): 10 -
выход; 11 - наnряжение питания ( + Un), 12 - коррекция. 

Общие рекомендации no применению 

Питание ИС КФ140УД7 можно осуществлять ассимметричны­
ми напряжениями или от одного источника при условии 

1 О В ..: 1 Un1 1 + 1 U112 1 .; 33 В. При этом нагрузка подключается к с+ t 
или «-» источника nитания. Нагрузка выбирается такой, чтобы 
выходной ток не nревышал доnустимоrо значения для стандарт­
ного включения ИС (7,5 мА). 

Входное сопротивление определяется из выражения 

100 

R,x, МОм=-• 
1,х 

где /1х = (/Р2 + /8кs) / 2; /1ха и /8Q -
входные токи на выводах 2 и Э. 

При питании ИС напряжениями менее ±12 В максимальные 
значения синфазных и дифференциальных вкодньо( напряжений 
должны быть 

Ис•.•х = :1: Un; Ид .ах = 2Иn 
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Электрические параметры 

Номинальное напряжение nитания ..•... 
Д14З118эон синфазных входttых маnряжений 
при Un = :t 15 В ..•••.•••.••..• ..•.. 
Максимальное выходное напряжение 
npиUn = :t15B, U1x = :t0,1 В ,Rм= 2к0м ....... 
Напряжение смеще1-tия нуля при Un = :t 15 В, 

Rн =2 кОм: 
К140УД7. КР140УД7, КР140УД708 ......... . 
КФ140УД7 .. ......•................•.... 

Входной ток при Un = :t 15 В, Rм = 2 кОм . . . . . . 
Разность входных токов при Un = :t 15 В. 

Rн = 2 кОм ............................••.... 
Ток потребления при Иn = :t 15 В, Rн = 2 кОм .. 
Коэффицие1-tт усиления напряжения 
ПРИ Un = :t 15 В, Ur = :t 10 В (амм.). Rr ( 1 кОм. 
f= 5 Гц. Rн = 2 кОм· 

К140УД7, КР150УД7. КР140УД708 . . . . .... . 
КФ140УД7 ... ............... .. 

Коэффицие1-tт ослабления синфазных входных 
напряжений при и,. = :t 15 В. Ur = :t 10 В (амnл.). 
f(5 Гц,Rн=2 к0м . ..... ... ........... .. 
Коэффициент влияния нестабильности источ­
ника питания на напряжение смещения нуля 
при Rм > 2 кОм, Un = :t 15 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Максимальная скорость нарастания выходного 
напряжения при U,x = :t 11 В, Q > 2, Rн = 2 кОм, 
См= 100 nФ, Ип = :1: 15 В ........ ..... ...... . 
Средний температурный дрейф напряжения 
смещения нуля при Иn = :t 15 В, Т=-45 ...... 85 •с
Средний температурный дрейф разности 
входных токов при Uп = :t 15 В. Т = - 45 ... + 65 •с
Средний температурный дрейф входного тока 
Частота еди11ич1-tоrо усиления при 
U1x = :t 50 мВ (эф.). Rн

= 2 кОм. Сн = 100 пФ.
Un = ± 15 В ............. . 
Нормирова1-tное напряжение шума 
при Иn = :t 15 В, Kv,u = 10, R,= 100 Ом. f= 1 кГц 
Входное соnротивлеtме при Иn = :t 15 В f( 5 Гц. 

Rн >2 кОм . . . ..... ...... . . 
Темnература окружающей среды: 

К140УД7, КР140УД7, КР140УД708 
l(Ф140УД7 

:t 15 В :t 10% 

) ±12 В 

:t 10,5 В 

( :t 9 мВ 
(6 мВ 
( 400 нА 

< 200 нА 
( 3,5 мА 

> 30-101 

> 25-101 

>70дБ

, 150 МtdЗ/В 

> 0,3 В/мкс

, 300 мкВ/ •с

( 5 нА/"С 
( 20 нА/"С 

> 0,6 МГц

16 нВ/..J'iц 

> 400 кОм

-.t5 ...... 65 ·с
-10 ... • 70 ·с
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Предела.но доnvстимые режимы :.ксnлуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :t (13,5 ... 16,5) В 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :t (5 ... 17) В 
Дифференциальное входное напряжение 
при Un = :t 12 в. Uc •. IX < :t иl\-· и.х < Un, -
(в предельном режиме) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • < 24 В 
Синфазное входное наnряжение 
при Un = t 12 В, U,i .1x=2Un...,,,, U8x = :tUn.1111n .. <:t7 В 
в nредельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < :t12 В 
НаnряжеtiИе в каждом входе относмтельно 
общей точки в предельном режиме . . . . . . . . . . < :t:12 В 
Статичес«мй потенциал на выводах ИС . . . . . . . 30 В 
Сопротивление нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 2 кОм 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 1,9 кОм 
Емкость наrрузки в предельном режиме . . . . . . < 1 ООО nФ 
Рассеиваемая мощность nри Т=85*С .... ... < 125 мВт 
Время, в течение которого допустимо короткое 
ммь�кание выхода «3еМПЯt или «питание,: 

при Т = -45 ... + 354 •с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не ограничено 
при Т = + 35 ... + 85 ·с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 с 
при т =-10 ... + 70 •с дnя КФ140УД7 . . . . . . 5 с 

К6140УД7-4 

Микросхема представляет собой бескорпусный операцион­
. вый усилитеnь средней точности. Схема балансировки аналоrич­

на К140УД7. 
Назначение выводов: З, 9 -балансироеаса; 4 - вход инвертиру­

ющий; 5 - вход неинверn1рующий; 6 - напряжение питания (-Un); 
10 - выход; 11 - напряжение питания(+ Un); 12 - коррекция. 

Общие рекомендации по применению 

Приклеивать ИС к подложке следует нерабочей стороной. 
При монтаже ИС в составе гибридной микросхемы должен быть 
обеспечен такой отвод теплоты. чтобы температура кристалла 
составляла не более 135 °С. 

Напряжение на каждом входе относительно общей точки не 
должно превышать :t 12 В. 

Время, в течение котороrо допустимо короткое замыкание 
выхода на с:,емлю» или «питание», в диапазоне температур-
45 ... 35 •с неоrраниченное, в диапазоне температур 35 ... 85 •с -
tte более 60 с.

Дonyc'ftolмoe значение статического потенциала 100 В. 
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Электрические параметры 

Максимальное выходное напряжение 
при Un= :i: 13,5 В ......................•.... 
Напряжение смещения нуля при Un = :t: 16,5 В • 
Максимальное синфазное входное напряжение 
при Un = ± 15 В ............................ . 
Входной ток при Un = ± 16,5 В •..........•..• 
Разность входных токов при Un = :t 16,5 В .... . 
Ток потребления при Un = ::1: 16,5 В .......... . 
Коэффициент усиления напряжения 
при Un

= ::1: 13 ,5 В .......................... . 
Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при Un = :t 15 В ................ . 
Коэффициент влияния нестабильности источ­
ников питания на напряжение смещения нуля 
при Un = :t 15 В ............................ . 
Максимальная скорость нарастания выходного 
напряжения при Un = :t 15 В .....••.......... 
Частота единичного усиления при Un = :i: 15 В 
Входное сопротивление .................. • .. 

:t 10 В 
:t 10,5 мв

:t 12 В 
600 нА 
250 нА 
<4 мА 

;;. 20. 10' 

> 70 д6

< 150 мкВ/В 

) 0,3 В/МКС 
) 0,4 МГц 
) 4 00  кОм 

Предельно допустимые режимы исмуатацмм 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . :t (13,5 .•. 16,5) В 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :t (15 ... 17) В 
Синфазное входное напряжение . . . . . . . . . . . . . < 7 В (эф.) 
Входное дифференциальное напряжение . . . . < 24 В 
Сопротивление нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 2 кОм 
Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 1 ООО пФ 
Рассеиваемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 125 мВт 
Температура окружающей среды ............ -45 ... + е5 •с

К140УД8д,К140УД8Б,К140УД8В,КР140УД8д, 

КР140УД8Б,КР140УД8В 

Микросхемы представляют собой операционные усилители 
средней точности, имеющие на выходе полевые транзисторы с 
р-п переходом и р-каналом, с внутренней частотной коррек­
цией и малыми входными токами. Содержат 43 интег ральных 
элемента. Корпус К140УД8А-К140УД8В типа 301.8-2, масса 
не более 1,5 г. КР140УД8А-КР140УД8В - типа 2 101.8-1, 
масса не более 1 г. 
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С,семt,1 баn1нс:�мм К140УД8 (а) 11 КР140УД8 (б) 

Назначение выводов: К140УД8: 1 - корпус; 2, б - балаж;и. 
роека; З - вход инвертирующий; 4 - вход неинвертирующий; 5 -
напряжение питания (-Un): 7 - выход; 8 - напряжение питания 
(+ Uп); 

КР140УД8: 1, 5 - балансировка; 2 - вход инвертирующий; 3 -
вход неинвертирующий; 4 - напряжение питания (- Uп); б - ВЫ· 
ход; 7 - напряжение питания (+ Un). 

Общие рекомендации no nрименению 

Минимальное расстояние от teopnyce до места изгиба 1 мм, 
радиус изгиба 1 мм. Температура пайки 235 ± 5 •с, расстояние от 
корпуса до места пайки не менее 1 мм, продолжительность пайки 
2 ± 0,5 с. При проведении монтажных работ допускается не более 
трех перепаек выводов микросхем. 

В процессе монтажа и измерения параметров при температу­
ре не выше 35 °С допускаются кратковременные (в течение 
1 ... 2 с) одиночные замыкания между внешними выводам ИС. 

Допускается эксплуатация микросхем в режимах с импульс­
ным выходными тО1<ами любой формы с частотой повторения не 
менее 1 Гц при условии, что средняя мощность, рассеиваемая 
ИС не превышает среднего значения. 

Разрешается питание ИС от источников с несимметрич­
ными напряжениями или от одного источника при условии 
12 В.; 1+ Unl + 1- Unl = 36 В. При этом не допускается заземле­
ние вывода 1. Нормы на электрические параметры в этом слу­
чае регламентируются. 

Применение внешней балансировки позволяет уменьшить 
напряжение смещения до уровня 1 мВ и ниже. 
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Эnектрическме парамеrры 

номинальное наnряжение питания . . . . . . . . . • . . :t 15 В :t 5% 
Макс..,мальное выходное напряжение 
np.t Un = :t 15 В, Rн= 10 кОм . . . . . . . . . . . . . . . . . :t 12 В 
Наnряжение смещения нуля при Un = :t 15 В, 
Rн .i50 кОм ............................. ... 30 мВ 
Входной ток при Un = :t 15 В, R+t .- 50 кОм . . . . . < 2 нА 
Разность входных токов при Un = :t 15 В, 
Rн .-50 кОм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,15 нА 
Ток потребления при Un z:: :t 15 В . . . . . . . . . . . . . < 5 мА 
Коэффициент усиления напряжения 
при Un = :t 15 В, Rн .- 50 кОм: 

К140УД8д, КР140УД8А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-50. 10' 
К140УД8Б, К140УД8В, КР140УД8Б, КР140УД8В ;;. 20 -102 

Максимальная скорость нарастания выходного 
напряжения при Un = :t 15 В, К.,, u = -1. Uвх = 5 В, 
Rн ) 10 кОм, Сн < 100 пФ: 

К140УД8А, К140УД8В, КР140УД8д, КР140УД8В ;;. 2 В/ мкс 
К140УДВБ, КР140УДВБ .................... ;;. 5 В /мкс 

t<оэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при Un = :t 15 В, U8x = 5 В . . . . . . . . ) 64 дБ 
Темnературныйдрейф напряжения смещения 
нуля при Un = :t 15 В, Rн > 50 кОм: 

К140УД8А. КР140УД8А . . . . . . . . . . . . . . . . . 
К140УД8Б, КР140УД86 ................. . 
К140УД8В, КР140УД8В ................... . 

< 50 мкВ/ 0с 
< 100 мкВ/ 0С 
< 150 мкв,·с 

частота единичного усиления при Un = :t 15 В, 
Rн .-50 кОм . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . З МГц 
Входное.сопротивление при Un = :t 15 В 108 Ом 

Предельно допустимые режимы эксмуатацим 

r-tаnряжение питания ................... . 
Синфазное входное напряжение ...... . 

:t (13,5 ... 16,5) В 
с; :t 5 В 

Входное напряжение ................. . с; 10 В 
Сопротивление нагрузки .............. . .- 2 кОм 
Емкость нагрузки ..................... . < 100 пФ 
Т емnература окружающей среды ........ . -45 ••. + 10 ·с

К140УД11 

Микросхема представляет собой быстродействующий опера­
ционный усилитель, имеющий защиту от nревыwения напряже­
ний по входу и схему защиты выхода от короткого замыкания. с 
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составными транзисторами (no схеме Дарлингтона) на входе, с 
внутренней частотной коррекцией. Выполнена на nланарно-эnи­
таксиальной технологии с изоляцией p-n переходом, имеет выео­
ды для балансировки. Содержит 66 интегральных элементов 
Корпус тмnа 301.8-2, масса не более 1,5 r. 

t> ,

Ус:nоеное rрафмчес:кое обо2н-нt1е К140УД11 

Назначение выводов: 1- коррекция 1; 2 - вход инвертирую­
щий; З - вход неинвертирующий: 4 - напряжение питания (- Un): 
5- коррекция 2, б- выход; 7- напряжение питания(+ Un): В­
коррекция З.

Общие рекомендации no применению

Для обеспечения устойчивой работы ИС необходимо вклю­
чать корректирующие цепи. Длина проводника от корпуса ИС до 
конденсаторов или резисторов, используемых для частотной кор­
рекции и шунтирующих источник питания, не более 50 мм. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ......... . 
Максимальное выходное напряжение 
при Un = ± 15 В, Rн = 2 кОм ................ . 
Напряжение смещения нуля при Un = ± 15 В, 
Rн = 2 кОм ............ ............. . 
Входной ток при Un = :t 15 В. Rн = 2 кОм ..... . 
Разность входных TOl(OB при Un = ± 15 8, 
Rн

= 2 кОм ............................... . 
Ток потребления при Ип = ± 18 В, Rн = 2 кОм, 
Ивых =О ................................. . 

Коэффициент усиления напряжения 
при Un =:t 15 В, Rн= 2 кОм .............. .. . 
Коэффициент ослабленl-"я синфазных входных 
напряжений при Un = ± 15 В ............... . 
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;t: 5 ... 18 В 

;;. :t 12 В 

< ± 10 мВ 
< 500 нА 

< 200 нА 

< 10 мА 

> 25-103 

;;. 70 дБ 



Коэффициент влияния нестабильности источ• 
ников питания на наnряжение смещения 
nри Un = :t 15 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;. 65 дБ 
скорость нарастания еыходного напряжения 
nри Un = :t 15 В, Rн = 2 кОм . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;. (20 ... 50) 8/ мкс 

Предельно допустимые режимы 3ксnлуатацми 

Наnряжение nитания (с учетом пульсаций) по 
выводам 4 и 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :t 20 В 
Напряжение каждого входа относительно общей 
точки ................................... .. ± 15 В 
Выходной ток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 мА 
Температура окружающей среды .. .......•... -10 .•. +70 °С 

К140УД12,КР140УД12,КР140УД1208 

Микросхемы представляют собой микромощные многофун· 
кциональные операционные усилители с реrулируемым потреб. 
лением мощности (тока), с внутренней частотной коррекцией и 
защитой выхода от короткого замыкания: имеют выходы для ба· 
лансировки с помощью внешнего потенциометра. Содержат 42 
интегральных элемента. Корпус К140УД12 типа 301.8-2, 
КР140УД12-типа 201.14-1, КР140УД1208 -типа 2 101.8-1 . 

t> 
• 

8) 

t> 

б) 

,, 

I 
кс 

l1 

Усnоеное rрефмчесжое о602наченме К140УД12, КР140УД1208 (1), КР140УД12 (б) 

Назначенме выводов: К140УД12 и КР140УД1200: 1, 5 - балан. 
сировка; 2 - вход инвертирующий; 3 - вход неинзертирующий: 4 -
напряжение питания (-Иn): б - выJСод; 7 -напряжение питания 
( + Un): 8 -sадающий ток.

КР140УД12: 3, 9-балансироека; 4-входинеертирующий: 5-
вход не�вертирующий: б - напряжение питания (-Иn): 10 -вы­
ход; 11 -напряжение питания (+ Un): 12 -задающий ток. 
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Схемы aнewнeil Оаnенсмро1а1 К140УД 12, КР140УД 1208, КР140Уд 12 

Общие рекомендации по применению

Доnускается работа ИС от двух источников с нес11мметричны­
ми напряжениями Unt � Ига . В этом случае параметры ИС оnреде· 
ляются суммарным напряжением питания Иnt - Иn2 и током дели­
теля la , 

Допускается работа ИС от одного источника питания. 
Типовую схему включения разрешается применять при т0ttax 

делителя /д , мкА< (250 - Т) / Э. При токах делителя /д = n lд , мu,
<lд,,.q (где n;;. 1) необходимо включать симметричные резисто­
ры между выводами 1 и 4, 5 и 4 (для К140УД12, КР140УД1208) и 
выводами З и б, 9 и б (для КР140УД12), сопротивление которых 
определяется по формуле: 

R--., кОм= 10/(п- 1) 



Сопротивления этих резисторов моrут быть уменьшены до 
нуля. если отсутствует необходимость в балансировке ИС. 

Входное сопротивление определяется из выражения: 

(2 '• + 113 (275 - Т)) 
R,x. МОм =-------, 

'•ж. 

rде /д - в микроамперах, /1х - в наноамперах. 
Выходное напряжение достигает своего установившегося 

значения с точностью ± Uc,- за время t = 0,5 мс nри /д = 1,5 мкА и 
t = О, 1 мс при /д = 15 мкА. 

Сопротивление резистора R2 при балансировке ИС опреде­
ляется из таблицы. 

Наnр-енм Соnро-м1111е- То!( H1np,u;et1м CDf110'Мll/18· Ток 

nмт11нм11, НМ8я8314С• ,1емтем nмтанм11, НМ8�83МС· ,1еnмтет� 
Un, В тора 2, Мом '•· мкА и,,, в тора 2, Мом /А, М1fА 

:t 1,5 1,69 1,5 :t 6 0,75 

:t 1,5 0,169 15 :t 15 20 

:t 3 3,61 1,5 :t 15 2 

:t3 0,361 15 :t 18 24 

t6 75 1,5 :t 18 2,4 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ............• 
Максимальное выходное напряжение 
при Un=± 15 В, Rн

= 15 кОм, U8x=±0,1 В ...... 
Диапазон синфазных выходных напряжений 
при Un=± 15 В, Rн = 75 кОм ................. . 
-Напряжение смещения нуля при Un = ± 15 В, 
R" = 75 кОм ..... , ........................ . 
Входной ток: 

п� Un
= :t 15 В, Rн=75 кОм, /д= 1,5 мкА ... 

при Un
= ± 15 В, Rн=75 кОм, /д= 15 мкА 

Разность входных токов при Un = ± 15 В, 
Rн

= 75 кОм .......................... . 
Ток потребления: 

при Un
= ± 15 В, Rн

=75 кОм, /А =1,5 мкА ...... . 
при Un = ± 15 В, Rн

=15 кОм, /А=15 мкА . 

15 

1,5 

15 

1,5 

15 

± 15 В 

;а, :t10 В 

± 10 В 

< ±6 мВ 

< 30 мкА 
< 190 мкА 

< б нА 

( 30 МКА 
< 190 мкА 
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Коэффициент усиления напряжения: 
nриUn = ±15В,Rн =75кОм,/д=1,5мкА ... . . .. .-50.103 

nри Un = :t З В, Rн =75 кОм . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ) 25 -103 

Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при Un = :t 15 В, Rt.= 75 кОм . . . . • . . . . ) 70 дБ 
Коэффициент влияния нестабильности источ-
ников питания на напряжение смещения нуля 
при Un = :t 15 В, Rн = 75 1<Ом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 2 00  мкВ / В 
Максимальная скорость нарастания выходноrо 
напряжения: 

при Un = ± 15 В, Rн = 75 кОм, /д= 1,5 м«А ...... ) 0,01 В/мкс 
nрм Un=t 15 В, Rн=5 кОм, /д= 15 МtСд •....•.• ) 0,1 В/мкс 

Средн�й температурный дрейф напряжения 
смещения: 

при Un = ±15 В, lд=1,5мкА .................. ±7 мкВ/ 0С 
nри Un = ± З В, /4 = 15 мкА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :t З мкВ / 0С 

Средний темnера,урный дрейф разности входных 
TOk08: 

при Un = ± 15 в. /д= 1.5 мкА . . . . . . . . . • . . • . . . . • ± 2,5 нА/ •с
при Un

= ± 15 В, /д= 15 мкА .................. :t: 5 нА/0С 
Ток короткого замыкания при Un = :t: 15 В . . . . . . . . -8 ... 2,4 мА 
Входное сопротивление: 

при Un = ± 15 В, lд= 1,5 мкА .............. . ... 30 МОм 
при Un=t 15 В, /д= 15 мкА .................. 5 МОм 

Выходtiое сопротивление: 
при Un = ± 15 В, /д= 1,5 мкА .. .. . .. .. . . .. . . . .. 15 кОм 
при Un=:t: 15 В, /д= 15 мкА .............. . ... 2 кОм 

Частота единичного усиления· 
при Un = :t: 15 В, Rн= 75 кОм, /д= 15 мкА . . . . . . . ) 0,01 МГц 
при Un = ± З В, Rн

= 5 кОм, /д= 15 мкА . . . . . . . . . ;;, 0,1 МГц 

Предельно допустимые режимы :tксnлуатацим 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . t (3 ... 16,5) В 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . :t: (1,5 ... 18) В 
Входное дифференциальное напряжение . • . . . :t: 20 В 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :t 30 В 
Входные с6'1нфаэные напряжения . . . . . . . . . . • . • ± 10 В 
в предельном режиме . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . ± 15 В 
Напряжение на каждом входе относительно 
об�цей точки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 10 В 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 15 В 
Ток делителя максимальный . . . . . . . . . . . . . . • . . < 150 мкА 
в предельном режиме . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . < 500 мкА 
Рассеиваемая мощность при Т= 70 •с . . . . . . . . < 125 мВт 
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Сопротивление нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 5 кОм 
Емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с;; 100 пФ 
Время короткого замыкания выхода на «землю» 
или «питание» . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с;; 5 с 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . -60 ... + 85 •с

КБ140УД12-4 

Микросхема представляет собой бескорпусный микромощ­
ный операционный усилитель. Схема балансировки и типовая 
схема включения соответствуют К140УД12. Масса 0,004 r.

На3Начение выводов: 2 - инверитрующий вход; 3 - неинвер­
тирующий вход; 4 - напряжение питания (- Un); 6 - выход; 7 -
напряжение питания (+ Un); 8 - балансировка. 

Общие рекомендации по применению 

Допускается работа ИС от двух источников с несимметрич, 
ными напряжениями Um 1t U,a; при этом параметры ИС оnреде 
ляются суммарным напряжением питания Um - Ura и током де 
лителя /2. 

Допускается работа ИС от одноrо источника питания. 
Типовая схема включения (см. К140УД12) может применять­

ся при токах делителя: 

fд,МАХ, МкА ( (250- Т)/3, 

где Т - температура окружающей среды, •с.

При токах делителя /д = n /д,ма ( /д,n,u (где n > 1) между вы­
водами 1 и 4, 5 и 4 необходимо включать симметричные резисто­
ры, соnротивление которых определяется по формуле: 

Rx, кОм= 10/(n - 1). 

Сопротивления этих резисторов могут быть уменьшены до 
нуля, если отсутствует необходимость в балансировке ИС. 

Входное сопротивление ИС определяется из выражения: 

R8x, МОм = (2lд + 275/З + Т /3)/ l1x, 

где '• - в микроамперах, 11,. - в наноамnерах. 
Сопротивление резистора R2 = 20 МОм при Un = :t 15 В и 

/•= 1,5 мкА и R2 = 2 МОм nри /д = 15 мкА при внешней балансировке. 
Выходное напряжение достигает своего установившегося 

значения с точностью ± Исм за время t = 0,5 мс при /11 = 1,5 мкА и 
t = О, 1 мс при /д = 15 мкА. 
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Время короткого замыкания выхода на «землю» или «пита­
ние» допускается не более 5 с. 

· Электрические параметры

Максимальное выходное наnряжен1о1е 
nри Uп = :t 15 В, Rн

= 75 кОм ......... . .... . 
Максимальное синфазное выходное напряжение 
при Un = :t 15 В, Rн

= 75 кОм .... . ...... . . 
Напряжение смещения нуля при Uп = :t: 15 В, 
Rм= 75 кОм ........................ . 
Входной ток при Иn = :t 15 В, Rн = 75 кОм 

Разность входных токов при Un = :t 15 В, 

Rм= 75 кОм ...................... . . 
Ток nотребления при Un = :t 15 В, Rн = 75 кОм 
Ток короткого замыкания при Un = ± (3 ... 15) В. 
111= 15 мкА .......................... . 
Коэффициент усиления напряжения 
nри Un

= :t 15 8, Rн
= 75 кОм ....... ....... . 

Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при Иn = :t 15 В, Rн =75 кОм 
Коэффициент влияния нестабильности источ­
ников питания на напряжение смещения нуля 
при Un = :t 15 8, Rн

= 75 кОм .... .... . 
Максимальнаfl. скорость нарастания выходного 
напряжения: 

при Иn = ± 15 8, Rн
= 75 кОм 

nри Иn = ± 15 В, Rн
= 5 кОм 

Частота единичного усиления: 
nри Un = ± 15 В, Rн = 75 кОм . . . ...... . 
при Un = :t: З В, Rн = 5 кОм . . ........... . 

Темnературнь1й коэффициент разности входных 
токов при Un = ± 15 В . . . . . . . . . ...... . 
Температурный коэффицР1ент напряжения 
смещения нуля при Un = :t: 15 В . . . . ... 
Входное сопротивление при Un = :t 15 В

Выходное сопротивление при Un = ± 15 В 

) ±10 В 

:t 10 В 

<6 мВ 
< 10 нА 

< ±7 нА 
< 35.мкА 

t 10 мА 

) 50. 10' 

) 70 дБ 

, 200 мкВ 1 В 

) 0,01 В/мкс 
) 0,1 8 /Mt<C 

) 0,01 МГц 
) 0,1 МГц 

:t: 2,5 нд 1 ·с

:t 7 мкВ/ 0С 
30 МОм 
15 кОм 

Предельно допустимые режим�:., 3Ксмуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
в предельном режиме .................. . 
Входное дифференциальное напряжение 
при Uп = :t 15 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
в nредеnьном режиме 
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� (3 .•. 16.5) 8 
:t:(1,5 ... 18) В 

<20 В 
:t 30 В 



Входчое синфазное напряжения nрм Ur, = :t 15 В 
е предельном режиме 
Наnряже11ие на 1С8ждом входе относительно 
общей точки при и,, = :t 15 В ..... 
в nредельt1ом режиме . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ток делителя ......................... . 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
:::Оnротивление нагрузки ..................... . 
Рассеиваемая мощность при Т = 70 •с . . . . . . .  .

Емкость нагрузки ....................... . 
;)ассеиваемая мощность при Т= 70 •с . .

Температура окружающей среды 

К140УД13 

с; 10 В 
:t 15 В 

< 10 & 
:t 15 В 

1,5 ... 150 wl<A 
500 мкА 
)5 кОм 
< 125 мВт 
< 100 nФ 
с; 125 мВт 
-во ... +ss•c

Микросхема представляет собой прецизионный предвари­
тельный усилитель постоянноrо тока с дИФФеРенц�альным1,4 вхо. 
цами, построенный по схеме модулятор-демодулятор (МДМ). Из­
rотовлен по МОП-технологии. Содержит 39 интегральных але­
r,tентов. Имеет низкие 3Начения входных токов и темnературчого 
дрейфа напряжения смещения нуля. Корпус типа 301.8-2. масса 
не более 1,5 г 

lяolf 

J 

-и,.

1 

l 

J 

Tмnollfl схема IQ!IO'leНМII К140УД 13 

Назначение выводов: 1- общий; 2 - вход инвертирующий; 3-

вход �еинвертирующий; 4 - наnря11<ение питания (- Un): 5 - демо­
дулятор, 6 - вь•.ход: 7 - напряжение питания (+ Un). 8 - емкость 
генератора 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . t 15 В+ 10% 

Напряжение смещения нуля . . . . . . . . . . . . . . . . . < 50 мкВ 
Максимальное выходное напряжение . . . . . . . . ) :t1 В 
Входной ток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,5 нА 
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Разность входных токов .................... . 
Ток потребления ........ ................. . 
Коэфф1,щиент ослабления синфазных входных 
напряжений . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Коэффициент влияния нестабильности источ­
ника питания на напряжение смещения нуля 
Коэффициент усиления напряжения . . . . .... 
Средний температурный дрейф напряжения 
смещения нуля . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Входное сопротивление . . . . . . . .......... . 
Выходное сопротивление . . . . . . . . . . . . . . . 

< 200 нд 
<2 мА 

> 90 д6

, 10 мкВ /В 
> 10

, 0,5 мк8/ 0С 
;;. 50 МОм 
<1ОкOм 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания . . ................... . 
Максимальное синфазное входное напряжение 
Максимальное напряжение на входах ИМС 
относительно корпуса ..................... . 
Минимальное сопротивление нагрузки ...... . 
Статический потенциал .................... . 
1 емnература окружающей среды . . . . . . . . .. 

± (13,5 ... 16,5) В 
(±18 

< :t 0,3 В 
) 20 кОм 
100 В 
-10 ... + 70 °С

КР140УД1408А,КР140УД1408Б 

Микросхемы представляют собой nрецеэионный операцион­
ный усилитель с малыми входными токами и малой потребляе­
мой мощностью. Содержит 49 интегральных элементов. Корпус 
,иnа 201.14-1. Масса не более 1,1 г 
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Назначение выводов: 2, 12 - коррекция, 4 - вход инверти-

,f/ 

,f2 [> 

Kf 
J 

t> 

�1 KNФDP/1 
,f/1/1-P.fl/f.. 

l К6/М§41#-4

а) б) 

Схемыавтобалансмров,см КР140УД1408(А. б), К6140УД14-4' 
•> R, = R, = 2 кОм t 0,5%; б) R, = R, = 100 ком :t 0,5� 



lr11i1 

Нр11 C&.,x=Jb лФ Cl(.-.{Kl/(Hf+K.J}t:&•11.

Сх- 1toppel(Цllil ф112овоi1 хврuтермс;ТМIОI КР140УД1408, К6140УД1408 

Схема кoppelCЦllil фa,oeOlil хвр•термс;ТМIОI КР140УД1408, К6140УДt4-<4 

рующий: 5 - вход неинвертирующий; 7 - напряжение питания 
(- U,J; 10 - выход; 11 - напряжение питания(+ Un). 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . . t (5 ... 16,5) В 
Максимальное выходное напряжение: 

при Un = :t 15 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) t 13 В 
при Иn = ± 5 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ± Э В 

Диапаэон синфаэных входных напряжений: 
при Un = ± 15 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) :t 13,5 В 
при Иn = ± 5 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) :t 1 В 

Напряже�е смещения нуля: 
КР140УД1408А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < t 2 мВ 
КР140УД14086 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < ± 7,5 мВ 

Входной ток при Un = ± 15 В: 
КР140УД1408А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 2 нА 
КР140УД1408Б ............... : . . . . . . . . . . . < 7 нА 

Разность входных токов при Ип = ± 15 В: 
КР140УД1408А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,2 нА 
КР140УД1408Б . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . < 1 нА 

Ток потребления при Ип = :t 15 В: 
КР140УД1408д .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < :t 0,6 мА 
КР140УД1408Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 1: f),8 мА 
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Коэффициент усмлеt-tия наnря)l(ения 
r,ри Un = ± 15 В. 

КР140УД1408д 
КР140УД1408Б 

np..i Un = ± 5 В: 
КР140УД1408д 
КР140УД1408Б 

Коэффициент ослаблеl-(ИЯ синфазных входt<ых 
.�аnряжений: 

КР140УД1408А 
КР140УД1408Б 

Коэффициент влияния нестабильности напря­
жения питания на напряжение смещения муnя 
Средний температурный дрейф напряжения 
смещения нум nри Иn = ± 16,5 В. 

КР140УД1408д . . . . . . . . .... . . 
КР140УД1408Б . . ... . . 

Средний температурный дрейф разчости 
входных токов при И,, = :t 16.5 В.

КР140УД1408д . . . . . . . . 
КР140УД1408Б 

Максммальная скорость нарастания вь1ходного
напряжения при Un = ± 15 В:
Частота единичного усиления nри и,, =: 15 в·

КР140УД1408А .. 
КР140УД1408Б 

Входное сопротивление· 
КР140УД1408А ......... . 
КР140УД1408Б ......... . 

;>85 дБ 
;> 80 дБ 

.;; 100 мкВ/ В

<: 15 мо<В / •с
-. 30 �l(в1 ·с

< 2.5 нд,·с 

< 10 .,.,д,·с 

> О 05 В /мкс

> 0,3 МГц
> О 2 МГц

> 30 MOt.1
> 10 МОм

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания ......... . 
Максимальные входные синфазные напряжения 
Максимальный выходной ток 
Максимальная емкость нагрузки 
Статический потенциал ..... 
Температура окружающей среды 

:t (4 5 ... 16,5) В 
< 7.5 В (эф) 
< 1,8 мА 
< 100 пФ 
100 В 
-10 ... • 10 ·с

КБ140УД14д-4,КБ140УД14Б-4 

Микросхемы представляют собой бескорnус"ь,е оnерац�юм­
, oi& усилители Схема балансировки и Фазово� корреl(uии соот­
ветствует КР140УД1408 Масса 0,004 r
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11аэнаuение выводов 1. 8 - коррекция. 2 - .. нверт1,щующ111� 
вход. Э - неинверт111ру�ощ111i.- вход, 4 - n"тa1-1r1e (-U11). б - во1ход. 
7 - питач111е (• Un) 

Общие рекомендации no применению 

Для устранения токов утечкм. которь1е могут nоевышать вход­
нь1е токи ОУ. плату. не которую распаивается ИС. необхо.аr1мо 
промыть спиртом для удаления остат(оВ флюса 

Замену ИС оее<о.,.е11Дуется производить топько nри откл,очен­
ных 111сточч111ках nмтачмя 

Воемя в теченr1е которого доnусl(Зется кооотl(ое замы�сание

выхода на «землю�t ИJ"IИ ,п111тание1t, не более 5 с 
Доnусl(ается работа ИС от источч111ков с 1-<есимметр1,,4чными 

наnря)l(еt-1111я-..111 rм,ания U'" * U112• np111 это,.. макс..-,..альное чаnря­
женме 1Ca)l(Дoro источ ... 1111Са зав111сит от уровня в.кодчого сиrналз и 
определяется из выражения 

0 Un,I. I И1121) > И-• 1.5 В. 

rде и_ - наnояжечr1е на выводах 2, 3 с учетом входного сигнала 
Допускается исr�ользовачие ИС от од1-1ого 111ст0ч1<ика питачия. 

npll'I этоt.t t<аnояжеч1,,4е на вь1водах 2. 3 с у,-tето,.. входного смrнала 
находится в 11редеJ"1ах 

IU11 -1,51) И2.1-> 1,5 В (для+ Un). 

IИn -1 51 > U2.,- > -1,5 В (для - Un). 

Максимальный вх-одной ток определяется уровнем входного 
диФферечциаnьчого смгнала и сопротивлечием внешнего резис­
тора R, на входе 

iехмд) = (Ид ех-0 7 В)/Rг nои И11 '") 0.7 В, 

где О 7 В - nаде-. ... е "аr,ря)!(ечмя на диодах. ВКЛ'Оченчь�х мехду 
вь1во,аам1,4 ОУ вчутри 111С 

Электрические параметры 

�ом111нальное чаnоя�е ..... е питания 
Максимальное в.ход><ое "аrщяжение 
t;апряжение смещечr1я t-уля при Un = t 15 В, 
Rн =10 кОм. 

КБ140УД14.А-4 
l(Б140УД14Б-4 

:t 15 В 
:t 12,77 В 

<; :t 2,5 мВ 
( :t 10 ,..в



Входной ток nри Un = :t 15 В,�= 10 кОм: 
КБ140УД14д-4 .......................... . 
КБ140УД14Б-4 .......................... . 

Разность входных токов nри Un = ± 15 В. 
�:>10 кОм: 

КБ140УД14А-4 ..........................• 
КБ140УД14Б-4 .......................... . 

Ток потребления: 
КБ140УД14А-4 ......... ................. . 
КБ140УД14Б-4 .......................... . 

Коэффициент усиления напряжения 
nрм Un = :t 15 В, Rн :> 10 кОм: 

КБ140УД14А-4 .......................... . 
КБ140УД14Б-4 .......................... . 

Входное сопротивление: 
КБ140УД14д-4 .......................... . 
КБ140УД14Б-4 .......................... . 

Коэффициент влияния нестабильности источ­
ника питания на напряжение смещения нуля 
nри Иn = ± 16,5 В, Rн = 10 кОм ............... . 
Скорость нарастания выходного напряжения 
nрм Un = :t 15 В, Rн .:t 10 кОм ................. . 
Температурный коэффициент разности входных 
10IQt nри Иn = :t 16,5 В: 

К&140УД14д-4 .......................... . 
К6140УД14Б-4 .......................... . 

Т емnературный коэффициент напряжения 
смещения нуля при Un = :t 16,5 В: 

К6140УД14д-4 .... ...................... . 
КБ 140УД 146-4 ......................... . 

< 2,5 нА 
< 10 нА 

-. О,З нА 
<2 нА 

< :t 0,615 мА 
< :t 0,816 мА 

> 30 МОм
> 10 МОм

< 100 мкВ/В 

:> 0,05 В/ МКС 

< ± 2,5 J1A , •с
< :t 10 нд ,·с

< :t 15 мкВ / ·с
< :t 30 мкВ / 0С 

Предеnь�о допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± (4,5 ... 16,5) В 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± (2,5 ... 18) В 
Входное синфазное напряжение при Un = :t 15 В, 
Uc•, 11x. mоц = :t Иn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < :t 7,5 В (эф.) 
Максимальный выходной ток . . . . . . . . . . . . . . . . . < 1,8 мА 
Емкость нагрузки . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 100 пФ 
Рассеиваемая мощность при Т= 70 •с . . . . . . . . < 125 мВт 
Статичесttий потенциал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 В 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . - 'О .•. + 70 °С 
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К140УД17А, К140УД17Б, КР140УД17А, 

КР140УД17Б 

Микросхемы представляют собой прецизионные операцион­
ные усилители с внутренней частотной коррекцией. Содержат 81 
интегральный элемент. Корпус К140УД17А. К140УД17Б типа 
301.8-2, масса не более 1,5 г, КР140УД17А. КР140УД17Б - типа 
2101.8-1, масса не более 0,5 r. 

cx--wнeil баnаt1Смро_. К140УД17, КР140УД17, К6140УД17, К6140УД17-4 

Я/ 161t ЯS /lя 

Uht 

яz 
., 

и., 
[> 

Vьi 

Схема nрецм:�ионноrо с:умммру,ощеrо ус:мите11R на 1<14ОУД17, 
КР140УД17, К6140УД17, КБ.140УД17-4 

Назначение выводов К140УД17 (А, Б) и КР140УД17 (А, Б). 1, 2-

балансировка; З - вход инвертирующий; 4 - вход неинвертиру­
ющий; 5 - напряжение питания (- Un); б - свободный; 7 - вы­
ход; 8 - напряжение питания (+ Un). 
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Электрические параметрь1 

Номинальное напряжение питания .... 
Максимальное выходное напряжение: 

К140УД17А, КР140УД17А .. ...... . 
К140УД17Б, КР140УД17Б ......... о#• 

Напряжение смещения нуля: 
К140УД17А, КР140УД17А ......... . 
К140УД17Б, КР140УД17Б ...... ....... . 

Диапазон синфазных входных наnрf!жений .. 
Входной ток: 

К140УД17А, КР140УД17А . .. 
К140УД17Б, КР140УД176 .. 

Разность входных токов: 
К140УД17А. КР140УД17А . . . ...... . 
К140УД17Б, КР140УД176 ... 

Ток потребления: 
К140УД17А, КР140УД17А ....... . 
К140УД176. КР140УД17Б .......... . 

Коэффициент усиления напряжения. 
К140УД17А, КР140УД17А ... ...... . 
К140УД17Б, КР140УД17Б ... ........... . 

Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений: 

К140УД17А, КР140УД17А .. 
К140УД17Б, КР140УД176 

Коэффициент влияния нестабильности источ­
ников питания на напряжение смещения нуля: 

К140УД17А, КР140УД17А 
К140УД17Б, КР140УД17Б 

Средний температурный дрейф напряжения 
смещения нуля· 

К140УД17А. КР140УД17А 
К140УД176, КР140УД176 . 

Средний температурный дрейф разности 
ВХОДНЫХ T()l(OB: 

К140УД17А, КР140УД17А ..... . 
К140УД176, КР140УД176. .. 

Максимальная скорость нарастания выходного 
напряжения ................... . 
Частота единичного усиления . . . 

± 15 В± 10% 

> ± 12 В
> ± 11,5 В

< 75 мкВ 
< 150 мкВ 
> ± 13 В

<±4НА 
< t 12 НА 

8' 3,8 нА 
< 6 нА 

<4 мА 
< 5 мА 

> 200 .10' 
> 120 10'

> 106 дБ
>94 дБ

>94дБ
> 90 дБ

< э мквt·с

< б мкВ/ •с

< 120 hA, ·с
< 200 нд1 °с 

> 0,1 В/мкс
> 0,4 МГц

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± (13,5 ... 16,5} В 
Максимальное входное дифференциальное 
напряжение . . . . . . , 7 В 
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Максимальное входное СИtiфазное 
наnр�)!(емие np-4 и,, =± 18 В . . . . . . . . . . . . . . .; ± 17 В 
Ма�<симальный выходной ток . . . . . . . . . . . . . . . ( б мА 
Статиuеский потенциал . . . . . . . . . . . . 100 В 
Температура о�<ружающей среды . . . . . . . . . . . -10 ... + 70 •с

КБ140УД17А-4, КБ140УД17Б-4 

Микросхемы представляют собой бескорпусные прецизион­
ные оnерацl'lонные усилители. Масса 0,004 г. 

Схема Вl{Люuения. а также схема балансировки аналогичны 
К140УД17 

НаЭ11ачение вь1водое: З - инвертирующий вход: 4 - неинверти­
рующий вход: 5 - напряжение питания (- Ип): 7 - выход; 8 - на� 
ПРЯ)l(ение ПИТ8Нlо4Я (+Ип), 

Общие рекомендации по применению 

Допускается работа ИС при Сн= 500 пФ, а также кратковре­
менное эакорачиваl-4ие выхода на общую шину или источник пита­
ния на время не более 5 с. Кроме того, допускается работа ИС от 
ист0чника с несимметричным напряжением; при этом суммарное 
наnряжеЩ11е r,итанl'!Я не должно превышать 36 В, а максимальное 
Un) U1x.rnu. + 2 В 

При установке ИС на маты необходимо предусматривать 
меры защ�,1ты входов ОУ от токов утечки (на плате должно быть 
предусмотрено токоулавливающее охранное кольцо. расnоло-­
жен11ое вокруг входов ИС). 

Электрические nараметрь1 

Максимальное выходное напряжение 
при Un = ± 15 В, Rн

= 2 кОм, Ur
= 10 В: 

КБ140УД17А-4 ......................... , ;., 11,75 В 
КБ140УД17Б-4 • . . .  . . . . . . . . . . .. .. . . . . • . . . ;., 11,48 В 

Максимальное синфазное входное напряжение 
nриUп =±15В,Rн=2кОм .•................ )±13В 
Напряжение смещения нуля при Un = ± 15 В, 
R,.

= 2 кОм. 
КБ140УД17А-4 .. . .. . .. . . . . .. .. . . . .. .. . .; ±75 мкВ 
КБ140УД17Б-4 ....................... .; ±150 мкВ 

Входной ток nри Un = ± 15 В, R.. =2 кОм: 
КБ140УД17А-4 ................... , . . . . . .; 4 нА 
КБ140УД176-4 . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .; 12 нА 
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Разность входных токов при Un = ± 15 В, Rн = 2 кОм: 
КБ140УД17А-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . < 3,8 нА 
КБ140УД17Б-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . < 6 нА 

Ток потребления при Иn = ± 15 В. Rн=2 кОм: 
К6140УД17А-4 . . . . . . . . .  . .. . .  . . .. . .. . . . < 4 мА 
К6140УД17Б-4 . . . . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . < 5 мА 
Коэффициент усиления при Иn = ± 15 В, 

Rt.=2 кОм: 
КБ140УД17А-4 .......................... ) 200-10' 
К6140УД17Б-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;.о 120 · 10' 

Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при Un = ± 15 В, Rн = 2 кОм, 
Ur

= 10 В (амnл.):
КБ140УД17А-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;.о 104 дБ 
К6140УД17Б-4 .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;.о 94 дБ 

Коэффициент влияния нестабильности источ-
ников nитания на напряжение смещения нуля 
при Un= t 15 В. Rн=2 кОм, Иr = t 1 В: 

КБ140УД17А-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 94 дБ 
КБ140УД17Б-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;.о 90 дБ 

Частота единичного усиления при Ц, = ± 15 В. 
Rм = 2 кОм, Ur

= 5 мВ (эф.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;.о 0,4 МГц 
Максимальная скорость нарастания выходного 
напряжения при Ин

= ± 15 В. Rн=2 кОм, 
Ur = t 5,5 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;.о О, 1 В/мкс 
Температурный коэффициент напряжения 
смещения нуля при Иn = :t 15 В. Rн =2 кОм: 

КБ140УД17А-4 .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . < ± З мкВ/ •с
КБ140УД17Б-4 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . < t 6 мкВ/ ·с

Темnературнь,й коэффициент разности 
входных токов при Un = t 15 В, Rн=2 кОм: 

КБ140УД17А-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < :t 120 нА / 0С 
КБ 140УД� 76-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < t 200 нА / 0С 

Предельно допустимые режимы эксмуатации 

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ± (13,5 ... 16,5) В 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± (3 ... 18) В 
Входное дифференциальное напряжение . . . . ( 7 В 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 30 В 
Входное синфазное напряжение . . . . . . . . . . . . . , ± 17 В 
Максимальный выходной ток . . . . . . . . . . . . . . . . , 6 мА 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 мА 
Статический потенциал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 200 В 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . -10 ...... 70 °С 
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КР140УД18 

МиlфОСхема представляет собой широкополосный операци­
онный усиnитель средней точности с повышенным быстродей­
ствием, малыми входными токами, внутренней частотной коррек­
цией и полевыми транзисторами на входе. Изготовлена no совме­
щенной бипоnярно-nолевой техноnогии. Содержит 57 интеграль­
ных эnементов. Корпус типа 2101.8-1, масса не более 0,5 r. 

Усnоеное rрафичес«ое oбo»taЧtlW КР140УД 11 

Назначение выводов: 1, 5 - балансировка; 2 -вход инвертиру­
ющий; Э - вход неинвертирующий; 4 - напряжение питания (- Un): 
б - выход; 7 - напряжение питания (+ Un), 8 - свободный. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ............ . 
Максимальное выходное напряжение ......... . 
Напряжение смещения нуля .................. . 
Входной ток ................................ . 
Разность входных токов ...................... . 
Ток потребления ............................ . 
Коэффициент усиления напряжения .......... . 
Коэффициент ослабления синфазных напряжений 
Коэффициент влияния нестабильности источ-
ника питания на напряжение смещения нуля ... . 
Частота единичного усиления ...... : ......... . 

:t: 15 В :t: 10% 

>t 11,5 В
< 10 мВ
< 1 нА
< 0,2 нА
<4мА
> 50-10

1 

>80 дБ

>80 дБ
> 1 МГц

Предельно допустимые режимы �смуатацнн 

Максимальное напряжение питания ........... . 
Максимальное входное дифференциальное 
напряжение ................................ . 
Максимальное входное синфазное напряжение 
Статический rютенциал ...................... . 
Teмnepa'fYP8 окружающей среды ............. . 

t 16,5 В 

< ±24 В 

< t 10,5 В 
100 В 
-10 ... + 10 •с
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КР140УД20А,КР140УД20Б,КМ140УД20 

Микросхемы представляют собой сдвоенные (двухканальные) 
оnерационньIе усилители средней точности с внутреttней частотной 
корреl(Цией и защитой входа от короткоrо эамыкания. Содержат 82 
интеrральных элемента. Корпус КР140Уд20 (А, Б) типа 201.14-1, 
масса 1,1 r, КМ140УД20 - типа 201.14-10, масса не более 2 г. 
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Схема aнewнeil ц- баnансмронм кР1.ЮУД20, КМ14оУД20 

Назначение выводов: 1 - вход инвертирующий 1: 2 - вход 
неинвертирующий 1: З, 4- балансировка 1-ro канала: 4 - ..аnря­
жение питания (- Un): 5, 8 - балансировка 2-ro канала; б - вход 
неинвертирующий 2; 7 - вход инвертирующи� 2; 9 - наnряжеtiие 
питания (+ Un) 2-го канала; 10 - выход 2; 12 - выход 1; 13 -
напряжение питания (+ Un) 1-ro канала. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания 
Максимальное вьIходное наnряжен1-1е 

± 15 В 

:> ± 1 1,5 Впри Un = ±15B, Ur = ±0,1 В, Rн =2к0м . 
Д иапазон синфазных входных наnряже14t1й 
при Un = ± 15 В .. .. :> :t:12 В 
Напряжение смещения нуля при Un = t 15 В,

Rн =2 кОм: 
КР 140У Д20А . . . . . . . . . . . .. .. . 
КР140УД20Б. КМ140УД20 . . . . . . . . ........ . 

Входной ток при Un = :t 15 В, Rн = 2 кОм. 
КР 140У Д20А . . . . . . . 
КР140УД20Б, КМ140УД20 . . . . . .... .. . 

Разность входных токов nри Un = ± 15 В,
R,. =2 кОм· 

КР 140У Д20А . 
КР140УД20Б, КМ140УД20 
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Ток r,отребления при Un = :t 15 В, Rн = Z кОм . . .. . < 2,8 мА 
Нормирование напряжения шума при Иn = t 15 В, 

Kv.u= 10, Rr
= 100 Ом, f= 1 кГц ................ 18 нВ/ .JГц 

t<оэффициент усмnения напряжения 
при Un = :t 15 В, R"= 2 кОм: 

КР140УД20А . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . • . > 50, 10
1 

КР140УД20Б, КМ140УД20 . . .. . . .. . . . . . . . . . . > 25 · 108 

Коэффициент ослабления синфазных входных 
ttапряжений при Иn = :t 15 В. Rн = 2 кОм, 
Ur = :t 10 В {эф.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 70 дБ 
Коэффициент влияния нестабильности источ. 
ников питания на напряжение смещения нуля 
при Un

= :t 15 В, Rн= 2 кОм, Ur
= t 1 В .......... < 150 мкВ/В 

Максимаnьная скорость нарастания выходного 
напряжения при Un = :t 15 В. �= 2 кОм, f= 50 кГц, 
t., »= ten=1 мкс, Q=2 . . ..................... > 0,3 В/мкс 
Частота единичноrо усиления при Ип = :t 15 В, 
R .. =2 кОм, U1x =50 мВ (эф.) .... .............. ) 0,5 МГц 
Входное сопротивление при Un = :t 15 В, 
R11

= 2 кОм: 
КР140УД20А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 0,5 МОм 
КР140УД20Б. КМ140УД20 . . . . . . . . . . . . . . . . . ) О,Э МОм 

Предельно допустимые режимы ,ксnnуатации 

Напряжение питания . . . ....... ............ . 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Входное дифференциальное наnрRЖение ..... . 
в преде1'ыюм режиме ....................... . 
Синфазные входные напряжения при Un = :t 15 В 
в предельном режиме ....................... . 
Максимальный выходной TOtC •..•••.••••.•••••• 
в предельном режиме ....................... . 
Максимальная емкость нагрузки в предельном 
режиме .................................... . 
Статический потенциал .............•......... 
Температура окружающей среды: 

КР140УД20А. КР140УД20Б .......•......... 
КМ140УД20 .............................. . 

КБ 140УД20-4 

:t (13,5 ... 18) В 
t(S ... 18) В 
(78 
<30 В 
14,5 В 

:t 15 В 
(9 мА 
< 10 мА 

С 1000 пФ 
100 В 

-10 ... +10 ·с
-40 ... +85 ·с

Микросхема представляет собой бескорпусный сдвоенным 
операционный усилитель средней точности. 

Схема внешней балансировки аналогмчна КР140УД20(А, Б). 
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На3"ачеюtе еыводов: 2 - инвертирующий вход: З - неинверти. 
рующий вход; 4 - напряжение питания {- Un): 6 - выход; 7 - на­
пряжение питания{+ Un). 

Электрические параметры
Максммальное выходное напряжение 
nри Un = :t: 15 В, Ur =±О, 1 В, Rн

= 2 кОм ........ . 
Напряжение смещения нуля при Un = ± 15 В, 
Rн = 2 кОм .................................. . 
Максимальное синфазное входное напряжение 
при Un = t 15 В .............................. . 
Входном ток nрм Un = :t 15 В, Rн = 2 кОм ........ . 
Разность еходных токов при Un = t 15 В, Rн = 2 кОм 
Ток потребления при Un = t 15 В, Rн = 2 кОм .... 
Коэффициент усмnения напряжения 
nри Un = :t 15 В, Rн • 2 кОм ...........•........ 
Коэффициент ослабления синфазнык в ходных 
напряжений при Un = t 15 В, Ur = t 1 О В (эф.),
Rн=2 кОм .................................. . 
Коэффициент влияния нестабильности источ­
ников питания на напряжение смещения нуля 
при Un = t 15 В, Ur = t 1 В, Rн = 2 кОм ......... . 
Частоте единичного усиления при Un = t 15 В, 
Un=50 мВ (эф.), Rн

= 2 кОм .................. . 
Входное сопротивление ...................... . 
Максимальная скорость нарастания выходного 
напряжения при Un = t 15 В, Ur = t 5,5 В, 
Rн=2 кОм .................................. . 

) 11,5 В 

<6 мВ 

> 12 В
<200нА 

<50 нА 
< 2,8 мА 

) 25-101 

> 70 дБ

< 150 мкВ/В 

> 0,5 МГц
)0,Э МОм

> 0,3 В /мкс

Предельно допусти мые РеJJСММЫ 3ксмуатацми

Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t (13,5 ... 18) В 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t (5 ... 18,5) В 
Входное дифференциалъное напряжение . . . . . < 7 В 
Входные синфазные напряжения . . . . . . . . . . . . . < ± 14,5 В 
Максимальный выходной ток . . . . . . . . . . . . . . . . . < 9 мА 
Максимальная емкость нагрузки . . . . . . . . . . . . . . < 1 ООО пФ 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . - 45 ... + 85 •с 

К140УД22,К140УД2201,КР140УД22 

Микросхемы представляют собой операционные усилители 
средней точности с повышенным быстродействием, малыми 
входными то«ами и внутренней частотной ,соррекцией. Изrотовле-
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ны по совмещенной биrюлярно-nолевой технолоrии. Содержат 57 
интегральных элементов. Корпус К140УД22 типа 301.8-2, масс� 
не более 1,5 r, К140УД2201 - типа 3101.8-1, КР140УД22 - типа 
2101.8-1, масса не более 1,3 r. 

s----

• 

Схема aнewнell C!ana1teмpo11t11 К140УД22 

Назначение выводов К140УД22: 1 - свободный; 2, в - ба· 
лансироека; З - вход инвертирующий; 4 - вход неинвертирую­
щий; 5 - напряжение питания (- Un): 7 - выход; 8 - напряжение 
питания {+ U,.). 

Общие рекомендации по ПJ)6'1менению

При уста.1овке ИС на маты необходимо предусматривать 
меры защиты входов ОУ от токов утечки, появление которых 
обусловлено разностью потенциалов между выходами и соседни· 
ми токоулавливающими шинами. 

Входной ток и разность входных T()l(()B удваиваются с увели­
чением температуры на каждые 10 •с. Максимальное значение 
входного тока можно определить из выражения: 

'•х.-•-, /ах • 2У,к
lТ

' 

где Рr-м - рассеиваемая ИС мощность, Вт; R., - тепловое 
сопротивление кристам-среда. Для уменьшения входных токов и 
снижения их разности до требуемого значения рекомендуется ис­
пользовать теплоотвод. 

Электрические параметры 

Номинапьное напряжение питания . . . . . . . . . . . ± 15 В± 10% 
Максимальное выходное напряжение . . . . . . . . ) ± 11 В 
Максимальное синфазное входное напряжение ) :1: 10 В 
Напряжение смещения нуля . . . . . . . . . . . . . . . . . < 10 мВ 
Входной ток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,2 нА 
Разность входных токов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,05 нА 
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Tol( nотребnения . 
КоЭФфициент усиления наnря)l(еt1ия 
КоЭффициечт ослабления синфаэнь,) 
напряжений 
КоЭффициент влияния нестабильности "с1'оч­
ника питания на напряжение смещения иуля 
Максимальная скорость нарастания выход1-Юrо 
напряжения 
Время установления выходного наnря)l(ения 
Температурный дрейф напряжения смещен..u1 
нуля .. . 
Частота едW1ичного уси.nения 

< 10 мА 
) 50 10

8 

)80дБ 

;;.во дБ 

;;. 7,5 В/мкс 
, 0,5 мкс 

10 мкВ 1•с

5 МГц 

Предельно допустимые режимы :tксмуатацим 
/ 

Напряжение питания . . . . . . . . ± (13,5 .•. 16,5) В 
в предельном режиме . . . . . . . . ± (5 ..• 18) В 
Максимальное входное дифференциальное 
напряжение . ........ . 
в предельном режиме 
Максимальные входные синфазные напряжения 
в предельном режиме 
Ток нагрузки . ..... .. .. 
Сопротивление нагрузки 
Емкость нагру3ки .... .. . . 
Время короткоrо замыкания no входу 
Статический потенциал . . . . . . . . . . . . . ... 
Температура окружающей среды 

К140УД23 

(20 В 
, 30 В 
< ::t:10 В 
, ::t:16 В 

< 10 мА 
,112 кОм 
, 500 nФ 
,5с 
100 В 
-10 ... +10 •с

Микросхема nредставnяет собой быстродействующий оnера-
1,tИонный усилитель с малыми входными токами, полевыми тран­
зисторами на входе и внутренней частотной коррекuией. Изrотов-
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ленв по совмещенной биполярно-полевой техноnогми. ОТ 
К140УД22 отличается более выссжой скоростью нарастания вы­
ходного напряжения и частотой единичного усиления. Корпус 
типа 301.8-2, масса не более 1,5 г .  

Назначение выводов: 2,  6 - балансировка; Э - вход инвер­
тирующий; 4 - вход неинвертирующий; 5 - напряжение питания 

(- Un): 7 - выход; 8 - напряжение питания(+ Un). 

Общие рекомендации по применению 

При установке ИС на платы необходимо предусматривать меры 
защиты входов ОУ от токов утечки (защитное токоnроводящее коль­
цо е виде печатной дорожки, расположенной вокруг входов ИС) 
Собственная резонансная частота ИС не более 1000 Гц. 

Допускается короткое 3амыквние по выходу на время не бо­
лее 5 с 

Входной ток разность входных ток6в удваиваются с увеличе­
нием температуры на каждые 10 •с. Установившиеся �начения 
входного тока и разность входных токов определяются из выра­
жений. 

la,c, '/СТ _, 1.,. . z-.,,.,_ /tt 'С' 

д la,c, уст " д lax 
· z-�ec 1" 'С, 

где Rт - темовое сопротивление кристаn.n-<:реДа (200 •с / Вт); 
Р,Ас - рассеиваемая мощность. 

Для уменьшения входных токов и их разности до требуемого 
�ачения ре1<омендуется использовать темоотеод. Допускается 
работа ИС от источника с несимметричным питанием, nри этом 
суммарное напряжение не должно nревыwать 36 В, а минималь­
ное - не менее 5 В. Допускается работа ИС от одного источника; 
при этом напряжение на выводах 3 и 4 с учетом входного сигнала 
находится в пределах:, 

(Un - 2,5 В) ) U1, • ) 2,5 В (для + Un); 

(Иn + 2,5 В) < Ui,• .i. - 2,5 В (для -U11). 

Электрические параметры 

Максимальное входное напряжение: 
при Un = ± 15 В, Rн=10 кОм . . . . . . . . . . . . . . . ) ±12 В 
nри Иn 

= ± 13,5 В, Rн= 2 кОм . . . . . . . . . . . . . . ) ±10 В 
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Напряжение смещения нуля nри Un = :t 15 В, 
Rм=2 кОм ................•................ < 10 мВ 
Максимальное синфазное входное напряжение 
при Un = :t 15 В. Rн

= 2 кОм . . . . . . . . . . . . . . . . . • > :t10 В 
Входной ток nри Un = :t 15 В, Rм

= 2 кОм . . . . . . • < 0,2 нА 
Разность входных токов nри Un = :t 15 В. 
Rн = 2 кОм .......... .......•...... ......... < 0,05 нА 
Ток потребления nри Un = :t 15 В, Rн = 2 кОм . . < 10 мА 
Коэффtщиент усиления напряжения 
при Un = :t 13,5 В, Rн= 2 кОм . . . . . . . . . . . . . . . . ) 25-10' 
Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений при Un = :t 15 В. Rн = 2 кОм . . . . . . . ) 80 дБ 
Коэффициент влияния нестабильности источ-
ника питания на напряжение смещения нуля 
при Иn = t 15 В, Rн = 2 кОм . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 60 дБ 
Максимальная скорость нарастания выходного 
напряжения nри Un = :t 15 8, Rн = 2 кОм . . . . . . . > 30 В/ мкс 
Время установления выхс,дного напряжения 
при Un = :t 15 В, Rн = 2 кОм . . . . . . . . . . . . . . . . . . < О, 75 мкс 
Частота единичноrо усиления 
при Un=t 15 В, Rн= 2 кОм .................. > 10 МГц 
типовое значение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 МГц 

Предельно допустимые режимы экспnуатац�н 

Напряжение питание ...................... . 
в предельном режиме ..................... . 
Синфазные входные напряжения ........... . 
Входное дифференциальное напряжение ... . 
Максимаm.ный ток наrрузки ............... . 
Сопротивление нагрузки .................. . 
Температура окружающей среды ........... . 

КБ140УД23-4 

:t (13,5 ... 16,5) В 
t (5 .•. 16) В 
< :t 10 В 
<ЭО В 
<8 мА 
)2 кОм 
-10 ... + 1о·с

Микросхема представляет собой бескорпусный операцион­
ный усилитель средней точности, с малыми входными токами 
Изготовлена по совмещенной биполярно-полевой технологии. 

Схема внешней балансировки соответствует К140УД23. Со­
противление резистора R, = 220 кОм :1: 10%. Допускается исполь­
зовать ИС при R, = 20 кОм. 

Назначение выводов: З - вход инвертирующий; 4 -вход неин­
вертирующий; 5 - напряжение питания (+ Un); 7 - выход; 8 - на­
пряжение питания {- И,J. 
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Общие рекомендации по применению 

При установке ИС на платы необходимо nредусматриеать 
меры защиты входов ОУ от токов утечки. 

Входной ток и разность входных токов удваиваются с увели­
чением температуры на каждые 10 •с. Установивwееся 3Начение 
исходного тока и разность входных токов определяются М3 выра­
жений: 

fex, УСТ ,_ fu '�,ecltt 'С• 

дlах,Уст • дl1x·-jtJ",ec' 11 -c,

где Rт - теnповое соnротивnение кристам-среда (200 -С / Вт); 
Р,,.с - рассеиваемая мощность. 

Для уменьшения входных тсжое и их разности до требуемоrо 
значения рекомендуется использовать теnrюотеод. 

Допускается работа ИС от источника с несимметричным на­
пряжением; при этом суммарное напряжение не доnжно превы­
шать зв В. е ми.u1мальное - не Metiee 5 8. 

При U1x, с. > U8x, c•, 111u на выводе 7 устанавливается положи­
тельное напряжение, сооеетствующее U8WII,-· 

Допускается работа ИС от одноrо источника питания: nри 
этом напряжение на выводах 3 и 4 с учетом входного смrнала на­
ходится в пределах: 

(Un - Э,5 В) > U1, • > 2,5 В (Для + Un); 

(Un + Э,5 8) <и.,.> -2,5 В (Для - Un). 

Работоспособность микросхемы сохраняется при Un = :t 5 В. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания . . . . . . . . . . . :t 15 В 
Максимальное выходное напряжение 
при Un=:t 15 В, Rн = 2 кОм .................. > 11 В 
Напряжение смещения нуля при Un = :t 15 В, 
Rн = 2 кОм ........•...•.................... < 9,9 мВ 
Входной ток при Un = :t 15 В, Rн = 2 кОм . . . . . . . < 0,22 нА 
Разность входных токов при Un = :t 15 В, 
Rн

= 2 кОм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,056 нА 
Ток потребления при Un = :t 15 В, Rн= 2 кОм . • < 10 мА 
Коэффициент усиления напряжения 
при Un = :t 15 8, Rн = 2 кОм . . • • . .. . • . . . .. . • . • > 25 · 101 
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Частота единичного усиления пр111 Un = :t 15 В, 
Rн

= 2 кОм. Ur=SO мВ (эф.), Сн < 15 пФ . . . . . . > 10 МГц 
Максимальная скорость нарастания выходного 
напряжения nрм Un = :t 15 В, Rн

= 2 кОм, 
f=67 кГц ... ......................... .. . > 30 В/мкс 
Коэффициент ослабления синфазных входных 
напряжений nри Un = :t 15 В, Rн = 2 кОм . . . . . . . ) 80 дБ 
Коэффициент влияния нестабильности источ-
ников питания на напряжение смещения нуля 
при Un = :i: 15 В, Rн = 2 кОм . . . . . . . . . . . . . . . ) 80 дБ 
Спектральная мотность шума на частоте 
1 кГц, Un = :i: 15 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 нВ / {гц 

Предельно допустимые режимы �ксnлуатации 

Напряжение питания ...................... . 
в предельном режиме ..................... . 
Синфазные входные напряжения ........... . 
в предельном режиме ..................... . 
Входное дифференциальное напряжение ...• 
Ток нагрузки . . . . ................... . 
Сопротивлеtiие нагрузки .......... ...... . 
Время короткого sамыкания по выходу 
Статический потенциал .............. . 
Температура сжружающеiil среды 
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:t (13,5 ... 16,5) В 
:t 18 В 
< :i:10 В 
:t 16 В 
<ЗОВ 

<8 мА 
> 2 кОм
<Sc 

2008 

-10 ... + 10 ·с



Серия К141 

Состоит из типов К141РМ1, К141РМ2, К141РМЭ и совместно с 
ИС серии К155 предназначена для работы в устройствах с макси• 
мальной частотой обращения в цикле записи и считывания 
2,5 МГц. ИС К141РМ1 представляет собой матрицу запоминаю­
щих устройств (ЗУ) емкостью 32 бита (8 слов х 4 разряда). Содер­
жит 320 интеrральных элементов. ИС К141РМ2 представляет со­
бой матрицу ЗУ ем1<остью 16 бит (4 словах 4 разряда) с выходом 
адресной шины на вывод З. Содержит 160 интеrральных элемен­
тов. ИС К141РМЗ представляет собой матрицу ЗУ ем1<остью 16 
бит (4 словах 4 разряда) с выводом адресной шины на вывод 10. 
Содержит 160 интегральных элементов. 

ИС К141РМ1, К141РМ2 и К141РМЭ имеют корпус типа 201.14-1, 
масса не более 1 r. 

XliPt 
xz 
Yf Р2 
yz 

Y.J pJ 
У• 

YS P-t 

Усnоаное rрафическое Q6о,наченме К141РМ1, К141РМ2, К141РМЭ 

Наз начение выводов: 1 - разряд Р4; 2 - разряд РЗ; 3 - раз­
ряд Х2; 4 - подложка; 5 - напряжение питания; 6 ,_ адрес У 4; 
7-sдрес УЗ: 8- адрес У2: 9- адрес У1; 10-адрес Х1; 11-
разряд Р2; 12- разряд Р1; 13- напряжение питания; 14- уста·
новка лоr. О У5.

Общие рекомендации no применению 

Не рекомендуется подведение каких-либо электрических сиt·· 
налов (в том ч1-1сле ш�01 «питаtiие» и «земля») к корпусу и выво­
дам ми1<росхем. используемых соглвсно электрической схеме. 
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При ремонте аппаратуры и измерении параметров микросхем в 
контактирующих устройствах замену ИС необходимо производить 
только при отключенных источник.ах питания. При эксплуатации 
микросхемы К141РМ1 используются все выводы, nри эксплуата­
ции микросхемы К141РМ2-выводы 10 и 13; у микросхемы 
К141РМЗ выводы 3 и 5 не имеют функционального назначения и 
не используются. 

Электрические параметры 

Номинальное напряжение питания ........ . 
Ток считывания лог .1 no разрядной 
шине/� .......... .................... . 
Ток записи no wмне установки нуля ....... . 
Ток утеч�см .............................. .

Токи в едреснь�х шинах при лоr. 1 на d,Црес-
ных wмнах /� ........................... . 
Ток считывания лог. 1 по разрядной uмне t С4 
Ток считывания лог. О по разрядной шине f с.е 
Ток записи по разрядной шине /1,,, ..•....•. 
Токи в адресных шинах при лоr. О на адрес-
ных шинах /' к . . .................•........ 
Емкость разрядной шины . . . . . . . . . . . . . . . . 
Температуре окружающей среды ......... . 

З В :t 5% 

-450 ... -1000 мкА

< -10мА

<5 мкА

<300 мкА 

> -ЗОО мкА

<-40 мкА

<-12 мА 

< -15 мА 

<26 пФ

-10 ... + 10
°
с



Серии К142, КБ142, КР142 

Микросхемы серий К142, КБ142, КР142 - стабилизаторы на­
пряжения (СН). Они используются во вторичных источниках элек­
троnитания (ИВЭП) и служат для обеспечения sеданноrо качест­
ва и стабильности выходных напряжений и токов, сrлаживания 
пульсаций вне зависимости от характера изменения параметров 
первичных источников питания и друrих дестабилИ3Ирующих 
факторов. Стабилизаторы напряжения nодраздеnяются по при­
нципу действия на параметрические, компенсационные и импуль­
сные (ключевые). 

Параметрические стабилизаторы - sто нелинейные оrрани­
чители значений стабилизирующеrо параметра (например, на ос­
нове стабилитронов). 

Стабилизаторы напряжения комnенсационноrо типа состоят 
из регулирующего элемента (обычно мощного одиночного или со­
ставного транзистора), усилителя сиrнала рассогласования (сиг­
нала ошибки). источника onopнoro (эталонного) наnря,кения и 
схемы сравнения (делителя напряжения). Они nодра:tДеляются 
на СН с фиксированным и регулируемым выходным напряжени­
ем. К последним относятся также СН свзвешенноrо• типа или с 
«плавающим» потенциалом (универсальные), в которых исполь­
зуется внешний делитель, что позволяет в широких пределах ре­
гулировать выходное напряжение. 

Стабилизаторы напряжения могут быть однополярные (nоло­
Юtтельные или отрицательные) и двухnолярные, обеспечивающие 
одновременно как положительное, так и отрицательное выходное 
напряжение, причем изменение выходного напряжения одной пол­
ярности автоматически приводит к такому же (по абсолютной ве­
личине) изменению выходного напряжения другой полярности. 

С помощью внешних элементов в СН можно изменять значе­
ния выходных напряжений или увелкчивать входные токи, приме­
няя мощные транзисторы. 

При работе СН возможны критические режимы, поэтому они 
могут иметь защиту от короткого замыкания, переrруэок по току, 
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напряжению или мощности и темовую защиту. Дnя мщиты реrу­
лирующих транзисторов при токе нагрузки, превышающем допус­
тимое значение, применяется схема защиты, которая переводит 
эти транзисторы в закрытое состояние и обеспечивает ограниче­
ние выходноrо тока. 

Наиболее универсальным видом защиты является тепловая за­
щита, автоматичес1СИ отmючающая СН при neperpeee кристама 
независимо от причины перегрева. В качестве термочувствительных 
элементов исnолЬ3УЮтся транзисторы, расположенные непосред­
ственно вб/1иэи реrулирующих транзисторов. Пока температура 
кристалла меныuе критической, транзисторы схемы защиты закры­
ты и не влияют на рабо-rу СН. Если температура кристалла nревы­
wает �сритическую (150 ... 175 "С), то ток транзисторов - датчиков 
темпераtурЫ J)8m) возрастает, транзисторы мщи,ы ОТlфЬlваются и 
база реrулиР','IОЩ8Го транзистора соединяется с корпусом, т. е. про­
исходит ero 3811ирание. При этом выходной ток уме, м wается до тек 
пор. пока температуре кристалла не уменЬЦJИТСЯ.

В состав серий К142. КР142 входят типы: 
К142ЕН1 (А- Г), КР142ЕН1 (А- Г)- стабиnиэаторы напря­

жения с реrулируемым выходным напряжением положительной 
полярности З ... 12 В, током нагрузки до 150 мА, с защитой от ко­
роткоrо замыкания и nерегруюк по току; 

К142ЕН2 (А- Г), КР142ЕН2 (А- Г)- стабиnиэаторы напря­
жения с реrулируемым выходным напряжением положительной 
полярности 12 ... ЭО В, ТОJСОМ нагрузки до 150 мА. с защитой от ко­
роткого замыкания и nерегруюк по току; 

К142ЕНЗ (А, Б)- мощные стабиnизаторы напряжения с реrу­
лируемыu выходным напряжением положительной полярности 
Э ... ЗО В, током нагрузки до 0,75 и 1 А, с защитой от neperpy:юt( и 
перегрева; 

К142ЕН4 (А, Б)- мощные стабилизаторы напряжения с реrу­
лируемым выходным напряжением положительной полярности 
3 ... 30 В, током нагрузки до 0,75 и 1 А, с защитой от перегрузок и 
перегрева; отличаются  от К142ЕН3 значением остаточного на­
пряжения; 

К142ЕН5 (А- Г). КР142ЕН5 (А- Г)- мощные стабилизато­
ры наnряжеt1ия с фиксированным выходным наnряженист поло­
жительной полярности 5 и 6 В. током нагрузки до 1,5 ... Э А. с защи­
той от короткоrо замыкания и перегрузок по току; 

К142ЕН6 (А-Е)- двухполярные стабилизаторы напряже­
ния с фиксированным выходным напряжением t 15 В и током 
нагрузJСИ до 200 мА; 

К142ЕН8 (А- Е). КР142ЕН8 (А- Е)- мощные стабилизато­
ры напряжения с фиксированным выходным напряжением поло­
жительной полярности 9,12 и 15 В, током нагрузки до 1 и 1,5 А, с 
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защитой от короткого замыкания, перегрузок по току и перегрева 
К142ЕН9 (А- Е), КР142ЕН9 (А- Е)- мощные стабилизато­

ры напряжения с фиксированным выходным напряжением 20, 24 
и 27 В, током нагрузки до 1 и 1,5 А, с защитой от перегрузок по 
току и перегрева; 

КР142ЕН12 (А,Б), КБ142ЕН12-2- мощные высоковольтные 
стабилизаторы напряжения «взвешенного• типа с реrулируемым 
выходным напряжением положительной полярности от 1,2 до 
57 В, током нагрузки до 1 и 1,5 А, с эащитой от nерегрузсж no току; 

К142ЕН14- стабилизатор напряжения с реrулируемым вы­
ходным напряжением положительной полярности от 2 до 37 В и 
током нагрузки до 150 мА; 

К142ЕН 15 (А,Б) - двух полярные стабилизаторы напряжения 
с фиксированным выходным напряжением± 15 В и током нагруз­
ки 0,1 и 0,2 А; отличаются от К142ЕН6 типом корпуса; 

К142ЕН17 (А, 8)-стабиnиэаторы напряжения с фиксированным 
выходным напряжением, малым падением напряжения (О,З В); 

К142ЕН18 (А. В)- стабилизаторы напряжения с реrулируе­
мым выходным напряжением отрицательной полярности от - 1,2 
до - 26,5 8 И выходным током до 1,5 А; 

КР142ЕН 19 -регулируемый стабилизатор напряжения nа­
раnлельноrо типа (интегральный аналог стабилитрона); 

К142ЕП1 (А. Б), КР142ЕП1 (А. Б), КБ142ЕП1-4- схемы уп­
равления импульсными стабилизаторами напряжения с частотой 
коммутации до 100 и 300 кГц и коммутируемым током до 0,2 А; 

К142НД 1 - диодная мостовая схема выпрямления; 
К142НД2 - 4 диода с общим катодом; 
К142НДЗ - 4 диода с общим анодом; 
К142НД4 - две цепи из двух последовательно соединенных 

диодов; 
К142НД5- матрица из 4 диодов. 

К142ЕН1А, К142ЕН1Б, К142ЕН1В1, К142ЕН1Г, 

КР142ЕН1д, КР142ЕН1Б, КР142ЕН1В, КР142ЕН1Г, 

К142ЕН2А,К142ЕН2Б,К142ЕН2В,К142ЕН2� 

КР142ЕН2А,КР142ЕН2Б,КР142ЕН2В, 

КР142ЕН2Г 

Микросхемы представляют собой стабилизаторы напряже­
ния компенсационного типа с регулируемым выходным напря­
жением положительной полярности 3 ... 12 В (К142ЕН1 (А-Г), 
КР142ЕН1 (А-Г)) и 12 ... 30 В (К142ЕН2(А-Г), КР142ЕН2(А-Г)) 

15 ..... t,?4 449 



и током нагрузки 150 мА. Имеют защиту от короткого замыкания и 
nереrруэок и схему дистанционного выключения внешним сиrна. 
лом. Для регулировки выходного напряжения применяется внеш. 
нмй делитель. Для повышения стабильности в К142ЕН2 (А-Г), 
КР142ЕН2 (А- Г) предусмотрен вывод для подключения внут. 
реннеrо источника опорного напряжения к внешнему истачttику 
питания. Содержат 24 интегральных элемента. 

Корпуса К142ЕН1 (А-Г) и К142ЕН2(А-Г} типов 402.1&-7 и 
4112.16-15, КР142ЕН(А-Г) и КР142ЕН2(А-Г)-тиnа 2102.14·1. 
Масса микросхем в корпусах 402.16·7 и 4112.1&-15 не более 1,4 r, 
в корпусе 2102.1�1 - не более 1,2 г. 
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OcltO ,ные схемыеКЛ1Оченмя К142ЕН1 (А-Г). 1<142ЕН2 (А-Г)(а) кКР142ЕН1 (А-Г), 
ICP142EH2 (А-Г) (б)· R1, R2-,11елитель выхо,11ноrо напряжения: RЗ- реэмс�ор на­
rру:,ки: С1, С2-ко�рующие конАенсаторы; СЗ, С4--од- конденса?ОРЫ 
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Назначение выводов· К142ЕН1 (А-Г) и К142ЕН2 (А-Г): 2 -
фильтрация; 4 - вход 2; б - опорное напряжение; 8 - общий 
(- Ип); 9 -выключатель; 10, 11 -защита по току; 12 -регули­
ровка выхода; 13 -выход 1; 14 -выход 2; 16 -вход 1. 

КР142ЕН1 (д-Г) и КР142ЕН2 (А-Г): 1, 2 -защита по току; 
З -обратная связь; 4 - вход дифференциального усилителя; 5 -
опорное напряжение; 6, 9 - не используются; 7 - общий (- Иn); 
В-выход 1; 10 -вьlход 2; 11 -вход 2; 12 -вход 1; 13 -кор­
рекция; 14 - выключатель. 

Общие рекомендации по применению 

Крепление ИС к печатной плате осуществляется методом 
распайки выводов корпуса. При этом радиатор также распаивается: 

к металлической теnлоотводящей шине, закрепленной на пе­
чатной плате,- в случае использования дополнительного тепло­
отвода, 

к печатной плате -без использования дополнительного теп­
лоотвода. 

Формовка выводов ИС не допускается. 
Металличес1<ая шина или печатная плата должна быть изоли­

рована как от «+• и «-» входного и выкодноrо нз.пряжений, так и 
от заземления (общего вывода). Контакт корпуса ИС с токопрово­
дящими и заземленными элементами аnпарвтуры не допус­
кается. 

Допускается заземление (соединение с общим выводом) как 
«+11, так и«-» выходного напряжения ИС; при этом с+• и«-• вы­
ходного напряжения (аккумулятора, выпрямителя, фильтра) 
должны быть изолированы от заземления (общего вывода). 

Не рекомендуется подведение каких-либо электрических сиг­
налов, в том числе шин «питание» и «земля» к незадействован­
ным выводам корпуса ИС.

Разрешается производить монтаж ИС 2 раза, демонтаж 
1 раз. 

При любых условиях эксплуатации минимальный ток делите­
ля равен 1,5 мА ±15%. После пребывания ИС nри напряжениях, 
меньшик Ивх. м�н, Ивых, -· их работоспособность не нарушается. 

Разрешается использовать К142ЕН1 (А-Г) и КР142ЕН1 
(А-Г) при И8х,мtн = 5,5 В в схеме с дополнительным источником 
питающего напряжения, превышающим 9 В, а К142ЕН2 (А- Г) 
КР142ЕН2 (А-Г) - при выходных напряжениях до Иаых.м�м = 3 В 
(при этом электрические параметры и условия эксплуатации ос­
таются в пределах норм, указанных в технических условияк для 
диапазона И8ых = 12 ... 30 8). 

Ниже приводятся некоторые варианты включения микросхем. 
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Основные схемы включения К142ЕН1(А-Г), K142EH2(A-f) (а) · схемы 111<Люченмя 
'<Р142ЕН1(А-<), KP142EH2(A..f") (б) с .нутреннеil 31ЩИТоil от короП<ИХ �амыканиil: 

R4 = 0,7 В /0,35 мА"' 2 кОм; 
R5 = (U..,., + 0,5 В)/ 0,3 мА. кОм (делитель базы траюистора 3ащиты); 

R6 = 0,5 В l lno,, Ом (резистор защиты); 
t,.,.,. - значение 1..,., nрм 111t111ОЧеним транзистора защиты (nрм 1е..,х11..,., •• "' 2,2) 
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Схемt.1 8Ь1КЛ1Оченм11 К142ЕН1 (А-Г), К142ЕН2 (А-Г) (а) 11 КР142ЕН1 (А-0, 
КР142ЕН2 (А-Г) (б) внеwним смrмаnом. R41Ыбирается м� ycn-11 �т­

в цепм �юченмя TOIC8 не боnее з мА. м-мальныi,1 ток, необхоАМl,8,l!I д,1111 
срабатывания схемы, 0,5 мА: SA -кnюч А/111 nодкnоченмя -111неrо CW"НML 

Амплитуда переходного процесса при фронте импульса тока 
>18 более 1 мкс и с1<ачкообраэном изменении тока от максималь­

ного значения до нуля (или наоборот} не превышает 2% от выход­
t-tого напряжения. 

Основные расчетные соотношения (расчет режиме}:

U1wx + Una. ­
U1a, B •-----

. 
1-6

101 Р,�. IWt -lnar Uu. 
/ мА., _________ , .•wx' 

26 U,к + Una. -
,iu, 

"4аксимаnьная нестабильность выходного напряжения: 
из-за изменения входного напряжения 

БU, % = t Б U,xKu + А (Б Иакl,ых}; 

а11з-эв изменения выходного тока 

БI, % = t \ lвью -lвык1 \ { К.Аl\ lвыа2-fвwx11 + А ((1 -Б) U,к - Uвых ]}; 

из-за изменения температуры окружающей среды 

Бе, % = :t а ulлrl, 

где Б = 1 Иах• - U8,a \/ Uax, -относительное изменение вход-
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ноrо напряжения; 5U - относительное изменение выходного на­
пряжения при изменении входного, %; А - коэффициент пропор­
циональности, равнь•й 0,75 -104 %/Вт (при частоте изменения 
входного напряжения и выходного тока, большей 1 О Гц, коэффи­
циент А принимается равным нулю); 5/ - относительное измене­
ние выходного напряжения при изменении выходного тока, %. 
� -относительное изменение выходного напряжения при изме­
нении температуры окружающей среды,%; ЛТ- наибольшее из­
менение температуры окружающей среды, •с; (/-2 - fвых ,)" -
изменение выходного тока при измерении ( 45 мА); Р,,.с, МАХ - мак­
симальная рассеиваемая мощность для наибольшей температу­
ры окружающей среды. 

Электрические параметры 

Выходное напряжение при U8x = 20 В, ,_ = 50 мА ±0,5 В 
Минимальное падение напряжения 
при fвых= 150 мА: 

для схем с совместным питанием 
для схем с раздельным питанием 

Ток потребления: 

(4,5 В
< 2,5 В 

К142ЕН1 (А-Г), КР142ЕН1 (А-Г) при U8x=20 В. 
Uвых

= 12 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 4 мА 
К142ЕН2 (А -Г), КР142ЕН2 (А -Г) при И8х = 40 В. 
U8ых = 30 В . . . . . . . . . . . . < 4 мА 

Нестабильность по напряжению. 
np� U•x= 20 В, Uвых = 12 В. fвых

= 50 мА 
К142ЕН1А, КР142ЕН1А 
К142ЕН1Б, КР142ЕН1Б 
К142ЕН1В, КР142ЕН18 
К142ЕН1Г, КР142ЕН1Г ........ . 

при U8x=40 В, U8ых =ЗО В, /8Ых= 50 мА 
К142ЕН1А. КР142ЕН1А 
К142ЕН1Б, КР142ЕН1Б 
К142ЕН18, КР142ЕН18 
К142ЕН1Г, КР142ЕН1Г .......... . . 

Нестабильность no току при Uвх= ',6,5 В, U8ых. = 12 В: 

< О,Зо/о I В 
< о, 1% 1 В 
< 0,5% /В 
< 0,2% ,в

< 0,3%/В 
< 0,1% /В 
< 0,5% / В 
< 0,2%/ В 

К142ЕН1А, КР142ЕН1А. К142ЕН2А, КР142ЕН2А < 11,1% /А 
К142ЕН1Б, КР142ЕН1Б, КР142ЕН1Г, К142ЕН2Б, 
КР142ЕН2Б, КР142ЕН2Г ................... . 
К142ЕН1В, К142ЕН2В .... .. .............. . 
К142ЕН1Г, КР142ЕН1В. К142ЕН2Г, КР142ЕН2В 

Дрейф выходного напряжения (за 500 ч): 

< 4,4%/А 
< 44,4% /А 
< 22,2% /А 

К142ЕН 1 (А - Г), КР142ЕН 1 (А - Г) при Uвх = 20 В. 
lвых= 50 мА . . . . . . . . . . . . . . < 0,5% 
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К142ЕН2 (А - Г), КР142Е Н2 (А - Г) при И8-. = 40 В 
lвых=50 мА . . . . . . < О 5% 

Температурный коэфФицие�т напр�)t(ения 
при Ивк=12 8:

К142ЕН1(А, 6), КР142ЕН1(А, 6). К142ЕН2<А. 6), 
КР142ЕН2(А. 6) .. . .. ...... . .. . 
К142ЕН18, КР142ЕН18, К142ЕН2В, КР142ЕН2В 
К142ЕН1Г, КР142ЕН1Г, К142ЕН2Г, КР142ЕН2 Г 

< 0.0 1%, ·с
"- о.О5%1 °с 
"- о,оз%1•с 

Предельно допустимые режимы эксnлуатации 

Максимальное входное напряжение 
при Р,•с'-Р ... с,мх И Т=-45 ... +85"С

К142ЕН1(А-Г), КР142ЕН1(А-Г) 2 0 В
К142ЕН2 (А-Г), КР142ЕН2 (А- Г) 40 8 

Минимальное входное наr�ряжение. 
при Р,.,с '- Р,.,с IW( и Т= - 45 .. + 85 "С 
К142ЕН1(А-Г) 98 
при Р,Ас '- P,Ac,МAJt и Т= -10 .. + 70 ·с
КР142ЕН1 (А-Г) 9 8 

Максимальное выходное напряжение: 
при Р,АС <: Р,.,с. мц и Т = -45 ... + 85 ·с.

К142ЕН1(А-Г) .. . .. ... . ........ 12 8 
К142ЕН2 (А- Г) .. .. . . . . . . . . . .. . .. . . . 30 8 

при P,.,c<: P,Ac,MAJt и Т =-10 ... + 70 ·с:

КР142ЕН1 (А-Г) .. . . . . .. . . . . . . 12 8 
КР142ЕН2 (А- Г) . . . . . . . . . .. . . . . 30 8 

Минимальное выходное напряжение· 
при Р,АС < Р,Ас, МАХ и Т = - 45 ... + 85 ·с·

К142ЕН1 (А-Г) .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . З 8 
К142ЕН2 (А-Г) . .. . . . . .  .. . .. 12 8 

ПРИ Р,.,с <: Р,.с, МАХ и Т =-10 ... + 70 ·с·

КР142ЕН1 (А- Г) .. .. . . .. . .. .. З 8 
КР142ЕН2 (А-Г) . . . . . . . . . . . 12 В 

Минимальное падение напряжения 
при Т = - 10 .. . + 70 •с для любых значени�.'1 lвык: 

при совместном питании схемы управле�ия 
КР142ЕН1 (А-Г), КР142ЕН2 (А-Г).. . . . . 4,5 8 
при раздельном питании схемы управления 
КР142ЕН1 (А-Г), КР142ЕН2 (А- Г) .. .. .. .. 2 ,5 8 

Uаксимальный выходной ток (с учетом тока вжэш-
неrо делителя) при Р,.,с ( Р,Ас, МАХ во всем диапа-
эоне входных и выходных напряжений . . . . . . . . . . 150 мА 
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Ма�<симальtiаР pacce111вael\fasi мощность 
пр14 т =- 45 .. + 55 ·с wя к142Ен1 (д-П. 
К142ЕН2 (А- Г) 0,8 Вт 
при т = + 85 •с длР к ,42Ен1 (А-Г).
К142ЕН2 (А- Г) . 0,55 Вт 
при Т =-10 .. + 55 ·с для КР142ЕН1 (А-Г). 
KP142Et-12 (А- Г) 0,8 Вт 
nри Т =+70 °С для КР142ЕН1 (д-Г).
КР142ЕН2 (А - Г) 0,55 Вт 

Максимальная импульс�d� µассеиваемая мощ-
ность при дл111тельности импульса до 1 с с периQ-
дом повторения не менее 5 ми11 < ЗР"1..с,uх 

Пр и м еч а 11 и е Pr1o.c, мu в промежуточном диапазоне тем-
ператур снижается no л111ней�ому закону. Непрерывная работа в 
предельных режимах разрешается не более 1 ч. Пожароопасt1ый 
авар111й11ый режим: Р,,.с = 0,95 Вт. /аых = 180 мА. 

К142ЕН3д, К142ЕН3Б, К142ЕН4А, К142�Н4Б 

Микросхемы nредстав�ют собой мощные стабил"4заторы на­
пряжения с реrулируемым выходным ti&nряжением полож1,1тель­
>iой nолярюсти от З до 30 В с защитой от neperpeea и перегрузок 
l'IO току Koonyc типа 4116 8-2 масса не более 3 r 

Cf 
I I 

т P.J 

Схеме IК/IIO'leltll!I KI 42ЕН3 (А. 6J 
11 К142ЕН4{А, 6) с темоеой �ащмтой 

Назначение выводов. 2 - вход схемы защиты; 4 - вход смr­
нала обратной связ.�; б - выключатель; В - общий; 11, 17 -
корре.щия. 13 - выход, 15 - вход. 
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Схема 11</1IОЧ8НМЯ К142ЕН3(А, Б) 
М К142ЕН4(А, Б) с вну"JреЖей 31ЩМТоil 

от перегру:�ок по току 

Общие рекомендации по применению 

Допускается заземление как с+•. так с-• выходного напряже­
ния; при этом в случае заземления c+t выходного напряжения 
ИС c+t и «-• входного напряжения (акхумулятора, выпрямителя, 
фильтр), а также корпус ИС должны быть иэолированы от зазем­
ления (общего вывода). 

При выборе делителя выходного напряжения при всех усло­
виях эксплуатации следует руководствоваться следующим: 

минимальный ток делителя 1,5 мА t 15%; 
сопротивления резисторов R1 и R2 выбираются из условия 

Uoc (R1 +R2) 
U,wx '"' 

R2 
; 

rде Uoc - напряжение обратной связи на выводе 4 
(Uoc = 2,6 В t 10%). 

Разрешается эксплуатация ИС при Uu, 1111н = 8,5 В; при этом 
Кu < 0,15%/В. 

В диапазоне входных напряжений 45 ... 60 В выходное напря­
жение не превышает 1, 15 U1ых. кт, где Uеых. vст - установленное 
значение выходного напряжения. 

При всех условиях эксплуатации емкость конденсатора С 1 на 
входе должна быть более 2,2 мкФ t 20%, а расстояние от конден­
сатора до ИС - не более 70 мм. 

При наличии сглаживающего фильтра входноrо напряжения 
и отсутствии коммутирующих устройств между выходными кон­
денсатором фильтра источника питания и ИС, приводящих к на­
растанию входного напряжения, а также длине соединительных 
проводников меньше 70 мм входной емкостью может служить вы-
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ходная емкость фильтра (если она более 2,2 мкФ± 10%). В -
этом случае гарантируется отсутствие генерации на входе с ам­

митудой болев Uex, МАХ. 

Для увеличения надежности ИС рекомендуется использовать 
внутреннюю защиту от перегрузок по току и тепловую защиту. 

При эксплуатации ИС с темовой защитой температура ее 
корпуса не должна превышать + 100 •с. Сопротивление ограни­
чительного резистора RЗ для регулирования порога срабаты­
вания тепловой защиты в диапазоне температур корпуса 
+ 65 .•• 100 •с определяется из выражения:

КТк-6,65 
RЗ = ----, кОм, 

1-О,42КТк

где К= 0,037 11 •с; Тк - температура корпуса, при которой 
необходимо срабатывание тепловой защиты. 

При эксплуатации ИС с внутренней защитой от перегрузок по 
току допускается: 

не включать резистор R5 при Тк < 100 •с и Uax < 20 В; 
не включать резисторы R5 и R7 при Тк < 10 •с и Uвх < 15 В. 
Ограничительный резистор токовой защиты определяется из 

выражения: 

M-N-0,023 (Uax -Uawx) 
RS, Ом=---------,

lno, 

где М = 1,25 В; N = 0,5 Ом · lno, - величины, определяемые 
параметрами ИС; lno, < 1,25 lawx, ,...1• На приведенных схемах 
включения R7 ;i, 5,4 кОм. 

В схеме выключения ИС внешним сигналом ограничительный 
резистор Rб, кОм определяется из выражения: 

R7(1 + 4K,R7)K2U1wкn -R7(1 + 2K,R7) ---------------.aR6� 
11K1R7(0,6 + 0,7K,R7) 

R7(1 + 4K,R7)KzUIWltll -R7(1,8 + 5K,R7) 
�--------------

1,8 + 10K,R7(1,2 + 2K,R7) 

где К,= О, 1 1/кОм; К2 = 1 1/8; напряжение выключения 0,9 < 

<U-<45 В. 
Потребляемый от источника рыключения ток менее З мА. 
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Схема 11ЫК11t0чения 1(142ЕН3(А, 6) и К142ЕН4(А, 6) с ,емоеоi �ащитоii 

В схеме включения ИС с внешним транэистором Т для увели­

чения выходного тока между выводами 8 и 13 допускается вкn,о. 
чать резистор RЗ, сопротивление которого определяется пара­
метрами транэистора. 

+о---,..--,----�

Vь + 
�------о---, 

CI и..1 
"-Q. 

1 
--------�-----o--J 

. 

Схема аК111Очения К142ЕН3(А, 6) и К142ЕН4(А, 6) с внеw+tим тр11Н3исюром 
для уиnмченмя выходноrо юu 

Электрические параметры 

Нестабильность по напряжению при U8x = 45 В, 
Uаых= ЗОВ, lаых

= 10 м А...................... 0,05% / В 
Температурный коэффициент напряжения 
при U8к= 20 В, И8ых

= 4В,/8ых
= 10м А: 

К142ЕНЭА, К142ЕН4А .. .. . .. . . . . . .. . .. . . . . < 0,01% / •с
К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б..................... < О,02%/0С 

Дрейф напряжения (за сутки) при Иах=45 В, 
Uаых=ЗО В, lаых

= 10 м А  ...................... < 0,1 5% 
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Минимальное падение напряжения 
nри U1x= 19 В, И1ых= 15 В: 

К142ЕНЭА. К142ЕНЗБ .. .. .... ............. (3 В 
К142ЕН4А, К142ЕН4Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4 В 

Нестабильность no T()I(}' при U8x = 19 В, 
Uеых

= 15 В· 
К142ЕНЗА, К142ЕН4д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,25% f А 
К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,33% 1 А 

Ток потребления nри U1x= 45 В, U1ых
= 30 В . . . . , 10 мА 

Предельно допустимые ре.жимы эксмуатации 

Максимальное входное напряжение: 
К142ЕН3А, К142ЕН4А . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .;; 45 В 
К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 40 В 

Минимальное входное напряжение: 
К142ЕНЗА, К142ЕН4д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 9 В 
К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 9,5 В 

Максимальный выходной ток (с учетом тока 
делителя) при Рр,._с = Р,,..с. м.u: 

К142ЕНЗА, К142ЕН4д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;; 1 А 
К142ЕНЗБ, К142ЕН4Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,75 А 

Максимальная рассеиваемая мощность: 
nриТк= -45 ... +85 °С,U1х<ЗОВ .............. бВт 

И1х) 30 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Вт 
при Тк

= + 100 °С, U8х(ЗО В . . . . . .. . . . . . .. . . . . 2,5 Вт 
Uax) 30 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 Вт 

Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . - 45 ... + 85 °С 

К142ЕН5д, К142ЕН5Б, К142ЕН5В, К142ЕН5Г, 

КР142ЕН5д,КР142ЕН5Б,КР142ЕН58, 

КР142ЕН5Г 

Микросхемы представляют собой мощные стабилизаторы на­
пряжения с фиксированными выходными напряжениями положи­
тельной полярности 5 и 6 В и током нагрузки 2 и 3 А. Имеют встро­
енную защиту от короткого эамыкания, защиту от перегрузок по 
току и от перегрева кристалла Содержат 39 интегральных эле­
ментов. Корпус К142ЕН5 (А- Г) типа 4116.4-2, масса не более 
Э г, КР142ЕН5 (А-Г) - типа КТ28-2, масса не более 2,5 г. 

НаЭtiачение выводов: 2 - выход; 8 - общий; 17 - вход. 
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Tмnollall схема 8К/ЮЧ6НМ1t К142ЕН5 (А-Г), 
КР142ЕН5 (А-Г) 

J,2"к I 

Общие рекомендации по применению 

Кремение ИС осуществляется непосредственно к печатной 
плате или через переходные элементы методом распайки выво­
дов корпуса на печатную плату. При этом радиатор крепится вин­
тами: 

к металлической теплоотводящей шине, эакреnленной на пе­
чатной плате,- в случае использования доnолнитель1-1ого тепло­
отвода; 

к nечатной плате - без использования дополнительного теп­
лоотвода. 

В качестве вывода «общий» наряду с выводом В реlfоменду­
ется использовать корпус ИС. 

Разрешается производить монтаж 2 раэа, демонтаж 1 раз. 
Допускается подача напряжения на выход ИС до 8 В nри от­

сутствии напряжения на входе. 

Схема WIIO'leНМЯ К142ЕН5 (А-Г), КР142ЕН5 (А-Г) 
на nоеыwенные 3начен111t еыхоАноrо наnрцени11 

При включении ИС на повышенные значения выходного на­
пряжения (см. соответствующую схему включения) допускается 
увеличение входного напряжения до 20 В nри условии, что раз­
ность напряжений между входом и выходом находится в пред­
елах 2,5 ... 10 В и РРАС ( РРАС, МАХ. 

Сопротивление резистора R2 определяется из выражения: 

R2 = 1 Ивых1 - Иеых I R1 IUaыxlnoтR1, 
где И1ых и Иаых, - выходные напряжения; /пот - ток потреб­

ления. 
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При всех условиях эксплуатации емкость входного конденса­
тора должна быть не менее 2,2 мкФ :t 20%, а его расстояние до 
ИС - не более 70 мм. При наличии сглаживающего фильтра 
входного напряжения (если между выходным конденсатором 
фильтра источника питания и ИС нет коммутирующих устройств, 
приводящих к нарастанию входного напряжения, и длина соеди­
нительных проводников не превышает 70 мм) входной емкостью 
может служить выходная емкость фильтра, если ее значение не 
менее 2,2 мкФ ± 20%. В этом случае гарантируется отсутствие ге­
нерации на входе с амплитудой, превышающей U11х,мц. 

Низшая резонансная частота ИС 7 кГц. 
Температура кристалла, при которой происходит выключение 

ИС, составляет 165 t 10 °с. 

Электрические параметры 

Выходное напряжение при U1x= 10 В, /8ь�х
=10 мА: 

К142ЕН5А, КР145ЕН5А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9 ... 5,1 В 
К142ЕН5Б, КР145ЕН5Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,88 ... 6,12 В 
К142ЕН5В, КР145ЕН58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,82 .•. 5,18 В 
К142ЕН5Г, КР145ЕН5Г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,79 ... 6,21 В 

Ток потребления при U8x= 15 В . . . . . . . . . . . . . . . , 10 мА 
Нестабильность по напряжению при U1x = 10 В, 
/8ых= 10 мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 0,05% / В 
Нестабильность по току: 

при U1x= 8,3 В для К142ЕН5А, К142ЕН5В . . .  < 1%/А 
при U8x= 9,3 В для К142ЕН5Б, К142ЕН5Г.... ( 1% / А 

Температурный коэффициент напряжений 
при И8х= 10 В, /1ых = 10 мА: 

К142ЕН5А, К142ЕН5Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 0,02% / 0С 
К142ЕН5В, К142ЕН5Г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , О,03%/ 0С 

Дрейф выходного напряжения (за 500 ч) 
при U8x=15 В, /1ых= 500 мА, Тк=100 °С ........ ( 1,5% 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Максимальное входное напряжение в диапазоне 
температур Тк = -45 ... + 10о•с, РРАС,РРАС,МАХ 

" разности напряжений между входом 
и выходом 2,5 ... 10 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 В 
Предельное входное напряжение в диапазоне 
температур Тк = -45 ... + 100 °С, Ррt,.с,РРАС,МАХ, 
длительности импульса 10 мс и скважности 2 .. , 20 В 
Максимальное входное напряжение в диапазоне 
температур Тк= -45 ... + 100 °С, РР1о.с(Рр1о.с,МАХ, 

464 



/11ЫХ=2,2 А для К142ЕН5А....... .......... . 7,5 В 
/1ЫХ=1,2 А для К142ЕН5В ........ .......... 7,5 В 
/1ЫХ=2,2 А для К142ЕН5Б ....... ..... . .... . 8,5 В 
/1ЫХ=1,2 А дnя К142ЕН5Г . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 В 

Максимальный выходной ток: 
при Тк = - 45 ... + 100 °С, Р,,.,.с t. Р,.с, МАХ, 

К142ЕН5А, К142ЕН5Б, КР142ЕН5А, 
КР142ЕН5Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 А 
К142ЕН5В, К142ЕН5Г, КР142ЕН5В, 
КР142ЕН5Г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 А 

при Т11 =-20 .•. + 40 °С, Р,,.,.с t. Р,м;, -.u.: 
К142ЕН5д, К142ЕН5Б, КР142ЕН5А, 
КР142ЕН5Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 А 
К142ЕН5В, К142ЕН5Г, КР142ЕН5В, 
КР142ЕН5Г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 А 

Статический потенциал • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 В 
Максимальная рассеиваемая мощность: 

Т11 = - 45 ... + 10 ·с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 вт

111 = + 100 •с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Вт 

Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . -45 ... + 100 •с

П р и м е ч  а н и  е : изменение 1.,.. , МАХ и P,1i1:, МАХ в промежуточ­
ных диапазонах температур происходит по линейному ,акону. 

К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6В1 К142ЕН�Г. 
К142ЕН6Д,КР142ЕН6Е 

Микросхемы представляют собой двухnолярные стабилиза­
торы напряжения с фиксированным выходным напряжением 
:t 15 В и током наrрузки 200 мА Содержат 77 интегральных эле­
ментов. При эксплуатации допускается подключение наrрузки « 
какому-либо одному или одновременно к двум входам (каналам) 
микросхемы. Корпус типа 4116.8-2, масса не более З r. 
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Типовая схема '-*. .!v� fNlf 
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Назначение выводов: 2 - регулировка; 4 - выход (-); б -
вход (-); 8 - общий; 11 - коррекция (+); 13 - выход (+); 15 -
вход(+); 17 - коррекция (-). 

Общие рекомендации no применению 

При эксплуатации ИС по основным схемам вкnючения допуска­
ется подключение нагрузки как к одному любому каналу, так и к двум 
каналам одновременно. Общие шины источника входноrо напряже­
ния должны быть подключены к выводу 8. При подключении нагруз­
ки только к положительному каналу входное напряжение на отри­
цательном канале должно быть IUixl > ILГIIЫXI + ILГпд.м11I- При под­
ключении нагрузки только к отрицательному каналу входное напря­
жение на положительном канале может быть уменьшено до 10 В. 
При подключении нагрузки одновременно к двум каналам допуска­
ется эксплуатация ИС как при несимметричном входном напряже­
нии на каналах, так и их несимметричной наrруэке выходным током. 
В этом режиме максимальные 3начения выходного тока, входного 
напряжения' и рассеиваемой мощности не должны nрееыwать пред­
ельно допустимых норм, а IИах.-1 = IИаых 1 + IИм. -.1. 

МиJ<РОСхем ы К142ЕН6(А-Е) предус матривают возможность 
реrулироеки выходного напряжения в диапазонах 5 ... 15 и 15 ... 25 
В (см. соответствующие схемы включения). 
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Схема раrу,_.ро81(М IЫХОАНОПI 
маnряJКения аналое 

К142ЕНО СА- Е) А/111 уменьше­
НМII Н811РQ8*111 8 Al\ll1'183otl8X 

i(5 В-10% ... 15 В-20%) 

Схема реrулмроеlСМ аыходноrо 
наnря11tения аналое 

К142ЕН6 (А, Б, д) дnя уаеnмчения 
напряжения а дмаnа3онах 

:1: (15 В+ 20% ... 25 В+ 10,Ь) м 
К142ЕН6 (В, Г, Е) -РР :1: (20 В + 10%) 



При применении ИС с регулировкой Uаых предпочтительнее 
использовать К142ЕН6Д и К142ЕН6Е. Реrулировка осуществляет­
ся одновременно по одним каналам; при этом параметры ИС мо­
rут отличаться от норм, указанных в ТУ для UIIЫX = t 15 В. 

Кремение ИС осуществляется непосредственно к печатной 
мате или через переходные элементы методом распайки выво­
дов корпуса на печатную мату. При этом радиатор мкремяется 
винтами: 

к метамической теnлоотводящей шине на печатной мате -
в случае использовения дополнительного теплоотвода; 

к печатной плате - беэ использования дополнительного теп­
лоотвода. 

Разрешается проводить монтаж 2 рам, демонтаж 1 раз. 
Низшая резонансная частота микросхемы 1 З кГц. 

Электрические nарамет1)'81 

Выходное напряжение при U1x = t 20 В, 
lеых = ± 5 мА: 

К142ЕН6А, К142ЕН6Б .................... . 
К142ЕН68, К142ЕН6Г .................... . 
К142ЕН6Д, К142ЕН6Е .................... . 

Минимальное падение напряжения на положи­
тельном выходе при и-- + U-nд, -· /IЫХ = 5 мА: 

К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е 
К142ЕН68, К142ЕН6Г .................... . 

Минимальное падение напряжения на отрица­
тельном выходе при U-IIЫX + U-nд. 11111, /IЫХ= 5 мА: 

К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е 
К142ЕН68, К142ЕН6Г .................... . 

Ток потребления при U1x ""' :i: 30 В, /IЫХ = О: 
К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е 
К142ЕН68, К142ЕН6Г .................... . 

Нестабильность по напряжению на положитель­
ном и отрицательном выходах при Т= + 25 •с.

U1x = :t 20 8, /IЫХ : ± 5 мА: 
К142ЕН6А .............................. . 
К142ЕН6Б, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е ......... . 
К142ЕН68 .............................•. 
К142ЕН6Г .............................. . 

Нестабилыюсть no току на положительном 
и отрицательном выходах при U1x = ± 20 В, 
/вых = :t 5 мА: 

К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е 
К142ЕН68, К142ЕН6Г .................... . 

:i: 15 В :i: 0,3 В 
t 15 В t 0,5 В 
t 15 В :i: 1 В 

<+2,5 В 
< + 2,7 В

<-3 В 
<-3,2 В 

<18мА 
<20мА 

< 0,0015%/В 
< 0,0005%/В 
< 0,0025%/8 
< 0,0075%/В 

<1%/А 
< 1,5%/А 
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Температурный коэффициент напряжения на 
положительном и отрицательном выходах 
при И,х = t 20 В, /IЫХ = ± 5 мА: 

К142ЕН6А, К142ЕН6Б .................... . 
К142ЕН6В, К142ЕН6Г, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е 

Дрейф напряжения (за 500 ч) на положитель­
ном и отрицательном выходах при ИIЫХ = :t 30 В, 
ltыx= 75 мА, Тк=85 °С:

К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е 
К142ЕН6В, К142ЕН6Г .................... . 

Коэффициент сглаживания пульсаций на поло­
жительном и отрицательном выходах 
при Uu. = :J: 20 В, /8ьц = :t 5 мА . . . . . . . . . ...... . 

с; о,01%1°с
с; о,оз%1°с

с; 1% 
с; 1,5% 

>30 дБ

Предельно допустимые режимы 3Ксnлуатации 

Входное напряжение на каждом из входов во 
всем диапазоне температур корпуса: 
К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д: 

и;х . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 40 В 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 50 В 
и;х ..................................... -40 В 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 50 В 

К142ЕН6В, К142ЕН6Г, К142ЕН6Е: 
и;х ..................................... +30 В

в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 40 В 
Иёх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -30 В
в предельном режиме . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . - 40 В 

Напряжение между выводами во всем диапазоне 
температур корпуса: 
К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д: 

и;х, Uix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 В 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 В 

К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д: 
U�. Иёх ................................. 50 В 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 60 В 

Выходной ток на каждом выходе во всем 
диапазоне температур корпуса: 

К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6В, К142ЕН6Г, 
К142ЕН6Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 200 мА 
К142ЕН6Е .. .. . .  . . . . . .. .. .. .. .. • .. .. . .. . . 150 мА 

Рассеиваемая мощность: 
при Тк=-45 ... + 10 •с:

К142ЕН6А, К142ЕН6Б, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е 5 Вт 
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в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 О Вт 
К142ЕН6В, К142ЕН6Г . . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . . 4 Вт 

в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . е Вт 
при Т к=+ 85 ·с ДЛЯ К142ЕН6А, К142ЕН6Б, 
К142ЕН6В, К142ЕН6Г, К142ЕН6Д, К142ЕН6Е . . . 2,5 Вт 

в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Вт 
Статический потенциал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 В 

П р и м е ч а н и е : в промежуточном диапазоне температур 
корпуса снижение мощности происходит по линейному закону. 

К142ЕН8А, К142ЕН8Б, К142ЕН8В, К142ЕН8Г, 

К142ЕН8Д, К142ЕН8Е, КР142ЕН8А, 

КР142ЕН8Б, КР142ЕН8В, КР142ЕН8Г, 

КР142ЕН8Д,КР142ЕН8Е 

Микросхемы представляют собой мощные стабилизаторы на­
пряжения с фиксированным выходным напряжением положи­
тельной полярности (9, 12 и 15 В) и ТОIСОМ наrруз«И 1 и 1,5 А. Име­
ют 3ащиту от перегрузок no току и перегрева кристалла. Содер­
жат 29 интегральных элементов. Корпус К142ЕН8(А-Е) тиnа 
4116.4-2, масса не более Э r, КР142ЕН8(А-Е)-тиnа КТ28-2, мас­

са не более 2,5 r.

тмnим схема IICIIO'*Мt 
К142ЕН8 (А-Е). KP142EHI (А-Е); 

Cf 1>0,33 мкФ 

Назначение выводов: 2 -выход; 8 -общий; 17 -вход. 

Общие рекомендации по применению 

Кремение ИС осуществляется непосредственно к печатной 
мате или через переходные элементы методом распайки выво­
дов корпуса на печатную мату. При этом радиатор эакремяется 
винтами: 

к металлической теnлоотводящей шине на печатной мате -
в случае использования дополнительного теплоотвода: 

к печатной мате - при отсутствии дополнительного темо­
отвода. 
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8 качестве вывода «общий» наряду с выводом 8 рекоменду. 
ется использовать корпус ИС. 

Допускается подача напряжения на выход ИС до 15 В при от­
сутствии напряжения на входе. 

Разрешается производить монтаж 2 раза, демонтаж 1 раз. 
При всех условиях эксплуатации емкость входного конденса­

тора должна быть не менее О,ЗЗ мкФ i: 20%, а расстояние от кон­
денсатора до ИС - не более 50 мм. 

При наличии сглаживающего фильтра входного напряжения 
(при отсутствии коммутирующих устройств между выходным кон­
денсатором фильтра источника питания и ИС, приводящих к на­
растанию входного напряжения, и дnине соединительных nровод­
НИIСОВ не свыше 50 мм) входной емкостью может служить выход­
ная емкость фильтра, если ее значение не менее 0,33 мкФ :t 20%. 

8 этом случае гарантируется отсутствие генерации на входе с 
аммитудой, превышающей и • ., мu., 

В микросхеме nредУСмотрена защита от короткого эамыкания 
и перегрузки no току, а также от перегрева кристалла. 

Пожароопасный аварийный режим (Т= 25 °С) Р,,.с = 10 Вт: 
/.,,._ = 1,8 А (для К142ЕН8 (А-В)); iаых= 1,2А (Аnя К142ЕН8(Г-Е)). 

Низшая резонансная частота микросхем 8 кГц. 

Электрические параметры 

Выходное напряжение при Uax = 20 В, 
1.а.= 10 мА: 

К142ЕН8А, КР142ЕН8А ................... 8,73 . .. 9,27 В 
К142ЕН8Б, КР142ЕН8Б ........•... . ... ... 11,64 ... 12,36 8 
К142ЕН88, КР142ЕН88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,55 ... 15,45 В 
К142ЕН8Г, КР142ЕН8Г .................... 8,64 ... 9,36 В 
К142ЕН8Д, КР142ЕН8Д ................... 11,52 ... 12,48 В 
К142ЕН8Е, КР142ЕН8Е ................... 14,4 ... 15,5 В 

Нестабильность no напряжению nри U8x = 20 В, 
/8ЫJ( = 10 мА: 

К142ЕН8А, К142ЕНВБ, К142ЕН88, 
КР142ЕН8А, КР142ЕН8Б, КР142ЕН88 . . . . . . . < 0,05% / В 
К142ЕН8Г, К142ЕН8Д, К142ЕН8Е, 
КР142ЕН8Г, КР142ЕН8Д, КР142ЕН8Е . . . . . . . < О, 10% / В 

Нестабильность по току: 
К142ЕН8А, К142ЕНВБ, К142ЕН88, 
КР142ЕН8А, КР142ЕНВБ, КР142ЕН8В .... ... , 0,67% /А 
К142ЕН8Г, К142ЕН8Д, К142ЕН8Е, 
КР142ЕН8Г, КР142ЕН8Д, КР142ЕН8Е ....... , 1,5%/А 

Темnера,урный коэффициент напряжения 
nри Uax = 20 В, lаых = 10 мА, Т = - 45 ... + 85 °С: 
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К142ЕНВА, К142ЕНВБ, К142ЕН9В, 
КР142ЕН8А, КР142ЕН8Б, КР142ЕН8В . . . • . . . < 0,02% / 0С 
К142ЕН8Г, К142ЕН8Д, К142ЕН8Е, 
КР142ЕН8Г, КР142ЕН8Д, КР142ЕН8Е ....... < 0,03% / 0С 

Минимальное падение напряжения 
при И1к= И-+ 2,5 В .. ..................... < 2,5 В 
Ток потребления: 

при И8х= 35 В для К142ЕН8А. К142ЕН8Б, 
К142ЕН8В, KD142EH8A, КР142ЕН8Б, 
КР142ЕН8В .............................. < 10 мА 
при U8х= ЗО В дnя К142ЕН8Г, К142ЕН8Д, 
К142ЕН8Е, КР142ЕН8Г, КР142ЕН8Д, 
КР142ЕН8Е .............................. <' 10 мА 

Дрейф выходноrо напряжения (эа 500 ч) 
при Тк

= 100 •с:

К142ЕН8А. КР142ЕН8А при И1х= 18,6 В, 
t-= 0,5 А ...................• ...•.•..... < 1% 
1<142ЕН8Б, КР142ЕН8Б при U1к = 21,6 В, 
/-=0,5 А ............................... < 1% 
К142ЕН8В, КР142ЕН8В при U1x= 24,5 В, 
t-= 0,5 А .. ......................•..... < 1% 
К142ЕН8Г, КР142ЕН8Г при И1к= 18,6 В, 
/-= 0,5 А ...............••............. < 1,5% 
К142ЕНВД, КР142ЕН8Д при Uu=21,6 В, 
1 ...... = О,5 А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с 1,5•At 
К142ЕН8Е, КР142ЕН8Е при U.x = 24,5 В, 
1 ...... =О,5 А ....................•.......... < 1,5% 

Коэффициекr сглаживания пульсаций 
при и • ._=20 в. /IWX =10 мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > зо дБ 

Предел"но допустимые ре.имы Jксnnуатацим 

\4аксимальное входное напряжение (во всем 
диаnаюне температур корпуса): 

К142ЕН8А, К142ЕН8Б, К142ЕН8В, 
'<Р142ЕН8А, КР142ЕН8Б, КР142ЕН8В . . . . . 35 В 
i<142EH8r, К142ЕН8Д. К142ЕН8Е. 
КР142ЕНВГ, КР142ЕН8Д КР142ЕН8Е . . . ЭО В 

Максимальный выходНОtii то«: 
при r. = -25 .•• +75 •с:

К142ЕН8А, К142ЕН8Б, К142ЕН8В, 
КР142ЕН8А, КР142ЕН8Б, КР142ЕН8В .•••..• 1,5 А 
К142ЕН8Г, К142ЕН8Д. К142ЕН8Е, 
КР142ЕН8Г, КР142ЕН8Д. КР142ЕН8Е . . . . . 1 А 

при Т, = - 45 .•• + 100 °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 А 
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М4'ксимальная рассеиваемая мощность: 
nри Тк = - 45 ... +70 "С . . . ....... . 
при Тк = + 100 "С ..... .......... . 
Температура окружающей среды .. 

8 Вт 

5 Вт 
-45 ... +85 ·с

П р им е ч а н  и е : иэменен..�е /8ых. МАJ1 и Рр•с. 1WC в промежуточ­
ных диапазонах температур происходит по линейному закону. 

К142ЕН9д, К142ЕН9Б, К142ЕН9В, К142ЕН9Г, 

К142ЕН9Д,К142ЕН9Е,КР142ЕН9д, 

КР142ЕН9Б, КР142ЕН9В, КР142ЕН9Г, 

КР142ЕН9Д,КР142ЕН9Е 

Микросхемы представляют собой мощные стабилизаторы на­
пряжения с фиксированными выходными напряжениями положи­
тельной полярности 20, 24 и 27 В и токами нагрузки 1 и 1,5 А 
Имеют защиту от перегрузок no току и от перегрева кристалла 
Содержат 39 интегральных элементов Корпус К142ЕН9 (А- Е) 
типа 4116 4-2, масса не более 3 г, КР142ЕН9 (А- Е) - тиnа КТ-28, 
масса не более 2,5 r. 

Назначение выводов: 2 - выход, 8 - общий; 17 - вход. 

с, 8 f,rl( 

Тиnова,� схема ВК/IIОчени,� К142ЕН9 (А- Е) и f(P142EH9 (А- Е), С1 "0,33 мlСФ 

Общие рекомендации по применению 

Крепление ИС осуществляется непосредственно к печатной 
п11ате или к теплоотво,аящему радиатору путем прижима метал­
лической части корпуса или через пеоеходнЬtе элементы мето­
дом распайки выводов корпуса на г�ечатную мату. При этом ра­
диатор К142ЕН9 (А- Е) закрепляется в1о1нтам>1: 

к метаnлической теплоотводящей шине, закрепленной на пе­
чатной плате,- в случае использования допол1-1ите11ьного тепло­
отвода; 

непосредственно к печатной плате - при отсутствии допол­
нительного теплоотвода 
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При монтаже КР142ЕН9(А-Е) на теnлоотв�щий радиатор 
необходимо соблюдать следующие требования. 

1. Для улучшения теплового баланса установку ИС на радиа­
тор необходимо осуществлять с помощью темоотводящих паст. 

2. Не рекомендуется припайка основания ИС к теплоотводу.
3. При изоляции корпуса ИС от радиатора необходимо учиты­

вать тепловое сопротивление изолирующей nрокnадки или пасты. 
Паика выводов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса ИС, 

температура припоя должна быть не более 265 •с. Скорость пог­
ружения (и извлечения) выводов 25 ± 2 мм/с, время выдержки не 
более 4 с. 

При монтаже ИС допускается одноразовый К3nt6 выводов не 
ближе 2,5 мм от корпуса nод углом 90° с радиусом 3&<Руrления не 
менее 2,5 мм. При этом должны приниматься меры, исключаю­
щие передачу усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не 
допускается. 

8 качес,:ве вывода «общий» наряду с выводом 8 рекоменду­
ется использовать корпус К142ЕН9(А-Е) и металлическую часть 
корпуса КР142ЕН9(А-Е) с соответствующим выводом. 

Допускается подача напряжения на выход ИС до 27 В при от­
сутствии напряжения на входе. 

Разрешается производить монтаж 2 раза, демонтаж 1 раз. 
При всех условиях эксплуатации емкость входного конденса­

тора должна быть не менее 0,33 мкФ, а расстояние от конденса­
тора до ИС - не более 50 мм. При этом гарантируется отсутствие 
генерации на входе с аммитудой, превышающей U8x, IIAX· 8 ИС 
предусмотрена встроенная защита от короткого замыкания, пере­
грузки по току и от перегрева кристалла (выключение ИС происхо­
дит при TI(

= + 165 ± 10 •с). Температура металлической части 
корпуса КР142ЕН9 (А - Е). измеренная на расстоянии 1 ... 2 мм от 
пластмассовой части, не должна превышать {+100 ± 3) ·с.

Пожарооnасньtй аварийный режим при Т= + 25 ·с и Р,1,1; = 6 Вт. 
/8ых = 1,5 А для К142ЕН9 (А- В) и ,_ = 1 А для К142ЕН9 (Г - Е). 
Облеrченный режим КР142ЕН9 (А- Е) выбирается исходя из 
РРАС = 3 Вт при Т = + 70 ·с

Низшая резонансная частота К142ЕН9 (А- Е) 15 кГц. 

Электрические параметры 

Выхdдное напряжение: 
nри И8J1 = 35 В, 18ых = 1 О мА: 

К142ЕН9А. КР142ЕН9А 
К142ЕН9Б КР142ЕН9Б 
К142Ен98, КР142ЕН9В 

20 В± 0,4 В 
24 В± 0,48 В 
27 В± 0,54 В 
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nрм U8х= ЗО В, '8ых =10 мА 
К142ЕН9Г, КР142ЕН9Г 
К142ЕН9Д, КР142ЕН9Д 
К142ЕН9Е. КР142ЕН9Е .. 

Минимальное падение напряжения 
при Uax= UIЫX +2,5 В .... . .... . 
Ток потреблеttИЯ: 

При Uu=408,/IIWX
= O для К142ЕН9А, 

К142ЕН96, К142ЕН9В, КР142ЕН9А, 
КР142ЕН96, КР142ЕН98 .......... . 
при U1х= Э5 В, /вых= О для 1(142ЕН9Г, 

К142ЕН9Д, КР142ЕН9Е, КР142ЕН9Г, 
КР142ЕН9Д, КР142ЕН9Е . . ........ . 

Нестабильность по напряжению: 
при U1х=Э5 В, /IWX= 10 мА для К142ЕН9А, 

К142ЕН96, К142ЕН9В, КР142ЕН9А, 
КР142ЕН9Б, КР142ЕН9В ............•.. .. 
при Uu=ЗO 8, /IIWX= 10 мА ПРИ К142ЕН9Г, 
К142ЕН9Д, К142ЕН9Е, КР142ЕН9Г. 
КР42ЕН9Д, КР142ЕН9Е 

Нестабильность по току при U1x= 23, 27 и 30 В: 
К142ЕН9А, К142ЕН9Б, К142ЕН98, 
КР142ЕН9А,КР142ЕН9Б, КР142ЕН98 
К142ЕН9Г, К142ЕН9Д, К142ЕН9Е, 
КР142ЕН9Г,КР142ЕН9Д, КР142ЕН9Е 

Температурный «оэффкциент напряжения 
при Т=вs•с: 

nрм Uвх=Э5 8, iewx = 10 мА: 
К142ЕН9А, К142ЕН96, К142ЕН9В, 
КР142ЕН9А, КР142ЕН96. КР142ЕН98 
при U1x = 30 В, •вwх =10 мА: 

К142ЕН9Г, К142ЕН9Д К142ЕН9Е, 
КР142ЕН9Г, КР142ЕН9Д, КР142ЕН9Е. 

Дрейф выходноrо наnряженttя (38 500 ч) 
при т. = 100 ·с:

при U1x = 40 В: 
К142ЕН9А, К142ЕН9Б, К142ЕН98, 
КР142ЕН9А, КР142ЕН9Б, КР142ЕН98 . 
при Uuz:35 В: 

К142ЕН9Г, К142ЕН9Д, К142ЕН9Е, 
КР142ЕН9Г, КР142ЕН9Д, КР142ЕН9Е .•. .. 

Коэффициент сrлаживания пульсаций: 
"lрм U1х= З5 В, IIЫX=10 мА:. 

К142ЕН9А, К142ЕН9Б, К142ЕН9В, 
КР142ЕН9А.КР142ЕН9Б, КР142ЕН98 

20 В t 0,6 В 
24 В t 0,72 В 
27 В :t 0,81 В 

, 2,5 В 

-. 10 мА 

,i; 10 мА 

, 0,05% 

"0,1% 

, 0.67% 

, 1,5% 

, О,О2%1•с 

< О,ОЗ0/4/ 0С 

.. 1% 

,i; 1,5% 

:> 30 дБ 



при U1i1
= ЗO В, lвых=10 мА: 

К142ЕН9Г, К142ЕН9Д, К142ЕН9Е, 
КР142ЕН9Г, КР142ЕН9Д, КР142ЕН9Е . . . . . . . � 30 дБ 

Предельно допустимые режимы 3ксмуатации

Максимальное входное напряжение во всем 
диапазоне температур корпуса: 

К142ЕН9А, К142ЕН9Б, К142ЕН9В, 
КР142ЕН9А, КР142ЕН9Б, КР142ЕН9В.. ..... < 40 В 
К142ЕН9Г, К142ЕН9Д, К142ЕН9Е, 
КР142ЕН9Г, КР142ЕН9Д, КР142ЕН9Е . . . . . . • < 35 В 

Максимальный выходной ток: 
при Тк =-20 .•. + 70 •с:

К142ЕН9А, К142ЕН9Б, К142ЕН9В, 
КР142ЕН9А, КР142ЕН9Б, КР142ЕН98....... < 1,5 А 
К142ЕН9Г, К142ЕН9Д, К142ЕН9Е, 
КР142ЕН9Г, КР142ЕН9Д, КР142ЕН9Е . . . . . . . < 1 А 

при Т11 =-45 .•. + 100 •с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 А 
Теnловое сопротивление КР142ЕН9: 

кристам-корnус . . . . • . . . . . . . . . • . . • • . • . . . • . 13,З ·с,вт 
кристалл-среда . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • 83,З ·с,вт 

Максимальная рассеиваемая мощность:

при Тк=-45 ... + 10 •с . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . в Вт 
при Тк= + 100 •с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . З Вт 

Предельно допустимая температура крмстаnnа 
КР142ЕН9 . . .. . . . . . . .. .. .. . . . .. . .. . . . .  .. . .  .. + 150 -С 

П р им  е ч а н  и е : изменение /IЫХ , ux и Р"АА 111АХ II nромежуточ. 
ных диапазонах температур происходит по линейному эекону. 

КР142ЕН12А,КР142ЕН12Б 

Микросхемы представляют собой мощные высоковольтные 
стабилизаторы напряжения сеэвеwенноrоt типа с реrулируемым 
выходным напряжением положительной полярности от 1,2 до 
37 В и токами нагрузки 1 и 1,5 А. Устойчивы к импульсным пере­
грузкам мощности, имеют защиту от nерегруэок по току. Содержат 
276 интегральных элементов. Корпус мастмассовый tиna КТ·28-2, 
масса не более 2 г. Выводы корпуса покрыты оnовоеисмутом. 
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ТмnоNЯ схема 8К/IIOЧ8HMII КР142ЕН12 (А, Б) 

Назначение выводом: 1 - реrулировка; 2 - вход; З - выход, 
компенсация. 

Общие рекомендации по применению 

Крепление ИС осуществляется непосредственно к печатной 
плате или через переходные элементы методом распайки выво­
дов корпуса на печатную мату. При этом радиатор закрепляется 
винтами: 

к металлической теnлоотводящей шине на печатной плате -
в случае использования дополнительного теплоотвода; 

непосредственно к печатной плате - при отсутствии доnол­
ниельного теплоотвода. 

Корпус ИС электрически соединен с выводом З «Ивых ». При 
монтаже ИС необходимо обеспечивать изоляцию корпуса от за­
земленных элементов и токопроводящих элементов аппарату­
рt.1, имеющих потенциал, отличный от И8ых. 

Рекомендуется проводить монтаж ИС 2 раза, демонтаж 
1 раз. 

При всех условиях эксплуатации емкость выходных конденса­
торов должна быть не менее 1 мкФ. При наличии сглаживающего 
фильтра входного напряжения (при отсутствии коммутирующих 
устройств между выходным конденсатором фильтра источника 
питания и ИС, приводящих к нарастанию входного напряжения, 
длине соединительных проводников не свыше 70 мм) входной 
емкостью может служить выходная емкость фильтра, если ее 
значение не менее 1 мкФ для кграмических конденсаторов и не 
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менее 10 мкФ дпя алюминиевых конденсаторов. В остальных слу­
чаях входная емкость должна быть не менее О, 1 мкФ. Расстояние 
от входного конденсатора до ИС не более 70 мм. Для максималь­
ной реализации выходных параметров ИС необходимо осущес­
твлять контактирование резисторного делителя обратной связи и 
выходного конденсатора как можно ближе к выходу ИС, а саму 
ИС рекомендуется устанавливать в непосредственной близости к 
нагрузке. 

При использовании дополнительного радиатора рассеивае­
мая мощность не должна превышать 10 Вт. При этом температу­
ра кристалла должна быть не более 130 °С. 

Для снижения уровня шума и увеличения коэффициента 
сглаживания пульсаций при Uеых ;;, Uеых, 111н рекомендуется под­
ключать конденсатор С2 < 10 мкФ. 

Выходное напряжение определяется из выражения: 

Uвых = Uаых,-(1 +R2/R1)+R2f"Er, 

где J"Er = 55 мкА - ток регулировки. 
При выходных напряжениях, превышающих 25 В, если воз­

можны короткие замыкания на входе ИС, и при наличии конденса­
тора С2 рекомендуется применять кремневые диоды VD1 и VD2, 
а при отсутствии С2 - диод VD 1, если емкость конденсатора 
СЗ :>25 мкФ. 

Если возможны короткие замыкания только на выходе ИС. то 
при наличии конденсатора С2 достаточно подключать диод VD2. 

Электрические параметры 

Минимальное выходное напряжение 
nриU11х

=58,f11ых=5 мА ..................... 1,2 ... 1,38 
Минимальное падение напряжения 
при U11x = 18,5 В, U11ых

= 15 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 3,5 В 
Нестабильность по напряжению при И11х = 20 В. 
И11ых

= 15 В, l11ых
= 5 мА: 

КР142ЕН12А . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . < 0,01% / В 
КР142ЕН12Б ............................. <0,03%/8 

Нестабильность по току при U11x = 20 В. 
U11ых =15 В, lвых =5 мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 0,2% / А 
Т емnературный коэффициент напряжения 
при И11х=5 В, Uвых = 1, 18 ... 1,33 В, /11ых= 5 мА . . . < 0,02% / 0С 
Дрейф выходного напряжения при И111. = 45 В, 

U11ых=15 В, l11ы1.=23 мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1% 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . . -10 . .. +70 •с
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Предельно допустимые режимы :tксплуатации 

Входное напряжение ....................... . 
Выходное напряжение ...................... . 
Выходной ток: 

КР142ЕН12А ............................ . 
КР142ЕН126 ..................... . . ..... . 

Рассеиваемая мощность: 
Т=-10 ... +40 •с ........................ .

Т=+ 70 •с .............................. . 

Температура окружающей среды ..........•.. 

5 ... 45 В 
1,2 ... 37 В 

0,005 ... 1,5 А 
0,005 ... 1 А 

< 1 Вт 

,о,7 Вт 
-бо ... + ss ·с

П р  и м  е ч а н и  е : изменение Р�,.с в диапазоне температур 
+ 40 .•• + 70 •с происходит по линейному 3акону.

КБ142ЕН12-2 

Микросхема представляет собой бескорпусный {ленточный 
на полиамидном носителе) стабилизатор напряжения с регулиру­
емым выходным напряжением положительной полярности от 1,2 
до 30 В и током нагрузки 0,2 А. Предназначен для применения в 
составе гибридных ИС. Масса не более О, 1 r. 

+ 

YDI 

,-----+з----, 1 
1 1 
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Tиn088tl схема IКЛIОчеt!ИЯ К5142ЕН12-2: 

С1, СЗ > О, 1 мкФ - кер•ичеаtме: VDf, VD2 -1Ср8Wf1М1Ые: 
R1 • 240 Ом t 5% - МЛТ-2; R2 = 6,8 JСОм t 20% - СП-1 

Назначение выводов: 4- вход; 5, 12 - выход; 13-общий. 

Общие рекомендации no nрмменению 

При всех условиях эксмуатации входные и выходные емкос­
ти должны быть не менее О, 1 мкФ для ке�ических конденсато­
ров и не менее 1 О мкФ для алюминиевых конденсаторов. Рассто-
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яние от входного конденсатора до ИС должно быть не более 
70 мм. При наличии сглаживающего фильтра входного напряже­
ния (при отсутствии коммутирующих устро'1сте междУ выходными 
конденсатором фильтра источника питания и ИС, проводящих к 
нарастанию входного напряжения, и длине соединительных про­
водников не свыше 70 мм) входной емкостью может служить вы­
ходная емкость фильтра, если ее значение не менее О, 1 мкФ для 
керамических конденсаторов и не менее 1 О мкФ для алюминие­
вых конденсаторов. 

Выводы кадра гибкого алюминиевого носителя не требуют 
дополнительного нанесения какого-либо покрытия, если внешние 
балочные выводы присоединяются к контактным мощадкам ма­
ты уnь тразву,совой сваркой. 

При монтаже в гибридной ИС необходимо обеспечивать теп­
ловое сопротивление кристалл-<>енование ИС не более 60 •с/ Вт. 
Рекомендуется монтировать ИС с помощью клея ВК-9 или ВК-200. 

Минимально допустимый выходной ток (включающий ток пот­
ребления не менее 5 мА) определяется из выражения: 

Выходное напряжение оnредемется иэ выражения: 

UIЫX = Uвwx ,-. (1 + R2/ R1) + R2 l�r, 

rде l�r = 55 мА - ток регулировки. 
Для снижения уровня шумов или увеличения коэффициента 

сглаживания пульсаций при UIWX > Uвwx . • рекомендуется под­
ключать конденсатор С2 < 10 мкФ. При выходных напряжениях, 
превышающих 25 В, если возможны короnсие замыкания на входе 
ИС, и при наличии конденсатора С2 рекомендуется применять 
диоды VD1 и VD2; при отсутствии конденсатора С2- диод VD1, 
если емкость конденсатора СЗ > 25 мкФ. Если возможны короткие 
замыкания только на выходе ИС, то при наличии конденсатора 
С2 достаточно подключить диод VD2. 

Электрические параметры 

Минимальное выходное напряжение 
при U8x= 8 В, lеых

= 5 мА . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 .•. 1,3 В 
Минимальное падение напряжения 
при U8x= 8 В, Uвых

= 5,5 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 2,5 В 
Нестабильность по напряжению при И8х = 8 В, 
Uвых

= 1,2 ... 1,3 В, Uвх-= 32, lвых
= 5 мА . . . . . • • . < 0,05% / В 
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Нестабильность по току при U1x 
= 8 8, 

U1ых=5 В, /вых=5 мА, /1ых-=195 мА ........... < 0,5%/А
Температурный коэффициент напряжения 
в диапазоне температур -10 ... + 70 °С

при Ивых = 1, 18 ••. 1,32 В, /вых = 5 мА . . . . . . . . . . . < 0,020/о / 0С 

Предельно допустимые режимы 3кспnуатации 

Входное напряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U1x = 8 ... 40 В 
Выходное напряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UIIЫX

=1,2 ... 30 В
Выходной ток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /IЫХ = 5 ... 200 мА 
Рассеиваемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р,..с,мц.< 1 Вт 
Температура окружающей среды . . . . . . . . . . . . -10 ... + 70 °с 

КР142ЕН14 

Микросхема представляет собой универсальный маломощ­
ный стабилизатор напряжения с регулируемым выходным напря­
жением положительной полярности от 2 до 37 В и током нагрузки 
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типоеая СХ8МI IЮIIОченl!Я КР142ЕН14 дnя и ..... :: 7 .•. 30 В 
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до 150 мА. Содержит 30 интегральных элементов. Корпус типа 
2102.16-1, масса не более 1 r. 

Назначение выводов: 1, 8, 14 - свободные; 2 - защита по 
току; З - датчик тока; 4 - инвертирующий вход; 5 - неинверти­
рующий вход; б - опорное напряжение; 7 - общий; 9 - стаби­
литрон; 10 - выход; 11 - комектор реrулv.;:,ующего транзистора; 
12 - входное напряжение; 13 - частотная компенсация. 

Общие рекомендации по применению 

При раздельном питании напряжение на выводе 11 не долж­
но превышать напряжения на выводе 12. 

В случае использования источника опорного напряжения (вы­
вод б) no схемам. отличным от приведенных ниже, принимается 
Uon = 6,95 ... 7,35 В, /вых,оn = 15 мА. 

Для подстройки выходного напряжения используют делитель 
из резисторов R 1, R2 и переменного подстроечноrо резистора Rn 
(включается в середину цепочки). 

Формулы для расчета промежуточных значений выходного 
напряжения: 

от 2 до 7 В: Uawx = Uon R21(R1 + R2); 

от 7 до 37 В: U1ых = Uon(R1 + R2)/R2. 

Сопротивления резисторов делителя напряжения R1 и R2 
приведены ниже в таблице. 

ConpoтмanettlUI PQlfCТOP08 Aelltnen.11 t11npuettм 

Фмксмро1анное u_t 5% Подс,роАка u_t5% 

и ..... 
R1, ком R2,ком R1,lt0м R,,, кОм R2, ком 

2,4 4,75 2,4 2,4 0,5 1 

3 4,12 3,01 1,8 0,5 1,2 

4 3,12 4,02 1,3 0,5 1,8 

5 2,15 4,99 0,68 0,5 2 

6 1,15 6,04 0,2 0,5 2 

9 1,87 7,15 0,75 1 2,7 

12 4,87 7,15 2 1 3 

15 7,87 7,15 3,3 1 3 

24 16,9 7,15 7,5 1 3 

27 19,8 7,15 9,1 1 3 

30 22,9 7,15 11 1 3 
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Для получения необходимого значения Ивы,с допускается ис­
пользование других номиналов резисторов, отличных от указан­
чых в таблице. 

Сопротивления остальных резисторов определяются из вы­

ражений: 
RЗ = 0,651 lno,., Ом, rде /n0,. - ток, превышение которого при­

водит к срабатыванию защиты no току; RЗ - резистор защиты по 
току; 

R4 = R1R2 l(R1 + R2)-согnасующее сопротивление для 
уменьшения температурного коэффициенте напряжения и подав­
ления паразитной генерации. Резистор R4 может быть исключен 
для уменьшения числа элементов; при этом принимается R4 = о;

RS - резистор нагрузки. 
Конденсаторы С1, СЗ устанавливаются при необходимости и 

служат дnя гюдавnения пульсаций, паразитной генерации и умень­
шения шумов выходного напряжения (С 1 :> 1 мкФ, СЗ > 0, 1 мкФ). 

Ниже рассмотрены возможные варианты использования ИС 
КРА42ЕН14 и приведены конкретные схемы включения. 

В ИС КР142ЕН 14 предусмотрена внутренняя защита no току 
(см. соответствующую схему включения). 

,z ,, RS 

+ 

� к+ и. 

� 2 

"" 1 
� KI 

1 

Схема ВКJ11Очения КР142ЕН14 с мспоnьзованмем внутренней защиты по току 

Сопротивления резисторов R1 и R2 определяются по табли­
це для основных схем включения; R4, RS - делитель базы тран­
:sистора защиты; 

RЗ = Ивыхl (/IC3 (1 + Ив�.а.l И�&) -lno"J; 
R4 = (l,a RЗ / И�6 -1) R5; 

R5 = (Ивых + Uи)//д, 
где Ии = 0,65 В - параметр ИС; fпо,. - ток в нагрузке, превы­

шение которого приводит к срабатыванию защиты от короткого 
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замыкания; /д - ток делителя R4, RS (рекомендуется /д"' 0,001 А), 
lra - остаточный ток на выходе ИС при коротком замыкании на­
грузки {/0 = (Р,Ас / U8x - /пот): С) 100 пФ - корректирующий кон­
денсатор. 

В схеме включения ИС К142ЕН14 на повышенную мощность 
(с внешним n-p-n транзистором) значения элементов R1, R2, RЗ,
R4, RS, С1, С2, СЗ соответствуют основным схемам включен ... �; 
Rб выбирается из условия Ивых / Rб = 1 мА 

Yr HJ 

,-----�"',-..(::::)-..-...... -...--о+ 

+---.;.;:lt_:----��-.....
и._

Ua1 CI 

Я5 

lf2 

Схема 111(111Очения КР142ЕН14 на nовыwенну,о мощность 
(с n-p-n транжстором). ВЫ.ОАЫ 11 и 12 должны 6ыn. соедм1ttНЬ1 

При расчете схемы включения должны соблюдаться условия: 

lno,Uвx < Р,Ас, 
(lnoP / h21� + lnот)Uвых < РрАс,МАх, 

где h2,3 - минимальное значение коэффициента передачи 
тока транзистора VT; Р,Ас, МАХ - максимально допустимая мощ­
ность рассеяния. 

В схеме включения ИС КР142ЕН14 на повышенную мощность 
с внешним р-п-р транзистором значения элементов R1, R2, RЗ,
R4, С 1, С2, также соответствуют основным схемам включения; RS
- резистор для замыкания тока утечки регулирующего элемента,
выбирается в пределах 100 .•. 200 Ом; Rб - резистор нагрузки.
При расчете схемы включения должны выполняться указанные
выше условия.

В схеме включения ИС КР142ЕН14 с регулировкой выходно­
го напряжения в пределах от О до (Uвх - 1 В), fвых = 10 мА зна­
чения элементов R4, С1, С2, СЗ соответствуют основным схемам 
включения; R4 - резистор для замыкания тока утечки регулиру­
ющего элемента, выбирается в пределах 200 ... 300 Ом; RS, Rб -
делитель выходного напряжения, выб1-1рается из условий: 
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cs 

Схема 8К/11ОЧIIНМЯ КР142ЕН 14 1i11 nовь11uенну1О МОЩtiОСТЬ 
(с р-п-р траН3мстором). Выводы 9 м 1()_должны быть соедмнены 

R5Rб/(R5 + Rб) =1,5 кОм, И8ых/И0n = RS/Rб-1; R1=R2=З 
кОм - делитель опорного напряжения; G - источник питания с 
Uвых = 10 ..• 30 В; VD - защитный диод. 
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Схема BICIVOЧIIНМЯ КР142ЕН 14 с реrулировкой 
U1wx от О до (U1x - 1 В), 11wx = 10 мА 

14,11 

Для улучшения точностных параметров в схеме включения 
ИС КР142ЕН14 используется дополнительный внешний источник 
питания. 

В схеме включения ИС КР142ЕН14 в качестве стабилизатора 
напряжения отрицательной полярности С1 ;. 100 пФ. С2 ;. 0,1 
мкФ; R1 и R2 выбираются из приведенной выше таблицы; Rб -
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Схема 81t111ОЧенмя КР142ЕН14 с отдельным МСТОЧНМКОМ ПМТIНUI 
дп11 поnученм11 U...,x = 7 ... 37 В 

резистор нагрузки; R4, R5 - делитель выходного напряжения, 
выбирается иэ условий: R4R5 I (R4 + RS) = 1,5 кОм; U8ых/ Uon = 
= (R4 + RS) l2R4; при этом U1wx должно быть в пределах 9,5 ... 40 В; 

RЗ - ре3истор для 3амыкания базового тока транзистора VТ 
вь1бирается из условия: RЗ = (И1х - Иаых> h21"llн,мAX-

VT 

1 fJ н, и. ... 
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Схема вм1Очени11 l<Р142ЕН14 в 1С11честм стаб11111138тора наnр1111tен1111 
отрмцательноil поn�остм 

+r>------------

" 11 N+ 

I 5 
+ 

VT 
qhtt 

и,,.. К5 

1 
Cf 

С/ 

Схема вК111Очеtм11 КР 142ЕН 14 в 1С11честве паралnеnьноrо стабиn�аатора наnр1111tен1111 
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В схеме вкnючения ИС КР142ЕН14·В качестве nараллельноrо 
стабилизатора напряжения С1 ;;i, 5000 пФ, С2 ;;i, 0,1 мкФ; R1 и R2 
выбирается из приведенной выше таблицы; RЗ -резистор дnя

уменьшения мощности, рассеиваемой ИС; RЗ = 100 ... 1000 Ом; 
R4-гасящий резистор, выбирается из услоеия: R4=(Uвx - U8blll.)/ 
/ lн, 

мАХ; R5 - резистор нагрузки. 

Электрические параметры 

Нестабильность по напряжению при Uвх = 12 В, 
Uвых

= 5 В. lвь�х
= 1 мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,018% I В 

Нестабильность по току ПрИ U1x= 12 В, UIWX= 5 В, 

lвых
= 1 мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 4%/А 

Температурный коэффициент напряжения 
при U8x= 12 В, Uвых= 7,15 В, f8ых= 1 мА . . . . . . . • . < 0,01% l °C 
Ток потребления при Uвх= 40 В, Uвых=2 В, 
/IЫХ = 1 мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .:; 4 мА 
Дрейф напряжения (за 24 ч} при U1x = 15 В, 
Uеых= 7,15 В, lвых

= 1 мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1% 
Минимальное падение напряжение (при совмест-
ном питании) при U1x= 18 В, Uawx= 15 B, lawx= 1 мА < 3 В 

Минимальное падение напряжение (nри раздель-

ном питании) при U1x= 17 В, Ulbll(= 15 В, 1 ... = 1 мА < 2,5 В 

Предельно допустимые режимы 3кспnуатации 

Максимальное входное напряжение ........... . 
Минимальное входное напряжение ........... . 
Максимальное выходное напряжение ......... . 
Минимальное выходное напряжение .......... . 
Максимальный выходной ток ................. . 
Максимальная рассеиваемая мощность: 

прИ r = -10 ... + 55 ·с ..................... .

при Т = + 70 °С ............... , ........... . 
Температура окружающей среды ...........•.. 

КР142ЕН15А,КР142ЕН15Б 

40 В 
9,5 В 
37 В 
28 
150 мА 

0,8 Вт 
0,55 Вт 

-10 ... + 10 ·с

Микросхемы представляют собой двухnолярный стабилиза­
тор напряжения компенсационного типа с фиксированным выход­
ным напряжением :t 15 В и током наrрузки до 100 мА. Содержат 
120 интегральных элементов. Корпус типа 2 102.14-2, масса не 
более 1 r. 
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Тмоеая схема IIIUII0'18Нl4fl KP142EJH5 (А. Б) 

Назначение выводов: 1 - общий; 2 - балансировка UIIWX: 3, 
12 - частотная коррекция; 4 - выход положительный (11): 5 -
выход положительный (1); б, В, 13 - свободные; 7 - вход пол­
ожительный: 8 - вход отрицательный; 10 - выход отрицател� 
riый (1): 11 - выход отрицательный (11); 14 - регулировка u...,._.

Общие рекомендации по применению 

В микросхемах предусмотрена возможность регулировки вы­
ходного напряжения в диапазоне 8 ... 23 В с помощью резистора 
RЗ (см. соответствующую схему включения). 
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Схема 8l<llf0'4eHl4fl КР142ЕН15 с Pllf'Ylll4p08Кoil и_ 1 дмw.,оне •... 23 В 
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При использовании микросхем в качестве фиксированного 
стабилизатора напряжения разность между абсолютными значе­
ниями положительного и отрицательного полюсов выходного на­
пряжения не превышает 0,3 В. 

В микросхемах предусмотрена возможность подстройки фик­
сироеанноrо и регулируемого выходного напряжения в пределах 
:t 1 В с помощью резистора R4.

Микросхемы имеют встроенную тепловую защиту и защиту no 
току. Темnература кристалла при срабатывании тепловой защиты 
100 t 10 ·с. 

При наличии сглаживающего фильтра входного напряжекия 
{nри отсутствии коммутирующих устройств между выходным кон­
денсатором фильтра источника питания и микросхемой, приводя­
щих к нарастанию входного напряжения, и длине соединитель­
ных nроводниl(.()В не свыше 70 мм) входной емкостью может слу­
жить выходная емкость фильтра, если ее значение не менее 1

мкФ для керамических и не менее 1 О мкФ для алюминиевых кон­
денсаторов. В остальных случаях необходимо подключать на 
вход конденсатор емкостью не менее 1 мкФ. 

Аварийный электрический режим: U8x ) ± 30 В, lвых :> 200 мА. 
т > 10 ·с.

Сопротивления внешних резисторов в схеме защит� от ко­
роткого 3амь1кания выбираются из условий. 

где �;ых и lёых - выходные токи стабилизатора напряженl-!я. 
nри которых срабатывает защита от короткого замыкания по пог.­
ожительному и отрицательному выводам; т •. МАХ - максималь­
ная температура кристалла, при которой используется ИС. Паде­
ния напряжения на этих резисторах выбираются для максималь­
ной температуры работы ИС, а выходные токи срабатывания за­
щиты от короткого замыкания - на 20% больше необходимого 
максимального выходного тока. 

Для Т= + 25 °С сопротивления резисторов R1 R2 выбира1От 
из следующих соотношений: 

0,6 В 0,55 В 
R1=--· R2=--

1;..,. · fllblк 

Резисторы R1, R2 могут быть исключены из схемы для умень­
шения числа внешних элементов и снижения Ипд (выводы 4-5, 
10-11 должны быть закороченьr). np-1 этом защита от короткого 
замыкания не обеспечивается 

Конденсаторы С1 = С2 > 1 мкФ. СЗ = С4 > О 01 мкФ, С5 = Сб >
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")1 мкФ. Рекомендуется вь,держ11вать соотношения С51СЗ=Сб1 

/ С 4 = 50 : 100; RЗ - резистор регулировки �ыходноrо напряже­
ния; R4 - резистор балансировки выходного наnряже1-1ия, RЗ = 
=Н4 = 33 кОм ± 10%. 

УТf я, 

7 f5 

О!"щиi 
1 

1 С6 

Cl 

Ue.c.•·ISI 

Схема 8КЛIОЧ.>!ИR КР142ЕН15 на П08Ьli.JeHН'/IO 1110111.t<OC-rt. 

Для nовыUJения мощ1-1ости ИС КР142ЕН15 �огут быть исnоль­
эова1-1ьI момnлеt.tентарнь�е транэисторьr (см. соответствующую схему 
включения) Резисторы RЗ, R4 обеспечивают режим холостого 
хода микрасхемьI RЗ = R4 = 75 о� % 10%. cs. Сб ) 1 О мкФ. 

Электрические параметры 

iЭьrходное наnряже11ие nри U8x = :t 20 В 
18ых

= 2 мА :t (14 5 .. 15,5) В 
Минимальное падение напряжения. 

КР142ЕН15А при U8x = UIIWX + З В, lвых = 1 мА ( З В 
КР142ЕН15Б при U8х= U8ых+З,58, I8ых = 1 мА (3,5 В 

нестабильность по напряжению 
при U8x = ± 20 В, lвых= 1 мА, Uвх- = ± 10 В ( 0,01% / В 
Нестабильность по току при Иах- = ± 20 В 
fвых = 1 мА, lеых .= 50 мА ( 4,0% I А 
Коэффициент сглаживания nулс,саций 
11ри f= 100 кГц ) 70 дБ 
Ток потребления на положитель�оt.<1 выходе 
при U8.,, = + 30 В, /8ых = О ( 5 мА 
Ток потребления на отрицательном вьIходе 
n ри U8x = - 30 В lвых. = О ( 6 мА 
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Температурный коэффициент напряжения 
пои U8x = :1: 20 В, lаых = 1 мА . . . . . . . . . . . . . . . . , 0.01% / 0С 

Т емnература окружающей среды . . . . . . . . . . - 1 О ... + 70 •с

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Минимальное входное напряжение 
Максимальное входное напряжение . . . . . . . 
Максимальный выходной ток . . . . . 
Минимальный выходной то�< 
Темовое сопротивление кристал11-среда 
Максимальная рассеиваемая мощность 

при Т =-10 ... +40 °С 
nри Т = + 70 °С . . ... 

ДИаnазо+1 реrулировки выходного напряжения . 
Температура окружающей среды 

:1: 10 В 
:t 30 В 
, 100 мА 
> 1 мА

, 140 °С/Вт 

, 0,8 Вт 
, 0,5 Вт 
8 ... 23 В 

-во ... + 85 •с

Пр и м  е ч а н  и е. снижение Р,,.с в диапазоне температур 
+ 40 ... + 70 •с происходит по линейному закону

КР142ЕН17А,КР142ЕН17Б 

Микросхемы представляют собоt1 стабилизаторы напряже­
ния с фиксированным выходным напряжением с малым падени­
ем наnряжения (О,З В) и предназначены для применения в источ­
никах nитания автомобильного электронного оборудования, бор­
тоеой еычислитепьной технике, в переносной видеоаппаратуре 
ИС выполнены по манерно-эпитаксиальной технологии с изоля­
цией p-n переходом Содержат 150 интегральных элементов 
Корпус типа КТ -26 масса не более 0,3 г 

+----' l<Pf4ZEН,71-
3
----+ 

с, 2 
Осr10В11ая схема 8КЛIОЧенмя 

С2 U��• КР142ЕН17 

Назначение выводов 1- вход, 2- общий. 3- выход. 

Общие рекоJ.tендации по применению 

ИС r,рtо1rодны для ,...он ,a)l(a методом групповой пайки или па­
яльником npa, теt.'nеретурен� выше 265"С с nродолжитель-
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ностью не более 4 с. Число допускаемых перепаек выводов nри 
проведении монтажных операций не более 3, расстояние от кор­
пуса до места пайки не менее 3 мм. При монтаже ИС допускается 
одноразовый изгиб выводов на расстоянии не менее 3 мм от кор­
пуса под утлом 90

° с радиусом изгиба не менее 2,2 мм. 
На основной схеме включения конденсаторы С1 :> 2,2 мкФ, 

С2 :> 50 мкФ. 

Электрические параметры 

Выходное напряжение 
КР142ЕН17А при U8x= 6 В, 18ых

= 1 мА ...... . 
КР142ЕН17Б при U8x= 6 В, 18ых= 1 мА ...... . 

Минимальное падение напряжения при 
Иax= UIIWX+0,3B, laыx

= 1 мА, lаых-= 40 мА ..... . 
Ток потребления при U1x-= 25 В ..... ......•... 
Нестабильность по напряжению 
при U8x= 6 В, U1x-= 19 В, l8wx

= 1 мА ........... . 
Нестабильность по току 
при И8х = 6 В, IIЬlx = 1 мА, /IЫХ. = 20 мА ......... . 
Температурный коэффициент напряжения 
при Иах

= 10 В, lawx= 1 мА .................... . 

4,3 ... 4,7 В 
4,75 ... 5,25 В 

.;;3 в
.;; 1 мА 

.;; 0,03% I В 

.;; 20% / А 

.;; 0,03% / 0С 

Предельно допустимые режимы 3кспnуатации 

Входное напряжение .............•....• 
Выходной Т<Ж ••••.••••••••••••••••••••• 

Uаыхм.u+ 0,3 ... 25 В 
<40 мА 

Рассеиваемая мощность .........•...... .;; 0,25 Вт 
Температура окружающей среды ... .... . -10 ... +70 °С

КР142ЕН18д,КР142ЕН18Б 

Микросхемы представляют собой реrулируемые стабилиза­
торы напряжения отрицательной полярности с выходным наnря. 
жением 1,2 ... 26,5 В и током нагрузки до 1,5 А. Выполнены по пла­
нарной диффузионной технолоrми с изоляцией р-п переходом. 

TИf1088R схема включения 
КР142ЕН18(А, Б) 

1 Kl'fl2ENf6 1 
---=� (�6) i-a----� 

1 

Ue
,. 

+ t'I 

t'J � Kl 
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Содержат 307 интегральных элементов Корпус пластмассо­
вый тиnа КТ-28-2, масса не более 2,5 r. 

Назначение выводов: 1 - р8fулировка; 2 - вход; З - выхо.а. 

Общие рекомендации по применению 

Крепление микросхем осуществляется непосредственно к пе­
чатной мате или через переходные элементы методом распайки 
выводов корпуса на печатную плату. При этом радиатор закреп­
ляется винтами к металлической теплоотводящей шине на печат­
ной плате (в случае исnьльэования дополнительного теплоотво­
да) или непосредственно к печатной плате (без использования 
дополнительного теплоотвода). 

Корпус микросхемы электрически соединен с выводом U1x. 
При монтаже микросхемы необходимо обеспечивать изоляцию 
корпуса от заземленных и токопроводящих элементов аппарату­
ры, имеющих отличный от U1x. потенциал. 

Разрешается проводить монтаж микросхем в аппаратуре 2 
раза, демонтаж 1 раз. 

При всех условиях эксплуатации выходные емкости конден­
саторов должны быть не менее 2 мкФ. 

При наличии сглаживающего фильтра входного напряжения 
(при отсутствии коммутирующих устройств·между выходным кон­
денсатором фильтра источника питания и микросхемой, приводя­
щих к нарастанию входного напряжения) и длине соединитель­
ных проводников не свыше 70 мм входной емкостью может слу­
жить выходная емкость фильтра, если ее значение не менее 21 
мкФ для керамических и не менее 1 О мкФ для алюминиевых кон­
денсаторов. В остальных случаях емкость входного конденсатора 
должна быть не менее 2 мкФ. 

Расстояние от входного конденсатора до микросхемы должно 
быть не более 70 мм. 

Для реализации выходных параметров микросхемы необхо­
димо как можно ближе осуществлять контактирование с выходом 
микросхем резистивного делителя обратной связи и выходного 
конденсатора, а микросхему рекомендуется устанавливать в не­
посредственной близости к нагрузке. 

При использовании дополнительного радиатора рассеивае­
мая мощность не должна превышать 8 Вт. При этом температура 
кристалла должна быть не более 130 °с.

На вход микросхемы можно подавать напряжение до 40 В; 
nри этом выходное напряжение может регулироваться в преде­
лах до 37 В. Нижняя граница диапазона регулировки определяет­
ся падением напряжения на микросхеме, не превышающем пре­
дельно допустимого входного напряжения 
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Микросхема имеет встроенную тепловую защиту и защиту от 
короткого замыкания. В случае короткого замыкания на выходе

микросхемы входное напряжение не должно превышать предель­
но допустимого значения. 

Минимальное падение напряжения на стабилизаторе при 
Т = + 70 •с составляет 3 В. 

Тепловое сопротивление переход-корпус микросхем не бо­
лее 10 °С/Вт, переход-среда - не более 100 °С/Вт. 

Дрейф напряжения при Т = + 70 •с не более 1 % (за 500 ч). На 
основной схеме включения стабилизатора резисторы R 1 и R2 обра­
зуют регулируемый делитель выходного напряжения: R1 = 240 Ом± 
± 5%; R2 = 6,8 кОм :t 20%. Сопротивления резисторов делителя 
связаны соотношением: 

Uвых = Uвых ,м1н(1 +R2/R1);

С 1 ) 2 мкФ - входной конденсатор; СЗ ) 2 мкФ - выходной 
конденсатор. 

При Uвых ) U8ых,м1н для снижения уровня шума и увеличения 
коэффициента сглаживания пульсаций рекомендуется выбирать 
емкость конденсатора С2 < 10 мкФ. 

Электрические параметры 

Минимальное выходное напряжение 
при U8x= 10 В, lвых

= 5 мА .............. 1,2В<Uвых,м1н<1,3В 
Нестабильность по напряжению при 
Uвх 

= 10 В, Uвых = 1,2 ... 1,3 В, Uвх- = 20 В, 
lвх-= 5 мА ............................ < 0,03% / В 
Нестабильность по току при U8x = 10 В, 
Uвых

= 5 В, lвых
= 5 мА· 

КР142ЕН18А при /11ых = 1 А 
и КР142ЕН18Б при lвых

= 1,5 А .... ..... < 0,03% / А 
Минимальное падение напряжения 
при U8x= 8,5 В, Uвых

= 5 В . . . . . . . . . . . . ( 3,5 В 
Температурный коэффициент напряже-
ния при U8x = 10 В, Ивых = 1, 18 ... 1,33 В, 
/11ых = 5 мА .. . . ........... . ...... -. О,02% / 0С 

Предельно допустимые режимы эксплуатации 

Максимальное входное напряжение ........... . 
Минимальное входное напряжение . . . ....... . 
Максимальное выходное напряжение ......... . 
Минимальное выходное напряжение ......... . 

30 В 
5В 
26,5 В 
1,2 В 
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Максимальный выходной ток: 
КР142ЕН18А ............................. . 
КР142ЕН18Б ............................. . 

Минимальный выходной ток .................. . 
Максимальная рассеиваемая мощность· 

при Т = -10: .. +40 ·с ...................... .

при Т ., + 70 ·с ........................... .

1 А 

1,5 А 
0,005 А 

1 Вт 
0,7 Вт 

Температура окружающей среды ............. . -10 ... + 10 ·с

КР142ЕН19 

Микросхема представляет собой регулируемый стабилизатор 
напряжения nараллельноrо типа (интегральный аналог стабилит­
рона) и предназначена для использования в качестве ИОН и реrу­
лируемоrо стабилитрона. Иэrотовлена по nланарно-эnитаксиаль­
ной технологии с изоляцией р-п переходом. Содержит 21 интег­
ральный элемент. Корпус типа КТ-26, масса не более 0,3 r. 
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Назначение выводов: 1- опорное напряжение; 2- анод: 
3- катод.

Общие рекомендации no применению 

ИС nриrодна для монтажа методом групповой пайки или па­
яльником при температуре не выше 265 •с с продолжитель­
ностью не более 4 с. 

Число допускаемых перепаек выводов при проведении мон­
тажных операций не более 3, расстояние от корпуса до места 
пайки не менее 3 мм. 

На схемах включения: С -конденсатор, обеспечивающий 
дополнительную устойчивость ИС в аппаратуре потребителя и 
фильтрацию шумов: 
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R1 - токоограничивающий резистор; 
RЗ- резистор, определяющий ток делителя. Номинал резис­

тора выбирается из условия, что ток делителя не менее 300 мкА, 
так как при меньшем токе возможно ухудшение точностных харак­
теристик ИС; 

R2 - резистор, определяющий напряжение стабилиэац�и 
между анодом и катодом, определяемое из условия. 

Ut<A = U0n(1 + R21 RЗ) + l,x.on R2.

Электрические параметры 

Опорное напряжение ........................ . 
Входной ток no входу опорного напряжения .... . 
Нестабильность по напряжению опорного 
напряжения .. .............................. . 
Нестабильность по току onopнoro напряжения .. . 
Температурный коэффициент опорного 
напряжения ................................ . 
Динамическое сопротивление ................ . 

2,44 ... 2,55 В 
<5 мкА 

с; 0,12% /В 
< 20%/А 

< 0,015% / 0С 
<0,5 Ом 

Предеnьно допустимые режимы ,ксnлуатацим 

Напряжение между анодом и катодом ......... . 
Ток катода ...................... ............ . 
Рассеиваемая мощность ..................... . 
Температура окружающей среды ............. . 
Предельная температура среды .............. . 

,зов 

1,2 ... 100 мА 
<0,5 Вт 
-10 ... + 10 •с
-60 ... + 85 °С

К142ЕП1А,К142ЕП1Б,КР142ЕП1А,КР142ЕП1Б 

Микросхемы представляют собой устройства управления им­
пульсными стабилизаторами напряжения с частотой коммута�ии 
до 100 и 300 кГц и ком мутируемым током 0,2 А. Содержат 29 ин­
тегральных элементов. 

Корпус К142ЕП (А, Б) типа 238.16-2, масса не более 1,5 r, 
КР 142ЕП (А, Б) - типа 238.16-1, масса не более 1,5 r. 

Назначение выводов К142ЕП1 (А, Б) и КР142ЕП1 (А, Б): 1, 4, 
7 - базы: 2, З - комекторы; 5 - напряжение питания (+ Um): б, 

16- эмиттеры; 8- общий; 9- опорное напряжение; 10- на­
пряжение питания (+ Un2); 11 - выход порогового устройства;
12, 13- входы управления; 14, 15 - входы синхронизации.
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Схема 1КJ11ОЧtниt1 К142ЕП1(А, 6), КР142ЕП1(А. 6) • ммnу"сном стабмnМ11торе 
нanptu1teНМ11 1 ре•ме WИМ с внеwнем смнхрон�аацмем 

Общие рекомендации no nрименению 

Крепление ИС К142ЕП1 (А, Б) к печатной плате осуществля­
ется методом распайки выводов корпуса к печаТ11ой плате. При 
этом радиатор закрепляется nайкой к метамической темоотво­
дящей шине на печатной мате (в случае использования допол­
нительного теплоотвода) или непосредственно к печатной мате 
(без использования дополнительного темоотвода). 

Контакт корпуса с токопроводящими и заземленными элемен­
тами аппаратуры не допускается. 

Для ИС КР142ЕП1 формоека выводов не допускается. Уста­
новка ИС на плату производится с зазором, который обеспечива­
ется конструкцией выводов. Печатная плата должна быть изоли­
рована как от с+» и«-» входного и выходного напряжений, так и 
от заземления (общего вывода) аппаратуры. 

Рекомендуется производить монтаж ИС в аппаратуре 2 раза, 
демонтаж 1 раз. 

Не допускается отсутствие напряжения на выводе 5 nри по-
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данном напряжении питания пороговоrо устройства и соединенных 
выводах б и 10; nри этом напряжение на выводе 5 должно быть 
равно или больше напряжения на выводе 10, но не свыше 40 В. 

Не рекомендуется подведение каких-либо электрических сиг• 
налое (в том числе шин «питание» и «земля») к неэадействован. 
ным выводам корпуса ИС. 

Ток внешнего резистивного делителя должен быть не менее 
1,5 мА± 10%. Входное управляющего напряжение, прикладывав-­
мое между выводами 12-8 или 13-8, не должно превышать 2,8 В.

Питание порогового устройства ИС может осуществляться от 
индиеидуальноrо источника питания, источника опорного напря· 
жения через внешний транзистор или напряжением с вывода 6 
(см. соответствующие схемы}. 

... v .. , �iii.' .. •и,,, ��� 
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Схема узла nмтанм11 noporoeoro 
ycтpoilcтu К142ЕП1 (А, 6) 

01 мс10-а onopнoro Н1nр11•еНМ11
'411)413 анеwнмil Tp810IICT0p 

Схема nмт-11 noporoeoro 
устройсrае с аыеода fl К142ЕП1(А, 6),

КР142ЕП1(А. 6) 

Номинальное сопротивление внешнего резистора R1 выбира· 
ется от 2 до 80 кОм при Иm = 5 ... 32 В; VТ1 - типа КТ6ЗОА. 

Выходной ток в диапазоне темnераl)'р Т = - 45 ... + 85 •с в за· 
висимости от параметров режима работы ИМС и схемы питания 
порогового устройства определяется из выражения: 

lеых = {Р- И-/3(1 -1/Q-(t. + tс)Тм}}/[Иост/0 + 1/б(t. + tc)TмИIIOIII!, 

rде Q - скважность импульсов тока; Т11 - период следования 
импульсов тока; 

Р = Рдоn, МАХ - [Иn1 lnoт1 + Иra lnoтzJ 

- для схемы питания порогового устройства от опорного ис·
точника; 

Р = Рдоn, МАХ - Иn,(/nот, + lnoТ2) 

- для схемы питания порогового устройства с вывода б.
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В типовой схеме включения ИС - в импульсном стабилизато­
ре, работающем в режиме wиротно-имnульсной модуляции 
(ШИМ) с внешней синхронизацией, С1-С5 = 100 ••. 1000 пФ; VT2

имеет коллекторный ток, достаточный для управления транзисто­
ром VТЗ, с временем рассасывания не более 0,2 мкс.

Типовые значения параметров импульсного стабилизатора 
напряжения, работающего в режиме ШИМ: 

коэффициент нестабильности по напряжению Кнс, и= ЛИаых. 

И1х/ И1ых ЛИех = 0,002 •.. 0,29 (nри ИIЫХ = 5 В, Uu. = 20 В, ЛИ1х = :t 5 В, 
fн = 0,5 д) и Кнс, и= 0,001 •• .0,03 (при Uаых = ЭО В, Ивх = 40 В, ЛИu. = 

= :t 5 В, fн = 0,5 А); 
коэффициент нестабильности по току Кис,, = ЛUIWX fн / Иаых Лlн =

= 0,002 ... 0,016 (при И1ых = 5 В, Uвх = 20 В, lн = 0,5 д, Лlн = 0,5/н) 
и Кнс., = 0.001 ... 0,003 (при И1ых = 30 В, Иu = 40 В, lн = 0,5 А, Лlн =
= О,51н),

Возможно включение ИС в схемах защиты в качестве устрой­
ства, контроnирующеrо уровень напряжения по верхнему или ни­
жнему предельным значениям, управляющего исполнительным 
элементом (реле постоянного тока). 

К2 f� и ••• 
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Схема включения К142ЕП1 (А. Б) 1 устройствах защиты 
дnя контроnя наnрqженмя по верхнему nредеnьному значеltМIО 

На этих схемах R4 выбирается в соответствии со значением 
контролируемого напряжения; R = 40 кОм (при Иn, <; 20 В); при
Иn, ;;i, 20 В R не включают; KR - реле постоянного тока. 
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Сх- вкn�очения К142ЕП11 устроilствах ,ащиты дnя контроля 
каnр11,кенмя no ""*"ему nредельному :sначени�о 

Электрические параметры 

Опорное напряжение при Иком, 1х = 40 В, Um = 40 В. 
К142ЕП1А, КР142ЕП1А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 ... 2,2 В 
К142ЕП1Б, КР142ЕП1Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,65 ... 2,3 В 

Напряжение гистерезиса при /1ых = 50 мА, 
Ихом, ах= 40 В, Um = 40 В: 

К142ЕП1А, КР142ЕП1А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (; 5 мВ 
К142ЕП1Б, КР142ЕП1Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 6 мв· 

Остаточное напряжение при lвых = 0,2 А, Um = 40 В: 
К142ЕП1А, КР142ЕП1А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 1,8 В
К142ЕП1Б, КР142ЕП1Б . .  .. .. .. . . . . . . . . . . . . < 1,9 В 

Ток закрытой ИМС при и-. ах = 40 В, Um = 40 В . . < 100 мкА 
Ток потребления узла опорного напряжения 
nри Un, = 40 В для К142ЕП1А, КР142ЕП1д . . . . . . < 2 мА 
Ток потребления узла порогового устройства 
nри fком = 50 кГц, Иn1 = 40 В для К142ЕП1 Б, 
КР142ЕП1 Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < З мА 
Коэффициент нестабильности опорного напря-
жения no напряжению питания при Иком, ах = 40 В,

Иn1 = 40 В ........................... ......... < 0,03%/В 
Температурный коэффициент опорного 
напряжения при Иn1=40 В..................... < 0,05% / ·с
Длительность фронта импульса выходного тока 
nри l1t,1x = 50 мА, Иком,вых = 12 В, fком

= 100 кГц, 
Um = 40 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < О ,2 мкс 
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Длительность среза импульса выходного тока 
при l1ых = 50 мА, Uком, IIЬIX = 12 В ,  fком = 100 кГц , 
Um = 40 В ..................... , .............. <0,2 мкс 

Предеnьно допустимые режимы эксплуатации 

Входное коммутируемое напряжение . . . . . . . . . . . < 40 В 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 45 В 

Допустимое напряжение питания узла опорного 
напряжения (Un1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ... 40 В 
Допустимое напряжение питания узла порогового 
устройства (U112) •.••.••.•..•.••••.•••.•.••. , . • 5 ... 7 В 
Ампnитуда импульсов синхронизирующего 

напряжения •................ ................ 
Выходной ток ...... , .... , . , . , ... , ............ . 

в предельном режиме .................... . 
Рассеиваемая мощность в интервале давлений 
6,7. 10• ... з .101 

н,м2 (от 5000 мм рт. ст. до э атм): 
при r =-45 ... + 55 •с .................... .. 
в предельном режиме . ................... . 
при r =•ss·c ........................... .

в предельном режиме .................... . 
при Т=-45 ... + в5 •с и Р=6,7 .1()2 Н/м2 

2 .. .4 В 
<0,2А 
< 0,25 А 

< О.В Вт 
<0,9 Вт 
<О. 55 Вт 
0,65 Вт 

(5 мм рт. ст.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,2 Вт 
в предельном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,25 Вт 

Частота коммутации при Ико.а , 1х = 40 В ,  fawx = 50 мА: 
К142ЕП1А . К142ЕП1Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 100 кГц 
КР142ЕП1А, КР142ЕП1Б . . . . . . . . . . . . . . .. . .. < 300 кГц 

Температура окружающей среды ........ , . . . . . - 45 ... + 85 °С 

П р и м е ч а н и я . 1. Непрерывная работа в предельных ре­
жимах не более 1 ч.

2. Снижение Р,.с в промежуточных диапазонах температур и
давлений происходит по линейному закону. 

КБ142ЕП1-4 

Микросхема представляет собой бескорпусное устройство 
управления импульсным стабилизатором напряжения с частотой 
коммутации до 100 кГц и выходным током до 0,2 А 

Назначение выводов соответствует К142ЕП1 (А, Б), 
КР142ЕП1 (А, Б). 
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Общие рекомендации по применению 

При подсоединении каждого вывода ИС к контактной площад­
ке допускается не более одного контактирования. Ломку пластин 
на кристамы производить путем прокатывания пластин валиком 
в двух взаимно перпендикулярных направлениях параллельно 
линиям среза. Положение проволочных выводов после термо­
компрессии должно быть ориентировано от кристалла. 

Не допускается отсутствие напряжения на выводе 5 при под­
анном напряжении питания порогового устройства и соединен­
ных выводах 6 и 10. При этом напряжение питания на выводе 5
должно быть равно или больше напряжения на выводе 10, но не 
выше 40 В. 

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов 
(в том числе потенциалов wин «питание• и «земля•) к незадей­
ствованным выводам ИС. 

Ток внешнего резистивного делителя не менее 1,5 мА :1: 10%. 
Входное управляющее напряжение, прикладываемое между вы­

водами 12-8 или 13-8, не должно превышать 2,8 В. 
Питание порогового устройства ИС может осуществляться от 

индивидуального источника питания или источника питания узла 
опорного напряжения через внешний транзистор (схемы включе­
ния анаnоrичны К142ЕП1 {А. Б)). 

Электрические параметры 

Опорное напряжение при И-.вх= 40 В, Иm= 40 В 1,65 ... 2,З В 
Остаточное напряжение при R.,.11 = З кОм, 
/вwх=50 мА, Иm =40 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 1,9 В 
Напряжение гистерезиса при /вых. = 50 мА, 
UIOOll,IX = 40 в. Иn, =40 В .. .. . .. . .  .. .. . . . . .. .. . < 5 мв 
Ток закрытой ИМС при R1_1,= 1 кОм, ИКО111,вх= 40 В, 
Иm = 40 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 100 мкА 
Ток потребления узла опорного напряжения 
при Иm = 40 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 2,5 мА 
Ток потребления узла порогового устройства 
при Иm=40 В, fко11 = 50 Гц ..................... < 11 мА 
Температурный коэффициент опорного 
напряжения при Um = 40 В, Т= - 45 ... + 85 •с . . . . < 0,05% / 

0С 
Коэффициент нестабильности опорного напря-
жения по напряжению питания при ИКО111,еых = 40 В, 
Иm=40 В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,03%/В 
Длительность фронта импульса выходного тока 
при /1ых= 50 мА, fко11 = 100 кГц, Иm = 40 В < 0,2 мкс 
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Дn�тельность среза импульса eыxoдt-toro тока 
при IВЫJ( = 50 мА, fком = 100 кГц, Un1 = 40 В . . . . . . ( 0,2 мкс 

Предельно допустимые режммь, 3Ксnnуатацмм 

Входное коммутирующее напряжение ......... . 
Напряжение питания у311а опорного напряжения 
Напряжение питания узnе noporoeoro устройства 
Амплитуда импульсов синхронизирующего 
напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Выходной ток . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Рассеиваемая мощность в интервале давлений 
от 500 мм рт. ст. до Э атм: 

при Т = - 40 ... + 85 ·с . . . . . . . . . . . . . . . . . 

nри Т = + 85 °с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
nри т =-40 ... +85 ·с и Р= 5 мм рт. ст . ..... . 

(40 В 
10 ... 40 В 
5 ... 7 В 

2 ... 4 В 
<200 мА 

, 0,8 Вт 
, О.65 Вт 
( 0.2 Вт 

Частота коммутации ........................ . . 
Температура окружающей среды .... ....... .. . 

, 100 кГц 
-4о ... +е5 •с

П р и м е ч а н и я . 1. Непрерывная работа в предельных ре­
жимах не более 1 ч 

2. Снижеt-tие рассеиваемой мощности е промежуточных диа­
пазонах температуры и давлений происходит no линейному 38кону 

К142НД1, К142НД2, К142НДЗ, К142НД4, 

К142НД5 

№1кРОсхема К142НД1 nредставnяет собой диодную мостовую 
схему выпрямления; 

К142НД2 - 4 диода с общим катодом; 
К142НДЭ- 4 диода с общим анодом; 
К142НД4 - две цепи и, двух последовательно соединенных 

диодов; 
К142НД5 - матрицу и, четырех диодов. 
Корпус типа 402. 16�2. масса не более 1,4 r. 
Назначение выводов: 
К142НД 1: З, б - выводы второго плеча; 1б - общий анодов 

диодов; g - общий катодов диодов; 11, 14 - выводы первого 
плеча. 

К142НД2: З- анод VОЗ; 6- анод VD4; 9. 16- от общей точ­
ки соединения катодов; 11- анод VD1; 14- анод VD2. 

К142НДЗ З- катод VDЗ; 6- катод V04; 9, 16 - от общей 
точки соединения анодов; 11- катод VD1; 14- катод VD2. 
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К142НД4: з. б- аноды диодов nepвoro и второго nлечей. 9.

16 - выводы от общей точки двух nосnедовательно соединенных 
диодов; 11, 14 - катоды диодов первого и второго nлечей 

К142НД5: 3- анод VD4; 4- катод VD4; 6- анод VDЭ. 9-

катод VDЭ; 11- анод VD1; 12-катод VD1; 14-анод VD2; 16-

катод VD2 

Электрические параметры 

Предельно допустимое обратное напряжение 
синусоидальной формы с частотой 50 Гц дnя 
ОДНОГО диода Uоа,.�МАХ ......................... . 
Среднее nрямое напряжение при токе 0,5 А ..... . 
nредельно допустимый средний nрямой ток 
(для одного диода) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Средний обратнь1й ток при Uov. м, мц ..... 
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Приложен�е 

Зарубежные анаnоrи микросхем. помещенных в справочник

К100ИВ165 МС10165, К130ЛА6 SN74H40S 
C,N10165 К130ЛД1 SN74H60S 

К100ИД161 МС10161 К130ЛН1 SN74H04S 
К100ИД162 МС10162 К130ЛР1 SN74H50S 
К100ИД1б4 МС10164 К130ЛР3 SN74H5ЗS 
К100ИЕ136 МС10136 К130ЛР4 SN74H55S 
К100ИЕ137 МС10137 К1ЗОТВ1 SN74H72S 
К100ИЕ160 МС10160 К130ТМ2 SN74H72S 
К100ИМ180 МС10180 К131ЛА1 SN74H20N, 
К100ИП179 МС10179 GJH111 
К100ИП181 МС10181 КМ131ЛА1 SN74H20J 
К100ИР141 МС10141 К131ЛА2 SN74HЗ0N 
К100КП1 - КМ131ЛА2 SN74H30J 
К100КП2 - К1З1ЛА3 SN74H00N 
К100ЛЕ106 мс101ов КМ1З1ЛА3 SN74H00J 
К100ЛЕ111 МС10111 К131ЛА4 SN74H10N 
к1ооле211 МС10211 КМ131ЛМ SN74H10J 
К100ЛК117 МС10117 К131ЛА6 SN74H40N 
К100ЛК121 МС10121 КМ131ЛА6 SN74Н40J 
К100ЛЛ110 МС10110 К131ЛД1 SN74H60N 
К100ЛЛ210 МС10210 КМ131ЛД1 SN74H60J 
К100ЛМ101 1 МС10101 К131ЛН1 SN74H04N 
К100ЛМ102 J МС10102 К131ЛР1 SN74H50N 
К100ЛМ105 1 МС10105 К131ЛР3 SN74H53N 
К100ЛМ109 

1
МС10109 КМ131ЛРЭ SN74H53J 

К100ЛП107 МС10107 К1З1ЛР4 SN74H5SN 
К100ЛП115 

( 
МС10115 КМ131ЛР4 SN74H55J 

К100ЛП116 МС10116 К131ТВ1 SN74H72N, 
К100ЛП128 МС10128 GJJ111 
К100ЛП129 МС10129 КМ131ТВ1 SN74H72J 
К100ЛП216 МС10216 КМ131ТМ2 SN74H74J 
К100ЛС118 МС10118 КР132РУ3 12125 
К100ЛС119 МС10119 КМ132РУЭ 12125А 
К100НР400 МС10400 КР132РУ4 12125AL 
К100ПУ124 МС10124 KP132PYS МК2147 
К100ПУ12S МС10125 КР132РУ6 TMS1400P45 
К100РУ148 МС10148 КР132РУ7 TMS4016• 
К100ТВ135 МС10135 КР132РУ8 12148Н 
К100ТМ130 МС10130 КМ132РУ9 12149Н 
К100ТМ131 МС10131 К132РУ11 ТММ2016Р 
К100ТМ133 МС10133 КМ132РУ12 TMS1420 
К100ТМ134 МС10134 КМ132РУ13 TMM2018D 
К100ТМ173 МС10173 КМ132РУ16 12147Н• 
К101КТ1 zотзо К133ИД1 SN74141S 
К118УД1 САЗОО4•. К133ИДЗ SN74154S 

СА3028• К133ИЕ2 SN7490AS 
К122УН1А МС101 К133ИЕ4 SN7492AS 
К12ЗУН1 ТАА9бо• К13ЗИЕ5 SN7493AS 
К130ЛА1 SN74H20S К13ЗИЕ6 SN74192S 
К130ЛА2 SN74H30S К133ИЕ7 SN74193S 
К130ЛА3 SN74H00S К133ИЕ8 SN74975 
К130ЛА4 SN74H10S К133ИМ1 SN7480S 
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-.<1ззим2 SN7482S К1З6ЛАЗ SN74L00S 
К1ЗЗИМЗ SN7483AS К1З6Лд4 SN74L 10S 
К1ЗЗИР1 �N7495S К1ЗбЛН1 SN74L04S 
К1ЗЗКП5 SN74152S К136ЛР1 SN74L50S 
К133КП7 SN74151S К136ЛРЗ SN74L53S 
К1ЗЗЛА1 SN7420S К136ЛР4 SN74L55S 
К133ЛА2 SN7430S К136ТВ1 SN74L72S 
КМ13ЗЛАЭ SN7400S К136ТМ2 SN74L74S 
К133Лд4 SN7410S К140УД1 µА702НС 
К13ЗЛА6 SN7440S КР140УД1 µА702РС 
К1ЗЭЛА7 SN7422S К140УД2 Сд304ТТ• 
К13ЗЛА8 SN7401S К140УД6 MC1456CG0

К133Лд11 SN7426S КР140УД6 МС145бР* 
КМ1ЭЗЛД1 SN7460S К140УД7 µА741НС 
К13ЗЛЕ1 SN7402S КР140УД7 µА741РС 
К13ЭЛИ1 SN7408S К140УД8 µА740НС* 
К133ЛЛ1 SN7432S КР140УД8 µА740РС• 
к1эзлн1 SN7404S К140УД11 LМЭ18Н 
КМ13ЗЛП5 SN7486S К140УД12 µА776НС 
КМ133ЛР1 SN7450S КР140УД12 µА776РС 
КМ133ЛРЭ SN745ЗS КР140УД1408 LM308J 
КМ13ЗЛР4 SN7455S К140УД16 SFC741C 
К13ЗПП4 SN7449S К140УД17 OPO7EJ 
К13ЗРУ1 SN7481S КР140УД17 ОРО7ЕР 
КМ133ТВ1 SN7472S КР140УД18 LF355N 
К133ТЛ3 SN74132S КМ140УД20 µА747OС 
К133ТМ2 SN7474S КР140УД20 µА747РС 
К133ТМ5 SN7477S К140УД22 LF356H 
К1ЭЗТМ7 SN7475S КР140УД22 LFЗ56N 
К134ИДЭ SN74L154N К140УД23 LF357H 
К134ИД6 SN74L42N К142ЕН1 MC1460f• 
К1Э4ИЕ2 SN74L90N КР142ЕН1 МС1460Р* 
К134ИЕS SN74L93N К142ЕН3 MC1469R* 
К134ИМ5 SN74L 183N К142ЕН4 MC1469R* 
К134ИП2 SN74L 180N КР142ЕН5А µA7805U 
К1Э4ИПЗ SN74L181N КР142ЕН5Б µA7805U 
К134ИП4 SN74L182N К142ЕН6 SG1501AT 
К134ИР1 SN74L95N КР142ЕН8А МС7808СТ 
К1Э4ИР2 SN74L91N КР142ЕН8Б МС7812СТ 
К134ИР5 SN74L98N КР142ЕН88 МС7815СТ 
К134ИР8 SN74l 164N К142ЕН9А LAS1520*, 
КР134ЛА2 SN74L30 LM7820CT* 
КР134ЛА8 SN74L01 КР142ЕН9Б МА7824СТ 
К134ЛР1 SN74L50N КР142ЕН98 LM7824CT 
КР134ЛР4 SN74L55 КР142ЕН12 LМ317Т 
К134СП1 SN74L85N КР142ЕН14 LM723N 
К134ТВ1 SN74L72N КР142ЕН15 LMЗ25AN 
К134ТВ14 SN74L78N КР142ЕН17 LA5004M, 
КР134ТМ2 SN74L74 TA78OS05P 
К1ЭбЛд1 SN74L20S, КР142ЕН18 LМ337Т 

DM70L20 КР142ЕН19 TL431 
К136ЛА2 SN74L30S 

� Прммечанме ИС, отмеченные ,еездочкой. яеnяютсq приближенны..-. ана· 
11оrамм. 

506 







Содержание 

Предисловие 
Раздеn первый 
Общие сведения 
1.1 Классификация и система 
условных обозначений микро-
схем ............. . 
1 2. Принципы построения 
условных графических обозна­
чений аналоговых и цифровых 
элементов в схемах ........ . 
1 З Буквенные обозначения 
параметров микросхем . . . . . 
1 .4 Конструкции корпусов 
микросхем ..... .. . .. .. . 
1 5 Элементы для автоматизи­
рованной сборки и nоверхност­
ноrо монтажа 

5 К100НР400 . . . . . . . . . . 108 
7 К100ПУ124 . . . . . . . . 108 
7 К100ПУ125 . . . • . . . . . . . . . 109 

К100РУ148 . . . . . . . . . . . . . 110 
К100РУ401 ....... ......... 111 

7 К100ТВ135 ....... ....... . 112 
К100ТМ130 . . . . . . . . . . . . . . 113 
К100ТМ131 ..•....... ..... 114 
К100ТМ133 .... ..... 115 

14 К100ТМ134 .......... 116 
К100ТМ17З . . . . 117 

31 К100ТМ231 . . . . . 118 
СериR К101 120 

36 Серия К104 122 
Серия К106 . . . . . . . . . . 123 
К106Л61, К106ЛБ1Б, 

56 К106ЛБ2, К106ЛБ2Б .. ...... 124 
1 6. Особенности применения 
микросхем . . . . . . 67 
Раздел второй . . . . . . . . . . . . 75 
Справочные сведения . . . . . . 75 
Серия К100 . .. . . . . 75 
Общие рекомендации по при-

76 
77 
78 
79 

К106Л65, К106ЛБ5Б. 
К106ЛБ6, К106Л66Б . 
К106ЛД1, К106ЛД16, 

125 

К106ЛД2, К106ЛД26 ......... 126 
К106ЛД5, К106ЛД56, 
К106ЛД6. К106ЛД66 . . . . . . 128 -
К106ЛР1, К106ЛР1Б, менению ...... . 

К100ИВ165 
К100ИД161 
К100ИД162 
К10ОИД164 
К100ИЕ136, К100ИЕ137 
К100ИЕ160 
К100ИМ180 
К100ИП179 

80 
. . 81 
.. 82 

83 

К100ИП181 .. ........... . 
84 
86 
87 К100ИР141 

К100КП1 .. .. ..... . . 
К100КП2 .... . 
К100ЛЕ106 . . ........ . 
К100ЛЕ111 
К100ЛЕ211 
К100ЛК117 .. 
К100ЛК121 ... 

88 
89 
90 
91 
92 
93 

К100ЛЛ110 . . . • .. .... . 
94 
95 
95 
96 

К100ЛЛ210 . . . . . . ...... . . 
К100ЛМ101 
К100ЛМ102 
К100ЛМ105 .. 
К100ЛМ109 
К100ЛП107 .. 

... ....... 97 
. .... .. 98 

К100ЛП115 . . . . . . 
К100ЛП116 .. • 
К10ОЛП128 
К100ЛП129 
К100ЛП216 
К100ЛС118 
К100ЛС119 .. 

98 
99 

100 
101 

. 102 
103 
105 
106 
107 

К106ЛР2, К106ЛР2Б . . . ... 129 
К106ТР1, К106ТР1Б, 
К106ТР2. К106ТР2Б 130 
Серия К108 . . . . . . . . . 132 
К108ЖЛ1 . . . . 132 
К108КТ1 . . . . . . 133 
К108ЛР1 . . . . . . . . . 134 
К106ТК1 .. . . . . . . . . . 135 
Серия К109 . . . . . . . . ..... 137 
К109ЛБ1А- К109ЛБ1Г . . . . . 137 
К109ЛБ2А, К109ЛБ2Б .... ... 138 
К109ЛИ1А. К109ЛИ16 . . . . 139 
К109ЛП1 ...... .. ....... . 139 
Серия К110 . . . . . . . . . . . 141 
К110ЛБ1А . . . . . . . . . . . . 141 
К110ЛБ2д . . . . ....... 142 
К110ЛБ3д . . . . . . . . . . . . . 142 
К110ЛБ4д ..... ........ .. 143 
К110ЛБ5д, К110ЛБ5Б . . . 144 
К110ЛБ6д, К110ЛБ66 . . . . . . . 144 
К110ЛБ7А, К110ЛБ7Б ........ 145 
К110ЛБ8д, К110Л686 . . . . . . . 146 
К110Л69д . . . . . . . . 147 
К110Л610д................ 147 
К110ЛБ11д . . . . . . . . . . . . . 148 
К110ЛБ12д 149 
К110ЛБ13д . . . 149 
К110Л614д, К110ЛБ14В . . 150 
К110ИЛ1А .. ... .... ..... 151 
К110ЛН1А . . . . . 151 
К110ЛН2А , К110ЛН2В . . . . 152 

509 



К110ЛН3д ................. 153 
К110ТК1д .................. 153 
К110ТК2д, К110ТК2В, 
К110ТК2Д ... . ............ 154 
Серия 111 .................. 156 
К111Л61А, К111Л61 Б •..•.... 156 
Серия К112 .......•....•... 157 
Серия К113 ............... 158 
Серия К114 ................ 159 
К114ИЛ1д, К114ИЛ1Б .....•.. 159 
К114ИР1д, К114ИР1Б .•..•.•• 160 
К114ЛД1д, К114ЛД1Б .•.•.•.• 161 
К114ЛД2д, К114ЛД2Б .•..•... 162 
К114ЛЕ1д, К114ЛЕ1Б ........ 162 
К114ЛЛ1д, К114ЛЛ1Б .•.••..• 164 
К114ЛЛ2А, К114ЛЛ2Б .••••..• 165 
К114ЛП1А, К114ЛП1Б ...••... 166 
К114ЛП2А, К114ЛП2Б ••.•• , • , 167 
К114ЛПЗА, К114ЛПЗБ ••••••.. 168 
К114ТР1А, К114ТР1Б •..•.... 169 
Серия К115 ................ 171 
К115ЛЕ1 ................... 171 
К115ЛЕ2 .••. : .............. 172 
К115ЛЕ3 ................... 173 
К115ЛЕ4 ................... 173 
К115ЛП1 ...........•.•..••. 174 
К115ЛС1 ................... 175 
К115ТР1 ................... 176 
Серия К118 ..........•.•..• 177 
К118ТЛ1А, К118ТЛ1Б, 
К118ТЛ18, ............•.... 177 
К118ТЛ1Г, К118ТЛ1Д ••...•.. 177 
К118УД1А, К118УД1Б, 
К118УД1В .................. 179 
К118УН1д, К118УН1Б, 
К118УН1В, ................. 182 
К118УН1Г, К118УН1Д •...• , .• 182 
К118УН2А, К118УН2Б, 
К118УН2В ........•......•. 184 
К118УП1д, К118УП1Б, 
К118УП1В, К118УП1Г •....... 185 
Серии К119, КР119 .....•.... 188 
К119АГ1, КР119АГ1 ......... 188 
К119ГГ1, КР119ГГ1 ..•.....•. 189 
К119ДА1, КР119ДА1 .....•... 191 
К119КП1, КР119КП1 .....•... 192 
К119МА1, КР119МА1 ...••... 192 
К119ПП1, КР119ПП1 ......... 194 
К119СВ1, КР119СВ1 ......... 194 
К119СС1д, К119СС1Б, 
КР119СС1д , КР119СС1Б ..... 196 
К119СС2, КР119СС2 ......... 197 
К119ТЛ1, КР119ТЛ1 ......... 198 
К119УЕ1, l<P119YE1 ......... 199 
К119УИ1,КР119УИ1 ...•..... 200 
К119УН1, КР119УН1 ......... 201 
К119УН2, КР119УН2 . . . . . . . . 202 

510 

К119УТ1, КР119УТ1 ......... 203 
Серия К121 . ...... ....... 205 
К121ЛА1А- К121Лд1Г ..•... 205 
К121ЛА2А, К121ЛА2Б ........ 206 
К121ЛД1 ................... 207 
Серия К122 • . . . . . . . . . . . . . . 208 
К122УН1д, К122УН1Б, 
К122УН1В, К122УН1Г, 
К122УН1Д ................. 208 
К122УН2А, К122УН2б, 
К122УН2В ................. 210 
Серии К123, КР123 .......... 212 
К12ЗУН1А, К123УН1Б, 
К12ЗУН18, КР123УН1А, 
КР123УН1Б,КР123УН18 .•... 212 
Серия К124 •••••..•..•••... 214 
Серия КР127 ............... 215 
КР127ГФ1д, КР127ГФ1Б, 
КР127ГФ1В,КР127ГФ1Г. 
КР127ГФ1Д, КР127ГФ1Е, 
КР127ГФ1Ж. ............... 215 
КР127УИ1 ................. 217 
Серия К128 ...•....•....... 219 
К128ИР1 ................... 219 
К128ЛД1, К128ЛД2 ..•....... 220 
К128ЛДЗ •••....•........... 221 
К128ЛД4 .•...•••.•••..•.•.• 222 
К128ЛК1 .••...•...••.•....• 223 
К128ЛР1А, К128ЛР1Б, 
К128ЛР18, К128ЛР2А, 
К128ЛР2Б, К128ЛР28 •..•.... 223 
К128ЛС1А, К128ЛС1Б, 
К128ЛС1В, К128ЛС2А, 
К128ЛС2Б, К128ЛС2В ....... 225 
К128ЛСЗ ................... 226 
К128ЛС4 •........••........ 227 
К128ЛС5 ••..••.••.•.•...... 228 
К128УП1 ................... 228 
Серия К129 ................ 230 
К129НТ1д-1, К129НТ1Б-1, 
К129НТ18-1, К129НТ1Г-1, 
К129НТ1Д-1, К129НТ1Е-1, 
К129НТ1Ж-1, К129НТ1И-1 .... 230 
Серия К130 , .•.•...•....... 232 
К1 ЗОЛА 1 •...•••............ 232 
К1 ЗОЛА2 •...•.....•........ 233 
К130ЛАЗ ................... 234 
К130Лд4 ................... 235 
К130Лд6 ................... 236 
К130ЛД1 ................... 237 
К130ЛН1 •.................. 238 
К130ЛР1 ....•.... � ......... 239 
К130ЛР3 ................... 240 
К130ЛР4 ................... 241 
К130ТВ1 ............... ... 242 
К130ТМ2 .............•.... 244 
Серия К131 ................ 246 



К131Лд1 . . . . . . . . . . . . . ... 247 
К131ЛА2 . . . . . . . . . . . . . . . . 248 
К131ЛА3 ................... 249 
К131ЛА4 ................... 250 
К131ЛА6 ................... 252 
К131ЛД1 ................... 253 
К131ЛН1 ................... 254 
К131ЛР1 ............•...... 255 
К131ЛР3 . . . . . . . • . . . ....... 256 
К131ЛР4 ................... 257 
К131ТВ1 .... .............. 259 
К131ТМ2 .................. 260 
Серии КР132, КМ132 ........ 262 
КР 132РУ3А, КР132РУЗБ, 
КМ132РУ3А, КМ132РУ3Б ..... 262 
КР132РУ4А, КР132РУ4Б ..... 263 
КР132РУ5, КМ132РУ5А, 
КМ132РУ5В ................ 265 
К132РУ6А, К132РУ6Б . . . . . . . 267 
К132РУ8А, К132РУ8Б ........ 269 
КМ132РУ9А, КМ132РУ9Б .. .. 270 
КМ132РУ10А, КМ132РУ10Б ... 272 
КМ132РУ12А, КМ132РУ12Б .. , 274 
КМ132РУ13А, КМ132РУ1ЗБ ... 277 
КР132РУ14А, КР132РУ14Б ... 279 
К132РУ15А, К132РУ15Б ...... 281 
КР132РУ16А, КР132РУ16Б ... 283 
Серии К133, КМ133 ......... 285 
К133ИД1 . . ............... 287 
К133ИД3 . . . . . . ........... 288 
К133ИЕ2 . . .. ....... ... . 289 
К13ЗИЕ4 ...... , ............ 290 
К1 ЗЗИЕ5 . . . . . . . ......... 291 
К13ЗИЕ6, К133ИЕ7 . . . . . . ... 292 
К1ЗЗИЕ8 ................. . 294 
К133ИМ1 . .. . .. . . . . . . . ... 295 
К133ИМ2 .................. 296 
К1ЗЗИМ3 ........ ......... 298 
К133ИР1 . . . . . . . . . . . . . .. 299 
К1ЗЗ�П5 . . . . . . . . . . . . . . . 300 
К13ЗКП7 . . . . . . . . . ...... 301 
КМ1ЗЗЛА1, К133ЛА1 ........ 302 
КМ133ЛА2, К133ЛА2 . . . .. 303 
КМ13ЗЛАЗ, К133ЛА3 .. 304 
КМ1ЗЗЛА4, К133ЛА4 . . . . . . . 305 
КМ13ЗЛА6, К133ЛА6 .... . .  306 
КМ133ЛА7, К133ЛА7 . . . . . . . 306 
КМ133ЛА8, К133ЛА8 . . . . . . . 307 
К133ЛА11 .. .. .. . .. .. . . 308 
КМ133ЛА 15 . . . . . . . . . . . . 309 
КМ133ЛД1, К133ЛД1 . ..... 310 
КМ133ЛД3, К133ЛД3 . . . 311 
К133ЛЕ1 . . . . . . . . . . . . 312 
К133ЛИ1 .. .. . .. .. .. .. .. 313 
К133ЛЛ1 ............ , . . . . . 314 
К13ЗЛН1 . .. . .. .. .. . 315 
К133ЛП5 ... . . . .. .  316 

КМ13ЗЛР1, К133ЛР1 ........ 317 
КМ13ЗЛР3, К133ЛР3 ........ 316 
КМ133ЛР4, К133ЛР4 . . . . . . . 319 
К133ПП4 ........•......... 320 
К133РП2 ................... 321 
КМ133ТВ1, К133ТВ1 ......... 322 
К133РУ1 ................... 323 
К133ТЛ3 ......•........•... 324 
КМ133ТМ2, К13ЗТМ2 ........ 325 
К133ТМ5 .•...•............ 327 
К133ТМ7 •....•............ 326 
Серии К134, КР134 .......... 330 
К134ИД3, КР134ИД3 ........ 332 
К134ИД6 ................... 333 
К134ИЕ2, КР134ИЕ2 ......... 334 
К134ИЕ5 . . ................ 335 
К134ИМ4 . . . . . . . . . . ....•.. 336 
КР134ИМ5, К134ИМ5 ........ 337 
К134ИП2 ...............•.. 338 
К134ИП3 ...............•.. 339 
К134ИП4 .................. 340 
К134ИР1, К134ИР1А ......... 341 
К134ИР2 ................••. 342 
К134ИР5, КР134ИР5 ......... 343 
К134ИР8, КР134ИР8 ......... 344 
К134КП8 ................... 345 
К134КП9 •..... ............ 346 
К134КП10 .................. 346 
КР134ЛА2 ................. 347 
КР134ЛА8 ................. 348 
К134ЛБ1 .•................. 349 
К134ЛБ2 ...............•... 350 
К134ЛП3, КР134ЛП3 ......... 351 
К134ЛР1 ..............•.... 352 
К134ЛР2 ................... 353 
КР134ЛР4 •................ 354 
К134РМ1 .................. 355 
К134РУ6 ................... 356 
К134СП1, КР134СП1 ........ 357 
К134ТВ1 . . .. . .. . .. .. .. . . 358 
К134ТВ14 . ................ 360 
КР134ТМ2 ................. 361 
К134ХЛ2, КР134ХЛ2 .....•... 362 
К134ХЛ3 .. . . .. . . . . . . . .. . . 363 
Серия К136 ................ 365 
К136Лд1 ................... 366 
К136ЛА2 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 366 
К136ЛА3 . . ................ 367 
К136ЛА4 .......... ........ 368 
К136ЛН1 ........ .......... 369 
К136ЛР1 . ................. 370 
К136ЛР3 . . . . . . .. . ...... 371 
К136ЛР4 .. ... ............ 372 
К136ТВ1 . . . . . . . . . ........ 372 
К136ТМ2 . . . . . . . ........ 374 
К1 З6ТР1 . . . . . . . 375 
Серия К137 . . . . . . . . . . . . .. 376 

511 



К137ИП 1, К137ИЛ2 . . . . . . . . 376 
К137ИП3 . . . . . . . .......... 377 
К137ПД1, К137ЛД2 .. ....... 378 
К137ЛЕ1, К137ЛЕ2 , ......... 379 
К137ЛЕ3 ................ , .. 380 
К137ЛМ1, К137ЛМ2 ... , . , .. 380 
К137ЛМЗ .................. 381 
К137ЛМ4, К137ЛМ5 .... , .... 382 
К137ЛМ6 .............. ... 383 
К137ЛМ7 .................. 384 
К137ЛМ8 .... ........ .. . 385 
К137ТМ1 .................. 385 
К137ТР1 ........... , ..... , . 386 
К137ТР2 ................... 387 
Серия К138 ................ 388 
К138ЛЕ1 ........... ....... 388 
К138ЛК1 .................. , 389 
К138ЛЛ1 . , ...... , .. , . , .... , 390 
К138ЛМ1 .................. 390 
К138ЛМ2 , .... , .. , . , ..... , , 391 
К138ЛП1 ...... , ............ 392 
К138ЛС1 . . . . . . . . . . . . , .... 393 
К138ЛС2 . . . . . . . . . . . . . ..... 393 
К138ТМ1 ..... , ............ 394 
К 138ТМ2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 
К138ТР1 ................... 395 
К138ХЛ1 ...........•....... 396 
Серия К139 ............... , 398 
К1ИД391 ................... 398 
К139РВ 1 (К1 ЯМ391) ......... 398 
Серии К140, КР140, КМ140 ... 400 
КР140МА1 .. .............. 403 
К140УД1д, К140УД1Б, 
К140УД1В,КР140УД1А, 
КР140УД1Б, КР140УД1В ..... 404 
К140УД2А, К140УД2Б .. ..... 407 
К140УД5А, К140УД5Б, 
КР140УД5А, КР140УД5Б ..... 409 
К140УД6, КР140УД6, 
КР140УД608 . . . . ......... 410 
К140УД7, КР140УД7, 
КР140УД708, КФ140УД7 ...... 411 
КБ140УД7-4 . ... ..... , ... 414 
К140УД8А, К140УД8Б, 
К140УД8В,КР140УД8А, 
КР140УД8Б, КР140УД8В ..... 415 
К140УД11 .. ... ..... ..... 417 
К140УД12, КР140УД12, 
КР140УД1208 .............. 419 
КБ140УД12-4 ............ . 423 
К140УД13 .. . ........ 425 
КР140УД1408А, 
КР140УД1408Б ... .. . .... 426 
КБ140УД14А-4, 
КБ140УД14Б-4 . . . .. ...... 428 
К140УД17А, К140УД17Б, 
КР140УД17А, КР140УД17Б . . 431 

512 

КБ140УД17А-4, КБ140УД17Б-4 433 
КР140УД18 , . , .......... , , . 435 
КР140УД20А, КР140УД20Б, 
КМ140УД20 ................ 436 
КБ140УД20-4 ........... .. 437 
К140УД22, К140УД2201, 
КР140УД22 . . . . ........... 438 
К140УД23 . . . . . . . . . . • . . . . . . 440 
КБ140УД23-4 .............. 442 
Серия К141 . . . . . . . . . . . .... 445 
Серии К142, КБ142, КР142 ... 447 
К142ЕН1А, К142ЕН1Б, 
К142ЕН1В1, К142ЕН1Г, 
КР142ЕН1А, КР142ЕН1Б, 
КР142ЕН1В,КР142ЕН1� ..... 449 
К142ЕН2А, К142ЕН2Б, 
К142ЕН2В, К142ЕН2Г, 
КР142ЕН2А, КР142ЕН2Б, 
КР142ЕН2В,КР142ЕН2Г ..... 449 
К142ЕН3А, К142ЕН3Б, 
К142ЕН4А, К142ЕН4Б .. , .... 458 
К142ЕН5А, К142ЕН5Б, 
К142ЕН5В, К142ЕН5Г, 
КР142ЕН5д, КР142ЕН5Б, 
КР142ЕН5В,КР142ЕН5Г ..... 462 
К142ЕН6А, К142ЕН6Б, 
К142ЕН6В, К142ЕН6Г, 
К142ЕН6Д, КР142ЕН6Е ...... 465 
К142ЕН8А, К142ЕН8Б, 
К142ЕН8В, К142ЕН8Г, 
К142ЕНВД, К142ЕН8Е, 
КР142ЕН8А, КР142ЕНВБ, 
КР142ЕНВВ,КР142ЕН8� 
КР142ЕНВД, КР142ЕН8Е ..... 469 
К142ЕН9А, К142ЕН9Б, 
К142ЕН9В, К142ЕН9Г, 
К142ЕН9Д, К142ЕН9Е, 
КР142ЕН9А, КР142ЕН9Б, 
КР142ЕН9В,КР142ЕН9� 
КР142ЕН9Д,КР142ЕН9Е ..... 472 
КР142ЕН12А, КР142ЕН12Б ... 475 
КБ142ЕН12-2 . . . . . . . . . . . . . 478 
КР142ЕН14 . . . . . . . . . . . . . . 480 
КР142ЕН15А, КР142ЕН15Б ... 486 
КР142ЕН17А, КР142ЕН17Б ... 490 
КР142ЕН18А, КР142ЕН18Б ... 491 
КР142ЕН19 . . . . . . . . . ..... 494 
К142ЕП1д, К142ЕП1Б, 
КР142ЕП1А, КР142ЕП1Б .... 495 
КБ142ЕП1-4 . . . . . . ........ 501 
К142НД1, К142НД2, 
К142НД3, К142НД4, 
К142НД5 . . . . . . . . . . . . . 503 
Приложение. . . . . . . . . ...... 505 
Зарубежные аналоги микро-
схем, помещенных 
в справочник . 505 




